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Type Page Book (1) 
Type Page Catalogue 

2N 681 DRT 76 
2N 682 DRT 76 
2N 683 DRT 76 
2N 684 DRT 76 
2N 685 DRT 76 

2N 686 DRT 76 
2N 687 DRT 76 
2N 688 DRT 76 
2N 689 DRT 76 
2N 690 DRT 76 

2N 691 DRT 76 
2N 692 DRT 76 

.2N 696 61 

.2N 697 61 

.2N 698 67 

.2N 699 71 
.2N 706 75 
.2N 706 A 81 
.2N 708 87 
.2N 735, A 95 

.2N 736, B 95 

.2N 743 103 

.2N 744 103 

.2N 753 81 
2N 877 DRT 76 

2N 878 DRT 76 
2N 879 DRT 76 
2N 880 DRT 76 
2N 881 DRT 76 

.2N 914 115 

.2N 917 119 

.2N 918 119 

.2N 929 125 

.2N 930 125 

.2N 1131 131 

.. 2N 1132 131 
2N 1208 TPu 75 
2N 1209 TPu 75 

"2N 1420 135 
2N 1595 DRT 76 

~Data sheets in this book 
Notices dans ce catalogue 

Index 
Index 

Type Page 
Type Page 

2N 1596 
2N 1597 
2N 1598 
2N 1599 

.2N 1613 137 

2N 1616 
2N 1617 
2N 1618 

.2N 1711 137 
2N 1724 

2N 1724 A 
2N 1725 
2N 1770, A 
2Nl771,A 
2N 1772, A 

2N 1773, A 
2N 1774, A 
2N 1775, A 
2N 1776, A 
2N 1777, A 

2N 1778 
2N 1842 
2N 1843 
2N 1844 
2N 1845 

2N 1846 
2N 1847 
2N 1848 
2N 1849 
2N 1850 

.2N 1889 143 

.2N 1890 143 

.2N 1893 147 
2N 1936 
2N 1937 

.. 2N 1986 151 

.2N 1990 155 

.. 2N 2192, A 157 

.. 2N 2193, A 157 

.2N 2194, A 163 

Book (1) 
Catalogue 

DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 

DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 

DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 

DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 

TPu 75 
TPu 75 

(1) Other devices . see page 2 
Autres dispositifs· voir page 2 

Type 
Type 

.2N 2195, A 
2N 2196 
2N 2197 

.2N 2218, A 

.2N 2219, A 

.2N 2221, A 

.2N 2222, A 

.2N 2243, A 
2N 2322 
2N 2323 

2N 2324 
2N 2325 
2N 2326 
2N 2327 
2N 2328 

2N 2329 
.2N 2368 
.2N 2369 
.2N 2369 A 
.2N 2483 

.2N 2484 
2N 2619 
2N 2815 
2N 2816 
2N 2817 

2N 2818 
2N 2819 
2N 2820 
2N 2821 
2N 2822 

2N 2823 
2N 2824 
2N 2825 

.2N 2865 

.. 2N 2868 

.. 2N 2890 

.. 2N 2891 

.. 2N 2894 

.2N 2904, A 

.. 2N 2905, A 

Page 
Page 

163 

171 
171 

177 
177 
183 

187 
187 
195 
201 

201 

209 
213 

219 
219 
225 
229 
229 

2N 681 
2N 2905 

Book (1) 
Catalogue 

TPu 75 
TPu 75 

DRT 76 
DRT 76 

DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 

DRT 76 

DRT 76 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
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2N 2906 
182 T2 

Type 
Type 

.. 2N 2906, A 

.2N 2907, A 

.2N 3053 
2N 3054 
2N 3055 

2N 3055 S 
.2N 3137 
.2N 3309 
.. 2N 3414 
.2N 3415 

.2N 3416 
·2N 3417 

2N 3439 
2N 3440 
2N 3441 

2N 3442 
~N 3570 
.2N 3571 
·2N 3572 

2N 3583 

2N 3584 
2N 3585 
2N 3649 
2N 3650 
2N 3651 

2N 3652 
2N 3653 
2N 3654 
2N 3655 
2N 3656 

2N 3657 
2N 3658 
2N 3738 
2N 3740 
2N 3741 

2N 3771 
2N 3772 
2N 3773 

-2N 3819 
.2N 3821 

Page 
Page 

235 
235 
241 

247 
251 
255 
255 

255 
255 

257 
257 
257 

767 
771 

.Data sheets in this book 
Notices dans ce catalogue 
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Book (1) 
Catalogue 

TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 

TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
DRT76 
DRT 76 
DRT 76 

DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 
DRT 76 

DRT 76 
DRT 76 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

Type Page Book (1) 
Type Page Catalogue 

.. 2N 3822 771 

.2N 3823 771 

.2N 3824 775 

.2N 3866 259 

.2N 3966 779 

.. 2N 4091, A 785 

.2N 4092, A 785 

.2N 4093, A 785 

.2N4117,A 793 

.2N 4118, A 793 

.2N 4119, A 793 

.2N 4220, A 799 

.2N 4221, A 799 

.2N 4222, A 799 
2N 4240 TPu 75 

2N 4347 TPu 75 
2N 4348 TPu 75 

.2N 4391 803 
"2N 4392 803 
~N 4393 803 

~N 4416, A 811 
.2N 4446 819 
.2N 4448 819 

2N 4901 TPu 75 
2N 4902 TPu 75 

2N 4903 TPu 75 
2N 4904 TPu 75 
2N 4905 TPu 75 
2N 4906 TPu 75 

.2N 4957 263 

.2N 4958 263 

.2N 4959 263 
-2N 4977 827 
.2N 4978 827 
.2N 4979 827 

2N 5038 TPu 75 
2N 5039 TPu 75 

.2N 5090 273 
"2N 5109 277 
.2N 5179 281 

(1) Other devices - see page 2 
Autres dispositifs - voir page 2 

Type Page Book(1) 
Type Page Catalogue 

.2N 5198 835 

.2N 5199 835 
2N 5204 DRT 76 
2N 5205 DRT 76 
2N 5206 DRT76 

2N 5207 DRT 76 
2N 5294 TPu 75 
2N 5296 TPu 75 
2N 5298 TPu 75 

.. 2N 5365 289 

.2N 5366 289 
"2N 5432 841 
.2N 5433 841 
.2N 5434 841 
.2N 5447 293 

.. 2N 5448 293 

.2N 5449 295 

.2N 5450 295 
2N 5490 TPu 75 
2N 5492 TPu 75 

2N 5494 TPu 75 
2N 5496 TPu 75 
2N 5671 TPu 75 
2N 5672 TPu 75 
2N 6032 TPu 75 

2N 6033 TPu 75 
2N 6099 TPu 75 
2N 6101 TPu 75 
2N 6107 TPu 75 
2N 6109 TPu 75 

2N 6111 TPu 75 
71 T2 TPu 75 
72 T2 TPu 75 
73 T2 TPu 75 
74 T2 TPu 75 

108 T2 TPu 75 
109 T2 TPu 75 
180T2 TPu 75 
181 T2 TPu 75 
182 T2 TPu 75 



Type Page Book (1) Type Page Book (1) 
Type Page Catalogue Type Page Catalogue 

183 T2 TPu 75 ~C546 399 
184 T2 TPu 75 ~BC 547 399 
185 T2 TPu 75 ~BC 548 399 
~Cl07 297 ~BC 549 399 
~Cl08 297 ~BC 550 399 

~Cl09 297 ~BC 556 409 
~BC 140 307 ~C557 409 
~BC 141 307 ~BC 558 409 
.BC 160 313 .BC 559 409 
.BC 161 313 .BC 560 409 

.BC 177 319 ~C635 419 
~C178 319 ~C636 423 
~C179 319 .BC 637 419 
.BC 182 327 ~BC 638 423 
.BC 183 327 ~C639 419 

.BC 184 327 ~C640 423 

.BC 190 A, B 333 .BCW 29 904 

.BC 211 341 .BCW 30 904 

.BC 211 A 341 .BCW 31 903 

.BC 212 347 ~CW32 903 

.BC 213 347 ~CW33 903 

.BC 214 347 .BCW69 904 
·BC 215 B 353 ~CW70 904 
.BC 237 357 ~CW71 903 
·BC 238 357 .BCW 72 903 

.BC 239 357 .BCW 90 A, B, C 427 
·BC 264, A 849 .BCW91 A, B 427 
·BC 307 367 .BCW92 A, B 433 
.BC 308 367 .BCW 93 A, B 433 
.BC 309 367 .BCW 94 A, B, C 439 

.BC 313 373 ~CW95A, B 439 

.BC 313 A 373 ~CW96A, B 445 
·BC 327 379 ~CW97 A, B 445 
~BC 328 379 ~CXI7 904 
.BC 337 385 .BCX 18 904 

~C338 385 ~CX 19 903 
.BC 413 391 .BCX 20 903 
.BC 414 391 ~CY58 451 
.BC 415 395 .BCY 59 451 
~C416 395 ~BCY 69 459 

• Data sheets in this book (1) Other devices - see page 2 
Notices dans ce catalogue Autres dispositifs - voir page 2 

Type 
Type 

~CY78 

~BCY 79 
BD 130 
BD 135 
BD 136 

BD 138 
BD 142 
BD 157 
BD 158 
BD 159 

BD 165 
BD 166 
BD 167 
BD 168 
BD 169 

BD 170 
BD 181 
BD 182 
BD 183 
BD 233 

BD 234 
BD 235 
BD 236 
BD 237 
BD 238 

BD 241,A,B,C 
BD 242, A, B, C 
BD 301, A, B 
BD 302, A, B 
BD 303, A, B 

BD 304, A, B 
BD 433 
BD 434 
BD 435 
BD 436 

BD 675, A 
BD 676, A 
BD 677, A 
BD 678, A 
BD 679, A 

Page 
Page 

465 
465 

183 T2 
BD 679 

Book(l) 
Catalogue 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
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BD. 680 
BSV79 

Type 
Type 

BD 680, A 
BOX14 
BOX16 
BOX 18, N 
BOX 20 

BOY 23 
BOY 24 
BOY25 
BOY 26 
BOY 27 

BOY 28 
BOY 53 
BOY 54 
BOY 55 
BOY 56 

BOY 57 
BOY 58 
BOY71 
BOY 72 
BOY 73 

BOY 74 
BOY 76 
BOY 78 
BOY 79 
BOY 80 

BOY 81 
BOY 82 
BOY 83 

.aF 115 

.BF 167 

.aF 173 

.aF 179 C 

.BF 180 

.aF 181 

.BF 182 

.BF 183 

.aF 198 

.BF 199 

.aF 200 

.BF 240 

Page 
Ps(Jtl 

473 
481 

489 
497 
503 
513 
521 

527 
533 
539 
545 
551 

.. Data sheets in this book 
Notices dBns ce CBtalogue 
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Book (1) 
Catalogue 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
TPu 75 

Type Page Book (1) Type Page Book (1) 
Type PB{JtI Catalogue Type PII(JtI Clltalogue 

.aF 241 551 .BFR 53 905 
.BF 245, A, B, C 855 .aFR 92 905 
.BF 247,A,B,C 861 ·BFR 93 905 
.BF 253 557 .aFR 99 641 
.BF 254 557 .BFS17 905 

.aF 255 557 .aFS18 905 

.aF 256 867 ·BFS19 905 

.BF 257 565 ~FS20 905 

.aF 258 565 .aFT 47 645 

.BF 259 565 .BFT 48 645 

.aF 272 A 569 .BFT 49 645 

.BF 297 573 .BFT 72 649 

.aF 298 573 .BFT 73 649 

.aF 299 573 .BFT 74 649 

.BF 316 A 577 .aFW 16A 655 

.aF 337 581 .aFW 17 A 661 

.aF 362 587 ·BFW 30 667 

.aF 363 587 .aFW 92 671 

.BF 391 589 .aFW93 677 

.BF 392 589 .aFX 62 683 

.aF 393 589 .BFX 89 685 

.aF 415 593 ·BFY 56 A 693 

.aF 416 597 .aFY 90 699 
.BF 417 593 .BSV 15 703 
.BF 418 597 .aSV 16 703 

.BF 422 601 .aSV 52 903 

.aF 423 605 ·BSW 21, A 709 

.aF 457 609 .BSW 22, A 709 

.BF 458 609 .aSX 24 711 

.BF 459 609 .BSX 45 713 

.BF 469 615 ~SX46 713 

.BF 470 619 .aSX 51, A, B 719 

.BF 480 623 .BSX 52, A, B 719 

.BF 506 625 .aSY 51 727 

.aF 509 629 .BSY 52 727 

.aF 679 633 .aSY 53 733 
.BF 680 633 .aSY 54 733 
.BFR 30 906 .aSY 55 739 
.BFR 31 906 .aSY 56 739 
.BFR 38 637 .aSY 79 745 

(1) Other devices - see page 2 
Autres dil/Jollitifll - Ploir pllgtl 2 



Type Page Book (1) Type Page Book (1) 
TyPtl PBge Catalogue TyPtl PtIf/tI Cate/ogue 

BU 103 A TPu 75 BUX43 TPu 75 
BU 104 TPu 75 BUX44 TPu 75 
BU 104 P TPu 75 BUX 45 TPu 75 
BU 109 TPu 75 BUX 46 TPu 75 
BU 109 P TPu 75 BUX47 TPu 75 

BU 112 TPu 75 BUX 48 TPu 75 
BU 113 TPu 75 BUX49 TPu 75 
BU 126 TPu 75 BUX 50 TPu 75 
BU 129 TPu 75 BUX 51 TPu 75 
BU 134 TPu 75 BUX 51 N TPu 75 

BU 138 TPu 75 BUX 52 TPu 75 
BU 139 TPu 75 BUX 53 TPu 75 
BU 140 TPu 75 BUX 54 TPu 75 
BU 141 TPu 75 BUX 55 TPu 75 
BU 142 TPu 75 BUY 69 A, B, C TPu 75 

BU 143 TPu 75 ESM 16, A, B TPu 75 

BU 144 TPu 75 ESM 18 TPu 75 

BU 207 TPu 75 .ESM 25 871 

BU 208 TPu 75 ·ESM 25 A 871 

BU 209 TPu 75 ESM 132 TPu 75 

BUX10 TPu 75 ESM 133 TPu 75 

BUX 11 TPu 75 ESM 134 TPu 75 

BUX 11 N TPu 75 ESM 135 TPu 75 

BUX12 TPu 75 ESM 136 TPu 75 
BUX13 TPu 75 ESM 137 TPu 75 

BUX14 TPu 75 ESM 138 TPu 75 
BUX15 TPu 75 ESM 139 TPu 75 

BUX 20 TPu 75 ESM 140 TPu 75 
BUX21 TPu 75 ESM 141 TPu 75 
BUX 22 TPu 75 ESM 142 TPu 75 

BUX 23 TPu 75 ESM 159 TPu 75 
BUX 24 TPu 75 ESM 160 TPu 75 
BUX 25 TPu 75 ESM 161 TPu 75 
BUX 37 TPu 75 ESM 162 TPu 75 
BUX 38 TPu 75 ESM 213 TPu 75 

BUX39 TPu 75 ESM 214 TPu 75 
BUX40 TPu 75 ESM 217 TPu 75 
BUX41 TPu 75 ESM 218 TPu 75 
BUX 41 N TPu 75 ESM 259 TPu 75 
BUX42 TPu 75 ESM 260 TPu 75 

Data sheets in this book (1) Other devices - see page 2 
NoticflS dsns ce CBtsiogue Autres dispositifs - voir psge 2 

Type 
Type 

ESM 261 
ESM 262 
~SM 269 
~SM 2B2 
~SM379 

.ESM 400 

.ESM 400 A 

.ESM 642 

.ESM 643 

.ESM 692 

~SM 693 
~SM4091 
~SM4092 

.ESM 4093 

.ESM 4302 

.ESM 4303 
·ESM 4304 
.ESM 4446 
.ESM 4448 
.s0 269 

.SO 679 

.SO 680 

.SO 918 

.SO 930 
~02221 

~02221 A 
~02222 

~O 2222 A 
.s0 2369 
.s0 2484 

.s0 2894 

.s0 2906 

.s0 2906 A 

.s0 2907 
~O 2907 A 

.s0 3570 

.s03571 
~O 3572 
~03966 
~04091 

Page 
PtIf/tI 

749 
751 
755 

757 
757 
761 

761 
877 
877 
877 
885 

885 
885 
889 
889 
905 

905 
905 
905 
903 
903 

903 
903 
903 
903 
903 

904 
904 
904 
904 
904 

905 
905 
905 
906 
906 

BU 103 A 
SO 4091 

Book (1) 
Catslogue 

TPu 75 
TPu 75 

TPu 75 
TPu 75 
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sa 4391 
TE 4393 

Type 
Type 

.sO 4391 
~O 4392 
.sO 4393 
~F.T 7001 
--5F.T 7002 

.sF.T 7003 
--5F.T 7004 
~TE 918 
~TE 930 
";E 2221 

Page 
Pege 

906 
906 
906 
897 
897 

897 
897 
908 
907 
907 

• Data sheets in this book 
Norices dans ce caralogue 
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Book (1) 
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Type Page Book (1) 
Type Pege Cetlllogue 

~TE 2221 A 907 
~TE 2222 907 
~TE 2222 A 907 
~TE 2369 907 
~TE 2483 907 

~TE 2484 907 
~TE 2894 907 
~TE 2906 907 
~TE 2906 A 907 
~TE 2907 907 

(1) Other devices . see page 2 
Autres dispositifs· voir page 2 

Type Page Book (1) 
Type P8(Je Cetlllogue 

~TE 2907 A 907 
~TE 3570 908 
~TE 3571 908 
~TE 3572 908 
~TE 4091 908 

~TE 4391 908 
~TE 4392 908 
~TE 4393 908 
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SILICON SIGNAL TRANSISTORS 

TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM 

/ , 
TO-18 TO-39 
(CB-6) (CB-7) 

Silicon NPN transistors, general pur pose Tamb =25°C 
Transistors NPN silicium, usage général 

VCEO 
Type ,Case Ptot 1 (V) h21E / IC 1 VCEsat / IC/IB 

1 
Type BoTtier (mW) VCER* h21e· (mA) (V) (mA) 

VCEX o 
min·max 

2N 696 TO-39 600 40· 20- 60 150 1,5 150/15 

2N 697 TO-39 600 40· 40-120 150 1,5 150/15 

2N 698 TO-39 800 60* 20 - 60 150 5 150/15 

2N 699 TO-39 600 80· 40-120 150 5 150/15 

2N 735 TO-18 500 60 40*-100· 5 10/2 

2N 735 A TO-18 500 60 40*-100* 5 0,5 10/2 

2N 736 TO-18 500 60 80*-200* 5 10/2 

2N 736 B TO-18 500 60 80*-200* 5 0,5 10/2 

2N 1420 TO-39 600 30· 100-300 150 1,5 150/15 

*2N 1613 TO-39 800 50· 40-120 150 1,5 150/15 

*2N 1711 TO-39 800 50· 100-300 150 1,5 150/15 

2N 1889 TO-39 800 60 40- 120 150 5 150/15 

2N 1890 TO-39 800 601 100-300 150 5 150/15 

*2N 1893 TO-39 800 80 40- 120 150 5 150/15 

2N 1986 TO-39 600 25 60 150 0,6 30/3 

2N 1990 TO-39 600 75° 20 30 0,5 2/0,2 

2N 2192 TO-39 800 40 100-300 150 0,35 150/15 

2N 2192 A TO-39 800 40 100-300 150 0,25 150/15 

2N 2193 TO-39 800 50 40 - 120 150 0,35 150/15 

2N 2193 A TO-39 800 50 40-120 150 0,25 150/15 

2N 2194 TO-39 800 40 20 - 60 150 0,35 150/15 

2N 2194 A TO-39 800 40 20-60 150 0,25 150/15 

Typical value * Preferred device 
Valeur typique Dispositif recommandtl 

10 

fT 
ts See page 

(MHz) 
(ns) 

Voir page 
toff* 

min 

40 61 

50 61 

40 67 

50 71 

60 95 

60 95 

100 95 

100 95 

50 135 

60 137 

70 137 

50 143 

60 143 

50 147 

40 151 

155 

50 150 157 

50 150 157 

50 150 157 

50 150 157 

50 163 

50 163 



1 
TO-39 
(CB-7) 

SILICON SIGNAL TRANSISTORS 

TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM 

, 1 
TO-18 TO-92 0 

(CB-6) (CB-97) 

Silicon NPN transistors, general purpose (continued) 
Transistors NPN silicium, usage général (suite) 

VCEO 

Type 1 Case Ptot 1 (V) h21 E / IC 1 VCEsat / Iclle 1 
Type BOÎtier (mW) VCER* h21e* (mA) (V) (mA) 

VCEX o 
min-max 

2N 2195 TO-39 800 25 20 150 0,35 150/15 

2N 2195 A TO-39 800 25 20 150 0,25 150/15 

*2N 2218 TO-39 800 30 50-120 150 1,6 500/50 

*2N 2218 A TO-39 800 40 40 - 120 150 1 500/50 

*2N 2219 TO-39 800 30 100-300 150 1,6 500/50 

*2N 2219 A TO-39 800 40 100-300 150 500/50 

*2N 2221 TO-18 500 30 40- 120 150 1,6 500/50 

*2N 2221 A TO-18 500 40 40- 120 150 500/50 

*2N 2222 TO-18 500 30 100-300 150 1,6 500/50 

*2N 2222 A TO-18 500 40 100-300 150 500/50 

2N 2243 TO-39 800 80 40 -120 150 0,35 150/15 

2N 2243 A TO-39 800 80 40 -120 150 0,25 150/15 

2N 2868 TO-39 800 40 40 -120 150 0,25 150/15 

2N 2890 TO-39 5000(1) 80 30- 90 1000 0,75 2000/200 

2N 2891 TO-39 5000(1) 80 50 - 150 1000 0,75 2000/200 

2N 3053 TO-39 1000 40 50 - 250 150 1,4 150/15 

2N 3414 TO-92 200 25 75 - 225 2 0,3 50/3 

2N 3415 TO-92 200 25 180-540 2 0,3 50/3 

2N 3416 TO-92 200 50 75 - 225 2 0,3 50/3 

2N 3417 TO-92 200 50 180-540 2 0,3 50/3 

*2N 5449 F 139 B 360 30 100-300 100 0,6 100/5 
2N 5450 F 139 B 360 30 50-150 100 0,8 100/5 

*BC 107 A TO-18 300 45 125-260 2 0,95 100/5 

*sc 107 B TO-18 300 45 240-500 2 0,95 100/5 

/ 
F 139 B 0 
(CB-76) 

Tamb =25°C 

fT 1 

ts See page 
(ns) (MHz) 
toft· 

Voir page 

min 

50 163 

50 163 

250 140*~ 171 

250 225 171 

250 180*~ 171 

300 225 171 

250 140*§ 177 

250 225 177 

250 180*§ 177 

300 225 177 

50 183 

50 183 

50 213 

30 1500* 219 

30 1500* 219 

100 241 

160§ 255 

160 § 255 

160 § 255 

160§ 255 

100 295 

100 295 

300 § 297 

300 § 297 

Typical value OPlastic case (1) Tcase = 25°C * Preferred device 
Valeur typique Boitier plastique Dispositif recommandé 

1 

11 



SI LlCON SIGNAL TRANSISTORS 
TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM 

/ , 1 
TO-18 TO-39 F 139 B 0 
(CB-6) (CB-7) (CB-76) 

Silicon NPN transistors, general purpose (continued) Tamb = 25°C 
Transistors NPN silicium, usage général (suite) 

1 

Type Case 
Type BoTtier 

*BC 108 A TO-18 

*BC 108 B TO-18 

*BC 108 C TO-18 

BC 109 B TO-18 

BC 109 C TO-18 

BC 140 cl.6 TO-39 

BC 140 cl.l0 TO-39 

BC 140 cl.16 TO-39 

BC 141 cI.6 TO-39 

BC 141 cl.1 0 TO-39 

BC 141 cl.16 TO-39 

*BC 182 F 139 B 

BC 183 F 139 B 

BC 184 F 139 B 

BC 190A TO-18 

BC 190 B TO-18 

Typical value 
Valeur typique 

12 

VCEO 

Ptot 1 (V) h21E 
(mW) VCER* h21e* 

VCEX D 

300 20 125-260 

300 20 240-500 

300 20 450-900 

300 20 240-500 

300 20 450-900 

750 40 40-100 

750 40 60-160 

750 40 100-250 

750 60 40-100 

750 60 60-160 

750 60 100-250 

300 50 100-480 

300 30 100-850 

300 30 250-

300 64 125-260 

300 64 240-500 

o Plastic case 
Boîtier plastique 

/ IC 1 VCE5at / IC/IB 
(mA) (V) (mA) 

2 0,95 100/5 

2 0,95 100/5 

2 0,95 100/5 

2 0,95 100/5 

2 0,95 100/5 

100 1000/100 

100 1000/100 

100 1000/100 

100 1000/100 

100 1000/100 

100 1000/100 

2 0,6 100/5 

2 0,6 100/5 

2 0,6 100/5 

2 0,6 00/5 

2 0,6 100/5 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

fT 1 (MHz) 

min 

300 § 

300 § 

300 § 

300 § 

300 § 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

280§ 

280§ 

280§ 

150 

150 

t5 
See page (n5) 

toff* VoirpafJfI 

297 

297 

297 

297 

297 

307 

307 

307 

307 

307 

307 

327 

327 

327 

333 

333 



SILICON SIGNAL TRANSlSTORS 

TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM 

, 1 
TO-39 F 139 B ° 
(CB-7) (CB-76) 

Silicon NPN transistors, general purpose (continued) Tamb = 2SoC 
Transistors NPN silicium, usage général (suite) 

VCEO 
Type Case Ptot 1 (V) h21E / IC 1 VCEsat / le/lB 

1 
Type Bortier (mW) VCER* h21e* (mA) (V) (mA) 

VCEX O 
min-max 

*BC 211 TO-39 800 40 40-250 150 1000/100 

BC 211 A TO-39 800 60 40-250 150 1000/100 

*BC 237 A F 139 B 300 45 110-240 2 0,6 100/5 

*BC 237 B F 139 B 300 45 200-480 2 0,6 100/5 

BC 238 A F 139 B 300 20 110-240 2 0,6 100/5 

BC 238 B F 139 B 300 20 200-480 2 0,6 100/5 

BC 238 C F 139 B 300 20 400-850 2 0,6 100/5 

BC 239 B F 139 B 300 20 200-480 2 0,6 100/5 

BC 239 C F 139 B 300 20 400-850 2 0,6 100/5 

*BC 337 cl 16 F 139 B 625 45 100-250 100 0,7 500/50 

BC 338 cl 25 F 139 B 625 25 160-400 100 0,7 500/50 

*BC 413 F 139 B 240 30 200-800 2 0,25 10/0,5 

BC 414 F 139 B 240 45 200-800 2 0,25 10/0,5 

BC 546 A TO-92 500 65 110-220 2 0,25 10/0,5 

BC 546 B TO-92 500 65 200-450 2 0,25 10/0,5 

*Bc 547 A TO-92 500 45 110-220 2 0,25 10/0,5 

*BC 547 B TO-92 500 45 200-450 2 0,25 10/0,5 

*BC 547 C TO-92 500 45 420-800 2 0,25 1070,5 

*BC 548 A TO-92 500 30 110-220 2 0,25 10/0,5 

*BC 548 B TO-92 500 30 200-450 2 0,25 10/0,5 

*BC 548 C TO-92 500 30 420-800 2 0,25 10/0,5 

*BC 549 B TO-92 500 30 200-450 2 0,25 10/0,5 

*BC 549 C TO-92 500 30 420-800 2 0,25 10/0,5 

*Preferred device Typical value o Plastic case 
Dispositif recommandé Valeur typique Boîtier plastique 

1 

1 
TO-92 ° 
(CB-97) 

fT 
ts See page (ns) (MHz) 

toff· 
Voir page 

min 

300 § 341 

300 § 341 

250 357 

250 357 ----
250 357 

250 357 

250 357 

250 357 

250 357 

200 ~ 385 

200 § 385 

250 § 391 

250 § 391 

300 ~ 399 

300 § 399 

300 § 399 

300 § 399 

300 § 399 

300 § 399 

300 § 399 

300 § 399 

300 § 399 

300 § 399 

13 



1 
TO-92° 
(CB-97) 

SILICON SIGNAL TRANSISTORS 

TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM 

1 , 
F 139 BO TO-18 
(CB-76) (CB-6) 

Silicon NPN transistors, general purpose (continued) Tamb = 25°C 
Transistors NPN silicium, usage général (suite) 

Type Case 
Type BoTtier 

BC 550 B TO-92 

BC 550 C TO-92 

BC 635 - F 139 B 

BC 637 F 139 B 

BC 639 F 139 B 

BCW 90A F 139 B 

BCW 90 B F 139 B 

BCW 90C F 139 B 

BCW 91 A F 139 B 

BCW 91 B F 139 B 

BCW 94A F 139 B 

BCW 94 B F 139 B 

BCW 94 C F 139 B 

BCW 95A F 139 B 

BCW 95 B F 139 B 

BCY 58 TO-18 

*BCY 59 TO-18 

BFY 56 A TO-39 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

14 

VCEO 

Ptot 1 (V) 
(mW) VCER+ 

VCEX D 

500 45 

500 45 

1000 45 

1000 60 

1000 80 

610 40 

610 40 

610 40 

610 60 

610 60 

540 40 

540 40 

540 40 

540 60 

540 60 

330 32 

330 45 

800 55 

Typical value 
Valeur typique 

h21E 
h21e· 

min-max 

200-450 

420-800 

40-250 

40-250 

40-250 

100-200 

150-300 

200-400 

100-200 

150-300 

100-200 

150-300 

200-400 

100-200 

150-300 

80 -1000 

80 -1000 

40-120 

/ IC 1 VCEsat / (mA) (V) 

2 0,25 

2 0,25 

150 0,5 

150 0,5 

150 0,5 

150 0,25 

150 0,25 

150 0,25 

150 0,25 

150 0,25 

50 0,25 

50 0,25 

50 0,25 

50 0,25 

50 0,25 

10 0,7 

10 0,7 

150 

0Plastic case 
BOÎtier plastique 

ICIIB fT 
(mA) (MHz) 

min 

1010,5 300 § 

1010,5 300 § 

500/50 130 § 

500/50 130 § 

500/50 130 § 

150/15 100 § 

150/15 120 § 

150/15 135 § 

150/15 100 § 

150/15 120 § 

50/5 70 § 

50/5 80 § 

50/5 90 § 

50/5 70 

50/5 80 § 

100/2,5 150 

100/2,5 150 

1000/100 60 

, 
TO-39 
(CB-7) 

ts See page 
(ns) Voir page 

toff+ 

399 

399 

419 

419 

419 

427 

427 

427 

427 

427 

439 

439 

439 

439 

439 

800· 451 

800· 451 

800· 693 



SI LlCON SIGNAL TRANSISTORS 

TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM 

, , 
TO-1B TO-39 
(CB-6) (CB-7) 

Silicon NPN transistors, general purpose (continued) 
Transistors NPN silicium, usage général (suite) 

Type Case 
Type BoTtier 

*sSX 24 TO-18 

BSX 45 TO-39 

BSX 46 TO-39 

BSX 51 TO-18 

BSX 51 A TO-18 

BSX 51 B TO-18 

BSX 52 TO-18 

BSX 52 A TO-18 

BSX 52 B TO-18 

BSY 51 TO-39 

BSY 52 TO-39 

BSY 53 TO-39 

BSY 54 TO-39 

BSY 55 TO-39 

BSY 56 TO-39 

BSY 79 TO-18 

*ESM 642 TO-92 

*ESM 643 TO-92 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

VCEO 
Ptot (V) h21E 
(mW) VCER* h21e* 

VCEX O 
min-max 

300 32 35 

5000(1) 40 40 - 250 

5000(2) 60 40- 250 

300 25 75 - 225 

300 50 75 - 225 

300 60 75 - 225 

300 25 180-540 

300 50 180-540 

300 60 180-540 

800 25 40-120 

800 25 100-300 

800 30 40-120 

800 30 100-300 

800 80 40-120 

800 80 100-300 

300 120(3) 30 

625 300 40 

625 200 50 

Typical value 
Valeur typique 

/ IC 1 VCEsat / (mA) (V) 

50 0,35 

100 

100 

2 0,3 

2 0,3 

2 0,3 

2 0,3 

2 0,3 

2 0,3 

150 0,8 

150 0,8 

150 0,6 

150 0,6 

150 0,6 

150 0,6 

0,5 

ao 0,5 

30 0,4 

o Plastic case 
BoTtier plastique 

1 
TO-92 0 

(CB-97) 

Tamb = 25°C 

ICIIB 
1 fT (mA) (MHz) 

min 

100/10 200 § 

1000/100 50 

1000/100 50 

50/3 150 

50/3 150 

50/3 150 

50/3 150 

50/3 150 

50/3 150 

150/15 100 

150/15 130 

150/15 100 

150/15 145 

150/15 100 

150/15 145 

2/0,2 100 

20/2 50 

20/2 50 

1 

ts See page 
(ns) 
toft· 

VoirPIIfIB 

711 

850* 713 

850* 713 

130 719 
130 719 
130 719 
130 719 
130 719 
130 719 

727 

727 

733 

733 

739 

739 

745 

757 

757 

15 



SILICON SIGNAL TRANSISTORS 

TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM 

, , 1 
TO-39 TO-1B TO-92 0 
(CB-7) (CB-6) (CB-97) 

Silicon PNP transistors, general purpose Tamb = 25°C 
Transistors PNP silicium, usage général 

VCEO 
Type Case Ptot (V) h21E / IC VCEsat / IC/IB 
Type BoTtier (mW) VCER* h21e* (mA) (V) (mA) 

VCEXo min·max max 

2N 1131 TO-39 600 -35 20-45 -150 -1,5 150/15 

2N 1132 TO-39 600 -35 30-90 -150 -1,5 150/15 

*2N 2904 TO-39 600 -40 40 - 120 -150 -1,5 500/50 

*2N 2904 A TO-39 600 -60 40-120 -150 -1,5 500/50 

*2N 2905 TO-39 600 -40 100-300 -150 -1,5 500/50 

*2N 2905 A TO-39 600 -60 100-300 -150 -1,5 500/50 

*2N 2906 TO-18 400 -40 40 - 120 -150 -1,6 500/50 

*2N 2906 A TO-18 400 -60 40-120 -150 -1,6 500/50 

*2N 2907 TO-18 400 -40 100-300 -150 -1,6 500/50 

*2N 2907 A TO-18 400 -60 100-300 -150 -1,6 500/50 

2N 5365 TO-92 360 -40 40-120 -50 -1 300/30 

2N 5366 TO-92 360 -40 100-300 -50 -1 300/30 

*2N 5447 F 139 B 360 -25 60-300 -50 -0,25 50/5 

*2N 5448 F 139 B 360 -30 30-150 -50 -0,25 50/5 

BC 160 TO-39 650 -40 40-250 -100 -1 1000/100 

BC 161 TO-39 650 -60 40-250 -100 -1 1000/100 

*Bc 177 VI TO-18 300 -45 75*-150* -2 -0,95 100/5 

*BC 177 A TO-18 300 -45 125*-260* -2 -0,95 100/5 

*BC 178 VI TO-18 300 -25 75*-150* -2 -0,95 100/5 

*BC 178 A TO-18 300 -25 125*-260* -2 -0,95 100/5 

*BC 178 B TO-18 300 -25 240*-500· -2 -0,95 100/5 

*Preferred device Typical value 0Plastic case 
Dispositif recommandé Valeur typique BoTtier plastique 

16 

1 
F 139 BO 
(CB-76) 

fT ts See page 
(MHz) 

(ns) 
VOirpege toff* 

min max 

50 131 

50 131 
200 175* 229 
200 175* 229 
200 200* 229 
200 200* 229 

200 175* 235 

200 175* 235 

200 200* 235 

200 200* 235 

250 § 289 

250 § 289 

100 293 

100 293 

50 313 

50 313 

200 § 319 

200 § 319 

200 § 319 

200 § 319 

200 § 319 



SI LlCON SIGNAL TRANSISTORS 

TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM 

, 1 1 
TO-18 F 139 B 0 TO·72 
(CB-6) (CB-76) (CB-4) 

Silicon PNP transistors, general purpose (continued) Tamb = 25°C 
Transistors PNP silicium, usage général (suite) 

Type Case 
Type BoTtier 

BC 179 A TO-18 

BC 179 B TO-18 

* BC 212 F 139 B 

BC 213 F 139 B 

BC 214 F 139 B 

BC 215 TO-72 

*BC 307 VI F 139 B 

*BC 307 A F 139 B 

BC 308 VI F 139 B 

BC 308 A F 139 B 

BC 308 B F 139 B 

BC 309 A F 139 B 

BC 309 B F 139 B 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

Ptot 
(mW) 

300 

300 

300 

300 

300 

400 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

VCEO 
(V) h21E / IC 

VCER* h21e* (mA) 

VCEX o 
min-max 

-20 125*-260* 

-20 240*-500* 

-50 60-300 

-30 80-400 

-30 140-400 

-30 40-300 

-45 75*-150* 

-45 125*-260* 

-25 75*-150* 

-25 125*-260* 

-25 240*-500· 

-20 125*-260* 

-20 240*-500* 

Typical value 
Valeur typique 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

-150 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

VCEsat / IC/IB 
(V) (mA) 

max 

-0,95 100/5 

-0,95 100/5 

-0,6 100/5 
-0,6 100/5 

-0,6 100/5 

-0,95 100/5 

-0,95 100/5 

-0,95 100/5 

-0,95 100/5 

-0,95 100/5 

-0,95 100/5 

-0,95 100/5 

°Plastic case 
Boîtier plastique 

fT 
(MHz) 

min 

200 § 

200 § 

200 
200 

200 

150 

200 § 

200 § 

200 § 

200 § 

200 § 

200 § 

200 § 

1 

ts See page (ns) 
Voir page toff* 

max 

319 

319 

347 

347 

347 

353 

367 

367 

367 

367 

367 

367 

367 

17 



, 
TO-39 
(CS-7) 

SILICON SIGNAL TRANSISTORS 

TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM 

F 139 BO 
(CS-76) 

1 
TO-92 ° 
(CS-97) 

Silicon PNP transistors, general purpose (continued) Tamb =25 O-C 
Transistors PNP silicium, usage général (suite) 

VCEO 

1 

Type Case Ptot 1 (V) h21E / IC 1 VCEsat / ICIIS fT 
Type BoTtier (mW) VCER* h21e* (mA) (V) (mA) (MHz) 

VCEX O 
min 

*SC 313 TO-39 800 -40 40 - 250 -150 -1 1000/100 300 § 

BC 313 A TO-39 800 -60 40 - 250 -150 -1 1000/100 300 § 

*BC 327 cl16 F 139 B 625 -45 100-250 -100 -0,7 500/50 200 

BC 328 cl 25 F 139 B 625 -25 160-400 -100 -0,7 500/50 200 

*BC 415 F 139 B 240 -30 200-800 -2 -0,25 10/0,5 250 § 

BC 416 F 139 B 240 -45 200-800 -2 -0,25 10/0,5 250 § 

BC 556 TO-92 500 -65 75-250 -2 -0,65 100/5 150 § 

BC 556 A TO-92 500 -65 125-250 -2 -0,65 100/5 150 § 

*Bc 557 TO-92 500 -45 75-250 -2 -0,65 100/5 150 § 

*BC 557 A TO-92 500 -45 125-250 -2 -0,65 100/5 150 § 

*BC 558 A TO-92 500 -30 125-250 -2 -0,65 100/5 150 § 

*BC 558 B TO-92 500 -30 220-475 -2 -0,65 100/5 150 § 

*BC 559 A TO-92 500 -30 125-250 -2 -0,65 100/5 150 § 

*BC 559 B TO-92 500 -30 220-475 -2 -0,65 100/5 150 § 

BC 560 A TO-92 500 -45 125-250 -2 -0,65 100/5 150 § 

BC 560 B TO-92 500 -45 220-485 -2 -0,65 100/5 150 § 

BC 636 F 139 B 1000 -45 40-250 -150 -0,5 500/50 50 § 

BC638 F 139 B 1000 -60 40-160 -150 -0,5 500/50 50 § 

BC640 F 139 B 1000 -80 40-160 "':150 -0,5 500/50 50 § 

BCW 92 A F 139 B 610 -40 100-200 -150 -0,25 150/15 135 

BCW 92 B F 139 B 610 -40 150-300 -150 -0,25 150/15 135 

BCW 93A F 139 B 610 -60 100-200 -150 -0,25 150/15 135 

BCW93 B F 139 B 610 -60 150-300 -150 -0,25 150/15 135 

*Preferred device Typical value ° Plastic case 
Dispositif recommandé Valeur typique - BoTtier plastique 

18 

ts See page (ns) 
toff* Voirptlge 

373 

373 

379 

379 

395 

395 

409 

409 

409 

409 

409 

409 

409 

409 

409 

409 

423 

423 

423 

433 

433 

433 

433 



1 
F 139 B 0 
(CB-76) 

SILICON SIGNAL TRANSISTORS 

TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM 

, , 
TO-18 TO-39 
(CB-6) (CB-7) 

1 
TO-92 0 
(CB-97) 

Silicon PNP transistors, general purpose (continued) Tamb = 25°C 
Transistors PNP silicium, usage général (suite) 

\ 

Type Case 
Type BoTtier 

BCW 96 A F 139 B 

BCW 96 B F 139 B 

BCW 97 A F 139 B 

BCW 97 B F 139 B 

BCY 78 VII TO-18 

BCY 78 VIII TO-18 

BCY 781X TO-18 

BCY 78 X TO-18 

BCY78VII TO-18 

BCY 79 VIII TO-18 

BCY 791X TO-18 

BCY 79 X TO-18 

BSV 15 TO-39 

BSV 16 TO-39 

BSW21 TO-18 

BSW 21 A TO-18 

BSW 22 TO-18 

BSW 22 A TO-18 

*ESM 692 TO-92 

*ESM 693 TO-92 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

VCEO 

Ptot \ (V) 
(mW) VCER* 

VCEX o 

540 -40 

540 -40 

540 -60 

540 -60 

390 -32 

390 -32 

390 -32 

390 -32 

390 -45 

390 -45 

390 -45 

390 -45 

3200(1) -40 

3200(2) :"'60 

300 -25 

300 -50 

300 -25 

300 -50 

-300 25 

-200 30 

Typical value 
Valeur typique 

h21E 
h21e* 

/ IC (mA) 1 VCEsat / (V) 

100-200 

150-300 

100-200 

150-300 

120-220 

180-310 

250-460 

380-630 

120-220 

180-310 

250-460 

380-630 

40 - 250 

40 - 250 

75 - 225 

75 - 225 

180-540 

180-540 

-50 -0,25 

-50 -0,25 

-50 -0,25 

-50 -0,25 

-2 -0,25 

-2 -0,25 

-2 -0,25 

-2 -0,25 

-2 -0,8 

-2 -0,8 

-2 -0,8 

-2 -0,8 

-100 -1 

-100 -1 

-2 -0,5 

-2 -0,5 

-2 -0,5 

-2 -0,5 

-30 -0,5 

-30 -0,4 

°Plastic case 
Boitier plastique 

ICIIB fT 
ts 

(mA) (MHz) (ns) 
toff* 

min 

50/5 135 

50/5 135 

50/5 135 

50/5 135 

10/0,25 

10/0,25 

10/0,25 

10/0,25 

100/2,5 

100/2,5 

10012,5 

100/2,5 

500/25 50 500 

500/25 50 500 

50/3 150 200 § 

50/3 150 200 § 

50/3 150 200 § 

50/3 150 200 § 

20/2 50 

20/2 50 

(1) Tcase = 60°C 
(2) T case = 60°C 

1 

See page 
Voir page 

445 

445 

445 

445 

465 

465 

465 

465 

465 

465 

465 

465 

703 

703 

709 

709 

709 

709 

761 

761 
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SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS 
TRANSISTORS COMMUTATION ET AMPLIFICATION SILICIUM 

, 1 1 1 1 
TO-18 TO-39 F 139 BO TO-92° TO-126 
(CB-6) (CB-7) (CB-76) (CB-97) (CB-16) 

Silicon NPN transistors, low noisé, low level amplification Tamb = 25°C 
Transistors NPN silicium, amplification faible bruit, faible niveau 

Type Case Ptot 1 VCEO h21E / IC 1 VCEsat/ IC/ lB fT 1 F See page 
Type Boitier (mW) (V) h21e* (mA) (V) (mA) (MHz) (dB) VoirpafJ6 

min-max max min max 

2N 929 TO-18 300 45 40 - 120 0,01 10/0,5 30 4 125 

*2N 930 TO-18 300 45 100-500 0,01 10/0,5 30 3 125 

2N 2483 TO-18 360 60 40 - 120 0,01 0,35 1/0,1 60 4 201 

*2N 2484 TO-18 360 60 100-500 0,01 0,35 1/0,1 60 3 201 

BCY 69 TO-18 300 20 600*-900* 2 0,25 10/0,5 150 5 459 

Silicon NPN transistors, video high voltage Tamb = 25°C 
Transistors NPN silicium, haute tension vidéo 

Type 

1 

Case Ptot 
VCEO 

h21 E / IC 1 VCEsat / ICIIB fT See page 
Type BoTtier (W) 1 (V) (mA) (V) (mA) (MHz) Voir page 

VCER* 
min min 

BF 179 C TO-39 0,6 250* 20 20 120 ~ 497 

BF 257 TO-39 5 (1) 160 25 30 30/6 110 § 565 

BF 258 TO-39 5 (1) 250 25 30 30/6 110 § 565 

*aF 259 TO-39 5 (1) 300 25 30 30/6 110 § 565 

BF 297 F 139 B 0,625 160 30 30 30/3 95 573 

BF 298 F 139 B 0,625 250 30 30 30/3 95 573 

*BF 299 F 139 B 0,625 300 30 30 30/3 95 573 

BF 337 TO-39 3 200 20 30 1,2 (2) 30 80 581 

*BF 391 TO-92 0,6 200 40 10 2 20/2 50 589 

*BF 392 TO-92 0,6 250 40 10 2 20/2 50 589 

*BF 393 TO-92 0,6 300 40 10 2 20/2 50 589 

BF 415 TO-126 6 (1) 250 30 25 0,5 5/1 70 § 593 

*BF417 TO-126 6 (1) 300 30 25 0,5 5/1 70 § 593 

*BF 422 F 139 B 0,6 250 50 25 60 601 

* Preferred device Typical value ° Plastic case (1) Tcase = 25°C (2) VBE/I C - VCE = 10 V Dispositif recommandfl Valeur typique Boitier plastique 
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SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS 

TRANSISTORS COMMUTA TlON ET AMPLIFICATION SILICIUM 

, 1 1 
TO-126° TO-39 F 139 BO 
(CS-16) (CB-7) (CB-76) 

Silicon NPN transistors, video high voltage (continued) Tamb = 25°C 
Transistors NPN silicium, haute tension video (suite) 

Type Case IVCEO 
1 VCEsay 'C/'B Ptot (V) h21E / IC 

Type Boîtier 
(W) VCER* (mA) (V) (mA) 

*BF 457 TO-126 10 (2) 160 25 

*BF 458 TO-126 10 (2) 250 25 

*BF 459 TO-126 10 (2) 300 25 

*BF 469 TO-126 1,8 (3) 250 50 

BFT 72 TO-126 10 (2) 160 25 

BFT 73 TO-126 10 (2) 250 25 

BFT 74 TO-126 10 (2) 300 25 

BFT47 TO-39 5 (1) 160 25 

BFT 48 TO-39 5 (1) 250 25 

BFT 49 TO-39 5 (1) 300 25 

Silicon PNP transistors, video high voltage 
Transistors PNP silicium, haute tension vidéo 

30 30/6 

30 30/6 

30 30/6 

25 

30 30/6 

30 30/6 

30 30/6 

30 30/6 

30 30/6 

30 30/6 

Tamb = 25°C 

Type 
Type 

Case 
Boîtier 

1 

VCEO 1 Ptot (V) h21 E / IC VCEsat / 'Ci lB 
(W) VCER* (mA) (V) (mA) 

BF 416 TO-126 6 (1) -250 

*BF 418 TO-126 6 (1) -300 

BF 423 F139B 0,6 -250 

*BF 470 TO-126 1,8(3) -250 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

§ Typical value 
Valeur typique 

min 

30 -25 

30 -25 

50 -25 

50 -25 

°Plastic case 
Boîtier plastique 

max 

-0,5 -5/-1 

-0,5 -5/-1 

fT 
(MHz) 

min 

90 

90 

90 

60 

90 

90 

90 

110 § 

110 § 

110 § 

fT 
(MHz) 

min 

70 § 

70 § 

60 

60 

See page 
Voir page 

609 

609 

609 

615 

649 

649 

649 

645 

645 

645 

See page 
VOirpaga 

597 

597 

605 

619 
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SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS 

TRANSISTORS COMMUTA TlON ET AMPLIFICATION SILICIUM 

, 
TO-1B 
(CB-6) 

Silicon NPN transistors, fast switching Tamb = 25 oC 
Transistors NPN silicium, commutation rapide 

Type Case Ptot 1 
VCEO 

h21E / IC 1 VCEsat / IC/IB 
Type BoTtier (mW) 

(V) (mA) (V) (mA) 
VCER· 

min-max 

2N 706 TO-18 300 20* 20 -

2N 706 A TO-18 300 15 20 - 60 

2N 708 TO-18 360 15 30- 120 

2N 743 TO-18 300 12 20- 60 

2N 744 TO-18 300 12 40 - 120 

2N 753 TO-18 300 15 40 -120 

*2N 914 TO-18 360 15 30- 120 

*2N 2368 TO-18 360 15 20 - 60 

*2N 2369 TO-18 360 15 40- 120 

2N 2369 A TO-18 360 15 40 -120 

Silicon PNP transistors, fast switching 
Transistors PNP silicium, commutation rapide 

10 0,6 10/1 

10 0,6 10/1 

10 0,4 10/1 

10 0,3 § 100/10 

10 0,28 § 100/10 

10 0,6 10/1 

10 0,7 200/20 

10 0,25 10/1 

10 0,25 10/1 

10 0,5 100110 

Tamb = 25°C 

Type 
Type 

1 

Case 
BoTtier 

Ptot (V) 

1 

VCEO 

(mW) VCER. 
h21E /IC 1 VCEsat/IC/IB 

/ (mA) (V) (mA) 

2N 2894 TO-18 360 -12 40 - 150 -36 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

22 

Typical value 
Valeur typique 

-0,2 30/3 

fT 1 

ts 
(MHz) (ns) 

toft· 
min 

200 60 

200 75* 

300 25 

280 24* 

280 24* 

200 75* 

300 40* 

400 15* 

500 18* 

500 18* 

fT 1 t
s 

(MHz) t~~. 
min 

400 90* 

See page 
Voir page 

75 

81 

87 

103 

103 

113 

115 

187 

187 

195 

See page 
Voir page 

225 



SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS 
TRANSISTORS COMMUTA TION ET AMPLIFICA TlON SILICIUM 

1 , ~' 
1/. :/ 

TO-72 TO-39 TO-GO CB-14G 
(CBA) (CB-7) (CB-27) 

Silicon NPN transistors, VHF - UHF amplification and oscillation Tamb = 25°C 
Transistors NPN silicium, amplification et oscillation UHF et VHF 

Type Case Ptot 1 VCEO h21E / IC 
1 G

p /IM~z) fT 
Type BoTtier (mW) (V) (mA) (dB) (MHz) 

min-max min min 

2N 917 TO-72 200 15 20 - 200 3 9 200 500 

*2N 918 TO-72 200 15 20 - 3 15 250 600 

2N 2865 TO-72 200 13 20 - 200 4 10 200 600 

2N 3137 TO-39 600 20 20 - 120 50 6 • 250 500 

2N 3309 TO-39 3500 50 (1) 5 75 300 

2N 3570 TO-72 200 15 20 - 150 5 1500 

2N 3571 TO-72 200 15 20 - 200 5 1200 

2N 3572 TO-72 200 15 20 - 300 5 1000 

2N 5090 TO-60 5000 30 10 - 200 50 500 

2N 5109 TO-39 600 20 40 - 120 50 11 200 960 

2N 5179 TO-72 200 12 25 - 250 3 900 

BFW30 TO-72 250 20 25 50 19 200 1600 § 

*BFW 92 CB-146 190 (2) 15 20 -150 2 23 § 200 1000 § 

BFW93 CB-146 190 (2) 10 25 50 22 § 200 1700 § 

BFX 62 TO-72 130 20 20 2 9 800 675 § 

*BFY 90 TO-72 200 15 20 -150 2 1300 

ESM 269 TO-72 360 20 50 5 2000 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

o Plastic case 
BOÎtier plastique 

§ Typical value 
Valeur typique 

(1) VCES 

0 

See page 
Voir page 

119 

119 

209 

247 

251 

257 

257 

257 

273 

277 

281 

667 

671 

677 

683 

699 

749 

1 
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SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS 
TRANSISTORS COMMUTA TIaN ET A MPLIFICA TIaN SILICIUM 

1 1 
TO-72 TO-92 0 
(CB-4) (CB-97) 

Silicon PNP transistors, VHF - UHF amplification and oscillation Tamb = 25°C 
Transistors PNP silicium, amplification et oscillation UHF - VHF 

Type 

1 

Case 
Type Boirier 

2N4957 TO-72 

2N 4958 TO-72 

2N 4959 TO-72 

*BF 506 TO-92 

*BF 509 TO-92 

BFR 38 TO-72 

BFR 99 TO-72 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

24 

Ptot 1 (mW) 

max_ 

200 

200 

200 

250 

250 

200 

225 

V
CEO h2lE Ilc 1 fT 1 
(V) (mA) (MHz) 

max. 

-30 20 min 

-30 20 min 

-30 20 min 

-35 40 § 

-35 70 § 

-35 25 min 

-25 25 min 

OPlastic case 
BOÎtier plasrique 

typo 

-2 1600 

-2 1500 

-2 1500 

-3 400 

-3 700 

-3 850 

-10 2300 

(1) C22b 

C
l2e 

1 
(d:) ).~Z) 1 

See page 
(pF) Voirpege 

typo 

0,4 (1) 3 450 263 
0,4 (1) 3,3 450 263 
0,4 (1) 3,8. 450 263 

0,45 4 200 625 

0,45 3 200 629 

0,05 (2) 5,5 800 637 

0,4 3 § 200 641 

(2) C12b 



SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS 
TRANSISTORS COMMUTATION ET AMPLIFICA TlON SILICIUM 

, 1 ? 
TO-39 TO-72 F 139 B ° CB-146 ° 
(CB-7) (CB-4) (CB-76) 

NPN silicon transistors, HF amplification Tamb = 25°C 
Transistors NPN au silicium, amplification HF 

Type 
1 Ca~ 

Ptot 
1 

v
CEO 

h21E Ilc 1 fT 1 
c

12e 1 (d:)~~z)1 F ~f 
TyPB Boitier (mW) (V) (mA) (MHz) (pF) (dB) (MHz) 

2N 3866 TO-39 

BF 115 TO-72 

BF 167 TO-72 

BF 173 TO-72 

*BF 180 TO-72 

*BF 181 TO-72 

BF 182 TO-72 

BF 183 TO-72 

*BF 198 F 139 B 

*BF 199 F 139 B 

*BF 200 TO-72 

BF 240 F 139 B 

BF 241 F 139 B 

BF 253 F 139 B 

BF 254 F 139 B 

BF 255 F 139 B 

BF 362 CB-146 

BF 363 CB-146 

BF 480 CB-146 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

rT\î:jx. max_ 

5000 30 

300 30 

150 30 

250 30 

200 20 

200 20 

200 20 

200 20 

300 30 

300 25 

200 20 

255 40 

255 40 

300 30 

300 30 

300 30 

120 20 

120 20 

140 15 

(1) C22b max 

mm-max typo typo 

10 - 200 50 500 3 (1) 

40 -165 1 150 0,6 1,2 

25 4 400 0,15 3 

40 7 600 0,23 

15 2 700 0,25 5 

20 2 600 0,25 5 

10 2 600 0,3 2,5 

10 3 800 0,3 2,5 

30 4 400 0,23 

40 7 550 0,33 

15 2 500 0,3 2,5 

65 - 220 430 0,27 1,5 

35 - 125 400 0,27 1,5 

40 - 350 150 4 

90 - 330 250 0,85 4 

40 -165 250 0,85 4 

20 3 800 4 

20 3 600 5 

10 10 1500 4 

(2) Converter noise figure 
Facteur de bruit en convertisseur 

0,2 3,5 100 

35 

800 

800 

200 

200 

200 

0,2 1,6 100 

0,2 1,6 100 

0,2 

100 

100 

800 

800 

800 

° Plastic case 
BOÎtier plastique 

See page 
Voir page 

259 

473 

481 

489 

503 

513 

521 

527 

533 

539 

545 

551 

551 

557 

557 

557 

587 

587 

623 

25 



SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS 

TRANSISTORS COMMUTATION ET A MPLIFICA TlON SILICIUM 

, / 1 ? 
TO-39 TO-72 F 139 BO CB-146

0 

(CB-7) (CB-4) (CB-76) 

NPN silicon transistors, HF amplification (continued) Tamb = 25°C 
Transistors NPN au silicium, amplification HF (suite) 

Type 1 Case 
Ptot 

1 

V
CEO h21 E Ilc 1 fT 1 

C
12e (d:)/.~z)1 F ~f See page 

Type BOÎtier (mW) (V) (mA) (MHz) (pF) (dB) (MHz) Voir page 

max_ max_ min-max typ_ typ_ 

BFW 16 A TO-39 1500 25 25 50 1200 1,7 6 200 655 

BFW 17 A TO-39 1500 25 25 50 1100 1,7 661 

*BFX 89 TO-72 200 15 20 - 125 25 1000 06 4 200 65 800 685 

ESM 282 F 139 B 200 20 10 2 600 03 25 200 751 

PNP silicon transistors, HF amplification Tamb = 25°C 
Transistors PNP au silicium, amplification HF 

VCEO 
Type Case h21E IC/IB fT ts 

1 

Ptot 1 (V) / IC 1 VCEsat / See page (ns) 
Type BoTtier (mW) VCER· h21e· (mA) (V) (mA) (MHz) 

toff· 
Voir page 

*BF 272 A TO-72 

*sF 316 A TO-72 

*SF 679 CB-146 

*BF 680 CB-146 
*ESM 379 CB-146 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

26 

VCEXO 

170 -40 20 

170 -40 20 

170 -40 20 

170 -40 20 

170 -13 20 

o Plastic case 
BOÎtier plastique 

min 

- 3 850 569 

- 3 600 577 

- 3 850 633 

- 3 650 633 

-8 1200 755 



FIELD EFFECT TRANSISTORS 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

1 , 
TO-72 TO-18 
(CB-41 (CB-61 

N channel field effect transistors (metal case) Tamb = 25°C 
Transistors à effet de champ, canal N (boÎtier métallique) 

1 

Type Case 
Type BOÎtier 

2N 3821 TO-n 

2N 3822 TO-n 

2N 3823 TO-n 

2N 3824 TO-72 

*2N 3966 TO-n 

*2N 4091 TO-18 

*2N 4091 A TO-18 

*2N 4092 TO-18 

*2N4092 A TO-18 

*2N 4093 TO-18 

*2N 4093 A TO-18 

*2N 4117 TO-n 

*2N4117A TO-n 

*2N 4118 TO-72 

*2N 4118 A TO-n 

*'lN 4119 TO-n 

*2N4119A TO-n 

*'lN 4220 TO-n 

*2N 4220 A TO-72 

*2N 4221 TO-n 

*'lN 4221 A TO-72 

*2N 4222 TO-n 

*2N 4222 A TO-72 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

VIBR'G'i'GSS l'OSS Y21, 1 VG'oH 1 C11u IC,," 1'0'001 ,/ 
f 

(V) (nA) (mA) (mS) (V) (pF) (pF) n (dB) (Hz), 
(pA)' (MHz) 

min max min min max min max max max max max 

-50 0,1 0,5 2,5 1,5 4,5 -4 6 3 5 10 

-50 0,1 2 10 3 6,5 -6 6 3 5 10 

-30 0,5 4 20 3,5 6,5 -8 6 2 2,5 100' 

-50 0,1 -8 6 3 250 

-30 0,1 2 -4 -6 3 1,5 220 

-40 0,2 30 -5 -10 16 5 30 

-50 25 * 30 -5 -10 16 5 30 

-40 0,2 15 -2 -7 16 5 50 

-50 25' 15 -2 -7 16 5 50 

-40 0,2 8 -1 -5 16 5 80 

-50 25" 8 -1 -5 16 5 80 

-40 10' 0,03 0,09 0,070,21 -0,6 -1,8 3 1,5 

-40 1* 0,03 0,09 0,070,21 -0,6 -1,8 3 1,5 

-40 10* 0,08 0,24 0,080,25 -1 -3 3 1,5 

-40 1* 0,08 0,24 0,080,25 -1 -3 3 1,5 

-40 10* 0,2 0,6 0,1 0,33 -2 -6 3 1,5 

-40 1 * 0,2 0,6 0,1 0,33 -2 -6 3 1,5 

-30 0,1 0,5 3 4 -4 6 2 

-30 0,1 0,5 3 1 4 -4 6 2 2,5 100 

-30 0,1 2 6 2 5 -6 6 2 

-30 0,1 2 6 2 5 -6 6 2 2,5 100 

-30 0,1 5 15 2,5 6 -8 6 2 

-30 0,1 5 15 2,5 6 -8 6 2 2,5 100 

See page 
Voir page 

771 

771 

771 

775 

779 

785 

785 

785 

785 

785 

785 

793 

793 

793 

793 

793 

793 

799 

799 

799 

799 

799 

799 
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FIELD EFFECT TRANSISTORS 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

, 
TO-18 TO-72 
(CB-6) (CB-4) 

N channel field effect transistors (metal case) - continued 
Transistors à effet de champ, canal N (boÎtier métalliqueJ- suite Tamb = 25°C 

1 
VIBR

'
Gs1'GSS l'CSS Y210 1 VG~ff 1 CI1·ICl~I'~"1 F / 

f 

Type Case (V) (nA) (mA) (mS) (V) (pF) (pFI fi (dB) (Hz)* 
TYfJ6 BoÎtiflr (pA)* (MHz) 

min max min min max mm max max max max max 

*2N 4391 Ta-18 

*2N 4392 Ta-18 

*2N 4393 Ta-18 

*2N 4416 Ta-72 

*2N 4416 A Ta-72 

2N 4446 Ta-18 

ESM 4446 Ta-18 

2N 4448 Ta-18 

ESM 4448 Ta-18 

2N 4977 Ta-18 

2N 4978 Ta-18 

2N 4979 Ta-18 

*2N 5432 Ta-18 

*2N 5433 Ta-18 

*2N 5434 Ta-18 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

28 

-40 0,1 

-40 0,1 

-40 0,1 

-30 0,1 

-35 0,1 

-25 3 

-25 0,2 

-20 3 

-25 0,2 

-30 0,5 

-30 0,5 

-30 0,5 

-25 0,2 

-25 0,2 

-25 0,2 

50 150 

25 75 

5 30 

5 15 4,5 7,5 

5 15 4,5 7,5 

100 

100 

100 

50 

50 

15 

7,5 

150 

100 

30 

-4 -10 14 4 30 

-2 -5 14 4 60 

-0,5 -3 14 4 100 

-6 4 0,9 4 400* 

-2,5 -6 4 0,8 4 400* 

-2 -10 50 25 10 

-3 -10 50 25 8 

-2 -10 50 25 12 

-1 -5 50 25 12 

-4 -10 35 8 15 

-2 -8 35 8 20 

-0,5 -5 35 8 40 

-4 -10 30 15 5 

-3 -9 30 15 7 

-1 -4 30 15 10 

See page 
Voir pagtI 

803 

803 

803 

811 

811 

819 

889 

819 

889 

827 

827 

827 

841 

841 

841 



FIELD EFFECT TRANSISTORS 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

1 1 
TO-92 ° F 139 BO 
(CB-97) (CB-76) 

N channel field effect transistors (plastic case) Tamb = 25°C 
Transistors à effet de champ canal N (boÎtier plastique) 

1 
VIBRIGssl 'oss l 'oss' Y", 1 VG~ff Ic"r2"1'~"1 F / f Type Case (V) (nA) (mA) (mS) (V) (pF) (pF) n (dB) (kHz).. 

Type Boirier . *' (MHz) 
min max min max min max min max max max max max 

*2N 3819 TO-92 -25 2 2 20 2 6,5 -8 8* 4* 

BC 264 F 139 B -30 10 2 12 2,5 -0,5 -8 4 1,2 2 

BC 264 A F 139 B -30 10 2 4,5 2,5 -0,5 -8 4 1,2 2 

BC 264 B F 139 B -30 10 3,5 6,5 3 -0,5 -8 4 1,2 2 

BC 264 C F 139 B -30 10 5 8 3,5 -0,5 -8 4 1,2 2 

BC 264 D F 139 B -30 10 7 12 4 -0,5 -8 4 1,2 2 

BF 245 F 139 B -30 5 2 25 3 6,5 -0,5 -8 4 1,1 

BF 245 A F 139 B -30 5 2 6,5 3 6,5 -0,5 -8 4 1,1 

BF 245 B F 139 B -30 5 6 15 3 6,5 -0,5 -8 4 1,1 

BF 245 C F 139 B -30 5 12 25 3 6,5 -0,5 -8 4 1,1 

BF 247 F 139 B -25 5 10 300 8 -0,6 -14,5 15 3,5 

BF 247 A F 139 B -25 5 30 80 8 -0,6 -14,5 15 3,5 

BF 247 B F 139 B -25 5 60 140 8 -0,6 -14,5 15 3,5 

BF 247 C F 139 B -25 5 110 250 8 -0,6 -14,5 15 3,5 

BF 256 F 139 B -30 5 3 18 -0,5 -7,5 4,5 1,2 

BF 256 A F 139 B -30 5 3 7 -0,5 -7,54,5 1,2 

BF 256 B F 139 B -30 5 6 13 -0,5 -7,5 4,5 1,2 

BF 256 C F 139 B -30 5 11 18 -0,5 -7,5 4,5 1,2 

*ESM 4091 F 139 B -30 30 -5 -10 28 5 30 

*ESM 4092 F 139 B -30 15 -2 -7 28 5 50 

*ESM 4093 F 139 B -30 8 -1 -5 28 5 80 

ESM 4302 F 139 B -30 0,5 5 1 -4 6 3 2 

ESM 4303 F 139 B -30 4 10 2 -6 6 3 2 

ESM 4304 F 139 B -30 0,5 15 -10 6 3 3 

* Preferred device ° Plastic case 
Dispositif recommendfl BOÎtier plastique 

1 

See page 
Voir pe(J6 

767 

849 

849 

849 

849 

849 

855 

855 

855 

855 

861 

861 

861 

861 

867 

867 

867 

867 

877 

877 

877 

885 

885 

885 
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FIELD EFFECT ANALOGIC GATES 
PORTES ANALOGIQUES A EFFET DE CHAMP 

[TO-71] 
(CB-124) 

FET dual transistors, N channel 
Transistors doubles à effet de champ, canal N 

F 100 
(CB-49) 

Matching - Appariement V(BRIGSSI'GSS~ 'DSS Y2" [V
GSoff

[C
I1"/"I2" Type [~" (V) (nA) (mA) (mS) (V) (pF) (pF) See page 

Type Boitier (pA) 
y 21s1 ' 0ss1 V GS1-V GS21 LW GS/6T Voir page 

min max min-max min-max min-max max max (%) (%) (mV) (/1VrC) 

*ESM 25 TO-71 -30 0,1 0,5-10 1 - 5 -0,7-4,5 6 2 20 20 

*ESM 25A TO-71 -30 0,1 0,5-10 1 - 5 -0,7-4,5 6 2 20 20 

*2N 5198 TO-71 -50 25* 0,7-7 1- -0,7-4 6 2 5 5 

*2N 5199 TO-71 -50 25* 0,7-7 1- -0,7-4 6 2 5 5 

Analogie gates field effect transistors 
Tamb = 25 0 C Partes analogiques à transistors FET 

Type Case 
Type BoTtier 

SF.T 7001 F 100 

SF.T 7002 F 100 

SF.T 7003 F 100 

SF.T 7004 F 100 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

30 

P
tot 

VGSS 
(mW) (V) 

800 30 

800 30 

800 30 

800 30 

VCBO h21E / IC rOSon 
(V) (mA) (n) 

min-max max. 

-40 40 min -10 100 

-40 40 min -10 100 

-40 40 min -10 50 

-40 40 min -10 50 

25 80 871 

20 50 871 

10 20 835 

15 40 835 

ton toft 
See page 

(ilS) (ilS ~ Voir page 

max. max. 

0,7 0,7 897 

0,7 0,7 897 

0,7 0,7 897 

0.1 0.1 897 



Qualified devices 
DispositIfs homologués 

31 

1 



NOTES 



DEVICES aUALIFIED BV "COMITE DE COORDINATION DES TELECOMMUNICATIONS" 
~MO Oé\l\CéS UNDER CENTRALIZED CONTROL OF OUALITY 

DISPOSITIFS HOMOLOGUES ceT/NF C/UTE 
ET DISPOSITIFS SOUMIS AU CONTROLE CENTRALISE DE OUALITE 

15 Juillet 1976 

TRANSISTORS 
TRANSISTORS 

.t:.Devices under CCO 

.t:.2N 706 A 

.t:.2N 708 

.t:.2N 914 

.t:.2N 918 

.t:.2N 1613 

2N 1618 

.t:.2N 1711 

.t:.2N 1724 
2N1724A 

.t:.2N 1893 

.t:.2N 2218 

.t:.2N 2218 A 

.t:.2N 2219 

.t:.2N 2219 A 

Dispositifs soumis au Contr61e Centrelisé de Qualité 

.t:.2N 2221 .t:.2N 3055 S 

.t:.2N 2221 A 2N 4091 

.t:.2N 2222 2N 4091 A 

.t:.2N 2222 A 2N 4092 

.t:.2N 2368 2N 4092 A 

.t:.2N 2369 2N 4093 
.t:.2N 2904 2N 4093 A 
.t:.2N 2904 A 2N 4391 
.t:.2N 2905 2N 4392 
.t:.2N 2905 A 2N 4393 
.t:.2N 2906 2N 4416 
.t:.2N 2906 A 2N 4416 A 
.t:.2N 2907 
.t:.2N 2907 A 
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NOTES 



Quality 
Quanté 
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SYNTHESIS OF TEST RESULTS 

The tables which follow give the cumulative results, over the period, 1973-1974-1975 (1/2), of the test 
results carried out by SESCOSEM on its standard product lines. 

- ORIGIN OF THE RESULTS 

These cumulative results are synthetized from the CCO results for lines submitted to CCO according to 
the existing applicable detail specifications, fram results of routine tests carried out according to the 
same principles and under the same conditions as the eco for SESCOSEM standard products, and 
finally, when it has been judged to be possible and relevant, some specifie test results following the 
contractual device specifications. 

- TEST REFERENCES, ORIGIN OF AOL, LTPD, LAMBDA 

The tests are subdivided into sub-groups (s.g.) with reference to the applicable French standards. In the 
case of environmental, which is to say mechanical and climatic tests, the corresponding 1 EC 68-2 
references are given. The AOL (Acceptable Oua lit y Levels) values used, rounded off to nearest standard 
value are extracted from the recent IEC 410 publication, which is identical with MIL STD 105 D. 

Certain AOL values for quantities exceeding the conventional limits have been computed from the 
basis formulas. They are shown in parenthesis in the tables. 

The L TPD (Lot Tolerance Percent Defective) values used, rounded off to the nearest standard value, 
are taken from the MI L-S-19 500 E specification and correspond to a 90 % confidence level. 

The À (failure rates) used, are extracted from the CCTU 0109 or MIL STD 690 specifications. 

Following normal use, they are defined for catastrophic failures with a 60 % confidence level. 

Finally, in addition to the AOL, L TPD and À which are defined by statistical laws and are sometimes 
difficult to interpret, the simple percentage of observed failed devices is also shown (Observed Ouality 
Level : OOL). 

- THE FAILURE CRITERIA 

For life tests, the failures are counted in : 

- on one hand, number of devices (K) presenting a catastrophic failure, which is to say both sudden 
and complete, e.g short-circuit, open circuit, but also leakage current greater than 10 or 20 times the 
limit specified at time = 0, gain less than 10 or 5 

- and on the other hand, a number (K + D), being the sum of the catastrophic failures as defined 
above and those presenting a degradation failure, which is to say both graduaI and partial, following 
the failure criteria defined in the standards e.g., leakage current greater than 2 times limit specified at 
time = 0, gain less than 0,8 times the limit specified at time = O. 
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SYNTHESE DES RESULTATS D'ESSAIS 

Les tableaux qui suivent, donnent les cumuls, sur la période 1973-1974-1975 (1/2), des résultats 
d'essais effectués par SESCOSEM sur ses produits de fabrication standard de série. 

- ORIGINE DES RESULTATS 

Ces cumuls font la synthèse des résultats d'essais CCO pour les lignes soumises au CCO suivant les 
feuilles particulières applicables existantes, des résultats d'essais routiniers exécutés suivant les mêmes 
principes et dans les mêmes conditions normalisées que le CCO pour les lignes standard SESCOSEM, et 
enfin, quand cela a été jugé possible et intéressant, des résultats de quelques essais spécifiques suivant 
cahiers des charges. 

- REFERENCE DES ESSAIS, ORIGINE DES NOA, NOT, À 

Les essais sont répartis en sous-groupes (s.g.) avec référence à la norme française applicable. Pour les 
essais d'environnement, c'est-à-dire mécaniques et climatiques, les références de la publication CEl 68-
2 sont données en correspondance. Les NOA (Niveaux de Oualité Acceptables) utilisés, arrondis aux 
valeurs normalisées les plus proches, sont extraits de la récente publication CEl 410 qui est identique 
à la spécification MIL STD 105 D. 

Certaines valeurs de NOA pour les quantités de pièces dépassant les limites conventionnelles, ont été 
obtenues par application des formules de base. Elles figurent seulement entre parenthèses dans les 
tableaux. 

Les NOT (Niveaux de Oualité Tolérés) utilisés, arrondis aux valeurs normalisées les plus proches, sont 
extraites de la spécification MIL-S-19 500 E et correspondent à un niveau de confiance de 90 %. 

Les À (taux de défaillance) utilisés, sont extraits de la spécification CCTU 0109 ou MIL STD 690. 

Selon l'usage, ils sont définis pour les défauts catastrophiques, avec un niveau de confiance de 60 %. 

Enfin, en plus des NOA, NOT et À dont les définitions sont basées sur les lois statistiques parfois 
difficiles à interpréter, on a fait figurer également les simples pourcentages de pièces défectueuses 
observées (Niveau dé Oualité Observée: NOO). 

- LES CRITERES DE DEFAUTS 

Pour les essais de vieillissement, les défauts sont comptabilisés: 

- d'une part, en nombre (K) de pièces présentant des défaillances cataleptiques ou catastrophiques, 
c'est-à-dire, à la fois soudaines et complètes: court-circuit, circuit-ouvert, mais également, courant de 
blocage supérieur à 10 ou 20 fois la limite spécifiée au temps 0, gain inférieur à 10 ou 5 

- etd'autrepart, en nombre (K + D), somme des pièces à défaillances cataleptiques comme définies 
ci-dessus, et de cel/es présentant des défaillances par dégradation, c'est-à-dire à la fois progressives et 
partielles, suivant les critères de défaillance définis dans les normes: courant de blocage supérieur à 
2 fois la limite spécifiée au temps 0, gain inférieur à 0,8 fois la limite minimale spécifiée au temps O. 
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- THE ACCELERATION COEFFICIENTS AND THEIR ORIGIN 

It is fitting to note that the standardized life tests are as general rule carried out under maximum 
temperature or power dissipation stresses which are rarely met up with in pratice. Thas is why the 
tables also supply sorne complementary values of À under reduced stress levels. Thus we chose to 
indicate the À value with a dissipation reduced to 1/10 of the limiting value. The acceleration factors 
used for that are extracted from the RADC (ROME AIR DEVELOPMENT CENTER) curves or from 
the RECUEIL DE DONNEES DE FIABILITE edited by the CENTRE DE FIABILITE (CNET). 

- THE OVERALL FIGURES 

Finally, in spite of the heterogeneity of the stresses, and with an aim of providing a single synthetizecl 
result, overall figures of merit have been given for the set of environmental tests as weil as for the life 
tests. These figures are indicated between square brackets in the tables. 
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- COEFFICIENTS D'ACCELERA TlON, ET LEUR ORIGINE 

'1 convient de noter que les essais normalisés de vieillissement sont en règle générale effectués dans les 
~onditions de contraintes maximales de température ou de dissipation de puissance, rarement rencon­
'rées dans les applications pratiques. C'est pourquoi les tableaux fournissent également quelques 
'aleurs complémentaires de À dans les conditiOns de contraintes réduites. Ainsi, il a été choisi 
j'indiquer le À avec une dissipation réduite au 1/10 de la valeur limite. Pour cela, les cœfficients 
j'accélération utilisés sont extraits des courbes de RADC (ROME AIR DEVELOPMENT CENTER) 
)U de RECUEIL DE DONNEES DE FIABILITE édité par le CENTRE DE FIABILITE (CNET). 

- LES FIGURES GLOBALES 

fnfin, en dépit de l'hétérogénéité des contraintes, mais dans un unique but de synthèse, il a été 
lttribué des figures globales de mérite pour l'ensemble des essais d'environnement ainsi que pour 
"ensemble des essais de vieillissement. Ces figures sont indiquées entre les crochets rectangulaires 
tans les tableaux. 
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TESTS RESULTS 
RESULTATS D'ESSAIS 

TRANSISTORS BIPOLAIRES AU SILICIUM NPN ET PNP LOW POWER SILICON NPN AND PNP 

DE FAIBLE PUISSANCE SIPOLAR TRANSISTORS 

boltier métallique merslCIJ86 

période de fabrication : 1973 • 1974 mlNluflJCtura pe;;od : 1973· 1974 

boltiers : TO·18, TO·39, TO·72 metal CasH: TO·18, TO-39, TO·72 mersl 

Essai. d'environnement EnvironmentlJl tests 

Meth. Nb Nb AoL OoL NOT 

s.g. Ess.is Tests NF.C IEC68.2 p. tested defect NOA NOO LTPD 

96.811 CEl 68.2 p.en_i. .pprox. approx. 

" " " 
Soudabilité Solde,ability M605 20 T 

Soudure Soldering helJt M606 20ATb 

CI Var. rapides de T Rap. change of T C 503 14 Na 2500 34 0,65 1,4 1,5 

Chocs thermiques The,mal shock M607 14 Nc 

E. combiné climat Comb. clim. test C 502 

Chocs Shock M 601 27 Ea 

C2 Vibrations Vibration M603 6 Fe 3800 15 0,25 0,40 0,5 

Secousses Sump M602 29 Eb 

C3 Rob.de sonies Rob,of terminais M 604 21 Ua 3040 0,065 0,16 0,3 
(traction, pliage) (tensile, bending) 21 Ub 

C4 Brouillard salin Saltmist C 505 Il Ka 

(96 h) note 1 (96 h) note 1 

CS Chaleur humide 56 j Damp heat 56 d C 501 3 Ca 1040 0,15 0,48 1,0 

Total CI - C5 10.380 59 [0,4) [0,57) [0,7) 

Essais de vieillissement Ageing/Ope,ating life test 

h xcomp. Nb AoL OoL À(60") 

• .g. E ••• is Tests defect . NOA NOO 

" " 103 /1000h /1000h 10-6/h 

K K+D K+D K K 

C6 Stockage Sto,age 6.830 43 55 0,40 0,63 6,6 

;;;'1000 h 2000C 

C7 Fonctionnement Ope,ating life 6.470 23 44 0,15 0,35 3,8 

;;;'1000h ;;;'1000h 

Ptot = Ptot max 

Fonctionnement Ope,ating life Coeff. h x camp. 

;;;'10ooh ;;;'1000h 103 equiv. 

Ptot =O,1 Ptotmax 10 64.700 23 0,39 

note 1 - Si requis, essai appliqué aux pièces traitées seulement. When requirad test BpplicBted ta treBted piaces only. 
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TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

CANAL N, AU SILICIUM 

boitier métallique 

période de fabrication: 1974-1975 (112) 

boitiers : TCHS, TD-72 metal 

ElAi' d'anvironnement 

s.g. Esseis Tests 

Soudabilité Solderability 
Cla Soudure Soldering heat 

Var. rapides de T Rap. changtJ of T 
Clb E. combiné clim. Comb. clim. test 

Chocs Shock 

C2 Vibrations Vibration 

Secousses Bump 

Accélérat. const. Const. accelerBtion 

C3 Rob. de sorties Rob. of terminaIs 

(traction, pliage) (tensile, bending) 

C4 Brouillard Salin 
(96 h) note 1 (96 hl note 1 

C5 Chaleur humide Damp heat 

56j 56d 

Total Cl ..... C5 

E ... is de vieillissement 

'.g. Es .. is Tests 

CS Stockage St orage 
;;;. 1000 h 2()(JOC 

C7 Blocage 
;;;. 1000 h 15{JOC 

V GS = 0,7 VGS max 

Blocage equiv. 
40°C 4{JOC 

TESTS RESUL TS 
RESULTATS D'ESSAIS 

FIELD EFFECT TRANSISTORS 

P. CHANNEL, SILICON 

meœl case 

manufacture period : 1974-1975 (1/2) 

cases: TO·1B, TO·72 metal 

Environ"18nœl tests 

Math. Nb 
NF.C 

IEC6B.2 p. tested 
96.711 

CEI6B.2 p.en essais 

M 2605 20 T 
M 2606 20A Tb 400 

C2503 14 Na 
140 C 2502 -

M 2601 27 Ea 
M 2603 6 Fc 140 
M 2602 29 Eb 
M 2609 7 Ga 

M 2604 21 Ua 400 
21 Ub 

C 2505 11 Ka -

C 2501 3 Ca 140 

1220 

Nb 

dafeet 

5 

0 

0 

1 

-

0 

6 

Ageing/Operating life test 

h x comp. Nb 

Coeff. defect 

103 

K K+O 

1060 1 3 

1420 1 4 

7100 1 
X5 

AOL OOL 

NOA NOD 

approx. 

% % 

0,4 1,25 

0,1 0 

0,1 0 

0,15 0,25 

-

0,1 0 

[O,25J ~,57J 

AOL OOL 
NQA NOD 

% % 

/1000h l1000h 

K +0 K 

0,1 0,1 

0,1 0,07 

Note 1 - Si requis, essai appliqué aux pièces traitées seulement. When required test applicated ra treated pieces only. 

NOT 

LTPO 

approx. 

% 

2 

1,5 

1,5 

1,0 

-

1,5 

[I,OJ 

À (60%) 

10
6

/', 

K 

2,0 

1.4 

0,3 
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SESCOSEM SELECTION PROGRAMS 

ln response to the increasing demand for components necessary for certain high reliability equipments, 
principally in the areas of spa ce, aeronautical, military and even industrial applications, SESCOSEM 
has designed and established selection programs applicable to its major product lines. These programs 
define 3 selection classes going in decreasing severity from A to B to C, allowing the appropriate 
requirements to be satisfied. 

Essentially, the devices submitted to these programs are put through a series of inspections and tests 
divided into several phases: 

- a manufacturing phase, including a 100 % special visual inspection prior to encapsulation, a high 
temperature ageing, and a 100% electrical selection. 

- an initial acceptance testing by sampling. 

- a 100 % preselection by means of a group of ageing tests (operation, reverse bias, storage), during 
the coursè of which the fundamental parameters are subjected"to special monitoring. 

- lastly a final inspection. 

The complete definition of these programs is described in a separate publication entitled : 
"SESCOSEM Selection Programs for semiconductors and integrated circuits" 1975 Bilingual edition. 

LES PROGRAMMES DE SELECTION SESCOSEM 

Répondant aux demandes croissantes de composants nécessaires à certains équipements spéciaux à 
haut niveau de fiabilité, principalement dans le domaine des applications spatiales, aéronautiques, 
militaires et même industrielles, SESCOSEM a conçu et mis au point des programmes de sélection 
applicables à ses principalfls lignes de produits. Ces programmes définissent 3 classes de sélection A, B, 
C de sévérité décroissante permettant de satisfaire les exigences appropriées. 

Pour l'essentiel, les produits faisant l'objet de ces programmes subissent des séquences de contrôles et 
d'épreuves réparties en plusieurs phases: 

- une phase de fabrication, comprenant un contrtJle visuel unitaire spécial avant encapsulation, d'un 
vieillissement à haute température, et d'un tri électrique unitaire. 

- une recette initiale par échantillonnage. 

- une présélection unitaire constituée par un groupe d:épreuves de vieillissement (fonctionnement, 
blocage ou stockage) au cours de laquelle les paramètres fondamentaux subissent une surveillance 
spéciale. 

- enfin une recette finale. 

La définition complète de ces programmes est décrite dans une publication séparée intitulée: 
"Programmes de sélection SESCOSEM pour semiconducteurs et circuits intégrés" édition bilingue 
1975. 



Symbols 
Semiconductors 

Susceptance 

Small signal capacitance 

Load capacitance 

Collector depletion layer capacitance 

Emitter dcpletion layer capacitance 

Short-circuit input capacitance 

b = common base 

e = common emitter 

Short-circuit input capacitance, common 

source (of a field effect transistor) 

Open-circuit reverse transfer capacitance 

b = common base 

e = common emitter 

Short-circuit reverse transfer capacitance, 

common source (of a field effect transistor) 

Open-circuit output capacitance 

b = common base 

e = common emitter 

Short-circuit output capacitance, common 

source (of a field effect transistor) 

Critical rate of rise of on-state current 

(of a thyristor or a triac) 

Critical rate of rise of off-state voltage 

(of a thyristor or a triac) 

Critical rate of rise of commutating off-state 

voltage (of a triac) 

Second breakdown energie 

Noise figure 

*y ..... =g ..... + jb ..... 

C 

C11ss 

di/dt 

dy/dt 

dy/dt (c) 

ES/ B 

F 

Symboles 

Semiconducteurs 

Susceptance 

Capacité différentielle 

Capacité de charge, 

Capacité (de la zone) de transition du collecteur 

Capacité (de la zone) de transition de l'émetteur 

Capacité d'entrée, sortie en court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Capacité d'entrée, sortie en court-circuit en 
source commune (d'un transistor à effet de 
champ) 

Capacité de transfert inverse (capacité de réaction), 
entrée en circuit ouvert 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Capacité de transfert inverse, entrée en court­
circuit, en source commune (d'un transistor à 
effet de champ) 

Capacité de sortie, entrée en circuit ouvert 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Capacité de sortie, entrée en court-circuit, en source 
commune (d'un transistor à effet de champ) 

Vitesse critique de croissance du courant à l'état 
passant (d'un thyristor ou d'un triac) 

Vitesse critique de croissance de la tension à l'état 
bloqué (d'un thyristor ou d'un triac) 

Vitesse critique de croissance de la tension à la 
commutation (d'un triac) 

Energie de second claquage 

Facteur de bruit 
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s.c. 

Frequency 

Cut-off frequency 

b = common base 

e = common emitter 

Maximum frequency of oscillation 

Transition frequency 

Conductance 

Power gain 

P for large signais 

p for small signais 

Short-circuit input impedance 

b = common base 

e = common emitter 

Open-circuit reverse voltage transfer ratio 

b = common base 

e = common emitter 

Short-circuit forward current transfer ratio 

b = common base 

e = common emitter 

Static value of the forward current transfer 

ratio (common emitter) 

Open-circuit output admittance 

b = common base 

e = common emitter 

Current 

Base (D.C) current 

Base current during saturation 

Base current du ring desaturation 

*y ... _ . =g ..... + jb ..... 
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fmax 

g* 

Fréquence 

Fréquence de coupure 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Fréquence maximale d'oscillation 

Fréquence de transition 

Conductance 

Gain en puissance 
P pour grands signaux 
p pour petits signaux 

Impédance d'entrée, sortie en court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Rapport de transfert inverse de la tension, entrée 
en circuit ouvert 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Rapport de transfert direct du courant, sortie en 
court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Valeur statique du rapport de transfert liirect du 
courant (en émetteur commun) 

Admittance de sortie, entrée en circuit ouvert 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Courant 

Courant (continu) de base 

Courant de base en saturation 

Courant de base en désaturation 



Base-emitter eut-off current with VBE = X 

(reverse biased) and VCE specified 

(Continuous) breakover current 

Collector (D.C) current 

Average collector current 

Collector-base eut-off current with 1 E = 0 
and VCB specified 

Collector-em itter eut-off current with 1 B = 0 

and VCE specified 

Collector- emitter eut-off current with RBE = R 

and V CE specified 

Collector-emitter eut-off current with VBE =0 

and V CE specified 

Collector-emitter eut-off current with VBE = y 

(direct bias) and VCE specified 

Collector-emitter eut-off current with VBE = x 
(reverse biased) and VCE specified 

Peak collector current 

Drain (D.C) current (of a field effect transistor) 

Off-state current (of a thyristor or a triac) 

Drain current for V GS = 0 and VOS specified 
(of a FET) 

Drain eut-off current, with blocking V GS and 

VOS specified (of a FET) 

Emitter (D.C) current 

Emitter-base eut-off current with IC =0 and 

V EB specified 

IC(AV) 

ICBO 

ICEO 

ICES 

ICEY 

ICEX 

IOSS 

IOSX 

IEBO 

S.C. 

Courant résiduel base-émetteur avec V8E = X 

(blocage) VCE spécifiés 

Courant (continu) de retournement 

Courant (continu) de collecteur 

Courant collecteur moyen 

Courant résiduel collecteur-base avec 'E = 0 
et VC8 spécifié 

Courant résiduel collecteur-émetteur avec 18 = 0 

et VCE spécifié 

Courant résiduel collecteur-émetteur avec R8E = R 

et VCE specifiés 

Courant résiduel collecteur-émetteuravec V8E = 0 

et V CE spécifié 

Courant résiduel collecteur-émetteur avec V8E = y 
(polarisation directe) et VCE spécifiés 

Courant résiduel collecteur-émetteur avec V8E = x 
(blocage) et VCE spécifiés 

Courant de cr8te de collecteur 

Courant (continu) de drain (d'un transistor à effet 
de champ 

Courant à l'état bloqué (d'un thyristor ou d'un 
triac) 

Courant de drain pour V GS = 0 et VOS 
spécifié (d'un FET) 

Courant résiduel de drain avec V GS de blocage 

et VOS spécifiés (d'un FET) 

Courant(continu) d'émetteur 

Courant résiduel émetteur-base avec 1 C =0 et 

V E8 spécifié 

45 



s.c. 

Peak emitter current 

Forward (continuous) current (of a diode) 

Mean forward current (of a diode) 

Forward gate (continuous) current (of a thyristor 

or a triac) 

Peak forward gate current (of a thyristor or a 

triac) 

Peak forward current (of a diode) 

Repetitive peak forward current (of a rectifier 

diode) 

Surge non repetitive forward current (of a diode) 

Gate (continuous) current (of a thyristor or a 

triac) 

Gate (D.C) current (of a field effect transistor) 

Gate non-trigger (continuous) current (of a 

thyristor) 

Gate current with IS =0 and V GD specified 
(of a FET) 

Gate non trigger (continuous) current (of a triac) 

according to the quadrant 

Gate current with ID = 0 and V GS specified (of 
a FET) 

Total gate leakage current (of a FET) with 

V OS = 0 and V GS specified 

Gate trigger (continuous) current (of a thyristor) 
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'GD(1) 
'GD(2) 
'GD(3) 
'GD(4) 

Courant crOte d'émetteur 

Courant direct (continu)(d'une diode) 

Courant direct moyen (d'une diode) 

Courant direct (continu) de gâchette (d'un 
thyristor ou d'un triac) 

Courant direct de pointe de gâchette (d'un 
thyristor ou d'un triac) 

Courant direct de crOte (d'une diode) 

Courant direct de pointe répétitif (d'une diode de 
redressement) 

Courant direct de pointe de surcharge 

(d'une diode) 

Courant (continu) de gâchette (d'un thyristor 

ou d'un triac) 

Courant (continu) de grille (d'un transistor 

à effet de champ ou d'un FET) 

Courant (continu) de gâchette de non-amorçage 

(d'un thyristor) 

Courant de grille avec 1 S =0 et V GD spécifié 
(d'un FET) 

Courant de gâchette de non amorçage (d'un triac) 

suivant le quadrant 

Courant de grille avec 'D = 0 et V GS spécifié (d'ur 
FET) 

Courant de fuite total de grille (d'un FET) avec 

VOS =0 et V GS spécifié 

Courant (continu) de gâchette d'amorç8f/fl (d'un 

thyristor) 



Gate trigger (continuous) current (of a triac) 

according to the quadrant 

(Continuous) holding current (of a thyristor or 

a triac) 

Photocurrent (of a photosensitive device) 

(Continuous) latching current (of a thyristor) 

(Continuous) latching current (of a triac) accor­

ding to the quadrant 

Mean forward current (of a diode) 

Overload forward current (of a rectifier diode) 

Overload on-state current (of a thyristor or a 

triac) 

(Continuous) reverse current (of a diode or a 

thyristor) 

Mean reverse current (of a diode) 

Reverse gate (continuous) current (of a thyristor 

or a triac) 

Peak reverse current (of a diode or a thyristor) 

Reverse recovery current (of a diode) 

Source (D.C) current (of a FET) 

Second breakdown collector-current 

(Continuous) on-state current (of a thyristor or 

a triac) 

IGT(1) 
IGT(2) 
IGT(3) 
IGT(4) 

I L (1) 
IL(2) 
IL (3) 
IL(4) 

I(OV) 

IR(AV) 

IS 

IS/ 8 

s.c. 

Courant (continu) de gâchette d'amorçage (d'un 

triac) suivant le quadrant 

Courant (continu) hypostatique (d'un thyristor ou 

d'un triac) 

Photocourant (d'un dispositif photosensible) 

Courant (continu) d'accrochage (d'un thyristor) 

Courant (continu) d'accrochage (d'un triac) suivant 

le quadrant 

Courant direct moyen (d'une diode) 

Courant direct de surcharge prévisible (d'une diode 

de redressement) 

Courant de surcharge prévisible à l'état passant 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Courant inverse (continu) (d'une diode ou d'un 
thyristor) 

Courant inverse moyen (d'une diode) 

Courant inverse (continu) de gâchette (d'un thyris­
tor ou d'un triac) 

Courant inverse de crête (d'une diode ou d'un thy­
ristor) 

Courant inverse de recouvrement (d'une diode) 

Courant (continu) de source (d'un FET) 

Courant collecteur de second claquage 

Courant (continu) à l'étatpassant (d'un thyristor 

ou d'un triac) 
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S.c. 

Mean on-state current (of a thyristor or a triac) 

Peak on-state current (of a thyristor or a triac) 

Repetitive peak on-state current (of a thyristor 

or a triac) 

RMS on-state current (of a thyristor or a triac) 

Surge non repetitive on-state current (of a 

thyristor or a triac) 

Regulation current (of a voltage regulator diode) 

Regulation current in the breakdown knee region 

(of a voltage regulator diode) 

Surge (non repetitive) regulation current (of a 

voltage regulator diode) 

Regulation voltage test current (of a voltage 

regulator diode) 

Collector power dissipation with tamb or t case 
specified 

Mean g.te power dissipation (of a thyristor or a 

triac) 

Peak IJIIte power dissipation (of a thyristor or a 
triac) 

Sur9l' (non repetitive) reverse power dissipation 

(of a oontrolled avalanche rectifier diode) 

Total power dissipation 

Total input power (D_C or average) to ail electro­

des, with tamb or tcase specified 
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lT(rms) 

IZ 

IZK 

IZSM 

Courant moyen à l'état passant (d'un thyristor ou 
d'un triac) 

Courant de crOte à l'état passant (d'un thyristor ou 
d'un triac) 

Courant direct de pointe répétitif à l'état passant 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Courant efficace à l'état passant (d'un thyristor 
ou d'un triac) 

Courant de surcharge (de pointe) accidentelle à 
l'état passant (d'un thyristor ou d'un triac) 

Courant de régulation (d'une diode régulatrice de 
tension) 

Courant de régulation dans la région du coude de 
claquage (d'une diode régulatrice de tension) 

Courant de pointe de surcharge accidentelle 
(non répétitif) de régulation (d'une diode 
régulatrice de tension) 

Courant de contrtJle de la tension de régulation 
(d'une diode régulatrice de tension) 

Puissance dissipée au collecteur avec t amb ou 
tcase spécifié 

Dissipation de puissance moyenne de gâchette 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Dissipation de puissance de pointe de gâchette 
(d'un thyristor ou d'un.triac) 

Dissipation de puissance inverse de pointe de sur­
charge accidentelle (non répétitive) (d'une diode 
de redressement à avalanche contr6lée) 

Dissipation totale de puissance 

Puissance totale d'en..trée (continue ou moyenne) 

de toutes les électrodes, avec tamb ou tcase spécifié 



Power dissipation (in the breakdown region) (of 

a voltage regulator diode) 

Non repetitive peak power dissipation (in the 

breakdown region) (of a voltage regulator diode) 

Recovered charge (of a diode) 

Stored charge 

Depletion layer charge 
c = of collector 
e = of emitter 

External resistance 

Differentiai resistance 

External base resistance 

Base intrinsic resistance 

External resistance connecting base to emitter 

External collector resistance 

Damping resistance 

On'state drain source resistance (of a FET) 
rDS (D.C) 
rds = (A.C) 

External emitter resistance 

Generator resistance 

External gate resistance (of a thyristor or a triac) 

External resistance connecting gate to cathode 
(of a thyristor or a triac) 

Load resistance 

Pz 

PZSM 

R 

rDS on 
rds on 

s.e. 

Dissipation de puissance (dans la ret/ion de claqua­
ge) (d'une diode régulatrice de tension) 

Dissipation de puissance de pointe accidentelle 
(non répétitive) (dans la région de claquage) 
(d'une diode régulatrice de tension) 

Charge recouvrée (d'une diode) 

Charge stockée 

Charge (de la zone) de transition 
c =du collecteur 
e =de l'émetteur 

Résistance externe 

Résistance différentielle 

Résistance externe en série avec la base 

Résistance intrinsèque de base 

Résistance externe reliant la base et l'émetteur 

Résistance externe en série avec collecteur 

Résistance d'amortissement 

Résistance drain source à l'état passant (d'un FET) 
rOS (en continu) 
r ds = (en alternatif) 

Résistance externe en série avec émetteur 

Résistance de générateur 

Résistance externe en série avec la gâchette 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Résistance externe reliant la gâchette et la cathode 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Résistance de charge 

1 
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s.e. 

Series resistance 

Thermal resistance between two specified points 

Junction-ambient thermal resistance 

Junction-case thermal resistance 

Small signal resistance (in the breakdown 

knee region) (of a voltage regulator diode) 

Small signal resistance (for the test reverse current 

in the breakdown region) (of a voltage regulator 

diode) 
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Input reflection coefficient 

Reverse transmission coefficient 

Forward transmission coefficient 

Output reflection coefficient 

Ambient temperature 

Case temperature 

Gate controlléd delay time (of a thyristor or 

a triac) 

Retard à la croissance 

Turn-off delay time (field-effect transistor) 

Turn-on delay time (field-effect transistor) 

Turn-on time 

Fall time 

Forward recovery time (of the voltage) 
(of a diode) 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

rZK 

tcase 

Résistance série 

Résistance thermique entre deux points spécifiés 

Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Résistance thermique (jonction-boTtier) 

Résistance différentielle (dans la région du coude 

de claquage) (d'une diode régulatrice de tension) 

Résistance différentielle (pour le courant inverse 

de mesure dans la région de claquage) (d'une diode 

régulatrice de tension) 

Coefficient de reflexion à l'entrée 

Coefficient de transmission inverse 

Coefficient de transmission directe 

Coefficient de reflex ion en sortie 

Température ambiante 

Température de boTtier 

Retard à la croissance commandée par la glchette 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Delay time 

Retard à la décroissance (d'un transistor à effet de 
champ 

Retard à la croissance (d'un transistor à effet de 

champ) 

Temps total d'établissement 

Temps de décroissance 

Temps de recouvrement direct (de la tension) 
(d'une diode) 



Gate controlled turn-on time (of a thyristor or 
a triac 

Junction-temperature 

Turn-off time 

Turn-on time 

Operating temperature (at zero dissipation) 

Pulse time 

Circuit commutated recovery time (of a 

thyristor or a triac) 

Rise time 

Gate controlled rise time (of a thyristor or 

a triac) 

Reverse recovery time (of a diode) 

Carrier storage time 

Turn-off time 

Storage temperature 

Virtual junction temperature 

Voltage 

Anode cathode (test) voltage (of a thyristor) 

Base (D.C) voltage supply 

Base-emitter (D.C) voltage 

Base-emitter saturation voltage, with lB and IC 
specified 

* Vor U 
Vou U 

t(vj) 

v* 

s.e. 

Temps d'amorçage par la gâchette (d'un thyristor 
ou d'un triac) 

Température de jonction 

Temps total de décroissance 

Temps total de croissance 

Température de fonctionnement (à dissipation 

nulle) 

Durée d'une impulsion 

Temps de désamorçage par commutation du 

circuit (d'un thyristor ou d'un triac) 

Temps de croissance 

Temps de croissance commandée par la gâchette 

(d'un thyristor ou d'un triac) 

Temps de recouvrement inverse (d'une diode) 

Retard à la décroissance 

Temps total de coupure 

Température de stockage 

Température virtuelle de jonction 

Tension 

Tension (de mesure) anode cathode (d'un 

thyristor) 

Tension (continue) d'alimentation de la base 

Tension (continue) base-émetteur 

Tension de saturation base-émetteur, avec 'B et 'e 
spécifiés 

51 

1 



S.C. 

(Continuous) breakover voltage (of a thyristor 

or a triac) 

Breakdown voltage (of a diode) 

Breakdown voltage (open circuit) 

Collector-base breakdown voltage, with 1 E = 0 

and IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with 

lB =0 and IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with 

RBE = Rand IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with 

V BE =0 and IC specified 

Collector-emitter breàkdown voltage, with 

V BE = X (reverse biased) and IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with 

V BE = Y (direct bias) and IC specified 

Drain-source breakdown voltage, with V GS = 0 

and ID specified (of a FET) 

Drain-source breakdown voltage, with blocking 

VGS and ID specified (of a FET) 

Emitter-base breakdown voltage, with IC =0 
and 1 E specified 

Gate-source breakdown voltage, with VOS = 0 
and IG specified (of a FET) 

Collector-base (D.C) voltage 

Collector-base (D.C) voltage, with lE =0 

and IC specified 

* Vor U 
Vou U 
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Tension (continue) de retournement (d'un 

thyristor ou d'un triac) 

V(BR) Tension de claquage (d'une diode) 

V(BR) .. O Tension de claquage (circuit ouvert) 

V(BR)CBO Tension de claquage collecteur-base, avec 'E =0 

et 'e spécifié 

V (BR)CEO Tension de claquage collecteur-émetteur, avec 

'B =Oet 'e spécifié 

V(BR)CER Tension de claquage collecteur-émetteur, avec 

R BE = R et 'e spécifiés 

V (BR)CES Tension de claquage collecteur-émetteur, avec 

VBE =Oet 'e spécifié 

V (BR)CEX Tension de claquage collecteur-émetteur, avec 

V BE =X (blocage) et 'e spécifiés 

V (BRICEY Tension de claquage collecteur-émetteur,avec 

V BE = Y (polarisation directe) et 'e spécifiés 

V (BR)OSS Tension de claquage drain-source, avec V GS =0 

et 'D spécifié (d'un FET) 

V (BRIOSX Tension de claquage drain,source, avec V GS de 
blocage et 'D spécifié (d'un FET) 

V (BR)EBO Tension de claquage émetteur-base, avec 'e =0 

et 'E specifié 

V (BRIGSS Tension de claquage grille-source, avec V DS =0 
et 1 G spécifié (d'un FET) 

VCB Tension (continue) collecteur-base 

V CBO Tension (continue) collecteur-base, avec 'E =0 

et 'e spécifié 



Collector (D.C) voltage supply 

Collector·emitter (D.C) voltage 

Collector· em itter knee voltage 

Collector-emitter (D.C) voltage, with 'B =0 

and IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage with lB 

specified 

Collector-emitter (D.C) voltage, with RBE = R 

and 'C specified 

Collector-emitter breakdown voltage with lB 

specified 

Collector-emitter (D.C) voltage, with VBE =0 

and IC specified 

Collector-emitter saturation voltage, with 1 B 

and IC specified 

Collector-emitter (D.C) voltage, with V BE =x 
(reverse biasect) and IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage with 'B 
specified 

Collector-emitter (D.C) voltage, with V BE = Y 

VCE =Y (direct bias) and IC specified 

Continuous off-state voltage (of a thyristor or 
a triac) 

Peak off-state voltage (of a thyristor or a triac) 

·Vor U 
VouU 

VCEO 

VCEO(sus) 

VCER(sus) 

VCES 

VCE sat 

VCEX 

VCEX(sus) 

VCEV 

S.C. 

Tension (continue) d'alimentation du collecteur 

Tension (continue) collecteur-émetteur 

Tension collecteur-émetteur de coude 

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec 

'B =0 et 'e spécifié 

Tension de claquage collecteur -émetteur avec 

'B spécifié 

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec 

R BE = Ret 'e spécifiés 

Tension de claquage collecteur-émetteur avec 

'B spécifié 

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec 

VBE =0 et 'e spécifié 

Tension de saturation collecteur-émetteur, avec 

1 B et 'e spécifiés 

Tension (continue) collecteur-émetteur avec 

V BE =X (blocage) et 'e spécifiés 

Tension de claquage collecteur-émetteur avec 

'B spécifié 

Tension (continue) collecteur-émetteur avec 

V BE ? Y (polarisation directe) et 'e spécifiés 

Tension (continue) à l'état bloqué(d'un thyristor 

ou d'un triac) 

Tension de pointe à l'état bloqué (d'un thyristor 

ou d'un triac) 
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s.e. 

Repetitive peak off-state voltage (of a thyristor 

or a triac) 

Drain-source (D.C)voltage (of a FET) 

Non repetitive peak off-state voltage (of a 

thyristor or a triac) 

Drain-source saturation voltage (ofa FET) 

Crest (peak) working off-state voltage (of éI 

thyristor or a triac) 

Emitter-bàse (D.C) voltage 

Emitter·base (D.C) voltage, with IC =0 and 

1 E specified 

Emitter (D.C) voltage supply 

(Continuous) forward voltage (of a diode) 

Mean forward voltage (of a diode) 

Gate (continuous) forward voltage (of a 

thyristor or a triac) 

Peak forward gate voltage (of a thyristor 

or a triac) 

Forward transient voltage (of a diode) 

Gate·drain (D.C) voltage (of a FET) 

Gate non-trigger (continuous) voltage 

(of a thyristor) 

* Vor U 
VouU 
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Vos 

Vos sat 

Tension de pointe rép1titive à l'état bloqué 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Tension (continue) drain-source (d'un FET) 

Tension de pointe non répétitive à l'état bloqué 

(d'un thyristor ou d'un triac) 

Tension de saturation drain-source (d'un FET) 

Tension de crête à l'état bloqué (d'un thyristor 
ou d'un triac) 

Tension (continue) émetteur-base 

Tensionlcontinue) émetteur-base, avec 'e =0 
et 1 E spécifié 

Tension (continue) de l'alimentation de l'émetteur 

Tension directe (continue) (d'une diode) 

Tension directe moyenne (d'une diode) 

Tension directe (continue) de gâchette (d'un 
thyristor ou d'un triac) 

Tension directe de pointe de gâchette (d'un 

thyristor ou d'un triac) 

Tension directe transitoire (d'une diode) 

Tension (continue) gri/le-drain (d'un FET) 

Tension (continue) de non amorçage par la 
gâchette (d'un thyristor) 



Gate non trigger (continuous) voltage 

(of il triac) according to the quadrant 

Gate-source (D.C)voltage (ofa FET) 

Gate-source eut-off voltage (of a FET) 

Gate-source threshold voltage (of a FET) 

Gate trigger (continuous) voltage (of a 

thyristor) 

Gate trigger (continuous) voltage (of a triac) 

according to the quadrant 

*Vor U 
Vou U 

Equivalent noise voltage 

Punch-through voltage 

Continuous reverse voltage (of a diode) 

Gate (continuous) reverse voltage (of a 

thyristor or a triac) 

Peak reverse gate voltage (of a thyristor 

or a triac) 

Peak reverse voltage (of a diode or a 

thyristor) 

VGD (1) 
V GD (2) 

V GD (3) 

VGD (4) 

VGS off 

VGS (TO) 

VGT (1) 

VGT (2) 

V GT (3) 

VGT (4) 

Vpt 

VRGM 

Tension (continue) de non amorçage par la 

gâchette (d'un triac) suivant le quadrant 

Tension (continue) grille-source (d'un FET) 

Tension grille-source de blocage (d'un FET) 

Tension grille-source de seuil (d'un FET) 

Tension (continue) d'amorçage par la g6-

chette (d'un thyristor) 

Tension (continue) d'amorçage par la g6-
chette (d'un triac) suivant le quadrant 

Tension équivalente de bruit 

S.c. 

Tension de pénétration (ou tension de perçage) 

Tension inverse continue (d'une diode) 

Tension inverse (continue) de g6chette (d'un 

thyristor ou d'un triac) 

Tension inverse de pointe de g6chette (d'un 
thyristor ou d'un triac) 

Tension inverse de crête (d'une diode ou d'un 

thyristor) 
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s.e. 

Repetitive peak reverse voltage (or a 

rectifier diode or a thyristor) 

Non repetitive peak reverse voltage 

(of a rectifier diode or a thyristor) 

Crest working reverse voltage (of a rectifier 

diode or a thyristor) 

(Continuous) on-state voltage(of a thyristor 

or a triac) 

Peak on-state voltage (of a thyristor or a triac) 

(Continuous) reverse voltage (in the break­

down region) (of a voltage regulator diode) 

(Continuous) reverse voltage (in the break­
down knee region) (of a voltage regulator diode) 

Test (continuous) reverse voltage (in the break­

down region) (of a voltage regulator diode) 

Transient reverse energy (of a diode) 

Short-circuit input admittance 

b = common base 

e =common emitter 

Short-circuit input admittance common _ 

source (field-effect transistor) 

Short-circuit reverse transfer admittance 

b = common base 

e = common emitter 

Short-circuit input admittance common 
source (field-effect transistor) 

*y ..... =g ..... + jb ..... 
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VRWM 

Vz 

VZK 

VZT 

Tension inverse de pointe répétitive (d'une 
diode de redre$Sement ou d'un thyristor) 

Tension inverse de pointe non répétitive 
(d'une diode de redressement ou d'un thyristor) 

Tension inverse de cr6te (d'une diode de redres­
sement ou d'un thyristor) 

Ténsion (continue) à l'état passant (d'un thyristor 
ou d'un triac 

Tension de cr6te à l'état passant (d'un thyristor 
ou d'un triac) 

Tension inverse (continue)(dans la région de 
claquage) (d'une diode régulatrice de tension) 

Tension inverse (continue) (dans la région du 
coude de claquage) (d'une diode régulatrice de 
tension) 

Tension inverse (continue) de mesure (dans la 
région de claquage) (d'une diode régulatrice de 
tension) 

Energie transitoire inverse (dans une diode) 

Admittance d'entrée, sortie en court-circuit 
b =en base commune 
e =en émetteur commun 

Admittance d'entrée, sortie en c6urt-circuit en 
source commune (d'un transistor à effet de champ) 

Admittance de transfert inverse, entrée en court­
circuit 
b =en base commune 
e =en émetteur commun 

Admittance de transfert inverse, entrée en 
court-circuit, en source commune (d'un 
transistor à effet de champ) 



Short-circuit forward transfer admittance 

b = common base 

e = common emitter 

Short-circuit forward transfer admittance 

common source (field-effect transistor) 

Short-circuit output admittance 

b = common base 

e =common emitter 

Short-circuit output transfer admittance, 

common source (field -effect transistor) 

Thermal impedance 

Transient thermal impedance 

Temperature coefficient of working voltage 

(of a voltage regulator diode) 

Dut y cycle (of a pulse) 

Detector (voltage) efficiency (of a diode) 

Collector efficiency 

Wave length (of a light beam) 

Phase angle of input admittance with 

output short-circuit 

b = common base 
e =common emitter 

Phase angle of reverse transfer admittance 

with input short-circuit 

b = common base 

e =common emitter 

.. y _____ =g _____ + jb ____ _ 

s.e. 

Admittance de transfert direct, sortie en court­
circuit 
b =en base commune 
e =en émetteur commun 

Admittance de transfert direct, sortie en court­
circuit, en source commune (d'un transistor à 

effet de champ) 

Admittance de sortie, entrée en court-circuit 
b =en base commune 
e =en émetteur commun 

Admittance de sortie, entrée en court-circuit en 
source commune (d'un transistor à effet de champ) 

Impédance thermique 

Impédance thermique transitoire 

Coefficient de température de la tension de fonc­
tionnement (d'une diode régulatrice de tension) 

Facteur d'utilisation (d'une impulsion) 

Rendement de détection (en tension) (d'une diode) 

Efficacité du collecteur 

Longueur d'onde (d'un rayonnement lumineux) 

Angle de phase de l'admittance d'entrée, sortie 
en court-circuit 
b =en base commune 
e =en émetteur commun 

Angle de phase de l'admittance de transfert inverse 
entrée en court-circuit 
b =en base commune 
e =en émetteur commun 
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s.c. 

Phase angle of forward transfer admittance 

with output short-circuit 

b = common base 

e = common emitter 

Phase angle of output admittance with 

input short-circuit 

b = common base 

e =common emitter 

Angular frequency 

* y ..... = g •.••. + jb ..... 
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Angle de phase de l'admittance de transfert direct, 
entrée en court-circuit 
b =en base commune 
e =en émetteur commun 

Angle de phase de l'admittance de sortie, entrée 
en court-circuit 
b =en base commune 
e =en émetteur commun 

Pulsation 



Signal transistors 
Tiansistars de signal 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

2N 696, 2N 697 

- LF amplification 
Amplification BF 

- Switching 
Commutation 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
P
tot 

(W) 

1,5 

0,5 

o 

(1) T amb (OC) 

L-...L...-L-__ .L-_-'-----':=-(2) Tcase(OC) 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector·base voltage 
Tension collecteur·bass 

Collector-emitter voltage RBE~10n 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter·base voltage 
Tension émetteur·bass 

Power dissipation Tamb= 25°C 
Dissipation de puisSllnce Tcase= 25°C 

Junction temperature 
max. Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

40V 

{
20-60 

h21E (150 mA) 40-120 
2N 696 

2N 697 

{
40 MHz 

50 MHz 

min. 

min. 

2N 696 

2N 697 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
Boitier Voir dessin co~ CS·, derniiJres pages 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

VCBO 

VCER 

VEBO 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

60 V 

40 V 

5 V 

0,6 W 
2 W 

200 oC 

- 65 oc 

+200 oC 

76·11 1/5 
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2N 696, 2N 696 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-blllll 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-4metteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·belll 

Static forward current transfer ratio 
Valeur Itetique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-4metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de SIIturation belll-4mt1tteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 30 V 

lE =0 

VCB = 30 V 

lE =0 
Tamb= 150°C 

IC = l00/JA 

lE =0 

ABE = 10n 

IC = 100 mA 

lE =0,1 mA 

IC =0 

VCE = 10V 

IC = 150 mA 

IC = 150mA 

lB =15mA 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si{Jnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquenœ de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

* Pulsed 
Impulsions 

2/5 
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li ~ 2% 

VCE = 10V 

IC =50mA 
f = 20 MHz 

VCB = 10V 

lE =0 
f = 1 MHz 

Min. 

ICBO 

V(BAICBcf 60 

V(BAICEA 40 

V(BAIEBO 5 

2N 696 20 
h21E 

2N 697 40 

VCEsat* 

VBEsat* 

2N 696 40 

fT 
2N 697 50 

C22b 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 /JA 

100 /JA 

V 

V 

V 

60 

120 

1,5 V 

1,3 V 

160 MHz 

160 MHz 

12 35 pF 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

le 
(mAI 

T amb =25oe ./ 
0,7 mA 

2N ~96 
1 

V 
,.,/ V 0,6 mA 

~ 1 

/'r' ..., ,.,/~ /O,5rA 80 

V-~ V 1 

./ 0,4 mA 

~ ~ V IO,3~A V ./ 

60 

". ~ 
~- V J 

0,2 mA 

-~ 
V- I 40 

V V lB -0,1 mA 

20 ~ 

o "". 

o 

le 
(mAI 

10 

- J 

/ 

20 30 40 

400 1--+--+----1~w:~-A~t--

1. 2 3 4 VeE(VI 

2N 696, 2N 697 

le 
(mAI 

80 

60 

40 

20 

o 

le 
(mAI 

v V U,/mA 

~ 
1 

Tamb =25°e 

/ " 
~ O,6mA r---r 2N 697-

V 1 

V V 
/~ 

,.,., 0,5 mA 

1 

V ~ ./ 
0,4 :nA 

1 

~ ~ 
....-

1 . .,., 0,3 mA 

V V J --' 0,2 mA _ r--
~ 

V VII 
- -' 1-- lB =0,1 mA 

.....-'"" ~ 1 

~ V 
ioo""'" 

o 10 20 30 

Tamb = 25°e 
f--__.Ft-:F--t-+--+---+- 2N 697 

o ~~-L~ __ ~-L~ __ ~~-L~ 

o 2 3 

3/5 
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2N 696, 2N 697 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

2N 698 

- LF amplification 
Amplification BF 

- Switching 
Commutation 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(w) 

(1) Tamb(OC) 

L-~..L __ L-_-L...-==~ (2) Tcase(OC) 

o 50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
TBnsion co/ltlctsur-bB$tI 

Collector-emitter voltage RSE O>;;10n 
Tension co/ltlctflUr-<'lmetteur 

Collector-emitter voltage 
Ttm,ion co/ItlC!rlur-<'lmtlt!rlur 

Emitter-base voltage 
Tension ~met!rlur-bBlItI 

Power dissipation Tamb= 25°C (1) 
Dissipation de puisSBnœ Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature 
max. TempBftltuftl dB jonction 

Storage temperature min. 
Tem~rstuftl dtI'toclcllgtl max. 

60V 

h21E (150 mA) 20 -60 

40 MHz min. 

Case TO-39 - See outline drawing CS-7 on last pages 
Boitier Voir dessin coœ CB-7 demi.ftll pllgtls 

Weight : 0,9 g. 
MBSStI 

VCBO 

VCER 

VCEO 

VESO 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Collector is connected to case 
LB collfICtflur est ftI/ié BU boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(SBuf indicBtions contrBiftl') 

120 V 

80 V 

60 V 

7 V 

0,8 W 

3 W 

200 oC 

- 65 oC 

+200 oC 

76-11 1/4 
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2N698 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant résiduel collecteur-MSS 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-bass 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur~mettBur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-bass 

Static forward current transfert ratio 
Valeur stetique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation cof/ecreur-lmettBur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation "..-Imetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 

68 

(; ..;; 2% 

Tamb =25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB =75V 

lE =0 

VCB = 75 V 

lE =0 
Tamb= 150°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

lE =0 

IC = 100/JA 

RBE = 10n 

IC = 100 mA 

lB =0 

IC =30mA 

IC =0 

lE = 100/JA 

VCE = 10 V 

IC = 150mA 

IC = 50 mA 

lB =5mA 

IC = 150 mA 

lB =15mA 

IC = 50 mA 

lB =5mA 

IC = 150mA 

lB =15mA 

Min. 

ICBO 

IEBO 

V(BRICBO 120 

V(BRICER* 80 

V(BRICEO * 60 

V(BRIEBO 7 

h21E * 20 

VCEsat * 

VBEsat * 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires} 

Typ. Max. 

5 nA 

15 /JA 

10 nA 

V 

V 

V 

V 

60 

1,2 V 

5 V 

0,9 V 

1,3 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f 
Forward current transfer ratio 

= 1 kHz 

Rapport dB transf,ut direct du courant 

VCE = 10 V 

IC = 5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC = 1 mA 

Input impedance 
f = 1 kHz 

Impédance d'entrée 
VCB = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC = 1 mA 

f = 1 kHz 
Reverse voltage transfer ratio 
Rapport dB transfert inverse de la tension 

VCB = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 
Output admittance 
Admittance de sortie 

VCB = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

Transition frequency 
VCE = 10 V 

Fréquence dB transition IC =50mA 

f = 20 MHz 

Output capacitance 
VCB = 10 V 

Capacité de sortie lE =0 
f = 1 MHz 

1 nput capacitance 
V EB =0,5V 

Capacité d'entrée IC =0 
f = 1 MHz 

Min. 

15 

h21e 

25 

20 

h11b 

h12b 

h22b 

fT 40 

C22b 

C11b 

2N698 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicationscontrairesJ 

Typ. Max. 

35 n 

10 n 

2,5 10-4 

5 10.4 

0,5 ilS 

1 ilS 

MHz 

15 pF 

85 pF 

3/4 
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2N 698 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

2N 699 

- LF amplificat{on 
Amplification BF 

- Switching 
Commutation 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

1,5 

0,5 

o 

(1) Tamb(OCl 

L......L.....L __ L-_....L_:::=-(2) Tcase(OC) 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension colltlcteur-baStl 

Collector-emitter voltage RBE = 10 n. 
Tension colltlctrlur-4mertt1ur 

Emitter-base voltage 
Tension Imettrlur-baStl 

Power dissipation Tamb= 25°C (1) 

Dissipation de puissanœ Tcase= 25°C (2) 

Junction temperature max. Templrature de jonction 

Storage temperature min_ 
Templf1lture dB stock. max. 

80V 

h21 E (150 mA) 40 -120 

50 MHz min. 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin cotit CB-' dernilres pages 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

VCBO 

VCER 

VEBO 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Collector is connected to case 
Le colltICtflUr tilt relié au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
rSiluf indications contraires) 

120 V 

80 V 

5 V 

0,6 W 
2 W 

175 oC 

- 65 oc 

+200 oC 

76- 13 1/4 

71 



2N 699 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant rI,iduel collecteur-bIIltI 

Emitter-base eut-off current 
Courant r6siduel 6metteur-bIIss 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-bIIse 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-4merreur 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-4metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bIIse-4metteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 

72 

fi ,,;;;; 2% 

Tamb =25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 60 V 

'E =0 

VEB = 2 V 

'C =0 

'C = 100IJA 

'E =0 

RBE =10n 

'C = 100 mA 

VCE =10V 

'C = 150mA 

'C = 150mA 

'B = 15mA 

'C = 150 mA 

'B = 15mA 

Min. 

'CBO 

'
EBO 

V(BR)CBO 120 

V(BR)CER * 80 

* h21E 40 

VCEsat * 

VBEsa: 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

2 IJA 

100 IJA 

V 

V 

120 

5 V 

1,3 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 
Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

VCE = 10 V 

IC =5mA 
f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 
Input impedance 
Impédance d'entrfle 

VCB = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 
Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert inVflfW de la t,msion 

VCB == 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 
Output admittance 
Admittance de sortie 

VCB = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

Transition frequency 
VCE = 10 V 

IC =50mA 
FrflquenC! de transition 

f = 20 MHz 

Output capacitance 
VCB = 10V 

Capacitfl de sortie lE =0 
f = 1 MHz 

Min. 

35 

h21e 

45 

20 

h11b 

h12b 

0,1 

h22b 

fT 50 

C22b 

2N699 

{Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

100 

30 n 

10 n 

2,5 10.4 

3 10.4 

0,5 ilS 

1 ilS 

MHz 

20 pF 

3/4 
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2N 699 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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NPN SILICON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR 

- Small signal amplification 
Amplification petits signaux 

- Low current fast switching 
Commutation rapide faible courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 

tot 
(W) 

0,75 

0,50 

0,25 

o 

Tamb(OC) (1) 

'---'---'-__ '--_-'-~--' T case (OC) (2) 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension co/lecteur-base 

Collector-emitter voltage RSE ';;;; 10 n 
Tension collecfflur-llmetttlur 

Emitter-base voltage 
Tension émetfflur-base 

Tamb = 25°C (1) 
Power dissipation 
Dissiplltion de puissance Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max 
Tempéfflture de jonction 

Storage temperature min 
Temp4,.ture de stock. max 

2N 706 

VCBO 25V 

15 min. 

200 MHz min. 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages 

, 
Weight: 0,32 g, 
Masse 

VCSO 

VCER 

VESO 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

25 V 

20 V 

3 V 

0,3 
W 

1 

175 oC 

-65 oC 

+175 oC 

76 - 03 1/5 
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2N 706 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant ~siduel collectflur-bllllB 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquaf/ll collectflur·l»se 

Collector-em itter breakdown voltage 
Tension dB claqu8flll collectflur.IJmettflur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquaf/ll tJmettflur·bBse 

Static forward current transfer ratio 
VaHlur statique.du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur.IJmettflur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation ballB.lJmetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 15 V 

lE =0 

VCB = 15 V 

lE =0 
Tamb = 150°C 

IC = 100p.A 

lE =0 

RBE '" 10n 

IC =10mA 

IEBO =l00p.A 

IC =0 

VCE = 1 V 

IC = 10mA 

IC =10mA 

lB =1 mA 

IC = 10mA 

lB = 1 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES D YNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
FrtJquenœ de trMlsition 

Output capacitance 
c.p.ci~ de sortie 

2/6 

76 

VCE = 15 V 

IC = 10mA 

f = 100 MHz 

VCB = 10V 

IC =0 

f = 1 MHz 

Min. 

ICBO 

V(BRICBO 25 

V(BRICER* 20 

V(BRIEBO 3 

h21E* 20 

VCEsat 

VBEsat 

fT 200 

C22b 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,003 0,5 

p.A 

2 30 

V 

V 

V 

60 

0,15 0,6 V 

0,75 0,9 V 

450 MHz 

3,5 6 pF 



SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

le ""'lOmA 
Carrier storage time (Fig. 1) IBl ""'lOmA 
Retard b 18 dkroiSSllncs 

IB2 ""'-10 mA 

SWITCHING TIME TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

Figure 1 

2N706 

Min. Typ. Max. 

ts 60 ns 

---{=}----e----(e) V2 

Generator 
GénératflUr 

z = son 
tr < 1 ns 

Signal from generator 0 -----\~-----,1r--V-1 
Signal du générataur 

-10V----------~--~---

Signal at point" A" +6 v-r-11\..0% Signal au point "A" 

o 
-4V--~------+-~~--------

:Z-",,-t-V- 2 
Output signal 
Signal de sortie 

91 n 

High impedance oscilloscope 
OllCillolICope b hflUta impédance 

3/5 
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2N 706 

TYPICAl CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CAfiACTERISTlQUES TYPIQUES 

V BEsa 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, EPITAXIAUX 

- Small signal amplification 
Amplification petits signaux 

- Low current fast switching 
Commutation rapide faible courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 
(W) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

Î\ 
1 
1 

1 

~+-... 

1 

1\ 
\ (2) 

(1) 

" \ 
......... 

" ~ o 50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension col/ecteur-be. 

Collector-emitter voltage 
RBE = 10 n Tension collecteur-4mt1tteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-4metteur 

Emitter-base voltage 
TM/sion émlltteur-be. 

Collector current 
Courllnr collecteur 

Power dissipation 
Tamb = 25°C (1) 

Dissipation dII puiSSllnœ Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max 
Tllmpérllture dII jonction 

Storage temperature min 
Tllmpérllture dII stockage max 

15 V 

{
20-S0 

40 - 120 

200 MHz 

2N 706 A 
2N 753 

2N 70S A 

2N 753 

min 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
Boîtier Voir dessin cotlf CB-6 dernilres pages , 

Weight: 0,32 9 
Masse 

VCBO 

VCER 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Siluf indications contraires) 

2N 70S A 2N 753 

25 25 V 

20 20 V 

15 15 V 

5 5 V 

50 mA 

0,3 0,3 
W 

1 1 

175 175 oC 

-65 -65 oC 

+175 +175 oC 

76- 01 1/6 
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2N 706 A, 2N 753 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant r~siduel collecteur-IM. 

Collector-emitter cut-off current 
Coursnt rhiduel collecteur-~metteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant r~siduel ~mettJ1ur-ba. 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émettJ1ur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rspport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturstion collacteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB =15V 

lE =0 

VCB =25V 

lE =0 

VCB = 15 VI Tamb 
lE = 0 150°C 

VCE =20V 

RBE = 100 kn 

V EB = 5 V 

IC =0 

RBE = 10 n 

IC = 10mA 

IC = 10mA 

lB =0 

VCE = 1 V 

IC = 10mA 

lB =1 mA 

IC =10mA 

lB =1 mA 

IC = 10mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

VCE =10V 
Transition frequency 

IC = 10mA 
Fr~uence de transition 

f = 100 MHz 

Output capacitance 
VCB = 5 V 

lE =0 
Capaci~ de sortie 

f = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Turn-on time 
Temps total d·~tablis.ment 

Turn-off time 
Temps total de coupu,. 

Carrier storage time 
Retard B la d~croissance 

* Pulsed 
Impulsions 

(fig. 1) 

(fig. 1) 

(fig. 2) 

o .;;; 2 % 

IC ~10mA 

IB1 ~3mA 

IC ~10mA 

IB1 ~3mA 

IB2 ~-1 mA 

IC ~10mA 

IB1 ~10mA 

IB2 ~-10mA 

Min. 

ICBO 

ICER 

IEBO 

V(BR)CER* 20 

V(BR)CEO* 15 

h21E 
2N 706 A 20 

2N 753 40 

VCEsat 

VBEsat 

2N 706 A 200 
fT 

2N 753 200 

C22b 

t d + tr 

ts + tf 

2N 706 A 
ts 

2N 753 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,003 0,5 p.A 

10 p.A 

30 p.A 

10 p.A 

10 p.A 

V 

V 

60 

120 

0,15 0,6 V 

0,7 0,9 V 

420 
MHz 

450 

3,5 5 pF 

12,5 40 ns 

30 75 ns 

10 25 
ns 

15 35 



SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Figure 1 

Generator 
G6n6reteur 

z = son 
tr < 1 ns 

-4V 
+21 V 

Turn-on time 

Skn 
V1(~------'---~~~~----~ 

Skn 

son 

o 

Temps totel d'6teblissement 

Figure 2 

Generator 
G6n6reteur 

z = son 
tr < 1 ns 

V1(~------~--~.----~~J 

270 n 

890n 

2N 706 A, 2N 753 

High impedance oscilloscope 
OscillollCOptI il heute imp«lence 

90% 

+17V 
-20 V 

Temps totel de coupure 

H igh impedance oscilloscope 
OscillollCOptI il hllute imp«lence 

Signal at point «A» +6 V--+---....J 
Signel eu point «A» 

Signal from gen:-ra-t-o-r ---\~---'lr-­
V, 

Signel du g6n6f8teur 

-10V-----------~--~---

Output signal 
Signel de sortie 

O---+-----t---'\r­

-4V----+-------~~-----------

3/6 
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2N 706 A, 2N 753 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

80 

60 

40 

20 

0 2 3 4 

IC 
(mA) 

80 

60 

40 

20 

Vce(V) 0 2 3 4 Vce(V) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

1 

,1so~C' 

2N 706 A 

80 80 1- ~, 

60 

-

40 

V 
20 

-

VBEsat 
(V ) 

0,8 -
0,6 -
0,4 -
0,2 

~i'" 

....-~Io-

-
....-1-10-

~ 
i--"r-

'\ 
\. 60 

25°C 
40 

~ I-i"-., 
T bl=~~50C am 

- Il 
Il 

~_'ô'ôoc ./ 

~~ 
.;;:r ""V 

....-
1'ô01c ./ 
\. ....... 

V -

"" 
20 -r--. ... 

4 68 
IC(mA) 

2N 706 A 
2N 753 

, 
,/" 

/"" 

l/~ 
0,8 

V 
0,6 

0,4 

0,2 
4 68 

'CImA) 

150 

100 

50 

V 

VCEsat 
(V) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

...... 

f..--

V 

--~ 

2N 706 A, 2N 753 

J5Jol 

2N 753 

r- "'" 
150 

'\ 
~ 

100 
l' 

25°C 

r-
I --r--I"-

T =_55°è 
amb 

50 

~f..-- -r--... 

4 68
10

, 2 4 6 8 

'CImA) 

T 

2N 706 A 
2N 753 

0,4 

1 

VI. 
0,3 

150°C 
/ 1// ..... 
~V 25°C 

0,2 

lv'" 
0,1 

amb --55°C 

i 1 1 lJ 

Il o 
4 68 

'CImA) 
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2N 706 Ar 2N 753 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

C22b 
(pF) 

6 

~ 
~ r--

4 

" ,,-~ .... 
4 

'. "-":S: ",,-', ' .. 

" '. " , 
""'" 
~ 

'" ~ 
4 

- I-tr 

--I-td 

2 

o 5 

2N 706 A 
2N 753 

VBEblocage 
=-2V 

Il 
~~ ~IB 
" 

' ... 
~ ... ~ ',10 lB _ .... , 

'~. ""'" "-...... '. " " 
~ ... ~ ... 

IC=5'B , , 

T 

, i' 

" :, 
l', 

'" 
amb=25°C 

468 
IC(mA) 

10 

\.tr 
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8 

4 
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" 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, EPITAXIAL 

- Small signal amplification 
Amplification petits signaux 

- Low current fast switching 
Commutation rapide faible courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 
(W) 

1,2 

0,8 

0,4 

o Tamb(OC) (1) 

o 50 100 150 200 Tcase(OC) (2) 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension col/ecteur-base 

Collector-emitter voltage RBE ';;;;10n Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Power dissipation 
Tamb = 25°C (1) 

Dissipation de puissance Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max Température de jonction 

Storage temperature max 
Température de stocktlge min 

2N 708 

15V 

30-120 

300 MHz min 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
Boîtier Voir dessin co~ CB-6 derni~res pagBs 

Weight: 0,32 9 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCER 

VCEO 

VEBO 

Ptot 

Tj 

Tstg 

, 
Bottom view 
Vue dB dBssous 

Collector is connected to case 
Le collacteur est relié au boîtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

40 V 

20 V 

15 V 

5 V 

0,36 
W 

1,2 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

76-03 1/8 

87 

1 



2N708 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel col/ecteur-bess 

Collector-emitter eut-off current 
Courent r~siduel col/ecttlur-flmettrJur 

Emitter-base eut-off current 
Courant r~sidual ~metteur-bass 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur·bass 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-{JmettrJur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tansion de claquage ~metteur-bass 

Static forward current transfer ratio 
Valaur statique du rapport de transfert 
direct du courent 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de sawretion collacttlUr-flmettrJur 

Base-emitter saturation voltage 
Tansion de sawration bass-fl"",ttrJur 

* Pulsed 
Impulsions 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 20 V 

lE =0 

VCB = 20 V 

lE =0 
Tamb = 150°C 

VCE = 20 V 

VBE = -0,25 V 

Tamb = 125°C 

VEB = 4 V 

IC =0 

lE =0 

IC =lp.A 

RBE ~ 10 il 

IC =30mA 

lB =0 

IC =30mA 

IC =0 

lE = 10p.A 

VCE = 1 V 

IC =0,5 mA 

VCE = 1 V 

IC =10mA 

VCE = 1 V 

IC =10mA 

Tamb = -55°C 

IC =10mA 

'B =1 mA 

IC =7mA 

lB =0,7 mA 

-55°C<Tamb <125°C 

IC -10mA 

lB =1 mA 

IC =7mA 

lB =0,7 mA 

Tamb = -55°C 

ICBO 

ICEX 

IEBO 

V(BRICBO 

V(BRICER* 

V(BRICEO* 

V(BRIEBO 

h21E* 

VCEsat 

VSEsat 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicationscontrairesJ 

Min. Typ. Max. 

25 3 nA 

2 15 p.A 

10 p.A 

0,1 p.A 

40 V 

20 V 

15 V 

5 V 

15 50 

30 120 

15 

0,15 0,4 V 

0,4 V 

0,72 0,8 V 

0,9 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition freQuency 
VCE = 10V 

Fr6quence de trensition IC = 10mA 

f = 100 Mhz 

Output capacitance 
VCB = 10V 

Capecitff de sortie lE =0 

f = 1 MHz 

Real part of input impedance 
VCE = 10V 

Partie rf1elle de l'impédance d'entrf1e IC = 10mA 

f = 300 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TION 

Turn·on time IC ""'lOmA 
Temps total d'éteblisssment (fig. l) 

IBl ""'3 mA 

IC "'" 10mA 
Turn·aff time (fig.l) IBl ""'3 mA 
Temps totel de coupure 

IB2 ""'-1 mA 

IC ""'lOmA 
Carrier storage time (fig. 2) IBl ""'lOmA 
Retard Il la décroissance 

IB2 "'" -lOmA 

Min. 

fT 300 

C22b 

Re (hlle) 

td + tr 

ts + tf 

t s 

2N 708 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

480 

3,5 6 

50 

12,5 

30 

13 25 

MHz 

pF 

n 

ns 

ns 

ns 

3/8 
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1 



2N 708 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Figure 1 

Generator 
G8n8rateur 

Z = 50n 
tr < 1 ns 

-4V 
+21 V 

5kn 
V1(-*------~--~~--.-----~ 

5kn 

50n 

o 

Turn-on time td + tr 
Temps total d'établissement 

Figure 2 

Generator 
Générateur, 

V 1 (e}----.... -I t----+-r:=J--t 

270n 

S90n 

91 n 

Z = 50n 
tr < 1 ns 

,It---------~-------III 2,5 nF 
6sn 

High impedance oscilloscope 
Oscilloscope à haute frtJquencs 

V2 

VBB = +17 V 

V 1 = -20 V 

90% 

Temps total de ooupura 

ts + tf 

High impedance oscilloscope 
Oscilloscope à haute imp8dBnce 

Signal at point «A'fI +6 V--I--~ 
o S_~poln,'A' 0 >,;; 

Input signal ----... \~----V---,lr--- -4 V--+----+-~~-----
Signal d'entr~o V __________ ~ ___ 1 "'-- xts 1 l V

2 Output signal 10 % 
Signal de sortie 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

le 
(mA) 

15 

10 

5 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

le 
(mA) 

80 

60 

T.mb-~ 

~ 
V 
V 

V V 

40 

V 
20 

~ l) 
o 

V
eE 

=1 V j....-t- 15J:è'. ....... 
Î\ 

\ 
~ 

25°e 

V V ~ 
V V 

" T amb =-55°e 

-~ r-- '"-
~ ~ 

2N 708 

l...-i':4tnA 
2LA 

-1 
1,6mA 

1 

1,2 mA_ 

1 

O,SmA 

1 

0,4 mA 

l 
lB =0,2 mA 

1 

2 3 1 
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2N 708 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

VCE =1 V 

0,8 

:::::_1)1)0:"-

"(~~m 
1-1- ~ !)oC 

~~ 
~~ 

~ 

.llOC - ';/" 0,6 
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0,2 

V ~ 

./ 
~~ 

0,8 

/V 
0,6 

0,4 

0,2 
4 6 R 

IC(mA) 

VBEsa 
(V) 

~=10 
lB 

a VCEs t 
(V) 

0,4 

0,3 

~=10 
lB 

1---0,2 

--
0,1 
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V .... 
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l--~ 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

) 
lE =0 

6 

~ 
4 

2 

o 
o 

i 

'-- amb :::: 25Oc 
~r--

5 10 

2N 708 

7/8 

93 



2N 708 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NPN SI LlCON TRANSISTORS, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

2N 735, 2N 735 A 
2N 736, 2N 736 B 

LF small signal amplification 
Amplification BF petits signaux 

Switching 
Commutation 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
P
tot 

(W) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

\ 

" \ 
1\ 

\ o 
50 100 150 200 T amb (OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage VCBO Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage VCEO Tttnsion collectttur-flmtlttttur 

f::mitter-base voltage VESO 
Tension ~mttttttur-baSll 

Collector current IC 
Courent collectttur 

Power dissipation Ptot Dissipation dtt puisStfnce 

Junction temperature max Tj Tttmp~returtl dtt jonction 

StCTâ~ temperature min Tstg Tem~returtl dtt stock. max 

"

THOMSON-CSF 
~SEhoICCN:luCTE~ 

~ 

h21E 
(5 mA) 

60V 

{
40 - 100 

80 - 200 

2N 735, A 

2N 736, B 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-6 dernières pages 

, 
Weight: 0,32 9 
Masse 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

2N 735 2N 735 A 2N 736 2N 736 B 

80 80 80 80 V 

60 60 60 60 V 

5 6 5 7 V 

50 50 50 100 mA 

0,5 0,5 0,5 0,5 W 

200 200 200 200 oc 

-65 -65 -65 -65 oc 

+200 +200 +200 +200 oC 

76 - 03 1/7 

95 



2N 735, 2N 735 A, 2N 736, 2N 736 B 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant rlsidufll COllllCtflur-beSfl 

Emitter-base eut-off current 
Courant résidufll émflttflur-NSfI 

Collector-base breakdown voltage 
Tflnsion cIfI clll/Qull(Jfl collflCtflUr-NSfI 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension dfl claqull(Jfl collfICtflur-émflttflu~ 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension dfl claqull(Jfl émflttflur-NSfl 

Static forward current transfer ratio 
VlIlflur statique du rapport de transfflrt 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collflctflUr-émflttflur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension cIfI sllturlltion NSfI-émtlttflur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 

96 

o .;;; 2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 40 V 

lE =0 

VCB = 50 V 

lE =0 

VCB - 50 V 

lE =0 

Tamb = 150°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

lE =0 

IC =10J.l.A 

lB =0 

IC = 10mA 

IC =0 

lE =10J.l.A 

VCE = 5 V 

IC =5mA 

IC = 10mA 

lB =2mA 

IC = 10mA 

lB =2mA 

2N 735 

2N 736 

ICBO 
2N 735 A 

2N 736 B 

2N 735 A 

2N 736 B 

2N 735 

2N 736 
IEBO 

2N 735 A 

2N 736 B 

V(BRICBO 

V(BRICEO* 

2N 735 

V(BRIEBO 
2N 736 

2N 735 A 

2N 736 B 

2N 735 

2N 735 A 
h21E 

2N 736 

2N 736 B 

2N 735 

VCEsat 
2N 736 

2N 735 A 

2N 736 B 

2N 735 

VBEsat 
2N 736 

2N 735 A 

2N 736 B 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

1 J.l.A 

5 nA 

5 J.l.A 

10 J.l.A 

5 nA 

80 V 

60 V 

5 

V 
6 

7 

30 100 

60 200 

1 

V 

0,5 

0,35 1,5 

V 

0,7 0,95 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits Signaux) 

Test conditions 
Conditions dB mesure 

VCE = 5 V 

lE =-5mA 

f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

lE =-1 mA 
Forward current transfer ratio f = 1 kHz 
Rapport de transfert diract du courant 

VCE = 5 V 

lE =-5mA 

f = 1 kHz 

Tamb = -55°C 

VCE = 5 V 
Input impedance 

lE =-5mA Impédance d'tlntr. 
f = 1 kHz 

VCE = 5 V 
Transition frequency 

lE =-5mA 
Frtiquence de transition 

f = 30 MHz 

VCB = 5 V 
Output capacitance lE =0 
Cspscitl de $Ortie 

f = 1 MHz 

h21e 

h11e 

fT 

C22b 

2N 735, 2N 735 A, 2N 736, 2N 736 B 

Min. 

2N 735 A 40 

2N 736 B 80 

2N 735 A 30 

2N 736 B 60 

2N 735 A 20 

2N 736 B 40 

2N 735 A 

2N 736 B 

2N 735 A 60 

2N 736 B 100 

2N 735 

2N 736 

2N 735 A 

2N 736 B 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrair.,) 

Typ. Max. 

100 

200 

100 

150 

1,5 

1,8 

10 

6 

kn 

MHz 

pF 

3/7 
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2N 735, 2N 735 A, 2N 736, 2N 736 B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/7 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

!2N 7~5, A 
VCE -5V 

-

0 ~oC 
";-- - r--. y 

V" 
F~ 

./ 
~~ 

./ 
I-o-'fo" 

5
1
/ V .J.--_ 

......... --:_~SoC 
./ 
~~ V "{.(t\o 1 Il 

~ /~ 
1 " 4 68
101 

2 4 68 

IC lmA ) 

0,8 

1/ 
2N 735, A 

VCE =5V 

1 JJ~ob ..... ~ 
.2!~11J. 

'}.SoC ~ 

f-~-1 
!-' 

1 il. 

0,6 

r;poC ",/ ,,-.. 
.... 1'" r--

~ 

0,4 

0,2 

o 
2 4 68 2 4 68 

10-1 100 101 
4 68 

IC lmA) 

2N 735, 2N 735 A, 2N 736, 2N 736 B 

150 

100 
)1 

// 
V 

)~ 

~ 
~/' 

50 

o 

0,8 -I-~ 

0,6 
~ 

0,4 

-~~ 0,2 

o 
10-1 2 

,~ 
2N 736. B 

VCE =5V 

..... 

J/ 'j\ 

/ 
SoC 

",' ~I--

/ V ~ ~ 
1/:"- poC 

/~,. 

/' '\8~ 

468 2468 

101 Ic lmA) 

11 2N 736, B 
VCE =5V 

1 l~s~o'c_~ 
~~1I1 

~~---~ 1 

loJ ....... -
~ ..... V 

4 68 

IC lmA) 

5/7 

99 

1 



2N 735, 2N 735 A, 2N 736, 2N 736 B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, EPITAXIAUX 

- HF small signal amplification 
Amplification HF petits signaux 

- Low current high speed switching 
Commutation très rapide faible courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

P
tot 

(W) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
Tamb(oC) (1) 

0'--'--5'-0--' 0'-0-'-5&":0""'-2-0'-0--' T case(OC) (2) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collllcteur-blIse 

Collector-emitter voltage 
T/lnsion collectllur-émtlttllur 

Emitter-base voltage 
T/lnsion émettllur-blIse 

Collector current 
Courant col/ectllur 

-
Power dissipation Tamb = 25°C 
Dissipation de puissance T = 25°C case 

(1) 

(2) 

Junction temperature max 
T/lmpérature de jonction 

Storage tell}perature min 
Température ée stockBfltl max 

12 V 

{
20 - 60 

40 - 120 

280 MHz 

2N 743 
2N 744 

2N 743 

2N 744 

min 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages 

1 
Weight: 0,32 9 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

20 V 

12 V 

5 V 

200 mA 

0,3 
W 

1 

175 oC 

-65 oC 

+200· oC 

75- 43 1/9 
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2N 743, 2N 744 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courent ~siduel coI/lICteur""" 

Collector-emitter eut-off current 
Counmt rllsiduel colltlcteur-!lmllttflur 

Emitter-base eut-off current 
Courent rllsiduel émetteur·blllII 

Collector-base breakdown voltage 
Tem;ion de cllKlw" col/llcteur-bllSil 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de cleque,. colltlcteur-4mllttflUr 

Static forward current transfer ratio 
Veleur stetiqulI du rtlpport de trensfllrt 
dirllct du courtlnt 

Collector-emitter saturation voltage 
Tllnsion de Sllturtlt/on colltlcteur-4mt1ttf1ur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/9 
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Test conditions 
Conditions de mtlw,.. 

VCB = 20 V 

lE = 0 

VCE = 10 V 

VBE = -0,35 V 

Tamb = lOO°C 

VCE = 20 V 

V BE =0 

VCE = 20 V 

VBE =0 

Tamb = 170°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

lE =0 

IC =10mA 

lB =0 

IC = 10mA 

VCE = 0,25 V 

IC =1 mA 

VCE = 0,35 V 

IC =10mA 

VCE = 1 V 

IC = 100 mA 

VCE = 0,35 V 

IC =10mA 
Tamb = -55°C 

IC = 10mA 

lB =1 mA 

IC = 100 mA 

lB =10mA 

ICBO 

ICEX 

ICES 

IEBO 

V(BRICBO 

V(BRICEO* 

h21E 
2N 743 

2N 744 

h21E* 2N 743 

2N 744 

2N 743 

2N 744 

h21E 
2N 743 

2N 744 

VCEsat* 
2N 743 

2N 744 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicetions contreires) 

Min. Typ. Max. 

1 pA 

30 p.A 

0,005 1 p.A 

100 pA 

10 p.A 

12 V 

12' V 

10 

20 

20 60 

40 120 

10 25 

20 40 

10 

20 

0,15 V 

0,30 
V 

0,2B 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter saturation voltage 
r.nlitHl .. utu,.tion coll«:r.ur~r 

B ... -.mitter IIturatictn voltage 
Twni.n • _i." ".....",.~r 

Test conditions 
Conditions de meMJrtI 

IC =lOmA 

lB =1 mA 
Tamb = 170°C 

IC = lQOmA 

lB =lOmA 
Tamb = 170°C 

IC =lOmA 

lB =1 mA 

IC = 100 mA 

lB =lOmA 

IC :z 10 mA 

lB =1 mA 
T

amb 
= -55°C 

IC = 100 mA 

lB = 10 m,( 

Tamb = -55°C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si"oals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frtlqwnœ de tnn.ition 

Ou~t ~acitance 
c.p«itl de .orti. 

* Pulsed 
Impulsions 

t p =300 f..IS [) .;; 2% 

VCE =lOV 

IC = 10mA 
f = 100 MHz 

VCB = 5 V 

lE =0 
f = 1 MHz 

Min. 

VCEsat 

2N 743 
VCEsat$ 

2N 744 

VSEsat 0,65 

VBEsat$ 

2N 743 280 
fT 

2N 744 280 

C22b 

2N 743, 2N 744 

(Unless otherwise stated) 
(S-Uf indic.tions contr.irtls) 

Typ. Max. 

0,22 0,35 

0,35 1 

0,33 1 

0,85 

1 1,5 

1,1 

1,6 

600 

700 

2,5 5 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

MHz 

pF 
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2N 743, 2N 744 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TION 

Test circuits 
Circuits de mesure 

R1 = R2 R3 R4 
(kn) (n) (H2) 

6,8 50 1 

3,3 50 0,22 

0,68 50 p,018 

0,33 56 0 

* Approximate values 
Va/eun approchMI. 

R5 
{km 

0 

0 

1 

1 

VBB V1 
,. 
C 

(V) (V) (mA) 

-1,8 10,2 

3 

8,7 -10,2 

-3 15 

10 

12 -15 

-3,5 15,3' 

50 

11,7 -15,3 

-4,5 20 

100 

15,3 -20 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 

Test conditions 
Conditions de mesure 

'
B1

• 
'B~ VBE(off) VCC 

(mA) (mA) (V) (V) 

-0,9 

1 -0,5 1---- 3,4 

-1,5 

3 -1,5 1---- 3 

1,8 

15 -7,5 1---- 4 

-2,4 

40 -20 - 6 

SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Figure 1 

o 

o ""''''l'''--....J 

4/9 
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Generator 
G6n6rateur 

z = son 
tr ..;; 1 ns 
t p ~ 300 ns 

{j < 2% 

RL 
(kn) 

t d + tr 
1 

~+1t 

td + tr 
0,25 

ts + 1t 

td + tr 
0,068 

ts + 1t 

\l + tr 
0,05 

ts + 1t 

Switching times 
Temps de commutation 

2N 743 

2N 744 

2N 743 

2N 744 

2N 743 

2N 744 

2N 743 

2N 744 

typo max. 

26 

ns 

30 

11 16 

10 16 
ns 

15 24 

17 24 

7 

ns 
15 

18 

6 12 

ns 
18 40 

23 45 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z = son 



SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC "" 10 mA 
Carrier storage time (fig. 2) IB1 "" 10mA 
Retard é la dtJcroissanCfi 

IB2 ""10mA 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION 

Figure 2 

Storage time ts 
Retard é la dtJcroiSlBnCfl 

2N 743, 2N 744 

Min. Typ. Max. 

2N 743 7 14 
ts ns 

2N 744 9 18 

890 n 
..,---i.:=}--...... --I _~-"1--_~1 V 2 

Generator 
GtJntJrateur 

z =50n 
181 = 10 mA 

..;:; 1 ns 

= 300 ns 

<2% 

Signal from generator 
Signal du gtJntJrateur 

Signal at point <lA» 
Signal au point lIA» 

Output sortie 
Signal de sortie 

56 n 

0 

\ -10V 

+6V 

0 

-4V 

91 n 

Iv, 

10% 

VA 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z = 50n 
tr ..;:; 1 ns 
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2N 743, 2N 744 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIDUES TYPIDUES 

le 
(mA) 2N 743 

Tamb = 25°C 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

VCEsat 
(V) 

0,5 

0,4 

0,3 

~ 

1 2N 743 

IC=10 lB 

~l .......... 
.... 1"- "{ a\'l\\:) .Jo 

0,2 

0,1 

IC 
(mA) 

200 

150 

100 

50 

2N 744 

2 3 

4 68 

IC(mA) 

IC 
(mA) 

15 

10 

5 

o 5 10 

2N 743, 2N 744 

2N 744 
Tamb =25°C 

15 

150 t-t--+-+--+--+--+-+-HHf--'lIrt--I 

100 t-t--+-+--+--+-+-+-HHf---+-.... 

50 

o 
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2N 743, 2N 744 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

2N 744 1 

f-VCE =5 V 

'O'00C 
-:;:.- ./ ~ 

"t&~~~" 

-~ 0,8 

0,6 --
0,4 

f-

VCEsat 
(V) 

0,5 

0,4 

0,3 

-

-
f--
1-"-

~~ 
~ ....... -

I~~ ' .... 
..,.. ~ .,. 

/ 

V 
V 

J 

V 
V ) 

V 
V 

12 N 744 

IC=10 lB 

1 
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8/9 

110 

0,1 11 
4 68 

IC(mA) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4 

8 

6 

4 

r 

4 

6 

" 1 

"-
~.:- .. ~ k 20 lB 

r\ "- ~ '. ~ .... , ., , r---

'" 
~ 

, ....... , 
~ ..... 

r-~; ~ .... 
"- "' ... 

'" " 

...... t---r-. ' . 
~ 

'C=5IB 

- t 
r -- 1- t d 

~ -... 
~ ~: r-

~r--, 
.... 

K 'r-. ~~ ~ '. ~ 
...... ....ro-.. 

, 

'" ~ 

"" ~B~ 

12N 743 

VBe ~-1,5V 
Tamb = 25°C 

10 lB 
~, 

1 

.. , 
i.o'" 

,~ ~I' 

" "', 
" , 

l' .. 
" l' 

468 
IC(mAI 

12N 744 

VBe ~-1,5V 
Tamb =25°C 

20 lB 

... 

~ 
~~ 

'~ p~ 
IICI=51~ , , , r-. 

4 

~ b 
- 1-\ 

'l' -- ~td 

468 
le (mAI 

) Tamb =25°C 

4 

4 

4 

8 

6 

4 

'" ~ '" ,<b~ ..... ...... ~ 
........... '0, 

~ 
..... lJ 

, l'-r-. 

ft; lJ ~ 
,,,,f<~ 

_1----L'2.0\~ 
1-- De 1 

\~ 1 

Tamb = 25°C 

'" ~ ~ """ r"r-. ......... '0, 
~ 

....... -..! , 
C """s i'-... ~ 

f ~~ 
~~L'2.0\~ 
~""L\e 1 
\~ 1 

2N 743, 2N 744 

............. 

~ 

1<' 

....... 

<0, 
r--.,.lJ 

--::::-c 
'" 
l""'"-

l~N 743 
I B1 --I

B2 
__ cf 

---tl 

~ ...... -~ 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, EPITAXIAL 

~ """""~ 

2N 753 

SEE DATA SHEET 2N 706 page: 81 
VOIR NOTICE 2N 706p.,e: 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, EPITAXIAL 

- Low current fast switching 
Commutation rapide faible courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

p 
tat 

(W) 

0,9 

0,6 

0,3 

1 

o 
o 

~~ 
1 '\ ~ \2\ 

1 '\ 1 \1\ -
1 """-'-~ 1 

--
50 100 150 

T
amb 

oC (1) 

T case oC (2) 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage RBE <1On 
Tension collecteur-émerteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetreur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Power dissipation Tamb= 25°C (1) 
Dissipation de puissance Tcase= 25°C (2) 

Junction temperature max 
Température de jonction 

Storage tempe rature min 
Température de stockage max 

*2N 914 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

15V 

30 - 120 

300 MHz min. 

Case TO-18 -- See outline drawing CB-16 on last pages 
Boîtier Voir dessin coté CB-16 derniéres pages 

, 
Weight: 0,32 g, 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCER 

VCEO 

VEBO 

Ptot 

Tj 

Tstg 

40 

20 

15 

5 

0,36 

1,2 

200 

-65 

+200 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

V 

W 

W 

oC 

oC 

oC 

75-48 1/3 
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*2N 914 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut·off current 
Courant r~siduel collecteur-bllll8 

Collector·emitter eut-off current 
Courant r~siduel collecteur~metteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur~metteur 

E mitter·base breakdown voltage 
Ten,;on de c/Bquege ~metteur·bell8 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur~metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bese~metteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 20 V 

lE =0 

VCB = 20 V 

lE =0 

Tamb = 150°C 

VCE = 20 V 

VBE = -0,25 V 

Tamb = 125°C 

VBE = 0 

IC = 1 fJA 

IC =30mA 

RBE ';;;;lOn 

lB =0 

IC =30mA 

IC =0 

lE =10fJA 

VCE = 1 V 

IC = 10mA 

VCE = 5 V 

IC = 500 mA 

IC = 200 mA 

lB = 20mA 

IC = 1 mA 

lB =10mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits SIgnaux) 

Transition frequency 
Fr~uenCtl de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

1 nput capacitance 
Capacit~ d'entrée 

* Pulsed 
Impulsions 

2/3 
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tp =200 fJS o ,;;;; 1 % 

VCE = 10V 

IC = 20 mA 

f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

V EB =0,5V 

IC =0 

f = 1 MHz 

ICBO 

ICEX 

V(BR)CEX 

V(BR)CER* 

V(BR)CEO* 

V(BR)EBO 

h21 t 

VCEsat 

VBEsat 

fT 

C22b 

C11b 

Min. 

40 

20 

15 

5 

30 

10 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

25 nA 

15 fJA 

10 fJA 

V 

V 

V 

V 

120 

0,4 0,7 V 

0,7 0,8 V 

300 MHz 

6 pF 

9 pF 



SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Turn-on time Fig. 1 
Temps total d'établissement IC = 200 mA 

IB1 =40mA 

Turn-off time Fig. 1 IB2 = -20 mA 
Temps total de coupure 

IC =20mA 
Carrier st orage time Fig. 2 IB1 = 20 mA 
Retard à la décroissance IB2 = -20 mA 

td + tr 

ts + tf 

t s 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 

Min. 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

40 ns 

40 ns 

20 1 
ns 

SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Generator 
GtJrHfrattlUr 

z = son 
tr ,,;; 1 ns 

Generator 
GénérattlUr 

Z = son 
tr ,,;; 1 ns 

Figure 1 

Vl 

Vl 

Figure 2 

O.lp.F 1 kn V2 

O.lp.Fl kn V2 

Oscilloscope 
Oscillo6Cope 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z = son 
tr ,,;; 1 ns 

3/3 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLA.NAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

2N 917 
*2N 918 

- VHF amplification small signal 
Amplification VHF petits signaux 

- Mixerand oscillator applications 
Applications en mélangeur et oscillateur 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
P
tot 

(mW) 

300 

200 

100 

o 

T
amb 

(OC) (1) 

L--'-....L __ L-_-'-_~ Tease (OC) (2) 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (liMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collectsur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

T = 25°C (1) 
Power dissipation fomb 
Dissipation de puissance Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max 
Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

VCEO 15V 

IC 50 mA 

Ptot 0,2W 

Gp(200 MHz) { 9dB 
15 dB 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

min 2N 917 

min 2N 918 

Case TO-72 - See outline drawing CS-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 dernières pages 

1 
Weight: 0,79 9 
Masse 

VCSO 

VCEO 

VESO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Connection iii' is connected to case 
La connexion Mat reliée au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

30 

15 

3 

50 

200 

300 

200 

-65 

+200 

V 

V 

V 

mA 

mW 

oC 

oC 

oC 
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2N 917, 2N 918 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant rHlduel coIl«:rwur .... 

Collector-base breakdown voltage 
T.".;on ,. c,..~ ooHecr.ur .... 

Collector-emitter breaktlown voltage 
T.",iOf/ ,. c~ colt.c/eur-4metwur 

Emitter-base breekdown volt. 
TM/,it", ,. claqu.,. "'tfflur·lM .. 

Static forwerd eurrent transfert ratio 
V""r '/etique tIu r.pport ,. trM,fert 
dintt:f du cou,."t 

CoHector-emitter saturation voltage 
TWlIifM ,. .. ",,.tHIit collft:teur-4tfJetwur 

8ase-emitter saturation voltage 
T~on ,. .. turari." ..... merr.ur 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions cM mesunt 

VCB = 15 V 

lE =0 

VCB = 15 V 

lE =0 

T = 150°C amb 

lE =0 

IC = lllA 

lB =0 

IC =3mA 

IC =0 

lE = 10 #lA 

VCE = 1 V 

IC =3mA 

IC =3mA 

la =0,15 mA 

IC =10mA 

lB =1 mA 

IC =3mA 

lB =0,15mA 

IC =10mA 

la =1 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for 5mall signalst 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
FrMlullnCtl de tran,ition 

Output capacitance 
CII"acit4 de ,ortill 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 

120 

8 .;;; 2% 

VCE = 10 V 

IC =4mA 

f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 
f = 1 MHz 

VCB =0 

lE =0 
f = 1 MHz 

2N 917 

2N 918 
ICBO 

2N 917 

2N 918 

V(BRICBO 

V(BRICEd'r. 

V(BAIEBO 

h21E 
2N 917 

2N '18 

2N 917 

VCEsat 

2H 918 

2N 917 

VBEsat 

2N 918 

2N 917 
fT 

2N 918 

2N 917 

2N 918 
C22b 

2N 918 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraints) 

Min. Typ. Max. 

1 
nA 

10 

0,1 
#lA 

1 

30 V 

15 V 

3 V 

20 200 

20 

0,5 

V 

0,4 

0,87 

V 

1 

500 
MHz 

600 

1,7 

pF 

3 



2N 917, 2N 918 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) (following) T
amb 

= 250C (Unlessotherwisestated) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (suite) (Sauf indicationscontrairesi 

Test conditions 
Conditions de mttsure 

V EB = 0,5 V 
1 nput capacitance 
C.plICitfJ d'antrH IC =0 

f = 1 MHz 

Feedback time constant 
VCB = 10V 

Constante de temps de réaction IC = 4mA 

f = 40 MHz 

VCE = 6 V 

Noise figure IC =lmA 
Facteur de bruit Rg =400n 

f = 60 MHz 

VCE = 10 V 

IC =5mA 

f = 200 MHz 

Power gain (neutralized) (Fig.2) 
Gain en puissance (neutrodyn~) VCE = 12 V 

IC =6mA 

f = 200 MHz 

RG = RL = 50 n 

Collector efficiency 
VCE = 15 V 

Efficacité collecteur IC =8mA 

f = 500 MHz 

Oscillator output power 
VCE = 15 V 

Puissance de sortie en oscillateur 
(Fig.l) IC =8mA 

f = 500 MHz 

Min. 

2N 917 
C11b 

2N 918 

Ih12bl 2N 917 

w 

F 

2N 917 9 

Gp 

2N 918 15 

17C 2N 918 25 

2N 917 10 
Posc 

2N 918 30 

Typ. Max. 

1,6 

2 

75 

6 

pF 

ps 

dB 

dB 

% 

mW 

3/6 
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2N 917, 2N 918 

500 MH.l oscillator test circuit 
Schéma de mesure de la puissance de sortie en oscillateur à 500 MHz 

Figure 1 

(Note 3) 

RFC 

22 kil 

Neutralized 200 MHz power gain test circuit 
Schéma de mesure gain neutrodyné 200 MHz 

Figure 2 

4/6 
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Choke 
0,01 pF 

~ 

1--+----' :'1 
L1 

L2 

L3 

Output" 
impédance 
Impédance 
de sortie 
Z=50il 

(1) Coax plumbing consists of the following 
G R air-lines : 
2 type 874 TEE 
1 type 874 - ° 20 adjustable stub 
1 type 874 - LA adjustable line 
1 type 874 WN3 short-circuit termination 

(2) 2 turns <1> N° 16 AWG wire, 3/8 inch 00, 
1 1/4 inch long 

(3) 9 turns <1> N°22 AWG wire, 3/16 inch 00, 
1/2 inch long 

(1) Les lignes coaxiales sont des lignes GENERAL 
RADIO: 
2 types 874 Té 
1 type 874 - 0 20 «Stub» ajustable 
1 type 874 - LA ligne ajustable 
1 type 874 WN3 court-circuit 

(2) 2 tours de fil <1> 1,3 mm; bobine <1> 10 mm: 
long. 32 mm 

(3) 9 tours de fil <1>0,65 mm; bobine <1>5 mm; 
long. 13mm 

3,5 turns W 16 tinned copper wire ; 5/16 dia: 
7/16 long. 
Turns ratio"" 4 to 2 

8 turns N° 16 tinned copper wire ; 1/8 dia: 
7/8 long. 
Turns ratio"" 8 ~o 1 

Adjustable coil (4·65 pH). 

L 1 3,5 tours de fil de cuivre de <f> 1,3 mm; <f> 8 mm; 
longueur 11 mm - rapport du nombre de tours 
de4à2 

L2 8 tours de fil de cuivre de <1> 1,3 mm ; <f> 3.2 mm ; 
longueur 23 mm . rapport du nimbre de tours 
de8à 1 

L3 Inductance réglage (0,4 à 0,65 J.IH). 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

1 2N 918 

1000C VCE = 1 V 

80 

60 

40 

20 

o 

VBEsat 
(V) 

~ 

V 1\ 
V ~ 

/ ~" 
V 

'}:;l''' ...... r\ 
/ 

V ~ 
/ V" ~ 

V V ~/~ ~ ~ 
f-~ 
~ :.?fl -~ 

IC =10 lB 

rorooC V "{8I1'b-::::--~ 
..... 

\ 
\ 

r\r\ 

"-
\.\ 
\ 

" 5 

IC(mA) 

2N 918 

~ 
~~ 

~ 
~~ 

0,8 

I--"~ ~o" V V 
~ ~ I-~ ~ l/ 

J-+-' 
I--t'"' 

1-'" 
~~ 

0,6 

0,4 

~ 
~OoC 

,0 ",t' 

V V 
V 

4 6 B 
IC(mA) 

v 
CEsat 
IVI 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

° 

P ose 
(mW 
C(% 

80 

60 

40 

20 

o 

) 
) 

IC =10 lB 

T =-55°C a7 1 

/ 
/ 

~I 
If 

/ 
fiC .... 

1 

1/ 
POfK;/ 

o 4 

2N 917, 2N 918 

2N 918 

1 
-55°C 

jV 
1000V ~250C ./ 

1 

T 2N 918 

V
CB

=15V 

~--. 

K~ 
/ 

V 

8 12 

, 
" 

16 IC(mA) 
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2N 917, 2N 918 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

2N 929 
*2N 930 

- LF small signal amplification (low noise) 
Amplification BF petits signaux (faible bruit) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 

tot 
(W) 

0,6 

0,4 

0,2 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collflcteur-baSB 

Collector-emitter voltage 
Tension collflctflur-4fT111ttflUr 

Emitter-base voltage 
Tension émettflur-baSB 

Collector current 
Courant collflctflur 

Power dissipation 
Tamb = 25°C (1) 

Dissipation dB puisSIInce Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max 
Températura dB jonction 

Storage temperature min 
Tem~ratu'" dB nocJca,. max 

45V 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

h21 E (10 ~A) ~ 40 - 120 
! 100 - 300 

2N 929 
2N93O 

F ! 4 dB max 2N 929 
3 dB max 2N 930 

Case TO-18 - See outline drawing C,B-6 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coœ CB-6 derniéres PBfJBs 

, 
Weight : 0,32 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

45 

45 

5 

30 

0,3 

0,6 

175 

-65 

+200 

V 

V 

V 

mA 

W 

oC 

oC 

oC 
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2N 929, 2N 930 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduflf collecteur-bBSfI 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-4mettflur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collectflur-4mettflur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collectflur-4mettflur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de SlIturation baSfl-4mettflUr 

* Pulsed 
Impulsions 

2/5 

126 

t p =300 ilS 8 ..;; 2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 45 V 

lE =0 

VCE = 45 V 

VBE =0 
Tamb = 25°C 

VCE = 45 V 

VBE =0 

T case = 170°C 

VCE = 5 V 

lB =0 

V EB = 5 V 

IC =0 

lB =0 

IC = 10mA 

VCE = 5 V 

IC =101lA 

VCE = 5 V 

IC = 500llA 

VCE = 5 V 

IC = 10mA 

VCE = 5 V 

IC =101lA 

VCE = 5 V 

IC = 500llA 

VCE = 5 V 

IC = 10mA 

VCE = 5 V 

IC = 10llA 

Tamb = -55°C 

IC = 10mA 

lB = 0,5 mA 

IC =10mA 

lB =0,5 mA 

Min. 

ICBO 

ICES 

ICEO 

IEBO 

V(BR)CEÔ" 45 

40 

h21E 

2N 929 60 

h21E* 

100 

h21E 

2N 930 150 

h21E* 
2N 929 10 

h21E 
2N 930 20 

VCEsa"t 

Vs Esat* 0,6 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

10 nA 

0,25 10 nA 

0,25 10 IlA 

0,1 2 nA 

0,1 10 nA 

V 

120 

150 

200 350 

300 

300 

300 600 

0,25 1 V 

1 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 5 V 
Forward current transfer ratio 

IC = 1 mA 
Rapport dB mmsfert direct du courent 

f = 1 kHz 

Input impedance 
VCB = 5 V 

lE =-1 mA 
Impk/Bnce d'entr., 

f = 1 kHz 

Reverse voltage transfer ratio 
VCB = 5 V 

lE = 1 mA 
Rapport dB transfert inverse de la tension 

f = 1 kHz 

Output admittance 
VCB = 5 V 

lE =-1 mA 
Admittance de sortie 

f = 1 kHz 

Transition frequency 
VCE = 5 V 

IC = 0,5 mA 
Frkluence dB transition 

f = 30 MHz 

Output capacitance 
VCB = 5 V 

Capacité de sortie lE =0 

VCE = 5 V 

IC =10J.lA 

RG = 10kn 

f = 80 Hz 
.6f = 20 Hz 

Noise figure 
Facteur de bruit 

VCE = 5 V 

IC = 10J.lA 

RG =10kn 

10 HZ<f~15,7 kHz 

Min. 

2N 929 60 
h21e 

2N 930 150 

h11b 25 

h12b 

h22b 

fT 30 

C22b 

2N 929 

2N 930 

F 

2N 929 

2N 930 

2N 929, 2N 930 

Typ. Max. 

350 

600 

32 

6 

1 

180 

3 8 

3,5 

2,5 

1,9 4 

1,8 3 

n 

10-4 

J.lS 

MHz 

pF 

dB 
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2N 929, 2N 930 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

2N 929 
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2N 929, 2N 930
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NOTES 



PNP SI LlCON TRANSISTORS, PLANAR 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR 

- General use 
Usage général 

- Small signal LF amplification 
Amplification BF petits signaux 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 

tot 
(W) 

1,5 

0,5 

o 

(1) Tamb(OC) 

'---'---'-__ .1...-_-'--..::::...----' (2) Tcase(OC) 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension co/IBctsur-base 

Collector-emitter voltage RBE ";: la n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant co/IBcteur 

Power dissipation Tamb= 25°C (1) 

Dissipation de puissance Tcase= 25°C (2) 

Junction temperature 
max. Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

-35 V 

2N 1131 
2N 1132 

\20 45 
h21 E (150 mA)bo _ 90 

2N 1131 

2N 1132 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-l dernilJres pages 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCER 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boîtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 1131 
2N 1132 

-50 

-50 

-35 

-5 

-600 

0,6 
2 

175 

- 65 
+200 

V 

V 

V 

V 

mA 

W 

W 

oC 

oC 
oC 

76-091/3 
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2N1131, 2N 1132 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant rtJsiduel collectflur-NI8 

Emitter-base eut-off current 
Courant rtJsiduel émetteur-bal8 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claqullge COllecteur-Nse 

Collector-emitter breakdown voltage 
T(!nsion dB claquage collectflur-llmetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage tJmettflur·bal8 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statiqua du rapport da transfert 
direct du. courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-llmettflur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émettaur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/3 

132 

o ~ 2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -30 V 

lE =0 

VCB = -30 V 

lE =0 
Tamb= 150°C 

VEB = -2 V 

IC =0 

IC = -lOOJJ.A 

lE =0 

RBE = 10 n 
IC = -100 mA 

IC = -100 mA 

lB =0 

IlE = -lOOJJ.A 

IC =0 

VCE =-10V 

IC =-5mA 

VCE =-lOV 

IC = -150 mA 

IC = -150 mA 

lB =-15mA 

IC = -150 mA 

lB = -15 mA 

Min. 

ICBO 

IEBO 

V(BRICBO -50 

V(BRICER * -50 

V(BRICEO * -35 

V(BRIEBO -5 

2N 1132 15 

2N 1132 25 

h21E * 
2N 1131 20 

1 2N 1131 30 

VCEsat 

VBEsat 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-1 JJ.A 

-100 JJ.A 

-100 JJ.A 

V 

V 

V 

V 

45 

90 

-1,5 V 

-1,3 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS T 25 C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES amb = 0 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -5 V 

IC =-1 mA 

f = 1 kHz 
Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

VCE = -10 V 

IC =-5mA 

f = 1 kHz 

VCB = -5 V 

IC =-1 mA 

f = 1 kHz 
Input impedance 
/ mpédance d'entrtle 

VCB =-10V 

IC = -5mA 

f = 1 kHz 

VCB = -5 V 

IC =-1 mA 

f = 1 kHz 
Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert inverse de /a tension 

VCB = -10 V 

IC =-5mA 

f = 1 kHz 

VCB = -5 V 

IC =-1 mA 

f = 1 kHz 
Output admittance 
Admittance de sortie 

VCB = -10 V 

IC =-5mA 

f 1 kHz 

VCE = -10 V 
Transition frequency 
Fr~uence de transition IC = -50 mA 

f = 10 MHz 

Outpu~ capacitance 
VCB = -10 V 

Capacité de sortie lE =0 
f = 1 MHz 

\ nput capacitance 
V EB = -0,5 V 

Capacité d'entrtle IC =0 
f = 1 MHz 

Min. 

2N 1131 15 

2N 1132 25 
h21e 

2N 1131 20 

2N 1132 30 

25 

h11b 

h12b 

h22b 

2N 1131 50 

fT 

2N 1132 60 

C22b 

C11b 

2N 1131, 2N 1132 

(Unless otherwise stated) 
ISauf indications contraires) 

Typ. Max. 

50 

100 

35 n 

10 n 

8 10-4 

8 10-4 

1 J..I.S 

5 J..I.S 

MHz 

MHz 

45 pF 

BO pF 

3/3 
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NOTES 



NPN SI LlCON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

2N 1420 

- LF amplification 
Amplification LF 

- Switching 
Commutation 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot _...--r---,---r-----, 
(w) 

1,5 

0,5 (1) T amb (OC) 

(2) T case (OC) 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collttcteur-base 

Collector-emitter voltage RBE .;;;10n 
Tension collecœur-émettflur 

Emitter-base voltage 
Tension émetœur-base 

Power dissipation Tamb= 25°C (1) 
Dissipation de puissance Tcase= 25°C (2) 

Junction temperature max. 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

h21 E (150 mA) 

fT 

30V 

100 - 300 

50 MHz min. 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté cs-, derni~res pages 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

VCBO 

VCER 

VEBO 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

60 

39 

5 

0,6 

2 

175 

- 65 
+200 

V 

V 

V 

W 

W 

oC 

oc 
oC 
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2N 1420 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant r~siduel collacteur-ba. 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collacteur~metteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage ~metteur·ba. 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur~metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base~metteur 

Tamb.=25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 30 V 

lE =0 

VCB = 30 V 

lE =0 

Tamb= 150°C 

lE =0 

IC = 100p.A 

RBE = 10 n 
IC = 100 mA 

IC =0 

lE = 100p.A 

VCE = 10 V 

IC = 150 mA 

IC = 150mA 

lB = 15mA 

IC = 150mA 

lB = 15mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si9nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fr~uence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

* Pulsed 
Impulsions 

2/2 
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tp =300 p.s li ..;; 2% 

VCE = 10 V 

IC =50mA 

f = 20 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

Min. 

ICBO 

V(BRlCBO 60 

V(BRlCER * 30 

V(BRlEBO 5 

h21E * 100 

VCEsat * 

VBEsat * 

fT 50 

C22b 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

p.A 

100 p.A 

V 

V 

V 

300 

1,5 V 

1,3 V 

MHz 

35 pF 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

*2N 1613 
*2N 1711 

- LF amplification 
Amplification BF 

- Switching 
Commutation 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

p 
tot 

(W) 

o 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage RBE ";; 10 n 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension tl:metteur-base 

Tamb = 25°C (1) 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max 
Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

"'

THOMSON-CSF 
~5EMICCK:U:TEl.R5 

~ 

VCER 

h21 E (150 mA) 

fT 

* Preferred dev ice 
Dispositif recommandé 

50V 

{ 40 - 120 2N 1613 
100 - 300 2N 1711 

{ 60 MHz min. 2N 1613 
70 MHz min. 2N 1711 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
Boîtier Voir dessin coté CB-7 dernitl:res pages 

Weight: 1,1 g. 
Masse 

VCBO 

VCER 

VEBO 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boîtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

75 

50 

7 

0,8 

3 

200 

-65 

+200 

V 

V 

V 

W 

oC 

oC 
0(' 

76- 02 1/6 
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2N 1613, 2N 1711 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant ~siduel collecteur-base 

Emitter-base eut-off current 
Courant ~siduel émetteur-base 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur~merteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation co/lecteur~metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 

138 

t p = 300 j.lS o ,;;;; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 60 V 

lE =0 

VCB = 60 V 

lE =0 

Tamb = 150°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 100 /.lA 
lE =0 

IC = 100 mA 

RBE = 10U 

IC =0 

lE = 100j.lA 

VCE = 10V 

IC = 10j.lA 

VCE = 10V 

IC = 100j.lA 

VCE = 10 V 

IC = 10mA 

VCE = 10V 

IC = 150mA 

VCE = 10V 

IC = 500 mA 

VCE = 10 V 

IC =10mA 

Tamb = -55°C 

IC = 150 mA 

lB =15mA 

IC = 150mA 

lB = 15mA 

ICBO 

IEBO 
2N 1613 

2N 1711 

V(BRlCBO 

V(BRlCER 

V(BRlEBO 

2N 1711 

2N 1613 
h21E 

2N 1711 

2N 1613 

2N 1711 

2N 1613 

2N 1711 
h21E'" 

2N 1613 

2N 1711 

2N 1613 
h21E 

2N 1711 

VCEsat'" 
2N 1613 

2N 1711 

VBEsat* 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

10 nA 

10 j.lA 

10 
nA 

5 

75 V 

50 V 

7 V 

20 45 

20 45 

35 70 

35 75 

75 130 

40 120 

100 300 

20 40 

40 100 

20 

35 

0,3 1,5 
V 

0,2 1,5 

0,9 1,3 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 5 V 

IC = 1 mA 

Forward current transfer ratio 
f = 1 kHz 

Rapport de transfBrt direct du courant VCE = 10V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC = 1 mA 

Input impedance f = 1 kHz 
Impédance d'entrée 

VCB = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC = 1 mA 

Reverse voltage transfer ratio f = 1 kHz 
Rapport de transfert inllflrse de la tension VCB = 10V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC = 1 mA 

Output admittance 
f = 1 kHz 

Admittance de sortie VCB = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCE = 10V 
Transition frequency IC =50mA 
Fréquence de transition 

f = 20 MHz 

VCB = 10V 
Output capacitance lE =0 
Capacité de sortie 

f = 1 MHz 

V EB = 0,5 V 
1 nput capacitance 

IC =0 
Capacité d'entrée 

f = 1 MHz 

VCE = 10V 

IC = 0,3 mA 
Noise figure 

RG =510n Facteur de bruit 
f = 1 kHz 
6f = 1 Hz 

Min. 

2N 1613 30 

h21e 
2N 1711 50 

2N 1613 35 

2N 1711 70 

24 

h11b 

4 

2N 1613 

h12b 
2N 1711 

2N 1613 

2N 1711 

0,1 

h22b 

0,1 

2N 1613 60 
fT 

2N 1711 70 

C22b 

C11b 

2N 1613 

F 

2N 1711 

2N 1613, 2N 1711 

Typ. Max. 

100 

200 

150 

300 

34 

8 

3 

5 

3 

5 

0,5 

1 

160 

200 

25 

80 

12 

8 

n 

10-4 

ilS 

MHz 

pF 

pF 

dB 

3/6 
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2N 1613, 2N 1711 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

lB =10 mA 

2N 1613 
L-__ ~ __ ~ __ ~ ____ L-__ ~ __ ~ J 

4/6 
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o 2 3 4 5 VCE(Vt 

IC 
(mA 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

t V 0,7 mA 1 

~ 

/ l/ o
,
6mî 

V / 
j".0,5mî 

V~ .1 V 0,4
1
mA 

1/ ~ 
1 

0,3 mA 

.-""" 
V 0,2 mA 

V ./V 
~ ~ 

-1 

~ J lB =0,1 mA 

--'" 
/ 

iii"" T 
2N 1711 

o 10 20 30 

2N 1711 

o 2 3 4 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

200 

~ 1.---
.,.~ 

160 

120 

80 

40 

o 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

V 

..... 1"" ~ 

4 6 8 
10"1 

-

V "" 

~ 
~i"'" 

V 

~ r---

./ 
V .... 

/ 
V 

. 

V 
V~ 

/ 
Vr'" 

-~ ~ 

./"'" 

./ 
/" 

....... J . .,. 

/ 
V 

i-" I-~ V 
~Io-~ ~I--' ..--1-- f....- I---r-

4 6 

2N 1613, 2N 1711 

+150oC 

r-...... r-...t"'--

" +2SoC 

"1 ~ r--I"- r--..... , 
Tamb =-SsoC 

r-...... 

+1S0oC 
~ 

~ 

'''r\ , 
\ 

+2SoC \ -..... 
~ 

T '=-S50 C '" amb 

r-l''--r--r:--...... 

2N 1613 

4 6 8 

'CImA) 

2N 1711 

4 6 8 

'C(mA) 
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2N 1613, 2N 1711 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/6 
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C22b 
(pF ) 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

o 
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

2N 1889 
2N 1890 

- LF amplification 
Ampfficiation L F 

- Switching 
Commutation 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 
(W) 

T amb (OC) (1) 

T case (OC) (2) 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage RSE ~ 10 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émerreur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Power dissipation Tamb= 25°C 
Dissipation de puissance Tcase= 25°C 

Junction temperature max 
Tempill7lture de jonction 

min 

Storage temperature 
TempiJl7lture de stockage 

max 

VCEO 80V 

{ 
40 - 120 

h21 E(150 mA) 
100 - 300 

2N 1889 

2N 1890 

{
50 MHz 

60 MHz 

min 2N 1889 

min 2N 1890 

Case TO-39 - See outline drawing CS-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CS-' derniiJres pages 

Weight: 1,1 g 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCSO 

VCER 

VCEO 

VEBO 

Ptot 

Tj 

Tstg 

100 

80 

60 

0,8 

3 

200 

-65 

+200 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boîtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

V 

W 
W 

oC 

oC 

oC 

75-47 1/3 
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2N 1889, 2N 1890 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant fflsiduel collecteur-base 

Emitter-base eut-off current 
Courant r~sidual ~metteur-baStl 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de clMluage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur~metteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage ~metteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation colltlcteur~metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tanslon dII saturation bale-4metteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/3 

144 

tp =200 fJ.S cS .;;;; 1 % 

Test conditions 
Conditlonldllmewre 

VCB =75V 

'E =0 

VCB =75V 

lE =0 
T = 150°C amb 

V EB = 5 V 

'C =0 

'E =0 

'C = 100fJ.A 

RBE = 10 n 
'C = 100 mA 

'B =0 

IC =30mA 

IC =0 

lE = l00fJ.A 

VCE =10V 

IC = 100fJ.A 

VCE = 10 V 

IC = 10mA 

VCE = 10 V 

IC = 150 mA 

VCE = 10 V 

'C = 10mA 

T = -55°C amb 

'e =50mA 

lB =5mA 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

'C =50mA 

lB =5mA 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

'
CBO 

'
EBO 

V(BRlCBO 

V(BRlCE~ 

V(BRlCE~ 

V(BRlEBO 

2N 1889 

h21E 

2N 1889 

h21 t 2N 1889 

2N 1890 

h21E 2N 1889 

VCEsat 

VBEsaf 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

10 nA 

15 fJ.A 

10 nA 

100 V 

80 V 

60 V 

7 V 

20 

35 

40 120 

100 300 

20 

1,2 

V 

5 

0,9 

V 

1,3 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert inverse de la tension 

Output admittance 
Admittance de sortie 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Input capacitance 
Capacité d'entrée 

* Pulsed 
Impulsions 

t p =200 J.ls 15 .;;; 1 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE =10V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCB = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC =1 mA 
f = 1 kHz 

VCB = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCB = 10 V 

IC =5mA 
f = 1 kHz 

VCE = 10 V 

IC =50mA 
f = 20 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

V EB =0,5V 

IC =0 
f = 1 MHz 

2N 1889 

2N 1890 
h21e 

2N 1889 

2N 1890 

hllb 

2N 1889 

2N 1890 
h12b 

2N 1889 

2N 1890 
h22b 

2N 1889 

2N 1890 

2N 1889 
fT 

2N 1890 

C22b 

C11b 

2N 1889, 2N 1890 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

30 100 

50 200 

45 150 

70 300 

20 30 

4 8 

1,25 

1,5 

1,5 

0,5 

0,3 

0,5 

0,3 

50 

60 

15 

85 

n 

n 

10.4 

10.4 

p.S 

p.S 

MHz 

pF 

pF 

3/3 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

~2N 1893 

- LF amplification (high voltage) 
Amplification BF (haute tension) 

- Switching 
Commutation 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot ,---,--r---,----, 
(W) 

Tamb(OC) (1) 

50 100 150 200 T (OC) (2) 
case 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage RBE.<:' 10n Tension collectaur-1lmetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collectaur-1lmettf]ur 

Emitter-base voltage 
Tension émettaur-base 

Power dissipation 
Tamb = 25°C (1) 

Dissipation de puissance Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max 
Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

VCEO 

* Preferred dev ice 
Dispositif recommandé 

80V 

40 - 120 

50 MHz min 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-l derniéres pages 

Weight : 1,1 9 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCER 

VCEO 

V EBO 

Ptot 

Tj 

Tstg 

COE 
B 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

120 -----
100 

80 ,-

7 

0,8 

3 

200 

-65 
+200 

_.- V 

V 

V 

V 

W 

oC 

oc 
oc 

76- 01 1/4 
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2N 1893 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur·œ. 

Emitter-base cut·off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collflcteur-œse 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage éhletteur·bllSfl 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stetiqufl du rapport de transfert 
direct du courllnt 

Collector-emitter saturation voltage 
Tflnsion de saturtltion collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturlltion bIIse-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 

148 

tp =300 ps 

Tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 90 V 

'E =0 

VCB = 90 V 

lE =0 
T = 150°C amb 

VEB = 5 V 

'C =0 

'E =0 

'C = 100pA 

RBE = 10n 

'C = 100 mA 

'B =0 

'C =30mA 

'C =0 

'E = 100pA 

VCE = 10 V 

'C = 100pA 

VCE = 10 V 

'C = 10mA 

VCE =10V 

'C = 150 mA 

VCE = 10 V 

'C =10mA 
Tamb = -55°C 

'C =50mA 

'B =5_mA 

'C = 150 mA 

'B =15mA 

'C =50mA 

'B =5mA 

'C = 150 mA 

'B =15mA 

Min. 

'
CBO 

'
EBO 

V(BRICBO 120 

V(BRICER* 100 

V(BRICEO* 80 

V(BRIEBO 7 

h21E 20 

35 

h21E* 

40 

h21E 20 

VCEsat* 

VBEsat* 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

10 nA 

15 pA 

10 nA 

V 

V 

V 

120 

1,2 

V 

5 

0,9 

V 

1,3 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

Forward current transfer ratio f = 1 kHz 
Rapport de transfert direct du courant 

VCE = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC =1 mA 

Input impedance 
f = 1 kHz 

Impédance d'entr{te 

VCB = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCB = 5 V 

IC =1 mA 

Reverse voltage transfer ratio 
f = 1 kHz 

Rapport de transfert inverse de la tension 
VCB = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 
Output admittance 
Admittance de sortie 

VCB = 10 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

Transition frequency 
VCE = 10 V 

Fr~uence de transition IC =50mA 
f = 20 MHz 

Output capacitance 
VCB = 10V 

lE =0 
Capacité de sortie 

f = 1 MHz 

\ nput capacitance 
VEB =0,5V 

Capacit~ d'entr{te IC =0 

f = 1 MHz 

Min. 

30 

h21e 

45 

20 

h11b 

4 

h12b 

h22b 

fT 50 

C22b 

C11b 

2N 1893 

(U n less otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

100 

30 

8 

1,25 

1,5 

0,5 

0,5 

15 

85 

n 

10-4 

J.lS 

MHz 

pF 

pF 

3/4 
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2N 1893 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

'c 
(mA) 

10 ~--+---~---+--~----+-~ 

2 b_.j--+--~--:---Y---+----l 

'B =OmA 

20 40 

1'" ",,'" 

120 

80 

~ 
",V 

l/;oJC 
_r- .... 

'}.~(j i--'" 

~h1 
lc;,oc 

~'" ~~~~~ ,)'/ 

40 

~ ..... 
10-" ......... 

1\ 

~ 

o 
252525252525 

10-3 10-2 10-1 100 101 102 'CImA) 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

2N 1986 

- LF amplification 
Amplification BF 

- Switching 
Commutation 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

1', 
1 '\ 1 
1 

1 

~ 1 
1 
1 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage RBE .;;; 10 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Power dissipation 
Dissipetion de puissance 

Junction temperature max_ Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max_ 

~TI-lOMSON-CSF 
(WIS()Nse~TE~ 

~ 

VCBO 50V 

h21 E(150 mA) 60 - 240 

VCEsat { 06 V max. 
(30 mA/3 mA) , 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-7 derni~res pages 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

VCBO 

VCER 

VCEO 

VEBO 

Ptot 

Tj 

Tstg 

50 

40 

25 

5 

600 

150 

- 65 
+150 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

V 

mW 

oC 

oC 
oC 
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2N 1986 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-lmatteur 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-lmetteur 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-lmetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/3 

152 

[) .,;; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = 100 mA 

lB =0 

IC = 100 mA 

RBE ";; 10 n 

IC = 100~A 

lE =0 

lE =1 mA 

IC =0 

VCB = 30 V 

lE =0 

VCB = 30 V 

lE =0 

Tamb= 150°C 

VCE = 10V 

IC =30mA 

VCE = 10 V 

IC = 150 mA 

IC =30mA 

lB =3mA 

IC = 150 mA 

lB =15mA 

Min. 

V(BRICEd' 25 

V(BRICEFf 30 

V(BRICBO 40 

V(BRIEBO 5 

ICBO 

60 

h21 : 

60 

VCEsat 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

V 

V 

V 

V 

5 ~A 

200 ~A 

240 

0,6 V 

1,5 V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =30mA 

lB =3mA 

IC = 150 mA 

lB =15mA 

VCE = 10 V 

IC =50mA 
f = 20 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

Min. 

VBEsat 

h21e 2 

C22b 

Rth(j-a) 

2N 1986 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications con trairas) 

Typ. Max. 

0,9 

1,3 

35 

210 

V 

V 

pF 

°C/W 

3/3 
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NOTES 



NPN SI LlCON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR 

- Low current switching 
Commutation faible courant 

- Nixie driver 
Commande des tubes "nixies" 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot __ --.---,-----r-----, 
(w) 

1,5 f--+--f'<--f----+-------1 

50 100 150 200 

ASSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Tamb = 25°C (1) 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max Ttlmpérature de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

2N 1990 

VCSO 100 V 

25 min 

Case TO-39 - See outline drawinq CS-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages 

Weight: 1,1 g 
Masse 

VCSO 

VESO 

Ptot 

Tj 

Tstg 

cQe 
B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

100 

3 

0,6 

2 

150 

-65 
+150 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

V 

V 

W 

oC 

oC 
oC 

75 - 49 1/2 
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2N 1990 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rt1siduel collecteur-flmerreur 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de sawretion col/ecteur-flmetreur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-flmetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/2 
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tp =200 IJ,S 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 75 V 

lB =-10IJ,A 

1--

VCE =75V 

lB = -2501J,A 

Tamb = 150°C 

VCE =10V 

IC =30mA 

IC =2mA 

lB =0,2 mA 

IC =2mA 

lB =0,2 mA 

Min. 

ICEX 

h21E* 20 

VCEsat 

VBEsat 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires} 

Typ. Max. 

10 IJ,A 

250 IJ,A 

0,5 V 

1 V 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, EPITAXIAUX 

LF large signal amplification 
Amplification BF grands signaux 

- Medium current switching 
Commutation à moyen.courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
P
tot 

(W) 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALF;URS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur·base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation Tamb = 25°C (1) 

Dissipation de puissance Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

{
40V 

50V 

1A 

h21 E {100 - 300 
(150 mA) 40 - 120 

VCEsat {0,35 V 
(150 mA) 0,25 V 

2N 2192, A 
2N 2193, A 

2N 2192,A 

2N 2193,A 

2N 2192,A 
2N 2193,A 

2N 2192-2193 
2N 2192 A-2N 2193 A 

Case TO-39 - See outline drawing CB·7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-' dernières pages 

Weight: 1,1 g 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

CQE 
B 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 2192 
2N 2192 A 

2N 2193 
2N 2193 A 

60 

40 

5 

1 

0,8 

2,8 

200 

-65 
+200 

80 

50 

7 

1 

0,8 

2,8 

200 

-65 
+200 

V 

V 

V 

A 

W 

oC 

oC 
oC 

76- 04 1/6 
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2N 2192, 2N 2192 A, 2N 2193, 2N 2193 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collacteur-baSfl 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduelémetteur-baSfl 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émettaur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 
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tp =300 /1S () ,,;;; 2% 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 30 V 

le =0 

VCB = 60V 

lE =0 

VCB = 30 V 

lE =0 

T = 150°C amb 

VCB = 60 V 

lE =0 

T = 150°C amb 

V EB = 3 V 

IC =0 

VEB = 5 V 

IC =0 

lE =0 

IC = 100/lA 

lB =0 

IC =25mA 

IC =0 

lE = 100/lA 

VCE =10V 

IC =0,1 mA 

VCE =10V 

IC =10mA 

VCE = 10 V 

IC = 150 mA 

VCE = 10V 

IC = 500 mA 

VCE =10V 

IC =lA 

VCE = 10V 

IC =10mA 

Tamb= -55°C 

IC = 150mA 

lB =15mA 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

2N 2192,A 

2N 2193,A 

ICBO 
2N 2192,A 

2N 2193,A 

2N 2192,A 
IEBO 

2N 2193,A 

V(BR)CBO 
2N 2192,A 

2N 2193,A 

V(BR)CEO* 
2N 2192,A , 
2N 219~,A 

V(BR)EBO 2N 2192,A 

2N 2193,A 

2N 2192,A 

h21E 
2N 2193,A 

2N 2192,A 
2N 2193,A' 

2N 2192,A 

2N 2193,A 

2N 2192,A 
h21E* 2N 2193,A 

2N 2192,A 

2N 2193,A 

2N 2192,A 
h21E 

2N 2193,A 

2N 2192 

VCEsat 
2N 2193 

2N 2192 A 

2N 2193 A 

VBEsat 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

10 

nA 

10 

15 

/lA 

25 

50 

nA 

50 

60 

80 
V 

40 
V 

50 

5 

7 
V 

15 

15 

75 

30 

100 300 

40 120 

35 

20 

15 

15 

35 

20 

0,35 

0,35 
V 

0,16 0,25 

0,16 0,25 

1,3 V 



2N 2192, 2N 2192 A, 2N 2193, 2N 2193 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) T 250C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb = 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VCE =10V 

Fréquence de transition IC =50mA 

f = 20 MHz 

Output capacitance 
VCB = 10 V 

lE =0 
Capacité de sortie 

f = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

V BB = -7,5 V 

Rise time V1 =7,5V 
Temps de croissance Figure 1 

V BB = -15 V 

V 1 =15V 

V BB = -7,5 V 

V 1 = 7,5 V Carrier storage time Figure 1 Retard il la dt§croissance V BB = -15 V 

V1 =15V 

V BB = -7,5 V 

V 1 =7,5V 
Fall time Figure 1 Temps de dt§croissance VBB = -15 V 

V 1 = 15V 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Figure 1 

V1 
V1 

7,5V 2N2192,A 

15 V 2N 2193,A 

fT 

C22b 

tr 

t s 

tf 

-1 V o-----1M----...., 

1 pF 1 kn 

2N 2192,A 

2N 2193,A 

2N 2192,A 

~N 2193,A 

~N 2192,A 

2N 2193,A 

V 1 <er-__ .... • ~~-~~-c::Jr-...... - ..... --..f 

tr = 20 ns 
tf = 20 ns 
Z = 50n 

1 kn 
330 pF 

VBB = -7,5 V 2N 2192, A 

VBB = -15 V 2N 2193, A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

50 

20 

70 

70 

150 

150 

50 

50 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

= 10Mn 
.;;;; 11,5 pF 

MHz 

7V 

pF 

ns 

ns 

ns 
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2N 2192, 2N 2192 A, 2N 2193, 2N 2193 A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/6 

160 

le 
(mA) 

601+-::.~+---+ 

le 
(mA) 

o 

o 

10 20 

2 

30 

3 

2N 2192 
2N 2192 A 

T
amb 

= 25°C 

40 

4 

2N 2192 
2N 2192 A 

T = 25°e amb 

100 i---+--

80 ~'--+-7"''+---

60 I-b'''--+-~'''I--

le 
(mA) 

o 

o 

10 20 

2 

30 

3 

2N 2193 
2N 2193 A 

Tamb = 25°e 

40 

4 

2N 2193 
2N 2193 A 

T = 25°C 
amb 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

VCE =10V 11Lc~ 2N 2192 
2N 2192 A 

240 1....--
i vC1~OO~ J 
V v~1l\ J j 

V V +25°C \ 

J Il 1 Vt"l\ 
V li l1 =LJc 

[\ 
VI 1/ r-~r-
Vv Il 

amb 

...... l,.I 
~ 

Vl--"I""""t--r-. 
r"'-

l'''' 
~ 1,..;'1/ ..... 1'\ 

1--"" 
I::~ """j..oo' 

5 2 5 2 5 2 2 5 

200 

160 

120 

80 

40 

o 

2N 2192, 2N 2192 A, 2N 2193, 2N 2193 A 

150 

VCE =10V +tLttb 2N 2193 
2N 2193 A 

li + 100°C 

li ~ ~ 
V V U50~ 1\ 

L 1 ~ 
V v VI""" f'[\ 

1 

vV V " i 1\ 1/ Tamb =-5!'>°C 

vV V rI" Ï" 
./ VI--' r-.~ ~ 

1"" V 
I-~ 

I--'~ 

125 

100 

75 

50 

25 

o 
5 2 5 2 5 2 5 2 5 

1 
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2N 2192, 2N 2192 A, 2N 2193, 2N 2193 A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

VeEsat 
(V) a 

6 

4 

-~= 10 1 
- lB 

T = 25°C amb 

-r-- " 
/ 

/ 
V 

V 
1/ 

VBEsat 
(V) 

a 

6 

2N 2192 
2N 2192 A 

1 
Il 

le 
-=10 

lB 

1 

Tamb =25°e 

616 

162 

4 

4 

I-~ 
I--"~ 

:/ 
~'" 

V 

VcEsa 
(V)a 

6 

le 
-=10 

rlB 
Tamb = 25°C 

4 

...... 
......... - r--

4 

2N 2192,A 
2N 2193,A 

1/ 
J 

1 

1 

2N 2193 A 

J 
'1 

1 
/ 

L 
J 

./ 

r-'" 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

- LF large signal amplification 
Amplification BF grands signaux 

- Medium current switching 
Commutation à moyen courant 

VCEO 

h21E 
(150 mA) 

VCEsat 
(150 mA) 

~40V 
125 V 

1 A 

~20 - 60 

120 

)0,35 V 
10,25 V 

2N 2194, A 
2N 2195, A 

2N 2194, A 

2N 2195, A 

2N 2194, A 
min. 2N 2195, A 

max.2N 2194-2195 
max.2N 2194 A-2195 A 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB-l derniéres pages 

P
tot 

(W) 

2,8 

0,8 
0,6 (1) Tamb(OC) 

L.--'---'-____ -'-_~ (2) T case (OC) 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation Tamb = 25°C (1) 

Dissipation de puissance Tcase =25°C (2) 

Junction temperature max. 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

2N 2194, A 

VCBO 60 

VCEO 40 

VEBO 5 

IC 1 

Ptot 
0,8 
2,8 

Tj 200 

Tstg 
- 65 
+200 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 2195, A 

45 V 

25 V 

5 V 

1 A 

0,6 W 
2,8 W 

200 oC 

- 65 oC 

+200 oC 

76-10 117 

163 

1 



2N 2194, 2N 2194 A, 2N 2195, 2N 2195 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de clsquage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 
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tp =300 ps .5 .;;; 2% 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 30 V 

lE =0 

VCB =30V 

lE =0 

Tamb= 150°C 

V EB = 3 V 

IC =0 

lE =0 

IC = 100pA 

IC = 25mA 

lB =0 

lE = 100pA 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC = 10mA 

VCE = 10 V 

IC = 150 mA 

VCE = 10 V 

IC = 500 mA 

VCE = 10 V 

IC = 150 mA 

2N 2194,A 

2N 2195,A 

ICBO 
2N 2194,A 

2N 2195,A 

2N 2194,A 

IEBO 
2N 2195,A 

2N 2195,A 

V(BR)CBO 

2N 2195,A 

2N 2194,A 

V(BR)CEO * 
2N 2195,A 

2N 2194,A 

V(BR)EBO 
2N 2195,A 

h21E 2N 2194,A 

2N 2194,A 

h21E * 2N 2194,A 

2N 2195,A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationsconrrairesJ 

Min. Typ. Max. 

0,Q1 pA 

0,1 pA 

25 p.A 

50 pA 

0,05 pA 

0,1 pA 

60 V 

45 V 

40 V 

25 V 

5 V 

5 V 

15 

20 60 

12 

20 



2N 2194, 2N 2194 A, 2N 2195, 2N 2195 A 

STATIC CHARACTERISTICS (following) 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES (suite) Tamb = 25°C (Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Collector-emitter saturation voltage IC = 150 mA 
Tension de saturation collecteur-émetteur lB =15mA 

Base-emitter saturation voltage IC = 150 mA 
Tension dB saturation base-émetteur lB = 15mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
VCE = 10 V 

Fréquence de transition IC =50mA 
f = 20 MHz 

Output capacitance 
VCB = 10 V 

Capacité de sortie lE =0 

f = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Rise time V1 = 15V 
Temps de croissance (fig. 1) 

VBB = -15 V 

Carrier storage time V1 = 15 V 

Retard a la décroissance 
(fig. 1) VBB = -15 V 

Fall time V 1 = 15 V 
Temps de décroissance (fig. 1) VaB = -15 V 

Min. 

2N2194 

2N 2195 

VCEsat 
2N 2194 A 

2N 2195 A 

VBEsat 

fT 50 

C22b 

tr 2N 2194,A 

t s 2N 2194,A 

tf 2N 2194,A 

Typ. Max. 

0,35 

0,35 

0,16 0,25 

0,16 0,25 

1,3 

20 

70 

150 

50 

V 

V 

V 

V 

V 

MHz 

pF 

ns 

ns 

ns 

3/7 
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2N 2194, 2N 2194 A, 2N 2195, 2N 2195 A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Generator 
Générateur 
Z = 50 n 
tr = 20 ns 
tf = 20 ns 
t p = 10 J.lS 

4/7 
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2N 2194, A 

Figure 1 

Oscilloscope 
r--------...(el Oscilloscope 

R = 10 Mn 
c .s;; 11,5 pF 

+7V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

80 

60 

40 

20 

0 
0 10 20 30 

le 
ImA) 

400 

300 

200 

100 

0 
0 2 3 

40 VCEIV) 

4 VCEIV) 

2N 2194, 2N 2194 A, 2N 2195, 2N 2195 A 

80 

60 

40 

20 

10 20 30 40 VCEIV) 1 
IC 

ImA) 

400 

300 

200 

100 

2 3 4 VCEIV) 
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2N 2194, 2N 2194 A, 2N 2195, 2N 2195 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

6/7 
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125 

100 
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o 
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VCE =10 V 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

VCEsat 
(V) 

4 

4 

10-1 
8 

4 

.J;= 
18 

~ 

10 
2N 2194, A 

Tamb -25°C 

1/ 

V 8Esa 
(V) 

1 
7 

V 
,/ 

l' , 2l211.l 
~= 10 2N 2195, A 

8 T amb = 25°C 

.... V 
..".... 

~ - -H 

2N 2194, 2N 2194 A, 2N 2195, 2N 2195 A 

VCEsat 
(V) 

6 

4 

10-1 
8 
6 

4 

IC 
10 1:"= 

8 

...... -

J 

1/ 
J 

/ 
If 

1 
1/ 

1 

/~ 

2N 2195, A 
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1/ 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANS/STORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

Compl. of 2N 2904, A - 2905, A 

- LF or HF small or large signal amplification 
Amplification BF ou HF petits ou grands signaux 

- Medium current switching 
Commutation à moyen courant 

{ 
30V 

40V 

0,8 A 

h21E { 40-120 
(150 mA) 100-300 

{ 
250 MHz 

fT 300 MHz 

VCEsat {1 V 
(500 mA) 1,6 V 

*2N 
*2N 

2218,A 
2219,A 

min 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

2N 2218 - 2219 

2N 2218A-2219A 

2N 2218, A 
2N 2219, A 

min 2N 2219 A 

max 2N 2218A-2219A 
max 2N 2218 - 2219 

Maximum power dis~pation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-39 - See outline drawing CS-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-' dernières pages 

P
tot 

(W) 

1 
0,8 

2550 100 150 175 

Tamb(OC) (1) 

T case (OC) (2) 
Weight: 1,1 9 
Masse 

ABSOLUTE R 6.TINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Tamb = +25 oC 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation Tamb = 25°C (1) 
Dissipation de puissance Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max 
Température de jonction 

min 
Storage temperature 
Température de stockage 

max 

~THOMSON.CSF 
OI'.'ISO-ISE~TElPS 

~ 

VCBO 

VCEO 

VESO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

2N 2218 
2N 2219 

60 

30 

5 

0,8 

0,8 

3 

175 

-65 

+200 

Top view 
Vue de dessus 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Un less otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 2218 A 
2N 2219 A 

75 

40 

6 

0,8 

0,8 

3 

175 

-65 

+200 

V 

V 

V 

A 

W 

oC 

oC 

oC 

75-50 1/6 
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2N 2218, 2N 2218 A, 2N 2219, 2N 2219 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Colleetor-base eut-off eurrent 
Courant r~siduel collecteur·bllse 

Collector·emitter eut·off eurrent 
Courent ~siduel collecteur-émetteur 

Base eut·off eurrent 
Courant nsiduel de la bllse 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant r~siduel ~metteu,..bllse 

Collector-base breakdown voltage 
Tension eN claquage collecteur-b#l,e 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquege collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension rh claquage ~metteur-bllse 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 
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1> =200 IJ.S 05 <: 1 % 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 50V 

lE =0 

VCB = 60 V 

lE =0 

VCB = 50 V 

lE =0 
Tamb = 150°C 

VCB = 60 V 

lE =0 
Tamb = 150°C 

VBE =-3V 

VCE = 60 V 

VBE = -3 V 

VCE = 60 V 

VEB = 3 V 

IC =0 

lE =0 

'C =101J.A 

lB =0 

le =10mA 

'e =0 

'E =10mA 

2N 221B 
2N 2219 

2N 2218 A 
2N 2219 A 

ICBO 
2N 2218 
2N 2219 

2N 2218 A 
2N 2219 A 

ICEX 
2N 221B A 
2N 2219 A 

'e EX 
2N 2218 A 

2N 2219 A 

IEBO 

2N 2218 

2N 2219 
V(BR)CBO 

2N2218 A 
2N2219 A 

2N 2218 
2N 2219 

V(BR)CEo* 

2N2218 A 
2N2219 A 

2N 2218 
2N 2219 

V(BR)EBO 

2N 2218A 
2N 2219A 

(Unless otherwise stated\ 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

10 nA 

10 nA 

10 IJ.A 

10 IJ.A 

10 nA 

-20 nA 

10 nA 

60 V 

75 V 

30 V 

40 V 

5 V 

6 V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur·émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

t p =200!.l.s o ,;;:; 1 % 

Tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10V 

IC =0,1 mA 

VCE = 10V 

IC = 1 mA 

VCE = 10 V 

IC = 10mA 

VCE = 1 V 

IC = 150 mA 

VCE =10V 

IC = 150 mA 

VCE = 10 V 

IC = 500 mA 

VCE =10V 

IC = 10mA 

Tamb = -55°C 

IC = 150 mA 

lB =15mA 

IC = 500 mA 

lB =50mA 

IC = 150 mA 

lB =15mA 

IC = 500 mA 

lB =50mA 

2N 2218, 2N 2218 A, 2N 2219, 2N 2219 A 

2N 2218,A 
2N 2219,A 

h21E 
2N 2218,A 

,2N 2219,A 

2N 2218,A 

2N 2219,~ 

2N 2218,A 

2N 2219,A 

2N 2218,A1 

h21E* 
2N 2219,A 

2N 2218 

2N 2219 

2N 2218 A 
2N 2219 A 

h21E 
2N 2218 A 

2N 2219 A 

2N 2218 

2N 2219 

2N 2218A 

VCEsat* 
2N 2219A 

2N 2218 

2N 2219 

2N 2218A 

2N 2219A 

2N 2218 

2N 2219 

2N 2218A 

VBEso! 
2N 2219A 

2N 2218 
2N 2219 

2N 2218A 

I2N 2219A 

Min. 

20 

35 

25 
50 

35 

75 

20 

50 

40 

100 

20 
30 

25 
40 

15 
3-5 

0,6 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Typ.· Max. 

120 

300 

0,4 

0,3 

1,6 

1 

1,3 

1,2 

2,6 

2 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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2N 2218, 2N 2218 A, 2N 2219, 2N 2219 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

1 nput impedance 
ImpMJllnce d'entrle 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert inverse de la ttmsion 

Output admittance 
Admittance de sortie 

Transition frequency 
FrMluence de transition 

4/6 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =10V 

IC =1 mA 
f = 1 kHz 

VCE = 10 V 

IC =10mA 

f = 1 kHz 

VCE = 10V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 10 V 

IC =10mA 

f = 1 kHz 

VCE = 10 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 10 V 

IC =10mA 

f = 1 kHz 

VCE =10V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 10V 

IC =10mA 

f = 1 kHz 

VCE = 20 V 

IC =20mA 
f = 100 MHz 

h21e 

hlle 

h12b 

h22b 

fT 

2N 2218A 

2N 2219A 

2N 2218A 

2N 2219A 

2N 2218A 

2N 2219A 

2N 2218A 

2N 2219A 

2N 2218A 

2N 2219A 

2N 2218A 

2N 2219A 

2N 2218A 

2N 2219A 

2N 2218A 

2N 2219A 

2N 2218,A 

2N 2219 

2N 2219 A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

30 150 

50 300 

50 300 
75 375 

1 3,5 
kil 

2 8 

0,2 1 

0,25 1,25 
kil 

5 10-4 
8 

2,5 10-4 
4 

3 15 Jl.S 
5 35 

10 100 

25 200 
/-lS 

250 
MHz 

300 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

1 nput capacitance 
Capacité d'antrée 

Real part of input impedance 
Partie réelle de /'impédance d'entrée 

Feedback time constant 
Constante de temps de réection 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 10 V 

lE =0 
f = 1 MHz 

V EB =O,5V 

IC =0 

f = 1 MHz 

VCE =20V 

IC =20mA 

f = 300 MHz 

VCE = 20 V 

IC =20mA 

f = 31,8 MHz 

V CE =10V 

IC = 100~A 

Rg = 1 Hl 
f = 1 kHz 

.1f = 1 Hz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Figure 1 
Gate controlled delay time 
Retard à la croissance commandée par la V BE ~ -0,5 V 
glchette 

VCC ~30 V 

IBl ~15mA 

Rise time Figure 1 IC ~ 150 mA 
Temps de croissance 

Carrier storage time Figure 2 
Retard à la décroissance VCC ~30 V 

IC ~ 150 mA 
IBl ~15mA 

Fall time Figure 2 IB2 ~-15mA 
Temps de décroissance 

2N 2218, 2N 2218 A, 2N 2219, 2N 2219 A 

C22b 
~N 2218,A 
2N 2219,A 

Cllb 2N 2218 A 

2N 2219 A 

Re(h 11e) 

Ih 12bl 
w 

F 2N 2219 A 

td 
2N 2218A 

2N 2219A 

tr 2N 2218A 

2N 2219A 

ts 
2N 2218A 

2N 2219A 

tf 
2N 2218A 

2N 2219A 

Min. 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

8 

25 

60 

150 

4 

10 

25 

225 

60 

pF 

pF 

n 

ps 

dB 

ns 

ns 

ns 

ns 

5/6 
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2N 2218, 2N 2218 A, 2N 2219, 2N 2219 A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

Figure 1 

0,1 pF 619 n ,,,_----....-------(1. Oscilloscope 
.}--------<_--I t---+-C:J---l Oscilloscope 

Generator 
Générateur 

Z = 50 n 50 n 
tr ~ 2 ns 
t p ~ 200 ns 

1 kn 

Generator 
Génératflur 

Z = son 
-*-+-- ::.::100 ps 

--+-.r-r"t--- ~5 ns 

lN 916 

+16,2V 

3V 
+ 

o 

-13,8 V 

- ....... --14-- ::.::500 ilS 

6/6 
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+ 

Figure 2 

20 kn 

son 

Z;;;'100kn 

C < 12 pF 

tr 5 ns 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM. PLANAR EPITAXIAUX 

Compl. of 2N 2906, A - 2N 2907, A 

- LF or BF small or large signal amplification 
Amplification BF ou HF petits ou grands signaux 

- Medium current switching 
Commutation à moyen courant 

{ 
30V 

40V 
0,8 A 

h21E {40-120 
(150 mA) 100-300 

{
250 MHz 

fT 300 MHz 

VCEsat { 1 V 
(500 mA) 1,6 V 

*2N 2221,A 
*2N 2222,A 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

2N 2221 - 2N 2222 

2N 2221 A-2N 2222 A 

2N 2221, A 
2N 2222, A 
min 

min 2N 2222 A 

max 2N 2221 A-2222 A 
max 2N 2221-2N 2222 

Dissipation 
Variation de dissipation 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB-6 derniilres pages 

1,5 f-+-*--+---t-------1 

0,5 ~.-,-+---+-_'l.-+----

(1) 

(2) 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension calklcteur-basa 

Collector-emitter voltage 
Tension callecr'lUr-émettflur 

Emitter-base voltage 
Tension émettflur-basa 

Collector current 
Courant colklctflur 

Power dissipation 
Tamb = 25°C (1) 

Dissipation dB puissance T
case 

= 25°C (2) 

Junction temperature max TBmpérature dB jonction 

Storage temperature min 
Température dB stockage max 

, 
Weight : 0,32 9 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

2N 2221 
2N 2222 

60 

30 

5 

0,8 

0,5 

1,8 

+175 

-fj5 

+200 

Bottom view 
Vue dB dessous 

cO 
8 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bo1tiBr 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 2221 A 
2N 2222 A 

75 

40 

6 

0,8 

0,5 

1,8 

+175 

-fj5 

+200 

V 

V 

V 

A 

W 
W 

oC 

oC 
oC 

75-50 1/6 
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1 



2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant r/biduel col/8Cttlur-œ. 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant rt!siduel co//acteur-t!metttlur 

Base eut-off eurrent 
Courant rtJsiduel de la base 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant rtJsiduel tJmetteur-base 

Colleetor-base breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecttlur-base 

Co"eetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col"cteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage tJmetttlur-base 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 
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tp =200 ilS li .;;;; 1 % 

Test conditions 
Condirion6df1mtnurtl 

VCB =50V 

lE =0 

VCB = 60 V 

lE =0 

VCB =50V 

lE =0 

Tamb = 150°C 

VCB = 60 V 

lE =0 
Tamb = 150°C 

VBE = -3 V 
VCE = 60 V 

VBE =-3 V 
VCE = 60 V 

VEB = 3 V 

IC =0 

lE =0 

IC =10p.A 

lB =0 

IC =10mA 

IC =0 

lE =10p.A 

2N 2221 

2N 2222 

2N 2221 A 
2N 2222 A 

ICBO 2N 2221 
2N 2222 

2N 2221 A 
2N 2222 A 

ICEX 
2N 2221 A 
2N 2222 A 

IBEX 
2N 2221 A 
2N 2222 A 

IEBO 

2N 2221 
2N 2222 

V(BRICBO 

2N 2221 A 
2N 2222 A 

2N 2221 
2N 2222 

V(BR)CE~ 
2N 2221 A 
2N 2222 /J 

2N 2221 
2N 2222 

V(BRIEBO 

2N 2221 /J 

2N 2222 A 

(Unless otherwise statedl 
(Siluf indarion6 con".i,.} 

Min. TVp. Max. 

10 nA 

10 nA 

10 pA 

10 pA 

10 nA 

-20 nA 

10 nA 

60 V 

75 V 

30 V 

40 V 

5 V 

6 V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

/ 
-1 

.; /; .\ 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-ématteur 

" 
.,. j 

l~ . ' ~ , 

-\. ... \ 

,~) ~ \-
'.; 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émettaur 

* Pulsed 
Impulsions 

tp =200 ilS li ,;;; 1 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VcE = 10V 

IC =0,1 mA 

VCE = 10 V 

IC =1 mA 

VCE = 10 V 

IC = 10mA 

VCE = 1 V 

IC = 150 mA 

VCE = 10 V 

IC = 150 mA 

VCE = 10 V 

IC = 500 mA 

VCE = 10 V 

IC = 10mA 

T = -55°C 
amb 

r IC = 150 . .mA 

la = 15mA 

IC = 500 mA 
=50mA lB 

IC = 150 mA 
1 ., 
B = 15mA 

'-
IC = 500 mA 

lB =50mA 

IC = 150 mA 

lB =15mA 

IC = 500 mA 

lB =50mA 

-, 

r
f 

2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A 

2N2221,A 

2N 2222,A 

h21E 
2N 2221,A 

2N 2222,A 

2N 2221 ,A 

2N 2222,A 

2N 2221,A 

2N 2222,A 

2N 2221 ,A 

* 2N 2222,A 
h21E 

2N 2221 

2N 2222 

2N 2221 A 

2N 2222 A 

2N 2221 A h21E 
2N 2222 A 

, !l' ,: 

2N 2221 

2N 2222 

2N 2221 

* 2N 2222 
V CEsat 

2N 2221 A 

2N 22nA 

2N 2221 A 
'. 2N 2222 A 

2N 2221 

2N 2222 
VBEsat 

2N 2221 

2N 2222 

Min. 

20 

35 

25 
50 

35 

75 

20 

50 

40 

100 

20 

30 

25 

40 

15 
35 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

120 

300 

v, J:: 
fo4' J 

...... / 

1,6.,,": 

(' ,'l 

e 
1 

1,3 

2,6 

. 

V 

V 

V 

V 
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2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturetion base-émetteur 

Tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

IC = 500 mA 

lB =50mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert inllflrse de la tension 

Output admittance 
Admittance de sortie 

* Pulsed 
Impulsions 

4/6 
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tp =200!.l.s o .;;; 1 % 

1 

VCE = 10 V 

IC = 1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 10 V 

IC =10mA 

f = 1 kHz 

VCE = 10 V 

IC =1 mA 
f = 1 kHz 

VCE = 10 V 

IC = 10mA 

f = 1 kHz 

VCE = 10V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE =10V 

IC = 10mA 
f = 1 kHz 

VCE = 10 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 10 V 

IC =10mA 

f = 1 kHz 

Min. 

2N 2221 A 

VBEsaf 
2N 2222 A 

0,6 

2N 2221 A 

2N 2222 A 

2N 2221 A 30 

2N 2222 A 50 

h21e 

2N 2221 A 50 
2N 2222 A 75 

2N 2221 A 1 

2N 2222 A 2 

h11e 

2N 2221 A 0,2 

2N 2222 A 0,25 

2N 2221 A 

2N 2222 A 

h12b 

2N 2221 A 

2N 2222 A 

2N 2221 A 3 

2N 2222 A 5 

h22b 

2N 2221 A 10 

2N 2222 ft 25 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contrairesl 

Typ. Max. 

1,2 V 

2 V 

150 

300 

300 
375 

3,5 

8 
k.Q 

1 

1,25 
kn 

5 
8 10-4 

2,5 

4 
10-4 

15 
JlS 35 

100 
JlS 

200 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

1 nput capacitance 
Capacité d'entrée 

Feedback time constant 
Constante de temps de réaction 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =20V 

IC =20mA 

f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

V EB = 0,5 V 

IC =0 

f = 1 MH1; 

VCE = 20 V 

IC =20mA 

f = 31,8 MHz 

VCE =10V 

IC = 100J.LA 

RG = 1 k!1 

f = 1 kHz 

~f = 1 Hz 

SWITCHING CHARACTERISTICS T 25°C 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON amb = 

Gate controlled delay time 
Retard à la croissance commandée par la VBE "'" -0,5 V g6chette Figure 1 

IBl ""'15mA 

Rise time IC ""'150 mA 
Temps de croissance Figure 1 

Carrier storage time 
Reterd à la décroissance IC ""'150mA 

Figure 2 IBl ""'15mA 

Fall time IB2 ""'-15 mA 
Temps de décroissence 

Figure 2 

2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A 

2N 2221,A 

2N 2222 
fT 

2N 2222 A 

C22b 
2N 2221,A 

2N 2222,A 

Cllb 
2N 2221 A 

2N 2222 A 

Ih12bl 2N 2221 A 

----w- 2N 2222 A 

F j2N 2222 A 

td 
j2N 2221 A 

/2N 2222 A 

tr 
2N 2221 Il 

2N 2222 A 

ts 
2N 2221 A 

2N 2222 A 

tf 
2N 2221 A 

2N 2222 A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

250 MHz 

300 ( MHz 

8 pF 

25 pF 

150 ps 

4 dB 

10 ns 

25 ns 

225 ns 

60 ns 

5/6 
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2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Générateur 

Z = 50n 

tr .;;; 2 ns 

:'T«mno 

"'" 100ps 

6/6 
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.;;; 5 ns 

• 
Generator 
Générateur 

Z = 50 n 

Figure 1 

50n 

Figure 2 

1 kn 

1N 916 

3V 
+ 

30V 

---~.---~ 

50n 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z;;;'100kn 
C .;;; 12 pF 

tr .;;; 5 ns 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

- HF amplification 
Amplification HF 

- Switching 
Commutation 

VCSO 

h21E(150 mA) 

VCEsat 

(150 mA/15 mA) 

2N 2243 A , 

120 V 

40 - 120 

0,35 V max 2N 2243 

0,25 V max 2N 2243 A 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-39 - See outline drawing CS-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CS-' derniéras pages 

p 
tot 

(W) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

l'~ 
1 

" 1 
1 

1 '\ 1 
1 

1 

" 1 

50 100 150 200 Tamb(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-bllse 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-bllse 

Collector current 
Cour/lnt collecteur 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Oissip/ltion de puissance Tcase = 25°C 

Junction temperature 
max_ Tempérawra de jonction 

Storage temperature min. 
Tempérllturfl de stoclcll(Jfl max. 

Weight : 0,9 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

T j 

Tstg 

120 

80 

7 

1 

0,8 

2,8 

200 

- 65 
+200 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est ralié /lU boîtier 

(Unless otherwise stated) 
(S/luf indic/ltions contr/lires) 

V 

V 

V 

A 

W 
W 

oC 

oC 
oC 

76 - 20 1/4 
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1 



2N 2243, 2N 2243 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant r~sidutll colltICttlur-INIlItI 

Emitter-base eut-off current 
Courant r~siduel ~metttlur-baStl 

Collector-base breakdown voltage 
Ttlnsion dtI claquafltl collecttlur-bastl 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension dtI claqua{Jtl colltlcttlur-émtltttlur 

Emitter-base breakdown voltage 
Ttlnsion de claqua{Jtl ~mtltttlur-baStl 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 

184 

o ,;;;; 2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 60 V 

lE =0 

VCB = 60 V 

lE =0 

Tamb= 150°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 100 pA 

lE =0 

IC =25mA 

lB =0 

lE = 100 pA 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC =0,1 mA 

VCE = 10 V 

IC = 10mA 

VCE = 10 V 

IC =10mA 

Tamb= -55°C 

VCE = 10 V 

IC = 150 mA 

Min. 

ICBO 

IEBO 

V(BRICB6 120 

V(BRICEO* 80 

V(BRIEBO 7 

15 

h21E 30 

20 

h21E * 40 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

10 nA 

15 pA 

50 nA 

V 

V 

V 

120 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émettaur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bllse-6metteur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

TH E RMAl CHARACTE R ISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambianta) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

*Pulsed 
En impulsions 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10V 

IC = 500 mA 

VCE = 1 V 

IC = 150 mA 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

VCE = 10 V 

IC =50mA 

f = 20 MHz 

VCB =10V 

lE =0 

f = 1 MHz 

Min. 

15 

h21E * 
30 

VCEsat 2N 2243 
2N 2243A 

VBEsat 

h21e 2,5 

C22b 

Rth(j-a) 

Rth(j.c) 

2N 2243, 2N 2243 A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,35 V 

0,25 V 

1,3 V 

15 pF 

220 °C/W 

58 °C/W 
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2N 2243, 2N 2243 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, EPITAXIAUX 

HF small signal amplification 
Amplification HF petits signaux 

- Low current fast switching 
Commutation rapide faible courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

P
tot 

(W) 

1,2 

0,8 

0,4 

50 150 100 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

ColJector-emitter voltage 
Tension collecreur-émetreur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émerreur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Tamb = 25°C (1) 

Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature 
TempérlJturfl de jonction 

Storage temperature 
Températurfl de stockage 

max 

min 
max 

*2N 2368 
*2N 2369 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

15 V 

200 mA 

{
20 - 60 

40 - 120 

{
400 MHz 

500 MHz 

2N 2368 

2N 2369 

2N 2368 

2N 2369 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-6 dernières pages 

! 
Weight: 0,32 g 
Masse 

IC 

ICM 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

40 V 

40 V 

15 V 

4,5 V 

200 
mA 

500 

0,36 
W 

1,2 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

76-01 1/7 
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2N 2369, 2N 2369 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant rllsiduel collecteur-baS8 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB - 20 V 

lE =0 

VCB - 20 V 
lE =0 

Tjlmb = 150°C 

lE =0 

IC = 10llA 

VBE =0 

IC =101lA 

lB =0 

IC =10mA 

IC -0 

lE =101lA 

VCE = 1 V 

IC = 10mA 

VCE = 2 V 

IC = 100 mA 

VCE -1 V 
IC =10mA 

T...a.m.b.= -55°C 

IC =10mA 

1i =1 mA 

IC = 10mA 

lB =1 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

VCE =10V 
Transition frequency 

IC = 10mA 
Fréquence de transition 

f = 100 MHz 

Output capacitance 
VCB = 5 V 

lE =0 
Capacité de sortie 

f = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Turn-on time 
Temps total d'établisS8ment 

Turn-off time 
Temp, total de coupure 

Carrier storage time 
Retard il la dllcroissance 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 
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tp =300 ilS 

(fig. 1) 

(fig. 1) 

(fig. 2) 

fi ,;;;; 2% 

VBE "'=' -1,5 V 

lB "'='3 mA 

IC "'=' 10mA 

IC "'='10mA 
IB1 "'='3 mA 

182 "'='-1,5 mA 

IC "'='10 mA 

IB1 "'='10mA 

IB2 "'='-10 mA 

Min. 

ICBO 

V(BR)CBO 40 

V(BR)CES 40 

V(BR)CEO* 15 

V(BR)EBO 4,5 

2N 2368 20 

21\1 2369 40 

h21E* 2N 2368 10 

2N 2369 20 

2N 2368 10 

2N 2369 20 

VCEsat 

VBEsat 0,7 

2N 2368 400 
fT 

2N 2369 500 

C22b 

td + tr 

2N 2368 
ts + tf 

2N 2369 

2N 2368 
ts 

2N 2369 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,4 

IlA 

5 30 

V 

V 

V 

60 

120 

0,16 0,25 V 

0,85 V 

600 
MHz 

700 

2,5 4 pF 

8 12 ns 

11 15 
ns 

14 18 

5 10 
ns 

6 13 



SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Figure 1 

Generator 
Générateur 

Z = 50Ü 

tr « 1 ns 
t p = 300 ns 

S « 2 % 

Figure 2 

Generator 
Générateur 

Z = 50Ü 

tr « 1 ns 
t p = 300 ns 

S « 2 % 

3,3 kS1 
V 1 

V llej-----+---I ... ----' ....... -.-t---I 

220 S1 0,1/iF 

2N 2368, 2N 2369 

90% 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z 50Ü 

+12 V 

-15 V 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z SOÜ 

Signal at point «A» +6 V --t----..I 
Signal au point "A» 

Input signal 
Signal d'entrée 0 ----"""E:------.--

_10v __ \~--,I_V1 
Output signal 
Signal de sortie 

V1--+~.--o 
-4V--~~----~--~---------
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2N 236B, 2N 2369 

TYPICAl CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/7 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

2N 2368 1 ~50~C 
V( E =5 V V"-r---. 

V 80 V 

60 

25°C 

...- I---P-

:/ 
/ 

40 

+--
l"\. 

........ 

./ 
V~ T =~SSOC 

amb 

1--

r\ 

~ 

V 1---1-- -r--.. 20 

--~i-"'" 

o 
2 5 2 5 2 5 

10-2 10-1 100 101 

2N 2369 1 150°C 

150 --VCE =5 V 

.... V f\ 
V ~ 

100 \ 
25°C 

~ ---- 1'0. 

./ 
VI' ~ 

....... V V Tamb =-55°C 
50 

~ V 1-- Ï'. 
...... 1---' 

~ V 
o 

2N 2368, 2N 2369 

2N 2368 1 
VCE =5 V 

0,8 

---1..---' 
V 

__ c;,c;,0C 

~~~ - V 
./ 

ooC ....... V V 
/ 

V" 
,0 

V 
_V 1..---'~a;...V 

0,6 

V ...... 
1..---' 

";/ 
~ V 

V ~ ~ 

0,4 
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VCE =5 V 
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2N 2368, 2N 2369 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/7 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

r 
f-2N 2368 V 8E clamping = 1,5 V 

V BE blocage = 1,5 V 

~~ 1 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, EPITAXIAL 

HF small signal amplification 
Amplification HF petits signaux 

Low current fast switching 
Commutation rapide faible courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

p 
tot 
(W) 

1,2 

0,8 

0,4 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension colltlctsur-baSll 

Collector-emitter voltage 
Ttlnsion colltlctflur~mettflur 

Collector-emitter voltage 
Tension colltlctflur~mtJttflur 

Emitter-base voltage 
Ttmsion émtlttflur-baSll 

Collector current 
Courent col/ectflur t p = 10 I-Is 

Power dissipation 
Tamb = 25°C (1) 

Dissipetion de puissenCtl Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature 
Tempéreturtl de jonction 

max 

Storage temperature min 
Ttlmpéreture de stockage max 

2N 2369 A 

VCEO 15 

IC 200 mA 

h21E (10 mA) 40 - 120 

fT 500 MHz min 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-6 dernières pages 

, 
Weight: 0,32 9 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCES 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

40 V 

40 V 

15 V 

4,5 V 

200 
mA 

500 

0,36 
W 

1,2 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

75 - 43 1/6 
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2N 2369 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courent m.iduel collecteur-be. 

Collector-emitter eut-off eurrent 
Courent r~siduel col'-t:teur-ém.tteur 

Collector-base breakdown voltage 
Ttm,;on de claque,. collecteur-bese 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de cleque,. émetteur-be. 

Statie forward current transfer ratio 
Valeur ste tique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de seturetion collecteur-ém.tteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 
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h ,,;;; 2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 20 V 

lE =0 

T = 150°C amb 

V BE =0 

VCE = 20 V 

lE =0 

IC =10p.A 

VBE =0 

IC =10p.A 

lB =0 

IC =10mA 

IC =0 

lE =10p.A 

VCE = 0,35 V 

IC =10mA 

VeE = 1 V 

le =10mA 

VCE =0,4 V 

le =30mA 

VCE = 1 V 

le = 100 mA 

VCE = 0,35 V 

IC =10mA 

Tamb = -55°e 

le =10mA 

lB =1 mA 

IC =10mA 

lB =1 mA 

Tamb = 125°C 

Min. 

ICBO 

ICES 

V(BRICBO 40 

V(BRICES 40 

V(BRICEO* 15 

V(BRIEBO 4,5 

40 

40 

h21E* 
30 

20 

20 

VCEsat 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

5 30 p.A 

0,03 0,4 p.A 

V 

V 

V 

V 

120 

120 

50 

35 

0,16 0,2 

V 

0,18 0,3 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-fJmetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bBse-fJmetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =30mA 

lB =3mA 

IC = 100 mA 

lB = 10mA 

IC =10mA 

lB =1 mA 

IC =10mA 

lB =1 mA 

-55°C~amb~-+ 125°C 

IC =30mA 

lB =3 mA 

IC = 100 mA 

lB = 10mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!Jnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Transition frequency 
VCE = 10V 

Fr~uence de transition IC = 10mA 

f = 100 MHz 

Output capacitance 
VCB = 5 V 

lE =0 
Capacité de sortie 

f = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION 

VBE = -1,5 V 
Turn-on time (fig. 1) IC = 10mA 
Temps total d'établis.ment 

lB =3mA 

IC = 10mA 
Turn-off time (fig. 1) IB1 =3mA 
Temps total de COUpUffl IB2 = -1,5mA 

IC =10mA 
Carrier storage time 

(fig. 2) IB1 = 10mA 
Retard Il la dkroiS$tlnce 

IB2 =-10mA 

VCEsat 

VBEsat 

fT 

C22b 

t d + tr 

ts + tf 

ts 

Min. 

2N 2369 A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,2 0,25 

V 

0,4 0,5 

0,70 0,85 

0,59 

0,9 

1 

500 700 

2,3 

8 

14 

6 

1,02 

1,15 

1,6 

4 

12 

18 

13 

V 

MHz 

pF 

ns 

ns 

ns 
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2N 2369 A 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TION 

Figure 1 

Generator 
G~n~ratBur 

Z = 50n 
tr .;;;; 1 ns 

t = 300 ns 
8 <2% 

VBB -3 V 
V1 +15V 

Figure 2 

Generator 
G~n~rateur 

Z = 50n 
tr .;;;; 1 ns 

t = 300 ns 
8 < 2% 

3,3 kn 

V1 50n 

50 n 

3V 

Signal at point«A» 10% 
Signal au point «Ali 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z = 50n 

tr .;;;; 1 ns 

VBB =+12V 
V1 =-15V 

90% 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z = 50n 
tr .;;;; 1 ns 

+6V;t ~ 
o--------,...- 0 V 1 ~ 

10V-----'\\--~-V-1.1-- -4V--+-----+:t-ts~~-1-0-%--1--V2-
Output signal 
Signal de sortie 

Input signal 
Signal d'entrH 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

'C 
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15 ~~--4-----_+--~--~--~ 
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'C 
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1 
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o 
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2N 2369 A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

2N 2483 
*2N 2484 

- LF small signal amplification (Jow noise) 
Amplification BF petits signaux (faible bruit) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

P
tot 

(W) 

1,2 

0,8 

0,4 

(l) 
(2) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation 
Tamb = 25°C (1) 

Dissipation de puissance Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max 
Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

VCEO 60V 

h21E { 40 -120 2N 2483 
(10IlA) 100 - 500 2N 2484 

F { 4dB max 2N 2483 
3dB max 2N 2484 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages , 
Weight: 0,32 g 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

60 

60 

6 

50 

0,36 

1,2 

200 

-65 
+200 

V 

V 

V 

mA 

W 

OC 

oC 
oC 
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2N 2483, 2N 2484 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant msiduel collecteur-bllse 

Collector-emitter eut-off current 
Courant r~lfiduel collecteur.flmettflUr 

Emitter·base eut-off current 
Courant r~siduel ~metteu,..base 

Collector·base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·base 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur.flmetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage ~metteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB =45V 

lE =0 

VCB =45 V 

lE =0 

Tamb = 150°C 

VCE = 5 V 

lB =0 

V EB = 5 V 

IC =0 

lE =0 

IC =101lA 

lB =0 

IC =10mA 

IC =0 

lE =101lA 

VCE = 5 V 

IC =l1lA 

VCE = 5 V 

IC =101lA 

VCE = 5 V 

IC =1001lA 

VCE = 5 V 

IC = 500llA 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

VCE = 5 V 

IC =10mA 

VCE = 5 V 

IC =101lA 

Tamb = -55°C 

Min. 

ICBO 

ICEO 

IEBO 

V(BRICBO 60 

V(BRICEo* 60 

V(BRIEBO 6 

40 

h21E 
75 

2N 2483 100 

175 

h21E* 

h21E 10 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,05 10 nA 

0,05 10 IlA 

0,1 nA 

0,01 10 nA 

V 

V 

V 

50 

120 

250 

350 500 

25 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Tamb =25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 5 V 

IC =l1lA 

VCE = 5 V 

IC =101lA 

VCE = 5 V 

IC = lOOIlA 

VCE = 5 V 

IC = 500llA 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

VCE = 5 V 

IC = 10mA 

VCE = 5 V 

IC = 10llA 
T = -55°C amb 

VCE = 5 V 

IC = 100llA 

IC =1 (11A 

lB =0,1 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Input impedance 
Imp6dance d'entr6e 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert inverse de la trmsion 

* Pulsed 
Impulsions 

t p =300 ilS (, ~ 2 % 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 
f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 
f = 1 kHz 

h21E 

2N 2484 

h21E* 

h21E 

VBE 

VCEsat 

2N 2483 
h21e 

2N 2484 

2N 2483 
hlle 

2N 2484 

h11b 

2N 2483 
h12e 

2N 2484 

Min. 

30 

100 

175 

200 

250 

20 

2N 2483, 2N 2484 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

150 

500 

450 800 

90 

0,50 0,70 V 

0,08 

80 

150 

1,5 

3,5 

25 

4 

5 

0,35 

450 

900 

13 

24 

32 

8 

8 

1 

V 

kn 

n 

10-4 
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2N 2483, 2N 2484 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Output admittance 
Admittance de sortie 

Transition frequency 
Frkluence de tran,ition 

Output capacitance 
Capecité de sortie 

1 nput capacitance 
Capacité d'entrée 

Noise figure 
Facteur de bruit 

4/8 
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Test conditions 
Condition. de mesure 

VCE =5 V 

IC =lmA 
f = 1 kHz 

VCE =5 V 

IC =50f.lA 
f =5MHz 

VCE =5 V 

IC = 500f.lA 
f =30 MHz 

VCB = 5 V 

lE =0 

VEB =0,5V 

IC =0 

VCE =5 V 

IC =10f.lA 

RG =10kn 
f = 100 Hz 
Af =20 Hz 

VCE = 5 V 

IC =10f.lA 

RG =10kn 
f = 1 kHz 
Af = 200 Hz 

VCE = 5 V 

IC =10f.lA 

RG =10kn 
f = 10 kHz 
Af =2 kHz 

VCE = 5 V 

IC =10f.lA 

RG =10kn 
10 Hz<f<10 kHz 

Min. 

2N 2483 
h22b 

2N 2484 

2N 2483 12 

2N 2484 15 

fT 

60 

C22b 

C11b 

2N 2483 

2N 2484 

2N 2483 

2N 2484 

F 

2N 2483 

2N 2484 

2N 2483 

2N 2484 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

18 30 

f.lS 

25 40 

MHz 

175 

3 6 pF 

3,5 6 pF 

4,5 15 

3,5 10 

1,9 4 

1,8 3 

dB 

0,7 3 

0,6 2 

1,9 4 

1,8 3 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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2N 2483, 2N 2484 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

V
CE 

=5 V 
f = 1 kHz 

500 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

F 
(dB) 
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2N 2483, 2N 2484 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

ZN Z~O!J 

VH F amplification small signal 
Amplification VHF petits signaux 

. Mixer and oscillator applications 
Applications en mélangeur et oscillateur 

Dissipation 
Variation de dissipation 

Ptot 
(W) 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

[\,. 
1"-

1 '\ i 
1 ~ 1 
1 

: '" 1 
o 
o 50 100 150 200 T amb (OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

max. 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

VCBO 25V 

IC 50 mA 

h21E(4 mA) 20·200 

C22b(1 MHz) 2,5 pF max. 

Case TO·72 - See outline drawing CS-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 derniéres pages 

1 
Weight : 0,7 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCSO 

VCEO 

VESO 

IC 

Ptot 

Tstg 

Connection M is connected to case 
La connexion M est reliée au boitier 

25 

13 

3 

50 

200 

- 65 
+200 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

mA 

mW 

oc 
OC 

76 - 26 1/3 
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2N 2865 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecfflur-bsse 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecfflur-émettflur 

E mitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage Ilmettflur-bsse 

Collector-base eut-off current 
Courant rllsiduel collecfflur-bsse 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-Ilmetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bsse-émetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =l1lA 

lE =0 

IC =4mA 

lB =0 

lE =101lA 

IC =0 

VCB = 15 V 

lE =0 

VCE =10V 

IC =4mA 

IC =10mA 

lB =lmA 

IC =10mA 

lB =1 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Input impedance 
Implldance d'entrt§e 

Output capacitance 
Capaeitll de sortie 

* Pulsed 
Impulsions 

2/3 

210 

() ..;;; 2% 

VCE =10V 

IC =4mA 

f = 1 kHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

f =1 MHz 

Min. 

V(BRICBO 25 

V(BRICE6 13 

V(BRIEBO 3 

ICBO 

h21E 20 

VCEsat 

VBEsat 

h11e 20 

C22b 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf Indications contrain,) 

Typ. Max. 

V 

V 

V 

10 nA 

200 

0,4 V 

1 V 

200 

2,5 pF 



2N 2865 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) (Following) T 250C (Unlessotherwisestated) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux.) (Suite) amb = (Sauf indications contraires) 

Collector-base time constant 
Constante de temps collecteur-base 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Neutralized small signal power gain 
Gain en puissance (neutrodyné) 

Un neutralized small signal power gain 
Gain en puissance (non neutrodyné) 

Oscillator power output 
Puissance de sortie en oscillateur 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIOUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

* Pulsed t =2001l5 0';;; 1 % 
Impulsions p 

Test conditions 
Conditions de masure 

VCB = 10 V 

lE =4mA 

f = 50 MHz 

VCE = 10 V 

IC =4mA 

f = 200 MHz 

VCB = 10 V 

lE = 1,5mA 

RG = 75 n 
f = 200 MHz 

t.f = 1 Hz 

VCE = 10 V 

IC =4mA 

f = 200 MHz 

VCE = 10 V 

IC =4mA 

f = 200 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -12 mA 

f = 500 MHz 

Min. 

rbb' Cb'c 

fT 600 

F 

16,5 

Gp 

10 

Po 40 

Rth(j-a) 

Typ. Max. 

15 

4,5 

875 

ps 

MHz 

dB 

dB 

dB 

mW 

°C/W 

3/3 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

- High current switching 
Commutation fort niveau 

40V 

1A 

2N 2868 

40 - 110 

VCEsat(150/15 mA) 0,25 V max. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
Boîtier Voir dessin coté cs-, derni~res pages 

0,5 f---i--+-_""":::""""--+--T--I 

50 100 150 
Weight : 0,9 g. 
Masse 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage VCBO Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage VCEO Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage VEBO Tension émetteur-base 

Collector current 
IC Courant collecteur 

Power dissipation (1) Tamb = 25°C Ptot 
Dissip/ltion de puissance (2) Tcase = 100°C 

Junction temperature min. Tj Température de jonction max. 

Storage temperature min. Tstg Température de stockage max. 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié /lU boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indic/ltions contraires) 

60 V 

40 V 

5 

1 A 

0,8 
W 

1,6 

- 65 oC 

+200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

76 -14 1/5 

213 

1 



2N 2868 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base breakdown voltage 
Tension dB clllquafIB collectflur-bIISfI 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claqua(Jfl collectflur-flmettflur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension dB claquafIB émettflur-baSfl 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel COllfICtflUr-baS8 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rdsiduel collecteur-flmettflur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émettflUr-baS8 

Emitter eut-off current (reverse 
biased basel 
Courant inverSfl émetteur-baSfl (baSfl 
bloquée) 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport dB transfert 
direct du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/5 

214 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = 100 lIA 

IC =25mA 

lE = 100 lIA 

VCB = 30 V 

VCB = 30 V 

Tamb= 150°C 

VCE =30V 

V EB =-3V 

V EB = 3 V 

V EB = -3 V 

VCE =30V 

VCE = 10 V 

IC =10mA 

Tamb= -55°C 

VCE = 10 V 

IC =10mA 

VCE = 10 V 

IC = 150 mA 

VCE = 10V 

IC = 500 mA 

Min. 

V(BRICBO 60 

V(BRICEcf 40 

V(BRIEBO 5 

ICBO 

ICEX 

IEBO 

IEBX 

20 

30 

h21E* 
40 

20 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

V 

V 

V 

10 nA 

15 lIA 

100 nA 

50 nA 

100 nA 

120 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur-4mBttflur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-4metteur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = 150 mA 

lB =15mA 

IC = 150 mA 

lB =15mA 

VCE = 10 V 

IC =50mA 

f = 20 MHz 

VCB = 10V 

lE =0 

f = 1 MHz 

Min. 

VCEsat 

VBEsat 

h21e 2,5 

C22b 

2N 2868 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,25 V 

1,3 V 

20 pF 

3/5 
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2N 2868 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

2N 2890 
2N 2891 

- LF large signal amplification (high voltage) 
Amplification BF grands signaux (haute tension) 

- Switching up to 1 A 
Commutation jusqu'à 1 A 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

100 % 

75 

50 

25 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension co/lflcteur-œ. 

Collector-emitter voltage 
Tension co/lflcteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-œ. 

Collector current 
Courant co/lecteur 

Peak collector current 
Couf71nt de crfte de collecteur 

Base current 
Couf"llntœ. 

Power dissipation Tamb= 25°C 
Dissipation de puissance Tcase= 25°C 

Junction temperature max Templlf71ture de ionction 

Storage temperature min 
Templlf71ture de stockage' max 

VCEO 80 V 

h21 E(1A) {30 - 90 
50 - 150 

2N 2890 
2N 2891 

VCEsat(2A) 0,75 V max. 

td +tr(1A) 0,3 ps max. 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-' dernillres pages 

Weight : 1,1 g. 
Masse 

Tamb = 25 oC 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

T. 
J 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

100 V 

80 V 

5 V 

3 A 

5 A 

0,5 A 

0,8 W 
5 W 

200 oC 

~5 oC 

+200 oC 

75 -43 1/6 
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2N 2890, 2N 2891 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel col/tlcteur-émtltt&ur 

Collector-emitter eut-off current 
Courtlnt résiduel col/tlcteur-tlmtltteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension dtl cltlqutlgtl col/tlcteur-tlmtltteur 

Collector-base breakdown voltage 
Tension dtl claqua(Jtl col/tlcteur-baltl 

Static forward current transfer ratio 
Valtlur statiqutl du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation coll8cttlur-4metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de sBturBtion baStl-tlmtltt&ur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 

220 

8';;;;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 60 V 

lB =0 

VCE =60V 

VBE =-2 V 

VCE = 60 V 
VBE =-2V 

Tcase= 150°C 

VCE = 90 V 

V BE = -2 V 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 100 mA 

lB =0 

IC =0,1 mA 

lE =0 

VCE = 2 V 

IC =0,1 A 

VCE = 5 V 

IC =2A 

VCE = 2 V 

IC =lA 

IC =lA 

lB =0,1 A 

IC =2A 

lB =O,2A 

IC =lA 

lB =0,1 A 

IC =2A 

lB =O,2A 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

V(BR)CEO * 80 

V(BR)CBO 
-4< 

100 

2N 2890 20 

2N 2891 35 

* 
2N 2890 30 

h21E 2N 2891 50 

2N 2890 25 
2N 2891 40 

VCEsat * 

VBEsat * 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

50 MA 

100 nA 

100 MA 

100 MA 

10 MA 

V 

V 

90 

150 

0,5 V 

0,75 V 

1,2 V 

1,3 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert dirtlct du courant 

Transition frequency 
Fr~uence de transition 

Output capacitance 
Capacité dtl sortie 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

Turn-off time 
Temps total de COUpUrtl 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier! 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

IC =50mA 

f = 1 kHz 

VCE = 10 V 

IC =0,2A 

f = 20 MHz 

VCB = 10 V 

lE =OA 
f = 1 MHz 

IC =lA 

lB = 0,05 A 

IC =lA 
IB1 = 0,05 A 
182 =-0,05 A 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION 

10J.l.s 

h21e 

fT 

C22b 

td + \ 

ts + tf 

r--I-~:~-,­

~ LLV 
Pulse source 
Générateur d'impulsions 

Z 50n 

tr < 15 ns 

Min. 

2N 2890 30 

2N 2891 50 

30 

150n 

200n 

-10V 

2N 2890, 2N 2891 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires! 

Typ. Max. 

250 

350 

MHz 

70 pF 

0,3 J.l.s 

1,5 J.l.s 

35 °C/W 

+20 V 

20 n 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z> 100 kn 

316 
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2N 2890, 2N 2891

TYPICA」 CHARACTERISTICS

CA RA C7-Eβ/S770UES TYP/OUES
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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2N 2890, 2N 2891 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC 
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6/6 
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

- HF small signal amplification 
Amplification HF petits.signaux 

- High speed switching at low current 
Commutation rapide, faible courant 

VCEO 

IC 

h21E (30 mA) 

VCEsat (100 mA) 

fT 

2N 2894 

-12V 

-200 mA 

40 - 150 

0,5V max. 

400 MHz min. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
Boîtier Voir dessin cottJ CB-6 demijffls PlIfIIIs 

P tot ,----,---,..---,-----, 
(W) 

1,5 

0,5 

o 
o 50 100 150 200 

Tamb(OC) 

Tcase(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-bastl 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-4merteur 

Emitter-base voltage 
Tension Imertrtur-bastl 

Collector current 
Courllnt collecteur 

Power dissipation Tamb= 25°C (1) 

DissiPlltion de puisstlnce Tcase= 25°C (2) 

Junction temperature 
Templffltuffl de jonction 

Storage temperature 
Templraruffl de stockage 

, 
Weight : 0,32 g. 
Messe 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Collector is connected to case 
Le collecteur est ffllié eu boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(SlIuf Indlclltlon. contraire.' 

-12 V 

-12 V 

-4 V 

-0,2 A 

0,36 W 
1,2 W 

200 oC 

- 65 oC 

+200 oC 

76-09 114 

225 
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2N 2894 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·base cut·off current 
Courant "sidutll collllCttlur-ba1il 

Collector-emitter eut-off current 
Cou,.."t rNidutli colltlcttlUr-4mt1ttt1ur 

Base eut-off current 
Courant "sidutll dtl balll 

Collector-emitter breakdown voltage 
Ttlnsion da ciaQulIgtI colltlcttlur-4mt1ttt1ur 

Collector-base breakdown voltage 
Ttln,ion dtI clMluagtl colltlcttlur-bIISt1 

Collector-emitter breakdown voltage 
Ttln,ion dtI cMquagtl collflcttlur-4mt1ttt1ur 

Emitter-base breakdown voltage 
Ttln,ion dtI claquagtl Mnetttlur·b11111 

Statie forward current transfer ratio 
Valeur sttltiQutl du rapport dtI rransftlrt 
dirtlcr du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 
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Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de fTIIIsure 

VCB =-6 V 

lE =0 

VCB =-6 V 

lE =0 

Tamb= 125°C 

VBE =0 
VCE =-6 V 

VCE =-6 V 
VEB =0 

lE =0 

IC =-10JJA 

VBE =0 

IC =10JJA 

lB =0 

IC =-10mA 

IC =0 

lE =-100J,lA 

IC =-10mA 

VCE =-0,3 V 

VCE =-0,5mA 

IC =-30mA 

VCE =-1 V 

IC =-l00mA 

VCE =-0,5 V 

IC =-30mA 

Tamb= -55°C 

ICBO 

ICES 

IBES 

V(BRICBO 

V(BRICES 

V(BRICEO * 

V(BRIEBO 

h21E * 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-80 nA 

-10 JJA 

-80 nA 

80 nA 

-12 V 

-12 V 

-12 V 

-4 V 

30 

40 150 

25 

17 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de serurarion collecreur.fJmerreur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de uturation base.fJmerreur 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Condirions de mesure 

IC =-10mA 

IB==-lmA 

IC =-30 mA 

lB =-3mA 

IC =-100 mA 

lB =-10mA 

IC =-10mA 

lB =-1 mA 

IC =-30 mA 

lB =-3mA 

IC = -100 mA 

lB =-10mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits SIgnaux) 

Transition frequency 
VCE =-10V 

Fr~uance de transirion IC = -30 mA 

f = 100 MHz 

Output capacitance VCB = -5 V 
Capacirtl de sortie lE =0 

Transition zone capacitance 
V EB = -9,5 V 

Capacittl de la zone de rransition IC =0 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION 

Turn·on time 
Temps total d'tlrablissemenr 

Turn-off time 
Temps total de coupure 

* Pulsed 
Impulsions 

o ,,;;; 2 % 

IC "",-30 mA 

lB "",-1,5 mA 

IC "",-30 mA 

IB1 "",-1,5 mA 

IB2 "",+1,5 mA 

VCEsat * 

* VBEsat 

fT 

C22b 

CTe 

td + tr 

ts + tf 

2N 2894 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicarions contraires) 

Min. Typ. Max. 

-0,15 V 

-0,2 V 

-0,5 V 

-0,78 -0,98 V 

-0,85 -1,2 V 

-1,7 V 

400 MHz 

6 pF 

6 pF 

60 ns 

90 ns 

3/4 
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2N 2894 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

0,1J.LF 
2 kn .-----.,.---fe) V2 

V1 (~--...... --I"'--"-----{--=J-----f 

Generator 
Générateur 

tr < 1 ns 
t p ";; 200 ns 
Z = son 

V1 = -7 V 

100 n 

V BB = +3 V .... --------i~1 

4/4 
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~---"T'"' 
90% 

V2 

62U 

2V 
+ 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

tr < 1 ns 
Z ""'- 100 kn 

Iv, 
V1 = +6 V 

V BB = -4 V 

90% 



PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

*2N 2904, A 
*2N 2905, A 

Compl. of 2N 2218, A and 2N 2219, A 

- LF or HF amplification 
Amplification BF ou HF 

- Medium current switching 
Commutation à moyen courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 
(W) 

0,6 

50 100 150 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension colklcttlUr-baS18 

Collector-emitter voltage 
Tension collectflur-émettflur 

Emitter-base voltage 
Tension émettflur-base 

Collector current 
Courent collecteur 

Tamb = 25°C (1) 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 

T = 25°C case 
(2) 

Junction temperature max 
Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

VCEO 

IC 

h21E 
(-150 mA) 

fT 

{
-40V 

-GO V 

-O,GA 

{ 
40 -120 

100 - 300 

200 MHz 

* Preferred device 
DiqJositif recommandé 

2N 2904-2905 

2N 2904A - 2905 A 

2N 2904, A 

2N 2905, A 

min. 

Case TO-39 - See outline drawing CS-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages 

Weight: 1,1 9 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

2N 2904 
2N 2905 

-60 

-40 

-5 

-0,6 

-0,6 

3 

200 

-65 
+200 

Bottom view 
Vua dtI dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 2904 A 
2N 2905 A 

-60 

-60 

-5 

-0,6 

-0,6 

3 

200 

-65 
+200 

V 

V 

V 

A 

W 

oC 

oC 
oC 

76-021/6 
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2N 2904, 2N 2904 A, 2N 2905, 2N 2905 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant ~sidue/ collllCtflur-ba_ 

Collector-emitter cut-off current 
Courant ~.idue/ co/lflctflur-Mnettflur 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de c/aqua~ co/lectflur-ba_ 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aqua~ co/lflctflur-Mntlttflur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de c/aqua~ ImBttflur-ba_ 

Static forward current transfer ratio 
Valtlur .tfltique du rapport de tran.fert 
dlf'tICt du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 

230 

ô ..;; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesuf'tl 

lE =0 
VCB =-50 V 

lE =0 
VCB =-50 V 

Tamb=150°C 

VBE =0,5 V 
VCE =-30 V 

lE =0 

IC =-10/lA 

lB =0 

IC =-10 mA 

IC =0 

lE =-10/lA 

IC =-0,1 mA 

VCE =-10V 

IC =-1 mA 
VCE =-10V 

IC =-10mA 
VCE =-10V 

IC =-150 mA 
VCE =-10V 

IC =-500 mA 
VCE =-10 V 

ICBO 

ICEX 

V(BR)CBO 

V(BR)CEO* 

V(BR)EBO 

h21E 

h21~ 

2N2904 
2N 2905 

2N 2904A 
2N2905A 

2N2904 

2N 2905 

2N2904A 
2N 2905A 

2N2904 
2N2905 

2N 2904A 
2N2905A 

2N 2904 

2N 2905 

2N2904A 

2N2905A 

2N2904 

2N 2905 

2N2904A 

2N2905A 

2N2904 

2N2905 

2N2904A 

2N 2905,4 

2N2904.A 

2N 2905,A 

2N2904 

2N2905 

2N 2904A 

2N2905A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrairesJ 

Min. Typ. Max. 

-20 

nA 

-10 

-20 

pA 

-10 

-50 nA 

-60 V 

-40 

V 

-60 

-5 V 

20 

35 

40 

75 

25 

50 

40 

100 

35 

75 

40 

100 

40 120 --
100 300 

20 

30 

40 

50 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de satuf8tion coliecteur-éfTHItttlur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension cM ,.ru,.tion bllSII-érmtttlUr 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =-150 mA 

lB =-15mA 

IC =-500 mA 

lB =-50 mA 

IC =-150 mA 

lB =-15 mA 

IC =-500 mA 

lB =-50 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

IC =-50 mA 
Transition frequency VCE =-20 V 
FrMluence de trllnsition 

f =100 MHz 

Output capacitance 
VCB =-10V 

Capacitrf de sortie lE =0 

f =100 kHz 

1 nput capacitance 
V EB =-2 V 

Capacit. d'entrH IC =0 

f =100 kHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Turn-on time 
Temps total d'.tablis,.rmnr 

Turn-off time 
Temps roral cM coupure 

* Pulsed 
Impulsions 

tp =300 J1S 

IC "='-150 mA 
(fig. 1) 

lB "='-15 mA 

IC "='-150 mA 

(fig. 2) IB1 "='-15 mA 

IB2 "='+15 mA 

(, ,;;;; 2 % 

2N 2904, 2N 2904 A, 2N 2905, 2N 2905 A 

Min. 

VCEsat* 

VBEsat* 

fT 200 

C22b 

Cllb 

td + tr 

2N2904A 
ts + tf 

2N 2905A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-0,4 

V 

-1,6 

-1,3 

V 

-2,6 

MHz 

8 pF 

30 pF 

45 ns 

175 
ns 

200 

3/6 
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2N 2904, 2N 2904 A, 2N 2905, 2N 2905 A 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION 

Figure 1 

OV 

Figure 2 

~1 ns 

~~ ______ ~~_10% 

90% 

-16V 

+13,7 V 

Generator 
G6mlrateur 

t s ~ 1 ns 
Z = 500 

1 kO 

1 kO 

510 

Oscilloscope 
.-------t ....... ...fa' OliCilloliCope 

tr ~ 5 ns 
R ~ 100 kO 
C ~ 12 pF 

2000 

20 kO Oscilloscope 
.------4--r-~ __ -~) OIiCHwliCOp8 

tr ~ 5 ns Generator 
Gtlntlrateur 

(e+--f=-l-...... -~ 
R ~ 100 kO 
C ~ 12 pF 

Input pulse 

-16,3 V 
~ 1 ns 

4/6 
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t s ~ 1 ns 

Z = 50 0 trr ~ 6 ns 
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3V 
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2N 2904, 2N 2904 A, 2N 2905, 2N 2905 A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

VCEsat 
(VI 

0,8 

0,6 

, 

\ 

, 
1\ , 

\ \ 
2N 2904, A 

Tamb = 25°C 

\ 1\ 1\ 

~ \ \ \ 1\ ~ 
~mA 

0,4 

0,2 

° 

VCEsat 
(VI 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

° 

\ \ 
1\. 
I=~ 
1 

'" " ",mA 

~ ~ f"..... t"---~ 
.......... 20 mA r--r-r-- r-- t-

r--r--

1 

\ 1\ \ 
1\ \ \ \ \ 
\ \ \ \ \ 

\ 

~ ~ \ 1\ ~ ~ 50 mA r--
\ " ~ 20mA .......... 

~ 

I
C

=10mA r--.... J 
1 

r---

-

2N 2905, A 

Tamb = 25°C 

" ~ 200 mA -

~ 100 mA ---
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2N 2904, 2N 2904 A, 2N 2905, 2N 2905 A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

h21 E* (lC-Tambl 

h21E (10 mA-25°CI 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

- 1--1-

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

~ 

-

2 
'" 

6 8 

C 
(pF 1 

8 

6 

4 

8 

6 

4 

100 
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PNP SlLlCON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

*2N 2906,A 
*2N 2907,A 

Compl. of 2N 2221, A and 2N 2222, A 

- LF or HF amplification 
Amplification BF ou HF 

- Medium current switching 
Commutation à moyen courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
P
tot 

(W) 
1,8 

1,6 

0,4 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage VCBO Tension col/ecteur-baSill 

Collector-emitter voltage VCEO Tension col/ectrlur-émflttrlur 

Emitter-base voltage VEBO Tension émettrlur-baSill 

Collector current IC 
Courant col/ectrlur 

Tamb = 25°C (1) 
Power dissipation Ptot Dissipation de puisSIIInœ 

Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max. Tj Température de jonction 

St orage temperature min. 
T stg Ttlmpérature de stockage max. 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

VCEO 
-40 V 2N 2906 - 2907 

-60 V 2N 2906 A - 2907 A 

IC -a,6A 

h21E 40 - 120 2N 2906, A 
(-150 mA) 100 - 300 2N 2907, A 

fT 200 MHz min. 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-6 demi/Jres pages 

, 
Weight: 0,32 9 
Masse 

2N 2906 
2N 2907 

-60 

-40 

-5 

-0,6 

0,4 

1,8 

200 

-65 
+200 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boîtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

2N 2906 A 
2N 2907 A 

-60 

-60 

-5 

-0,6 

0,4 

1,8 

200 

-65 
+200 

V 

V 

V 

A 

W 

oC 

oC 
oC 

75 - 43 1/6 
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2N 2906, 2N 2906 A, 2N 2907, 2N 2907 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant ~siduel colitICr.lJr-bII. 

Collector-emitter eut-off current 
Courant r~liduel collecr.IJr-4mf1ttf1ur 

Collector-base breakdown voltage 
Ttlfllion da clsquage collflctflur-bilMI 

Collector-emitter breakdown voltage 
TtIfI.ion ,. clllqUIIf/II collflctflur-4mtlttflur 

Emitter-base breakdown voltage 
Ttlfllion da clllquage Im#Ittflur-bII,. 

Static forward current transfer ratio 
V.Alllr .,.tiqutI du f'IIPPOrt da tmnIfert 
dlract du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 

236 

[) .;;;; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

lE =0 
VCB =-50 V 

lE =0 
VCB =-50 V 

T amb = lSOOC 

VBE =0,5 V 
VCE =-30 V 

lE =0 

IC =-10pA 

lB =0 

IC =-10 mA 

IC =0 

lE =-10J.lA 

IC =-0,1 mA 
VCE =-10 V 

le .. -1 mA 
VCE .. -10 V 

IC ... -10 mA 
VCE .. -10 V 

2N 2906 
2N2907 

2N 2906A 
2N2907A 

ICBO 
2N 2906 
2N 2907 

2N2906A 
2N2907A 

ICEX 

V(BR)CBO 

2N 2906 
2N 2907 

V(BRlCEO 

2N2906A 
2N2907A 

V(BRlEBo* 

2N2906 

2N2907 

2N2906A 

2N2907A 

2N2906 

h21E 
.2N2907 

2N2906A 

2N2907A 

2N2906 

2N2907 

2N2906A 

·2N2907A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-20 

nA 

-10 

-20 

pA 

-10 

-50 nA 

-60 V 

-40 

V 

-60 

-5 V 

20 

35 

40 

75 

25 

50 

40 

100 

35 

75 

40 

100 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de satu,.tion COI/(lcteur-4metteur 

aase·emitter saturation voltage 
Tension de sllturlltion bIIstl-4metteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =-150 mA 

VCE =-10 V 

1C =-500 mA 

VCE =-10 V 

IC ",-150 mA 

la :-15 mA 

IC =-500 mA 

la =-50 mA 

IC =-150 mA 

la =-15 mA 

IC =-500 mA 

la =-50 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits SIgnaux) 

IC =-50 mA 
Transition frequency VCE =-20 V 
Frlquence de transition 

f =100 MHz 

Output capacitance 
Vca =-10V 

Cllpllci~ de sortitl lE =0 
f =100 MHz 

VEa =-2 V 
1 nput capacitance IC =0 
Cllpllcitl d'tlntr. 

f =100 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION 

Turn·on time 
Ternpl to~1 d'.~blll.",.nt 

Turn·ott time 
Temps totlll de coupure 

* Pulsed 
Impulsions 

(Fig.1) 

(Fig.21 

ô ..;; 2% 

IC ~-l50mA 

la ~-15mA 

IC ~-150mA 

lal ~-15mA 

la2 ~+15mA 

2N 2906, 2N 2906 A, 2N 2907, 2N 2907 A 

Min. 

2N2906,A 40 

2N 2907,A 100 

h21E* 
2N2906 20 

2N 2907 30 

2N2906A 40 

2N2907A 50 

VCEsat* 

Va Esat* 

fT 200 

C22b 

C11b 

t d + tr 

2N2906.A 
ts+ !t 

2N2907,A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

120 

300 

-0,4 

V 

-1,6 

-1,3 

V 

-2,6 

MHz 

8 pF 

30 pF 

46 na 

176 
na 

200 

3/8 
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2N 2906, 2N 2906 A, 2N 2907, 2N 2907 A 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TION 

Figure 1 

av 
Input pulse 
/mpu/.ion d'.nt" 

~-_<.!."!.._~ 
1 1 
1 1 
------4-10% 

1 
1 

Generator 
GtlnMatrlUr 

t s <lns 
Z = 50 n 

-16V 

1kn 

51 n 

Oscilloscope 
OICIIIO«:O/HI 

tr < 5ns 
R ;> 100 kn 
c <; 12 pF 

200n 

Figure 2 Oscilloscope 

-16,3 V 

4/8 
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+13,7 V 
-10% 

1 
1 
1 
1 
1 Input pulse 
1 Impul.ion d'.nt'*' 

1 
---490% 

1 1 
~5!!!.s_..J..4 

1 kn 

Generator 
GtlnMatrlUr 

t s <: 1 ns 
Z = 50n 

OICIIIO«:OI» 

tr < 5ns 
R ;> 100 kn 

20 kn C <; 12pf 

50n 



TVPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

"eEsat 
IVI 

0,8 

0,6 \ \ 

\ \ 
~ , 

1\ 

2N 2906, 2N 2906 A, 2N 2907, 2N 2907 A 

\ \ 2N 2906, A 

T.mb =25°e , 
1\ f\ 

\ ~ 
t'-. ~mA 

\ [\..\ ""50mA "' 
~mA ~r---

r':mA 
~ 1'-... 

0,4 

le 10mA' """"""'-
r---.. '" t--

1 
t-- .... 

0,2 

° 6 

1 

0,8 

\ 
\ \ \ 
~ ~ 

\ 
f' 

2OmAr-... 

le=10m~ N-l 
l'--... 1 

1 1 

0,6 

0,4 

0,2 

° 

'" --

\ 
\ \ 
\ \ 

'\ 

50 mA 
i"mA 

r--.... 
........... 

-

" 200m 

'-

r-

2N 2907, A 

Tamb = 250 e 

-

'" 6 8 
IBlmAI 
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2N 2906, 2N 2906 A, 2N 2907, 2N 2907 A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

2 

0,2 

6/6 
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h21 E* (lC·tamb
' h21E (10 mA·25°CI 

1 1 1 

--VCE =1V 
- __ V

CE
=3V 

---1-1-
t-' 

~ 

-

C 
(pF 1 

8 

6 

4 

2 

6 

100 

100°C 

25°C 

1 

Tamb =-5SOC 

--. 

~ 
C22~ 

r-=:.. 1--- -r--...... 
...... 

.. -- ---

i'-o 

468 

1- • t-- ... 
~-

r"'I~ 

-~ -' - ...... 

.~ 

,~, 

~'\ 

~ ~-
4 6 8 

IC(mAI 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

2N 3U5J 

General pur pose : medium power 
amplification, commutation 
Usage général : amplificateur moyenne 
puissance, commutation. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

lUO ----.-----,,---.-----, 
% 

75 

50 I-+--+--'"',--+----i 

25 I---+--+---f-----i'\.-----i 

50 

40 V 

0,7 A 

Rth(j-c) 35° C/W max. 

h21E(0,15A)50 - 250 

fT 100 MHz min. 

Case TO-39 - See outline drawing CB·7 on last pages 
Boitier Voi, dessin coté CS-' derni~res pages 

Weight : 1,1 g. 
Masse 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteu, est rel/ë /lU bortie, 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Tcase = + 25°C (Unless otherwise stated) 
(Sauf indic/ltions cont,/lired 

Collector-base voltage VCBO 60 V 
Tension COIIftCtBU,-belll 

Collector·emitter voltage VCEO 40 V Tension collftcteu,-émetteu, 

Collector-emitter voltage RBE = 10 n VCER 50 V Tension collftcteu,-émetteu, 

Collector-emitter voltage 
VBE = -1,5 V VCEX 60 V Tension collftcteu,-émetc.u, 

Emitter-base voltage 
VEBO 5 V 

Tension émetteu,-bese 

Collector current 
IC 0,7 A 

COU,/lnt collftcteu, 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Ptot 

1 W Dissip/ltion de puisSllnce Tcase = 25°C 5 

Junction tempe rature T j 200 oC 
Tempértlture de jonction max. 

Storage tempe rature min. 
T stg 

-65 oC 
Tempé,/lture de stock. max. +200 oC 

76-06 1/6 
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2N 3053 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Cour""t rI~du'" colltlctrlur-ba. 

Emitter-base eut-off current 
Courant rlsidutll MrHtttrlur-t.. 

Collector-emitter voltage 
Ttlnsion colltlctrlur-4"",tftlur 

Collector-emitter voltage 
Ttlnsion colltlctrlur-4"",ttrlur 

Collector-base breakdown voltage 
Ttlnsion de claqusfIII colltlctrlur·t.. 

Emitter-base breakdown voltage 
Ttlnsion dtI claqusfIII /J"",ttrlur·t.. 

Static forward current transfer ratio 
Va'-ur rtrltiqutl du repport dtI trIIfIrftlrt 
diract du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Ttlnsion dtlgruretiOll colltlcftlUr-4"",ttrlur 

Base-emitter saturation voltage 
Ttlnrion dtI gruration ~-4"",tftlUr 

Test conditions 
Conditions de "",.ure 

VCB =30V 

lE =0 

VEB =4 V 

IC =0 

IC = 100 mA 

lB =0 

IC = 100 mA 

RBE =10n 

IC =0,1 mA 

lE =0 

lE =0,1 mA 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC =O,15A 

IC =O,15A 

lB = 0,015 A 

IC =O,15A 

lB =0,015 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Transition frequency 
FrlqutlnCtl dtI tr"",ition 

Output capacitance 
CspaciN dtl sort;" 

1 nput capacitance 
CspKiN d'tlntrltl 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 
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VCE =10V 

IC = 0,05 A 
f = 100 MHz 

VCB = 10 V 
f = 1 MHz 

VEB = 0,5 V 
f = 1 MHz 

ICBO 

IEBO 

VCEO(sus) 

VCER(sus) 

* V(BR)CBO 

V(BR)EBO * 

h21E * 

VCEsat * 

VBEsat * 

fT 

C22b 

C11b 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications conrrairtnJ 

Min. Typ. Max. 

0,25 pA 

0,25 p.A 

40 V 

50 V 

60 V 

5 V 

50 250 

1.4 V 

1,7 V 

100 MHz 

15 pF 

BQ pF 



THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
R~sistllnœ thermique (jonction-boitierJ 

Junction-ambient thermal resistanœ 
R~sistenœ th'lfmique (jonction .. mbienttlJ 

) 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 Tcase = 25°C 

Continuous 
Continu 
Pulsed 

0,0 1 

En impu',ons 

2 

Test conditions 
Conditions de mewre 

Rthlj-c) 

Rthl j-a) 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécur(té 

1 1 1 

~q, 1 1 

~ " ' ... ~~s_ l''',, " 'J 
~ " ,,', .... s 

~~-, 
~";ro , 

s" l', 

'" Ï'\.~ " 
" 

" Î\ 

!, 

1 
1 

1 
1 ------

l l 11 1 
5 10 20 50 

Min. 

J 
.1 

H-

2N 3053 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

35 °C/W 

175 °C/W 

V
CE 

IV) 
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2N 3053 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

52 

-~"" 48 

1" ...--
\ 

1"',,-44 

40 

4/6 
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0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
0 2 4 

T
C8R

=25OC 

IC= 100 mA 

"'" ~""" 

6 8 V
CE 

(VI 

240 

120 

1 ~ 
VCE = 10V 

.l""r-

- r--~ I~LJ'L 

- A,.~ ~ 
0" 1 

=-- _ ~1 ~ 
...... 
~ ~ 

1~"'" ~ .-

l\' 

180 

l' 
60 

o 
100 2" 4 Il ~01 2 .. Il ~02 2 .. 68 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

lB 
(mA)s 

6 

4 

1 
1 

1 
/ 
~ 

il 

/ 

1 
V 

J 
1 

1 
1 

Vce = 4 V 

Tease = 25°C 

0,6 0,8 1,2 v
Be 

(V) 

C22b 
(pF) 

4 

.......... 
r--.. .... 

IC 
(mA)s 

6 

4 

" " 

(J 

ê 
" ! 

/-ou 

Il 
0,2 0,4 

4 6 V
CB 

(V) 

2N 3053 

v 
/' 

)~ / 
V / 

1 
Il 

/ 
1 1 
1-1- (J 1 
t-- k 1 

Il , 
- /-oB~ 

0,6 

1 
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2N 3053 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

\ / 

6/6 
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(V) 

t 

0,8 

0,6 

0,4 

1 

0,2 
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a 

o-~V 
~~ ~I -m .... ~#'I Il 

,1 

4 68 
IC(mA) 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM. PLANAR EPITAXIAL 

2N 3137 

- Class - C VHF 
Power amplifier 
to 250 MHz 
Amplificateur de puissance 
VHF en classe - C 
jusquIJ 250 MHz 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

0,5 I---i-~.---~--+----i 

0,25 f-+--+---t--~---l'II,----1 

o 50 100 150 

Tamb(OCl (1) 

200 Tcase(OCl (2) 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension coll«:tflUr-œ. 

Collector-emitter voltage 
Tension coll«:r.ur-4mt1tr.ur 

Emitter-base voltage 
Tension ~m/ltr.ur-œ. 

Collector current 
Courant col"'cr.ur 

Power dissipation Tamb - 25°C (1) 

Dissi".tion dII puisS/lnœ 
T case" 25°C (2) 

Junction temperature max. 
T/lmp4rarure dII jonction 

Storage temperature min. 
T/lm~rature dII stock. max. 

VCEO 20V 

500 MHz min 

400mW min. (250 MHz) 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin cotrf CS-' derniéres pages 

Weight : 1,1 9 
MaSSfl 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Collector is connected to case 
Le collecteur est reli~ au boTtier 

40 

20 

4 

150 

0,6 

1 

200 

-65 

+200 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrlllrrn) 

V 

V 

V 

mA 

W 

OC 

oC 
oC 

76-47 1/3 
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2N 3137 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant ~lidu" collfICtwur-t.. 

Collector·base breakdown voltage 
T,msion da claqua,. collllcreur.IJII,. 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tllnsion de clllqulI" collllCteuroémlltreur 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de c/aqulI(1tl ~metreur·t.1fI 

Static forward current transfer ratio 
VII/eur sretiquil du rapport dB trllnsfllrt 
diract du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tllnsion dll Sllturation co/lllctwuroémerreur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 20 V 

lE =0 

VCB = 20 V 

lE =0 
Tamb = 150°C 

lE =0 

IC = 100lJ,A 

lB =0 

IC = 15mA 

IC =0 

lE =l00IJ,A 

VCE = 5 V 

IC =50mA 

IC =50mA 

lB =5mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits SIgnaux) 

VCE = 10 V 
Transition frequency IC =50mA 
Frlqullnce dB rrllnsition f = 100 MHz 

Output capacitance 
VCB = 10V 

Capllci~ dll sortie lE =0 
f =1 MHz 

* Pulsed tp =2001J,s 5..;; 1 % 
Impulsions 

213 

248 

ICBO 

V(BRICBO 

V(BRICEO '" 

V(BRIEBO 

h21E 

VCEsat 

fT 

C22b 

(Unless otherwise statedl 
rSiluf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

50 nA 

50 IJ,A 

40 V 

20 V 

4 V 

20 120 

0,3 V 

500 MHz 

3,5 pF 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

2N 3137 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Test conditions Min. Typ. Max. Conditions de mesure 

Power gain 
Gain lm puissance 

Collecto efficiency * 
Efficacité collecteur 

VCE =20V 

IC =0 
(zero signal) 
(sans signa/) 

(fig. 1) Gp 6 
f = 250 MHz 

RG =50n 

RL = 350 n 

Pin = 100 mW 

VCE =20V 

IC =0 

(zero signal) 
(sans signa/) 

(fig. 1) 'TIC 40 
f = 250 MHz 

RG =50n 

RL = 350n 

Pin = 100mW 

* Conduction angle adjusted trough R to obtain maximum efficiency 
with a minimum of 400 mW out. 
L'angle de passage doit 6tre ajusté par R afin d'obtenir un maximum de rende· 
ment avec une puissance de sortie minimale de 400 mW. 

Power gain test at 250 MHz 
Mesure du gain en puissance à 250 MHz Figure 1 

20 V 

dB 

% 

Input 100 mW at 250 MHz trom 
50 n source 
Entrée '00 mW à 250 MHz 
Z=50n 

?1000'1 T.50n lo.d 

- - --- - - - - - - - - - - - - - - - -, 

~~~------~ .... 
.... .... 

.... 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

: 

* 

1000 pF Charge 50 n 

~~----~~I------@ 
1 
1 
1 
1 
1 

::;: Cs "" 1,5 pF 
1 
1 
1 
1 
1 

....... 1 Shield 
:&.~Blindage 
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NPN SILICON TRANSISTORS, Er ITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

- Power amplification at 250 MHz 
Amplification de puissance à 250 MHz VCBO 

VCEO 

fT 

Po 

Gp 

2N 3309 

50V 

30V 

300 MHz min. 

2W min. (250 MHz) 

7dB min. (250 MHz) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin caM CS-' derni~,."s pages 

Ptot 
(W) 

(1) Tamb(OC) 

(2) Tcase(OC) 

o 50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur·beSB 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-beSB 

Collector current 
Courtlnt collecteur 

Base current 
CounntbeSB 

Power dissipation Tamb = 25°C (1) 
Dissi".tion de pui'SBnœ T case = 25°C (2) 

Junction temperature max. 
T/lmp4rt1rurtl de jonction 

Storage temperature min. 
Tem~rtltu"" de .tockage max. 

~THOMSON'CSF 
OMSIQNSfMCQNDl..CTELRS 

~' 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

50 V 

30 V 

3 V 

0,5 A 

0,1 A 

1 W 
3,5 W 

175 oC 

- 65 oC 

+175 oC 

76 -09 1/3 
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2N 3309 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant r~sidua/ col/BCtflUr-ba$ll 

Collector-emitter eut-off current 
Courant r~siduB/ col/Bctflur-éfTlflttflur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduB/ émBttflur-ba$ll 

Collector-emitter breakdown voltage 
TBnsion dB claquage col/Bcteur-émBttflUr 

Static forward current transfer ratio 
Va/Bur stfltiquB du rapport dB transfert 
dirBct du courant 

Base-emitter saturation voltage 
TBnsion dB saturation baSB-éfTlflttflUr 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension dB SBturation col/BctBur-émBtteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 25 V 

lE =0 

VCE = 50 V 

VBE = 0 

VCE = 25 V 

V BE = 0 

Tcase= 150°C 

V EB = 3 V 

'C =0 

VBE = 0 

IC = 50 mA 

lB =0 

IC = 100 mA 

VCE = 2 V 

IC =30mA 

VCE = 2 V 

'C = 250 mA 

IC = 250 mA 

lB =65mA 

IC = 250 mA 

lB =65mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!Jnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits Signaux) 

Transition frequency 
FréquBnœ dB transition 

Output capacitance 
Capacité dB sortiB. 

* Pulsed 
Impulsions 

2/3 
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o .;;;; 2% 

VCE = 15 V 

IC =30mA 

f = 100 MHz 

VCB = 15 V 

lE =0 
f = 100 kHz 

'CBO 

'CES 

IEBO 

V(BRICES * 

V(BRICEO * 

h21E 

VCEsat 

VCEsat 

fT 

C22b 

Min. 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,005 0,5 #lA 

100 #lA 

500 #lA 

100 #lA 

60 V 

30 V 

5 100 

5 

0,5 V 

2 V 

300 400 MHz 

6 10 pF 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Dour grands signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 25 V 

Power gain IC = 160 mA 

Gain en puissance f = 250 MHz 
Fig. 1 Po =2W 

VCE =25V 

Ampl ifier output power IC = 160 mA 
Puissance rIe sortie en amplificateur f = 250 MHz 

Fig. 1 PI = 400 mW 

VCE = 25 V 

Collector efficiency IC = 160 mA 

Efficacitfl collecteur f = 250 MHz 
Fig. 1 PI = 400mW 

Figure 1 

1 If> 1,27 mm tinned wire-spiral- If> 12,7 mm inside 
1 spire fil tltamé If> 1,27 mm inside 

1 If> 1,02 mm tinned wire-spjral - Mid plug-in 
1 spire fil étamé If> 1,02 mm 

Gp 

Po 

TIC 

2 tJ> 1,02 mm enameled wire-spiral 
2 spires fil tlmailltl If> 1,02 mm f = 250 MHz 
Touching spiral mutual coupling on 
If> 6,35 mm chuck L 
Couplage mutuel Il spires jointives sur 1 
mandrin de If> 6,35 mm 

Choke coil 0,68 J.LH 
Self de choc 0,68 jJH 50 n 

Ceramic-trimmer 
Trimmer ctlramique 

Air-trimmer 
Trimmer Il air 

Min. 

7 

2 

50 

2N 3309 

(Unless otherwise stated) 
;Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

dB 

W 

% 

50 n 

+ 25 V 
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

- LF amplification 
Amplification BF 

- Low current switching 
Commutation faible courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(mW) 

300 

200 

100 

-~ 

1 1\ 1 

1 

1 \ 1 

j \. 
1 
1 
1 

Plastic case 
BOÎtier plastique 

VCEO 

2N 3414 
2N 3416 

2N 3415 
2N 3417 

{ 
25 V {2N 3414 

2N 3415 

50 V {~~ ~:~~ 

h (2 mA) 2N 3417 
{ 

75-225 {2N 3416 

21 E {2N 3414 
180-540 2N 3415 

F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
Voir dessin coté CB-16 dernières pages 

1 
\ 

50 100 
Weight : 0,3 g_ 
Masse 

Bottom view 
Vue de dessous 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage VCBO Tension collBcteur-ba$ll 

Collector-emitter voltage VCEO Tension collecteur-émt1tteur 

Emitter-base voltage V EBO Tension émetteur-base 

Collector current IC Courllnt collecteur 

Power dissipation Ptot Dissipation dB puisssnœ 

Junction temperature max. Tj Température dB jonction 

Storage temperature min. Tstg Température de stockage max. 

2N 3414 
2N 3415 

25 

25 

5 

500 

360 

150 

- 55 

+150 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 3416 
2N3A17 

50 V 

50 V 

5 V 

500 mA 

360 mW 

150 oC 

- 55 oC 

+150 oC 

76 - 09 1/2 

255 

1 



2N 3414, 2N 3415, 2N 3416, 2N 3417 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant nsiduel colltICtfJur-t.. 

Emitter-base eut-off current 
Counnt r~siduel ~mettfJur-ba. 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statiqua du npport d6 transfert 
diract du counnt 

Collector-emitter saturation voltage 
Tan.ion da Sllturation collectfJUr-lmattfJur 

Base-emitter saturation voltage 
Tan.ion dtI Sllturation basa-lmattfJUr 

2/2 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 25 V 

lE =0 

VCB = 50 V 

lE =0 

VCB = 25 V 

lE =0 
Tamb= 100°C 

VCB = 50 V 

lE =0 
Tamb= 100°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

VCE = 4,5 V 

IC =2mA 

IC =5OmA 

lB =3mA 

IC =50mA 

lB =3mA 

2N 3414 
2N 3415 

2N 3416 
2N 3417 

ICBO 

2N 3414 
2N 3415 

2N 3416 
2N 3417 

IEBO 

2N 3414 
2N 3416 

h21E 
2N 3415 

2N 3417 

VCEsat 

VBEsat 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrairesJ 

Min. Typ. Max. 

0,1 IJA 

0,1 IJA 

15 IJA 

15 IJA 

0,1 J.J.A 

75 225 

180 540 

0,3 V 

0,6 1,3 V 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

2N 
2N 
2N 

3570 
3571 
3572 

- Amplifier, mixer oscillator VHF/UHF 
Amplificateur, oscillateur mélangeur VH F IUH F 

Low noise 
Faible bruit 

- Low feedback time constant 
Faible constante de temps de réaction 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 
(mW) 

300 

200 

100 

o 50 100 150 

Tamb(oC) (1) 

T case (OC) (2) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
IC ~15mA Tension collectflur-émettflur 

Emitter-base voltage 
Tension flmetteur-base 

Collector current 
Courent collecteur 

tamb = 25°C (1) 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 

tcase = 25°C (2) 

Storage tempe rature min 
Tempflrature de stockage max 

f'SGHZ min. 2N 3570 

fT 1,2 GHz min. 2N 3571 
1 GHz min. 2N 3572 

Ih12bl 13 ps max. 
w 

fdB max. (1 GHz) 2N 3570 
F 4dB max. (0,45 GHz) 2N 3571 

6dB max. (0,45 GHz) 2N 3572 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin cotIJ CB-4 derni~res pages 

Weight : 0,7 9 
Masse 

Tamb = +25 oC 

Connection M is connected to case 
La connexion M est reliée au bo1l:ier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 3570 2N 3571 2N 3572 

VCBO 30 25 25 V 

VCEO 15 15 13 V 

VEBO 3 3 3 V 

IC 50 50 50 mA 

200 200 200 mW 
Ptot 

350 350 350 mW 

Tstg 
- 65 -65 -65 'c 
+200 +200 +200 oC 

75-46 1/2 
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2N 3570, 2N 3571, 2N 3572 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant résiduel collecteur-NItI 

Collector-base breakdown voltage 
Tension d8 claquage collecteur-Nse 

Coliector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collacteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·baltl 

Static forward current transfer ratio 
Valeur ste tique du rapport de transfert 
direct du courant 

Tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 6 V 

lE =0 

Tamb =150°C 

lE =0 

IC =1 p.A 

lB =0 

IC =2mA 

IC =0 

lE =10/JA 

VCE = 6 V 

IC =5mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Forward current transfer ratio 
Rapport d8 transfert diract du courant 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Collector depletion layer 
CaP/lcitfl de transition du collecteur 

Feedback time constant 
Constente de temps de rflacrion 

Noise figure 
Facteur d8 bruir 

* Pulsed 
Impulsions 

2/2 
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lE = -2mA 

VCE = 6V 

tp =200 /JS li .;;; 1 % 

VCE = 6 V 

IC =5mA 

f = 1 kHz 

VCE =6 V 

IC =5mA 

f =400 MHz 

VCB = 6 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

VCB =6 V 

lE =-5mA 
f = 50 MHz 

RG =50n 
f = 1 GHz 

RG = 100n 
f = 450 MHz 

RG = 100n 
f = 450 MHz 

ICBO 

2N 3570 

V(BRICBO 2N 3571 

2N 3572 

2N 3570 
V(BRICEO 2N 3571 

2N 3572 

V(BRIEBO 

2N 3570 
h21E 2N 3571 

2N 3572 

2N 3570 
h21e 2N 3571 

2N 3572 

2N 3570 

fT 2N 3571 

2N 3572 

2N 3570 

CTc 2N 3571 

2N 3572 

2N 3570 
Ih12bl 2N 3571 

W 2N 3572 

2N 3570 

F 2N 3571 

2N 3572 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

10 nA 

1 p.A 

30 

25 V 
25 

15 

15 V 
13 

3 V 

20 150 
20 200 
20 300 

20 200 

20 250 

20 350 

1500 2400 

1200 2400 MHz 

1000 2400 

0,75 

0,85 pF 

0,85 

1 8 
1 10 ps 

1 13 

7 

4 dB 

6 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

2N 3866 

- VHF-UHF amplif" and olCillaton 
Amplifiur.un ou OICi/.r.un VHF-UHF 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot r---r--r----r---, 
(W) 

3 ~~~--r---+-~ 

o 50 100 1110 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
T.,n.ion col"'cteur·œ. 

Collector-emitter voltage 
Tension col"'ctlrur-émettlrur 

Collector-emitter voltage 
RBE '" 10 il Tension col"'ctlrur-émett.,ur 

Emitter·base voltage 
Tension émettfwr·œSIJ 

Collector current 
Courant col"'ctlrur 

Power dissipation Tcase = 25°C 
Dissipation M puissanœ 

Junction temperature max. 
T.,mpérature œ jonction 

Storage temperature min. 
T.,mpératuTfl œ stockage max. 

30V 

VCEsat(100/200 mA) 1V max. 

700 MHz typo 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
Boitier Voir Muin CON CB-7 Mmi."" P.s 

Weight: 0,9 g. 
Mass.r 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

COE 
B 

Bottom view 
Vu., M d.,uous 

Collector is connected to case 
L., colllrCtlrur ."t ",Ii~ au boTtier 

55 

30 

55 

3,5 

0,4 

3,5 

200 

- 65 
+200 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicBtions contraires) 

V 

V 

V 

V 

A 

W 

oC 

oC 
oC 

76-28 1/4 
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2N 3866 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter eut-off current 
Courtlnt r~,idue/ co/lecfllur-4mettNr 

Collector-base breakdown voltage 
Ten,ion de c/aQueflll co/leCfllur-bllse 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/equ8flll collecfllur-4metfllur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/equege co/lecfllur-{Jmetfllur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de c/equege ~metfllur-"'18 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rappon dtJ transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de seturtltion collectaur-4mettaur 

Test conditions 
Condition, dtJ mesure 

VCE = 28 V 

lB =0 

IC = 100IJ.A 

lE =0 

IC =5mA 
RBE = 10 n. 

IC =5mA 

lB =0 

lE =1001J.A 

IC =0 

VCE = 5 V 

IC =50mA 

VCE = 5 V 

IC = 360 mA 

IC = 100 mA 

lB =20mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fr~uenœ de trensition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
RésistlJnœ thermique (jonction-ambilJnte/ 

Junction-case thermal resistance 
RésistlJnœ thermique (jonction-boitier) 

214 
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VCE =15V 

IC =25mA 
f = 100 MHz 

VCB = 28 V 

lE =0 
f = 1 MHz 

ICEO 

V(BRICBO 

V(BRICER 

V(BRICEO 

V(BRIEBO 

h21E 

VCEsat 

fT 

C22e 

Rth(j-al 

Rth(j-cl 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicetion, contnlirnJ 

Min. Typ. Max. 

20 IJ.A 

55 V 

55 V 

30 V 

3,5 V 

10 100 

5 

1 V 

700 MHz 

3 pF 

200 °C/W 

35 °C/W 



HF CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES HF 

2N 3866 

2N 3866 

2N 3866 

TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE 

AS = 50 n 

Cl 

t 
(MHz) 

100 

250 

400 

Cl = C2 = C3 = 4 to 29 pF, air trimmer 
C4 = 4 to 14 pF, air trimmer 
C5 = 1 nF, teed through 
C6 = 12 pF 
C7 = 12 nF 

Al = 5,6 n 
A2 = 10 n 

VCE 
(V) 

28 

28 

28 

VEE =-28V 

L 1 = 2 turns copper wire (1 mm) ; int. diam. 6 mm ; 
winding pitch 3 mm 

L2 = Ferroxcube choke coil ; Z ( at t = 250 MHz) = 
450n 

L3 = L4 = 6 turns enamelled copper wire (0,5 mm) ; 
int. diam. 3,5 mm (100 nHl 

L5 = 2 turns copper wire (1 mm) ; int. diam. 7 mm ; 
winding pitch 2,5 mm ; leads 2 x 15 mm. 

Po 
'W) 

1,8 

1,5 

1 

2N 3866 

PI IC (~) (mA) (W) 
max. min. 

0,05 107 

0,1 107 

0,1 79 

C3 L5 

C4 
L4 

A2 

C, = C2 = C3 = 4829 pF, trimmer 8 air 

C4 = 48 '4f?F, trimmer 8 air 

C5 = , nF, condensateur de traverse 

C6= '2pF 

C7= '2nF 

R' =5,6 n 
R2= ,on 

L , = 2 spires fil de cuivre , mm : cf> intérieur 6 mm : 

pas3mm 

60 

50 

45 

L2 = bobine de choc Ferroxcuba : Z = 450 nif = 250 MHz 

L3 = L4 = 6 spires da fil de cuivre émail/fi de 0,5 mm : 

cf> intlJrieur 3,5 mm (' 00 nH) 

L5 = 2 spires fil de cuivra fT mm) : cf> intérieur 7 mm : pas 

2,5 mm: deux connexions de '5 mm. 

3/4 

261 

1 



2N 3866 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

Vi !..~V 
CE 

1\ 1\ Tamb= 25°C 

\ ' ~ 

1,5 ~ \ \ 
\ \ ~ \ \ \ '" *-\ \. q;j(Ji, 
\ :%"R'> 1'-. 

...... 
~ 1000.. r-I--\q~ ~~ l'~ r--.... 1-

,,~ " ....... ---
0,5 

o 200 400 600 f(MHz) 

)r-IVC~=115~ 1 

f = 100 MHz 
r- Tj = 25°C 

BOO 
/'" ""~ 

4/4 
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600 

400 
o 

V "~ 

100 

C22b 
(pF) 

8 

6 

4 

2 

'" 

200 

IEI=le lo 
I-f = 1 MHz 

Tj = 250C 

l 

\ 

" -r--..... 

o 10 20 30 



PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

2N 4957 
2N 4958 
2N 4959 

- High gain, low noise amplifier 
AmplificatflUr j grand gain et faible bruit 

- Oscillaton and mixers 
OscillatflUrs et m61angeurs 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 
(W) 

0,2 

0,16 

0,1 

0,06 

° ° 

f'~ 
1 '\ 
1 

1 '\ 
1 

i " 1 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tllnsion collllctllUr-l». 

Collector-emitter voltage 
Tllnsion colltlctflur-4m11ttflUr. 

Emitter-base voltage 
Tension tlmllttflur-l». 

Collector current 
COUr/lnt co'ItIctflur 

Power dissipation 
Dissipation de puissanœ 

Junction temperature max. 
Temp4ratufll dII jonction 

Storage temperature min. 
Tllmptlratufll dII stock. max. 

-30 V 

-30 mA 

h21E(-2 mA) 20 min. 

~1200 MHz 

~1000 MHz 

min. 

min. 

2N 4957 

{
2N 4958 

2N 4959 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
Boitier Voir dessin caM CIJ.4 dernjjfll' pege. 

1 
Weight : 0,7 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Connection M is connected to case 
La conne/tion M est fIIime au bo7tie, 

-30 

-30 

-3 

-30 

200 

200 

- 65 
+200 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indication. COntrlliflls) 

V 

V 

V 

mA 

mW 

Oc 

Oc 
oC 

76 - 23 1/9 
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2N 4957, 2N 4958, 2N 4959 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
CtHIr."t fil/du., coll«:rwu"'" 

Collector-emitter breakdown voltage 
T.n,iOll de clequ.,. collectflur-lmerr.ur 

Collector-base breakdown voltage 
T."liOil de clMl"" collectflur-be .. 

Static forward current transfer ratio 
V.leur ,tfltiqu. du repporr de trIInlf.rt 
direct du coul"llnt 

Test conditions 
Condition. de fTHIlUre 

VCB = -10 V 

lE =0 

VCB =-10V 

lE =0 
Tamb= 160°C 

IC =-1 mA 

lB =0 

IC = -1001J,A 

lE =0 

lE =-100pA 

IC =0 

VCE =-10V 

IC =-2mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!lnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

VCE = -10 V 
Transition frequency lE =-2mA 
Fr«iu.nce de transition 

f = 100 MHz 

Output capacitance 
VCB =-10V 

lE =0 
CIIpacité d. sortie 

f = 1 MHz 

Collector·base time constant 
VCB =-10V 

Constante de temps collecteur-baSfl lE =-2mA 
f = 63.6 MHz 

2/9 
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ICBO 

V(BRICEO 

V(BRICBO 

h21E 

2N 4957 
fT 2N 4958 

2N 4959 

C22b 

rbb, Cb'c 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indiClltion, cont,."I,.,) 

Min. Typ. Max. 

-0.1 pA 

-100 pA 

-30 V 

-3 V 

30 V 

20 40 

12001600 MHz 
1000 1500 2500 MHz 
1000 1500 2500 MHz 

0,4 0,8 pF 

8 ps 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small siQnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (/Jour petits signaux) 

Noise figure 
Fllcteur de bruit 

Power gain 
Gain en puissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonctionoflmbillnte) 

Test conditions 
Condition. de "",sure 

VCE =-10V 

IC =-2mA 

f = 450 MHz 

VCE = -10 V 

IC =-2mA 

RG =50n 

f = 1000 MHz 

VCE = -10 V 

le =-2mA 
f = 450 MHz 

VeE = -10 V 

le =-2mA 

RG =50n 
f = 1000 MHz 

F 

Gp 

Rth(j-a) 

2N 4957, 2N 4958, 2N 4959 

2N 4957 
2N 4958 
2N 4959 

2N 4957 

2N 4957 
2N 4958 
2N 4959 

2N 4957 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indiclltions contrllirlls) 

Min. Typ. Max. 

2,6 3 dB 
2,9 3,3 dB 
3,2 3,8 dB 

5 dB 

17 25 dB 
16 25 dB 
15 25 dB 

13 dB 

875 °e/w 

3/9 
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2N 4957, 2N 4958, 2N 4959 

FIGURE 1 Noise figure and power gain test circuit 

4/9 
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Circuit de mesure du facteur de bruit et du gain en puissance 

Cl, C2, C3, C4, C5 : 1-10 pF air trimmer, piston type 
L 1 Silver plated brass bar stock 25 mm long, 6 mm 

diameter 
L2 Silver plated brass bar stock 40 mm long, 6 mm 

diameter, tapped 6 mm from collector 
L3 12 mm loop of 1,3 mm wire, 9,5 mm from anf 

parallel to L2 

500 pF 11 ;çO,OlIJ.F 

v 
Common 
Commun 

C1, C2, C3, C4, C5: 1-10 pF sjustsblss il sir 

L 1: Rond dt/illiton srflllnttl ri> = 6 mm, longusur 25 mm 

L2 : Rond ds Isiton srgsnttl ri> = 6 mm, longusur 40 mm 
priss il 6mm du col/lICtsur 

L3: bouc/s dt/ 12 mm sn fil dt/ 1,3 mm parsI/Bis il L2 st 
il 9,5 mm dll distsncs. 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC 
ImA ) Tamb=25~ 

.... ~~ 
~~ 

.~".... ----
J~ ".... -1--

8 

6 
l/'" ,,- I----1--
v'r 1--1--rJ.--
~-- 1--"-

4 '/'-

r 
2 

.L. 

/' 
V 

o 
o 2 4 

) 

/ 
/' 

1,8 

/ 
I 

V 1.4 

1 
1 , 

0,6 

0,2 

o 2 4 

I]~ 
-220~ 

~ 

-200~ -~-r-:--
_160 ~A 

1----S-4J~~ 
-1~Oj.lA 

-lboj.lÀ 

-8Oj.lA 

l60j.I~-
' 1 

--4Qj.lA_ 

'B --20j.lA 

6 8 

./ r-

VCE=IOV 
Tamb=25°C r-

6 8 

4 

8 

6 

4 

2 

4 

100 

8 

6 

4 

10-1 

V ~ 

C"b 

r--I---. 

2N 4957, 2N 4958, 2N 4959 

VCE = IOV 
Tamb= 25°C 

Il 

4 68 

'C lmAI 

T' Il =2~oC 
amb -

~ C22b r--.... , .... -r'-

10-1 2 4 6 ~Oo 2 4 6 ~O' 2 
4 S 8 

VAIV) 
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2N 4957, 2N 4958, 2N 4959 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

(mS ) 1 1 1 

VCB =-10V ---_ ...... - f--r--t-- vCB = -15 V 
f = 450 MHz 

80 

1 

g11b ""--_...-

~- .... - .... - ~ 
~ -V .-

60 

/~ i ~ 
~ ........ ~ 

1 

'/ -', 
~ ~""-jbllb 1 

40 

:~ ~' 1 

1 

V 1 1 

i 1 
, 

20 

o 1 

o 2 4 6 

(mS) 

~CB'= ~10J 1 1 1 :l+ 
r-V

CB 
= -15 V ______ ." , 

1 = 450 MHz 1 1 

1 ., +--
, ;..-

+jb2lb~ 
, .... -.. 

80 

1 
/~ ... l-' 

] I~ " 1 
""921b 

J- l ï 
t--

0 V 1 

1 i 

60 

40 

:/ 1 

1 

1 

20 

o 
o 2 4 6 
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(mS) 
1 1 1 1 1 1 

VCB = -10V 
VCB =-15V ---- --
f = 450 MHz 

.1 
Jb12b 

0,8 

--.....-
~ ~ 1--

~ 

0,6 

1 

i 
0,4 

1 

1 

! 1 

1 

i 1 

0,2 

""912b 
o 

o 2 4 6 

(mS ) 
VC~ =~10~ '~ 
VCB =-15V ------ f----- --t--
f = 450 MHz 1 1 

+jb2lb 
4 

F-;:::. --
3 

2 

1 

92,2b 

1 
jiio ~-o 

o 2 4 6 8 'c(mA) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

(mS) 
VC~ = ~101V ~ 
VCE =-15V ------
f = 450 ~HZ 

1 

+.1 1--r- jb11e 

16 

t--t-- i...---1--1'-'::-R le::: 
./ ;=." ~-=-

12 

~ ~ ..... 1--' 

~ .,.. 
~ 1-'" 

9118 

8 

4 

o 
o 2 4 6 

(mS) 
~ !:-iov ' ~ 

r-- V
CE 

= -15 V -----
f CE = 450 MHz 

80 
-jb21e 

~ 
~ 1---

./ 1---

~ ....... 
60 

p 
~ 

1.---~- ... --- 9218 
40 

r-

f...-1---

--

-
~- --

Ir; r--r::::: ~ ~ 
20 

o 
o 2 4 6 

(mS ) 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 
o 

(mS) 

4 

3 

2 

o 
o 

~-~. 

2 

F----

-
2 

2N 4957, 2N 4958, 2N 4959 
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2N 4957, 2N 4958, 2N 4959 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

2N 5090 

- UHF-VHF amplifier, frequency multiplier 
or oscillator 
Amplificateur, multiplicateur de fréquence ou 
oscillateur VHF-UHF 

Maximum power dissipation 
Puissance de dissipation maximale 
Ptot 
(W) 1\ 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1\ 
\ 

\ 
\ 

50 100 150 200 T case (OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecreur-limetteur 

Emittet-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation 
Tcase = 75°C Dissipation de puissance 

Junction temperature max. 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

VCEO 

IC 

30V 

0,4 A 

10 - 200 

500 MHz min. 

Case TO-GO - See outline drawing CB-27 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-27 dernillres pages 

Weight : 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Collector is connected to case 
Le colltlCteur est relié au boitier 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

55 V 

30 V 

3,5 V 

0,4 A 

5 W 

200 oC 

- 55 oC 

+200 oC 

76 - 21 1/4 
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2N 5090 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter cut·off current 
Courant ~siduel col/ectaur-lmetteur 

Collector·emitter cut·off current 
Courant rtlsiduel collecteur-émerteur 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émettaur 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émerteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de SBturation col/ecteur-émettaur 

Tamb =25 o C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 28 V 

lB =0 

VCE = 55 V 

VBE =-1,5 V 

VCE =30V 
VBE =-1,5 V 

T case= 200°C 

IC =5mA 

lB =0 

IC =5mA 

RBE = 10U 

VCE = 5 V 

IC =50mA 

VCE = 5 V 

IC =360 mA 

IC = 100 mA 

lB =20mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frtlquence de transition 

Output capacitance 
CIIpacittl de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Rtlsistance thermique (jonction-boitierJ 

2/4 
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VBE =15V 

IC =50mA 
f = 200 MHz 

VCB =30 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

ICEO 

ICEX 

V(BRICEO 

V(BRICER 

h21E 

VCEsat 

fT 

C22b 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicationscontrlliresJ 

Min. Typ. Max. 

20 /lA 

100 /lA 

5 mA 

30 V 

55 V 

10 200 

5 

1 V 

500 MHz 

3,5 pF 

25 °C/W 



HF CARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES HF 

Power input 
Puisssnctl d'tlntr6t1 

Collector efficiency 
Rendtlmtlnt dtl colltICttlur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Po =1,2W 
RL =50n PI 

f = 400 MHz 

Po = 1,2W 

RL = 50n 1/ 
f = 400 MHz 

C2 L2 

+VCC = 28 V 

C1 0,9·7 pF 
C2 1,5·20pF 
C3 1,5 - 20 pF 
C4 1000 pF 
L 1 2 turns No. 18 AWG wire, 1/4" ID, 1/8" long 

2 spires fil 1 mm diBm~tf'tl int6ritlur 6 mm, longutlur 3 mm 

L2 RF choke, 0, 1 ~H 
Bobintl de choc 100 nH 

L3 2 turns No. 18 AWG wire, 1/8" ID, 1/8" long 
2 spif'tls fil 1 mm, diBm~trtl inttJritlur 3 mm, longutlur 3 mm 

L4 3 turns No. 16 AWG wire, 1/4" ID, 3/8" long 
3 spif'tls fil 1,5 mm, di8m~trtl int(uitlur 6 mm, longutlur 9 mm 

2N 5090 

Min. Typ. Max. 

0,2 W 

45 % 

1 

3/4 
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2N 5090 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NPNSILICON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR 

The 2N 5109 is an high frequency multi· 
emitter transistor intended for use in wide· 
band, large dynamic, linear amplifier. 
It illuited for such applications as CATV, 
MATV, telecommunications, oscilloscopes. 
Le 2N 5709 est un transistor multitJmetteur haute 
frlquence destintJ aux amplificateurs IintJaires à 
large bande et grande dynamique. 
/1 convient pour des applications tel/es que CA TV, 
MA TV, ttJlkommunications, oscilloscopes. 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension colt.f:œur-lmtltœur 

Collector-emitter voltage RBE = 10n 
Tension collecœur-lmetœur 

Emitter-base voltage 
Tension 4metœur-base 

Collector current 
Cou,.nr collectrlur 

Base current 
Couranrbase 

Tamb = 25°C 
Power dissipation 
Dissi".rion de puissance 

Tcase = 75°C 

Junction temperature max 
Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

2N 5109 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

20V 

0,4 A 

1200 MHz à 50 mA 

10 dB à 200 MHz 

Case TO·39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
Boîtier Voir dessin cohf CB·7 derni~,.s pages 

Weight : 1,1 g .. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

o 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

40 V 

20 V 

40 V 

3 V 

0,4 A 

0,4 A 

1 W 

2,5 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

76 - 06 1/4 
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2N 5109 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Counmt rhiduel collecrrtur-4mettflUr 

Collector-emitter cut-off current 
Coul'flnt "~duel co/~ur-4rnettflUr 

Emitter-base eut-off current 
Coul'flnt rtlsiduel tlmettflUr-bMe 

Collector-base breakdown voltage 
Tension dtJ clllQue,. collectflur-bese 

Collector-emltter breakdown voltage 
Tension de claquegtl collectflur-4metteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de cleque,. collectflur-4mettflur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claque,. tlmettflur·bese 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de SIIturetion collectflur-4rnettflur 

Static value of the forward current 
transfer ratio 
V.leur stfltique du repport de tnmsfrlrt 
dif'fICt du courent 

2/4 
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Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions dtJ I7If1SUl'fI 

VCE = 15 V 

'B =0 

VBE = -1.5 V 
VCE = 36 V 

VBE =-1.5 V 
VCE = 15 V 

'C = 150°C 

VEB = 3 V 

'C =0 

'C = 100IJA 

'E =0 

RBE = 1011 

'C =5mA 

'C =5mA 

'E =0 

lE =100IJA 

'C =0 

'C = 100 mA 

'B =10mA 

VCE = 15 V 

'C =50mA 

VCE = 5V 

'C = 360 mA 

'CEO 

'
CEX 

'
EBO 

V(BRICBO 

V(BRICER 

V(BRICEO 

V(BRIEBO 

VCEsat 

h21E 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

20 pA 

5 mA 

5 mA 

0.1 mA 

40 V 

40 V 

20 V 

3 V 

0.5 V 

40 120 

5 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!1nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Common émitter feedback capacitance VCB = 15 V 
C.".cit~ de rfJaction en ~mt1tteur commun lE =0 

VCE = 15 V 

IC =25mA 

f = 200 MHz 

Transition frequency 
VCE = 15 V 

Fr«iuence de transition IC =50mA 
f = 200 MHz 

VCE = 15 V 

IC = 100 mA 

f = 200 MHz 

Voltage gain (wide band) 
VCE = 15 V 

Gain en tension (large blinde) (fig. 1) IC =50mA 

f = 50 ... 216 MHz 

fs = 210 MHz 
Cross modulation (fig. II fu = 150 MHz 
T,.n.modulation 

Va = 54 dB mV 

VCE = 15V 

Power gain (narrow band) IC =10mA 

Gain en puissance (blinde ~troite) 
(fig. 21 f = 200 MHz 

Pi = -10dBm 

Noise figure 
VCE = 15V 

Facteur de bruit 
(fig. 21 IC = 10mA 

f = 200 MHz 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case therinal resistance 
R~sistence thermique (jonction-boitmr) 

Junction-ambient thermal resistance 
R~sistance thermique (jonction-ambillnte) 

C12e 

fT 

GV 

DCM 

Gp 

F 

Rth(j-c) 

Rthlj-a) 

2N 5109 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

3,5 pF 

1000 MHz 

1200 MHz 

1000 MHz 

11 dB 

-70 dB 

11 dB 

3 dB 

50 °C/W 

175 °C/W 

3/4 

279 



2N 5109 

4/4 

2S0 

R4 C1, C2, C5 : 

C3 

C4 

C6,C7 

R1 

R2 

R3 

R4 

T1 

Detail of transformer 
DtJrsil du transformateur 

0,002 IlF dise ceramic 
0,002 p.F disque céramique 

S - 60 pF 

O,031lF dise ceramic 
0,03 /iF disque céramique 

1500 pF feedthrough 
1500 pF "by pIIU" 

390 n 1/2 W 

6,Sn 1/2W 

330n 1 W 

270 n 1/2 W 

4 turns No. 30 wire 
bifilar wound on 
toroii:fal core 
4 tours fil 25/100 émail, 
enroulemant bifilaif'fl sur 
noyau torordel 

Figure 1: Voltage gain test circuit 
Circuit de masuf'fl du fIIIin en tension 

Figure 2: Power gain test circuit and noise figure 

C1, C2, C3 1 - 30 pF 

C4 1 - 20 pF 

C5 10000 pF dise ceramic 
10000 pF disque cérBfTlique 

C6, C7 1000 pF dise ceramic 
1000 pF disque cé",mique 

CS 0,1 IlF dise ceramic 
0, 1 p.F disque céramique 

l1 4-1/2 turns, No 22 wire, 
3/16 in. (4.76 mm) 1.0. 
4 112 tours fil 65/100 
diamètf'fl int. 4,75 mm 

l4 3-1/2 turns, No 22 wire, 
3/16 in. (4.76 mm) 1.0. 
3 112 tours fil 65/100 
diamètre int. 4,75 mm 

l2, l3 O,S21lH RFC 
Self d'arrlt 0,82 p.H 

R1 240n,2W. 

Circuit de masure du gain en puisSBncs et du fsctBur de bruit 



NPN SI L1CON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

- Low noise tuned amplifiers 
U HF converters 
Oscillators up to SOO MHz 
Amplificateurs accordés faible bruit 
Convertisseurs UHF 
Oscillateurs jusqu'à 500 MHz 

2N 5179 

12V 

SOmA 

h21 E(3 mA) 25 - 2SO 

h21e(1 kHz) 25 - 300 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 derni/lres pages 

P tot ,----r---,----,-----, 
(W) 

0.31-...... -+--+---t-----I 

0.2 I--k-+---.::'-<--+---t-----I 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collflcteur-blIse 

Collector-emitter voltage 
Tflnsion col/flCtflur-6mettflur 

Emitter-base voltage 
Tflnsion IImflttflur-blIse 

Collector current 
Courant collflctflur 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Dissiplltion d8 puisSllnCfl Tcase = 25°C 

Junction temperature max_ 
Tflmpérature dfI jonction 

Storage temperature min. 
Tflmpérllture de stockage max. 

1 

i 

1 

Weight : 0.7 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Connection IV' is connected to case 
La connexion M est reliée au bOÎtier 

-

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

20 V 

12 V 

2,5 V 

50 mA 

0,2 W 

0,3 W 

200 oC 

65 oC 

+200 oC 

76 - 19 1/7 
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2N 5179 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector·base eut-off current 
Courant r~siduel colllJCteur-bll,. 

Collector-base breakdown voltage 
Ten.ion de clequeflll collecteur-baH 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de clequeflll collecttlur.(Jmetteur 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de clequeflll ~metteur-ba,. 

Static forward current transfer ratio 
Veleur stetique du ",pport de t",nsfert 
direct du cou",nt 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de setu",tion colltlcteur.(Jmetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Ten.ion de .. tur.tion basa-lmetteur 

Tamb =25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 15 V 

'E =0 

VCB = 15 V 

'E =0 
Tamb= 150°C 

'C =11J.A 

'E =0 

'C =3mA 

'B =0 

'E =101J.A 

'C =0 

VCE = 1 V 

'C =3mA 

'C =10mA 

'B =1 mA 

'C =10mA 

'B =1 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small siQnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

VCE =6 V 

'C =2mA 
f = 1 kHz 

Forward current transfer ratio 
Rapport de t",n.fert dirw:t du cou"",t 

VCE =6V 

'C =5mA 
f = 100 kHz 

217 

282 

Min. 

'
CBO 

V(BRICBO 20 

VCEO(susl 12 

V(BRIEBO 2,5 

h21E 25 

VCEsat 

VBEsat 

25 

h21 • 

9 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicetions contraires) 

Typ. Max. 

20 nA 

1 IJ.A 

V 

V 

V 

250 

0,4 V 

1 V 

300 

20 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Output capacitance 
Capacit~ de sortie 

1 nput capacitance 
Capacit~ d'eMrH 

Collector base time constant 
Constante de temps col/ecteur base 

Small signal power gain 
Gain en puiSSllnce pour petits signaux 

Common emitter oscillator 
power output 
PuiSSllnce de sortie en oscillateur 
• ~metteur commun 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistanœ 
Résistanctt thermique {jonction .. mbiantfl} 

Junction-case thermal resistance 
Résistanctt thermique (jonction·boitier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 10 V 

lE =0 

0,1 MHz<f<l MHz 

V EB = 0,5 V 

IC =0 

0,1 MHz<f<l MHz 

VCB = 6 V 

IC =2mA 

f = 31,9 MHz 

VCE = 12 V 

IC =5mA 

f = 200 MHz 

VCB = 10 V 

lE = -12 mA 

f > 500 MHz 

Min. 

C22b 

C11b 

rbb, Cb'c 3 

Gp 15 

(fig. 1) 

Po 20 

(fig. 2) 

Rth(j.a) 

Rth(j.c) 

2N 5179 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 pF 

2 pF 

14 ps 

dB 

mW 

875 °C/W 

583 °C/W 

3/7 
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2N 5179 

Figure 1 Power gain and noise figure measure (200 MHz) 
Mesure du gain en puissance et du facteur de bruit à 200 MHz 

CIN 
3·35 
pF 

1-5pF 

NEUTRALISATION PROCEDURE 

C7 ~~o 

50.n 

0,1 ri 
"FI * 1 1,2,F 

+VCC 

1 - Connect a 50 .n 200 MHz generator amplifier input and adjust generator to provide an amplifier output of 5 mV. 
2 - Tune C2, C6 and C7 for maximum amplifier output. Readjust generator to maintain a 5 mV amplifier output. 
3 - Interchange connections to generator and RF voltmeter 
4 - Adjust CN for a minimum indication at amplifier input 
5 - Repeat steps 1, 2, 3 and 4 to determine if retuning is necessary. 

NEUTRODYNATION DU CIRCUIT 

1 - Attaquer l'amplificateur avec un générateur 50 n 200 MHz et régler son niveau pour obtenir 5 mV en sortie. 
2 - Régler C2, C6 et Cl pour obtenir le niveau de sortie maximum. Maintenir ce niveau li 5 m V li l'aide du générateur 
3 - A ttaquer la sortie de l'amplificateur avec le générateur et brancher le voltmétre HF li l'entrée 
4 - Régler CN pour avoir le niveau minimum li l'entrée de l'amplificateur 
5 - Reprendre les points 1, 2, 3 et 4 pour réajustement éventuel. 

4/7 
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Figure 2 : 500 MHz power output measure 
Mesure de la puissance de sortie à 500 MHe 

JL2,,:!~ut 
RFC 

Note 1 

Note 2 
Note 3 
L1 

Coaxial-line output network consisting of : 
2 general radio type 874 TEE or equivalent 

See note 1 
Voir note 1 

- 1 general radio type 874-D20 adjustable stub or equivalent 
- 1 general radio type 874-LA adjustable line or equivalent 
- 1 general radio type 874-WN3 short-circuit termination or equivalent 
RFC = 0,2J.1H 
Lead number 4 (case) floating 
2 turns # 16AWG wire, 3/8 inch OD, 1 1/4 inch long 

Note 1: La ligne de sortie coexiale comprend: 
- 2 tés général radio 874 TEE 
- 1 adaptateur general radio 874-020 
- 1 ligne ajustable general radio 874-LA 
- 1 court-circuit general radio 874 WN3 ou équivalent 

Note 2: RFC =0,2IlH 

Note 3: Connexion de boÎtier (nO 4) non connectée 
L 1 2 spires fil de 1,5 mm, diamètre 10 mm, longueur 32 mm. 

v ;., 6V 1 

_1 CE = 100 MHz 30 
Tamb= 25°C 

25 

20 

15 

L 
fo"""'" r--. i'...... 

IL '" 
10 

5 

o 
o 5 10 15 20 25 30 IClmA) 

2N 5179 

1 
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2N 5179 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

v' ='SV 1 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

VeE = 4 V 

~f = 1,5mA 
amb= 25°e 

16 

J 12 
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NOTES 



PNP SI LlCON TRANSISTORS, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

2N 5365 
2N 5366 

- LF amplification 
Amplification BF 

- Medium speed switching 
Commutation moyenne vitesse 

- General use and industrial applications 
Usage général et applications industrielles 

-40 V 

h { 40 - 120 
21E 100 - 300 

(-SOmA) 

250 MHz 

2N 5365 

2N 5366 

typo 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B- See outline drawingCB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CB-16 derni~res pages 

P
tot 

(W) 

0,36 

0,24 

0,12 

o 

i'" 1 

'\~ 1 
1 

: 
1 

" 1 
1 

60 100 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collflcteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collectflur-émettflur 

Emitter-base voltage 
Tension ~mettflur-balfl 

Collector current 
Courent collflctflur 

Peak collector current t p = 10 j.lS, /j = 2 % 
Courant de crftfl de collectflur 

Power dissipation 
Dissipetion de puissance 

Junction temperature max. 
T/lmp~reture de jonction 

Storage temperature min. 
TBmpéreture de stockage max. 

Weight : 0,3 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrair(6) 

-40 V 

-40 V 

-4 V 

-300 mA 

-500 mA 

0,36 W 

150 oC 

- 65 oC 

+150 oC 

76-09 1/3 
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2N 5365, 2N 5366 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off eurrent 
Courant rllidue' COllllCtBur-bB. 

Collector-emitter eut·off current 
Courant r~sidue' collllCtBur-4m11rtBur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant r~sidua' ~mattBur-ba. 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de cIBquage colIBctBur-4mettBur 

Statie forward eurrent transfer ratio 
ValBur stBtique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension baSll-4mettBur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation colIBcteur-4mettBur 

Base-emitter saturation voltage 
Tenllion de "wretion baSll-4m11rtBur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/3 

290 

li ~ 2% 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions da mesura 

VCB =-40 V 

lE =0 

VCB =-40 V 

lE =0 
Tamb= 100°C 

VBE =0 
VCE =-40 V 

VEB =-4 V 

IC =0 

IC =-lOmA 

lB =0 

VCE =-10 V 

IC =-2 mA 

VCE = -50 mA 

IC =-1 V 

VCE =-5 V 

IC =-300 mA 

VCE =-lOV 

IC =-2mA 

IC =-50mA 

lB =-2,5mA 

IC =-300 mA 

lB =-30mA 

IC =-50mA 

lB =-2,5 mA 

le =-300 mA 

lB =-30mA 

ICBO 

ICES 

IEBO 

V(BRICEO 

2N 5365 
2N 5366 

h21E 
2N 5365 
2N 5366 

h21E* 2N 5365 
2N 5366 

VBE 

VCEsat 

VCEsat* 

VBEsat 

VBEsat* 

Min. 

-40 

32 
80 

40 
100 

20 
40 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contrairasJ 

Typ. Max. 

-100 nA 

-10 p.A 

-100 nA 

-10 p.A 

V 

120 
300 

-0,5 -0,8 V 

-0,25 V 

-1 V 

-1,1 V 

-2 V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Forward current transfer ratio 
Rapport dB transfert direct du courant 

Transition frequency 
FrMiuence dB transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

1 nput capa ci tance 
Capacité d'entrH 

T = 25° C amb 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-10V 

IC =-2mA 

f = 1 kHz 

VCE =-10V 

IC =-2mA 

f = 100 MHz 

VCB =-10V 

lE =0 

f = 1 MHz 

V EB = -0,5 V 

IC =0 

f =1 MHz 

Min. 

2N 5365 32 
h21e 2N 5366 80 

fT 

C22b 

C11b 

2N 5365, 2N 5366 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

180 

450 

250 MHz 

8 pF 

35 pF 

3/3 
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Compl. of 2N 5449 and 2N 5450 

• Driver stages and power stages in 
AF amplifiers 
Etages "Drivers" et de puissance pour 
amplifiacteurs BF 

VCEO 

IC 

h21E 
(-50 mA) 

fT 

-25 V 

-30 V 

*
*2N 5447 

lN 5448 

* Preferred device 
Dispositif r«ommllnd~ 

2N 5447 

2N5448 

-200 mA 

60·300 2N 5447 
30·150 2N 5448 

100 MHz min. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages 
BoTtier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pllgtls 

Ptot 
(W) 

0,3 

0,2 

0, 1 

o 

i\ 
II\. 
1 '\ 1 

: 
1 

'" 1 
1 

50 100 150 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de crtte de collecteur 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température dB stockage 

max. 

min. 
max. 

Weight : 0,3 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VESO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

2N 5447 

-40 

-25 

-5 

-200 

-600 

0,3 

150 

- 55 
+150 

Collector is connected to case 
Le collecteur est reli~ /lU boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indic/ltions contr/liresJ 

2N 5448 

-50 V 

-30 V 

-5 V 

-200 mA 

-600 mA 

0,3 W 

150 oC 

- 55 oC 

+150 oC 

76-20 1/2 
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2N 5447, 2N 5448 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

Collector-base eut-off current 
Courllnt ~siduel collectflur-bll. 

Emitter-base eut-off current 
Courllnt r~6idut/1 ~mettflur-blI. 

Collector-base breakdown voltage 
Tt/n,ion ds cllKlullgs collectflur-blI$II 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tt/nsion ds clllqullge collllctflur-4mettflur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension ds clllqullge ~mettflur-blI. 

Static forward current transfer ratio 
VIIIt/ur 'tfltique du f1Ipport ds tf"llnllfert 
dif"llct du courllnt 

Collector-emitter saturation voltage 
Tt/nsion de $IItuf"lltion collllctflUr-4mettflur 

Base-emitter voltage 
Tension blI$II-4mettflur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CA RACTE R ISTIOUES D YNAMIOUES 

Transition frequency 
Fr~ut/nCfl ds trllnsition 

Forward current transfer ratio 
RlIpport de trllnsfert direct du couf"llnt 

* Pulsed 
Impul,ions 

2/2 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -20 V 

lB =0 

VEB =-3 V 

IC =0 

IC =-0,1 mA 

lE =0 

IC =-10mA 

lB =0 

lE =-0,1 mA 

IC =0 

VCE =-5V 

IC =-50 mA 

IC =-50mA 

lB =-5mA 

VCE =-5 V 

IC =-50 mA 

VCE =-5 V 

IC =-50mA 
f = 50 MHz 

VCB =-10V 

lE =0 
f =1 MHz 

ICBO 

IEBO 

V(BR)CBO 
2N 5447 
2N 5448 

V(BR)CEct 2N 5447 
2N 5448 

V(BR)EBO 

h21E * 2N 5447 
2N 5448 

VCEsat * 

VBE * 

fT 

C22b 

Min. 

-40 
-50 

-25 
-30 

-5 

60 
30 

-0,6 

100 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indiclltions contrllires) 

Typ. Max. 

-100 nA 

-100 nA 

V 

V 

V 

300 
150 

-0,25 V 

-1 V 

MHz 

12 pF 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Compl. of 2N 5447 and 2N 5448 

_ Driver stages and power stages in 
AF amplifiers 
Etages "Drivers" et de puissance pour 
amplificateurs BF 

VCEO 

IC 

h21E 
(100 mA) 

fT 

30V 

O,SA 

100-300 
50-150 

2N 5449 
2N 5450 

* Preferred dev ice 
Dispositif recommandé 

2N 5449 
2N 5450 

100 MHz min. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case 
Boitier plastique 

F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages 
Voir dessin co~ CB-76 derni~res plJf/tls 

Ptot 
(W) 

0,30 

0,20 

0,10 

r1\ 
1 1\ 1 
1 

1 \ 1 
1 i\ 
1 

\ 1 
1 

50 100 150 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-basa 

Emitter-base voltage 
Tension tlmetteur-basa 

Emitter-base voltage 
Tenllion tlmetteur-ba .. 

Collector current 
Courant collecteur 

Power diSSipation 
Dissiplltion de puissance 

Juriction temperature max. 
Températurtl de jonction 

Storage temperature min. 
Temptlrature de stockBgtl max. 

Weight : 0,3 g. 
MaSSll 

VCBO 

VEBO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

50 

30 

5 

0,8 

0.36 

150 

- 55 
+150 

C~E 
B 

Bottom view 
Vue de deuous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairtl.) 

V 

V 

V 

A 

W 

oC 

oC 
oC 
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2N 5449, 2N 5450 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collectfJur-base 

Emitter-base eut-off current 
Courant ré.iduel émettfJur-base 

Collector-base breakdown voltage 
Ten6ion titi claquaflll col/ectfJur-ba .. 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension titi claquage col/ectfJur-ilmettfJur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émettfJur-ba .. 

Static forward current transfer ratio 
Valeur S tll tique du rapport de transfert 
'·'i. ect d J C'3urant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur-ilmettfJur 

Base-emitter voltage 
Tension base-ilmettfJur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fréquence titi transition 

Output capacitance 
CapacitiJ de sortie 

* Pulsed 
Impulsions 

2/2 

296 

6 ,.;; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 20 V 

lE =0 

VEB = 3 V 

IC =0 

IC =0,1 mA 

lE =0 

IC =10mA 

lB =0 

lE =0,1 mA 

IC =0 

VCE = 2 V 

IC = 100 mA 

IC = 100 mA 

lB =5mA 

VCE = 2 V 

IC = 100 mA 

VCE = 2 V 

IC =50mA 

f = 50 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 
f = 1 MHz 

ICBO 

IEBO 

V(BRICBO 

V(BRICEO 

V(BRIEBO 

2N 5449 h21E 
2N 5450 

VCEsat 
2N 5449 

2N 5450 

VBE 

fT 

C22b 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

100 nA 

100 nA 

50 V 

30 V 

5 V 

100 300 

50 150 

0,6 
V 

0,8 

0,5 1 V 

100 MHz 

12 pF 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

Compl. of BC 177, BC 178, BC 179 

The NPN "plln epitaxill" transiston BC 107. 
BC 108 Ind BC 109 Ira intended for use in 
L.F. preamplifier and drivan stages. The BC 109 
is for ... n for low noise stages. 

VCEO 

VCEO 

45V 

20V 

* BC 107 * BC 108 
BC 109 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

BC 107 

{BC 108 
BC 109 

Les transistors NPN "plan tlpiwiBI" BC 107, BC 108 et 
BC 109 sont destinls aux USIIfIIIS BF dans les ltages 
"prlBmplificBteurs" et "drillflrs". Le BC 10S est prlvu 
pour les ltages fBible bruit. 

IC 

h21e 

100 mA 

h21e 

F 

125 

240 

4dB 

min. {BC 107 
BC 108 

min, BC 109 

max. BC 109 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB-6 darniiffls pages 

P
tot 

(w) 

0,8 -'" 1\ 

: 
1 0,6 

1 

-h 
0,4 

0,2 
1 
1 

o 

i\2) 
\ 

~1) I\. 
'"'", ~ 

(1) ln free-air 
A /'airlibre 

(2) With infinite heat -sink 
avac un radiateur infini 

o 60 100 160 200 Tamb( oC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Emitter-base voltage V EBO Tansion tJmatteur-baSil 

Collector-emitter voltage VCEO Tension co/ltlctflur-llmettflur 

Collector-emitter voltage VCER Tension co/ltlctflur-ilmattBur 

Collector current 
'C Courant co/ltlctflur 

Tamb =25°C 
Power dissipation Ptot Dissipation de puisSllnce 

T case=25°C 

Junction temperature max. Tj TemptJratuffl de jonction 

Storage temperature min. Tstg Tempt§ratuffl de stockBfltl max. 

, 
Weight: 0,45 9 
Masse 

BC 107 BC 108 

6 5 

45 20 

50 30 

100 100 

300 300 

850 850 

175 175 

-55 -55 
+175 +175 

CGE 
B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est ffllitJ au boTtiar 

(Unless otherwise stated) 
(Seuf indications contraires) 

BC 109 

5 V 

20 V 

30 V 

100 mA 

300 mW 

850 mW 

175 oC 

-55 oC 

+175 oC 

76-47 1/10 
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BC 107, BC 108, BC 109 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
COUtant rillidual coIWcr.ur-4mt1tteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tansion de claqua", colt.cr.ur-4mt1tr.ur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension dB claqua", ImfItr.ur·baSfl 

Static forward current transfer ratio 
Vaillur stetique du flIpport dB tflln,'ert 
direct du coul7lnt 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collflcteur-4mt1tr.ur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de uturetiOll balfl-4mt1tteur 

* Pulsed 
Impulsion. 

2110 

298 

~ =2oo/Js 

1 

Test conditions 
Condition. de mtllUflI 

VCE = 50 V 
VBE = 0 

VCE= 30 V 
VBE = 0 

VCE = 50V 
ICES VBE= 0 

Tamlr 125°C 

VCE = 30 V 

VBE= 0 
Tamb= 125°C 

IC = 2mA 
V(BRICEO lB =0 

lE = l/JA 

IC =0 V(BRIEBO 

IC = 10/JA 
VCE = 5 V 

h21E* 
IC = 2mA 
VCE = 5 V 

IC = tOmA 

lB = 0,5 mA 
VCEsat 

IC = 100 mA 

lB = 5mA 

IC = 10mA 

lB = 0,5 mA 

VBEsat 
IC = 100 mA 

lB ... 5mA 

BC 107 

BC 108 
BC 109 

BC 107 

BC 108 
BC 109 

BC 107 
BC 108 
BC 109 

BC 107 
BC 108 
BC 109 

A 

B 
C 

A 

B 
C 

BC 107 
BC 108 

BC 107 
BC108 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indication. contraires} 

Min. Typ. Max. 

15 nA 

15 nA 
15 nA 

4 /JA 

4 /JA 
4 /JA 

45 V 
20 V 
20 V 

6 V 
5 V 
5 V 

40 

60 
100 

110 240 
200 480 
400 850 

0,1 0,2 V 

0,2 0,6 V 
0,2 0,6 V 

0,7 0,83 V 

0,9 1,05 V 
0,9 1,06 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

1 nput impedance 
ImpldanCfl d'entr" 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert inllflf'Stl de la tfJnsion 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Output admittance 
AdmittanCfl de sortie 

Transition frequency 
Fr«lUenCfl de transition 

Output capacitance 
Capacitlf de sortie 

Noise figure 
FactfJur de bruit 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistanœ 
R~sistanCfl tharmique (jonction-ambiantfJ) 

Junction-case thermal resistance 
R~sistanCfl tharmique (jonction-boitier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = 2mA 
VCE= 5V hlle 
f = 1 kHz 

IC = 2mA 
VCE = 5 V h12e 
f = 1 kHz 

IC = 2mA 
VCE = 5 V h21e* 
f = 1 kHz 

IC = 2mA 
VCE = 5 V h22e 
f = 1 kHz 

IC = 10mA 
VCE = 5V fT 
f = 100 MHz 

lE =0 
VCB = 10V C22b 
f = 1 MHz 

IC = 0,2 mA 
VCE = 5 V 
RG = 2 kil 

f = 1 kHz 
..:lf = 200 Hz F 

IC = 0,2 mA 
VCE = 5 V 

RG = 2 kil 
30 Hz ..... 15 kHz 

Rthlj-a) 

Rthlj-c) 

*The transistor BC 107 is grouped in two classes of OC gain: A - B 
Le transistor BC 107 est subdivi~ en deux classes de f/IIin statique: A - B 

*The transistor BC 108 is grouped in three classes of OC gain: A - B - C 
Le transistor BC 108 est subdivi~ en trois classes de f/IIin statique: A - B - C 

*The transisto BC 109 is grouped in two classes of OC gain: B - C 
Le transistor BC 109 est subdivis~ en deux classes de gain statique: B - C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

BC 107 
BC 108 
BC 109 

BC 109 

BC 107, BC 108, BC 109 

Min. 

1,6 
3,2 

6 

125 
240 
450 

150 

IUnless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

2,7 4,5 kil 
4,8 8,5 kil 
8,7 15 kil 

1,5 10-4 

2 10-4 

3 10-4 

200 260 
330 500 
600 900 

18 30 p.AIV 
30 60 IlAlV 
60 110 I/-AIV 

300 MHz 

4 pF 

2 10 dB 

2 10 dB 
2 4 dB 

2 4 dB 

500 °C/W 

175 °C/W 
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BC 107, BC 108, BC 109 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 
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BC 107, BC 108, BC 109 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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BC 107, BC 108, BC 109 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES 
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BC 107 1 BC 108 1 BC 109 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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NPN SILICON TRANSISTOR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM 

Compl. of BC 160 and BC 161 

- Switching and amplifier 
Commutation et amplification 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot ...--r--r--r--,.----, 
(WI 

4~~f_-f_-f_-!-~ 

(1)T
amb

(OCI 

o ......... L....L...._L...._.".,~.L.....--' (2)Tcase(OCI 

25 50 100 150 200 250 

ABSOLUTE RATINGS (.LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-/»IB 

Collector-emitter voltage 
Ttm.ion collecteur-4mt1tttlur 

Emitter-base voltage 
Tension tlmetttlur-/»IB 

Collector current 
Counmt collecttlur 

Base current 
Courant/»IB 

Power dissipation Tamb = 25°C 

Dissipation de pui.SIInCfl Tcase = 25°C 

Junction temperature max. 
T,,,nptlreture de jonction 

Storage temperature min. 
T.mpt§reture de stock. max. 

VCEO {

40V 

60V 

1A 

BC 140 
BC 141 

BC 140 

BC 141 

40 ... 250 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin cOM CS-' dernitlres pages 

Weight: 1,1 g. 
Masse 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BC 140 BC 141 

VCBO 80 100 V 

VCEO 40 60 V 

VEBO 7 V 

IC 1 A 

lB 100 mA 

Ptot 
0,80 W 
4,25 W 

Tj 175 oC 

Tstg - 55 +175 oC 

76 - 071/6 
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BC 140, BC 141 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collectllur-4metteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collectllur-4merreur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage tJmettllur-b6se 

Collector-emitter eut-off current 
Cour"nr r/Jliduel collectllUr-4merreur 

Static forward current transfer ratio 
Veleur Iflltique du fIIpporr de tr"n"eff 
direct du cour"nt 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de SIItuflltion col/eCfllUr-4metfllur 

Base-emitter voltage 
Tension b6,.-4mettllur 

2/6 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =0,1 mA 

VBE =0 

IC =30mA 

lB =0 

lE =0,1 mA 

IC =0 

VCE = 40 V 

VBE =0 

VCE = 60 V 

VBE =0 

VCE = 40 V 

VBE =0 
Tamb= 150°C 

VCE = 60 V 

VBE =0 
Tamb= 150°C 

VCE = 1 V 

IC = 100 mA 

IC =1A 

lB = 100 mA 

VCE = 1 V 

IC =1A 

BC 140 

V(BR,CES 
BC 141 

BC 140 

V(BR'CEO 

BC 141 

V(BR,EBO 

BC 140 

BC 141 

ICES 

BC 140 

BC 141 

cl. 6 

h21E cl. 10 

cl. 16 

VCEsat 

VBE 

(Unless otherwise stated, 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

80 V 

100 V 

40 V 

60 V 

7 V 

10 100 nA 

10 100 JJA 

40 100 

63 160 

100 250 

0,6 1 V 

1 1,8 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS T 25 C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES amb = 0 

Transition frequency 
Fr6qutlnCfl dtI trsn.ition 

Common base output capacitance 
CafNICitfJ dtllOrtitl bBItI communB 

Common base input capacitance 
Capscittl d'Bntrtltl bBItI communB 

Turn·on time 
TBmps totsl dtl croisltlnCfl 

Turn·off time 
TBmps totsl dB dtlcroiSSBnCB 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistance-
RtlsistsnCfl thtlrmiquB (jonction-Bmbisnts) 

Junction-case thermal resistance 
Rtlsi.tsnCfl thtlrmiquB (jonction-boTtier) 

Test conditions 
Conditions dB mtlSUrfl 

VCE =lOV 

IC =50mA 

f = 20 MHz 

VCB = 10V 

lE =0 

f = 1 MHz 

VEB = 0,5 V 

IC =0 

f = 1 MHz 

IC = 100 mA 

IB1~IB2""5 mA 

IC = 100mA 

IB1~IB2""5 mA 

Min. 

fT 50 

C22b 

Cllb 

td + tr 

ts + tf 

Rth(j-al 

Rth(j-cl 

BC 140, BC 141 

(Unless otherwise statedl 
(Ssuf indicstions contrsirss) 

Typ. Max. 

MHz 

25 pF 

80 pF 

250 ns 

850 ns 

187 °C/W 

35 °C/W 

3/6 
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BC 140, BC 141 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

1 kn 

50n 1 kn 

Rise time and fall time of input voltage < 15 ns, generator impedance 50 n 
Tflmps dtI cro;8SIInCfl fit tflmps dfl dkrO;8SIInCfl dfl/a tflnsion d'flnt'" < 15 nI, pnlntflUr d'irnp4t»flCflSO n 

4/6 
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Oscilloscope 
• Oscil/oSCOptl 

tr < 15 ns 
Ze> 100 kn 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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BC 140, BC 141 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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PNP SILICON TRANSISTOR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM 

Compl. of BC 140 and BC 141 

- Switching and amplifier 
Commutation et amplification 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot rT --r--r--r--r----, 
(W) , 

(1) Tamb(OC) 

(2) Tcase(OC) 

25 50 100 150 200 250 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-bailli 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension tlmetteur-balill 

Collector current 
Courant collecteufl 

Base current 
Courant bailli 

Power dissipation Tamb = 25°C 

Dissipation de puissance Tcase = 25°C 

Junction temperature max. 
Temptlratuf'fl de jonction 

Storage temperature min. 
Températuf'fl de stockage max. 

'6.THOMSON-CSF 
OMSOONsa.tOONIlUCTB.A 

~ 

{

-40V 

-60 V 

-1 A 

40 .... 250 

BC 160 
BC 161 

BC 160 

BC 161 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin COM CS-' derni~f'fIs pages 

Weight: 1,1 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relifJ au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BC 160 BC 161 

VCBO -40 -60 V 

VCEO -40 -60 V 

VEBO -5 V 

IC -1 A 

lB -0,1 A 

Ptot 
0,80 W 
4,25 W 

Tj 175 oC 

Tstg - 55 +175 oC 

76-07 1/6 
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BC 160, BC 161 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/equlI(/fI col/ecteur-émetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/equlI(/fI col/ecteur-émtltteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de c/equegB tlmetteur-œse 

Collector-emitter eut-off current 
Courtlnt rtlsidue/ collecteur-émtlttwur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur ste tique du rapport de trllnsfer 
direct du courllnt 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de Sllturtltion co/lecteur-émtltteur 

Base-emitter voltage 
Tension œse-émetteur 

2/6 

314 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =-0,1 mA 

VBE =0 

IC =-50mA 

lB =0 

lE =-0,1 mA 

IC =0 

VCE =-40 V 

VBE =0 

VCE =-60 V 

VBE =0 

VCE = -40 V 

VBE =0 
Tamb= 150°C 

VCE =-60 V 
VBE = 0 

Tamb= 150°C 

VCE =-1 V 

IC =-100mA 

IC =-1 V 

lB =-100mA 

VCE =-1 V 

IC =-1 A 

BC 160 

V(BRICES 
BC 161 

BC 160 

V(BRICEO 
BC 161 

V(BRIEBO 

BC 160 

BC 161 

ICES 
BC 160 

BC 161 

cl. 6 
h21E cl. 10 

cl. 16 

VCEsat 

VBE 

(Unless otherwise stated) 
(SBuf indiclltions contrlli,.) 

Min. Typ. Max. 

-40 V 

-60 V 

-40 V 

-60 V 

-5 V 

-10 -100 nA 

-10 -100 IlA 

40 100 

63 160 

100 250 

-0,6 -1 V 

-1 -1,7 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS Tamb = 25° C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
FrkluenC1l de tranlition 

Common base output capacitance 
CIIpacitA de sortie base commune 

Common base input capacitance 
Capacit~ d'entrh base commune 

Turn-on time 
Temps totlll de croissenC1l 

Turn-off time 
Temps total de dkroissenC1l 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistance 
RésistanC1l thermique (jonction-ambiantll) 

Junction-case thermal resistance 
R~sistanC1l thermique (jonction·boÎtier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -10 V 

IC =-50mA 

f = 20 MHz 

VCB = -10 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

VEB = -0,5 V 

lE =0 

f =1 MHz 

IC = -100 mA 

-IB1""'IB2'~5 mA 

IC =-100 mA 

-I B1 ""'I B2""'5 mA 

Min. 

fT 50 

C22b 

C11b 

td + tr 

\+lt 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

BC 161, BC 161 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

30 pF 

180 pF 

500 ns 

650 ns 

187 °C/W 

36 °C/W 

3/6 
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BC 160, BC 161 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

1kn 

Rise time and fall time of input voltage < 15 ns, generator impedance 50 n 
Temps de croissance et temps de dflcroissance de la tension d'entrée < 75 ns, g(mérateur d'impédance 50 fi 

4/6 
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• Oscilloscope 
Oscilloscope 

tr = 15 ns 

Zin= 100 kn 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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BC 160, BC 161 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

Compl. of BC 107, BC 108, BC 109 

The PNP planar epitaxial transistors BC 177, 
BC 178 and BC 179 are intended for use in L.F. 
preamplifier and driver stages. The BC 179 is 
foroseen for low noise stages. 

Les transistors PNP "planar épitaxial" BC 177, BC 178 et 
BC 179 sont destinés aux usages BF dans les étages 
"préamplificateur" et "driver". Le BC 179 est prévu 
pour les étages faible bruit. 

VCEO 

IC 

h21e 

h21e 
F 

* BC 177 * BC 178 
BC 179 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

f45V BC 177 
-25V BC 178 
-20V BC 179 

-100 mA 

75 min. { BC 177 
BC 178 

240 min. BC 179 

4dB max. BC 179 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
BOÎtier Voir dessin cotrf CB-6 derni~res pages 

p 
tot 

(w) 

0,6 f---+-~:---t---+-----1 
(1) ln free air 

A l'air libre 
0,4 t--+--+----'Iot----t------i 

o 

(2) With infinite heat sink 
Avec radiateur infini 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Emitter·base voltage VEBO Tension émetteur-baStl 

Collector-emitter voltage VCEO Ten.ion collecteur-4metteur 

Collector-emitter voltage VCES Tension collecteur-4mettflur. 

Collector current IC 
Courant collecteur 

Peak collector current ICM Courant de crllte de collecteur 

Base current lB 
Courant baStl 

Power dissipation Tamb =25 O C 
Ptot Dis.ipetion de puissanœ Tcase =25°C 

JunctÎon temperature Tj Temp4rarure de jonction 

Storage temperature Tstg Teml»rature de .raclef/(/fl 

, 
Weight: 0,3 g. 
Masse 

BC 177 

-5 

-45 

-50 

-100 

-200 

-50 

300 

750 

175 

-55 
+175 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BC 178 BC 179 

-5 -5 V 

-25 -20 V 

-30 -25 V 

-100 -100 mA 

-200 -200 mA 

-50 -50 mA 

300 300 mW 
750 750 mW 

175 175 oC 

-55 -55 OC 

+175 +175 oC 

75-47 1/8 
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BC 177, BC 178, BC 179 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Courant résiduel collecteur-émetteur 
Collector-emirrer cut-off current 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecreur-4mt1trf1ur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecreur-4metreur 

Tension de claquage émetteur-base 
Emitrflr-baStl, breakdown lIo/tage 

Static forward current transfer ratio 
Ve/eur sretique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de Stlturation co/ltlcteur-4metreur 

Tension de saturation base-émetteur 
BaStl-emitrflr saturation IIO/tage 

Tension base-émetteur 
Baltl-emirrer lIo/tage 

Test conditions 
Conditions de mtlwre 

VCE = -20 V 

VBE = 0 

VCE = 20 V 
VBE =0 

T = 125°C amb 

ICE = - lO iJ.A 
VBE= 0 

IC = -2 mA 

lB =0 

lE = - lO iJ.A 

IC =0 

IC = -2 mA 
VCE = -5V 

IC = -10mA 

lB = -0,5 mA 

IC = -100 mA 

lB = -5 mA 

IC = -10mA 

lB = -0,5 mA 

IC = -100 mA 

lB = -5 mA 

IC = -2 mA 

lB = -5V 

ICES 

ICES 

BC 177 

V(BRICES BC 178 
BC 179 

BC 177 
V(BRICEO BC 178 

BC 179 

V(BRIEBO 

... VI 
h21E A 

B 

VCEsat 

BC 177 
BC 178 

VBEsat 

BC 177 
BC 178 

VBE 

*The transistors BC 177 and BC 178 are grouped in three classes od OC gain: VI - A - B 
Les transistors BC 177 et BC 178 sont subdillisés en trois c/_, de gain Itatique : VI - A - B 

*The transistor BC 179 is selected in two classes of OC gain: A - B 
Le transistor BC 179 est lillr~ en deux clBSStls de gain ItfItique : A - B 

2/8 

320 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

100 nA 

4 iJ.A 

-50 V 
-30 V 
r-25 V 

-45 V 
-25 V 
-20 V 

-5 V 

65 150 
110 240 
200 480 

-0,1 -0,2 V 

-0,3 -0,95 V 
-0,3 -0,95 V 

-0,7 -0,8 V 

-0,9 -1,2 V 
-0,9 -1,2 V 

-0,55 -0,7 V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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BC 171, BC 178, BC 179 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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BC 177, BC 178, BC 179 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

fT 500 
(MHz) 

400 

300 

200 

100 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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BC 177, BC 178, BC 179 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Compl. of BC 212, BC 213, BC 214 

- Low noise preamplifier 
Preamplificateurs faible bruit 

OC amplifiers 
Amplificateurs continus 

VCBO 1
60V 
45V 
45V 

*BC 182 
BC183 
BC184 

* Preferred dev ice 
Dispositif recommandé 

BC 182 
BC 183 
BC 184 

1
100-480 BC 182 

h21 E(2 mA) 100-850 BC 183 
250 BC 184 

280 MHz Typ. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dtlssin co~ CB-76 dtlrniiJftI' pllfltls 

P
tot 

(W) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

l'i\. 
1 '\ 1 

1 

'\ 1 
1 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage VCBO Ttln,ion co'lttcteur-bllSI/I 

Collector-emitter voltage VCEO Tension collttcttlur~mllrtflur 

Emitter·base voltage VEBO Ttlnsion tJmertflur-bllSI/I 

Collector current IC 
Coursnt co'lttcttlur 

Power dissipation Ptot DissiplJtion dtI pui'lIInœ 

Storage temperature min. Tstg TtlmptJrstuftl dtI 'tock. max. 

Weight : 0,3 g. 
Masstl 

Be 182 

60 

50 

6 

200 

300 

- 55 
+150 

BC 183 

45 

30 

6 

200 

300 

- 55 
+150 

Bottom view 
VUtl de dessous 

(Unless otherwise stated) 
rSiluf indiclJtion, contrlJiftl') 

BC 184 

45 V 

30 V 

6 V 

200 mA 

300 mW 

- 55 oc 

+150 oC 

76- 24 1/5 
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BC 182, BC 183, BC 184 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courlfnt residuel col/lICteur-bII. 

Emitter-base eut-off current 
Courlfnt rtfsiduel tfmetteur·bIISfI 

Collector-base breakdown voltage 
Ttlnllion dtI clllqUlfflll col/ecteur-bIIse 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension dtI cllfqulfgf1 col/tlcteur-tfmetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de cllfqulfgf1 tffTlfltteur·bIISfI 

Static forward current transfer ratio 
Vlf/eur stetique du rapport dtI trlfnsfert 
direct du courlfnt 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de Slfwration collflcteur-tffTlfltteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/5 
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1) .;;;; 2% 

Test conditions 
Conditions de fTlflsure 

VCB = 50 V 

lE =0 

VCB =30V. 

lE =0 

VCB =30 V 

lE =0 

VEB = 4 V 

IC =0 

IC = 10 liA 

lE =0 

IC =2mA 

lB =0 

lE = 10 liA 

IC =0 

VCE = 5 V 

IC = 10 liA 

VCE = 5 V 

IC =2mA 

VCE = 5 V 

IC = 100 mA 

IC =10mA 

lB =0,5mA 

BC 182 

ICBO BC 183 

BC 184 

IEBO 

BC 182 
V(BRICBO BC 183 

BC 184 

BC 182 
V(BRICEO BC 183 

... BC 184 

V(BRIEBO 

BC 182 
h21E BC 183 

BC 184 

BC 182 
BC 183 
BC 184 

h21E* 
BC 182 

BC 183 
BC 184 

VCEsat 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indiclftions contrlfires) 

Min. Typ. Max. 

15 nA 

15 nA 

15 nA 

15 nA 

60 V 
45 V 
45 V 

50 V 
30 V 
30 V 

6 V 

40 

40 

100 

100 480 
100 850 
250 

80 

80 
130 

0,25 V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter saturation voltage 
Ttlnsion dtl SBtunltion collBctBur-émtltteur 

Base-emitter saturation voltage 
Ttlnsion dB IBturation baStl-émtltttlur 

Base-emitter voltage 
Ttlnsion baStl-émtltteur 

Base-emitter voltage 
Ttlnsion baStl-émtltteur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Forward current transfer ratio 
Rapport dB t~nsftlrt dirtlct du coufBnt 

Output capacitance 
Capacité dtl sortitl 

1 nput capacitance 
Capacit6 d'tlntr6B 

Test conditions 
Conditions dtl mtlsurtl 

IC = 100 mA 

lB =5mA 

IC = 100 mA 

lB =5mA 

VCE = 5 V 

IC = 10J.LA 

VCE = 5 V 

IC = 100J.LA 

VCE = 5 V 

IC =2mA 

VCE = 5 V 

IC =lOmA 

VCE = 5 V 

IC =2mA 

f = 1 kHz 

VCB = 10 V 

lE =0 
f = 1 MHz 

V EB = 0,5 V 

IC =0 
f = 1 MHz 

NOTE1: On request : BC 182 B - BC 183 B - BC 184 B ~ 
BC 182 A - BC 183 A 

Sur dtlmBndtl BC 183 C - BC 184 C 

* Pulsed 
Impulsions 

fi ..; 2 % 

VCEsat 

VBEsai 

VBE 

VBE* 

BC 182 
h21e BC 183 

Note 1 BC 184 

C22b 

Cllb 

125-260 

{ h21 e 240-500 
450-900 

BC 182, BC 183, BC 184 

Min. 

0,55 

125 

125 
240 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicBtionscontrlli~s) 

Typ. Max. 

0,6 V 

1,2 V 

0,52 V 

0,55 V 

0,7 V 

0,68 V 

500 

900 
900 

3 5 pP 

9,5 pF 
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BC 182, BC 183, BC 184 

DYNAMIC CHARACTERISTICS T 25 C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 8mb = 0 

Transition frequency 
Frktuence de trensition 

Noise figure 
Fecteur de bruit 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
R~siltence thermique (jonction .. mbiente) 

4/5 
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Test conditions 
Conditions de mesurtl 

VCE = 5 V 

IC = 10mA 

fT = 100 MHz 

VCE = 5 V 

IC = 200J.lA 

RG =2kn 
f = 1 kHz 
~f = 1 Hz 

Min. 

fT 

BC 182 

F BC 183 

BC 184 

Rth(j-a) 

(Unless otherwise stated) 
(SIIuf indicetions contreires) 

Typ. Max. 

280 MHz 

10 dB 
10 dB 
4 dB 

420 °C/W 



STATIC CHARACTERISTICS 
CA RACTE R ISTIOUES STA TlOUES 
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NOTES 



NPN ~ILlCON TRANSISTOR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM 

- Switching and amplifier 
Available on A and B groups 

Commutation et amplification 
Utilisable pour les groupes A et B 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot ...--r--r--r---r-""'" 
(W) 

0,8 '"""'.-~-~-~-~--I 

0,6 

o ,4 f---1I--f-~r--f----i 

0,2 I--+-=_r--I--~r---I 

(1) Tamb(OC) 

(2) T case(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-llmetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-llmetteur 

Emitter-base voltage 
Ttm,ion flmetfflur-bllsa 

Collector current 
Courtlnt collecteur 

Peak collector current 
COUrtlnt dfI cr#te dfI collecteur 

Power dissipation 
Dissipation dfI puissance 

Junction temperature max_ 
Tempflrtlturfl dfI jonction 

Storage temperature min, 
Templrtlturfl dfI stockage max. 

ICM 

h21e 
(2mA-5V) 

64V 

200 mA 

f 125-260 A 

l240-500 B 

BC 190 

Cas~ TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coti! CB-6 dernijrflS PBf1lls 

Weight: 0,32 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCES 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

70 

64 

5 

100 

200 

300 

175 

- 55 
+175 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

oc 

oC 
oC 

76- 03 1/8 
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BC 190 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rllsiduel col/ectfJur-6metteur 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-ilmettfJur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage 6mettfJur-bBse 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stfJtique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension bBse-ilmetteur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur-ilmettfJur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de uturation bllse-ilmetteur 

2/8 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 60 V 
VBE =0 

VCE = 60 V 

VBE =0 

Tamb= 125°C 

IC =2mA 

lE =lIJ-A 

VCE =5 V 

IC =0,01 mA 

VCE = 5 V. 

IC =2mA 

VCE = 5 V 

IC = 100 mA 

VCE = 5 V 

IC =2mA 

IC =10mA 

lB =O,5mA 

IC = 100 mA 

lB =5mA 

IC =10mA 

lB =O,5mA 

IC = 100 mA 

lB =5mA 

Min. 

ICES 

V(BRICEO 64 

V(BRIEBO 5 

A 

B 

h21E 
A 

B 

A 

B 

V
BE

· 0,55 

VCEsat 

VBEsat 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,2 15 nA 

0,2 4 IJ-A 

V 

V 

90 

150 

170 

290 

120 

200 

0,62 0,7 V 

0,07 0,2 V 

0,2 0,6 V 

0,73 0,83 V 

0,87 1,05 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS Tamb = 25° C 
C~RACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Forward current transfer ratio 
VCE = 5 V 

Rapport de tnmsfert direct du courant IC =2mA 

f = 1 KHz 

Transition frequency 
VCE =10V 

Frlquence de transition IC =10mA 

f = 100 MHz 

Output capacitance VCBO=10 V 
Capacité de sortie f = 1 MHz 

1 nput capacitance V EBo=0,5 V 
Capacit4 d'entrlle f = 1 MHz 

VCE = 5 V 

Noise figure IC =0,2 mA 
Facteur de bruit Rg =2kfl 

f = 1 kHz 

Min. 

A 125 

h21e 

B 240 

fT 150 

C22b 

Cllb 

F 

BC 190 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

220 260 

330 500 

250 MHz 

3,5 6 pF 

8 pF 

2 10 dB 
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BC 190 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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BC 190 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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BC 190 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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NPN SI LlCON TRANSISTORS, PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR 

The BC 211 and BC 211 A are intended for a 
wide variety of medium power medium speed 
switching and AF amplifier application ; they 
are particularly useful as horizontal deflexion 
driver, AF output amplifier up to three watt, 
driver in HI FI amplifier ..•. These types can be 
supplied together with BC 313 and BC 313 A 
PNP as matched pairs. 
Les BC 211 et BC 211 A sont destinés aux usages géné­
raux dans le domaine de la commutation moyenne vites­
se et de l'amplification basse fréquence, notamment dri­
ver de balayage lignes, driver d'ampli HI FI, étages de 
sortie BF jusqu'à 3 W. /ls peuvent être livrés appariés 
avec leurs complémentaires PNP, les BC 313 etBC 313 A 

Dissipation 
Variation de dissipation 
P
tot 

IW) 
4,25 

, 0,8 

-~ 

1\ 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

~ --t-
1 

i\. 
\(2) 

-(1) '\ 
"""""-- """""--~ 

(1) Tamb(OC) 

(2) T case (OC) 

o 25 100 175 250 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
VCBO Tension collflcteur-bBse 

Collector-emitter voltage VCEO Tension collectflur-émllttflur 

Emitter-base voltage 
VEBO Tension tlmettflur-bBse 

Collector current IC 
Courant collflctfJur 

Junction temperature Tj Temptlratura da jonction 

Tamb =25°C 1 Power dissipation 
Ptot Dissi".tion da puis,.nœ 

Tcase =25°C 

*BC 211 
BC 211 A 

* Preferred dev ice 
Dispositif recommandé 

{ 
40 V BC 211 

V(BR)CEO 
60 V BC 211 A 

ICM 1 A 

40 ..... 250 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CS-' dernières pages 

Weight: 1,1 9 
Masse 

Tamb = +25 oC 

BC 211 

80 

40 

5 

1 

-65 
+175 

0,8 

4,25 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BC 211 A 

100 V 

60 V 

5 V 

1 A 

-65 oC 
+175 oC 

0,8 W 

4,25 W 

75 -43 1/5 
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BC 211, BC 211 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter eut-off current 
Counmt r~liduel cOlIsctsur-é"",tteur 

Collector-base breakdown voltage 
Tentjon dB clsquafIB collectBur-billB 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension dB clBquagtl collBctflur-émettflur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension dB clBquagtl ~mettflur-billB 

Static forward current transfer ratio 
ValBur statique du rapport dB transfert 
direct du courant 

Matched pair ratÎo (1) 
Repport d'BpperiBment 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de IBturation collBctsur-émettflur 

Test conditions 
Condition, dB mesura 

VCE= 40 V 

VBE = 0 

VCE = 60 V 
VBE = 0 

IC = 100 J.LA 
lE = 0 

IC = 30 mA 

lB = 0 

lE = lOOIlA 

IC = 0 

IC = 150mA 

VCE= 2 V 

IC = 500 mA 
VCE = 2 V 

IC =150mA 

VCE= 2 V 

IC = 1 A 
lB = 0,1 A 

ICES 

V(BRICBO 

V(BRICEO 

V(BR)EBO 

VëEsat 

BC 211 

BC211 A 

BC211 
BC211 A 

BC 211 

BC211 A 

cl.6 
cl. 10 
cl. 16 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contrairas) 

Min. Typ. Max. 

80 
100 

40 

60 

5 

40 
63 
100 

20 

0,8 

100 

100 

100 
160 
250 

1,25 

0,4 1 

nA 

nA 

V 

V 

V 
V 

V 

V 

(1 )This specification apply only to matched pairs 2 - BC 211/A or BC 211/A - BC 313/A avalaible on request. 
Ctlrr. claulB ,'applique uniquement aux peires 2 - BC 2 11 lA ou BC 21 1 lA . BC 3131A li"rabl8$ sur dsmsnde qJklBle_ 

2/6 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Frlquence de trBnsition 

Output capacitance 
CBpBCit~ de sortie 

Turn-on time 
Temps totsl d'~tBblissement 

Turn-off time 
Temps totBI de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistanct: 
R~siltBnce thermique (jonction .. mbiBnts) 

Junction-case thermal resistance 
R~liltsnce thermique (jonction-boTtier) 

Test conditions 
Condition, de mesure 

le = 50 mA 

VeE = 10V 

lE =0 
VeB = 10 V 

le = lOOmA 

IB1 = 5mA 
IB2 = -5 mA 

le = 100mA 

IB1 = 5mA 
IB2 = -5 mA 

Min. 

fT 50 

enb 

td + tr 

t s + lt 

Rth(j-a) 

Rth(j-cl 

BC 211, BC 211 A 

(Unless otherwise stated) 
(SllUf indicBtionscontrBir8') 

Typ. Max. 

300 MHz 

8 25 pF 

80 250 ns 

400 850 ns 

187 °e/W 

35 °e/w 

3/5 
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BC 211, BC 211 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

200 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

fT 

(MHz 

450 
) 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

C22b 
(pF) 

20 

1\ 

15 1\ 

10 

5 

o o 

\ 

V 

f'-. 

~ r-.. 
/ ~ 

Il 
J 

/ 
l/V 

VCE =10 V 

f = 100 MHz 

J'-... 
~ ...... -t---t---
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5 10 15 V
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) 
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50 
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90 
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40 

30 
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10 

Il 

1 
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NOTES 



PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Compl. of BC 182, BC 183, BC 184 

- Low noise preamplifier 
Preamplificateurs faible bruit 

- OC amplifiers 
Amplificateurs continus 

VCBO 

h21E(-2 mA) 

fT 

*BC 212 
BC213 
BC214 

* Preferred device 
Dispositif recommlmdé 

1-6OV BC 212 
-45 V BC213 
-45 V BC214 

~ 60 
min. BC 212 

80 min. BC 213 
140 min. BC 214 

350 MHz Typ. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B- See outline drawing'CS-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CB-76 dernieres pages 

Ptot 
(W) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

l\ 
1 1'-
1 '\ 1 
1 

1 "\ 1 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage VCSO Tension cdllflcteur-baStl 

Collector-emitter voltage VCEO Tension colltlctllur-4mt1ttllur 

Emitter-base voltage 
VESO Tension émettllur-baStl 

Collector current IC Courant collflcttlur 

Power dissipation Ptot 
Dissipation dB puissance 

Storage temperature min. Tstg Température dB stockagtl max. 

1 
Weight : 0,3 g. 
Masse 

BC 212 

-60 

-50 

-5 

-200 

300 

- 55 
+150 

BC 213 

-45 

-30 

-5 

-200 

300 

- 55 
+150 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BC 214 

-45 V 

-30 V 

-5 V 

-200 mA 

300 mW 

- 55 oC 

+150 oC 

76·24 1/5 
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BC 212, BC 213, BC 214 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant r(Jsiduel coliecteur-bB. 

Emitter·base eut-off current 
Courant résiduel émetteur·ba. 

Collector·base breakdown voltage 
Temion dB claquaf18 col/ecteur-bBse 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-émetteur 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur ste tique du rapport dB trensfert 
direct du courant 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport dB transfer 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de sawration collecteur-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/5 

348 

0";; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -30 V 

'E =0 

VCB = -30 V 

'E =0 

VCB = -30 V 

'E =0 

VEB = -4 V 

'C =0 

'E = -10~A 

'C =0 

'C = -2mA 

'B =0 

'C = -10~A 

'E =0 

VCB = -5 V 

'C = -10~A 

VCB =-5V 

'C =-2mA 

VCB = -5 V 

'C = -100 mA 

'C = -10mA 

'B = -0,5 mA 

BC212 

'
CBO BC213 

BC214 

'EBO 

BC212 
V(BRICBO BC 213 

BC214 

BC212 
V(BRICEO BC213 

BC214 

V(BRIEBO 

BC212 
h21E BC213 

BC214 

BC212 
BC213 
BC214 

h21 l 
BC212 
BC213 
BC 214 

VCEsat 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contrairas) 

Min. Typ. Max. 

-15 nA 

-15 nA 

-15 nA 

-15 nA 

-60 
-45 V 
-45 

-50 
-30 V 
-30 

-5 V 

40 
40 

100 

60 
80 

140 

120 
140 
120 

-0,07 -0,25 V 



STATIC CHARACTERISTICS (Following) Tamb = 250 C 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES (Suite) 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturt/tion coll/lct/IUr-émett/lur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturetion base-émett/lur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émett/lur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du court/nt 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = -100mA 

lB =-5mA 

IC = -100 mA 

lB =-5mA 

VCE = -5 V 

IC =-10ILA 

VCE = -5 V 

IC = -1001LA 

VCE =-5 V 

IC =-2mA 

VCE = -5 V 

IC = -10mA 

Vce =-5V 

IC =-2mA 

f = 1 kHz 

VCB = -10 V 

le =0 
f = 1 MHz 

NOTE1: 0 1 BC212A·BC213A 
su~~:~~~~~ BC 212 B - BC 213 B - BC 214 B 

BC 213 C· BC 214 C 

* Pulsed 
Impulsions 

tp =300 ILS o .;;; 2 % 

VCEsat 

VBEsat 

VBE 

VBE* 

BC212 
h21e BC213 

BC214 

Note 1 

C22b 

125-260 

{ h21e 240-500 
450-900 

BC 212, BC 213, BC 214 

Min. 

-0,6 

60 
80 

140 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-0,6 V 

-1,1 V 

-D,54 V 

-D,58 V 

-0,72 V 

-0,71 V 

5 pF 

3/5 
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BC 212, BC 213, BC 214 

DYNAMIC CHARACTERISTICS T 25 C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES amb = 0 

Transition frequency 
Frlquen~ cM trllnsition 

Noise figure 
Fllcreur cM bruit 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
R4sisrlln~ thermique (joncrion .. mbillnre) 

4/5 

350 

Test conditions 
Condition, cM mtIIUre 

VCE = -5V 

IC =-10mA 

VCE = -5 V 

IC = -200IJ.A 

RG =2 kG 
f = 1 kHz 
M = 1 Hz 

VCE =-5 V 

IC = -2001J.A 

RG =2 kG 
f = 10 kHz 
6.f = 10 Hz 

fT 

BC212 
BC213 

F 

BC 214 

Rth(j-a) 

(Unless otherwise stated) 
r$MJf indiclltions contrlli,.,} 

Min. Typ. Max. 

350 MHz 

10 

dB 

2 

420 °C/W 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

". 
J / / 1 

4 
Il 
If/ L 1060c 

Il -, 
2SOC 

1 1 1 
Tamb=-SSoc- -

8 
, 

1 

IC =20 
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o 0,1 0,2 0,3 0,4 -v CEsat(V) 

-
"," ~ 

// \ 
li \ 0,8 
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V f = 1 kHz 0,6 
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o 

4 

4 

4 
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4 

2 
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4 

2 

100 
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2 
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NOTES 



PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

The PNP planar epitaxial BC 215 B is intended 
for general purpose 
Le transistor PNP planar BC 215 B est destiné aux 
usages généraux 

D~ LlO 0 

-50 V 

-500 mA 

Mawimum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-18 - See outline drawing CS-6 on last pages 
BOÎtier Voir dessin co~ CB-6 derni~res pa~s 

Ptot 
(W) 

1,2 f-...f.3Ior+---+---+-~ (1) ln free air 
A l'air libre 

0,8 
(2) With infinite heat sink 

, 
Avec redieteur infini 

0,4 I-""""'~--+--~-~ 

50 100 150 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Ttlnsion collBcttlUr-bBse 

Emitter-base voltage 
Tension émtltrwur-bBse 

Collector-emitter voltage 
Tllnsion CO"lIcteur~mlltteur 

Collector-emitter voltage 
Tllnsion collBcteur~mtltrwur 

Collector current 
Courent collBcteur 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Dissipetion de puisSllnce Tcase = 25°C 

Junction temperature 
max. Tempérewre dtt jonction 

Storage temperature min. 
Tempél'8ture de stock. max. 

Weight : 0,32 g. 
Messe 

VCSO 

VESO 

VCEO 

VCES 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

COE 
B 

Collector is connected to case 
LtI collecteur est relié eu boirier 

(Unless otherwise stated) 
(Seuf indicetions conrreires) 

-50 

-5 

-30 

-50 

-500 

400 

1,25 

200 

- 65 
+200 

V 

V 

V 

V 

mA 

mW 
W 

oC 

oC 
oC 

76 - 26 1/3 
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BC 215 B 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant ~lÏdual collactflur-ba .. 

Collector-base breakdown voltage 
TanlÏon da claquaga collactflur-ba .. 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tan,ion da c_quaga collactflur-4mattflur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tansion de claquaga ~mettflUr-baS8 

Static forward current transfer ratio 
Vamur stfltiqua du nlpport de trandart 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tanllion da IIBtunltion col_ctaur-4mettflur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CA RACTE RISTIQUES 'D YNAMIQUES 

Transition frequency 
Frlquanca da transition 

Collector-base capacitance 
(emitter openl 
Capaciœ collactau,..basa 
(~mattaur ouvart) 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
R~.i.tanca tharm;qua (jonction-embiantfl) 

Junction-case thermal resistance 
R~.i.tflnca tharmiqua (jonction-boTtiar) 

2/3 
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Test conditions 
Condition, da melUre 

VCB =-20 V 

lE =0 

'C =-10IlA 

'E =0 

'C =-10IlA 

'B =0 

lE =-10IlA 

'C =0 

VCE =-10V 

'C = -150 mA 

'C = -500 mA 

lB = -50 mA 

VCE = -10 V 

'C =-30 mA 
f = 100 MHz 

VCB = -10V 

lE =0 

'
CBO 

V(BRICBO 

V(BRICEO 

V(BRIEBO 

h21E 

VCEsat 

fT A 

CCBO B 

Rth(j-al 

Rth(j-cl 

Min. 

-50 

-30 

-5 

40 

100 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-100 nA 

V 

V 

V 

120 

300 

-0,9 V 

150 200 MHz 

6 8 pF 

" 440 
°C/W 

" 140 °C/W 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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NOTES 



TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 
NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 

BC 237 and BC 238 transistors are intended for 
use in audio frequency preamplifier and driver 
stages. BC 239 is intended for low noise input 
stage. 
Les transistors BC 237 et BC 238 sont destinés aux 
étages préamplificateur et driver basse fréquence. Le BC 
239 est prévu pour les étages d'entrée à faible bruit. 

F 

45V 

20V 

100 mA 

* BC 237 
BC 238 
BC 239 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

BC 237 

BC 238 
BC 239 

4 dB max. BC 239 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 

Plastic case F 139 B - See outlinedrawing CB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages 

tot 
(Wl ~ 

0,2 "-
r\. 

" \.. 
'\ 

0,1 

" o 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage VCEO Tension collBctllur-émBttllur 

Collector-emitter voltage VCES TBnsion collBCtllur-émettBur 

Emitter-base voltage VEBO 
Tension émBtteur-base 

Collector current IC 
Courant collecteur 

Peak collector current ICM Courant dB c~tII dB collecteur 

Base current lB 
Courant base 

Power dissipation Ptot Dissipation dB puissance 

Junction temperature Tj TBmpflreture dB jonction 

Storage' temperature min. 
TBmpéreture de stock. max. 

Tstg 

1 
Weight: 0,3 g. 
Masse 

BC 237 

45 

50 

6 

100 

200 

50 

300 

150 

-55 
+150 

BC 238 

20 

30 

5 

100 

200 

50 

300 

150 

-55 
+150 

Bottom view 
Vue de dessous 

C~E 
B 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

BC 239 

20 V 

30 V 

5 V 

100 mA 

200 mA 

50 mA 

300 mW 

150 Oc 

-55 Oc 
+150 Oc 
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BC 237, BC 238, BC 239 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off çurrent 
Courant r6siduel collactrlur-6mt1ttflUr 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 50 V 

VBE =0 

VCE =30V 
VBE =0 

VCE - 50 V ICES VBE =0 

Tamb= 125°C 

VCE = 30 V 
VBE =0 

Tamb= 125°C 

IC =2mA Collector-emitter breakdown voltage 
V(BR)CEO Tension de claquage collectrlur-6metteur lB =0 

Emitter-base breakdown voltage lE =l/.LA 
Tension de claquage 6mt1tteur-baSB IC =0 V(BR)EBO 

IC =0,01 mA 

VCE =5 V 

Static forward current transfer ratio IC =2mA 
Valeur statique du rapport de transfert VCE =5 V 
direct du courant 

IC =100mA 

VCE =5 V 

IC· =10mA 

Collector-emitter saturation voltage lB =0,5 mA 

Tension de saturation collecteur-émtltteur 
IC =100mA 

lB =5mA 

IC =10mA 

Base-emitter saturation voltage lB =0,5 mA 

Tension de saturation base-émtltteur 
IC =100mA 

lB =5 mA 

Base-emitter voltage IC =2 mA 
Tension base-émetteur VCE =5 V 

*The transistor BC 237 is grouped in two classes of OC gain A - B 
La transistor BC 237 est subdivis6 en deux cla$Stls de gain statique A - B 

h21E * 

VCEsat 

VBEsat 

V BE 

The transistor BC 238 is grouped in three classes of OC gain A - B - C 
Le transistor BC 238 est subdivis6 en trois classes de gain statique A - B - C 

The transistor BC 239 is grouped in two classes of OC gain B - C 
Le transistor BC 239 est subdivis6 en deux cla$Stls de gain statique B - C 
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BC237 

BC 238 
BC239 

BC 237 

BC238 
BC239 

BC 237 

BC 238 
BC239 

BC 237 
BC 238 
BC 239 

A 

B 

C 

A 
B 

C 

A 

B 

C 

Min. 

45 

20 
20 

6 
5 
5 

30 

60 
100 

110 

200 

400 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

,0,2 15 nA 

0,2 15 nA 
0,2 15 nA 

0,2 4 /.LA 

0,2 4 /.LA 
0,2 4 /.LA 

V 

V 
V 

V 
V 

240 

480 

850 

120 

200 

400 

0,1 0,2 V 

0,2 0,6 V 

0,7 0,8 V 

0,9 1,05 V 

0,55 0,65 0,7 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

1 nput capacitance 
Capacité d'entrH 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Forward current transfer ratio 
Repport de transfert direct du courant 

1 nput impedance 
Impédance d'entrH 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert inverse de la tension 

Output admittance 
Admittance de sortie 

1 

1 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =10mA 

VCE= 5 V 

f "" 100~~Hz 

VCBO =10V 

f = 1 MHz 

V EBO = 0,5 V 

f = 1 MHz 

VCE= 5 V 

IC = 0,2 mA 

RG = 2 kn 
f = 1 kHz 

.:lf C·; 200 Hz 

f = 120 Hz 

VCE= 5 V 

IC = 2mA 

f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC = 2mA 
f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC = 2mA 
f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC = 2mA 
f = 1 kHz 

fT 

C22b 

C11b 

! 

BC 237 

BC 238 
F BC 239 

: 
BC 239 

1 

A 

h21e* B 

C 

A 
h11e B 

C 

A 
h12e B 

C 

A 
h22e B 

C 

*The transistor BC 237 is grouped in two classes of small signal current gain A - B 
Le transistor BC 237 est subdivisé en deux claSStls de gain dynamique A - B 

The transistor BC 238 is grouped in three classes of small signal current gain A - B - C 
Le transistor BC 238 est subdivisé en trois claSStls de gain dynamique A - B - C 

The transistor BC 239 is grouped in two classes of small signal current gain B - C 
Le transistor BC 239 est subdivisé en deux claSStls de gain dynamique B - C 

1 

1 

1 

BC 237, BC 238, BC 239 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Min. Typ. Max. 

150 300 

8 

2 

2 
·2 

125 200 

240 330 

450 600 

1,6 2,7 

3,2 4,8 

6 8,7 

150 

200 

300 

18 

30 

60 

420 

4 

10 

10 
4 

10 

260 

500 

900 

4,5 

8,5 

15 

30 

60 

110 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

J 

i 
1 

1 

! 
1 

1 

MHz 

pF 

pF 

dB 

dB 

dB 

dB 

kn 

kn 

kn 

10-6 

10-6 

10-6 

)JS 

)JS 

)JS 
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BC 237, BC 238, BC 239 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 
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BC 237, BC 238, BC 239 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

6/10 

362 

VCEsa 
(mVI 

t 

200 

150 

100 

50 
f' ......... 

lB '=IC"1J 

Tamb =25 oC 

1,..-1-' 

ICBO 103 

(nAI 

J 

J 
Il 

) 

/V 

~' , , 
L' 

" 

/ 
/ 

) 

40 

, , 
~, 

VBEsat 1 
(VI 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

L/ 

~ 
~I-'" 

V 
V 

Max. J 
/ 

) 

V 
TV!/, 

1/ 
VCBO=45 V 
i'i 1 jC2r-
J 1 .1. BC 238 VCBO=20 V --
f '1 1 jC2i9 

80 

lB ' .. IC"1J 

T =25 OC ~~ amb ~ 

~ 
~I,..oo 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

fT 500 
(MHz) 

400 

300 

200 

100 

Il 
VCE =5 V 
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V V 
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BC 237, BC 238, BC 239 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

F 6 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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BC 237, BC 238, BC 239 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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NPN SI LlCON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BC 309 and BC 308 transistors ara intandad 
for usa in audio frequancy preamplifiar and 
driver stages. BC 309 is intandad for low 
noisa input stage. 
Les transistors SC 307 et SC 308 sont destiflfls /lUX 

étages préamplificateur et driver baS811 frlquence. 
Le SC 309 est prévu pour les étages d'entrtle j 

faible bruit. 
IC 

F 

* BC 307 
BC 308 
BC 309 

* Preferred device 
Dispositif recommancM 

-45 V 
-25V 
-20 V 

100 mA 

BC307 
BC308 
BC309 

4 dB max. BC 309 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic casa F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages 
So1'tier plestique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages 

P
tot 

(w) 

0,2 

0,1 

o 

~ 
r\. 

"\ 
r\. 
'\ 

'\ 
1'\ 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage VCEO Tension collecteur-érrHItteur 

Collector-emitter voltage VCES Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage VEBO Tension émetteur-bese 

Collector current IC 
Courent collecteur 

Peak collector current ICM Courant de crfte de collecteur 

Base current lB 
Courant bese 

Power dissipation Ptot Dissipation de puisSllnCfl 

Junctiofl temperature Tj Tempéreture de jonction 

Storage temperature min. Tstg Température de stockage max. 

Weight : 0,3 g. 
Masse 

Tamb = +25 0 C 

BC307 BC 308 

-45 -25 

-50 -30 

-5 -5 

-100 -100 

-200 -200 

-50 -50 

300 300 

150 150 

-55 -55 
+150 +150 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BC309 

-20 V 

-25 V 

-5 V 

-100 mA 

-200 mA 

-50 mA 

300 mW 

150 Oc 

-55 Oc 
+150 Oc 
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BC 307, BC 308, BC 309 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-emitter cut-off current 
COUf7Jnt r~siduel collecteur-~mettrlUr 

--
Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension cie claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage ~metteur-bBse 

Static forward current transfer ratio 
Veleur statique du f7Jpport cie transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de satuf7Jtion collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de IlIturlltion bBse-émemur 

Base-emitter voltage 
Tenlion bese-émettfJur 

1 

1 

: 
1 

1 

Tamb =25 0 C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -20 V 
VBE =0 

VCE =-20 V ICES VBE =0 
1 

VCE =-20V 1 

VBE =0 
T

amb
=125 Oc 

IC =-2 mA 
V(BRlCEO 

lB =0 

IC =-10pA 
V(BRlCES VBE ",,0 

lE =-10pA 
V(BRlEBO 

IC =0 

IC =-0,01 mA 
VCE =-5 V 

IC =-2 mA 
VCE =-5 V h21E* 

IC =-100 mA 
VCE =-5 V 

IC =-10 mA 

lB =-0,5 mA 
VCEsat 

IC =-100 mA 

lB =-5 mA 

IC =-10 mA 

lB =-0,5 mA 
VBEsat 

IC =-100 mA 

lB =-5 mA 

IC =-2 mA VBE VCE =-5V 

*The transistor BC 307 is grouped in two classes of DC gain VI - A 
La transistor BC 307 est subdivis~ en cieux CIIlIIeS de gain Itatique VI - A 

The transistor BC 308 is grouped in three classes of DC gain VI - A - B 
Le tranlistor BC 308 est subdivil~ en trois cl_s de gain statique VI - A - 8 

The transistor BC 309 is grouped in two classes of DC gain A - B 
Le trllnsistor BC 309 est subdivis~ en deux claSl8I cie gain statique A - B 
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BC307 

BC308 
BC309 

1 
1 

BC307 
BC308 
BC309 
BC307 
BC308 
BC309 

VI 
A 
B 
VI 
A 
B 
VI 

A 
B 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-2 -100 nA 

-2 -100 nA 
-2 -100 nA 

-4 pA 

-45 V 
-25 V 
-20 V 
-50 

1 

V 
-30 V 
-25 V 

-5 1 V 

20 
40 
65 
65 150 
110 240 
200 480 

70 

120 
200 

-0,1 -0,2 V 

-0,3 -0,95 V 

-0,7 -0,8 V 

-0,85-1,2 V 

-0,55 0,62 -0,7 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frktutmce de trensition 

Output capacitance 
c.peciM d. sorti. 

Noise figure 
Fecr.ur dfI bruit 

Forward current transfer ratio 
Rapport de trensf.rt dirwct du courant 

Input impedance 
Impldance d'tmtr_ 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transftlrt inllflf'Sfl de la r.nsion 

Output admittance 
Admittance de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistanœ 
R'sistance thermique (jonction .. mbiante) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE= -5 V 

IC = -10mA 
f = 100 MHz 

VCBO =-10 V 
f = -1 MHz 

VCE = -5 V 

IC = -0,2 mA 

RG = 2 kn 
f = 1 kHz 
~f = 200 Hz 

f = 120 Hz 

VCE = -5 V 

IC =-2mA 
f = 1 kHz 

VCE= -5 V 

IC =-2mA 
f = 1 kHz 

VCE= -5 V 

IC =-2mA 

f = 1 kHz 

VCE= -5 V 

IC =-2mA 
f = 1 kHz 

Tamb = 25°C 

fT 

C22b 

BC307 

BC308 

F BC309 

BC309 

VI 

h21e* A 
B 

VI 
h11e A 

B 

VI 
h12e A 

B 

VI 
h22e A 

B 

>liT"he transistor BC 307 is grouped in two classes of small signal current gain VI - A 
Le transistor BC 307 est subdivis' en deux cleS88s de gein dynamique VI - A 

The transistor BC 308 is grouped in three classes of small signal current gain VI - A - B 
L. transistor BC 308 est subdlvl. en trois claS88s de gein dynemique VI - A - B 

The transistor BC 309 is grouped in two classes of small signal current gain A - B 
Le transistor BC 309 est subdivistl en deux clesses de gein dynamique A - B 

BC 307, BC 308, BC 309 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

150 300 MHz 

4 6 pF 

2 10 dB 
2 10 dB 
2 4 dB 

10 dB 

75 150 
125 260 
240 500 

0,4 2,2 kn 
1,2 4,5 kn 
3 8 kn 

250 10-6 

300 10-6 

350 10-6 

20 40 pS 
25 50 ilS 
35 70 ilS 

420 
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BC 307, BC 308, BC 309 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

VCE =5 V 
Tamb =25 O C 

4 

6 

4 

1 

1 
Il 

1 
1 10' 

8 
6 1 

4 Il 

0,2 0,4 0,6 0,8 -VBE (V) 

- B -.... 
250 r'\ , 
200 !\ 

A 
150 

" V, "-
1- '\ 

100 

50 
-VCE =5 V 
Tamb =25 O C 

Il 1 
5

10
-, 2 5 100 2 5

10
, 2 

5 -'C (mA) 
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-'C 
(mA) 

8 
6 

4 

4 

-VCEsat 
(V) 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

0,2 

-t--

VCE =5 V 1 
1 

Tamb =25OC 1 
Il 

j 

7 
1 
7 

1 
0,4 0,6 0,8 -VBE (V) 

Il! 
'C"B =10 

lJ 
./ 
~ 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

-VBEsat 
(V) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

CCBO 
(pF) 

16 

12 

8 

4 

o 

l 

\ 

o 

i'-~ --r--_ 

4 8 12 

BC 307, BC 308, BC 309 

ICAB=~O 

/~ 

-~ -----

16 -V
CBO 

(V) 

.... 10" 
V 

C11b 
(pF) 

16 

12 

8 

4 

o 

~ 

o 

4 6 B 
-IC (mA) 

~ 
................ 

r-..... ..... 

2 3 

-- r-

4 -VEBO(V) 
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BC 307, BC 308, BC 309 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CA RA CTERISTIOUES DYNAMIQUES 

F 
(dB) 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

t-
-v~El5 J 
f =100 Hz 
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t-~~ ~ 
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PNP SI L1CON TRANSISTORS, PLANAR 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR 

The BC 313 and BC 313 A are intended for a 
wide variety of medium power medium speed 
switching and AF amplifier application ; they 
are particularly useful as horizontal deflexion 
driver, AF output amplifier up to three watt, 
driver in HI FI amplifier .... These types can be 
supplied together with BC 211 and BC 211 A 
NPN as matched pairs. 
Les BC 313 et BC 313 A sont destinés aux usages géné­
raux dans le domaine de la commutation moyenne vites­
se et de l'amplification basse fréquence, notamment dri­
ver de balayage lignes, driver d'ampli HI FI, étages de 
sortie BF jusqu'à 3 W_ Ils peuvent être livrés appariés 
avec leurs complémentaires NPN, les BC 211 et BC 211 A 

Dissipation 
Variation de dissipation 
P

tot 

0,8 

25 100 175 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUESl 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-base voltage VCBO Tension co//ecteur-baSll 

Collector-emitter voltage VCEO Tension co//ectrlur-tlmetteur 

Emitter-base voltage VEBO Tension ~metteur-baSll 

Collector current IC 
Courant co/.ctrlur 

Junction temperature Tj Temperaturtl ,. jonction 

Tamb =25°C 

Power dissipation Ptot Dissipation de pui_nce 

Tcase =25°C 

f-40V 
V (BRlCEOl_60 V 

IC -1 A 

*BC 313 
BC 313 A 

* Preferred dev ice 
Dispositif recommandé 

BC 313 

BC 313 A 

40 ..... 250 

Case TO·39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CS-l dernières pages 

Weight: 1,1 g 
Masse 

BC 313 

-60 

-40 

-5 

-1 

-65 
+175 

0,8 

4,25 

Bottom view 
Vue de dessous 

CollectQr is connected to case 
Le collecteur est relié au boitler 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

BC 313 A 

-80 

-60 

-5 

-1 

-65 
+175 

0,8 

4,25 

V 

V 

V 

A 

oC 
oC 

W 

W 
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BC 313, BC 313 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter cut·off current 
Courtlnt résiduel col/ecteur-émett8ur 

Collector·base breakdown voltage 
Tension de claqua{/tl col/ectaur·base 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquaga col/ectaur-émetteur 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de claquaga émettaur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport da transfert 
direct du courant 

Matched pair ratio (1) 
Rapport d'appariement 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur-émetteur 

Tamb = 25° C 

Test conditions 
Condition. dfI mewrrI 

VCE =-60 V 

V BE = 0 

IC =-100p.A 

lE = 0 

IC =-30 mA 

lB = 0 

lE =-100 p.A 

IC = 0 

IC =-150 mA 

VCE = -2 V 

IC =-500 mA 

V CE =-2 V 

IC =-150 mA 

VCE =-2 V 

IC = -1 A 
lB = -0,1 A 

ICES 

V(BR)CBO 

V(BR)CEO 

V(BR)EBO 

VCEsat 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires! 

Min. Typ. Max. 

BC313 

BC 313 A 

BC313 -60 
BC313A -80 

BC 313 -40 

BC 313 A -60 

cl. 6 
cl. 10 
cl. 16 

-5 

40 
63 
100 

20 

0,8 

-100 

-100 

100 
160 
250 

1,25 

-0,6 -1 

nA 

nA 

V 

V 

V 

V 

V 

v 

(1 )This specification apply only to matched pairs 2 - BC 211/A or BC 211/A - BC 313/A avalaible on request. 
Cette claulII s'applique uniquementauJ( pair.s2 - BC 2111A ou BC 2' 'lA - BC 3,31A livrables surdemand. spéciale. 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

Turn-off time 
Temps total de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistanc~ 
Résistance thermique Ijonction-.ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistanœ thermique (jonction-boitier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =-50 mA 

VCE =-10Y 

lE =0 

VCB = -10V 

IC =-100 mA 

IB1 =-5mA 
IB2 = 5mA 

IC = -100 mA 

IB1 = -5 mA 

IB2 = 5mA 

Min. 

fT 50 

C22b 

td + tr 

t s + tf 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

BC 313, BC 313 A 

(Unless otherwise stated) 
(SIIuf indications contraires) 

Typ. Max. 

300 MHz 

10 30 pF 

120 500 ns 

260 650 ns 

187 °C/W 

35 °C/W 

3/5 

375 

1 



BC 313, BC 313 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

fT 
(MHz) 

400 

VCE = -10V 

f =100 MHz 

/ 
V ~ 

300 

200 

100 

o 
10

012 

C22b 
(pF) 

30 

20 

10 

o 

\ 

\ 
\ 

o 

1 
~ 

1 
J 

V
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(V) 

fT 
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NOTES 



PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

Campi. of BC 337 and BC 338 

The BC 327 and BC 32B transistors are intended for a 
wide variety of medium power AF amplifier and swit­
ching application ; they are particulary useful as 
deflexion stage driver, AF output amplifier up to 2 W, 
driver in Hi Fi amplifier. 
They are available as matched pair togheter with their 
NPN complementary types BC 337 and BC 338. 
Les transistors BC 327 et BC 328 sont destinés aux usages 
généraux à niveau moyen dans le domaine de l'amplification 
basse fréquence et de la commutation, notamment: driver 
d'étage da balayage, driver d'ampli Hi Fi, étage de sortie BF 
jusqu'à 2 W. 
Leurs complémentaires NPN sont les BC 337 et BC 338 avec 
lesquels ils pauvent 6tre appariés. 

VCEO 

*BC 327 
BC328 

* Preferred device 
Dispositif recommlmd/l 

{
-45 V 

-25 V 

-1,2A 

100 .... 630 

200 MHz 

BC 327 

BC 328 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case 
BOÎtier plastique 

F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages 
Voir dessin coti! CB-76 derniéres pages 

P tot r----,--r-----r----, 
(W) 

0,6 ~-'l'I<--+--t---+------1 

0,4 

0,2 

° 50 

(1 )Without heat sink 
Sans radiateur 

(2)See note page 3 
Voir note page 3 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ectflUr-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-basa 

Collector current 
Courant colfacteur 

Peak collector current 
Courant de crlte da col/ecteur 

Base current 
Courant basa 

Power dissipation See note page 3 
Dissipation de puissance Voir note page 3 

Junction temperature max 
Temp~rature da jonction 

Storage temperature min 
Température da stockage max 

"

THOMSON-CSF 
DMSICJ« SOACONOLCTEtR> 

~ 

Weight: 0,3 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

BC 327 

VCEO -45 

VCES -50-

VEBO -5 

IC -800 

ICM -1,2 

lB -100 

Ptot 
500 

620* 

Tj 150 

Tstg 
-65 

+150 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BC 328 

-25 V 

-30 V 

-5 V 

-800 mA 

-1,2 A 

-100 mA 

500 

620* 
mW 

150 oC 

-65 OC 

+150 oC 

76- 01 1/5 
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BC 327, BC 328 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courtlnt r6sidual collectrlur-6mettrlur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collectrlur-6mattrlur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-6metreur 

Base-emitter voltage 
Tension base-6mettrlur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rtlpport de tTl/nsfert 
direct du courant 

h21 E ratio for a matched pair 
Rapport de h 21 E pour une paire 

2/5 
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Test conditions 
Conditions da mesure 

VCE = -45 V 

lE =0 

VCE = -25 V 

lE =0 

IC = -lOOIlA 

lB =0 

IC = -10mA 

lB =0 

IC = -500 mA 

lB = -50 mA 

VCE = -1 V 

IC = -300 mA 

VCE = -1 V 

IC = -100 mA 

VCE = -1 V 

IC = -300 mA 

VCE = 1 V 

IC = 100mA 

BC327 

ICES 

BC328 

BC 327 

V(BRICES 

BC328 

BC327 

V(BRICEO 

BC 328 

VCEsat 

VBE 

cl. 16 

cl. 25 
h21E 

cl. 40 

h21E1 
h21E2 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-2 -100 nA 

-2 -100 nA 

-50 V 

-30 V 

-45 V 

-25 V 

-0,7 V 

-1,2 V 

100 250 

160 400 

250 630 

40 

0,7 1,25 1,4 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesuf'B 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

VCE = -5 V 

IC = -10mA 

f = 100 MHz 

VCE = -10V 

lE =0 
f = 1 MHz 

1 

fT 

C22b 

Rth(j.a) 

Rth(j-a) 

BC 327, BC 328 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraif'Bs) 

Min. Typ. Max. 

200 MHz 

10 pF 

250 °C/W 

200* °C/W 

1 

* When the transistor is mounted on a printed board with 3 mm connection and collector wire connected to a 1 cm2 

copper areo. 
Lorsque le transistor est monté sur un circuit imprimé avec une lot/gueur de connexion de 3 mm et une surface cuivrée de 1 cm2 

réunie il la connexion col/ecteur. 
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BC 327, BC 328 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

CI.~ 
320 

r- r---..~ 

cl. 25 

240 
-t..... 

160 
cl. 16 

80 

-VCE=1 V 

" 
" 
r...... 

1\ 
\ 

r\~ , , 
l'\..~ 

'\~ 
~ 

4 68 
-IC(mA) 

-VBE 
(V) 

0,8 

I---~ -~ 1"""' 
0,6 

0,4 

0,2 
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-VCesat 
(VI 

-VSEsat 
(V) 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

~~ 
-VBEsat 

-VCEsat 

-VCE=2V 

1/ 

~ 

-

./ 
V li' 

V 

4 6 8 
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IC/I B=10 

1.1
11 

~V 
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V 

V 
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V 
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V 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

C11b 
(pF) 

8 

8 

4 

...... 

'" 
f -1 MHz 
IC =0 

"" '" ~" 
4 6 8 

-V
EB 

(V) 

fT 
(MHz) 

300 

250 

200 

150 

/' 
V 

/ 
/ 

C22b 
(pF) 8 

6 

4 

8 

4 

-VCE=2 V 

./ 
...... 

4 6 8 

.... 
i'.. 

i'.... 

-IC(mA) 

t-....I' 

BC 327, BC 328 

f -1 MHz 
IC =0 

" '" "'" 

4 88 
-V

CB 
(V) 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

Compl. of BC 327, BC 328 

The BC 337 and BC 338 transistors are intended 
for a wide variety of medium power AF amplifier" 
and switching application; they are particulary 
useful as deflexion stage driver, AF output am­
plifier up to 2 W, driver in Hi Fi amplifier_ 
They are available as matched pair togheter with 
their PNP complementary types BC 327 and 
BC 328_ 

Les trens/stors BC 337 et BC 33B sont destln~s eux UA­

ges g~n~reux à n/ve6u moyen dens le domeine de rem­
pliflcet/on lM,. frlquence et de le commutet/on, 
notamment: driver d'~tege de IMleyege, driver d'empli 
Hi Fi, ~tege de lortie BF jusqu'à 2 W. 
Leurs comp/~mentelre, PNP sont leI BC 327 et BC 328 
avec lesquels il, peuvent 'tre epper/~s_ 

VCEO 

h21 E (100 mA) 

fT 

*BC 337 
BC 338 

* Preferred device 
Dispositif recomtmlncM 

j45 V 

125 V 

1,2 A 

BC337 

BC338 

100 ... 630 

200 MHz 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages 
BoTtier plastique Voir dessin cotfl CB-76 derniiues peges 

0,8 

0,4 

0,2 

50 

(1 )Without heat sink 
Sans radiateur 

(2)See note page 3 
Voir note pege 3 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecteur-4metteur 

Collector-emitter voltage 
Ttmsion collecteur-4metteur 

Emitter-base voltage 
Tension flmetteur-lMse 

Collector current 
Courtlnt collflcteur 

Peak collector current 
COUrtlnt de c~te de collecteur 

Base current 
Courantbllse 

Power dissipation See note page 3 
Dissipation de puissance Voir note page 3 

Junction temperature 
max. Temp~rtlture de jonction 

Storage temperature min. 
TempflrBture de stockage max. 

1 
Weight : 0,3 g. 
Masse 

Tamb = +25 OC 

VCEO 

VCES 
1 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

Tj 

Tstg 

BC 337 

45 

50 

5 

800 

1,2 

100 

500 
625* 

150 

-65 
+150 

Vue de dessous 
Bottom view 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BC 338 

25 

30 

5 

800 

1,2 

100 

500 
625* 

150 

-65 
+150 

V 

V 

V 

mA 

A 

mA 

mW 
mW 

oC 

oC 
oC 

75 - 51 1/5 

385 

1 



BC 337, BC 338 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Court/nt rtlsidutll colltlcttlur-~mtltttlur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Ttlnsion dtI claquagtl colltlcttlur-émtltttlur 

Collector-emitter saturation voltage 
Ttlnsion dtl saturation collecteur-émetttlur 

Base-emitter voltage 
Ttlnsion base-émetttlur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport dt1 transfert 
direct du courant 

2/5 
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Test conditions 
Condition. dtI mtlsurt/ 

VCE = 45 V 

lE =0 

VCE = 25 V 

lE =0 

IC = 100~A 

lB =0 

IC = 10mA 

lB =0 

IC = 500 mA 

lB = 50 mA 

VCE = 1 V 

IC = 300 mA 

VCe= 1 V 
IC = 100 mA 

VCE= 1 V 

IC = 300 mA 

BC337 

ICES 

BC338 

BC337 

V(BRICES 

BC338 

BC337 

V(BRICEO 

BC338 

VCEsat 

VBE 

cl. 16 

cl. 25 

h21E 

cl. 40 

(Unless otherwise stated) 
r$MJf indiution, contf'llirnJ 

Min. Typ. Max. 

100 nA 

100 nA 

50 V 

30 V 

45 V 

25 V 

0,7 V 

1,2 V 

100 250 

160 400 

250 630 

40 



BC 337, BC 338 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortitl 

TH E RMAL CHARACTE R ISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistanœ 
Résistanœ thermique (jonction-ambianttl) 

Junction-ambient thermal resistanœ 
Résistanœ thermique (jonction-ambianttl) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 5 V 

IC = 10mA 
f = 100 MHz 

VCE = 10 V 

lE = 0 
f = 1 MHz 

Min. Typ. Max. 

fT 200 

C22b 5 

Rth(j-a) 250 

Rth(joa) 200* 

*When the transistor is mounted on a printed board with 3 mm connection and collector wire connected to a 
1 cm 2 copper area. 
Lorsque Itl transistor est monté sur circuit imprimé avec une longueur dtl connexion dtl 3 mm et une surface cuivrétl de 7 cm2 

réunitlll la conntlxion collecteur. 

MHz 

pF 

°C/W 

°C/W 
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BC 337, BC 338 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

320 
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240 V 
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80 

o 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BC 413 and BC 414 are very low noise transis­
tors intended for input stages in audio frequen­
cy amplifiers. 
Le BC 413 et le BC 414 sont des transistors à très 
faible bruit destinés aux étages d'entrée dans les ampli­
ficateurs BF. 

VCEO 

h21E(2 mA) 

F(30 ... 15 kHz) 

Vn(10 ... 50 Hz) 

*BC413 
BC414 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

{
30 V 

45V 

100 mA 

BC 413 

BC 414 

200 .... 850 

3 dB max. 

0,135 pV max. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B- See outline drawing CB:76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CB-76 dernitlires pages 

P
tot 

(wl 

0,2 

0,1 

" ~ 
" 

50 

" "1\. 
'\ 

'\ 
100 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-bBse 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-bBse 

Collector current 
Courent collecteur 

Base current 
Courant bBse 

Power dissipation Tamb = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature max 
Tempérewre de jonction 

Storage temperature min 
Tempéreture de stockage max 

1 
Weight : 0,3 9 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

Tj 

T stg 

BC 413 

45 

30 

5 

100 

50 

300 

150 

- 55 
+150 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BC414 

50 

45 

5 

100 

50 

300 

150 

- 55 
+150 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

oC 

oC 
oC 
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BC 413, BC 414 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant r~siduel ~metteur-ball8 

Collector-base eut-off eurrent 
Courant r~siduel collecteur-ba1l8 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Base-emitter voltags 
Tension base-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur sratique du rapport de transfert 
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Tamb = 25 0 C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCS = 30 V 
ICBO lE = 0 

VEB = 4 V 
IEBO IC =0 

IC =10mA 
VCEsat 

lB = 0,5 mA 

IC = 10mA 

lB = 0,5 mA 

VBEsat 

IC = 100 mA 

lB = 5mA 

VCE = 5 V 

IC = lO~A 

VCE = 5 V 
VBE IC = 100~A 

VCE = 5 V 

IC = 2mA 

VCE = 5 V 

IC = 10~A 

h21E 

VCE = 5 V 

IC = 2mA 

BC413 B 

BC414 B 

BC 413 C 
BC 414C 

BC 4138 

BC414B 

BC 413 C 
BC 414C 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

15 nA 

15 nA 

100 200 mV 

700 830 mV 

900 mV 

520 mV 

550 mV 

550 620 700 mV 

100 150 
100 150 

100 270 
100 270 

200 480 

200 480 

400 850 
400 850 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

1 Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
FrtfJquence de transition 

Collector depletion layer capacitance 
CapacittfJ de transition du collecteur 

1 

Noise figure 
Facœur de bruit 

Equivalent noise voltage 
Ttmslon tfJquivalente de bruit sur la base 

Input impedance 
Impt!Jdance d'entrt!Jfl 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert inversa de la œnsion 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

1 Output admittance 
Admittance de sortie 

1 
THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
RtfJsistance thermique (jonction .. mbianœ) 

VCE = 5 V 

IC = 10mA 

VCB = 10 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

VCe 5V 

IC = 200J,lA 

RG = 2 kil 
f =30 ... 15000 Hz 

VCE = 5 V 

IC = 200J,lA 

RG = 2 kil 
f = 10 ... 50 Hz 

VCE= 5 V 

IC = 2mA 

f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC = 2mA 
f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC = 2mA 
f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC = 2mA 
f = 1 kHz 

1 

fT 

CTC 

F 

Vn 

BC 413 B 

hlle 
BC 414 B 

BC 413 C 

BC 414 C 

BC 413 B 

h12e 
BC 414 B 

BC 413 C 

BC 414 C 

BC 413 B 

BC 414 B 
h21e 

BC413 C 

BC 414 C 

BC 413 B 

h22e 
BC 414 B 

BC413 C 

BC 414 C 

BC 413, BC 414 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

300 MHz 

2,5 4 pF 

1,4 3 dB 

0,135 J.lV 

3,2 4,8 8,5 kil 
3,2 4,8 8,5 H2 

6 8,7 15 kil 

6 8,7 15 kil 

2 10-4 

2 10-4 

3 10-4 

3 10-4 

240 330 500 
240 330 500 

450 600 900 
450 600 900 

30 60 J,lS 

30 60 J,lS 

60 110 p.S 

60 110 J,lS 

420 °C/W 
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

The BC 415 and BC 416 are very low noise 
transistors intandad for input stages in audio 
frequency amplifien. 
Le BC 415 et le BC 416 sont des transistors A tm 
faible bruit destintJs aux tJtages d'entrtJe dans les am· 
plificateurs BF. 

VCEO { 
IC 

h21E(-2 mA) 

F(30 ... 15 kHz) 

Vn(10 ... 50 Hz) 

*BC 415 
BC 416 

* Preferred device 
Dispo,itif TfICOmnMntM 

-30 V BC415 
-45 V BC416 

-100 mA 

110 ... 850 BC 415 

110 ... 480 BC416 

2dB max. 

0,11 IlV max. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 

Plastic case F 139 B - See outline drawing CB·76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CB-76 derni(}res pages 

tat 
(W) ~ 

~ 
" 

0,2 

0, 1 
'\~ 

'\ 
'\ 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-baS18 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension ~metteur-baS18 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courent base 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Dissipation de puisSllnce 

Junction temperature 
Temp~rtlturtl de jonction 

Storage temperature min. 
Températurtl de stockage max. 

1 
Weight: 0,3 g­
Masse 

BC 415 

VCBO -45 

VCEO -30 

VEBO -5 

IC -100 

lB -50 

Ptot 300 

Tj 150 

Tstg 
- 65 
+150 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BC 416 

-50 V 

-45 V 

-5 V 

-100 mA 

-50 mA 

300 mW 

150 oC 

- 65 oC 

+150 oC 

76 - 06 1/3 
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BC 415, BC 416 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STATIQUES 

Collector-bese cut-off current 
Cou,..", ,*,du., col.,.",.,.. 

Eminer-base eut-off current 
Countnt rlsidu., ""'rr.u,."" 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de utunttion col"'ctflUr-4mettrlur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bB,e-4mettrlUr 

Base-emitter voltage 
Tension base-émettfJur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stfJtique du rapport de transfert 
direct du courant 

2/3 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB= -30 V 
ICBO 

lE =0 

VEB = -4 V 
IEBO IC =0 

IC = -10 mA 

lB = -0,5 mA 

VCEsat 

IC = 100mA 

lB = 5mA 

IC = -10mA 

lB = -0,5 mA 

VBEsat 
IC = -100 mA 

lB = -5 mA 

VCE = -5 V 

IC = -10~A 

VCE= -5 V 
VBE IC = -100~A 

VCE= -5 V 

IC = -2mA 

VCE = -5 V 

IC = -10~A 

h21E 

VCE= -5 V 

IC = -2 mA 

BC 415 A 
BC 416 A 

BC415 B 
BC416 B 

BC 415 C 

BC 415 A 
BC 416 A 

BC 415 B 
BC416 B 

BC 415 C 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-0,2 -15 nA 

-0,2 -15 nA 

-100 -300 mV 

-250 -600 mV 

-700 -800 mV 

-900 mV 

-520 mV 

-560 mV 

-600 -620 -750 mV 

40 90 
40 90 

100 190 
100 190 

100 270 

100 180 220 
100 180 220 

200 290 480 
200 290 480 

420 520 800 



DVNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
FrflquenCtl de transition 

Collector depletion layer capacitance 
Capacitfl de transition du collecteur 

Noise figure 
Facteur de bruit 

equivalent noise voltage 
Tension flquivalente de bruit sur la base 

Input impedance 
Impfldence d'entrfJe 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert inverse de la tension 

1 

1 

1 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

i 
1 

Output admittance 
Admittance de sortie 

1 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction,ambient thermal resistanœ 
RflsistanCtl thermique (jonction .. mbiante) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Vce = -5 V 

IC = -10 mA 

VCB = -10 V i 

le =0 ! 

1 

f = 1 MHz 1 

Vce = -5 V 

IC = -200JlA 

RG = 2 kn 
f=30 ... 15000Hz 

Vce = 5 V 

1 

IC = 200JlA 

RG = 2 kn 
f = 10 ... 50 Hz 

Vce = -5 V 

IC = -2 mA 
f = 1 kHz 

Vce = -5 V 

IC = -2 mA 

f = 1 kHz 

Vce = -5 V 

IC = -2mA 
f = 1 kHz 

Vce = -5 V 

IC = -2 mA 
f = 1 kHz 

Tamb = 25 oC 

fT 

CTC 

F 

1 

Vn 

BC 415 A 
BC 416 A 

h11e 
BC 415 B 
BC 416 B 

BC 415 C 

BC 415 A 
BC 416 A 

h12e 
BC 415 B 
BC 416 B 

BC 415 C 

BC 415 A 
BC 416 A 
BC 415 B h21e BC 416 B 

BC 415 C 

BC 415 A 
BC 416 A 

h22e 
BC 415 B 
BC 416 B 

BC 415 C 

1 

i 
! 

BC 415, BC 416 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contrsirtn) 

Min. Typ. Max. 

300 

4 

1,2 

1,2 2,7 
1,2 2.7 
3 4,5 
3 4,5 

6 8,7 

3 
3 
3,5 
3,5 

4 

125 220 
125 220 
240 330 
240 330 

450 600 

25 
25 

35 
35 

50 

2 

1 

l 
0,11 

1 
1 

1 

4,5 
4,5 i 
8,5 

1 

8,5 

15 
1 

1 i 

i 

260 
260 
500 
500 

i 900 
1 

50 
50 
70 
70 

100 

420 

MHz 

pF 

dB 

JlV 

kn 
kn 
kn 
kn 

kn 

10,4 
10,4 
10,4 
10,4 

10,4 

JlS 
JlS 
JlS 
j.lS 

JlS 

°C/W 
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NOTES 



NPN SI LlCON TRANSISTOR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM 

Campi. of BC 556 at 560 

- General purpose BC 546/BC 547/BC 548 
Usage général BC 546/BC 547/BC 548 

- Low noise BC 549/BC 550 
Faible bruit BC 549/BC 550 

- The BC 546 is available in A and B groups 
Le BC 546 est livrable dans les groupes A et B 

- The BC 547, BC 548 in A-B-C groups and 
BC 549, BC 550 in Band C groups 
Les BC 547 et BC 548 dans les groupes A-B-C et 
Les BC 549 et BC 550 dans les groupes B et C 

VCEO 

BC 546 ~BC 547 
*BC 548 

*BC549, BC 550 

1

65V 
45V 
30V 

* Preferred device 
OilPO,itif rtICommlmd~ 

BC 546 
BC 547/BC 550 
BC 548/BC 549 

200 mA 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir deuin cON CB-76 dernil,., Pllgfls 

P
tot 

(W) 

400 

300 

200 

100 

o 

~ 
1 \ 1 

1 \ 1 

1 

1\ 1 

1 
1 \ 1 
1 

50 100 150 200 T amb (OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage VCBO 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage VCEO 
Tension collecteur-émtltteur 

Emitter-base voltage VEBO 
Tension émetteur·base 

Collector current IC 
Courant collecteur 

Power dissipation Ptot 
Dissipation de puisS/lnce 

Junction temperature 
Température de jonction 

max. Tj 

Storage temperature 
max. 

Tstg Température de stock. min. 

1 
Weight : 0,3 g. 
Maue 

Tamb = +25 oC (Unless otherwise stated) 
fSiluf indication, contf'lli,.,) 

BC 546 BC 547 BC 548 BC 549 BC 550 

80 50 30 30 50 V 

65 45 30 30 45 V 

6 6 5 5 5 V 

200 200 200 200 200 mA 

500 500 500 500 500 mW 

+150 +150 +150 +150 ·+150 oC 

- 65 - 65 - 65 - 65 - 65 oc 
+150 +150 +150 +150 +150 oC 

76-11 1/10 
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BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Cour/lnt résiduel collecteur-bllfIII 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de clllquagll collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-bllfIII 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturlltion collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Ttmsion de s/lturation bIIse-émetteur 

2/10 
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Tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB =30V 

lE =0 

ICBO 

VCB = 30 V 

lE =0 

Tamb= 150°C 

IC =2mA 
V(BRICEO 

lB =0 

lE =1 1-1 A 
V(BRIEBO 

IC =0 

IC =10mA 

lB =0,5 mA 

VCEsat 

IC = 100 mA 

lB =5mA 

IC =10mA 

lB =0,5 mA 

VBEsat 

IC = 100 mA 

lB =5mA 

BC 546 

BC 547 
BC 550 

BC 548 
BC 549 

BC 546 
BC 547 

BC 548 
BC 549 
BC 550 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicationscontrairesJ 

Min. Typ. Max. 

15 nA 

5 I-IA 

65 

45 

V 

30 

6 

V 

5 

90 250 

mV 

200 600 

700 

mV 

900 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Base-emitter voltage 
T,msion bBse~mettflur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Input impedance 
/mp~lInce d'entr"" 

Reverse voltage transfer ratio 
Rllpport de trttnsfert inllflrstl de III tansion 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Output admittance 
Admittance de sortie 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 5 V 

IC =2mA 

VCE = 5 V 

IC =10mA 

VCE = 5 V 

IC = 10llA 

VCE = 5 V 

IC =2 mA 

VCE = 5 V 

IC =2 mA 
f = 1 kHz 

BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 

VBE 

A 

B 

C 
h21E 

A 

8 

C 

A 

h11e B 

C 

A 

h12e B 

C 

A 

h21e B 

C 

A 

h22e B 

C 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indiclltions aontrairttsJ 

Min. Typ. Max. 

580 660 

90 

150 

270 

110 180 

200 290 

420 520 

1,6 2,7 

3,2 4,5 

6 8,7 

1,5 

2 

3 

125 220 

240 330 

450 600 

18 

30 

60 

700 

770 

220 

450 

800 

4,5 

8,5 

15 

260 

500 
~ 

900 

30 

60 

110 

mV 

kS1 

10-4 

}J.S 
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BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fr«luence de transition 

Collector base capacitance 
Cllpacité collecteur-base 

Emitter base capacitance 
Cllpacit6 6metteur-base 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Equivalent noise voltage 
Tension équivalenta da bruit 

4/10 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VeE = 5 V 

le =10mA 
f =35 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

VEB =0,5 V 

IC =0 

f = 1 MHz 

VCE = 5 V 

le = 200lJ,A 

Rg =2 kn 

f = 1 kHz 

B = 200 Hz 

VeE = 5 V 

IC = 200IJ,A 

Rg =2 kn 
f =10+50Hz 

Min. 

fT 

CeBO 

CEBO 

BC 546 

BC 547 
BC 548 

F 

BC 549 

BC 550 

Vn 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

300 MHz 

2,5 4,5 pF 

9 pF 

2 10 

dB 

1,2 4 

1 4 

0,135 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

lB 
(mA) 

10 

8 

6 

4 

2 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

VCEsat 
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BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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PNP SILICON TRANSISTOR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM 

Compl. of BC 546 at BC 550 

- General purpose BC 556/BC 557/BC 558 
Usage général BC 5561BC 5571BC 558 

- Low noise BC 559/BC 560 
Faible bruit BC 5591BC 560 

- The BC 556/BC 557/BC 560 are available 
in A and B groups; the BC 558/BC 559 in 
A, Band C groups. 
Les BC 5561BC 5571BC 560 sont livrables dans les 
groupes A et B ; les BC 55818C 559 dans les grou­
pesA, B et C. 

* BC 556.:BC 557 
BC 558 

BC 559, BC 560 

* Preferred device 
Dispositif recommandl 

-65 V BC 556 

-45 V BC 557/BC 560 

-30 V BC 558 

-25 V BC 559 

-200 mA 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages 
BoTtier plastique Voir dessin cotI CB-76 demil,."s pages 

Ptot 
(W) 

37~ 

250 

125 

o 
o 

Î\ 
1 \ 1 
1 

1 \ 
1 1\ 1 

1 \ : 
50 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage VCEO Tension coIMc"ur-4mat"ur 

Collector-base voltage VeBO T,msion collactaur-btl$tI 

Emitter-base voltage 
VEBO Tension 'metteur-bille 

Peak collector current ICM Courant da cri,. da collecteur 

Power dissipation Ptot Dissi/»tion da puis,.nca 

Junction temperature 
max, Tj T,mp'ratu,." da jonction 

Storage temperature min_ Tstg Temp4ratu,." da Stocbl1ll max. 

1 
Weight : 0,3 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est ,.",;1 au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BC 556 BC 557 BC 558 BC 559 BC 560 

-65 -45 -30 

-80 -50 -30 

-5 -5 -5 

-200 -200 -200 

500 500 500 

+150 +150 +150 

- 65 - 65 - 65 
+150 +150 +150 

-,25 

-30 

-5 

-200 

500 

+150 

- 65 
+150 

-45 V 

-50 V 

-5 V 

-200 mA 

500 mW 

+ 150 oC 

- 65 oC 

+150 oC 

76-08 1/9 
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BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collsctflur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension.<Je claquage collectflur-tlmettflur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émettflur-base 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-tlmettflur 

Base-emitter saturation voltage 
r6nsion de saturation base-tlmetteur 

Base-emitter voltage 
Tenlion base"'ttflur 

2/9 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -20 V 

lE =0 

VCB = -20 V 

lE =0 
Tamb= 150°C 

IC =-2mA 

lE =0 

lE =-10J.lA 

IC =0 

IC =-10mA 

lB = -0,5 mA 

IC =-loomA 

lB =-5mA 

IC =-10mA 

lB = -0,5 mA 

IC = -100 mA 

lB =-5mA 

VCE = -5 V 

IC =-2mA 

VCE =-5V 

IC = -10mA 

ICBO 

BC 556 

BC 557 

V(BRICEO 
BC 560 

BC 558 

BC 559 

V(BRIEBO 

VCEsat 

VBEsat 

VBE 

Min. 

-65 

-45 

-30 

-25 

-5 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-1 -15 nA 

-4 pA 

V 

V 

-75 -300 

mV 

-250 -650 

-700 

mV 

-850 

-600-650 -750 

mV 

-820 



BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560 

STATIC CHARACTERISTICS (Following) Tamb = 25° C 
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Suite) 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statiqu/l du rapport de transfer 
direct du courant 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Forward current transfer ratio 
Rapport d/l transfert direct du courant 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert invers/l de la tension 

Output admittance 
Admittance d/l sortie 

Test conditions 
Conditions de mesure 

h21E 

VCE = -5 V 

IC =-2mA h21e 
f = 1 kHz 

h11e 

VCE = - 5 V 
h12e IC =-2mA 

f = 1 kHz 

h22e 

BC 556 
BC 557 

BC 558 

BC 559 

BC 560 

cl. A 

cl. B 

cl. C 

BC 556 
BC 557 

BC 558 

BC 559 

BC 560 

cl. A 

cl. B 

cl. C 

cl. A 

cl. B 

cl. C 

cl. A 

cl. B 

cl. C 

cl. A 

cl. B 

cl. C 

Min. 

75 
75 

75 

125 

125 

125 

220 

450 

75 
75 

75 

125 

125 

125 

240 

450 

1,6 

3,2 

6 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contrairas) 

Typ. 

2,7 

4,5 

8,7 

1;5 

2 

3 

18 

30 

6 

Max. 

475 
475 

850 

850 

475 

450 

475 

850 

500 
500 

900 

900 

500 

260 

500 

900 

4,5 

8,5 

15 

30 

60 

110 

kn 

10.4 

pS 
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BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 660 . 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (following) Tamb = 250 C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Suite) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VCE = -5 V 

fT 
FrMluence de transition IC =-10mA 

f = 35 MHz 

Output capacitance 
VCB = -10 V 

C22b Capacité de sortie lE =0 

f = 1 MHz. 

VCE = -5V 

IC = -200tJ.A 
Noise figure 

Rg =2 kil F 
Facteur de bruit 

f = 1 kHz 

B = 200 Hz 

VCE = -5V 

Equivalent noise voltage IC = -200tJ.A Vn 
Tension flquivalente de bruit Rg = 2 kil 

f =10+50Hz 

4/9 
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Min. 

BC 556 
BC 557 
BC 558 

BC 559 
BC 560 

BC 559 
BC 560 

(Unless otherwise stated) 
fSlluf incJicetionscontreirel) 

Typ. Max. 

150 MHz 

4,5 pF 

2 10 

dB 

1 4 

0,11 tJ.V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560 

STATIC CHARACTERISTICS (Following) 
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Suite) 
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STATIC CHARACTERISTICS (Following) 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES (Suite) 
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BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (Following) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Suite) 
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NOTES 



NPN SI LlCON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Compl. of BC 636, BC 638, BC 640 

- Driver stages of audio amplifiers 
Etages "Drivers" d'amplificateurs BF 

VCEO 
45V 
60V 
80V 

40-250 
40-160 
40-160 

BC 635 
BC 637 
BC 639 

BC635 
BC637 
BC 639 

BC 635 
BC 637 
BC 639 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B _ See outline drawing CB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin co~ CS-16 dernilres pages 

Ptot 
(W) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

° 

l'~ 
1 "\ 1 
1 
1 
1 '\ 1 
1 
1 
1 

'\ 1 

l 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage VCBO Tension collecteur-bass • 
Collector-emitter voltage VCEO Tension co/lecteur-émtltteur 

Collector-emitter voltage RBE = 1 k!1 VCER Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 0 VCES T,msion collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage VEBO 
Tension émetteur-MSS 

Collector current IC 
Courant collecteur 

Peak collector current 
ICM Courant de cr#te de collecteur 

Power dissipation Ptot 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max_ Tj Tempéfllture de jonction 

Storage temperature min, Tstg Température de stockage max. 

~THOMSON-CSF 
~SE"'CCfO .. CTEl.R5 

~ 

Weight : 0,3 g_ 
Messe 

BC 635 

45 

45 

45 

45 

5 

1 

1,5 

0,8 

150 

- 65. 
+150 

BC 637 

60 

60 

60 

60 

5 

1 

1,5 

0,8 

150 

- 65 

+150 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BC 639 

100 

80 

100 

100 

5 

1 

1,5 

0,8 

150 

- 65 
+150 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oC 

oC 

76-261/3 
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BC 635, BC 637, BC 639 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel col/ecteur-bBS8 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-bBS8 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur-Ametteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 30 V 

lE =0 

VCB = 30 V 

lE =0 
Tj = 150°C 

VEB =5mA 

IC =0 

VCE = 2 V 

IC =5mA 

VCE = 2 V 

IC = 150 mA 

VCE = 2 V 

IC = 500 mA 

IC = 500 mA 

lB =50mA 

IC = 500 mA 

VCE = 2 V 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small siÇJnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits Signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boîtier) 

2/3 
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VCE = 5 V 

IC = 10mA 
f = 35 MHz-

Min. 

ICBO 

IEBO 

25 

BC635 40 
h21E BC637 40 

BC639 40 

25 

VCEsat 

V8IE 

fT 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

100 nA 

10 IlA 

10 IlA 

250 

160 

160 

0,5 V 

1 V 

130 MHz 

156 °C/W 

60 °C/W 
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NOTES 



PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BC 636 
BC 638 
BC 640 

Compl. of BC 635, BC 637, BC 639 

- Driver stages of audio amplifiers 
Etages "Drivers" d'amplificateurs BF 

1

-45V 
-60 V 
-80 V 

1
40-250 

h21E(150 mA) 40-160 
40-160 

BC636 
BC638 
BC640 

BC636 
BC638 
BC640 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
BoTtier plastique Voir cnuin co" CB-76. clBrni'rtI. ".... 

P
tot 

(W) 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
o 

1\ 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

l 
60 

\ 
\ 

\ 
\ 

100 160 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-base voltage 
Tension co//Bcteur-baSB 

Collector-emitter voltage 
TBnsion col/ectrlur-émettrlur 

Collector-emitter voltage RBE = 1 kil 
TBnsion col/ectrlur-émtlttrlur --
Collector-emitter voltage RBE =0 
TBnsion collBcteur-émettrlur 

Emitter-base voltage 
Ttmsion fJmBttrlur-baSB 

Collector current 
Courant colltlctrlur 

Peak collector current 
Courant dB ~trI dB collectrlur 

Power dissipation 
Dissipation dB puisSBnce 

Junction temperature 
TBmpfJrature dB jonction max_ 

Storage temperature min_ 
TBmpfJraturtl dB .toclellflll max_ 

Weight : 0,3 g_ 
Ma"" 

Tamb = +25 OC 

BC636 

VCBO -45 

VCEO -45 

VCER -45 

VCES -45 

VEBO -5 

IC -1 

ICM -1,5 

Ptot 0,8 

Tj 150 

Tstg 
- 65 
+150 

BC638 

-60 

-60 

-60 

-60 

-5 

-1 

-1,5 

0,8 

150 

- 65 
+150 

Bottom view 
VUB dB dBssous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contra/rtI., 

BC640 

-100 

-80 

-100 

-100 

-5 

-1 

-1,5 

0,8 

150 

- 65 
+150 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oC 
oC 
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BC 636, BC 638, BC 640 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·base cut·off current 
Courant résiduel colltICteur·bBSil 

Emitter·base cut-off current 
Courant résiduel émetteur-baSil 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Test conditions 
Conditions de mesurtl 

VCB = -30 V 

lE =0 

VCB = -30 V 

lE =0 
Tj = 150°C 

VEB = -5 V 

IC =0 

VCE = -2 V 

IC =-5mA 

VCE = -2 V 

IC = -150 mA 

VCE = -2 V 
VCE = -500 mA 

IC = -500 mA 

lB = -50 mA 

IC = -500 mA 

VCE =-2V 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistancl! 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boîtier) 

2/3 
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VCE =-5V 

IC = -10mA 
f = 35 MHz 

Min. 

ICBO 

IEBO 

25 

BC 636 40 
h21E BC638 40 

BC640 50 

25 

VCEsat 

VBE 

fT 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraire,) 

Typ. Max. 

-100 nA 

-10 IJ.A 

-10 IJ.A 

250 

160 

160 

-0,5 V 

-1 V 

50 MHz 

156 °C/W 

60 °C/W 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

VCEsa 
(V) 

4 

2 

t 
1 1 1 

-TJ = 25°C 

/ 
) 

./V 

o 

IC 
(mA) 

o 

,/ 
~ -

0,5 

1 1 1 1 
VCE = 2 V 

- Tj = 25°C 

400 

200 

o 
o 0,5 

Typ. 

J 

1 
1 V 
'1J 

",. ~ 

Max. 

20- -

1 

/ 
1 

10 - r--
/ 1 

1 1 

C=5 r--
lB 

1 

1,5 

1,5 VBE(VI 

VBEsat 
(VI 

0,5 

o 

100 

50 

1 1 1 
_ T

j 
= 25°C 

~ ~ 
~ ~ 

o 0,5 

...- ...-

BC 636, BC 638, BC 640 

,.., ...-...-
:;:::::. ::::::;; ...-

IC =5 
- lB 

-

-- 10_ -
20 

1,5 

, 
\ 

\ , 

4 68 
IC(mAI 
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NPN SI LlCON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

- LF Amplification 
Amplification BF 

VCEO 

h21E 

{
40V 

60V 

BCW90A, B,C 
BCW91 A,B 

BCW90 

BCW91 

o,sA 

(150 mA-2 V) { 

100 - 200 (A) 
150 - 300 (B) 
200 - 400 (C) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maxi",ale 

Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin cotlf CB-76 dernilmls pages 

Ptot r----,---.----,----, 
(W) 

l,55 F::::JI.--+--t---+---t 

0,61 (1) Tamb(OC) Without heatsink 
Sans refroidisseur 

(2) Tcase(OC) 

Weight: 
50 100 150 200 Masse 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage VCBO Tension collecteur-baSlll 

Collector-emitter voltage VCEO Tension collectrlur-émettrlur 

Emitter-base voltage VEBO Tension émettrlur-baSlll 

Collector current IC 
Courant collecteur 

Peak collector current ICM Courent dB cr#te dB collectrlur 

Power dissipation Tamb = 25°C Ptot Dissipation dB puissance Tcase = 25°C 

Junction temperature max Tj Temptlrature dB jonction 

Storage temperature min Tstg Tf/m~rtltul'fl dB stockege max 

O,3g. 

BCW90 

50 

40 

5 

0,8 

1,2 

0,61 
1,55 

+150 

--55 
+150 

Bottom view 
Vue dB dessous 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

BCW91 

70 V 

60 V 

5 V 

0,8 A 

1,2 A 

0,61 
1,55 W 

+150 oC 

--55 oc.' 

+150 oC 
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BCW90 A, B, C 
BCW91 A. B 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·base cut·off current 
Courant rtlsiduel collecteur·base 

Collector·emitter cut·off current 
Courant résiduel collecteur-1Jmllttflur 

Emitter·base eut-off current 
Courant rtlsiduel émetteur·base 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-1Jmetteur 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stBtique du rapport de transfert 
direct du courant 

* Pulsed tp = 300 J.lS 6 0;;;; 2% 
Impulsions 

2/5 
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Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 40V 

lE =0 

VCB = 60 V 

lE =0 

VCE = 40 V 
VBE = 0 

VCE = 60 V 
VBE = 0 

VCE = 40 V 
VBE =0 
Tamb= 125°C 

VCE = 60 V 
VBE =0 
Tamb= 125°C 

VEB - 3 V 

IC =0 

IC = 10pA 

lE =0 

IC - 10mA 

lB =0 

lE = 10pA 

IC =0 

VCE = 2 V 

IC = 2mA 

VCE = 2 V 

IC = 150 mA 

VCE = 2V 

IC = 500 mA 

BCW90 

ICBO 
BCW91 

BCW90 

BCW91 

ICES BCW90 

BCW91 

IEBO 

V(BRICBO 
BCW90 
BCW91 

V(BRICEO * BCW90 
BCW91 

V(BRIEBO 

BCW90A 
BCW 91A 

h21E BCW90B 
BCW91B 

BCW90C 

BCW90A 
BCW91A 

BCW90B 
BCW91B 

h21E * BCW90C 

BCW90A 
BCW91A 

BCW90B 
BCW 91B 

BCW90C 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

30 

nA 

30 

30 

nA 

30 

4 

-- pA 

4 

30 nA 

50 

70 
V 

40 

60 
V 

5 V 

60 

80 

120 

100 200 

150 300 

200 400 

35 

50 

80 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Base-emitter voltage 
TtIn.ion balfl-4mtlttrlur 

Collector-emitter saturation voltage 
Ttlnsion dtl saturation collflctflur-émllttflur 

Base-emitter saturation voltage 
Tlln.ion dtI satur"tion bIIsll-émllttflur 

Test conditions 
Conditions dtl mtlsurtl 

VCE = 2 V 

IC = 150 mA 

VCE = 2 V 

IC = 500 mA 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

IC = 500 mA 

lB = 50 mA 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

IC = 500 mA 

lB = 50 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux) 

Transition frequency 
Fr6qUllnœ dtI transition 

Output capacitance 
Capacité dtl sortitl 

1 nput capacitance 
CaPIICiti d'tint,. 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistanœ thtlrmiqutl (jonction .. mbiantfl) 

Junction-case thermal resistance 
Rési.tflnœ thflrmiqutl (jonction-boitiflr) 

* Pulsed 
Impulsions 

~ =3001-15 /j .,.;; 2% 

VCE = 2 V 

IC = 50 mA 
f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 
f = 1 MHz 

VEB = 0,5 V 

IC =0 
f = 1 MHz 

Min. 

VBE * 

VCEsat * 

VBEsat * 

fT 

C22b 

C11b 

Rth(j.al 

Rthlj-cl 

BCW90A,B,C 
BCW91 A, B 

IUnless otherwise statedl 
(Sauf indications contrairas) 

Typ. Max. 

0,85 

1,1 

0,25 

0,7 

0,95 

1,2 

120 

7 15 

45 

200 

80 

V 

V 

V 

MHz 

pF 

pF 

°C/W 

°C/W 
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BCW 90 A, B, C, 
BCW 91 A, B, 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

CE 1 ~ ':l2J 

C 

100 

..... ~ rr-~ 

V 
V~ l I~~ 

Vi; .,..'-.... 
l' ~ ""~I\ 

"""V V 
Io-'V ~ N 

~V 
... ..-~ 

""r\ ~I-'" 
j....--

V 
i.--'~V ~ 

300 

200 

VCE =2 V 

j 

V 
V 

~ ----: 

0,5 

'C(mA) 

4/6 

430 

VCEsa 
(V) 

t 

,0,5 

o 

VBEsa 
(V) 

t 

0,5 

--~ 

--

2 

'C"B=10 

J 

V 
V 

V 
5 'C(mA) 

'C"B=10 

J 

/' 
V 

~ 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

) 

300 

200 

~~ 

100 

o 
10 20 

VCE =2 V 

50 

C11b 
(pF) 

50 

20 

10 

5 

2 

1 

-

10-1 2 

----

C22b 
(pF) 

50 

20 

10 

5 

2 

f = 1 MHz 
IC = 0 

r--r--.. ~ 

............ 
............ 

f'... 

BCW 90 A, B, C, 
BCW91 A, B, 

f = 1 MHz 
lE = 0 

........... 
......... 
~ 
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PNP SlllCON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

• LF Amplification 
Amplification BF 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
P
tot 
(W) 

1,5 

0,5 
~--r-::"""'=---~--+-----i (1) T amb (OC) 

(2) Tcase(OC) 

Plastic case 
Bortier plastique 

Without heatsink 
Sans refroidisseur 

{ 
-40 V 

-60 V 

-0,8 A 

BCW 92 A, B 
BCW93 A,B 

BCW92 

BCW93 

h21 E 100-200 (A) 
(-150 mA· -2 V) 150-300 (B) 

F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
Voir dessin cotfl CB-76 derniflres pages 

Bottom view 
Vue de dessous 

o 50 100 150 200 
Weight : 0,3 g. 
Masse 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur·base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension flmetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current tp = 300 ilS 
Courant dB cr#te dB collecteur 

Power diSSipation Tamb= 25°C 
Dissipation de puissenCfl Tcase= 25°C 

Junction temperature max. Tempflrature dB jonction 

Storage temperature min. 
Température dB stockage max. 

"

THOMSON'CSF 
~'iEP..:.ctO..CTEl.RS 

~ 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

'C 

'CM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

BCW92 

-50 

-40 

-5 

-0,8 

-1,2 

0,610 

l,55 

+150 

-55 

+150 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BCW93 

-70 V 

-60 V 

-5 V 

-0,8 
A 

-1,2 

0,610 

l,55 W 

+150 oC 

-55 oC 

+150 oC 
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BCW92 A, B 
BCW 93 A, B 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base cut-off current 
Cour~t ~sidutll colltICr.!/r-bil. 

Collector-emitter cut-off current 
Courent ~sidutll co'ItIcttlur-4mtltr.ur 

Emitter-base eut-off current 
Couf'llnt rlsidutll ~"",ttflu,..œ. 

Collector-base breakdown voltage 
T~sion de cltlqWflll colltlctflur-bilStl 

Collector-emitter breakdown voltage 
Ttlnsion dtI cltlqu.fIII colltlctflur-4mtlttflur 

Emitter-base breakdown voltage 
Ttlnsion dtI cltlqu.fIII ~mtlttflur-bil. 

Static forward current transfer ratio 
V.klur Itfltiqutl du I1Ipport dtI tf'llnsftlrt 
direct du couf'llnt 

* Pulsed 
Impullions 

2/5 
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Test conditions 
Conditions dtI mtllUre 

VCB =-40 V 

lE =0 

VCB =-60V 

lE =0 

VCE =-40V 
VBE =0 

VCE =-60 V 
VBE =0 

VCE =-40V 
VBE =0 
Tamb= 125°C 

VCE =-60 V 
VBE =0 

Tamb= 125°C 

VEB =-3 V 

IC =0 

IC =-10pA 

lE =0 

IC =-10mA 

lB =0 

lE =-10pA 

IC =0 

VCE =-2 mA 

IC =-2mA 

VCE =-2 V 

IC =-150mA 

VCE =-2V 

IC =-500 mA 

BCW92 

ICBO 

BCW93 

BCW92 

ICES 

BCW93 

BCW92 

ICES 

BCW93 

IEBO 

V(BRICBO 
BCW92 
BCW93 

V(BRICE6 
BCW92 
BCW93 

V(BRIEBO 

h21E 
A 
B 

A 
B 

h21E * 
A 
B 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indic.tions contr.irtlsj 

Min. Typ. Max. 

-30 

nA 

-30 

-30 

nA 

-30 

-4 

pA 

-4 

-30 nA 

-50 V 
-70 

-40 
-60 

V 

-5 V 

60 

80 

100 200 
150 300 

35 
50 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Base-emitter voltage 
Tension bBse-émetteur 

Coliector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation co/lecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bBse-tlmettaur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Frtlquence de transition 

1 nput capacitance 
Capaciœ d'entrtIB 

Output capacitance 
Capacittl de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Rtlsistance thermique (jonction-boÎtier) 

* Pulsed 
Impulsions 

[) ..;; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -2 V 

IC = -150 mA 

VCE = -2 V 

IC = -500 mA 

lB =-15mA 

IC = -150 mA 

lB = -50 mA 

IC = -500 mA 

lB = -15 mA 

IC = -150 mA 

lB = -50 mA 

IC =-500mA 

VCE = -2 V 

IC = -50 mA 

f = 100 MHz 

VCB = -10 V 

lE =0 
f = 1 MHz 

VEB = -0,5 V 

IC =0 

f = 1 MHz 

Min. 

VBE* 

VCEsat 

VBEsa~ 

fT 135 

C22b 

C11b 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

BCW92A, B 
BCW 93 A, B 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires! 

Typ. Max. 

-0,85 

-1,1 

-0,25 

-0,7 

-0,95 

-1,2 

10 

40 

200 

80 

V 

V 

V 

MHz 

pF 

pF 

°C/W 

°C/W 
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~CW 92 A, B, KA, KB 
BCW 93 A, B, KA, KB 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

400 

300 

S 

L.,...-I-"""" 
-1-

A 200 

f-~ ~ .... 
..... t-

100 

.2 5 5 2 5 

V 
~ 

~ ~ 

0,5 

o 
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V
CE 

= -2 V 

Î"'-r--.. 

i\ 
...... r-., 

~~ 

~ 
2 5 2 

V
CE 

= -2 V 

) 

V 
V 

-VCEsa 
(VI 

t 

0,5 

o 

-VSEsa 
(VI 

t 

0,5 

IC" =10 

V 
[7 

..-"" L--

IC/I S =10 

/ 
V 

V 
V 

~ J---



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

fT 
(MHz ) 

300 

vCE = -2V 

/ 
~~ 

200 /' 

100 

o 
10 20 50 -'cImA) 

C11b 
(pFI 

4 

8 

6 

4 

...... ~r--. 

i 
i 

C22b 
(pF) 

6 

4 

2 

8 

6 

4 

2 

100 

1 

'" ~ 

BCW 92 A, B, KA, KB 
BCW 93 A, B, KA, KB 

f = 1 MHz 

'E = 0 

'" i'~ 
" 

r--..... 
l', 

10-1 2 4 6 ~OO 2 4 6 ~01 2 -VCB(VI 

f - 1 MHz 

'C = 0 

.............. 
1'-..... 

~too.. 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

- LF Amplification 
Ampllfk»tlon BF 

VCEO {
40V 
60V 

IC 0,4 A 

BCW 94 Af B,C 
BCW95A,B 

BCW94 

BCW95 

150-300 (B) 
h21E {100-200 (A) 

(150 mA-2 V) 200-400 (C) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puiSSllnctl maximale 

Plastic case F 139 B- See outline drawin!l CB-76 on last pages 
Bortier plastique Voir dflssin corrf CB-76 dflrnilres PlIfIIIs 

Ptot 
(W) 

1,115 
1 f--Pocl---+---+----I 

o 50 100 150 200 

Without heatsink 
Sans rflfroidissBur 1 

Weight: 0,3 g_ 
Masse 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

BCW94 

Collector-base voltage VCBO 50 Tfln,ion co//eCttlUr-/)aSl 

Collector-emitter voltage VCEO 40 
Tension co//ectrlur-4mt1ttrlur 

Emitter-base voltage VEBO 5 Tansion 4m,treur-/)aSl 

Collector current IC 0,4 Coufllnt co/klctrlur 

Peak collector current ICM 1 Coufllnt dl crItr1 dl co/"ctflur 

Power dissipation (1)Tamb = 25°C 
Ptot 

0,54 
Dissi".tion dl puisSflnce (2) T case = 25°C 1,15 

Junction temperature max Tj +150 
T,mp4f11ture dl jonction 

Storage temperature min Tstp 
-55 

T,rnp4f11tufll dI,toclc." max +150 

Bottom view 
Vu, d, dflssous 

(Unless otherwise stated) 
{Sauf indications contraires} 

BCW95 

70 

60 

5 

0,4 

1 

0,54 
1,15 

+150 

-55 
+150 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oC 
oC 
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BCW 94 A, B, C 
BCW95 A, B 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant r4si'Juel col/ecreur-œllll 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel col/ecreur-émerreur 

Emitter-base eut-off current 
Couranr résiduel émetteur-basa 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecreur-basa 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/acreur-émetreur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émlltreur-basa 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du repport da transfert 
direct du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/5 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 40 V 

lE =0 

VCB = 60 V 

lE =0 

VCE = 40 V 

VBE =0 

VCE = 60 V 

VBE =0 

VCE = 40 V 

VBE =0 

Tamb = 125°C 

VCE = 60 V 

V BE =0 

Tamb = 125°C 

V EB = 3 V 

IC =0 

IC =10/lA 

lE =0 

IC = 10mA 

lB =0 

lE =10/lA 

'C =0 

VCE = 2 V 

IC =2mA 

VCE = 2 V 

IC =50mA 

VCE = 2 V 

'C = 150 mA 

BCW94 

ICBO 
BCW95 

BCW94 

BCW95 

'CES BCW94 

BCW95 

IEBO 

V(BRICBO 
BCW94 

BCW95 

V(BRICEO * BCW94 

BCW95 

V(BRIEBO 

BCW94A 

BCW95A 

h21E BCW 94 B 

BCW95 B 

BCW94C 

BCW94A 

BCW95A 

BCW94 B 
BCW 95 B 

h21E * BCW94C 

BCW94A 

BCW95A 

BCW94 B 

BCW 95 B 

BCW94C 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

30 

nA 

30 

30 
nA 

30 

4 

/lA 

4 

30 nA 

50 

70 
V 

40 

60 
V 

5 V 

70 

100 

150 

100 200 

150 300 

200 400 

30 

40 

70 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Base·emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de seturetion colfecteur-émetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 2 V 
VBE * IC =50mA 

lB -5mA 

IC =50mA 
VCEsat 

lB =20mA 

= 200 mA IC 

lB -5mA 
_.~- r-----~ 

Base·emitter saturation voltage IC =50mA 

Tension de saturation base-émetteur lB -20mA 

IC = 200 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

1 nput capacitance 
Capacité d'entrée 

* Pulsed 
Impulsions 

{) .;;;; 2% 

VCE = 2 V 

IC =50mA 

f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

V EB = 0,5 V 

IC =0 

f = 1 MHz 

VBEsat 

fT 

C22b 

C11b 

Min. 

* 

* 
0,95 

BCW94A, B,C 
BCW 95 A, B 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,9 

0,25 

0,2 

0,9 

80 

5 8 

20 

V 

V 

V 

MHz 

pF 

pF 
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BCW 94 A, B, C, KA, KB, KC 
BCW 95 A, B, KA, KB 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

h21E 

400 

C 

300 

100 

0 

VCE =2 V 

10-2 10-1 100 101 102 IC(mA) 
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0,5 

o 

- ---

10 

1 

VCE =2 V 

V 
V 

V 

100 200 500 Ic(mA) 

VCEsat 
(V) 

0,5 

0 

VeEsat 
(V) 

0,5 

o 

~ 

10 

~ 

10 

1 

Ic/le =10 

V 
l/ 

l---"" --
100 200 500 IC(mA) 

Ic"e=10 

/ 

V V 
V --

100 200 500 Ic(mA) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES· 

tT 
(MHz) 

300 ----+-----+-----1 

200~---+-----+---~ 

O~----~--------~------~ 
10 20 50 

C11b 
(pF) 

10 

IC(mA) 

........ ........ 

C
22b 

(pF) 

10 

BCW 94 A, B, C, KA, KB, KC 
BCW 95 A, B, KA, KB 

f = 1 MHz 

lE = 0 

......... r-- ... 

f = 1 MHz 

IC = 0 

............... r--...... 
......... 

...... -- r-- .... ......... r...... ..... 
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NOTES 



PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

- LF amplification 
Amplification BF 

VCEO {
-40V 

-60 V 

-0,4 A 

BCW 96A,B 
BCW 97A, B 

BCW96 

BCW97 

h21 E {100 - 200 (A) 

(-50 mA,-2V) 150 - 300 (B) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dtlssin coœ CS-l6 demi.ffls pllfl8s 

P
tot 

(W) 

1,15 
1 

o 50 100 150 200 

Without heatsink 
Sans refroidisseur 

Weight : 0,3 g. 
Masse 

1 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

BCW96 

Collector-base voltage VCBO -50 
Tension co'IIIcteur-basa 

Collector-emitter voltage VCEO -40 
Tl!nsir;m co'IIIcteu!-4metteur 

Emitter-base voltage VEBO -5 
Tension Imett8ur-basa 

Collector current IC -0,4 
Courant co'IIIcteur 

Peak collector current 
Courant de cr#te de collecteur 

ICM -1 

Power dissipation Tamb = 25°C (1) 
Ptot 

D,54 
Dissipation de puissance Tcase = 25°C (2) 1,15 

Junction temperature max Ti +150 Templratuffl dtI jonction 

Storage temperature min Tstg 
-55 

Tem/»ratuffl dtI .tockllfl8 max +150 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BCW97 

-70 

-60 

-5 

-0,4 

-1 

D,54 
1,15 

+150 

-55 
+150 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oC 
oC 
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BCW 96 A, B 
BCW97 A, B 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courllnt rftidu., col/llcttlu""" 

Collector-emitter eut-off current 
Cou,.""t r.idu.' col/llcttlUr-4fMtttlur 

Emitter-base eut-off current 
CouTllnt râidullilmetttlur-t.. 

Collector-base breakdown voltage 
Ten6ion dII clllllUllflll collllcttlur-bll .. 

Collector-emitter breakdown voltage 
Ten.ion de clMlulIfIII col/llcttlur-4mlltttlur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tlln.ion dtI clllqullfIII 'fMtttlur-ba .. 

Static forward current transfer ratio 
Vllillur 'ttltiqulI du TIIpport dB trIIn"Brt 
diTllct du COUTllnt 

* Pulsed 
Impul.ion, 

2/5 
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ô ...; 2% 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Condition. dII_", 

VCB = -40 V 

lE =0 

VCB = -60 V 

lE =0 

VCE = -40 V 
VBE =0 

VCE = -60 V 
VBE =0 

VCE = -40 V 
VBE =0 
Tamb= 125°C 

VCE = -60 V 

VBE =0 
Tamb= 125°C 

VEB =-3V 

IC =0 

IC =-10IlA 

lE =0 

IC = -10 pA 

lB =0 

lE =-10IlA 

IC =0 

VCE = -2 V 

IC =-2mA 

VCE = -2V 

IC =-50mA 

VCE =-2 V 

IC =-150mA 

BCW96 

ICBO 

BCW97 

BCW96 

BCW97 

ICES 

BCW96 

BCW97 

IEBO 

BCW96 
V(BRICBO 

BCW97 

* BCW96 
V(BRICEO 

BCW97 

V(BRIEBO 

A 
B 

* A h21E B 

A 
B 

(Unless otherwise statedl 
(Slluf indiclltion, contrBires) 

Min. Typ. Max. 

-30 

nA 

-30 

-30 

nA 

-30 

-4 

pA 

-4 

-30 nA 

-50 
V 

-70 

-40 
V 

-60 

-5 V 

70 
100 

100 200 
150 300 

30 
40 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Base-emitter voltage 
TM/,ion bII,,"'mur 

Collector-emitter saturation voltage 
Ttmsion delllturtltion co'''ct6Ur-4mt1tteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de IIIturlltion bIIse-lmerreur 

Test conditions 
Condition, de mtllUrtI 

VCE = -2 V 

IC =-50mA 

lB =-5mA 

IC =-50 mA 

lB =-15mA 

IC = -150 mA 

lB =-5mA 

IC = -50 mA 

lB =-15mA 

IC = -150 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de trllnsition 

Output capacitance 
Cllpacité de sortie 

1 nput capacitance 
CtJpllcité d'ent" 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

* Pulsed 
Impulsions 

6 "' 2% 

VCE = -2 V 

IC = -50 mA 
f = 100 MHz 

VCB =-10V 

lE =0 
f = 1 MHz 

VEB = -0,5 V 

IC =0 
f = 1 MHz 

Min. 

VBE* 

VCEsat* 

VBEsat * 

fT 135 

C22b 

C11b 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

BCW 96 A, B 
BCW97 A, B 

(Unless otherwise stated) 
fS.uf indiclltions contrllira) 

Typ. Max. 

-0,9 

-0,26 

-0,2 

-0,9 

-0,95 

10 

25 

230 

110 

V 

V 

V 

MHz 

pF 

pF 

°C/W 

°C/W 
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BCW 96 A, B, 
BCW97 A, B, 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

1 1 

v
CE 

= -2 V 

300 

B .... 
~""" 
~ r--.~ i--'~ 

~ 
A 1\ 200 

"""~ 
1-1- f"""-. 

l', ~ , 100 

o 
10-22 5

10
-12 51002 5'012 5102 -IC(mA) 

VCE = -2 V 

/ 

/ 
/ 

.......,. -~ 
0,5 
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-VCEsat 
IC/IB =10 

/ 
V 
v 

V 
~ ~ 

0,5 

-VBEsat I
C

/I B =10 

L 

V 
/ 

.......,. 
~ ---

0,5 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

) 

300 

V 
~ 

200 

100 

o 
10 20 

V
CE 

= -2V 

~ 

50 

C
11b 

(pF) 

6 

4 

8 

6 

4 

2 

r--... 

C22b 
(pF) 

6 

4 

2 

8 

6 

4 

f - 1 MHz 

IC = 0 

~ 
............. ........ 

4 

"'-r-. 

BCW96A,B, 
BCW97 A, B, 

f - 1 MHz 

lE = 0 

'~ 
1""'1' 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTOR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM 

Compl. of BCY 78 and BCY 79 

For switching and amplifier 
Pour commutation et amplification 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

0,75 f---+--Tt---+----i 

0,50 

0,25 

50 100 150 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-baS8 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-baS8 

Collector current 
Courllnt collecteur 

Base current 
Courant baS8 

Power dissipation 
Dissiplltion de puisSIInce 

Junction temperature max 
Températura de jonction 

Storage temperature min 
Tem~rllture de stockage max 

*BCY 58 
BCY 59 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

32 V BCY 58 

45V BCY 59 

200 mA 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages 

, 
Weight : 0,32 g. 
Masse 

VCES 

VCEO 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BCY 58 BCY 58 

32 45 V 

32 45 V 

7 V 

200 mA 

50 mA 

390 mW 

200 oC 

- 65 oC 

+200 oC 

76-09 1/7 
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BCY 58, BCY 59 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rfiidue/ col/ectllur·~metteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant r~sidual ~metteur·bsstl 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de ClaqUBge col/acteur-émettllur 

Emitter·base breakdown voltage 
Tansion de claquBge ~mettllur·bsstl 

Static forward current transfer ratio 
Valflur .tlltiqua du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension. bsstl-4mtlttllur 

2/7 

452 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 32 V 
VBE =0 

VCE =45 V 

VBE =0 

VCE 
:;$:.lV 

V BE =0 
Tamb= 15O°C 
VCE -45 V 

'
CES 

VBE =0 
Tamb= 150°C 

VCE - 32 V 
VBE =0,2 V 

Tamb= 100°C 

VCE -45 V 
VBE =O,2V 

Tamb =100°C 

'C =0 

' EBO VEB = 5 V 

'C =2mA 
V(BRICEO 

'B =0 

'C =0 
V(BRIEBO 

'E =lp.A 

'C =10p.A h21E VCE = 5 V 

'C =2mA 
h21E VCE = 5 V 

'C =10mA 
h21E VCE = 1 V 

'C = 100 mA 
VCE = 1 V h21E 

'C =2mA 
VBE VCE =5 V 

BCY58 

BCY 59 

BCY 58 

BCY 59 

BCY58 

BCY 59 

BCY58 

BCY 59 

VIII 

IX 

X 

VII 

VIII 

IX 

X 

VII 

VIII 

IX 

X 

VII 

VIII 

IX 

X 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

0,2 10 nA 

0,2 10 nA 

10 p.A 

10 p.A 

20 p.A 

20 p.A 

10 nA 

32 

45 
V 

7 V 

20 145 

40 220 

100 300 

120 170 220 

180 250 310 

250 350 460 

380 500 630 

80 190 

120 260 400 

160 380 630 

240 550 1000 

40 

45 

60 

60 

0,55 0,62 0,7 V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert dirtlct du courant 

1 nput impedance 
Impédance d'entrée 

Output admittance 
Admittance de sortie 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Collector-base capacitance 
Capacit~ COlltICtrJur-base 

Emitter·base capacitance 
Capacit~ ~metteur-base 

Noise figure 
racreur de bruit 

* Pulsed 
Impulsions 

li ~ 1 % 

1 

, 

1 

1 

(Following) 
(Suite) 

Test conditions 
Conditiohs de mesure 

IC = 10mA 

lB = 0,25 mA 

IC = 100 mA 

lB = 2,5 mA 

IC = 10 mA 

lB = 0,25 mA 

IC = 100 mA 

lB = 2,5 mA 

IC ==2mA 

VCE = 5 V 

f = 1 kHz 

IC =2mA 

VCE = 5 V 

f = 1 kHz 

IC =2mA 

VCE = 5 V 

f = 1 kHz 

IC = 10mA 

VCE = 5 V 

f = 100 MHz 

VCBcY 10 V 

f = 1 MHz 

V EBO=0,5 V 
f = 1 MHz 

IC = 0,2 mA 

VCE = 5 V 

Rg =2 kn 

f = 1 kHz 

tif = 200 Hz 

VCEsat 

VBEsat 

h21e 

h11e 

h22e 

fT 

CCBO 

CEBO 

F 

BCY 58 

BCY 59 

BCY 58 

BCY 59 

VII 

VIII 

IX 

X 

VII 

VIII 

IX 

X 

VII 

VIII 

IX 

X 

BCY 58, BCY 59 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

0,05 0,12 0,35 

0,15 0,3 0,7 

0,6 0,7 0,85 

0,75 0,9 1,2 

125 200 250 

175 260 350 

250 330 500 

350 520 700 

1,6 2,7 4,5 

2,5 3,6 6 

3,2 4,5 8,5 

4,5 7,5 12 

18 30 

24 50 

30 60 

50 100 

125 250 

3,5 6 

8 15 

2 6 

V 

V 

V 

V 

kn 

ilS 

MHz 

pF 

pF 

dB 
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BCY 58, BCY 59 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

Turn-on time IC = 10mA 
ton 85 

Temps totel d'~teblisSBment IB1 ""-I B2'''',1'mA toft 480 
CRK n° 1 

IC = 100 mA 55 
Turn-off time IB1 ""-IS2""10 mA ton 

450 Temps totel de coupure toff CRK nO 2 

R1 = 5 kn, R2 = 5 kn, Rl = 990 n, -VBB = 3,6 V 
Rl = 500 kn, R2 = 700 kn, Rl = 98 n, -VBB = 5 V 

50n 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z > 100 kn 
tr < 15 ns 

Rise time of input voitage 5 ns, pulse dut Y factor < 1%, generator impedance 50 n. 

150 

800 

150 

800 

Temps dB croissance dB la tension d'entrh, facteur dB forme de l'impulsion < 1 %, g~n~rateur d'impMance 50 n. 

4/7 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

le 
(mA ..vi T = 25°e amb ) 

l/ ~ {o 

1 /' :",-2r 
V / /* 
V' V 

~ I~ 

10 

8 

VI;' -",V V IS\lo~ 

V 
,/" ~ ~ Lp.. ....... 

........ ......... ~ f..-
~;:..-

~ 
~ 
~ ~ 

6 

4 

----- 1 1 
~ 1 =2JJA 

B ..-.-..; - -2 

1 

1 o 
20 30 40 o 10 

BCY 58, BCY 59 

10 

o ~0~-~4~-8~~-1~2-L-~V-eLE(~V) 

le 
(mA 

16 

12 

8 

4 

o 

) 

(....-~ 

L~ --
-+--~ 

1.--1--1--

l..-I--1--

~ 1--1--

1.--1---
~ 

o 2 

LJ -~ -f--

--PJ~L ~-
--.....- 1 

- -
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~ - ::::: 
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.....--- 1 
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BCY 58, BCY 59 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

lB 
(mA 1 VCE = 5V 

Tamb= 25°C 

la 

8 

6 

J 

1 
/ 

V 
J 

/ 
4 

2 
V 

/ a 
0,4 0,6 0,8 

h21E 
(normJ 
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456 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

a 

V
C

I 
= 14 ,5 ~ 

v 
V 

V 

l/V 
V ",,"" 
~~ 

J.A-

Icy 

,51 
(if v ./ 

;/1 
vI-' 

V 1 ~ov_ 
/(;) 

1 ~ ,. 

~~,., 

V 

~ 
1\ 

" 
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r-t.... 

4 68 
IC(mAI 

IC 
(mA 1 VCE = 5V 

Tamb= 25°C 

100 

80 

60 

40 

20 

~ a 
0,4 0,6 

t VCEsa 
(mV 1 

200 

150 

100 

50 

lB 1 = IId1b 
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r----.~ 

rI 1 1 1 
1 ! 
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TYPICAL CHARACTER ISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

V BEsa 
(V) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

lB 1 =lle/1O 

T = 25°C amb 

l--

V V~ 

4 68 
10° 

V~ 

eeBO 

(norm. ) 

1,....-~~~ 

le 

4 68 
le(mA) 

=0 

r- f = 10,7 MHz 

2 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 
o 

T amb = 25°C 

\ 
\ 

"'" )'-.... r--I-. 

4 8 

) 

400 

300 

200 

100 

12 

V~E =15~11 
f = 100 MHz 

f-T amb = 25°C 

V 
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yV 

: 

1 

4 68 

10° 

-J-
~ 

./1,-

1 

BCY 58, BCY 59 

.-r--
~ 

4 68 
le(mA) 

717 

457 

1 



NOTES 



NPN SI LlCON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BCY 69 

- LF small signal amplification (low noise) 
Amplification BF petits signaux (faible bruit) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
P
tot 

(W) 

0,6 

0,4 

0,2 

50 100 150 

Tamb(OC) (1) 

200 T caSltC ) (2) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension col/acteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecreur-émetreur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecreur 

Tamb = 25°C (1) 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max 
Température de jonction 

min 
Storage temperature 
Température de stockage 

max 

VCEO 

IC 

h21e (2 mA) 

F (0,2 mA) 

20V 

100 mA 

600 - 900 

5 dB max 

Case TO-18 - Seeoutlinedrawing CB-6 on lastpages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages 

, 
Weight : 0,32 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

20 

20 

5 

0,1 

0,3 

0,6 

175 

-55 

+175 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

A 

,W 

W 

oC 

oC 

oC 
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BCY 69 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant rlbiduel collecteur-balB 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage tJmetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension base-tJmetteur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

2/6 

460 

Test conditions 
Conditions de mesure 

lE =0 

VCB = 20 V 

lE =0 

VCB = 20 V 

Tamb= 1500C 

lB =0 

IC = 2mA 

IC =0 

lE = 1 pA 

IC = 10pA 

VCE = 5 V 

IC = 2mA 

VCE = 5 V 

IC = 10mA 

VCE = 5 V 

IC = 2mA 

VCE = 5 V 

IC = 10mA 

lB =0,5 mA 

IC = 100 mA 

lB = 5mA 

Min. 

ICBO 

V(BRICEO 20 

V(BRIEBO 5 

100 

h21E 450 

500 

VSE 0,5 

V CEsat 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

15 nA 

15 pA 

V 

V 

300 

650 

0,7 V 

0,1 0,25 

V 

0,2 0,6 



DYNAMIC CHARACTERISTICS T = 25° C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES amb 

Test conditions 
Conditions de mesure 

f = 1 kHz 
Forward current transfer ratio IC = 2mA 
Rapport cM transfert dirtlct du courant 

VCE = 5 V 

f = 1 kHz 
1 nput impedance 

IC = 2mA 
IfnP"*nce d'entr,. 

VCE = 5 V 

f = 1 kHz 
Reverse voltage transfer ratio 

IC =2mA Rapport cM transfert inlltlrse de la tension 
VCE = 5 V 

f = 1 kHz 
Output admittance 

IC = 2mA 
Admittence de sortie 

VCE = 5 V 

Transition frequency IC = 10mA 

Fr«1uence de transition VCE= 5 V 

f = 100 MHz 

Output capacitance 
VCB = 5 V 

lE =0 
Capacité de sortie 

f == 1 MHz 

IC = 0,2 mA 

Noise figure 
VCE = 5 V 

Factflur de bruit RG = 2 kil 

f = 1 kHz 
~f = 200 Hz 

Min. 

h21e 600 

hlle 8 

h12b 

h22b 

fT 150 

C22b 

F 

BCY69 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

900 

15 kil 

25 10-4 

150 IJ.S 

MHz 

8 pF 

5 dB 
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BCV69 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

JC 
(mA) 

80 

60 

40 

20 

0 
5 10 

1000 

~ 
V 

~Vn 
~ "I.~'O 

800 

600 

400 

15 

/1/' 

./ ~ 

V 
V ~ 1-" 1--'" 
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200 

o 
~ ~ 

IC 
(mA) 

80 

60 

0,08 

40 
0,06 

0,04 

20 Je =0,02 mA 

0 
20 VCEIVI 0,5 1,5 VCE(V) 

v 1 =15V 
CE 

~ r... 
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0,8 
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CE 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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BCY69 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (Following) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Suite) 
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PNP SILICON TRANSISTOR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM 

Compl. of BCY 58 and BCY 59 

- Switching and amplifier 
Commutation et amplification 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

0,75 I----f--""'t---+---{ 

0,5 f----+---+->r--+----i 

0,25 I----f---="""'t---+ ........ --{ 

o 0L---
5
'-0--, 0'-0--'5,L0-....::111( 1) T amb (OC) 

(2)T case (OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
TBnsion co/lBcteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
TBnsion co/lBcteur-émBtteur 

Emitter-base voltage 
TBnsion émBtteur-base 

Collector current 
Counmt collBcteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation dB puissance 

Junction temperature max. 
TBmpératurB dB jonction 

Storage temperature min. 
TBmpérature de stock. max. 

'6:.THOMSON-CSF 
OMSIONS<MCQIO..CTEl.I 

~' 

-32 V 

-45 V 

BCY 78 
BCY 79 

BCY78 

BCY79 

IC -200 mA 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
Boitier Voir dBssin coté CB-6 dBmiilres PB{JfIS 

Weight : 0,32 g, 
Masse 

COE 
B 

Bottom view 
VUB dB dBSSOUS 

Collector is connected to case 
LB co/ltlCtBur est relié au boTtiBr 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indiclltions contrllirBs) 

BCY78 BCY 79 

VCES -32 -45 V 

VCEO -32 -45 V 

VEBO -5 V 

IC -200 mA 

lB -50 mA 

Ptot 390 mV 

Tj +200 OC 

Tstg 
- 65 oC 
+200 oc 

76-151/7 
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BCY 78, BCY 79 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant rtlsiduel collect/lur-tlmetteur 

Emitter·base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur:.·émetteur 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-tlm~tteur 

2/7 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -25 V 
V BE= 0 

VCE = -32 V 

V BE = 0 

VCE = -35 V 

V BE = 0 

VCE = -45 V 

VBE = 0 

VCE = -25 V 

VBE =0 

Tamb= 150°C 

VCE = -35 V 

VBE = 0 

Tamb= 1500 e 

VCE = -32 V 

VBE = -0,2 V 
Tamb= lOOoe 

VCE =-45V 

VBE = -0,2 V 

Tamb= lOO°C 

VEB = -4 V 

IC =0 

IC = -2 mA 

lB =0 

VBE =0 

IC =-lOpA 

Min. 

BCY 78 

BCY 79 

ICES 

BCY 78 

BCY 79 

BCY 78 

ICEX 

BCY 79 

IEBO 

V(BRICEO 
BCY 78 -32 

BCY 79 -45 

V(BRICES 
BCY 78 -32 

BCY 79 -45 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-20 

-100 

nA 

-20 

-100 

-10 

-10 

pA 

-20 

-20 

-20 nA 

V 

V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

E mitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

1 

i 

Tamb = 25 0 C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =0 
V(BRIEBO 

lE = 1 ~A 

IC = -10~A 

VCE = -0 V 

IC =-2mA 
VCE = -5 V 

h21E 

IC = -10 mA 

VCE = -1 V 

IC = -100 mA 

VCE =-1V 

IC =-2 mA VBE VCE = -5 V 

IC =-10 mA 

lB = -0,25 mA 

VCEsat 

IC = -100 mA 

lB = -2,5 mA 

IC =-10mA 

lB = -0,25 mA 
VBEsat 

IC = -100 mA 

lB = -2,5 mA 

cl. VIII 

cl. IX 

cl. X 

cl. VII 

cl. VIII 

cl. IX 

cl. X 

cl. VII 

cl. VIII 
f---

cl. IX 

cl. X 

cl. VII 

cl. VIII 

cl. IX 

cl. X 

BCY 78 

BCY 79 

BCY 78 

BCY 79 

BCY 78, BCY 79 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-5 

30 200 

40 270 

100 340 

120 170 220 

180 250 310 

250 350 460 

380 500 630 

80 180 

120 260 400 

160 360 630 

240 500 1000 

40 

45 

60 

60 

-0,6 -0,65-0,75 

-0,06 -0,12-0,25 

-0,2 -0,4 -0,8 

-0,6 -0,7 -0,85 

-0,7 -0,85 -1,2 

V 

V 

V 

V 

3/7 

467 

1 



BCY 78, BCY 79 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Input impedance 
Imp~dance d'entr~ 

Output admittance 
Admittance de sortie 

Collecto·base capacitance 
Capacit~ collecteur·base 

Em itter·base capacitance 
Capacit~ ~metteur·base 

Noise figure 
Fecteur de bruit 

Turn·on time 
Temps total d'~tablissement 

Turn·off time 
Temps total de COUPUffl 

Turn·on time 
Temps total d'~tablissement 

Turn·off time 
Temps total de COUpUffl 

4/7 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = -2mA 

VCE =-5V h21e 
f = 1 kHz 

IC =-2mA 

VCE =-5V 
h11e 

f = 1 kHz 

VCE =-5V 

IC =-2mA h22e 
f = 1 kHz 

VCBO=-10 V 
CCBO 

f = 1 MHz 

VEBO=-0,5 V 
Ci=BO 

f = 1 MHz 

IC = -0,2 mA 

VCE =-5V 

Rg =2kD F 
f = 1 kHz 

6f = 200 Hz 

IC =-10 mA 
ton 

IB1 ""'I B2''''-1 mA 
toff CRK nOl 

IC = -100 mA ton 
IB1 ""'I B2""'-10 mA 

toff CRK n02 

Min. 

cl. VII 125 

cl. VIII 175 

cl. IX 250 

cl. X 350 

cl. VII 1,6 

cl. VIII 2,5 

cl. IX 3,2 

cl. X 4,5 

cl. VII 

cl. VIII 

cl. IX 

1 
cl. X 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

200 250 

260 350 

330 500 

520 700 

2,7 4,5 

3,6 6 
kD 

4,5 8,5 

7,5 12 

18 30 

24 50 
J1s 

30 60 

50 100 

4,5 7 pF 

11 15 pF 

2 6 dB 

85 150 ns 

480 800 ns 

55 150 ns 

450 800 ns 



BCY 78, BCY 79 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

CRK nO 1 

CRK nO 2 

-10 V 

R 1 = 5 kn, R2 = 5 kn, R L = 990 n, v BB = 3,6 V 
R2= 500 kn, R2 = 700 kn, R L = 98 n, VBB = 5 V 

=rlF-'-P~-

50 n 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z > 100 kn 

tr < 5 ns 

Rise time of input voltage < 5 ns, pulse dut y factor < 1 %, generator impedance 50 n. 
Temps de croissance de la tension d'entrée < 5 ns, facteur de forme de l'impulsion < 1 %, générateur d'impédance 50 n. 
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BCY 78, BCY 79 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NPN SI LlCON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

The NPN plan epitaxial transistor B F 115 is 
intended for use in front-end and oscillator­
mixer stages of FM tuners and generally for ail 
HF uses. VCEO 

fT 

BF 115 

30V 

250 MHz Le transistor NPN "plan épitaxial" BF 115 est desti­
né à être utilisé comme amplificateur, oscillateur-mé­
langeur dans les récepteurs FM et d'une façon générale 
à tous usages haute fréquence. 

F (100 MHz) 3,5 dB 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
P

tot 
(mW )'" 250 

200 

150 
.......... 

100 

50 

o 

r\. (2) 

r\. 

'" '\~ 
(1) 1'--. ~'\ 

'~ 

(1) 

(2) 

25 55 85 115 145 175 Tamb(OC) 

ln free air 
A l'air libre 

-C12e 0,7 pF max. 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB-4 derni~res pages 

M 

COE 
B 

With infinite heat sink 1 Avec radiateur infini 

Weight: 0,7 g. 
Masse 

Connection M is connected to case 
La connexion M est reliée au bo7tier 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Collector-emitter voltage VCEO 50 V Tension collecteur-tJmetteur 

Collector-base voltage VCBO 5 V Tension collecteur-base 

Emitter-base voltage VEBO 30 V Tension émetteur-base 

Collector-emitter voltage VCEX 30 V 
Tension collecteur-tJmetteur 

Collector current IC 
Courant collecteur 30 mA 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Ptot 

165 mW 

Dissipation de puissance Tcase = 25°C 
300 mW 

Junction temperature Max. Tj 175 oC 
Tempérawre de jonction 

Storage temperature Min. - 55 oC 

Température de stockage Max. 
Tstg 

+175 oC 
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BF 115 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur·balll 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur.flmetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·balll 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension base.flmetteur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Frflquence de transition 

Maximum oscillation frequency 
Fréquence limite d'oscillation 

Collector-base time constant 
Constante de temps collecteur-base 

2/8 
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Tamb =25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 10 V 

lE =0 

IC = 10~A 

lE =0 

IC =2mA 

lB =0 

lE =10~A 

le =0 

VCE = 10 V 

le =1 mA 

VCE = 10 V 

le =1 mA 

VeE = 10 V 

le =1 mA 
f = 100 MHz 

VeE = 10V 

le =1 mA 

VeE =10V 

le =1 mA 
f = 25 mHz 

Min. 

ICBO 

V(BRICBO 50 

V(BRICEO 30 

V(BRIEBO 5 

h21E 40 

VBE 0,65 

fT 150 

fmax 

rbb'Cb,c 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

100 nA 

V 

V 

V 

165 

0,74 V 

250 MHz 

910 MHz 

12 15 ps 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Feedback capacitance (common 
emitter) 
Capacité de réaction (émetteur 
commun) 

Noise figure 
ractflur de bruit 

1 nput conductance 
Conductance d'entrée 

Input susceptance 
Susceptance d'entrée 

1 nput capacitance 
Capacité d'entréB 

Feedback admittance (absolute 
value) 
Admittance de transfert inverse (module) 

Phase angle of transfer admittance 
Angle de phase de l'admittance de 
transfert 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

IC = 1 mA 

f = 0,5 MHz 

VCE = 10 V 

IC = 1 mA 

f = 0,2 MHz 

RG =300n 

VCE =10V 

IC =1 mA 

f = 1 MHz 

RG =50n 

VCE = 10 V 

IC = 1 mA 

f = 1 MHz 

RG =300 n 

VCE = 10 V 

IC = 1 mA 

f = 100 MHz 

RG = 100n 

VCB = 10 V 

lE =-1 mA 

f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

lE =-1 mA 

f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

lE =-1 mA 

f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

lE =-1 mA 
f = 100 MHz 

VCB =10V 

lE =-1 mA 

f = 100 MHz 

Min. 

-C12e 

F 

911b 

b11b 

-C11b 

Y12b 

<P12b 

BF 115 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,6 0,7 

1,2 

3,5 

1,2 

3,5 

33 

5,65 

9 

380 

-90 

pF 

dB 

mAN 

mAN 

pF 

pAN 

° 
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BF 115 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transfer admittance (absolute 
value) 
Admittance de transfert (value) 

Phase angle of feedback admittance 
Angle de phase de l'admittance inverse 

Output conductance 
Conductance de sortie 

Output susceptance 
Susceptance de sortie 

Output capacitance 
CapacitfJ de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistance 
R~sistance thermique (jonction .. mbiante) 

Junction-case thermal resistance 
R~sistance thermique (jonction-boitier) 

4/8 
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Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 10V 

le =-1 mA 

f = 100 MHz 

VCB = 10V 

le =-1 mA 

f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

le =-1 mA 

f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

le =-1 mA 
f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

le =-1 mA 

f = 100 MHz 

Min. 

Y21b 

1P21b 

g22b 

b22b 

C22b 

Rth(j-c) 

Rthlj-a) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

33 mAN 

-145 ° 

44 pAN 

940 J.LAN 

1,5 pF 

900 °C/W 

500 °C/W 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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BF 115 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (Following) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Suite) 
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BF 115 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (Following) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Suite) 

IY12el' 
(,.AN) 

"12e(0 ) 

4 

i 

'I 

!y 1 1 12e 1 

---- 'P12e T 

f = 10.7 MHz 
T amb = 25°C 

1 1 

::'ç~: ':~~l~~ ___ ........ 
VCB =lV T 

LI-12 J L'5v 

922e 
(,.AN) 
C22e 
(pF) 

L,..- .... - -
t 10V 

---922e 

----C22e 
1 

4 
f = 10.7 MHz 
T = 25°C 

amb 

911e 
(mAN) 
Clle 
(pF) 

---911e 1 

----Clle 

f = 10.7 MHz 
T amb - 25°C 
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NPN SI LlCON TRANSISTORS, PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR 

The NPN planar transistor BF 167 is intended for 
use in 1 F video amplifiers (AGC controlled stage; 
of television receivers. 

Le transistor NPN planar BF 167 est destiné aux amplifica­
teurs FI vidéo (à gain contrôlé) des récepteurs de télévision. 

40V 

0,15 pF 

60 dB 

BF167 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin cohl CB-4 dernijres pages 

Ptot 
(mW) -

225 

150 ~~-+--~I---+----l (1) ln free air 

75 

50 100 

A l'eirUbre 

(2) With infinite heat sink 
Avec radiateur infini 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Co"ector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Emitter·base voltage 
Tension fJmetteur·base 

Collector·emitter voltage 
Tension col/ecteur-fJmetteur 

Co"ector-emitter voltage 
T,nsion col/'cteur-émerreur 

Co"ector current 
Courent collecteur 

Tamb "" 25°C 
Power dissipation 
DiS$ipation de puissance 

Tease = 25°C 

Junction temperature max. 
T,mp~reture de jonction 

Storage temperature min. 
Température de ,rock. max. 

1 
Weight : 0,7 g. 
Masse 

VCB 

VEB 

VCEO 

VCES 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

M 

COB 
E 

Connection M is connected to case 
Le connexion M est reliée eu bottier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrelref) 

40 V 

4 V 

30 V 

40 V 

25 mA 

150 mW 

270 mW 

175 oC 

-65 oC 

+175 oC 

75 -45 117 
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BF 167 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courent r~,iduel collscteur-bBlII 

Collector-base breakdown voltage 
Ten,ion de cllKluefl#l collecteur·bBse 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de clequegtl collecteur-émetteur 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de clequefl#l ~metteur·bBse 

Static forward current transfer ratio 
Veleur ste tique du rllpport de trensfert 
direct du courent 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fr~uenCfl de trensition 

Maximum frequency of oscillation 
Fr~quence meximele d'oscil/etion 

Collector-base time constant 
Constan te de temps collecteur·base 

Feedback capacitance 
1 

Cepecité de r~ection 

1 

Maximum unilateralized power gain 
1 

Gein meximel en puissance neutrodyn~ 

Gain regulation range 
Plage de r~guletion de gein 

2/7 
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Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB= 20 V 

lE =0 

IC = 10pA 

lE =0 

IC = 7mA 

lB =0 

lE = 10pA 

IC =0 

VCE= 10V 

IC = 4mA 

VCE= 2,5 V 

IC = 10mA 

VCE= 10 V 

IC = 4mA 

f = 100 MHz 

VCE= 10V 

IC = 4mA 

VCE= 10 V 

IC = 4mA 

f = 50 MHz 

VCE= 10V 

lE =0 
f = 10,7 MHz 

VCE= 10 V 

IC =4mA 

f = 36,6 MHz 

IC = 4+- 8mA 

f = 36,6 MHz 

Min. 

ICBO 

V(BRICBO 40 

V(BRICEO 30 

V(BRIEBO 4 

25 

h21E 

8 

fT 250 

f max 

rbb' Cb'c 

-C12e 

Gp max 

~Gp 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 100 nA 

V 

V 

V 

80 

400 MHz 

1,5 GHz 

7 12 ps 

0,15 0,25 pF 

42 dB 

60 dB 



DYNAMIC CHARACTERISTICS T 25 C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES amb = 0 

Input conductance 
Conductance d'entré 

Input susceptance 
Susi:eptance d'entré 

Short-circuit input capacitance 
Capacit~ d'entrfJe, sortie en court·circuit 

Reverse transfert admittance 
(absolute value) 
Admittance de transfert inverse (module) 

Phase angle of reverse transfer 
admittance 
A!JfIle de pha611 de l'admittance de 
transfert inverse 

Feedback capacitance 
Capacit~ de r~action 

Transfer admittance (absolute value) 
Admittance de transfert direct (module) 

Phase angle of forward transfer admit· 
tance with input short-circuit 
Angle de phase de l'admittance de transfert 
direct, entrfJe en court-circuit 

Output conductance 
Conductance de sortie 

Output susceptance 
SuSCtIPtance de sortie 

Open circuit output capacitance 
Capacitt1 de sortis, entré en 
court-circuit 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistanœ 
R~sist.nœ thermique (jonction .. mbianta) 

Junction-case thermal resistance 
R~,i'tanœ thermique (jonction-boTtier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE= 10 V 

lE = -4 mA 

f = 36,6 MHz 

glle 

blle 

Clle 

1Y12el 

<l>12e 

-C12e 

IY21el 

<l>21e 

g22e 

b22e 

C22e 

RthO·a) , 

RthO-c) 

BF 167 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairas) 

Min. Typ. Max. 

3,3 

4,6 

20 

34 

-90 

0,15 

95 

-23 

40 

320 

1,4 

1000 

550 

mAN 

mAN 

pF 

JlAN 

0 

pF 

mAN 

0 

IlAN 

IlAN 

pF 

°C/W 

°C/W 
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BF 167 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

IC 
(mAl 

25 

20 

15 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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BF 167 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (Following) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Suite) 
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

The NPN planar epitaxial transistor BF 173 
intended for use in LF video amplifiers (un­
controlled stages) of television receivers. 

Le transistor NPN "planar épitaxial" BF 113 est 
destiné aux étages FI vidéo (à gain fixe) des ré­
cepteurs de télévision. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 

tot 
(mW) 

300 f---i-''rl----t---+----1 

200 

(1) ln free air 
A l'air libre 

Case TO-72 
Boitier 

(2) With infinite heat sink 
Avec radiateur infini 

100 

50 100 150 T
amb 

(OC~ 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector·base voltage 
Tension collecteur·base 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur·base 
-----------

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur·émetteur 
--~._--

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur·émetteur 
-----

Collector current 
Courant collecteur 
----------

Power dissipation Tamb =25°C 
Dissipation de puissance Tcase =25°C 
------------~-~---

Junction temperature 
Température de jonction 

--

Storage temperature 
Température de stockage 

---------

Weight : 0,45 g. 
Masse 

VCB 

VEB 

VCEO 

VCES 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

BF 173 

40V 

0,23 pF 

See outline drawing CB-4 on last pages 
Voir dessin coté CB·4 derniéres pages 

1 
M 

COB 
E 

Connection 1\,' is connected to case 
La connexion M est reliée au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

40 

4 

25 

40 

25 

230 
330 

175 

-65 
+175 

v 

v 

v 

v 

mA 

mW 
mW 

75-43 1/7 
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BF 173 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant msidue/ collectflur-btl1l8 

Collector-base breakdown voltage 
Ten,ion de c/llquege collecteur-bese 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/equage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de c/aquege tfmetteu[·bl/Stl 

Static forward current transfer ratio 
VI//eur statique du rl/pport de trl/nsfer 
direct du cou rI/nt 

Base-emitter voltage 
Tension beltl-émettflur 

2/7 
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Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 20 V 

lE =0 

IC = 10~A 

lE =0 

IC = 7mA 

lB =0 

lE = 10~A 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC = 7mA 

Vce = 2,5 V 

IC = 20mA 

VCE = 10 V 

IC = 7 mA 

Min. 

ICBO 

V(BRICBO 40 

V(BRICEO 25 

V(BRIEBO 4 

40 

h21E 

15 

VBE 

(Unless otherwise statedl 
ISauf indications contraires} 

Typ. Max. 

1 100 nA 

V 

V 

V 

100 

0,75 0,90 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!Jnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE = 10V 

'e = 7mA 
FrlquenCfl de transition 

f = 100 MHz 

Maximum oscillation frequency VeE = 10V 
Fréquence limite d'oscillation 'e = 7mA 

Collector·base time constant 
VeE = 10 V 

'e = 7mA 
Constante de temps col/ecteur·base 

f = 50 MHz 

Feedback capacitance 
VeE = 10 V 

'E =0 
Capacité de réaction 

f = 10,7 MHz 

Maximum unilateralized power gain 
VeE = 10 V 

'e = 7mA Gain maxima/en puissanCfl neutrodyné 
f = 36,6 MHz 

Input conductance 
VeE = 10 V 

'e = 7mA 
Conductance d'antrée 

f = 36,6 MHz 

Input susceptance 
VeE = 10V 

'e = 7mA 
SulCtlPtance d'entrée 

f = 36,6 MHz 

Input capacitance 
VeE = 10 V 

Capaci~ d'entrée 'e = 7mA 
f = 36,6 MHz 

fT 

fmax 

rbb" eb,c 

-e12e 

Gpmax 

g11e 

b11e 

e 11e 

BF 173 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

350 600 

2 

6 10 

0,23 0,3 

43 

4 

5,75 

25 

MHz 

GHz 

ps 

pF 

dB 

mAN 

mAN 

pF 
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BF 173 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si{lnalsl 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Feedback admittance (absolute value) 
Admittance dfI rnmsftlrt in'lerSfl (module) 

Phase angle of feedback admittance 
Angle de phaSfl de l'admittance in'lerSfl 

Feedback capacitance 
Capacité dfI réaction 

--_ .• 

Transfer admittance (absolute value) 
Admittance de transfert (module) 

Phase angle of transfer admittance 
Angle dtl phase del'admiwmcede tran.fert 

Output conductance 
Conductance de sortie 

Output susceptance 
Susceptance de sortie 

Output capacitance 
Capacitance de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistanœ 
Résistance thermique (jonctlon-ambianre) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boTtler) 

417 

492 

Test conditions 
Conditions de mesun 

VCE "" 10 V 
IC = 7mA 
f .. 36,6 MHz 

VCE "" 10 V 
IC "" 7mA 
f = 36,6 MHz 

VCE "" 10 V 
IC .. 7mA 

f = 36,6 MHz 

VCE = 10 V 

IC .. 7mA 

f ... 36,6 MHz 

Vce '" 10 V 
IC '" 7mA 
f = 36,6 MHz 

VCE "" 10 V 
IC .. 7mA 

f .. 36,6 MHz 

VCE= 10 V 
IC '" 7mA 
f .. 36,6 MHz 

Vce '" 10 V 

IC == 7mA 
f .. 36,6 MHz 

1Y12el 

tP12e 

-C12e 

IY21el 

tP21e 

g22e 

b22e 

C22e 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

56 p,AN 

-92 ° 

0,23 pF 

145 mAN 

-22 ° 

65 p,AN 

390 p,AN 

1,7 pF 

650 °C/W 

450 °C/W 



STATIC CHARACTERISTICS 
CA RA CTERISTlQUE8 STATIQUES 

le 
(mA) Tamb =250e 

o L-__ ~ __ ~ __ ~ __ ~ ____ ~ __ ~ 

le 
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1 
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./ 
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BF 173 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signais) 
CARACTERISTIQUES D YNAMIQI)ES (pour grands signaux) 

IC 
(mA) 8 ~-+----I-+--+-+--< f =100 MHz 

6 Tamb =25 0 C 
4 

V 

i 
-' 

101 19" 
--r 8 \.. 

6 550 MHz-

4 ... ~ 
\ ..... 

500 MHz 

100 
\~ 
..... 8 

-..~ 
6 

"-4 

250 MHz_ 

fT =150 MHzf--

10-1 ~~~~~~--~~~~~~~ 
o 4 8 12 16 V

CE 
(V) 

911 e (mAN 1 ~-----,,------.......--r----"T"'""---r-.....,....-r""\ 
( FI 8b--- 911e 

C11e p 6 1 .I.J-
~---Cl1e ~----+-VCB=1~k 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signaIs) (Following) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux) (Suite) 

4 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTORS, PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR 

- Wide-band, high voltage amplification 
Amplification haute tension à large bande 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
P

tot 
(W) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

r.--...... r--
1 
1 

:\ 
1\. 

1 

\ 1 
1 

1 

~2) : 

rr ~ ~ 
(1) Tamb(OC) 

(2) Tcase(OC) 

50 80 110 140 170 200 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension colklcteur-baStl 

Collector-emitter voltage RBE = 1 k!1 
T/lnsion collacteur-llmetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension colltlcteur-llmetteur 

Emitter-base voltage 
Ttlnsion émtltttlur-baStl 

Collector current 
Courant colklcteur 

Power dissipation Tamb = 55°C (n 
Dissipation dtI pu;ssanCtl Tcase = 125°C (2) 

Junction temperature max_ 
Tempérflturfl dtI jonction 

Storage temperature min, 
Ttlmpératurfl dtI stockage max, 

BF 179 C 

250 V 

120 MHz Typ. 

1,8 pF Typ. 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
Boitier Voir d/lssin CON CS-' dernijrfls pages 

Weight : 0,9 g_ 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCER 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

250 

250 

115 

5 

50 

0,6 
1,7 

200 

- 55 
+200 

Collector is connected to case 
Le collecteur est rfllié au boTtÏllr 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairfls) 

V 

V 

V 

V 

mA 

W 
W 

oC 

oC 
oC 
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BF 179 C 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Couf'llnt rhiduel co"ec~ur~metteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage ~mett6ur·baS8 

Static forward current transfer ratÎo 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension base·~mett6ur 

Test conditions 
Condition$ de mesure 

VCC = 250 V 

RC =0 

RB = 1 kn 

RE = 100n 

VCC = 250 V 

RC =10kn 

RB =1 kn 

RE =100n 

Tamb= 200°C 

IC =0 

lE = 100J.lA 

VCE = 20 V 

IC =30mA 

VCE = 15 V 

IC =20mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

High frequency knee voltage 
Tension de coude en haute fr~quence 

(Note 1) 

Transition frequency 
Fr~uence de transition 

Feedback capacitance 
CaPBcit~ de r~action 

Feedback·time constant 
Constante de temps de réaction 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambianteJ 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitierJ 

IC =20mA 

Tamb= 150°C 

f = 0,5 MHz 

VCE = 10 V 

IC = 10mA 

f = 50 MHz 

VCE = 20 V 

IC = 10mA 

f = 1 MHz 

VCB = 15 V 

lE = -10mA 

f = 25 MHz 

Note 1 : V CEsat is the value of V CE for: 
V CEsat est la valeur de V CE pour .-

2/5 
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Min. 

ICER 

V(BRIEBO 5 

h21E 20 

VBE 

VCEK(HFI 

fT 

-C12e 

Ih12bl 
w 

Rth(j-al 

Rth(j-cl 

80% 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contrairtlsJ 

Typ. Max. 

1 mA 

4 mA 

V 

1,2 V 

15 V 

120 f<}Hz 

1,8 3,5 pF 

100 ps 

240 °C/W 

45 °C/W 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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BF 179 C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

911e 
(mS) 
Clle 

6 

4 

6 

4 

(pF) 5 
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/t' 

./ 

~ ~ 
4 

1 1 1 1 
-911e-

---- Clle 
T =25OC-

amb 
VCE =30 V -

20mA- ~-- ""-
lOmA- ~-----... ----.. 1 -- ;::1 ... 

_5,mA- ... -"- ro-
IC=2mA- r-- 1---1---

~ ... 

~~ 
r--20 mA -~ ~ J''''' 

1 e:::: ~ ~ i--"'~ 10mA 
~ f---5mA 

~ le =2 mA 

4 6 8 
f (MHz) 

-C12a 
(pF) 

5 

4 

3 

2 

10' 

1\ 
" 

--922e 

~ ---- C22e 

~ 
Tamb = 25°C 

VCE =30 V 

~"'" 1--20 mA -1 -..... 10-' 
-10 mA -..... 

5~A-
C =2'mA 1--

1 
-20 mA_ ... 10mA--
-5mA 
Ic=2ImA- ~- -~ 

10~ 

1 1 =0 1 1 
C 

f = 10 MHz-

Tamb = 25°C 

, 

./ 
1"'" 

.." 

~ 
~ 

-----. 
... --

--
4 6 8 

VCS(V) 

~ 
,/ ~ 

V .... ,/ ...... ~ 
V ......... ", ...... 
1"'" ./V 

"" 
--- --.... ..... --- _. .. ~': 

468 

C22e 
(pF) 

f (MHz) 



DVNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES D YNAMIOUES 

~JeE = loJ 
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NOTES 



NPN SI LlCON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR 

The NPN planar transistor BF 180 is intended 
for use in UHF amplifier stages of TV receivers 
(AGC controlled stages). 
Le transistor planar NPN BF 180 est destiné à §tre uti­
lisé comme amplificateur UHF à gain réglable dans 
lisé comme amplificateur UHF à gain réglable dans 
les récepteurs de télévision. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 
(mW) 

300 f-~-f\.---+----+------i 

200 r--i0.7-t-----"r---+--; 

100 f--+--+------"'k:---"irl------i 

o 50 100 

(1) 1 n free-air 
A l'air libra 

(2) With infinite heat sink 
Avec radiateur infini 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension col/Bcteur-baSll 

Emitter-base voltage 
Tension èmetteur-baSll 
---------
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

--------
Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation T =25°C 
Dissipation de puiSSllnce T

amb
=25°C case 

Junction temperature 
Tsmpllrsturfl de jonction 

Storage temperature min. 
Températurfl de stockegtl max. 

*BF 180 

* Preferred device 
Dispositif recommancN 

fT 650 MHz 

Gpmax 12 dB à 800 MHz 

F 5 dB à SOO MHz 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 dernières pages 

Weight: 0,7 g. 
Masse 

Tamb = +25 0 C 

VCB 

VEB 

VCEO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Connr>r:t ion M is connected to CilSP 

La connf!)uon M est reliée au hoit,pr 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

30 V 

3 V 

20 V 

20 mA 

200 
375 

mW 

175 oc 

-55 oC 
+175 oC 

75- 6 1/9 
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BF 180 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant résiduel collecteur.œ$ll 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collacteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage ~metteur·bBlfI 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension bBlfI-émetteur 

Conditions de mesure 
Test conditions 

VCB= 20V 

lE =0 

IC = 2mA 

lB =0 

lE = 10llA 

IC =0 

VCE = 10V 

IC = 2mA 

VCE= 7 V 

IC = 12mA 

VBE = 10 V 

IC = 2mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small siQnalsl 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
VCE = 10 V 

IC = 2mA 
Fr~uence de transition 

f = 100 MHz 

Feedback capacitance VCE= 10 V 
Capaclt~ de r~ection IC = 2mA 

VCE= 10V 

Noise figure IC = 2mA 
Facteur de bruit RG = 50n 

f = 800 MHz 

Power gain 
VCE = 10V 

IC = 2mA 
Gain an pul8S/lnce 

f :0 800 MHz 

Gain regulation range IC = 10mA 
Plage da régulation de pin f = 600 MHz 

2/9 

604 

ICBO 

V(BRICEO 

V(BRIEBO 

h21E 

h21E 

VBE 

fT 

-C12e 

F 

Gpmax 

AGp 

(Unless otherwise statedl 
(Ssuf indications contralras) 

Min. Typ. Max. 

10 nA 

20 V 

3 V 

15 45 

6 

0,75 V 

650 MHz 

0,25 pF 

5 dB 

12 dB 

40 dB 



y PARAMETRES 
PA RAME TRES y 

1 nput conductance 
Conductanca d'enrrfJB 

Input susceptance 
Suscaptance d'entrfJB 

Feedback admittance 
Admittance de transfert inverse 

Phase angle of transfer admittance 
Angle de phase de l'admittance inverse 

Transfer admittance 
Admittance de transfert 

1 Test conditions 
Conditions de mesure 

VCS= 10V 

lE = -2 mA 
f = 470 MHz 

VCS = 10 V 

lE = -2 mA 
f = 800 MHz 

VCB = 10 V 

lE = -2 mA 

f = 470 MHz 

VCB = 10V 

lE = -2 mA 
f = 800 MHz 

VCB = 10V 

lE =-2mA 

f = 470 MHz 

VCB = 10 V 

lE = -2 mA 
f = 800 MHz 

VCE = 10V 

lE = -2 mA 
f = 470 MHz 

VCE = 10V 

lE = -2 mA 
f = 800 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2 mA 
f = 470 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2 mA 
f = 800 MHz 

g11b 

g11b 

b11b 

b11b 

IY 12bl 

IY 12bl 

I/>Y 12b 

I/>Y12b 

IY21bl 

IY21bl 

BF 180 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

32 mAN 

17 mAN 

-30 mAN 

-24 mAN 

420 p.AN 

750 p.AN 

260 0 

260 0 

40 mAN 

28 mAN 

3/9 
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BF 180 

V PARAMETRES 
PARAMETRES y 

Phase angle of forward transfer 
admittance with output short-circuit 
Angle de phese de l'edmittance de trans-
fert direct, entrfi en court-circuit 

--

Output conductance 
Conductance de sortie 

Output susceptance 
Susceptance de sortie 

-----

S PARAMETRES 
PARAMETRES S 
---

Input reflection coefficient 
Coefficient de rflflexion B l'entrfi 

4/9 
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--

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE= 10V 

'E = -2 mA 
f = 470 MHz 

VCE= 10 V 

'E =-2mA 
f = 800 MHz 

VCE = 10 V 

'E = -2 mA 
f = 470 MHz 

VCE= 10 V 

'E = -2 mA 
f = 800 MHz 

VCE= 10 V 

'E = -2 mA 
f = 470 MHz 

VCE = 10 V 

'E = -2 mA 
f = 800 MHz 

VeB =10V 

'e = 2mA 

ZG=ZL= 50n 
f = 500 MHz 

VCB = 10 V 

le = 2mA 

ZG=ZL= 50 n 
f = 800 MHz 

I/>Y21b 

I/>Y21b 

g22b 

g22b 

b22b 

b22b 

Sllb 

S11b 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf Ind/est/on, contralfll') 

Min. Typ. Max. 

85 0 

50 0 

500 p.AN 

800 p.AN 

2,95 mAN 

5 mAN 

0,55 
0 

130 

0,65 
0 

110 



S PARAMETRES 
PA RAME TRES S 

Forward transmission coefficient 
Coefficient de transfert direct 

Reverse transmission coefficient 
Coefficient de transfert inverstl 

Output reflection coefficient 
Coefficient de reflex ion • la sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
RésistanCII thermique (jonction-ambianre) 

Junction-case thermal resistance 
RésistanCII thermique (jonction-boitier) 

- -

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 10V 

IC = 2mA 

ZG=ZL= 50 il 
f = 500 MHz 

VCB = 10V 

IC = 2mA 

ZG=ZL= 50 il 
f = 800 MHz 

VCB = 10 V 

IC = 2mA 

ZG=ZL= 50 il 
f = 500 MHz 

VCB = 10V 

IC = 2mA 

ZG=ZL = 50 il 
f = 800 MHz 

VCB = 10V 

IC = 2mA 

ZG=ZL= 50 il 
f = 500 MHz 

VCB = 10V 

IC = 2mA 

ZG=ZL = 50 il 
f = 800 MHz 

S21b 

S21b 

S12b 

S12b 

S22b 

S22b 

Rth(j-al 

Rth(j-cl 

BF 180 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contrairer) 

Min. Typ. Max. 

1,5 
0 

-70 

1.4 
0 

-110 

0,012 
0 

95 

0,025 
100 

0 

0,98 
-12 

0 

0,97 
0 

-20 

750 °C/W 

400 °C/W 
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BF 180 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

VCE =10 V 

Tamb=25Oc -
V~ 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

,/ 

2 

C12e 
(pF) 

0,8 

0,6 

0,4 

\ 
\ 

4 6 8 

IC lmA) 

"- ......... 
......... r--
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

(dB) 
VCE = 10 V 

12 ~ "" 2mA IC 

Tamb = 26°C LV -- ..... r\ 
10 

Vos 
8 

1 
/ / 

..... V 

~ 
/'fI' 

6 

4 

2 

o 
4 6 8 

Gs 911b 
(mAN) -b11b 8 

17,5 
(mAN) 6 

-C11b 
(pF) 4 

15 

12,5 

101 

10 8 

6 

7,5 4 

5 

2,5 

f (MHz) 

1Y12bl 
(ltAN)8 

<t>Y 12b 6 
(0) 

4 

8 

6 

4 

VCE = 10V 
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</>Y l b 

/ 
/ 

/ 
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/ 

1 
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1 
-1-0 r4.. 

91lb' 

'" " ~ 
/ Y ~\ 
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1 
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/ \ 

-bllb 
1 
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, 

/ IC .. 2mA -~ 
Tamb = 26°C 

468 
f (MHz) 

1 

/ 
) 

/ 

468 
f (MHz) 
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BF 180 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

! 
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BF 180 

TYPICAl CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

1800 '--_ __L __ ~ __ L_ _ __L __ _'__----"'..::.. _ __L __ _'_ __ ..I...._ _ ____.l __ _L _ ___l 0 511 b
lO ) 

0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 I{J 

-1800 '--_ __L __ ~ __ L_ _ __L __ -L.._----"'_=:::.._~ __ _L __ ...l...._ _ __JL_.. _ _'_ _ ____.J 0 S21b(0) 

1,6 1,4 1,2 1,2 . 1,4 1,6 I{J 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR 

The NPN plan transi tor BF 181 is intended 
for use in UH F converter and oscillator stages 
television receivers. 
Le transistor plan NPN BF 181 est destiné à ~tre utili­
sé comme convertisseur et oscillateur dans les étages 
UHF dans les récepteurs de télévision. 

*BF 181 

* Preferred device 
Dispositif recommantH 

600 MHz 

0,3 pF 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dassin coté C84 derni~res pages 

Ptot 
(mW) 

300 f-f-...p.,,---f---+----i 

o 50 

(1) ln free-air 
A l'air libre 

(2) With infinite heat sink 
Avec radiateur infini 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tansion col/Bctaur-bastl 

Emitter-base voltage 
Tansion émetteur-baSfl 

Collector-emitter voltage 
Tansion col/Bcteur-émetteur 

Collector current 
Courant col/Bcreur 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Dissipation dB puissance Tcase = 25°C 

Junction temperature 
Température dB jonction 

max 

Storage temperature min 
Tampérature dB stockage max 

Weight : 0,7 g. 
Masse 

VCBO 

VEBO 

VCEO 

IC 

Ptot 

T. 
J 

Tstg 

C"nn'~ction M i~ cnnnp.ctf'rl to casp. 
La connf!xlon M P"t' ,P./ii!P. ifU IJ(}Î',,~r 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

30 V 

3 V 

20 V 

20 mA 

150 
mW 

375 

175 oC 

-55 oC 

+175 oC 

75-6 t/7 
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BF 181 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courent rlliduel colitICtflur-bll .. 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claqulI(JfI collecteur~metteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de clllqulI(JfI ~mtltteur·bIISfI 

---
Static forward current transfer ratio 
Villeur stlltique du rllppon de trllnsfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension bIIse~metteur 

Test conditions 
Conditions de mtlsure 

VCB = 20 V 

lE =0 

IC = 2mA 

lB =0 

lE = 10~A 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC = 2mA 

VCE = 10V 

IC = 2mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small siQnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Transition frequency 
Fr~uenCtl de tf/mlition 

Feedback capacitance 
CIIPBcit~ de r~BCtion 

y PARAMETRES 
PARAMETRES Y 

Input conductance 
Conductance d'entr. 

Input susceptance 
Susceptllnce d'entrle 

2/7 
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VCE = 10 V 

IC = 2mA 

VCE = 10V 

IC = 2mA 
f = 1 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2 mA 

f = 470 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2 mA 
f = 800 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2 mA 

f = 470 MHz 

VCE = 10V 

lE = -2 mA 
f = 800 MHz 

ICBO 

V(BRICEO 

V(BRIEBO 

h21E 

VBE 

fT 

-C12e 

g11b 

Q11b 

b11b 

b11b 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indiœtlon, contf1J/f1J') 

Min. Typ. Max. 

10 nA 

20 V 

3 V 

20 30 

0,75 V 

600 MHz 

0,3 pF 

34 mAN 

15 mAN 

31 mAN 

24 mAN 



y PARAMETRES 
PARAMETRES y 

Feedback admittance 
Admittance de transfert inversé 

Phase angle of feedback admittance 
Angle de phase de l'admittance inverse 

Transfer admittance 
Admittance de transfert 

Phase angle of transfer admittance 
Angle de phase de l'admittance de transfert 

Output conductance 
Conductllnce de sortie 

Output susceptance 
Susceptance de sortie 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

lE = -2 mA 

f = 470 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2mA 

f = 800 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2 mA 
f = 470 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2 mA 
f = 800 MHz 

VCE "" 10 V 

lE = -2mA 
f = 470 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2mA 
f = 800 MHz 

VCE= 10 V 

lE = -2 mA 
f = 470 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2mA 
f = 800 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2mA 
f = 470 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2mA 
f = 800 MHz 

VCE= 10 V 

lE = -2 mA 
f = 470 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -2mA 
f = 800 MHz 

1Y12bl 

IY 12bl 

</lY12b 

</lY12b 

IY21bl 

IY21bl 

</lY21b 

</lY21b 

g22b 

g22b 

b22b 

b22b 

BF 181 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

420 pAN 

780 pAN 

270 0 

260 0 

40 mAN 

30 mAN 

80 0 

40 0 

500 pAN 

1000 pAN 

2,95 mAN 

1) mAN 
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BF 181 

S PARAMETRES 
PARAMETRES S 

1 Test conditions 
Conditions de mesure 

Input reflection coefficient 
Coefficient de réflexion Il l'entrée 

Forward transmission coefficient 
Coefficient de trensfert direct 

Reverse transmission coefficient 
Coefficient de transfert inverse 

Output reflection coefficient 
Coefficient de réflection il la sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction .. mbiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction..IJoitier) 

4/7 

516 

1 

VCB = 10 V 

IC = 2mA 

ZG=ZL = 50 n 
f = 500 MHz 

VCB = 10 V 

IC = 2mA 

ZG=ZL = 50 n 
f = 800 MHz 

VCB = 10 V 

IC = 2mA 

ZG=ZL = 50 n 
f = 500 MHz 

VCB = 10V 

IC = 2mA 

ZG=ZL = 50 n 
f = 800 MHz 

VCB = 10V 

IC = 2mA 

ZG=ZL = 50 n 
f = 500 MHz 

VCB = 10V 

IC = 2mA 

ZG=ZL = 50 n 
f = 800 MHz 

VCB = 10 V 

le = 2mA 

ZG=ZL = 50 n 
f = 500 MHz 

VCB = 10V 

IC = 2mA 

ZG=ZL = 50 n 
f = 800 MHz 

Sllb 

Sllb 

1 

S21b 

S21b 

S12b 

S12b 

S22b 

S22b 

Rth(j-al 

Rth(j-cl 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

0,60 0 

150 

0,70 0 

130 

1,4 0 

-85 

1,3 
0 

-126 

0,012 
0 

95 

0,025 
0 

100 

0,98 0 

-12 

0,97 0 

-20 

1000 °C/W 

400 °C/W 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

Cb'C 
(pF) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
o 

....... 1-" 
/ 

"~ 
r-~ 

4 8 12 

VCE =10 V 
Tamb=25oC 

-
r\ 

\ 

6 8 
IC (mA) 

IC ,.,2 mA 
T = 25°C 

amb 

16 V CE (V) 

fT 
(MHz) 

8 

6 

4 

4 

F 

(dB) 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

1--

o 

BF 181 

VCE =10 V 

V-
Tamb=25oC 

r..... f =150 MHz 

....... 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

2 4 6 8 IC (mA) 

r ~ "-
1",,-

VCE =10 V '" 1-- ~C . ~~~o~ 
8mb 

V 

12,5 

10 

V 
/~ 

7,5 

V 
V 5 

2,5 

o 
200 400 600 800 1000 f (MHz) 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

-b
11b 

911b 
(mAN) 

100 

80 

60 

40 

20 

a 
a 

IY 21bl 

(mAN) 

-<IN 21b 
(o) 
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80 

60 

40 

20 

o 
a 

l 
1 

i 

j 

1 

I! 

C11b 
VCE =10 V 

i\ 
IC =2 mA 

Tamb =25 0 C , 
: 

(pF) 

10 

\ 1 

\ 
8 

\ 6 

\ 
\,C 11b 

~ : \ 

~~ " 
......... "' 

!ll~ , ""-
4 

2 

r--.. 
200 400 600 800 1000 f (MHz) 

V CE = 10 V 

.;C ~ ~5~~ 
amb 

1 "<'!>Y21b 

'\ 
1\ 

1Y21bl , '\ 
......... 

Î'" '\ i'...... 
............. 

200 400 600 800 f (MHz) 

1Y12bl 

("AN) 

800 

600 

400 

200 

a 
a 

1000 

800 

600 

400 

200 

200 

/ 

VCE =10 V 

.;C ~~5~~ 
amb 

1 

.I 1Y12bl 

/V 

',) Y
12b 

(0) 

40 

30 
V 1>Y12b 

/ 
/ 

V 
20 

la 

a 
400 600 800 f (MHz) 

C22b / 

1 
1/ 

V 
0,8 

1 V CE =10 V 

IC =2 mA 

J'I922b Tamb =25 0 C 
0,6 

V 0,4 

0,2 

a a 
a 200 400 600 800 1000 f (MHz) 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

Sllb(O) 
180° L_ __ _L ____ J-__ ~L_ __ ~ ____ ~ __ ~~ __ _L ____ ~ ____ L_ __ ~ ____ ~ __ ~O° 

0,7 0,6 0,5 0.4 0,5 0,6 0,7 I{J 

-180" L_ __ ~ ____ J-__ ~~ __ --'-____ -L-__ -.:>I~ __ _L ____ -L-____ L_ __ ~ ____ ~ __ ----' 0~2' b(O\ 

1,6 1.4 1,2 1,2 1,4 1,6 I{J 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

The NPN planar epitaxial transistor BF 182 is 
intended for use in VH F converter stages of 
television receivers and generally for "ail UHF­
VHF uses. 
Le transistor NPN planar épitaxial BF 182 est destiné à 
être utilisé comme mélangeur VHF dans les récepteurs 
de télévision et à tous les usages VHF-UHF. 

20V 

0,3 pF 

BF182 

Typ 

12 dB à 800 MHz Typ 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 derniéres pages 

Ptot 
(mW) 

320 

240 

1S0 

80 

(1l1n free air 
A l'air libre 

(2)With infinite heat sink 
Avec radiateur infini 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage VCBO Tension collecteur-base 

Weight ; 0,7 g. 
Masse 

Emitter-base voltage VEBO Tension émetteur-base 

Collector-emitter voltage VCEO 
Tension collecteur-émetteur 
-----
Collector current IC 
Couran t collecteur 

Power dissipation Tamb = 25°C Ptot Dissipation de puissance Tcase = 25°C 

--
Junction temperature max Tj Tampérature de jonction 

-----
Storage temperature min Tstg Température da stockage max 

Bottom view 
Vue de dessous 

C"nnr>r:1 Ion M I~ r:onnpcl .. d Ir) r-.,v~ 
Ld (·(}t,,1(~)(IOn M e,'it fp.IIf.Je ;fu/mit/Pf 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

---- -- --- ---_._--------

30 

3 

20 

20 

150 

375 

175 

-65 

+175 

V 

V 

V 

mA 

mW 

oC 

oC 

oC 

76- 01 1/6 
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BF 182 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant ~siduel collecteur-bll. 

Collector-base voltage 
Tension collect/IUr-ba. 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Feedback capacitance 
Capacité de rNction 

Maximum power gain 
Gain maximal en puissance 

2/6 

522 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 20 V 

lE =0 

IC =101lA 

lE =0 

IC =2mA 

lB =0 

lE =101lA 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC =2mA 

VCB = 10 V 

lE =-2mA 

VCE =10V 

IC =2mA 

f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

IC =lmA 
f = 1 MHz 

VCB = 10 V 

IC =2mA 

f =800 MHz 

Min. Typ. Max. 

ICBO 1 nA 

VCBO 30 V 

VCEO 20 V 

VERO 3 V 

h21E 10 70 

VBE 0,8 V 

fT 600 MHz 

-C12e 0,3 0,5 pF 

Gpmax 12 dB 



THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

BF 182 

Min. Typ. Max. 

---------------------------4---------------+----------~-------------------.-----------

Junction-ambient thermal resistanc~ 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

1000 °C/W 

---------------------.-------------+----------~----------------------~------

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-bOÎtier) 

____________________________ 1_. ________________ _ 
. ------------' 

400 °C/W 

r-------------------.--- ----

y parameters 
Paramètres Y 

Typical values 
Valeurs typiques 
~-------

50 200 500 900 

-----------------------------+-- --------.~i_.-----. --- -- --

Input conductance 
Conductance d'entrée 

1 nput susceptance 
Susceptance d'entrée 

Feedback admittance 
Admittance de réaction 

VCB = 10 V 

lE = -2mA 

-----.-+--

VCB = 10 V 

lE = -2 mA 

. -------r~:~-;:: --
! lE = -2 mA 

--------------------------~I-----------------i---

Angle de phase de l'admittance de réaction 1 E = -2 mA 

g11b 65 50 25 9 

b11b -6 -20 -25 -20 

60 200 500 900 

'P12b - 90 - 90 - 90 - 90 Phase angle of feedback admittance i V CB = 10 V 

------ -- -----f---------

l~:~!:~c~ddr; ~~~~~~e~t V CB = 10 V 
lE = -2 mA 

65 55 28 15 

------------ -------------+----------- -- -- ------------+-------.- ------------_.-

Phase angle of transfer admittance 
Angle de phase de l'admittance de transfert 

VCB = 10 V 

lE =-2mA 

-----------------------------+----- ---------

Output capacitance 
Capacité de sortie 

VCB = 10 V 

lE =-2mA 

- 160- 140 -75 -40 

-----. 

5 60 250 1000 

MHz 

mA 

mA 

I1A 

o 

mA 

o 

A 

Output conductance 
Conductance de sortie 

I---~-EC-B :~~ ~-A- -- --C·

2

-

2b

---- f--------------

1

- 1 [ pf 
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BF 182 

TVPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/6 

624 

'c 
(mA) 

5 

0,6 

0,4 

0,2 

OUTPUT CHARACTERISTICS 
Caf1Jct~ristlques de sortie 

~~ ~V n~ §L -f-~~J ,.... 
100~A - - -

~~ 
~ 

~~ 1 

If 
~ 
~ 
V 
II"" 

f--

o 

V 801~A 

V 
",."., 

'60~A 
~ 1 

4LA 

1 

-'e= 20jA-f-----1--

1 1 

1 

10 

BASE EMITTER VOLTAGE 
Tension base-lmetteur 

T 1..., ~5olc 
amb 

-~ 

--- f-I--- ~ 

4 8 8 

'cImA) 

~ 

100 

80 

60 

40 

20 

fT 
(MHz) 

9 

OC CURRENT GAIN 
G 1 tat~ UfI e f1Jnt an. q n cou 

VCE = 10V 

T == 26Q C amb 

V 
-~ ...... ~ - -r-. 

4 6 8 
'CImA) 

TRANSISTOR FREQUENCY 
Fr~quenC(J de tf/lnl;stion 

f ==11)0 MHz 
V E==10 V 

~ r-- r-.... 
~ ...... " 

\ 
r-. 

\ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

Cb'c 
(pF ) 

6 

4 

COLLECTOR-BASE CAPACITANCE 
Capacité col/ecteur-base 

~ 
............. 

r---.... 

4 

t""-r-, 
"-.. 

6 8
101 

" 

4 6 8 
VCE(VI 

y 11 b PARAMETERS VS. F REOUENCY 
Paramètres y 11b an fonction dels fréquence 

VCE = 10V 

= 
)r-- t- g11b - t-I-- IC 2mA 6 

........ !'... j 

1 ~ f\ ./' r---t- C11b ,... 
~ 

2 

1 
JI ~ ~ 1/ 

'-
1 

t- b11b 1 r\ 
8 

r--- 6 

4 " 
2 

C11b 
(pF) 

1 00 
4 6 t(MHz) 

BF 182 

y 11 e PARAMETE RS VS. F REOUENCY 
9

11e 
Paramètres Y 11e en fonction dB la fréquencs C11e 

(pF) 
8 b11e 8 

(mAN) 6 

4 

) 

4 

6 

4 

VCE = 10V 

IC = 2mA 

..... 1'--. 

/'" 

/ 
/ 

~~ 
C11e 

b11e 

V 7 g118 

7 
7 

6 

4 

-f-
-f-

" 6 8 
t(MHz) 

y 22b PARAMETERS VS. FREOUENCY 
Paramètres Y 22b en fonction de la fréquence 

C22b 
(pF) 

1 1 
V

CE = 10V 

Ic = 2mA 

C22b 

J 

g22b 7 
\~ 

7 
1 

1 
1/ 

rI 
j 

" V 

6 

101 
4 6 t(MHz) 
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BF 182 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/6 

526 

) 

4 

4 

Y21b PARAMETERS VS. FREOUENCY 
PBrarMtres Y 21b en fonction de la fr6quenCfl 

1 1 
VCE = 10V 

IC = 2mA 

1+""21bl 
-r-. -~ 

!Y21bl " -r-.- '\ 

~ 1\ ", 

+ 

6 

2 

1 
8 

6 

4 

2 

1 01 

4 6 f(MHz) 

Y12b PARAMETERS VS. FREOUENCY 
PBrarMtres Y 12b en fonction de la fréquenCfl 

IY12b ""12b 1 1 
(/JAN) (0) 

V 
6 

4 

1Y12V 

2 

/ -""12b _ 
-1-1 

8 

6 6 

4 

_V
CE 

= 10V 2 

IC = 2mA 

! 1 1 1 
4 6 

f(MHz) 

IY12e 
(/JAN 

6 

1 
) 

4 

4 

F 
(dB ) 

10 

8 

6 

4 

2 

Y12e PARAMETERS VS. FR'EOUENCY 
PBrarMtl'fls Y 1:le fin fonction de la fr6quflnCfl 

VCE = 
IC = 

VCE = 
IC = 

10V 1 1 
2mA 

! 1 1 
""128 

1 1 / 
YI28 

/ 
L 

1 

NOISE FIGURE 
Factflur dfl bruit 

10V 
2mA 

+ 

1 
8 

2 

1 01 

4 6 t(MHz) 

J 

..IV 
/ 

V 

4 4 6 t(MHz) 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BF 183 

The NPN planar epitaxial BF 183 i$ intended for 
use in VH F oscillator stages oftelevision recei­
vers and generally for ail VH F-UH Fuses. 
Le transistorNPN planarépitaxial BF 183 est destiné à 
être utilisé comme oscillateur VHF dans les récepteurs 
de télévision et pour tous les usages VHF-UHF. 

Mawimum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 

tot 
(mW) 

320 f--~f---f---t---t----t 

240 f---f--.......,f---t---t----t 
(1)ln free air 

A l'air libre 

25 55 85 115 145 Tamb (OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Dissipation de puissance T = case 25°C 

Junction temperature max 
Température eN jonction 

Storage temperature min 
Tampérature de stockage max 

~THOMSON-CSF 
~SE"':;CJOJÇTE\.IlS 

~ 

20V 

0,3 pF Typ 

Gpmax 14 dB à 900 MHzTyp 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 derniéres pages 

Weight : 0,7 g. 
Masse 

VCBO 

VEBO 

VCEO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Connect ion 1\/1 is connectefl to case 
La rnnnexion M pst fp./tl!e au bOÎtier 

30 

3 

20 

20 

150 
375 

175 

-65 
+175 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

mA 

mW 

oC 

oC 
oC 

75 - 43 1/6 
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BF 183 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant résiduel collecteur·base 

Collector-base voltage 
Tension collecteur·base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur·émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistancl! 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boTtier) 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 

528 

t p =200 ilS [) ~ 1 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 20 V 

lE =0 

IC =10pA 

lE =0 

IC =2mA 

lB =0 

le =10pA 

IC =0 

VCE :::::10V 

IC =3mA 

VCB = 10 V 

le =-3mA 

Min. 

ICBO 

VCBO 30 

VCEO 20 

V eBO 3 

h21E 10 

VBe 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Typ. Max. 

1 nA 

V 

V 

V 

70 

0,8 V 

1 

1000 °C/W 

400 °C/W 



DYNAMIC CHARACTERISTICS T = 25° C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES amb 

BF 183 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

---------------------------,---------------,------------ -------
Test conditions 
Conditions de mesure 

-------------------------- 1------------- --1----

Transition frequency 
Fr~quence dfl transition 

Feedback capacitance 
Capacité de r~action 

Maximum power gain 
Gain maximum en puissancfI 

y parameters 
Paramètres Y 

Input conductance 
Conductance d'entrée 

Input susceptance 
SusceptancfI d'entr~e 

Feedback admittance 
AdmittancfI de r~action 

Phase angle of feedback admittance 
Angle de phase de l'admittance de r~action 

Transfer admittance 
Admittancfl de transfert 

Phase angle of transfer admittance 
Angle de phase de l'admittance de transfert 

Output conductance 
Conductance de sortie 

Output capacitance 
Capacité de sortifl 

* Pulsed 
Impulsions 

li ,;;;; 1 % 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 
1 

VCE = 10 V 

IC =3mA fT 

f = 100 MHz 

VCB = 10V 
C12e IC = 1 mA 

f = 1 MHz 

VCB =10V 
Gpmax IC =3 mA 

f = 900 MHe 

f 

G11b 

b11b 

Y12b 

<P12b 
VCE = 10 V 

IC =3mA 
Y21b 

<P21b 

g22b 

C22b 

Min_ Typ_ Max_ 

--------

800 

0,3 

14 

Typical values 
Valeurs typiques 

50 200 500 900 

80 55 20 5 

-15 -35 -35 -15 

60 230 450 800 

90 90 90 90 

85 65 38 15 

150 130 80 50 

10 55 350 1000 

1 1 1 1 

MHz 

pF 

dB 

-

MHz 

mAN 

mAN 

J.1AN 

mAN 

J.1AN 

pF 
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BF 183 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

OUTPUT CHARACTERISTICS 
CllrllCttlri,tiqulll dB sortitl 

OC CURRENT GAIN 

4/6 

530 

le 
ImA 

5 

lU ~~t 
I}I// 
I~ V 
,~ V V """"' ./ 

~ 
.IV 

1 
V 
f--

It=---- t- -

o 

G/ tII' lins tiC tin courllnt 

t.:J,ool~~ 
~FI 100 

ebl'A 
~ 

80 

160 p.A 

60 ~ 
V 

V 
40p.A 40 

IB=JOP.A-f-- 20 

10 

BASE-EMITTER VOLTAGE 
V BE Ttlnsion bIIllI-tImtlttllur 
(V) 

tamb = 25°C 

0.8 -
1-f-~ ---

0.6 

0.4 

0.2 

----

2 468 
100 

2 4 6 8 
IClmAI 

l'''''' 
~ 

V
CE 

tamb 

= 10V 

= 2SOC 

-1"-

4 6 8 

IC lmAI 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

BF 183 

TRANSISTOR FREOUENCY COLLECTOR-BASE CAPACITANCE 

fT 
(MHzl 

Fréquence de transition Cb'c Capacité collecteur-base 

VCE = 10 V 
(pFI 

I..---
~f = 100 MHz 

1""'-0.. 

/'" ~ 

/ 1\ 
V 

911b 
b11b 8 

(mANie 

, 
1\ , 
~ 

4 
............... 
~ r--.... r-.. 

~ 

1 

4 

y 11b PARAMETERS VS. FREOUENCY 
Paramètres Y lIb en fonction de la fréquence 

VCE = 
IC = 

10V 9 

~'6 3 mA_1-

_ C"6 r\. 

C11b 
8 (pFI 
6 

[><----"'\ r'--j\ 
'0'\;1 r'\.. 1\ 
~V '\ \ 

I\~ 
.\ 
N 

4 e 8 
t(MHzl 

t--..r---
r--
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BF 183 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Y
22b

PARAMETERSV&FREOUENCY 
Paramètres Y 22b an fonction da la f,wquanca 

922b C22b 
10V g22b/ (/JAN (pF) ) VCE = 

6 IC = 3mA 

4 

6 

/ 

/ 
4 

/ 

1 
Il 

1 
1 

J 

/ C22b 

101 
4 6 f(MHz) 

Y21b PARAMETERS VS. FREOUENCY 
Paramètre. Y 21b an fonction dB la fr~quanca 

IY21bl 'P21b 
(mAN (0) ) I-VCE = 10V 

I-IC = 3mA 

4 

'P21b 

Ti-r---.... 
IV21b l 

-1-. 

~ 

4 

101 

~ 
..... 

..... 

" 
'1 

", 
4 6 

101 

f(MHz) 

Y 12b PARAMETERS VS. FREOUENCY 
Paramètre, Y 12b an fonctIon da la fr4quBnca 

6/6 

632 

) 

4 

4 

VCE 
IC 

= 10V 

= 3mA 

~ 

2 

V 

1 

1/ 
V12~ 

li 
"'12b-f-

'P12b 
(0) 

6 

101 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

*BF 198 

The B F 198 is intended for use in the control 
stage of television video 1 F amplifier. 

Le BF 19B est destiné aux étages il gain réglable des 
amplificateurs il fréquence intermédiaire image en télé­
vision. 

VCBO 

* Preferred device 
Dispositif recommandl'l 

30V 

40V 

0,25 pF 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 

Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin cotll CB-76 demitires pages 

tot 
(Wl 

" '\ 0,2 " 
f----- -~-r-~ 

f\ ~ 
[\. 

0,1 

\ 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
T~nsiorl collecteur-émetteu' 

Collector·base voltage 
Tflnsion collecteur·base 

Emitter-base voltage 
reflsion émfltteur-base 

Collector current 
Courent col/Bcteur 

Base current 
Courarlt base 

Power dissipation 
Diuip,tion de puislllnce 

Junction temperature 
TempllraturB dfljonction 

Storage temperature 
TBmpllreture dB stocka~ 

~--- - -------

- ------~--- ---

-_. 

----_._-~_. 

~-

Tamb = +26"C 

max. 

min. 

max. 
--- --------

Weight: 0,3 g. 
Masse 

Tamb = +25°C 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
ISauf indicarions contraires) 

r-~E-O-~-~ 

VCBO 40 V 
-- _0 ______ 

VEBO 4 V 

IC 26 mA 

lB 3 mA 

Ptot 300 mW 

Tj 126 oC 

Tstg 
-65 oC 
+126 oC 

76·46 1/8 

633 



BF 198 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-baS8 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCBO =20 V 

IC = 10MA 

lE = 0 

lE = 10MA 

IC = 0 

IC = 4mA 

lB = 0 

VCE = 10 V 

IC = 4mA 

VCE = 10 V 

IC = 4mA 

VCE = 2,5 V 

IC = 10mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

VCE = 10 V 
Transition frequency IC = 4mA 
Fréquence de transition 

f = 100 MHz 

Feedback capacitance 
VCE = 10 V 

IC = 1 mA 
Capacité de réaction 

f = 10,7 MHz 

2/5 
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ICBO 

i V(BR)CBO 

1 

V(BR)EBO 
1 

1 

V(BR)CEO 

V BE 

h21E 

fT 

-C 12e 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

,-~---~-- -----,-----~ -

Min. Typ. Max. 

100 nA 

40 V 

! 

1 

4 V 

30 V 

1 

0,75 V 

30 80 

8 

400 MHz 

0,25 pF 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Input conductance 
Conductance d'entrée 

1 nput capacitance 
Capacité d'entrée 

Reverse transfer admittance 
AdmiwJnce de transfert inverse 

Phase angle of transfer admittance 
Angle de phase de l'admittance inverse 

Transfer admittance 
Admittance de transfert 

Phase angle of transfer admittance 
Angle de phase de l'admittance de 
transfert 

Output conductance 
Conductance de sortie 

Output capacitance 
1 Capacité de sortie 

1 

1 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

,

1 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

IC = 4mA 

RG = 100n 

f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE =-4mA 

f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -4 mA 

f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -4 mA 

f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -4mA 

f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -4mA 

f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -4mA 
f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -4mA 

f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -4mA 

f = 35 MHz 

F 

g11e 

--~ 

C11e 

1Y12el 

-<P12e 

-

IY21e l 

-<P21e 

922e 

C22~ 

Rth(j-a) 

(Following) 
(Suite) 

Min. 

---"--

---

BF 198 

Typ. Max. 

3 dB 

--

4,5 mS 

30 pF 

50 

1 

pS 

95 0 

_._--

100 mS 

-~-20 0 

50 pS 

1,3 pF 

330 °C/W Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 1 

--------------------------~--------------~----------~------~----------~----~----
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BF 198 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

8 

6 

4 

h21E =10 V 

~ 
~ 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CA RA eTE R /STIOUES D YNAM/OUES (pour petits signaux) 

_f =100 MHz 

_VCE =10V 

4 .,.....-

" \ \ 
~ 

\ 
\ 

4 

4 6 8 
IC (mA) 
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-~ -....... 
'\ 

4 6 
8 101 

IC(mA) 

f =35 MHz 

4 

~ 
C'~, .. I--

~ ........... ~~"o-
~ 

~ ~ 

"'C'~~-,-~ 
~ " "K 

'" ~~~ ~ 
...... ......~ 

"'" ~ "'" ~~,. r--.... 
......... 

4 6 8 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

4 

6 

4 

10-1 
8 
6 

4 

I-f =35 MHz 

/ 
/ 

/ ./ 
// 

V/ ./ 
~ 

I-f =35 MHz 

/ 
./ 

./ 
V 

/ 
/ 

1 

1 
Il 
~ 
~ 

.-1--' 
-" 17 

-0J 
/'" [/ 

-1- -.\ ./ 1/ 
-.\v<c,~ '" 1/ ~v<c, / 

v/~ lL 
V 

-1-" -.\ 1--~v<c, ,0 

'1vt / 
/' '7 

~ 

4 

~ 

",\ \.j -' 

-.JC~ ./ 

/I",~V 
~C~ 

A-.\ V 
./ -1-~:AZ= "--

./ 
~o/ -.\ ~ 

/V ;'/ ~c..<c, 

/ / , / 
/ ./ 

./ /' 

~ 

4 8 

BF 198 

elle 102 ,--___ ..--___ ..--_-.-_..--.... 
(pF) 

6r------~------~--_I_-+_4 

4~------~------~--~--+-~ 

10° ~--~~----~-~6~~~ 
100 8 -lE (mA) 

f =35 MHz 

8r-------~------+_--~--+-~ 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANS/STOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

The B F 199 is intended for use in telev ision video 
intermediate frequency amplifier, in particular for 
the output stage. 

Le BF 199 est destiné aux étages Il gain fixe des amplifica­
teurs Il fréquence intermédiaire vision en télévision. 

VCBO 

*BF 199 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

25 V 

40 V 

0,32 pF 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CB-76 dernières pages 

P
tot 
(Wl 

0.2 

0.1 

1\. 
"1"-., 

" '" '\. '\ 
ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
COUr/lnt collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

max_ 

min_ 

max. 

Weight : 0,3 g. 
Masse 

VCEO 

VCES 

VCBO 

V EBO 

IC 

lB 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

25 

40 

40 

4 

25 

2 

300 

125 

-65 

+125 

V 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

oC 

oC 

oC 

75 - 46 1/5 
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BF 199 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Co"ector-base eut-off current 
Courant r6siduel collecteur-bau 

Co"ector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-ba,a 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage 6metteur-base 

Co"ector-emitter breakdown voltage 
Tension da claquage collecteur-6metteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCBO =20 V 

1 

1 

IC = 10llA 
1 

i lE = 0 

--

lE = 10 llA 

IC = 0 

le = 7mA 

lB = 0 

VeE = 10 V 

le = 7mA 

VCE = 10 V 

IC = 7 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
VeE = 10 V 

le = 7mA 
Fréquence de transition 

f = 100 MHz 

Feedback capacitance 
VCE = 10 V 

Capacité de r6action le = 1 mA 

f = 10,7 MHz 

2/5 
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ICBO 
1 

1 

~ 
1 

1 

1 

VIBRICB1 __ 1 

1 

V(BR)EBO 
1 

1 

1 

1 

1 

V(BR)CEO 
1 

l 

VBE 1 

1 

h21E 

fT 

-C12e 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Min. Typ. Max. 

1 

1 

1 100 

1 

nA 

40 1 V 

" 

4 V 

1 ; 
1 

1 

25 V 
~ 

0,75 V 

! 

-

40 

--

550 . MH 

0,32 p F 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small siQnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Input conductance 
Conductance d'entrée 

1 nput capacitance 
Capacitance d'entrée 

Reverse transfer admittance 
Admittance de transfert inverse 

Phase angle of transfer admittance 
Angle de phase de l'admittance inverse 

Transfer admittance 
Admittance de transfert 

Phase angle of transfer admittance 
Angle de phase de l'admittance de 
transfert 

Output conductance 
Conductance de sortie 

Output capacitance 
Cspacitance de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Résistance thermique (jonction-
ambiante) 
Junction'ambient thermal resistance 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

lE =-7mA 

f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -7 mA 

f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -7 mA 

f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -7mA 

f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -7 mA 
f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -7 mA 
f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -7 mA 
f = 35 MHz 

VCE = 10 V 

lE = -7 mA 
f = 35 MHz 

gl1e 

Clle 

1Y12el 

-<P12e 

IY21el 

-<P21e 

g22e 

C22e 

RthO-a) 

(Suite) 
(Fo/lowing) 

Min. Typ. Max. 

5 

40 

65 

95 

170 

25 

80 

1,4 

330 

BF 199 

mS 

pF 

/JS 

0 

mS 

0 

/JS 

pF 

°C/W 
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BF 199 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA T/OUES 

VCE =10 V 

- 1-1- f--

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CA RA CTE RIST/OUES 0 YNAMIOUES (pour petits signaux) 

f =100 M~~ 
VCE =10 V 

1 V 
~r-

'" V 
l' 

J 

1/ 
J 

1 
1 

4 6 B 
IC (mA) 

4/5 
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f""'.,. 
'\ 

\ 

4 6 B 
IC (mA) 

IV21ell03 
(mAN) B f =135 JH~ 

6~f--T 

-- -- r­
f--c- -- --

4 --- --- -l-t-1---+--+--+-1H---+-+--j-H 

t---- -



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

4 

922E 
ImS)8 

4 

10-2 

8 
6 

~-r-. 

~~ f=35 MHz 
_ IL) 

li Il 

:::.8:::.tJ ~ 
of? 

ff 

/ ~~-+-

/!fI 
/J/ 

III 
1/'1/ 

;j~ 
~~ 
/ 

f=35 MHz 

lL' 
I--"t""' 

V 

f 1/ 
1 

1 1 
:::./ 1 

_:~:::.I-r--H 
:::.()!lJ / 

0/ 1 J~~~L 
1 /;:. <v <:= 

/ ,0 

/v ~~~l--
~;;;!! r::=: ..... 

C11E 
IpF) 8 

C22E 
IpF) 

4 

4 

4 

BF 199 

1 

~ 
f=35 MHz 

" q 

: .::.v<V 
.::.v 

:.:. 
,0 

q 

/ ~ -!.v~-+--_ 

/~~ 
.;:~ 
~ 

f=35MHz 1 
1 V 

/ 
If 

1 / 
V V 

-~ 
/ / 1 -VCE =1 V 
~ ." \l

CE 
=2'V_ r.-f- :::::: V .,..'" V

CE 
=5'V - :,.......-

Vr =10,v 
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NPN SILICON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR 

The NPN planar transistor BF 200 is intended for use 
in VHF amplifier stages of TV receivers (AGC control­
led stages). 
Le trensistor plenar NPN BF 200 est destiné Il Itre utilisé com­
me amplificateur VHF Il {/IIin réglable dans les récepteurs de 
télévision. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

P tot ,....-_-,-__ .-_-._-----, 

(mW) 

300 f-+-~.----+------+---i 

200 f--+---+---'l~--t------I 

(1) ln free·air 
A l'air libre 

*BF 200 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

20V 

0,3 pF 

45 dB 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB·4 derniéres pages 

M 

CGE 
B 

(2) With infinite heat sink 1 
Avec radiateur infini 

50 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tansion collecteur·base 

Emitter·base voltage 
Tension tJmetteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collBcteur-émetteur 

Collector current 
Courant colfacteur 

Power dissipation Tamb =25°C 
Dissipation de puissance Tcase=25°C 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

Weight: 0.7 g. 
Masse 

VCB 

VEB 

VCEO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Connection M is connected to case 
La connexion M est reliée au boîtier 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

30 

3 

20 

20 

150 
375 

175 

-65 
+175 

V 

V 

V 

mA 

mW 
mW 

oC 

oC 
oC 

75 - 50 1/6 

545 

1 



BF 200 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant rtlsiduel collecteur-baS8 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecreur-tJmetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage tlmetreur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension base-tJmetteur 

2/6 

546 

1 

! 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 10 V 

lE = 0 

IC = 10J.LA 

lE =0 

IC = 2mA 

lB =0 

lE =10J.lA 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC = 2mA 

VCE = 7 V 

lB = 12mA 

VCB = 10 V 

lE = -2 mA 

Min. 

ICBO 

V(BRICBO 30 

V(BRICEO 20 

V(BRIEBO 3 

15 

h21E 

6 

V BE 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 nA 

V 

V 

V 

0,8 V 

------



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) T 25 C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb = ° 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Feedback capacitance 
Capacité de réaction 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Maximum power gain 
Gain maximal en puissance 

Gain regulation range 
Plage de régulation de gain 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CA RACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

1 

i 

Junction·case thermal resistance 
1 Résistance thermique (jonction-boitier) 

1 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

IC = 2 mA 
f = 100 MHz 

V 10V CE= 
IC = 2mA 

f = 1 MHz 

VCE = 10 V 

IC = 2 mA 

RG = 1000. 
f = 200 MHz 

VCE = 10 V 

IC = 2mA 

f = 200 MHz 

VCE = 10 V 

IC = 2mA 

f = 200 MHz 

-C 12e 
1 

1 

1 

J 

F ! 

1 

l 
1 

Gpmax 1 

D.G p 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

1 

! 

i 
1 

! 

i 

~ _______ L---_____ . __ L--___ L..-. 

BF 200 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

500 

0,3 0,5 

! 

1 

1 

1 

2,5 5 
1 

1 

1 

22 
1 

1 

1 

45 
1 

l 

1000 

400 

1 

---- _ L 

MHz 

pF 

dB 

dB 

dB 

°C/W 

°C/W 

-

3/6 

547 

1 



BF 200 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

-60 
o 

4/6 
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/~ 
V 

/ 

, .... 
~ ~ 
\ l\ 

1\ ~ 

\ \ , , 
\ 

\ 

VCE =10V 

T amb = 25 oC 

L..---

~~ 

4 6 8 
IC(mA) 

V supply=12 V 
alim. 

RE =390n 

T
amb 

=25 OC 

~ -...-
50 MHz 

\ IJ~oo ~H~ 

4 8 12 16 20 IC (mA) 

fT 

(MHz'8 

V ~ ........... ~ 

F 

(dB) 

GS 
(mAN) 

10 

4 

4 

1--

f--

2 4 

VCE = 10 V 

IC = 2mA 

Tamb = 25°C 

VCE = 10V 

Tamb = 25°C 

f = 150 MHz 

'\ 
\ 

\ 

6 8 IC (mA) 

V 
GS '-1-

8 
~/ 

./ 
V 

6 / 
/ 

" 4 

__ F 

2 

o 
468 

f (MHz) 



TVPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

Cb'C 
(pF) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

" " -

IC =2mA 

Tamb = 25°C 

911e 

b 11e 8 

(/JAN) 6 

C11e 
(pF) 4 

8 

6 

4 

C11e 

" i' 

/ 
/ 

b11e / 
/ 

911e 

o 4 8 12 16 V CE (V) 

911b 
-b11b 8 

(mAN)6 

-C11b 
(pF) 4 

8 

6 

4 

911b r---1"-- .............. 

~ 
/1;' / 

1 Il 
-C11b 

/ 

1 
,b1r 

VCE = 10V 

IC = 2mA 

Tamb = 25°C 

468 
f (MHz) 

BF 200 

VCE = 10V 

IC =2mA 

Tamb = 25°C 

'~ 
// 

VI 
V

lI 
V 

468 
f (MHz) 

1 
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BF 200 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IY 12bl 
("AN)a 

</>Y 12b 6 
(0) 

4 

</>12b 

VCE =10V 

IC = 2mA 

T
amb

= 25°C 

/!Y12bl 

a 
6 

4 

)~ 
~ 

~ 

4 6 a 
f (MHz) 

6/6 

550 

922b 

t"AN) 8 

C22b 6 
(pF) 

4 

4 

V 
/g22b 

C22b 

V 

1 

Y21e 
(mAN) a 

-</>Y21e6 
(0) 

f----IY~ 

~ 

/ 

4 

a 
6 

4 

VCE =10 V 

IC =2mA 

Tamb =25 O C 

4 6 a 

// 
'</>21e 

f (MHz) 

VCE = 10V 

- IC = 2mA 

j Tamb = 25°C 

/ 
li 

4 6 a 
f (MHz) 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

BF 240 and BF 241 transistors are intended for use in 
AM-FM if amplifiers of radio receivers_ 
Les transistors BF 240, BF 241 sont destinés aux amplifica­
teurs FI AM-FM dans les récepteurs radio_ 

VCEO 

IC 

-C12e 

{ 

40V 

25mA 

67 ..... 225 
36 ..... 125 

0,34 pF 

BF 240 
BF 241 

BF 240 
BF 241 

max. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 

Plastic case 
BOÎtier plastique 

F 139 B - See outline drawinq CB-76 on last pages 
Voir dessin coté CB-76 derniéres pages 

tat 
(w) --
0,2 '" '\. "l'-... 

'\ 
0,1 

~ 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage VCBO Tension col/ecteur-base 

Collector-emitter voltage VeEO Tension colleclflur-émetlflur 

Emitter-base voltage VEBO Tension émetteur-base 

Collector current le 
Courant collecteur 

Base current lB Courant base 

Power dissipation Ptot Dissipation de puissance 

Junction temperature Tj Température de jonction 

Storage temperature min_ 
Tstg Température de stockage max_ 

IIfmTHOMSON-CSF 
IlMSICHsa.tCOO.CTB.JIS 

~ 

Weight : 0,3 g. 
Masse 

Tamb = +25 0 C 

40 

40 

4 

25 

2 

300 

125 

-55 
+125 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

oC 

oC 

oC 

75 - 50 1/6 
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BF 240, BF 241 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant r~siduel collecteur-base 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de cllllQuage co/lecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-émetteur 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de claquage ~metteur·base 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stlJtique du rapport de transfert 
direct du courtlnt 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB= 20 V 

IC = 10~A 

lE = 0 

IC = 1 mA 

lB =0 

lE = 10~A 

IC =0 

VCE= 10 V 

IC = 1 mA 

VCE= 10V 

IC = 1 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Transition frequency 
Fr~uence de transition 

Reverse transfer capacitance 
Capacit~ de transfert inverse 

Noise figure 
Facteur de bruit 

216 

552 

VCE= 10 V 

IC = 1 mA 

VCB= 10V 

IC =1 mA 
f = 1 MHz 

VCE = 10 V 

IC = 1 mA 

RG = 200n 
f = 200 kHz 

ICBO 

V(BRICBO 

V(BRICEO 

V(BRIEBO 

VBE 

h21E 
BF 240 

BF 241 

fT 
BF 240 
8F 241 

-C12e 

F 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

100 nA 

40 V 

40 V 

4 V 

0,65 0,7 0,74 V 

67 225 

36 125 

430 MHz 
400 

0,27 0,34 pF 

1,5 3,5 dB 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Input admittance 
AdmittanctI d'entrtHJ 

Output admittance 
AdmittanctI dtl sortie 

Forward transfer admittance 
Admittance de trensftlrt dirtlct 

Phase angle of forward transfer 
admittance 
Angle de pha" de l'admittence de 
transfert direct 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

unction-ambient thermal resistance 
Résistance thermiqutl (jonction-ambiante) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VeE = 10V 

le = 1 mA 
f = 470 kHz 

Vee= 10 V 

le = 1 mA 
f = 10,7 MHz 

VeE = la V 

le = 1 mA 
f = 470 kHz 

VeE = la V 

le = 1 mA 
f = 10,7 MHz 

VeE= 10 V 

le = 1 mA 
f = 470 kHz 
f = 10,7 MHz 

VeE = 10 V 

le = 1 mA 
f = 470 kHz 
f = 10,7 MHz 

Min. 

gl1e 

g22e 

1Y21el 

1P21e 

Rth(j-a) 

BF 240, BF 241 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,45 

0,5 

3 8,3 

5 10,5 

36 

0 

330 

mS 

mS 

JJ.S 

JJ.S 

mS 

° 

°e/w 

316 

553 
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BF 240, BF 241 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

~~ 
1-1-

~ 

~ 1--

~ 
......-sF ~40 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ({Jour petits signaux) 

4/6 
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C12e 
(pF) 

10Ü 

6 

4 t--- -r-----r--r-- r-

4 

1--

....-

f 
(MHz) 

4 

VCC =10 V 

4 6 8 
IC lmA) 

1/ 
~ 

.- - ......... 

f =100MHz 

VCE =10 V 

4 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CA RA CTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

4 

6 

4 

4 

li 
V 

/ 

V 
) 

f=50 MHz 

/ 

~ ;$ ," , 
If' 

1 

468 
'C(mA) 

J 
f=O,5 MHz Il 1) 

~~ lL[I 
~%1P V~ 

'" v,) Cl 

/ ~ V 
/) V/ 

V // 1/ 
~/ 

~~ 
tlV 

IV 
1 

Il 

4 6 8 
'C(mA) 

4 

6 

4 

911e 
(mAIV)8 

4 

4 

li 
V 

1 

~~ 
~ 

BF 240, BF 241 
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.. ' ~ ;f, 1V 

# , 
/ 
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468 
'c(mA) 

~ ~~y ~~~ 

lJ~ 
1: IV --u 

W 

468 
'C(mA) 
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BF 240, BF 241 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!lnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

911e 
(mAN)a 

6 

" 
2 

10° 
a 

6 

" 
2 

922e 
(slAN)a 

6/6 
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

BF 253, BF 254 and BF 255 transistors are intended 
for AM and AM/FM radio receivers : 
- BF 253 and BF 254 for use in AM/FM IF ampli-
fiers and for input stages in long, medium and short 
waves bands. 
- BF 255 for amplifier and converter input stages in 
FM broadcasr band. 

Les transistors BF 253, BF 254 et BF 255 sont destinés aux 
récepteurs de radio AM et AMIFM : 
- BF 253 et BF 254 pour l'emploi en amplificateur FI AMI 
FM et dans les étages d'entrée en ondes courtes, moyennes et 
longues. 
- BF 255, les étages d'entrée ampli et convertisseur dnas la 

bande FM. 

VCEO 

fT 

-C12e 

F 

30V 

{ 300 MHz 
250 MHz 

0,7 pF 

{ 
4dB à 
1,2 dB à 
1,5 dB à 

BF 253 
BF 254 
BF 255 

BF 253, BF 254 
BF 255 

100 MHz 
1 MHz 
200 MHz 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 

Plastic case F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CB-76 derntëres pages 

tot 
(mW) 

0,3 

Î\ 1 

1 \ : 
1 

, 
1 1\ 

0,2 

0,1 

o 50 100 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension col/ecteur-ba$ltl 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ectrlur-émettrlur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-be$ltl 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courantba$ltl 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature min_ 
7empèrature de stockage max 

Weight : 0,3 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

Tj 

Tstg 

30 

30 

5 

30 

1 

300 

125 

-65 
+125 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

oC 

oC 
oC 

76- 24 1/7 
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BF 253, BF 254, BF 255 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base·émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transferr 
direct du courant 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCBO= 10 V 

IC = 10jlA 

lE = 0 

lE = 10jlA 

IC = 0 

IC = 2mA 

lB = 0 

VCE = 10 V 

IC = 1 mA 

VCE = 10 V 
1 C = 1 mA 

NOTE 1 BF 253 grouped in five class of h21 E 

ICBO 

V(BRICBO 

V(BRIEBO 

V(BRICEO 

V BE 

BF 253 (1 
h21E 

1 

IBF 254 
1 

IBF 255 

BF 253-2 
BF 253-3 
BF 253-4 

Les BF 253 sont groupés en 5 classes de h21E BF 253-5 
{ h21E 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
VCE = 10 V 

Fréquence de transition IC = 1 mA 
f = 100 MHz 

Feedback capacitance VCE = 10 V 
Cllpacité de réaction IC = 1 mA 

2/7 

558 

BF 253-6 

BF 254 
fT 

BF 255 

-C12e 

Min. 

30 

5 

30 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

100 nA 

V 

V 

V 

0,65 0,7 0,74 V 

40 350 
67 225 
35 125 

40 _ 70 

60 _100 
90 _150 

140 -220 
200 -350 

300 MHz 
250 MHz 

0,7 pF 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

V CE = 10 V 

IC = 1 mA 
f = 200 kHz 

RG = 500 n 

VCE = 10 V 

Noise figure IC = 1 mA 
Facteur de bruit f = 1 MHz 

RG = 600 n 

VCE = 10 V 1 

IC = 1 mA 

BF 254 

F BF 254 
1 

1 

BF 255 

BF 253, BF 254, BF 255 

Min. 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

--

1,5 dB 

1 

1 

1 

1,2 1 dB 

4 dB 
f 100 MHz ~ .. 
RG = 100n 

--~-I~-­
VCC 10V 

IC = 1 mA 

Conversion noise factor 
Facteur de bruir de conversion 

Input admittance 
Admittance d'entrée 

1 nput susceptance 
Susceptance d'entrée 

1 nput capacitance 
Capacité d'entrée 

Transfer admittance 
Admittance de transfert 

Phase angle of transfer admittance 
Angle de phase de l'admittance de transfert 

Output conductance 
Conductance de sortie 

Output susceptance 
Susceptance de sortie 

f = 200 kHz 1 

1 

RG = 1500 n 1 

---------l, FC 
V CE = 10 V 

IC = 1 mA 
f = 1 MHz 

RG = 820 n 

VCE - 10 V 

IC 1 mA 
f = 100MHz 

gllb 

-------
VCE = 10 V 

IC = 1 mA 

f = 100 MHz 

VCE = 10 V 

IC = 1 mA 
f = 100 MHz 

-b11b 

-C11b 

1 BF 254 

BF 254 1 

BF 255 

BF 255 

BF 255 

--,L--------+----------
VCE = 10 V 

1 

1 

IC = 1 mA 1Y21bl BF 255 

f = 100 MHz ! 

V CE = 10 V 

1 IC = 1 mA <P21b BF 255 

1 
f = 100 MHz 

V CE = 10 V i 

IC = 1 mA g22b BF 255 

f = 100 MHz 

VCE = 10 V 

IC = 1 mA b22b BF 255 

f = 100 MHz 

3 dB 

2 dB 

32 mS 

2 mS 

3 pF 

1 --1--

32 

150 

80 

700 

1 

1 

mS 

1 

1 

0 

/15 

/1S 

__ L--. __ 
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BF 253, BF 254, BF 255 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small siQnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Input conductance 
Conductence d'entrée 

1 

Output conductance 
Conductance de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

4/7 
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Test conditions 
Conditions da fTlBsure 

VeE= 10 V 

le = 1 mA 
f = 100 MHz 

VeE= 10 V 

le = 1 mA 

f = 500 kHz 

VeE= 10 V 

le = 1 mA 
f = 10 MHz 

VeE = 10 V 

le = 1 mA 
f = 500 kHz 

VeE = 10V 

le = 1 mA 
f = 10 MHz 

e22b BF 255 

BF 253 

BF 254 

g11e 
BF 255 

BF 253 

BF 254 

BF 255 

BF 253 

BF 254 

922e 
BF 255 

BF 253 

BF 254 

BF 255 

Rth(j-a) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

1,2 pF 

0,3 mS 
0,35 mS 
0,55 mS 

0,4 mS 

0,4 mS 
0,6 mS 

4 JJ,S 
4 JJ,S 
2 JJ,S 

6 JJ,S 

6 JJ,S 
3 JJ,S 

350 °e/W 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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, , , 
f--T = 25°C 
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1
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BF 253, BF 254, BF 255 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

BF 257 
BF 258 

*BF 259 

The NPN planar epitaxial transistors BF 257, BF 258 
and BF 259 are intended for use in chrominance out­
put stages and luminance output stage of colour tele­
vision receivers_ 
Les transistors NPN planar au silicium BF 257, BF 258 et BF 
259 sont particulièrement destinés aux étages de sortie des 
amplificateurs de chrominance R, V et B de l'amplificateur de 
luminance clans les récepteurs de télévision en couleur. 

Maximum pc er dissipation 
Dissipation de 1- ssance maximale 

p 
tot 

(w) 

4 \ 
\ 
l\ 

3 

\ 
\ 

o 50 100 150 200 Tcase(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Co"ector-base voltage VCBO Tension collecteur-baSlll 

Emitter-base voltage VEBO 
Tension émetteur-baSlll 

Co"ector-emitter voltage VCEO Tension col/ecteur-émetteur 

Co"ector current IC 
Courent collecteur 

Power dissipation Tcase =50 oC Ptot Dissipetion de puisSllnce 

Junction temperature max. Tj T'mpératurtl de jonction 

Storage temperature 
Tempétaturtl de stockege 

max. Tstg 

VCEO 

C12e 

VCEsat 

Rth(j-c) 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

160 V to 300 V 

2,5 pF to 30 V 

25 Vto 60 mA 

25°C/W 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-7 dernières pages 

Weight: 1 g. 
Masse 

BF 257 

160 

5 

160 

100 

5 

175 

+175 

Co"ector is connected to case 
Le collecteur est relié au boîtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BF 258 BF 259 

250 300 

5 5 

250 300 

100 100 

5 5 

175 175 

+175 +175 

V 

V 

V 

mA 

W 

oC 

oC 

75-50 1/4 
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BF 257, BF 258, BF 259 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de cla ua q ge collecteur-émetteur 

E mitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

1 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = 100J.tA 

lE = 0 

IC = 30 mA 

= o 

lE = 100J.tA 

IC = 0 

VCB = 100 V 

lE = 0 

VCB = 200 V 

lE = 0 

VCB = 250 V 

lE = 0 

VCE = 10 V 

IC = 30 mA 

IC = 30 mA 

lB = 6 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Output capacitance ~E=30V 
, IC = 0 Capacité de sortie 

Reverse transfer capacitance 
1 

Capacité de transfert inverse 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

1 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIOUES 

VCE = 30 V 

IC =0 
f = 500 kHz 

VCE = 10 V 

IC = 30 mA 

BF 257 

V(BR)CBO BF 258 

BF 259 

1 

BF 257 
1 

V(BR)CEO BF 258 

BF 259 

V(BR)EBO 

BF 257 

ICBO 

i BF 259 

~ 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesJ 

Min. Typ. Max. 

160 

250 V 

300 

160 

250 V 

300 

5 V 

50 nA 

50 nA 

50 nA !~~t 
h21E 

nuL .1

25 

VCEsat V 

-~---

C22e 3,5 1 pF 

- - - -- r-----
1 

1 

C12e 2,5 1 pF 

1 

! 

fT 110 1 MHz 
1 

1 

Junction-case thermal resistance 1 - -1 -; ~- r 
_Ré_s_is_ta_n_ce_t_h_er_m_i_qU_e_f_io_n_c_tio_n_-b_o_Î_tie_r_J_L _____ _ 1 __ t~j-~_l_ _ _ _~ 25 

°C/W 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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BF 257, BF 258, BF 259 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

C12e 
IpF) 

8 

6 

4 

2 

fT 

IMHz) 

120 
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PNP SILICON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR 

The BF 272 A is intended for use as RF 
amplifier in UHF-VHF tuners. 
Le BF 272 A est destiné à l'étage d'entrée des 
sélecteurs de canaux TV UHF-VHF 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-base voltage lE =0 Tension collllcteur'bass 

Collector-emitter voltage 
lB = 0 Tension collllctflur-(fmattfiur 

Emitter-base voltage 
IC =0 Ttmsion 6metteur-baSil 

Collector current 
Courant collectflur 

Power dissipation 
Dissipation de puisSllnce 

Junction temperature max. 
Temp6r.ture de jonction 

Storage temperature min. 
Temp6r.ture de stockage max. 

fT (-3 mA) 

*BF 272 A 

* Preferred device 
Dispositif recommand6 

850 MHz 

F (-3 mA) to 800 MHz 3,5 dB 
à 

Gp (-3 mA) to 800 MHz 15 dB 
à 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin cot6 CB-4 dernières pages 

! 
Weight : 0,7 9 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Ti 
-

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Connl'ct ion 1\11 IS connected 10 case 
La connexIon M PH rp.IIf:~p au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

-40 V 

-35 V 

-3 V 

-20 mA 

200 mW 

200 oC 

-55 oC 

+200 oC 

75·3 1/3 
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BF 272 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant r~siduel collectfJur·base 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·base 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de claquage ~mertfJur·base 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fr~quence de transition 

Feedback capacitance 
Capacit~ de r~ction 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Power gain 
Gain en puissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
R~sistance thermique (jonction-ilmbiante) 

2/3 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -20 V 

lE =0 

IC =-lOpA 

lE =0 

IC =-3mA 

lB =0 

lE --lOJ..lA 

IC =0 

VCE = -10 V 

IC =-3mA 

VCE = -10 V 

IC =-3mA 

VCE =-lOV 

IC = -3 mA 

VCE =-lOV 

IC =0 

f = 1 MHz 

V CB =-10 V 

IC =0 

f = 1 MHz 

VCB = -10 V 

IC =-3mA 

Rg =50ü 

f =800 MHz 

VCB =-10 V 

IC =-3mA 

Rg =50ü 

f =200 MHz 

VCB =-lOV 

IC =-3mA 
RL =2kü 
f =800 MHz 

VCB =-10 V 

IC =-3mA 

RL =2kü 

f =200 MHz 

Min. 

ICBO 

V(BRICBO -40 

V(BRICEO -35 

V(BRIEBO -3 

VBE 

h21E 25 

fT 700 

-C 12e 

C12b 

F 

F 

Gp 12 

Gp 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-100 nA 

V 

V 

V 

-0,75 V 

50 

850 MHz 

0,3 pF 

0,05 0,09 pF 

3,5 5,5 dB 

2,5 dB 

15 dB 

19 dB 

875 °C/W 



TEST CIRCUIT 
Power gain, AGC and noise figure (f = 800 MHz) 
MONTAGE DE TEST 
Gain en puissance, CAG et facteur de bruit (f = 800 MHz) 

~ f = 800 MHz 

RL = 2 kn 

0-2 pF 

BF 272 A 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

- Industrial or radio TV application 
Applications industrielles ou en radio TV 

- High voltage stages 
Etages haute tension VCBO 

BF297 
BF298 

*BF299 

* Preferred device 
Disposirif recommandé 

160 V 
250 V 
300 V 

30 - 150 

95 MHz 

BF 297 
BF 298 
BF 299 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coré CB-76 dernières pages 

p 
tot 

(W) 

0,60 

0,40 

0,20 

-, 
1"\ 
1 \. 1 

1 '\~ 1 
1 

1 '\ 1 
1 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage VCBO Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage VCEO Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage VEBO Tension émetteur-base 

Collector current 
IC Couranr collecteur 

Power dissipation Ptot Dissipation de puissance 

Storage temperature min. Tstg Température de stockage max. 

~THOMSON-CSF 
~SOAIC~Tf~S 

~ 

1 
Weight : 0,3 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

BF 297 

160 

160 

5 

100 

625 

- 55 
+150 

BF 298 

250 

250 

5 

100 

625 

- 55 
+150 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boÎrier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BF 299 

300 V 

300 V 

5 V 

100 mA 

625 mW 

- 55 oC 

+150 oC 

76 - 20 1/4 
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BF 297, BF 298, BF 299 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 
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o .;;;: 2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 100 V 

lE =0 

VCB = 200 V 

lE =0 

VCB = 250 V 

lE =0 

VEB = 3 V 

IC =0 

IC = 100 !lA 
lE =0 

IC = 10mA 

lB =0 

lE = 100 !lA 
IC =0 

VCE = 10 V 

IC =5mA 

Min. 

BF 297 

ICBO BF 298 

BF 299 

IEBO 

BF 297 160 

V(BRICBO* BF 298 250 

BF 299 300 

BF 297 160 

V(BRICEo* BF 298 250 

BF 299 300 

V(BRIEBO 5 

h21E 10 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

50 nA 

50 nA 

50 nA 

50 nA 

V 

V 

V 

V 
V 

V 

V 



STATIC CHARACTERISTICS (following) 
CARACTERISTIQUES STATIQUES (suite) 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

IC =30mA 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

VCE =10V 

IC = 100 mA 

Collector·emitter saturation voltage IC = 30 mA 
Tension de saturation collecteur·émetteur lB = 3mA 

Base·emitter saturation voltage IC = 30 mA 
Tension de saturation base·émetteur lB = 3 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES (pour petits signaux) 

Reverse tranfer capacitance 
Capacité de tranfert inverse 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

* Pulsed 
Impulsions 

tp = 300 jJ.S 8 ,;;; 2 % 

VCE = 30 V 

lE =0 

f = 500 kHz 

VCB = 30 V 

lE =0 

f = 500 kHz 

VCE = 10 V 

IC = 30mA 

h21E * 

VCEsat * 

VBEsat * 

C12e 

Cne 

fT 

Rth(j.a) 

BF 297, BF 298, BF 299 

Min. 

30 

10 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

150 

1 

0,85 

4 

5,5 

95 

200 

V 

V 

pF 

pF 

MHz 

°C/W 
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BF 297, BF 298, BF 299 

STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES ET DYNAMIQUES 

4/4 
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PNP SILICON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR 

The BF 316 A is intended for use as self 
oscillating-mixer in UHF TV tuners. 
Le BF 316 A est destiné à l'étage mélangeur 
auto-oscillant dans les sélecteurs de canaux 
TV UHF. 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage lE =0 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage lB =0 Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage IC =0 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max. 
Tempéf/lture de jonction 

Storage temperature min. 

Température de stockage max. 

fT (-3 mA) 

*BF 316 A 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

600 MHz 

F (-3 mA) to 800 MHz 5 dB 
à 

Gp (-3 mA) to 800 MHz 12 dB 
à 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 derniéres pages 

Weight : 0,7 9 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

T j 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Connection 1\11 is connected to case 
La connexion M est reliée au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

-40 V 

-35 V 

-3 V 

-20 mA 

200 mW 

200 oC 

-55 oC 

+200 oC 

75/3 1/3 
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BF316A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colfector-base cut-off current 
Courant ~siduel collecteur-bllse 

Colfector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collectelJ'-baSil 

Colfector-emitter breakdown voltage 
Tension dB claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage ~metteur-base 

Base-emitter voltage 
Tension baSll-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fr«iuence de transition 

Freedback capacitance 
C.pacit~ de rNction 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Power gain 
Gain en puiSSBnce 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
R~liltance thBrmique (jonction-Bmbiante) 

2/3 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB =-20 V 

'E =0 

'C =-10f.l.A. 

'E =0 

'C =-3mA 

'B =0 

lE =-10f.lA 

'C =0 

VCE =-10 V 

'C =-3mA 

VCE =-10V 

'C =-3mA 

VCE = -10 V 

'C =-3mA 

VCE = -10 V 

'C =0 

f = 1 MHz 

VCB = -10 V 

'C =-3mA 

Rg =50n 

f = 800 MHz 

VCB =-10V 

'C =-3mA 

Rg =50n 
f = 500 MHz 

VCB =-10V 

'C =-3mA 

RL =2kn 

f = 800 MHz 

VCB = -10 V 

'C =-3mA 

RL =2 kn 

f = 500 MHz 

Min. 

' CBO 

V(BR)CBO -40 

V(BR)CEO -35 

V(BR)EBO -3 

VBE 

h21E 30 

fT 

-C12e 

F 

F 

Gp 

Gp 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairas) 

Typ. Max. 

-100 nA 

V 

V 

V 

-0,75 V 

50 

600 MHz 

0,25 pF 

5 dB 

3,5 dB 

12 dB 

17 dB 

875 °C/W 



TEST CIRCUIT 
Power gain, noise figure (f = 800 MHz) 
MONTAGE DE TEST 
Gain en puissance, facteur de bruit ff = 800 MHz) 

UHF 
génerator 
Géntlrateur 
UHF 

PG 

NF 

Noise 
source 
Source 
de bruit 

att. 10 db 
50n 

NF 
meter 
Indicateur 
deFB 

T.U.T 
common base 
Base commune 

IF =36MHz 

Coaxial 
tuner 

RF Volt. 
Rin = 50 

Adaptateur 
coax ial réglable 

UHF ampli 
and mixer 
AmpliUHF 
et mélangeur 

BF 316 A 

PG 

NF 

1 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Dr JJI 

- Video amplifier 
Amplificateurs video 

- Line driver for black and white 
and colour TV sets 
"Driver" ligne pour téléviseurs noir 
et blanc ou couleur 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

P
tot 

(w) 

4 

o 
50 

Î\ 
: r\ 1 

1 \ 1 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collflcteur-base 

Collector-emitter voltage RBE ~ 1 kU 

Tension collecteur-émetteur Tj ~ 150°C 

Colfector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteûr 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de crlte de collecteur 

Peak base current 
Courent de crlr. ~ base 

Power dissipation T case = 125°C 
Dissipetion de puissance 

Junction temperature max. 
Temptlraturtl de jonction 

Storage temperature min. 
Températurtl de stockage max. 

200 V 

200 mA 

20 min. 

80 MHz min. 

Ca~ TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
Boltler Voir d."in coti! CS-7 ~rnilrtl, pllgtl, 

Weight ; 0,9 g. 
M.sse 

VCBO 

VCER 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

IBM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vu.~dtlI$OU' 

Collector is connected to case 
L. collecr.ur Hf rtllitl w boTtÎflr 

250 

250 

200 

5 

100 

200 

20 

3 

200 

- 65 
+200 

(Unless otherwise stated) 
(Siluf indiutions contralra,) 

V 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

W 

oC 

oC 
oC 

76 - 27 1/6 
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BF 337 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rthiduel collecteur·~metteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquagtl collecteur-émetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquagtl collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquagtl ~metteur·bBse 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base·emitter voltage 
Tension bBse-émettflur 

FIGURE 1 

Test conditions 
Conditions da mesuTIJ 

VCE = 200 V 
RBE = 1 kil 

IC =1 mA 
RBE = 1 kil 

Tj = 150°C 

IC =4mA 

lB =0 

lE =0,1 mA 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC =30mA 

VCE = 10V 

IC =30mA 

Min. 

ICER 

V(BRICER 250 

V(BRICEcf 200 

V(BRIEBO 5 

h21 t 20 

VBE* 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraiTlJs) 

Typ. Max. 

0,01 100 IlA 

V 

V 

V 

60 

0,7 1,2 

High frequency knee voltage is the V CE for which small signal gain has dropped to 80% of it value for V CE = 50 V 
La ttmsion de coude en haute fr~quenCfl est la valeur de V CE pour laquelle le fIIIin en petits signaux est ~uit B 80'1(, de se valeur 

B VCE =50 V. 

* Pulsed 
Impulsions 

2/5 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Reverse transfer capacitance 
CafJ/Icitfl de transfert inversa 

Collector base time constant 
Constente de temps collecteur basa 

High frequency knee voltage 
Tension de coude en haute fréquence 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
RflsiSfllnce thermique (jonction-boitier) 

Junction-ambient thermal resistance 
Rlli,tBnce thermique (jonction .. mbianfll) 

Tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 20 V 

IC =30mA 

f = 100 MHz 

VCE = 20 V 

IC = 10mA 

f = 0,5 MHz 

VCB = 20 V 

lE =30mA 

f = 10 MHz 

IC =50mA 
Tj = 150°C 

Min. 

fT 80 

C12e 

rbb, Cb'c 

VCEK 
(Fig. 1) 

Rth(j-c) 

Rth(j-a) 

BF 337 

(Unless otherwise stated) 
(S.uf indications contraira,) 

Typ. Max. 

130 MHz 

3 3,5 pF 

30 100 

10 V 

25 C/W 

220 C/W 
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BF 337 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

4/5 
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le 
(mA) 

-
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'" 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

'C 
(mA) 

75 

50 

25 

o 

C12e 
(pF) 

15 

10 

o 

VCE = 10V 
Tj = 250C 

Typ. 

1 

V 
/ .' 

0,5 

--

f = 0,5 MHz 
Tj = 25°C 

VCE =10 V 

J 

, , 
, 
, 

Max. 

, 
! 
1 
1 

li 

" 

20V 

J 5 

/ .,./~ 
~ 

o 
o 
- -::::::.. --

50 'CImA) 

100 

50 

C12e 
(pF) 

15 

10 

5 

o 
o 

BF 337 

VCE =10 V 

,~c/ 
~ 

""' \ 
V ~ 

, 
---

/ 
~ ~~ ~oC 

~'];/ 
~\ """" ~ .... 

----
....., -

2 4 6 

'CImA) 1 
'C = 50mA 
f = 0,5 MHz 
Tj = 25°C 

\ 
\ 

'-... 

50 
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SI LleON PLANAR TRANSISTORS 
TRANSISTORS SILICIUM PLANAR 

BF 362 is intended for gain controlled input 
stages in UH F TV tuners. 
BF 363 is intended for self oscillating mixers 
in UHF TV tuners. 

Le BF 362 est destiné aux étages d'entrée UHF à 
gain réglable dans les sélecteurs de canaux TV. 

Le BF 363 est destiné aux étages mélangeurs auto­
oscillants UHF dans les sélecteurs de canaux TV. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Pitot) 
(mW) 

150 

120 

100 

50 

-

o 
o 

1\ 

\ 
1\ 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courent collecteur 

Power dissipation 
(Tamb= 55°C) 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

max 

VeBO 

le 

fT 
BF 362 
BF 363 

Gp 

F BF 362 
BF 363 

30V 

20 mA 

800 MHz 

BF362 
BF363 

600 - 820 MHz 

< 11 dB 

4,5 dB 
5 dB 

Plastic case - See outline drawing CB 1460n last pages 
BOÎtierplastique Voir dessin coté CB 146 dernières pages 

Weight : 0,11 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

30 

20 

3 

20 

120 

125 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

mA 

mW 

oC 

74- 5 1/2 
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BF 362, BF 363 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension base-tJmetteur 

Power gain 
Gain an puissanC1J 

Transition frequency 
FrtJquenC1J de transition 

Feedback capacitance 
CapeciN dB rtJaction 

Noise figure 
Facteur de bruit 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
RblstanCfl thermique (Jonctlon-tlmbiante) 

* Pulsed 
Impulsions 

2/2 
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ô ~ 1 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10V 

IC =3mA 

VCE =7V 

IC =12mA 

VCE = 10V 

~E =2mA 

VCE = 10V 

le =3mA 
f = 900MHz 

Rg =500 
RL =6000 

VeE = 10V 

le =3mA 
f = 100MHz 

VeE = 10V 

lE =lmA 
f = 10,7MHz 

VeE = 10V 

le =3mA 
f = SOOMHz 

VCE = 10V 

le =3mA 
f = 500MHz 

h21 E 

h21E 

VBE 

Gp 

BF 362 

fT 
BF 363 

C12e 

BF 362 
F 

BF 363 

F 

Rth (j-a) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairas) 

Min. Typ. Max. 

20 

12 

0,75 V 

11 dB 

SOO MHz 

600 820 MHz 

0,3 pF 

4,5 dB 

5 dB 

3,5 dB 

0,58 °e/mw 



N'?N S\UCON TRANS\STOR, PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR 

BF 391, BF 392 and BF 393 are plastic en cap­
sulated transistors designed for video class B 
output stages in color TV receivers. 

Les transistors sous encapsulation plastique BF 391, 
BF 392 et BF 393 sont destinés aux étages de sortie 
des amplificateurs vidéo classe B dans les téléviseurs 
couleurs. V(BR)CEO 

C12e 

fT 

*BF 391 
*BF 392 
*SF 393 

* Preferred device 
Dispositif rtIComm/mlN 

1,5W 

200 ..... 300 V 

2 pF max. 

50 MHz min. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case TO-92 - See outline drawing CB-97 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin cot~ CB-97 dernilires pages 

Ptot 
(W) 

0,50 
1---

" "-'\ 

" ............ 

i\. 
'\~2) 

~ '\ 
............ ~ Tamb(OC) (1) 

a 25 50 75 100 125 Tcase(OC) (2) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension colltICtt/ur-émetteur 

Collector-base voltage 
Tt/nsion collecttlUr-bBse 

Emitter-base voltage 
Tt/nsion Ilmetteur-baSB 

Collector current 
Courant colltlCtaur 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Dissit»tion de puissanct/ Tcase = 25°C 

Storage temperature 
Templlrature de stockage 

Junction temperature 
Tt/mpllrature de jonction 

1 
Weight : 0,3 g, 
Masse 

Tamb = +25 oC 

BF 391 

VCEO 200 

VCBO 200 

VEBO 6 

IC 200 

Ptot 
0,625 
1,5 

Tj 150 

Tstg 150 

BF 392 

250 

250 

8 

200 

0,625 
1,5 

150 

150 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicetions contraires) 

BF 393 

300 V 

300 V 

8 V 

200 mA 

0,625 W 
1,5 W 

150 oC 

150 oC 
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BF 391, BF 392, BF 393 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courent ~siduel collectrlur-be_ 

Emitter-base eut-off current 
Courent r~siduel ~mettrlur-be_ 

Collector·base breakdown voltage 
Tension de claquage collectrlur·bese 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collectrlur-lmettrlur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquege ~mettrlur·bese 

Static forward current transfer ratio 
Valeur strltique du rapport de transfert 
direct du courent 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de IllltufBtion col/ectrlUr-4mettrlur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de IIIIturetion bese-4mettrlur 

2/3 
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Tamb = 25 0 C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 160V 

lE =0 

VCB = 200 V 

lE =0 

VEB = 4 V 

IC =0 

VEB =6 V 

lE =0 

IC = 100 liA 

lE =0 

IC =10mA 

lB =0 

lE = 100 liA 

VCE = 10 V 

IC =1 mA 

VCE =10V 

IC =10mA 

IC =20mA 

lB =2mA 

IC =20mA 

lB =2mA 

BF 391 

ICBO 

BF 392 

BF 393 

BF 391 

IEBO 

BF 392 

BF 393 

BF 391 

V(BR)CBO BF 392 

BF 393 

BF 391 

V(BR)CEO BF 392 
BF 393 

BF 391 

V(BR)EBO BF 392 
BF 393 

h21E 

VCEsat 

VBEsat 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

100 nA 

100 nA 

100 nA 

100 nA 

200 V 
250 V 
300 V 

200 V 

250 V 

300 V 

6 V 

8 V 

8 V 

25 

40 

2 V 

2 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Reverse transfer capacitance 
Capacité de transfer inverse 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistanœ 
Résistance thermique (jonction .. mbiantB) 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =60V 

IC =0 

f = 1 MHz 

VCE = 20 V 

IC =10mA 

f = 20 MHz 

C12e 

fT 

Rth(j-a) 

Rth(j.c) 

BF 391, BF 392, BF 393 

Min. 

50 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indic;tions contraires) 

Typ. Max. 

2 pF 

MHz 

200 °C/W 

83,3 °C/W 
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NPN SI LlCON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Compl. of BF 416 and BF 418 

Video output stages in TV sets 
Etages de sortie des amplificateurs 

Video dans les téléviseurs 

VCEO 

BF415 
*BF 417 

* Preferred device 
Dispositif recommlJndé 

250 V 

300 V 

BF 415 

BF 417 

h21E (25 mA) 

fT' (25 mA)1 

30 

70 MHz 

min. 

typo 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

PIB:.s~ic case. TO·126- See outline drawing CB·16 on last pages 
BOltler plastIque Voir dessin coté CB-16 derniéres pages 

p 
tot 

(W) 

l\~ 
1 '\ 1 

l 
1 

'\ 1 
1 

50 100 150 T (OC) 
case 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension col/ecteur-bBse 

Collector-emitter voltage 
Tension coflecttlur-émetttlur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-bBStI 

Collector current 
CourBnr col/tlcttlur 

Peak collector current 
Courent de crlttl de collecteur 

Power dissipation Tcase= 25°C 
Dissiperion de puissance Tamb= 25°C 

Storage temperature min. 
TempérBrure de stock. max. 

Weight : 0,7 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tstg 

8' E Collector connected to metal 

BF 415 

250 

250 

5 

200 

300 

6 

1,25 

- 55 

+150 

part of case 
Collecteur réuni à lB partie métal· 
lique du boitier 

(Unless otherwise stated) 
(SBuf indicBtions contrairesl 

BF 417 
'-'-

300 V 

300 V 

5 V 

200 mA 

---

300 mA 

------ --- f--._--

6 W 

1,25 W 
--

- 55 oc 

+150 oC 
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BF 415, BF 417 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant nsidulIl COllllCtIIUr-ba1ll 

Emitter-base eut-off current 
Courant rtlsidulIl tlmattllur·balll 

Collector-base breakdown voltage 
Tllnsion de claquaf18 collllctllur-basa 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tansion da claqua{JII collllCtllur-tlmatteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tansion de claqua{JII tJmatteur·balll 

Static forward current transfer ratio 
Valllur statiqua du rapport de transfert 
dirllct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tansion da satu,.tion collactaur.tJmattllur 

Base-emitter voltage 
Tansion basa-tlmattllur 

Collector·emitter saturation voltage 
Tansion da saturation collactaur-tlmatteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2i3 
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tp = 3001-15 li ';;;2% 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mewre 

VCB = 200 V 

lE =0 

VCB = 250 V 

lE =0 

VEB = 3V 

IC =0 

IC = 10 1-1 A 

lE =0 

IC = 10mA 

lB =0 

lE = 10l-lA 

IC =0 

VCE = 15 V 

IC = 5mA 

VCE = 15 V 

IC = 25 mA 

IC = 5mA 

lB = 1 mA 

VCE = 15V 

IC = 5mA 

VCE = 15V 

IC = 25 mA 

IC = 15V 

lB = 25mA 

BF 415 

ICBO 

BF 417 

IEBO 

V(BRICBO 
BF 415 

BF 417 

V(BRICEO -II BF 415 

BF 417 

V(BRIEBO 

h21E 

VCEsat 

VBE 

VCEsat 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

50 nA 

50 nA 

50 nA 

250 V 
300 V 

250 V 

300 V 

5 V 

25 

30 

0,2 0,5 V 

0,65 0,9 V 

0,72 1 V 

0,4 1 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Output capacitance 
ClIpllci~ de sortill 

Transition frequency 
Fr«lullnce de trllnsition 

High frequency knee voltage 
Tension de coude en hllute fréquence 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 30V 

lE =0 

f = 1 MHz 

VCE = 25 mA 

IC = 1 MHz 

f = 20 MHz 

IC =25mA 
f = 1 MHz 

Min. 

C22b 

fT 

VCEK(HF) 
Note 1 

BF 415, BF 417 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indiclltions contrllires) 

Typ. Max. 

4,5 F 

70 MHz 

-20 V 

NOTE1: The high frequency knee voltage of a transistor is that value of the collector emitter voltage at which the 
small signal forward current transfer ratio h21e has dropped to 80% of the value at VCE = 50 V. 
LII tension dII coudll " hllutll fr~qullnclI d'un trllnsistor est, pllr d~finition, 'II vlI'lIur dII'lI tension coI/lICteur ~mllttllUr pour 

'lIquel/lI'e rllpport dII trllnsfert dirllCt du courllnt" patit signll' h271111st tombé" 8096 dll sa vlI'lIur" 50 V. 

h
21e 1 (%) 

100 ----------------

80 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
R~sist,m~ t"-rmique (jonctiOll-boititlrJ 

Junction-ambient thermal resistance 
R~s;stlln~ t"-rmique (jonction-llmbillnre) 

o~ ________ ~------------~--__. o VCEK 

Rthlj -c) 

Rthlj-a) 

20,83 °C/W 

100 °C/W 
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Compl. 01 BF 415 and BF 417 

• Video output stages in TV sets 
Etages de sortie des amplificateurs 
Video dans les téléviseurs 

VCEO 

h21 E(-25 mA) 

1T(-25 mA) 

BF416 
*BF418 

* Preferred deviee 
Dispositif rllCommllndé 

-250 V 

-300 V 

30 

70 MHz 

BF 416 

BF 418 

min. 

typo 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

PI~s~ic case, TO·126- See outline drawing CB·16 on last pages 
BOltlerplastlque Voir dessin coté CB·16 derniéres pages 

Ptot 
(W) 

6 

4 

o 

i\~ 
1 
1 

L 
1 
1 

: 
50 

'\ 
~ 

100 1110 

B' E Collector eonnected to metal 
part of case 

Weight : 0,7 g. CoI/lICteur nunl , III PIIrti" métal-
Milsse lique du bo'ltier 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

T8mb = +25 oC (Unless otherwise stated) 
(Siluf indiclltionl contrlllre,) 

BF 416 BF 418 

Collector·basa voltage VCBO -250 -300 V renlion COllecteur·". 

Collector·emitter voltage VCEO -260 -300 V rension collllcr.ur-4",.tfflUr 

Emitter·base voltage 
VEBO -6 -6 V r"n,ion 'merr.ur·". 

Collector currant IC -200 -200 mA Courent coll/lt:"ur 

Peak collactor current ICM -300 -300 mA Courent" CIIr. ,. collllcr.ur 

Power dissipation Tease= 26°C Ptot 
6 8 W 

DissiPllrion ,. pui.",nCft Tamb= 25°C 1,26 1,26 W 

Storage temperature min. Tstg 
- 56 - 56 oC 

rempéreture ,. .roeb", max. +160 +150 oC 
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BF 416, BF 418 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant nJsidutJI col/ectwur-ba. 

Emitter-base eut-off current 
Court/nt r'siduel 'mtlttwur-ba. 

Collector-base breakdown voltage 
Ttmsion dB claquaga col/ecteur-ba. 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension dB clllquaga collllcteur",mtltteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension dB clllquilga 'mtlttwur-ba$ll 

Static forward current transfer ratio 
Vlliflur stwtique du rt/pport da transfert 
dirt/ct du court/nt 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension da IBWrtltion collacttlUr",mtlttflur 

Base-emitter voltage 
Tension '-.-4mattflur 

Collector-emitter saturation voltage 
Ten.ion de IBWl'lltion collacttlUr",mtlttflur 

* Pulsed ~ = 300 ilS {j" 2 % 
Impulsion. 

2/3 
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Test conditions 
Conditions dB mtlsurt/ 

VCB = -200 V 

lE =0 

VCB = -250 V 

lE =0 

VEB =-3V 

IC =0 

IC =-10IlA 

lE =0 

IC =-10mA 

lB =0 

lE =-10IlA 

IC =0 

VCE = -15 V 

IC =-5mA 

VCE = -15 V 

IC = -25 mA 

IC =-5mA 

lB =-1 mA 

VCE = -15V 

IC =-5mA 

VCE =-15 V 

IC =-25mA 

IC =-25mA 

lB =-5mA 

BF 416 

ICBO 

BF 418 

IEBO 

V(BR)CBO BF 416 

BF 418 

V(BR)CEO ~ BF 416 

BF 418 

V(BR)EBO 

h21E 

VCEsat 

VBE 

VCEsat 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires} 

Min. Typ. Max. 

-50 nA 

-50 nA 

-50 nA 

-250 V 
-300 V 

-250 V 
-300 V 

-5 V 

25 

30 

-0,2 -0,5 V 

-0,65 -0,9 V 

-0,72 -1 V 

-0,4 -1 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES OYNAMIQUES 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

High frequency knee voltage 
Tension de coude en haute fréquence 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -30 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

VCE = -15 V 

IC = -25 mA 

f = 20 MHz 

IC =25mA 
f = 1 MHz 

Min. 

C22b 

fT 

VCEK(HF) 
Note 1 

BF 416, BF 418 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

4,5 F 

70 MHz 

-20 V 

NOTE 1 The high frequency knee voltage of a transistor is that value of the collector emitter voltage at which the 
small signal forward current transfer ratio h21e has dropped to 80% of the value at VCE = -50 V 
La tension de coude il haute fréquence d'un transistor est, par définition, la valeur de la tension collecteur émetteur pour 

laquelle le rapport de transfert direct du courant il petit signal h21e est tombé il 80% de sa valeur il -50 V 

h
21e 1 (%) 

100 -----------------

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction .. mbiante) 

80 

O~--------~-------------L--~ o VCEK -50 VCE(V) 

Rthlj -c) 

Rth(j-a) 

20,83 °C/W 

100 °C/W 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Compl. of BF 423 

- Video amplification 
Amplificateur Video 

VCEO 
ICM 

h21E(25 mA) 

fT(10 mA) 

*BF 422 

* Preferred device 
Dispositif r«:ommand~ 

250 V 

100 mA 

50 min. 

60 MHz min. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages 
BoTtier plastique Voir delSin coM CB-76 dernilrfls P6f/f1s 

Ptot 
(W) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

h 
l' 
1 1\. 
1 \ 1 

1 

\ 1 
1 
1 \ ~ 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collectwr-bBse 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension ~mBttrlur-lNlse 

Collector current 
Coul7lnt collecteur 

Peak collector current 
Courant de crlte dB collecteur 

Power dissipation 
Dissipation dB puissance 

Junction temperature 
max. TBmp~rsturfl de jonction 

Storage temperature min. 
Tem~rsturfl de stockage max. 

Weight : 0,3 g. 
MalSe 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

250 

250 

5 

20 

100 

830 

150 

- 65 
+150 

Bottom view 
VUB dB del$OU, 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indication, contl7lirfl') 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

oC 

oC 
oC 
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BF 422 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-b8se 

Collector-em itter eut-off current 
Couf'IJnt résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-b8se 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Reverse transfer capacitance 
Capacité de transfert inverse 

213 

602 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 200 V 

lE =0 

VCE = 200 V 

RBE = 10 k!1 

Tj = 150°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

VCE = 20 V 

IC =25mA 

VCB = 10 V 

lE =10mA 

VCB =30 V 

lE =0 

f =0,5 MHz 

Min. 

ICBO 

ICER 

IEBO 

h21E 50 

fT 60 

C12e 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

10 nA 

10 pA 

10 pA 

MHz 

1,6 pF 



DYNAMIC CHARACTERISTICS T 25 C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 8mb = 0 

Test conditions 
Conditions dfl mflsurfl 

Collector·base time constant 
VCB = 20 V 

lE =30mA 
ConstBntfl dfI tflmps collflctBur·b8Sf1 

f = 10,7 MHz 

Collector-emitter knee voltage IC =25mA 

Tflnsion CollfICtflur-fmflttflur dfl coudfl Tj = 150°C 

Min. 

rbb' Cb'c 

VCEK(HF) 

Note 1 

BF 422 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indiclltion,contrllirtl') 

Typ. Max. 

70 pS 

20 V 

NOTE 1 The high frequency knee voltage of a transistor is that value of the collector emitter voltage at which the 
small signal forward current transfer ratio h21 e has dropped to 80% of the value at V CE = 50 V. 
La tflnsion dfI coudfl à haute fréquflncfl d'un transistor est, par définition, la valflur dflla tflnsion collectflur émflttflur pour 

laquflllele rapport dfl transfflrt dirflct du courant à Pfltit signal h21f1 est tombé à 8096 dfl SB valeur à 50 v. 

h21e 
(%) 

100 ----------------

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
RésistanCfl thflrmique (jonction-llmbiantfl) 

80 

0~------07L-----------L-~~ 
o VCEK 50 VCE(V) 

Rth(j-a) 830 °C/W 
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Compl. of BF 422 

- Video amplification 
Amplification Video 

VCEO 

ICM 

h21E(-25 mA) 

fT(-10 mA) 

*BF 423 

* Preferred device 
Dispositif recommllndé 

-250 V 

-100 mA 

50 min. 

60 MHz min. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CB-76 dernilres pages 

P
tot 

(W) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

h 
1 

l ~ 
1 \ 1 
1 

: \ 1 
1 \ 1 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collactflur-ém6ttflur 

Emitter-base voltage 
Tension émettflur-base 

Collector current 
Courant collectflur 

Peak collector current 
Counmt de crltfl de collectflur 

Power dissipation 
Dissiplltion de puissance 

Junction temperature max, 
Tempéreture de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

Weight : 0,3 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

-250 

-250 

-5 

-20 

-100 

B30 

150 

- 65 
+150 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires} 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

oC 

oC 
oC 
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BF 423 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collllCtflur-blJltI 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collectflur~mtltteur 

Emitter·base eut-off current 
Courant rflsiduel flmettflur-bBltI 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

DVNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Reverse transfer capacitance 
Ca/1M:itfl de transfen inverse 

2/3 
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Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mtllUffI 

VCB = -200 V 

'E =0 

VCE = -200 V 
RBE = 10 kO 
Tj = 150°C 

VEB =-5V 

'C =0 

VCE = -20 V 

'C = -25 mA 

VCB =-10V 

'E =-10mA 

VCB = -30 V 

'E =0 
f =0,5 MHz 

Min. 

'
CBO 

'
CER 

'
EBO 

h21E 50 

fT 60 

C12e 

(Unless otherwise stated) 
rs.uf indications contraiffls} 

Typ. Max. 

-10 nA 

-10 JJ.A 

-10 JJ.A 

MHz 

1,6 pF 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Collector-base time constant 
ConstBntB ds tamps collseteur-bssB 

Collector-emitter knee voltage 
Tansion collseteur-ImBtteur da couds 

Test conditions 
Conditions da mswra 

VCB = -20 V 

lE = -30 mA 

f = 10,7 MHz 

IC = -25 mA 

Tj = 150°C 

Min. 

rbb, Cb'c 

VCEK(HF) 

Note 1 

BF 423 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indication, contra;' .. ,) 

Typ. Max. 

70 ps 

-20 V 

NOTE 1 The high frequency knee voltage of a transistor is that value of the collector emitter voltage at which the 
small signal forward current transfer ratio h21e has dropped to 80% of the value at VCE =-50 V 
La tansion ds couds" hauta fr~quan~ d'un transistor est, par d~finition. la vllieur ds la tension col/seteur ~metteur pour 

laquel/II le rapport ds transfert dirset du courant" petit signlll h27e est tombé" 8096 de SIl valeur" -50 V 

h21e 
(%) 

100 ----------------

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Rt$Ï,tBnOtl mermique fjonction .. mbiantB} 

80 

o~ ________ ~------------~--~ o VCEK 

Rthlj -a) 830 °C/W 

3/3 
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NPN SILICON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR 

BF 457. BF 458 and BF 459 are plastic encapsulated 
transistor designed for video output stages in black and 
white and celor TV receivers. These transistors feature 
low thermal resistance and exceptional abil ity to with­
stand picture tube arcing. 

LII' trllnsistors ,ous enCllpwllltion plllstique .BF 457, BF 45B 
et BF 459 $Ont destinés eux tlt6fJtl' de $Ortie dII'lImplificllteurs 
"Idéo dIIn. le, ~/tl"i,fJUrs noir·blllnc et coulllUr. Il, se ClIrtlCti­

risent per une fllible rtlsi,tllnCll thermique et une rtl,l,tlJnee 
eNceptionnelle IIUX Ilmof'ÇIIfJII' dIIn,/e, tubll,-imllflll', 

V(BR)CEO 

C12e 

fT 

*BF 457 
*BF 458 
*BF 459 

* Preferred device 
Dlspo,ltlf rtICOmmllncN 

10W 

160 ..... 300 V 

3pF 

60 MHz 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case TO-126- See outline drawing CB-16 on last pages 
Boitier plastique Voir de"in cort} CS- 76 dIIrnilres p6fJtl, 

P
tot 

(w) 

4 

o 

.... -

fl\ 
1 
1 

\ 

1 
1 

1 
1 
l 
jr-

\. 

\", 

\ 
1---..... l\ 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage VCEO Tllnlion collllcreur-tlmtltteur 

Collector-base voltage VCBO Tlln.lon collllcteur-bil. 

Emitter-base voltage VEBO Ttm6ion tlmllttflur-bil. 

Collector current IC 
Courent colfllcreur 

Power dissipation Tamb = 25°C Ptot Diuiperlon de pui,.nce Tcase = 45°C 

Storage temperature Tstg Tllmptlreture dII.tockll{Jll 

Junction temperature Tj Temptlreture de/onction 

" 't/l 

Weight : 0,7 g. 
MII_ 

BF 457 

160 

160 

5 

100 

1,2 
10 

150 

150 

Collector connected to metal 
part of case 
CoI/licteur rtlunl li III pertle mtltel­
liquil du bo1tlllr 

BF 458 

250 

250 

5 

100 

1,2 

10 

150 

150 

(Unless otherwise stated) 
rSiluf IndlClltion. contrllim} 

BF 459 

300 V 

300 V 

5 V 

100 mA 

1,2 W 

10 W 

150 Oc 

150 oC 

;6- 03 1/5 
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BF 457, BF 458, BF 459 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant ~liduel colltICteur-btl .. 

Emitter-base eut-off current 
Courant r~,iduel ~tteu,.bNe 

Collector-eminer breakdown voltage 
Ten,ion de clBqu.", colltlCteur-4",.tteur 

Eminer-base breakdown voltage 
TBnlion dB clBqu.", MwttBur-I». 

Static forward current transfer ratio 
V.twr ,tetiqu. du fBPPort dB trenmrt 
diftlCt du courent 

Collector-emitter seturation voltage 
TBnlion de IBturation colltlCtBur-4"",tteur 

2/5 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB= 160V 

lE =0 

VCB= 250 V 

lE =0 

VCB= 300 V 

lE =0 

VCB= 100V 

lE =0 

VCB= 200 V 

lE =0 

VCB= 250 V 

lE =0 

VEB= 3 V 

IC =0 

IC =10mA 

lB =0 

lE = 1oop.A 

Vce= 10 V 

IC = 30 mA 

IC = 30 mA 

lB =6mA 

BF 457 

BF 458 

BF 459 

ICBO 

BF 457 

BF 459 

BF 459 

IEBO 

BF 457 

V(BRICEO BF 458 
BF 459 

V(BRIEBO 

h21E 

VCEsat 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

100 pA 

100 p.A 

100 p.A 

50 nA 

50 nA 

50 nA 

50 nA 

160 V 
250 V 
300 V 

5 V 

25 V 

1 V 



BF 457, BF 458, BF 459 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indiclltions contrllinsJ 

Output capacitance 
CIIpllciœ dll IOrtÏII 

Reverse transfer capacitance 
Cllpacit~ dB trllnsftlr imltlr. 

Transition frequency 
F rlqullnCII dII trllll,i tion 

H igh frequency knee voltage (11 
Tllnsion dtl coudll j hllUtfI frlqutlnCII 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
R~sist.nCII thllrmiqull (jonctionolJmbilllltflJ 

Junction-case thermal resistance 
R~,i'tflnCII thllrmlqw (Jonction.IJoTtillrJ 

Test conditions 
Conditions dtl mtlsurtl 

VCE= 30V 

IC =0 

f = 1 MHz 

VCEO= 30 V 

IC =0 
f = 1 MHz 

VCE= 10 V 

IC =15mA 
f = 50 MHz 

IC = 60 mA 

tj = 100°C 

f = 10MHz 

Min. Typ. Max. 

C22b 4,5 

C12e 3 

fT 60 , 

VCEK(HFI 30 

Rth(j-al 104 

Rth(j-cl 10 

(11 The high frequency knee voltage of a transistor is that value of the collector emitter voltage at which 
the small signal forward current transfer ratio h21e has dropped to 80 % of the value at VCE = 50 V. 

L. tllnsion dB coudB j Muttl frlqwncll d'un tr.n,i,tor Il,t, p.r cNfinitlon, III vlllilur dB III tfln,ion collllCtllUr ~mllttflUr 
pour IlIqwlllllll r.pport dB tr.n,fllrt dinet du cour.nt j patit ,ignlll h2111 IIIt tom~ j 80" dB. vlllllUr j 50 V. 

h21e 
(%) 

100 -------:;-;,:-;;.;-~-;.;;---..... --"'i 
80 

o ~ ____ ~ ______________ ~ __ ~ 
o 50 VCE (V) 

pF 

pF 

MHz 

V 

°C/W 

°C/W 
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BF 457, BF 458, BF 459 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

4/5 

612 

'C 
(mA) 

40 

30 

20 

10 

o 

'CBO 
(1lA) 

2 

10-3 

~mA 
/ 

V 
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V .• J.~--&ojA 
V ~ 1 

h V -----~ ~ 
1-- 600JlA 

t (/ ~ 1 

fi ./ ~ ~ 400JlA 

~y 1 

!/I V 'e-200JlA , 
1 
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CE 
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/ 
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DVNAMIC CHARACTERISTICS (for 5mall 5i\lnaI5) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

C12e 
(pF) 

6 

5 

4 

3 

2 

fT 
(MHz) 

60 

30 

r\. 
'\ 
~ ", r-o... 

~ 1'... 

4 5 8 
V

CB 
(V) 

20 r-~---+~-++---~~--~~ 

2 4 5 8 
'CImA) 

BF 457, BF 458, BF 459 

C22b 
(pF) 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

.... 

o 
100 

.......... 

~ 

IC 
:mA) f ... 100 MHz 

8 

4 

r-..... 
... ~ 

1---H ~~ 
~~ 4-

'~~ 

)~ ~~ 

8 

8 

4 

If( \, 
/ 1 \ 

L 1\ 
1( \ ......... 

.... 1'. .... 

1'-----
2 

.... 
~ 

~--

-

r--

4 6 8 
V

CB 
(V) 

60 MHz 

50MJz 

4OM+ 

fT =J,MHZ 
1 1 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Compl. of BF 470 

- Video output stages in black and 
white and color TV sets 
Etages de sortie des amplificateurs video 
dans les téléviseurs noir et blanc et couleur 

*BF 469 

* Preferred dev iee 
Dispo,itif recommllnd~ 

250 V 

50 min. 

60 MHz min. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case TO-126- See outline drawing CB-16 on last pages 
BOÎtier plastique Voir de"in coœ CB-'6 demi.res pages 

Ptot 
(W) 

1,5 

0,5 

o 

I~ 

~\ 
i\ 
: \ 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Colleetor-base voltage 
Tension colklcteur-blJ. 

Collector-emitter voltage 
Tllnsion colklctaur-4mettaur 

Emitter-base voltage 
Tension .mllttaur-blJ. 

Collector current 
CouTllnt colklctflur 

Peak eollector eurrent 
CouTllnt dB crltfI dB collllctflur 

Power dissipation Tease = 114°C 
Dissipation dB puiSSllnCfl 

Junction temperature max. 
TemplTllture de jonction 

Storage temperature min. 
Tem~Tllture de ,tocle. max. 

Weight: 0,7 g. 
MII"e 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

'C 

'CM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

250 

250 

5 

30 

100 

1,8 

150 

- 65 
+150 

Collector eonnected to metal 1 
part of case 
Collecteur ~uni • III partie m~tal­
lique du bottier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indiClltions contrllires) 

V 

V 

V 

mA 

mA 

W 

oC 

oC 
oC 
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BF 469 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courllnt ~lidulIl COl/lICtrlur-bil. 

Collector-emitter eut-off current 
Courent r.iduel col/ectrlur·lrMtteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant rl,iduellmllttrlur·bII. 

Static forward current transfer ratio 
VIII tl/Ir Itlltique du rapport dB transfert 
direct du courant 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Feedback capacitance (common 
emitter) 
Capacitl dB ~tion (Imetteur commun) 

Collector-base time constant 
Constrlnte dB tllmps col/lICteur-bIIslI 

Transition frequency 
FrlquenCII de transition 

High frequency knee voltage 
Tension dB coude lin haute f~quenCII 

Test conditions 
Condition, de melUre 

VCB = 200 V 

lE =0 

VCE =200V 
RBE = 10 kil 
Tj = 150°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

VCB =20 V 

IC =25mA 

VCB =30V 

VOB = 20 V 

lE =-10mA 

f = 10,7 MHz 

VCB = 10V 

lE =10mA 

IC =25mA 

Tj = 150°C 

Min. 

ICBO 

ICER 

IEBO 

h21E 50 

-C12e 

rbb, Cb'c 

fT 60 

VCEK(HF) 
Note 1 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

10 nA 

10 p.A 

10 p.A 

1,8 pF 

90 ps 

MHz 

20 V 

NOTE1: The high frequency knee voltage of a transistor is that value of the collector emitter voltage at which the 
small signal forward current transfer ratio h21e has dropped to 80% of the value at VCE = 50 V. 
La tllnsion de coude j htJutrl frlquenCII d'un transistor IIlt, par tNfinition, III IIlIleur de III tllnsion coI/lICteur Imetteur pOUf 
laqulIl/llle rapport de trllnsfert diract du courllnt j patit lignaI h2TII est tombl j 8096 dB III IIlIleur li 50 V. 

h21e 
(%) 

100 ----------------

80 

O~------.. L-----------~~~ 
____________________ O ______ V-'C:..;:E;..;..K _______ 50_ V CE(V) __________ _ 
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THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Ré,I,œnce thermique (jonction.lJoTtier) 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistence thermique (jonction .. mbienœ) 

Tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Rth(j-c) 

Rth(j-a) 

Min. 

BF 469 

(Unless otherwise stated) 
(Siluf indicetions contreirell 

Typ. Max. 

20 °C/W 

100 °C/W 

3/3 
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Compl. of BF 469 

- Video output stages in black and 
white and color TV sets 
Etages de sortie des amplificateurs video 
dans les téléviseurs noir et blanc et couleur 

BF 470 

-250 V 

h21E (-25 mA) 50 min. 

60MHz min. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case TO-126 - See outline drawing CS-16 on last pages 
Boitier plastique Voir de";n cOM CB-16 dernilfft IMfIel 

Ptot 
(W 1 

1,5 

0,5 

o 

~ 

!\ 
l\ 
: , 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tenlion collBctflUr-bB. 

Collector-emitter voltage 
Temion colIBctBur-4metNUr 

Emitter-base voltage 
Tenlion ImettBur-bB. 

Collector current 
Courent collBcteur 

Peak collector current 
Courent de I:'ItB de collBctBur 

Power dissipation Tease = 114°C 
Oilliplltion de pui_nt» 

Junction tempe rature max. 
Temp4rerure de jonction 

Storage temperature min. 
Templreture dertocb,. max. 

Weight: 0,7 g. 
MBSItI 

VCSO 

VCEO 

VESO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

./ 
E Collector connected to metal 

part of case 

-250 

-250 

-5 

-30 

Col/acteur riunl ~ 1. pIIrtie mlt.l­
liqu. du bottier 

(Unless otherwise statedl 
fS.uf indicetion, contr.'re,) 

V 

V 

V 

mA 

-100 mA 

1,8 W 

150 oC 

- 65 oC 

+150 oC 

76 - 21 1/3 
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BF470 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTfQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courllllt rNidu., coll«:œur-bB. 

Collector-emitter cut·off current 
CouNlnt ,.,"dulll coll«:tflu,·4m11ttllU' 

E mitter·base cut-off current 
CouNlnt rfiiduIl14I1111ttflu,·bIIIII 

Static forward curre"t transfer ratio 
V.lllur ,tfltlqull du NlPP0rt de tNln,fll,t 
diNICt du COUNlnt 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Feedback capacitanee (commo" 
e,mitter) 
Ca/HICl'tI de ,ûction (mnllttllu, commun} 

Collector·base time constant 
Constante de tllmps collllCtflU'·bBu 

Transition frequency 
FrlqullnCII de tfWllition 

High frequency knee voltage 
hnsion de coudlllln hButII fr4qullnCII 

Test conditions 
Condirion, de_NI 

VCB =-200 V 

'E =0 

-
VCE =-200 V 
RBE = 10 kO 
Tj = 150°C 

VEB =-6 V 

'C =0 

VCB = -20 V 

'C = -25 mA 

VCB = -30 V 

VCB =-20 V 

'E = -tOmA 
f = 10,7 MHz 

VCB :::; -10 V 

'E =-10mA 

IC =-25 mA 

Tj = 150°C 

'CBO 

'
CER 

'
EBO 

h21E 

-C
'2e 

rbb, Cb'c 

ft 

VCEK(HF) 
Note 1 

(Unless otlterwise stated) 
(SMlf indications cont,ainnJ 

Min. Typ. Max. 

-10 nA 

-10 p.A 

-10 p.A 

50 

1,8 pF 

90 ps 

60 MHz 

-20 V 

NOTE1: The high frequency knee voltage of a transistor is that value of the collector emitter voltage at wh1ch the 
small signal forward current tfansfer ratio h21e ha, dropped to 80% of the value at VCE = -50 V 
La tllnsion de coudtl ~ Mutfl frIqutInce d'un ,'lIn,IIto, IISt, par cMfini'tion. la va'-ur dIIla trlnsion collllCœu, 4mllttllUr POUf' 

laqullllllill Nlppa,t de tNln,ftm dl"rllct du cou,.'" ~ PIIt;t s~(lal h211111Sf tomW ~ 80% de. valllU' ~ -50 V. 

100 --------.. -------

80 

o~ ______ ~~------------~~ 
____________________ ~--__ O_. ________ ~~ ________ -__ 50 __ VCE(V) ____________ ~ __ 
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THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES THERMIOUES 

Junction·case thermal resistance 
R"i,tllnœ t"'rmiquil {jonction-boitillr} 

Junction·ambient thermal resistance 
R"istanœ thllrm;quil {jonction .. mbiantll} 

Test conditions Min. 
Conditions de masure 

Rthlj·c) 

Rthlj·a) 

BF470 

IUnless otherwise stated) 
(Siluf indication, contrairll') 

Typ. Max. 

20 °C/W 

100 °C/W 

3f~ 
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NPN SILICON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM PLANAR 

BF 480 is intended for UHF and VHF input 
stages with large signal handling capability 
and low cross modulation 

Le BF 480 est destiné aux étages d'entrée UHF 
et VHF à grande admissibilité et faible trans­
modulation. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 
(mw) 

150 

100 

50 

° 

t----" 

\ 
\ 
\ 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Ten,ion colleateuf"baIe 

Collector-emitter voltage 
Tan,lon collecreuHmettrlur 

Emitter-base voltage 
Tan,ion Imettrluf"baIe 

Peak collector current 
Couf'llnt de crftll de collectllur 

Power dissipation Tamb = 55°C 
Dill/pation de pu;"'nce 

Junction temperature 
max 

Tamplf'lltuf'll de Jonction 

Storage température min 
Tampef'lltuffl de stockllfltl max 

BF480 

VCBO 20V 

ICM 30 mA 

140mW 

fT (10 mA) 1500 MHz Typ. 

F (10 mA· 800 MHz) 4dB Typ. 

Plastic case - See outline drawing ce 146 on last pages 
Boitierplll$tique Voir "'in co,. CS '" d.niire, ".".. 

Weight: 0,11 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

C~E 

20 

15 

2 

30 

140 

125 

-55 
125 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

mA 

mW 

Oc 

Oc 
Oc 

76-10 1/2 
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BF480 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Static forward currant transfar ratio 
Valeur .tlItique du rapport dB tran6fert 
direct du courent 

Base-emitter voltage 
rension baBa-4mettllur 

Power gain 
Gain en pul#llnce 

Transition frequency 
Frequence da transition 

Noise figure 
Factllur da bruit 

Unwanted signal voltage for 1 % 
crossmodulation 

Signai parasite pour , fi> da 
tranrmodulation 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal rasistance 
R16l6tl1nce thermique (jonction-boftlar) 

2/2 

624 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 10V 

lE =-10mA 

Vœ =10V 

lE =-10mA 

VCB = 10V 

lE =-10mA 

f = 900 MHz 
Rg = 50Sl 

RL =500Sl 

VCE = 10V 

IG =10mA 

VCE = 10V 

lE =-10mA 

Rg =50Sl 

f = 800 MHz 

VCE = 10V 

lE =-10mA 

Rg =50Sl 

f = 200 MHz 

VCB = 10V 

lE = -10mA 

f = 800 MHz 

h21E 

VBE 

Gp 

fT 

F 

F 

Vbr 

Rrh(j-c) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

10 

0,75 V 

15 dB 

1,5 GHz 

4 dB 

2,5 dB 

0,22 V 

0,5 °C/mW 



PNP SILICON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR 

The BF 506 is intended for use as mixer and oscil­
lator in VHF - TV tuners_ 

LtI SF 506 tilt dtlltiné (lUX tltl/f1tIs mtI/tlngtlUr tlt oscilltlttlur 
dtlnr/tls ./tlCttlUrs dtl etlntlux TV - VHF. F 2,5 dB 

17 dB 

*BF 506 

* Preferred device 
DilPosltif rscommtlndé 

à f = 200 MHz 

à f = 200 MHz 

Plastic case TO-92- See outline drawing CB-97 on last pages 
Bottier plastique Voir dtlssin CON CB-97 on /tllt PBIJfIS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage (lE=O) Ttlnsion co/ltlettlUr-b/lStI 

Collector-emitter voltage (18:0) 
Ttlnsion co/ltlefflur-émtltfflur 

Emitter-base voltage (lC:a) 
Ttln.ion Imtlrttlur-b/lStI 

Collector current 
Coumnt co/ltlefflur 

Base current 
CourtJntb/lStl 

Power dissipation Tamb ";;;;45°C 
DissiPtltion dtI PUillllnCtl 

Junction temperature max 
Ttlmptlmture dtI jonction 

Storage temperature min 
Ttlmpt§mture dtlrtockllfltl max 

1 
Weight : 0,3 g. 
MaSStl 

VCBO 

VCEO 

VESO 

IC 

lB 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
VUtl dtI d_ous 

CBE 

8 

(Unless otherwise stated) 
ISlJuf indietltions eontmlms) 

-40 V 

-35 V 

-4 V 

-30 mA 

-5 mA 

250 mW 

150 oC 

-55 oC 

+150 oC 

76-3 1/3 
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BF 506 

ELECTRICAL CHARACTERISTICSr - 250 C 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 8mb -

Collector-base cut-off current 
Courant rI,iduef collectflur-blJ. 

Collector-emitter breakêlown voltage 
Ten,ion de cllJquage collectflur-lmettflur 

Emitter-base breakdown voltage 
Ten,ion de cllJquage ,metteur-ba. 

Static forward current transfer ratio 
Valeur ,tl/tique du rapport de transfert 
direct du courant 

Transition frequency 
Fr~uenCil de trsn,ition 

Feedback capacitance 
ClJplJci~ de réllction 

Feedback capacitance 
c.paci~ de rlsction 

Noise figure 
Factflur de bruit 

Power gain 
Gain en pui,.nce 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
R"i,tanCil thermique (jonction .. mbiantfl) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -20 V 

lE =0 

IC =-5mA 

lB =0 

lE =-10j.lA 

IC =0 

VCE = -10V 

IC =-3mA 

VCE =-10V 

IC =-1 mA 
f = 100 MHz 

VCE =-10V 

IC =0 
f = 1 MHz 

VCB = -10 V 

IC =0 
f = 1 MHz 

VCC = -6V 

IC =-1 mA 

f = 200 MHz 

Ys optimum 

VCC = -10,8 V 

IC =-3mA 
RL = 1 kil 
f = 200 MHz 

ICBO 

V(BRICEO 

V(BRIEBO 

h21E 

fT 

C12e 

C12b 

F'Y** 

G* 
P 

* See test circuit 
Voir circuit de mesure 

**Input matching for optimum noise figure 
Entrle 1Jd1lP~ BU meilleur facteur de bruit 

2/3 
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Min. 

-35 

-4 

14 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-200 nA 

V 

V 

40 

400 MHz 

0,45_ pF 

0,20 pF 

2,5 4 dB 

17 dB 

420 °C/W 



BF506 

POWER GAIN AND NOISE FIGURE TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE GAIN EN PUISSANCE ET FACTEUR DE BRUIT 

1,5 nF 

lOto 
40pF 

* Leadless ceramic dise capacitor 
Capacit6 œrBmiqutl disqUE ans conntlx ion 

330n 

1 nF 

L3 2 to 
2,7 pF 

50n 

Receiver 

RI' 

L 1 = 3 turns, 0,6 mm enamel, 4,0 mm diameter 
L2 = 2 turns, 1,0 mm enamel, 6,5 mm diameter 

L' = 3 tours, 0,6 mm 6mBil, 4,0 mm diBmjtre 
L2 = 2 tours, ',0 mm 6mBil, 6,5 mm diBmjtre 

3/3 
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PNP SILICON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR 

The BF 509 is intended for use as AGC 
input amplifier in VHF· TV tuners. 
Le BF 509 est destiné à l'étage d'entrée à gain 
réglable dans les sélecteurs de canaux TV - VHF. 

F 2dB 

*BF 509 

* Preferred device 
Dispositif l'fICommandé 

:t f= 200 MHz 

~t f= 200 MHz 

Plastic case TO·92 - See outline drawing CB·97 on last pages 
BoTtier plastique Voir dessin coté CS-97 demi.res pages 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage (lE = 0) 
Ten,ion colktctfltJr-NItI 

Collector-emltter voltage (lB = 0) Ten,ion collecrwur-4mettllu,. 

Emitter-base voltage (lC == 0) Tension tlmerreur-/»ItI 

Collector curren, 
Courent colltlctrlur 

Base current 
Courent NItI 

Power dissipation Tamb E;;45°C 
Dis,ipatl'on de puisltl~ 

Junction temperatuf4J max 
r.mp'retl/re de jonctl'on 

Storage temperature min 
Temptlreture de ,tocle. max 

1 
Weight : 0,3 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

T 
l 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessou. 

CBE 

8 

(Unless otherwÎse stated) 
(Sauf indications contraires) 

-40 V 

-35 V 

-4 V 

-30 mA 

-5 mA 

250 mW 

150 oC 

-55 oC 

+150 oC 

75- 6 1/3 

629 



BF509 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courtmt ml/duel col/ecr.ur-l». 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de clllquaf/ll col/ecr.ur-4merr.ur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquaf/ll /lmIItr.ur-lNJ. 

Static forward current transfer ratio 
Va/8ur sr.tique du rapport de transfert 
diract du courant 

-

Transition frequency 
Fr«iuence de transition 

Feedback capacitance 
CaPilcité de rnction 

Feedback capacitance 
CaPIICité de réaction 

Noise figure 
Facr.ur de bruit 

Power gain 
Gain en pui$Sllnce 

Collector current for 
Courant col/ectflUr pour 
~Gp= 30 dB 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Rlsistance thermique (jonctlon .. mbltmr.) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -20 V 

lE =0 

IC =-5mA 

lB =0 

lE =-10IlA 

IC =0 

VCE =-10V 

IC =-3mA 

VCE = -10V 

IC =-3mA 
f = 100 MHz 

VCE =-10V 

lE =0 
f = 1 MHz 

VCB =-10V 

IC =0 
f = 1 MHz 

VCC = -10,8 V 

IC =-3mA 

Ag = 50 il 
f = 200 MHz 

VCC = -10,8 V 

IC =-3mA 

AL =1 kil 
f = 200 MHz 

VCC = 10,8 V 
f = 200 MHz 

ICBO 

V(BA)CEO 

V(BAIEBO 

h21E 

fT 

C12e 

C12b 

F*/** 

G* 
P 

IC(AGC)* 

*See test circuit 
Voir circuit d'B$SIIi 

**Input matching for optimum noise figure 
EntriB adaptle au melllllUr factflUr dB bruit 

213 

630 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-200 nA 

-35 V 

-4 V 

70 

700 MHz 

0,45 pF 

0,20 pF 

2 3 dB 

15 18 dB 

7,3 8,8 mA 

420 



BF 509 

TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE 

POWER GAIN, AGC AND NOISE FIGURE 
GAIN EN PUISSANCE, CAG ET FACTEUR DE BRUIT 

1,5 nF L1 

C1 
1,5 to 
6 pF 

*Leadless ceramic dise capacitor 
CafJ8CitrJ œramique disque sans connexion 

C2 
10 to 
40pF 

C4 
r----------.----~~~--~--_oVO 

50n 
Receiver 
Rkeptaur 

L 1 = 3 turns, 0,6 mm enamel, 4,0 mm diameter 
L2 = 2 turns, 1,0 mm enamel, 6,5 mm diameter 
L3= RFC 
L' = 3 tours, 0,6 mm émail, 4,0 mm diamètre 
L2 =2 tours, ',Omm émail, 6,5 mm diamètre 
L3 = Salf d'arrlt 

3/3 
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PNP SI LlCON TRANSISTORS, PLANAR 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR 

BF 679 is intended for gain controlled input 
stages in UHF TV tuners. 
BF 680 is intended for self oscillating mixers 
in UHF TV tuners. 

Le BF 679 est destintl aux tUages d'entnJe UHF à 
gain nJglable dans les SfJlecteurs de canaux TV. 

Le BF 680 est destintl aux tUages mélangeurs auto­
oscillants UHF dans les sélecteurs de canaux TV. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 

(mW) 

150 

100 

50 

o 

~ 

\ 
" i\ 
\ 

o 50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tlln,ion collllct/IUr-bilMi 

Collector-emitter voltage 
Tfmsion collllcœur-flrntlttrlUr 

Emitter-base voltage 
Tllnsion 'mlftœur-bilMi 

Collector current 
COUrtlnt collllctftur 

Power dissipation Tamb = 45°C 
Dissip6tion dit puiullnCfl 

Junction temperature max 
Température dit jonction 

VCBO 
IC 

{ 

{ 

BF 679 
BF 680 

BF 679 

BF 679 
BF 680 

*BF679 
*BF680 

* Preferred device 
Dispositif nlCommllnrN 

-40V 
-30 mA 

850 MHz 
650 MHz 

> 12dB 
3,5 dB 
5 dB 

Plastic case - See outline drawing CS-146 on last pages 
BoTtier plastique Voir dessin cotfJ CB-146 demiiJres page' 

Weight : 0,11 g. 
MaSStl 

Tamb = +25 0 C 

VCSO 

VCEO 

VESO 

IC 

Ptot 

Tj 

-40 

-35 

-3 

-30 

170 

150 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

mA 

mW 

oC 

76- 06 1/3 
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BF 679, BF 680 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant ~siduel col/ecttlur-ba. 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecttlur-ba. 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage 4metttlur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur sttltique du rapport de transfert 
direct du courtlnt 

Power gain 
Gain en puissance 

Transition frequency 
Fr4quence de transition 

Feedback capacitance (common 
emitterl 
CapacitIJ de nlaction (4metteur commun) 

Feedback capacitance (common 
basel 
CapllCitIJ de nlaction (base commune) 

Noise figure 
Facttlur de bruit 

Collector current for 
Courant collecteur pour 
t. Gp = -30 dB 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
R4si.tance thermique (jonction .. mbiante) 

* Pulsed 
Impulsions 

2/3 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -20 V 

IC = -100p.A 

IC =-5mA 

lE =-10p.A 

VCE =-10V 

IC =-3mA 

VCB =-10V 

lE =3mA 
f = 800 MHz 

Rg = 50n 
RL = 2000 n 

VCE = -10 V 

IC =-3mA 
f = 100 MHz 

VCE =-10V 

IC =-1 mA 
f = 100 MHz 

VCB = -10V 

lE =0 
f = 10 MHz 

VCE =-10V 

IC =-3mA 
f = 800 MHz 

VCC = -12 V 

RC = 820 n 

RG = 50n 
RL = 2000 n 
f = 800 MHz 

ICBO 

V(BRICBO 

V(BRICEO 

V(BRIEBO 

h21E 

BF 679 Gp 
BF 680 

BF 679 
fT 

BF 680 

C12e 

C12b 

F 
BF 679 

BF 680 

IAGC BF 679 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indiCtltions contraires) 

Min. Typ. Max. 

-100 p.A 

-40 V 

-35 V 

-3 V 

20 

12 15 dB 
11 14 dB 

850 MHz 

650 MHz 

0.45 pF 

0.1 pF 

3.5 dB 

5 dB 

-6.6 -8.1 mA 

0.60 °C/mW 



BF 679, BF 680 

TEST CIRCUIT (Power gain, AGC and noise figure) 
CIRCUIT DE MESURE (Gain en puissance, courant de CAG et facteur de bruit) 

Generator 
GtlntlrBtflUr 

Rg= 50n 
f = 800 MHz 200pF 

2 pF 

120pF Receiver 
~--------~~----*-----~Réœpt~r 

50n 

3/3 
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BFR 38 

- TV aerial amplifiers 
Amplificateurs d'antenne TV 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

0,2 

0,16 

0,1 

0,6 

o 

Î\ l' : '\ 
1 

1 ~ 1 
1 

~ 1 
60 100 160 200 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITlNG VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector·base voltage 
Tension co/ltlcteur·blJse 

Collector-emitter voltage 
Tension co/ltlcœur-lmetœur 

Emitter·base voltage 
Ttlnsion tJmtltœur·blJse 

Collector current 
CourlJnt co/ltlcœur 

Power dissipation 
DissiplJtion de puissenCtl 

Junction temperature max. 
TemptJt7Iture dt1 jonction 

Storage temperature min. 
Ttlmp4t71ture dt1 'tock. max. 

VCEO 

IC 

h21E(-3 mA) 

fT(-3 mA) 

-35 V 

-20 mA 

25 min. 

700 MHz min. 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BoTtier Voir dessin cottJ CB·4 derni're. pefJ6s 

! 
Weight: 0,3 g. 
MlJsse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

M 

CGE 
B 

Connection NI is connected to case 
La connexion M eSI reliée au boTtier 

-40 

-35 

-3 

-20 

200 

200 

- 55 
+200 

(Unless otherwise statedl 
rs.uf indiclJtion, contre/re,) 

V 

V 

V 

mA 

mW 

oC 

oC 
oC 

76·22 1/4 
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BFR 38 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant ~sidu~ collecteur-l». 

Collector-base breakdown voltage 
ransion dB claquaf18 co/lacteur-bB" 

Emitter-base breakdown voltage 
ranlion dB c/8quaf18 ImBtteur-bB,. 

Collector-emitter breakdown voltage 
ransion de c/8quaf18 collecteur-4matteur 

Static forward current transfer ratio 
VII/Bur ItlItiqua du f'IIpport dB trllnlfart 
dirtlct du COUf'llnt 

Base-emitter voltage 
ranlion bB,.-4matteur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Frlquancs dB trllnsition 

Reverse transfer capacitance 
C/IpIIcit' dB trllnsfart inllflntl 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 
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li ~ 1 % 

Tamb =25 o C 

Test conditions 
Conditions de mtllUrtI 

VCB = -20 V 

lE =0 

VCB =-20V 

lE =0 
Tamb= 150°C 

IC =-10p.A 

lE =0 

lE =-10p.A 

IC =0 

IC =-5mA 

lB =0 

VCE = -10 V 

IC =-3mA 

VCE =-10V 

IC =-3mA 

VCE = -10 V 

IC =-3mA 
f = 100 MHz 

VCB = -10V 

IC =0 
f = 1 MHz 

VCE =-10V 

IC =0 
f = 1 MHz 

Min. 

'CBO 

V(BRICBO -40 

V(BRIEBO -3 

V(BRICEO -35 

h21E 25 

VBE 

fT 700 

C12e 

C12b 

(Unless otherwise statedl 
(S6uf indications contrairtlsl 

Typ. Max. 

-0,1 -50 nA 

-0,1 p.A 

V 

V 

V 

50 

-0,75 V 

850 MHz 

0,3 pF 

0,05 0,09 pF 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQI,JES 

Power gain 
Gain lin puissanCtl 

Noise figure 
Facteur de bruit 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
R~sistanCtl thermique (jonction-smbianteJ 

Test conditions 
Conditions de_Tf1 

VCB = -10V 

IC =-3mA 
f = 200 MHz 

VCB = -10V 

IC =-3mA 
f = 500 MHz 

VCB = -10 V 

IC =-3mA 
f = BOO MHz 

VCB = -10 V 

IC =-3mA 
f = 200 MHz 

RS =50n 

VCB = -10 V 

IC =-3mA 
f = 500 MHz 

RS =50n 

VCB =-10V 

IC =-3mA 
f = BOO.MHz 

RS =50n 

Min. 

Gp 

11 

F 

Rthlj-al 

BFR38 

IUnless otherwise statedl 
rSiluf indications contraires} 

Typ. Max. 

19 dB 

16 dB 

14 dB 

2,5 dB 

2,7 dB 

3,5 5,5 dB 

875 °C/W 

3/4 
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BFR 38 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/4 

640 

80 

60 

40 

20 

o 

Cl2a 
IpF) 

6 

4 

2 

4 

VCE = -10V 
Tamb= 25°C 

----i"" --
2 

, =0 

~mb= 25°C 

1\ 
\ 

r\. 
'\.. 

'\ 

" '~ 
"' 

-......, 

468 
'CimA) 

800 

600 

400 

200 

F 
(dB 

8 

6 

4 

2 

o 

~ 

) 

~ ~ 
/' 

/ 

VCE = -lOV 
RS = 50n 
Tamb= 25°C 

i". ....... 

VCE = -lOV 
f = 100 MHz 
Tamb= 25°C 

4 6 

V 

---V 

468 
flMHz) 



PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BFR 99 

- Wide band linear amplifier 
Amplificateurs linéaires à large bande 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

0,3 1-+--3k--f---t----i 

0,2 

0,' 

o 50 100 150 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector·base voltage 
Tension col/ecteur·b8S11 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-~ase voltage 
Tension tfmettBur·b8S11 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation Tamb= 25°C 

Dissipation de puiu.nce Tcase= 25°C 

Junction temperature max. 
Temptfreture de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockllflll max. 

-25 V 

-50 mA 

h21E(-10 mA) 25 min. 

fT (-10 mA) 1,4 GHz min. 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin co~ CB-4 derni.res PlIfIIIs 

1 
Weight: 0,7 g. 
Mau. 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Connection IV' is connected to case 
La connexion M est relibt au boTtier 

- 30 

-25 

-3 

-50 

225 
360 

200 

- 55 
+200 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indication, contraires) 

V 

V 

V 

mA 

mW 
mW 

oC 

oC 
oC 
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BFR 99 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·base 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Knee voltage 
Tension de coude 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -15 V 

lE =0 

IC = -1001lA 

lE =0 

IC =-5mA 

lB =0 

lE =-10IlA 

IC =0 

VCE =-10V 

IC =-1 mA 

VCE = -10 V 

IC =-10mA 

VCE =-10V 

IC = -20 mA 

VCE = -10 V 

IC =-10mA 

IC =-20mA 

Min. 

ICBO 

V(BRICBO -30 

V(BRICEO -25 

V(BRIEBO -3 

* h21E 25 

20 

VBE 

VCEK 
Note 1 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicationscontrairesJ 

Typ. Max. 

-50 nA 

V 

V 

V 

75 

80 

-0,75 V 

-0,8 V 

NOTE1: VCEK tested with IC = 100 mA and lB = value for which IC = 110 mA at VCE = 1 V 
VCEKest mesuré avec 'C= tOOmA erlB = valeur pour laquel/e 'C = ttOmA à VCE = t V 

* Pulsed 
Impulsions 

214 

642 

tp = 300 ILS 

IC 
(mA) 

lB 

8 < 2% 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Maximum oscillation frequency 
Fréquence maximale en oscillateur 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Reverse transfer capacitance 
Capacité de transfert inverse 

Power gain 
Gain en puissance 

Wide band power gain 
Gain en puissance (large bande) 

Noise figure 
Facteur de bruit 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction'case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·bOÎtier) 

Junction'ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Test conditions 
Conditions de mewre 

VCE = -15 V 

IC =-10mA 

VCE =-15V 

IC =-10mA 

VCB = -15 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

VCE = -15 V 

IC =0 

f = 1 MHz 

VCE = -15 V 

IC = -10mA 

f = 800 MHz 

f = 40·860 MHz 

RS=RL=75.Q 

VCE = -15 V 

IC =-3mA 

f = 200 MHz 

VCE = -15 V 

IC =-3mA 

f = 800 MHz 

VCE = -15 V 

IC = -10mA 

f = 200 MHz 

VCE = -15 V 

IC =-10mA 

f = 800 MHz 

Min. 

fT 1,4 

f 

C22b 

C12e 

Gp 

F 

Rth(i-c) 

Rth(j-a) 

BFR99 

(Unless otherwise stated) 
(SIIuf indications contraints) 

Typ. Max. 

2,3 

6,5 

1,1 

0,4 

10 

16 

2,5 

3,5 

3 

4 

485 

775 

GHz 

GHz 

pF 

pF 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 

°C/W 

°C/W 

3/4 
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BFR 99 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/4 
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

BFT 47 
BFT48 
BFT49 

The NPN planar epitaxial transistors BF 257, BF 258 
and BF 259 are intended for use in chrominance out­
put stages and luminance output stage of colour tele­
vision receivers. 
LeI trtlnlllto" NPN ple".r eu liliclum BF 257, BF 258 et BF 
259 sont ".rticuli'rtlment deltlnls flUX 'ttIf/fIl de lortie des 
emplifiCllttlU" dechroml".nOll R, Vet B de l'tlmplifiCllttlUr de 
lumintlnCtl dIInl "" rIOIIpttlU" de t/J""I,lon en couleur_ 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(wl 

4 

2 

1\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

o 50 100 150 200 T
C8

S4!(OCI 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage VCBO Tension colltlctwr-I». 

Emitter-base voltage VEBO 
TM/lion 'metteur-/». 

Collector-emitter voltage VCEO Tenlion colltlcreur4",.tteur 

Collector current IC 
COUrtlnt colltlcreur 

Power dissipation Tcase -50oC Ptot Di"i".tion de pui_nOll 

Junction temperature Tj Te"""rtlturtl de Jonction 

Storage temperature Tstg Temp/Jrtlturtl titi nodc.,. 

VCEO 

C12e 

VCEsat 

Rth(j-C) 

160 V to 300 V 

2,5 pF to 30V 

25Vto60mA 

25°C/w 

Case TO·39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BoTtier Voir deuin coœ CB-7 dIIrnilrtl' "., 

Weight: 1 g. 
M_ 

BFT47 

160 

5 

160 

100 

5 

175 

+175 

Collector is connected to case 
Le col/lICttlUr tilt rtliiI fIU boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(S.uf Indatlonl contrtlirtl,J 

BFT48 BFT49 

250 300 V 

5 5 V 

250 300 V 

100 100 mA 

5 5 W 

175 175 oC 

+175 +175 oC 

75-60 1/4 
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8FT 47, 8FT 48. 8FT 49 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base breakdown voltage 
Tansion dtI claquaflll collactaur-tM .. 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tansion da c/aquaflll collactaur-lmattflUr 

Emitter-base breakdown voltage 
Tansion da c1aquaflll tlmtlttaur-INI .. 

Collector-base eut-off current 
Courant rtl,idual collactaur-tM .. 

Static forward current transfer ratio 
Valaur statiqua du rapport da trend art 
diract du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tansion da saturation colklCtflUr-lmtlttflur 

Test conditions 
Conditions dtI mtlSUrtl 

IC = 100/JA 

lE =0 

IC = 30 mA 

lB =0 

lE = 100/JA 

IC =0 

VCB = 100 V 

lE =0 

VCB = 200 V 

lE =0 

VCB = 250 V 

lE =0 

VCE = 10 V 

IC = 30 mA 

IC = 30 mA 

lB =6mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small siSJnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Output capacitance 
Cllpacittl da ,ortie 

Reverse transfer capacitance 
Capacittl da transfart inlltlfW 

Transition frequency 
Frtlquanœ da tran,ition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Rtl,istanœ thtlrmiqua (jonction-boTt/arJ 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 

646 

t p = 200 /JS Ô = 1 % 

VCE = 30 V 

IC =0 

VCE = 30 V 

IC =0 
f = 500 kHz 

VCE = 10 V 

IC = 30 mA 

BFT47 

V(BRICBO BFT 48 

BFT49 

BFT 47 

V(BRICEO BFT48 

BFT49 

V(BRIEBO 

BFT47 

t--

ICBO BFT48 

BFT49 

h21E* 

VCEsat* 

C22e 

C12e 

fT 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

160 V 
250 V 
300 V 

160 V 
250 V 
300 V 

5 V 

50 nA 

50 nA 

50 nA 

25 

1 V 

3,5 pF 

2,5 pF 

110 MHz 

17 25 °C/W 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STATIOUES 
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(mAI 
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8FT 47, 8FT 48, 8FT 49 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smallsi,nals) 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour/»rits",mwx) 

C12e 
(pF) 

8 

6 

4 

2 

fT 
(MHz) 

120 

4/4 
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NPN SILICON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR 

BFT 72, BFT 73 and BFT 74 are plastic encapsulated 
transistor designed for video output stages in black and 
white and color TV receivers. These transistors feature 
low thermal resistallC8 and exceptionsl ability to with­
stand picture tube arcing_ 

Ltll tnlnliltofl $OUI tlncapsultltion pltl,t/qutl 8FT 72, 8FT 73 
tlt 8FT 7410nt dIIlt/nII tlUX 'ttIgtI, dlllOrt/tI dtI, amplificatflufl 
.,id«J dan. IfI' ,.".,ilflUfI noir-blanc tlt coultlUr. Il, III cartJcN­
riltlnt Pflr Untl faibltl ",/,ranCtl thtlrm/qutl tlt untt mi,ranCtl 
tlxCtlptionnttlltl aux amorçagtl' dan, Ifll tubtls-imafltlS. 

V(BR)CEO 

C12e 

fT 

10W 

8FT 72 
8FT 73 
8FT 74 

160 ••.•. 300 V 

3pF 

60 MHz 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case TO-126- Ses outline drawing CB-16 on last pages 
BoTtier plastique Voir dtltII/n coN C8-16 c/tIrni'ff11 pllfltls 

Ptot 
(Wl 

8 1" 
1 \ 
1 1\. 
1 \ 
1 1\. 

1 \ 1 

6 

4 

1--H r--1---.... l\ 
o 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage VCEO Tflnsion colltlctflur-4mt1ttaur 

Collector-base voltage VCBO Ttlnsion colltlcttlUr-btlltI 

Emitter-base voltage VEBO Tfln$ion 'mtlttaur-baN 

Collector current IC 
CourtJnt col/tlctflur 

Power dissipation Tamb = 25°C Ptot Dillipation dtI puislllnœ Tcase = 45°C 

Storage temperature Tj Ttlmp'rtJtuffl dtI stoclellfltl 

Junction temperature Tstg Ttlmp'ff1tuffl dtI jonction 

" 't;B 

Weight : 0,7 g. 
MaSStl 

Collector connected to meta 1 
part of case 
ColltICtflur "'unllJ la part/tl ~tal· 
liqufl du bo1t:iflr 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrtlirtJ') 

BFT72 BFT73 BFT74 

160 250 300 V 

160 250 300 V 

5 5 5 V 

100 100 100 mA 

1,2 1,2 1,2 W 
10 10 10 W 

150 150 150 Oc 

150 150 150 oC 

76-03 1/5 
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8FT 72, 8FT 73, 8FT 74 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant rI,iduei collecteur-ba. 

Emitter-base eut-off current 
Courant r~siduel ~metteur-ba. 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur~metteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage ~metteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de SBturlltion collecteur~metteur 

2/5 

650 

1 

1 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB= 160V 

lE =0 

VCB= 250 V 

lE =0 

VCB= 300 V 

lE =0 

VCB= 100 V 

lE =0 

VCB= 200 V 

lE =0 

VCB= 250 V 

lE =0 

V EB= 3 V 

IC =0 

IC =10mA 

lB =0 

lE = 100p.A 

VCE= 10V 

IC = 30 mA 

IC = 30 mA 

lB = 6mA 

BFT 72 

BFT73 

FJFT 74 

ICBO 

BFT 72 

BFT 73 

BFT74 

IEBO 

BFT 72 

V(BR)CEO BFT 73 
BFT74 

V(BR)EBO 

h21E 

VCEsat 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

100 p.A 

100 p.A 

100 p.A 

50 nA 

50 nA 

50 nA 

50 nA 

160 V 
250 V 
300 V 

5 V 

25 V 

1 V 



8FT 72, 8FT 73, 8FT 74 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Output capacitance 
CapBCit4 dtl ,ortitl 

Reverse transfer capacitance 
Capacit4 dtI transftlr invtlrltl 

Transition frequency 
FrMiutlnCtl dtI transition 

H igh frequency knee voltage (1) 
Ttlnsion dtl coudtlli hauttl fr~qutlnctl 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
R~sistanCtl rh8rmiqutl (joncrion .. mbianttl) 

Junction-case thermal resistance 
R~si'ttlnCtl thBrmiqutl (joncrion-bo1titlr) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE= 30V 

'C =0 
f = 1 MHz 

VCEO= 30V 

'C =0 
f = 1 MHz 

VCE= 10 V 

'C =15mA 
f = 50 MHz 

'C = 60 mA 
tj = 100°C 

f = 10 MHz 

Min. Typ. Max. 

C22b 4,5 

C12e 3 

fT 60 

VCEK(HF) 30 

Rth(j-a) 104 

Rthlj-c) 10 

(1) The high frequency knee voltage of a transistor is that value of the collector emitter voltage at which 
the small signal forward current transfer ratio h21e has dropped to 80 % of the value at VCE = 50 V. 

La tension dtI coude à hauttl fr~qutlnctl d'un transistor tlst, par cNflnitÎon, la valtlur da la rtlnsion col/tlcttlur ~mBtttlur 
pour laqutllltlltl rapport dt1 transftlrt dÎl'tlct du courant à patit signal h21t1 tlst rom~ Il 80 " dtI ltI valtlur à 50 V. 

h21e 
(%) 

100 --------------

80 

o ~ ____ ~ ______________ ~ __ ~ 
o 50 VCE (V) 

pF 

pF 

MHz 

V 

°C/W 

°C/W 
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8FT 72, 8FT 73, 8FT 74 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

4/5 

IC 
(mAI 

40 

30 

20 

10 

o 

ICBO 
(/lAI 

2 

10-3 

652 

~~mA 
/ 

V 
1 

V ...... ~ ;jA 

/ V .... 
1 

~ / 
,..0..-. 

i.o-' ~ 
10- 600/lA 

h ~ fi' 1 

f// /' ~ 40~/lA 

~'/ 1 

11 ~ le- 200 /lA , 
1 

o 2 4 6 

~ce:~~~ :~~~~-
vg:=25IYV BFT74 ~ 

L 
/ 

1 
/ 

/ 
V 

/ 
/ 

/ 

/ , 

o 50 100 150 

IC 
(mAI 

80 

60 

40 

20 

o 
o 

40 

30 

20 

10 

~AL' ~ 
.....-

V 
/V ~A 
~ 

/ / 
/1 l/ 
~ V 
V V 
V ~ 

,/V 
y 

/' 

10 

l/~ 

./ V 

V il 
10-

"'" -
V - imA

, 

~ ~ ~OO/l~ 

600/lA 

1 1 

4,00/lÎ 

le 200/lA 

l , 
20 30 40 v

CE 
(VI 

VCE=10 V 
l/ ~ 

~~ 

/ 
V 

\ 
\ 

4 68 
IC(mAI 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

C12e 
(pF) 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

10 

o 

i\. 
'\ 
~ ", 

t'-... 

~ ~ 

4 6 8 
V

CB 
(V) 

4 6 8 
IC(mA) 

C22b 
(pF) 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

IC 

(mA) 

6 

4 

8 

6 

4 
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NPN SI LlCON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

Final stage of the wide band vertical 
amplifier in high speed osciloscope 
Etage de sortie du balayage vertical large 
bande pour oscilloscopes rapides 

VCEO 
ICM 

h21E(50 mA) 

h21E(150 mA) 

fT 

BFW 16 A 

25V 

300 mA 

25 min. 
25 min. 

1,2 GHz typo 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-39 - See outline drawing CS-7 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages 

Ptot 
(W) 

1,5 

0,5 

o 50 100 

l\ 
1 ~ 1 

1 \ i 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension col/ecteur-base 

Collector-emitter voltage RSE ";; 50 n 
Tension col/ecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courent col/ecteur 

Peak collector current 
Courant de crdte de col/ecteur 

Power dissipation Tcase = 125°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max. Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockege max. 

~THOMSON-CSF 
[)l'-.1SI()t.ISEMICONDuCTEUAS 

~ 

, 
Weight : 0,9 g. 
Masse 

VCSO 

VCER 

VCEO 

VESO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Sottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le col/ecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

40 V 

40 V 

25 V 

2 V 

150 mA 

300 mA 

1,5 W 

200 oC 

- 65 oC 

+200 Oc 

76-28 1/6 
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BFW 16A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant rtJsiduel collecttlur-b818 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension dB claquagtl collecttlur-émtltttlur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de C/BqUBgtI colll1cttlur-tJml1tttlur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statiqul1 du rapport de transfert 
direct du courent 

Knee voltage 
Tension dB coudB 

Test conditions 
Conditions de mtlsu,.. 

VCB =20 V 

lE =0 
Tj = 150°C 

IC =10mA 

RBE =50 n 

IC =10mA 

1& =0 

VCE =5 V 

IC =50mA 

VCE =5 V 

IC =150 mA 

Min. 

ICBO 

V(BRICER* 40 

V(BRICEO* 25 

25 

h21E 

25 

V CEK 
Note 1 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications cont,..i,..s) 

Typ. Max. 

20 p.A 

V 

V 

0,75 V 

NOTE 1 VCEK tested with IC = 100 mA and lB = value for which IC = 110 mA at VCE = 1 V 
VCEKestml1surtJavl1c 'C = 100 mA I1t '8 =vall1urpourlaqul1l1elC = 110 mA Il VCE = 1 V 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 
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tp = 300 p.s 

IC 
(mAI 

8 .;;; 2 % 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!Jnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits SIgnaux) 

Transition frequency 
FrlquBncs œ trensition 

Output capacitance 
Capscité dB sortis 

Reverse transfer capacitance 
CapBCiN dB trsns'ert inllflrrtl 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Power gain (not neutralized) 
Gsin en puiUllnce (non nsutrodyn{J} 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistance 
R{J,istsncs thermique (jonction-ambisnte} 

Junction-case thermal resistance 
R{Jsistencs thermique (jonction.IJoÎtier} 

Test conditions 
Condition, de_re 

VCE =16V 

IC =150mA 

f =600 MHz 

VCB =15 V 

lE =0 

VCE =15 V 

IC =10mA 

f =, MHz 

Tamb=25°C 

VCE = 15 V 

IC =30mA 

f =200 MHz 

RS =15U 

Tamb=25°C 

VCE = 18 V 

IC =70mA 
f =220 MHz 

Tamb=25°C 

VCE =18V 

IC =70mA 

f =800 MHz 

Tamb=25°C 

fT 

~2b 

C'2e 

F 

Gp 

Rth(j.a) 

Rth(j·c) 

BFW 16 A 

(Unless otherwise stated) 
($au' indiClltlon, contre/,.,} 

Min. Typ. Max. 

1200 

4 

1,7 

6 

1,6 

8,5 

250 

50 

MHz 

pF 

pF 

dB 

dB 

dB 

°C/W 

°C/W 

3/6 
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BFW 16 A 

USE CIRCUIT 
SCHEMA D'UTILISA TlON 

VCE = 18 V, IC = 70 mA, t = 200 MHz, VSWR 0;;;; 2 
Po ;;;'130 mW (150 mW Typ.) 

12 pF 

Ll 

L2 

L3 

L4 

4/6 
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3 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; winding 
pitch 2,7 mm ; int. diam. 8 mm ; taps at 0,5 turn 
and 1,5 turns trom earth. 

5,5 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; winding 
pitch 2,2 mm ; int. diam. 8 mm 

3 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; winding 
pitch 3,3 mm ; int. diam. 8 mm 

5,5 turns sil ver plated Cu wire (1,4 mm) ; winding 
pitch 2,2 mm ; int. diam. 11 mm. 

12 pF 

820 

VCE = 18 V, 'c=70mA. f =200 MHz, TOS0;;;;2 

Po ;;;'130 mW (150 mW Typ.) 

L 1,' 3 spires de fil de cuivre argenté de rt> 1,4 mm ; hauteur 

de l'enroulement = 2,7 mm ; rt> intérieur = 8 mm ; prise 

à 1/2 spire et 1 spire et demie de la masse. 

L2,' 5,5 spires da fil de cuivre argenté de rt> 1,4 mm; hauteur 

de l'enroulement = 2,2 mm ; rt> intérieur = 8 mm. 

L3,' 3 spires da fil de cuivre ergenté de rt> 1,4 mm ; hauteur 

da l'enroulement = 3,3 mm ; rt> intérieur = 8 mm. 

L4,' 5,5 spires de fil de cuivre argenté de rt> 1,4 mm; hauteur 

de l'enroulement = 2,2 mm ; rt> intérieur = 11 mm. 



INTERMODULATION CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES D'INTERMODULA TlON 

2 output power at f = 800 MHz; T amb = 25°C 
IC = 70 mA; VCE = 18 V ; VSWR at output < 2 
PO> 70 mW 90 mW Typ. 

RS = 50 n 

Ll 

L2 

L3 

470 pF 

25 mm x 7 mm x 0,85 mm silver plated Cu strip 
Tap of the input at 5 mm from earth. 

13 turns enamelled Cu wire (0,6 mm) ; int. diam. 
8mm. 

1,5 turns Cu wire (1,3 mm) ; int. diam. 8 mm. 

100n 

L2 

BFW 16A 

2 puissances de sortie pour f = 800 MHz: Tamb = 25°C 

IC =lOmA: VCE = 18 V: TOS<2 :PO 10mW min. 

90mW Typ. 

12 pF 12 pF 50n 

+ 

24 V 

-1,5 nF 

L ,,' Bande de cuivre argenté de 25 x 1 x 0,85 mm : prise 

d'entrée à 5 mm de la masse 

L2,' 13 spires de fil de cuivre de 6/10: <pintérieur,' 8 mm. 

L3 " 1,5 spire de fil de cuivre de <p 1,3 mm : <p intérieur,' 

8mm. 

5/6 
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BFW 16 A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC 
(mA) 

125 

100 

75 

50 

25 

o 

~ ~ :!~~ /~ 
/~ 

~ 'l.~'!" ~ 

,""-~ 
1,Smp.. -

~ -~ 
- ,....l."'.!-

Tj = 25°C 

-
i.--

1-"-" 

le=500/lA 

o 5 10 15 VCE(V) 
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NPN SI LlCON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BFW 17 A 

- Final and driver stages of amplifiers 
with high output power for band l, 
Il and III. 
Etages de sortie et étages drivers d'ampli­
ficateurs à grande puissance de sortie dans 
les bandes " 1/ et 1/1. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 

tot 
(W) 

1,5 

0,5 

o 

~ 
:\ 
1 \ 1 

50 100 150 200 Tcase(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur·base 

Collector-emitter voltage 
RBE ";;50 V Tension collecteur-llmerreur 

Collector·emitter voltage 
Tension colltlcteur-llmetteur 

Emitter-base voltage 
Tension IImetteur-basa 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant dB crlte dB collecteur 

Power dissipation T = 125°C 
Dissipation de puissance case 

Junction temperature max. Templll7Jture dB jonction 

Storage temperature min. 
Templlrllcure dB stockage max. 

4.THOMSON'CSF 
OMSICJ,I SEUCCHlJCTEURS 

~ 

VCEO 25V 

ICM 300 mA 

h21E(50 mA) 25 min. 

h21 E(150 mA) 25 min. 

fT 1,1 GHz typo 

Case TO-39 - See outline drawing CB·7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin cotll CB-7 derni~res pages 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

VCBO 

VCER 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

40 

40 

25 

2 

150 

300 

1,5 

200 

- 65 
+200 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relill au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

V 

mA 

mA 

W 

oC 

oC 
oC 

76 - 24 1/6 

661 



BFW 17 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·base cut·off current 
Courant résiduel collecteur·base 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Knee voltage 
Tension de coude 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 20 V 

lE =0 

Tj = 150°C 

IC = 10mA 

RBE = 50.n 

IC = 10mA 

lB =0 

VCE = 5 V 

IC =50mA 

VCE = 5 V 

IC = 150 mA 

Min. 

'CBO 

V(BRICER* 40 

V(BRICEd' 25 

25 

h21E 

25 

VCEK 

Note 1 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

20 /JA 

V 

V 

0,75 V 

NOTE 1 VCEK tested with IC = 100 mA and lB = value for which IC = 110 mA at VCE = 1 V 
VCEK est mesuré avec 'C = 100 mA et '8 = valeur pour laquelle 'e = 110 mA à VCE = 1 V 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 
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tp =300 /JS 

IC 
(mAl 

li E;; 2% 

'B 

VCE(VI 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Reverse transfer capacitance 
Capacité de transfert inverse 

Power gain (not neutralized) 
Gain en puissance (non neutrodyné) 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·bo;tier) 

Junction·ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC = 150 mA 
f = 500 MHz 

VCB = 15 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

VCE = 15 V 

IC = 10mA 

f = 1 MHz 

Tamb= 25°C 

VCE =;8 V 

IC =70mA 
f = 200 MHz 

Tamb= 25°C 

Min. 

fT 

C22b 

C12e 

Gp 

Rth(j.c) 

Rth(j.a) 

BFW 17 A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1100 MHz 

4 pF 

1,7 pF 

16 dB 

50 °C/W 

250 °C/W 
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BFW 17 A 

USE CIRCUIT 
SCHEMA D'UTILISATION 

VCE = 15 V, IC = 70 mA, t = 200 MHl, VSWR ~2 

Po = 150 mW typo 

L 1 3 turns sil ver plated Cu wire (1,4 mm) ; winding 
pitch 2,7 mm ; int. diam. 8 mm; taps at 0,5 turn 
and 1,5 turns trom earth. 

L2: 5,5 turns sil ver plated Cu wire (1,4 mm) ; winding 
pitch 2,2 mm ; int. diam. 8 mm 

L3: 3 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; winding 
pitch 3,3 mm '; int. diam. 8 mm 

L4: 5,5 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; winding 
pitch 2,2 mm ; int. diam. 11 mm. 

4/6 
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1,5nF 24V 
~~~~--------------O 

VCE = 15 V, 'C = 70 mA, f= 200 MHz, TOS~2 

Po = 150mW typo 

L 1: 3 tours de fil de cuivre argenté de 1,4 mm ; hauteur 

de l'enroulement 2,7 mm; tP intflrieur 8 mm; prise 

IJ 1/2 tour et un tour et demi de la masse. 

L2: 5,5 tours de fil de cuivre argentfl de 1,4 mm, hauteur 

de l'enroulement 3,3 mm ; tP intérieur 8 mm 

L3: 3 tours de fil de cuivre argentfl de 1,4 mm, hauteur 

de l'enroulement 3,3 mm ; tP intflrieur 8 mm 

L4: 5,5 tours de fil de cuivre argentfl de 1,4 mm ; hauteur 

de l'enroulement 2,2 mm ; tP intflrieur 11 mm. 



USE CIRCUIT 
SCHEMA D'UTILISA TlON 

V EE =-28V 

VCE = 28 V, IC = 107 mA, PI = 0,1 W, f = 500 MHz 

Po = 1 W Typ. 

Cl = C2 = C3 = 4 - 29 pF, air trimmer 
C4= 4·14 pF, air trimmer 
C5= 1 nF, feed through 
C6= 12 pF 
C7= 12 nF 
Rl= 5,6 il 
R2= 10 il 

L 1: 2 turns copper wire (1 mm) internai diameter 
6 mm winding pitch 3 mm 

L2: Ferroxcube choke coil, Z = 450 il 

L3, L4 : 6 turns enamelled copper wire (0,5 mm) inter­
nai diameter 3,5 mm (100 nH) 

L5: 2 turns copper wire (1 mm) internai diameter 7 mm 
winding pitch 2,5 mm, leads 2 x 15 mm 

BFW 17 A 

C4 

L4 

R2 

C7 = C2 = C3 = 4 il 29 pF, varaiable il air 
C4 4 il 74 pF, varaible il air 

C5 7 nF (condensatfJur de travers68) 

C6 72pF 

Cl 72 nF 
R7 5,6n 
R2 70n 

L 7: 2 tours de fil de cuivre de 7 mm, ri> intérieur 

6 mm, hauteur de l'enroulement 3 mm 

L2: Bobine sur ferroxcube, Z = 450 n 

L3, L4 : 6 tours de fil de cuivra emailltJ de 0,5 mm, ri> inté­

rieur 3,5 mm (700 nH) 

L5: 2 tours de fil de cuivra de 7 mm, ri> intérieur 1 mm, 
. hauteur de l'enroulement 2,5 mm, longueur des con· 

nexions 75 mm. 
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BFW 17 A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC 
(mA 'H;., 

";)~ ~'" 150 [-' ~oO? 
V~~2~ 

V V 2~01l~ 
-;.;.-100 

T. = 25°C 
J 

.-

~ 
I----"'i""" 

~O~ 
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NPN SI L1CON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BFW 30 

- Wide band vertical amplifiers in high 
speed oscilloscope 
Wide band aerial amplifiers 
Television distribution amplifiers 
Amplificateur vertical à large bande pour 
oscilloscopes rapides 
Amplificateurs d'antenne à large bande 
Amplificateurs de télé distribution 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

P
tot 

(W) 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

~ 
1 ~ 

'" 1 

1 '~ ! Tamb(OCI 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector·base voltage 
Tension coI/licteur-base 

Collector-emitter voltage RBE = 50 n 
Tension col/ecteur-émerreur 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant col/ecteur 

Peak collector current 
Courant dll crlte de collecteur 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max. 
Température dll jonction 

Storage temperature min. 
Températurfl de stockage max. 

h21E(50 mA) 

fT (5O mA) 

20V 

100 mA 

25 min. 

1,6 GHz typo 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 derniéres pages 

Weight: 0,7 g. 
Masse 

VCBO 

VCER 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Connection M is connectf'rl ta CilS" 

La connf!Xlon M est reliée ail hoÎrte, 

20 

20 

10 

2,5 

50 

100 

250 

200 

- 65 

+200 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

oC 

oC 

oC 

76 - 23 1/3 
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BFW30 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courllnt ris/duel collectflur-billtI 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claqullf!" collectflur-4mettflur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de cfllqulIgB collectflur-4mettflur 

Static forward current transfer ratio 
Villeur ste tique du repport de tnmsfert 
direct du courent 

Test conditions 
Conditions de melUre 

VCB -10V 

lE =0 

IC -10mA 

lB =0 

IC -10mA 

RBE = 50 n 
VCE = 5 V 

IC =25mA 

VCE = 5 V 

IC =50mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Transition frequency 
Fréquence de trllnsition 

Output capa ci tance 
CapacitfJ de sortie 

Power gain (not neutralized) 
Gain en puissance (non neutrodyné) 

Reverse transfer capacitance 
Capacité de transfert inverse 

Noise figure 
Fllctflur de bruit 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistllnœ thflrmique (jonctiorr-boTtiflr) 

Junction-ambient thermal resistance 
Rés/stllnœ thflrmique (jorrction .. mbillntfl) 

NOTE1: Four Lead grounded 

VCE = 5 V 

IC =50mA 

f = 500 MHz 

Note 1 

VCB = 10 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

Note 2 
VCE = 5 V 

IC =2mA 

f = 1 MHz 

Note 1 

VCE = 5 V 

IC =30mA 

f = 200 MHz 
Note 1 

VCE =5 V 

IC =30mA 

f =800 MHz 

Note 1 

VCE =5 V 

IC =2mA 
f = 500 MHz 

RS =500 

Note 1 

Connexion de boTtier rlunie 4 III mlISItI 

2/3 
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ICBO 

V(BR)CEO 

V(BR)CER 

h21E 

fT 

C22b 

C12e 

Gp 

F 

Rth(j-c) 

Rth(j-a) 

(Unless otherwise stated) 
(~uf indiclltions contraires) 

Min. Typ. Max. 

50 nA 

10 V 

20 V 

25 

25 

1600 MHz 

1,5 pF 

0,8 pF 

19 21 dB 

7,5 dB 

5 dB 

500 °C/W 

700 °C/W 

NOTE 2: Four lead not connected 
Connexion de bo'itier non connectée 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NPN SI LlCON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

- Wide band aerial amplifiers 
Television distribution amplifiers 
Low noise wide band vertical amplifier 
in high speed oscilloscopes 
Amplificateurs d'antenne à large bande 
Amplificateurs de distribution de télévision 
Amplificateur vertical à large bande et faible 
bruit pour oscilloscopes rapides. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 

tot 
(W) 

0,2 

0,15 

0,1 

o 

~ r\ 
l , 

1 
1 
1 

\ 1 
1 

1 \ 1 

o 50 100 150 200 Tamb(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector·base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de crllte de collecteur 

Power dissipation Tamb = 73°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max_ 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Tempérllture de stockage max. 

~THOMSON-CSF 
OI\I'ISION SEMlCQfOJCTEURS 

~ 

VCEO 

'CM 

h21E(2 mA) 

fT (2 mA) 

* Preferred device 
Dispositif recommllndé 

15V 

50 mA 

20 -150 

1 GHz typo 

Case CB-146 - See outl ine drawing on last pages 
Boitier Voir dessin cot/J dernijres pages 

Weight : 0,11 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCSO 

VCEO 

VESO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationlcontraires) 

25 

15 

2,5 

25 

50 

190 

150 

- 55 
+150 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

oC 

oC 

oC 

76 - 24 1/6 
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BFW92 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Emitter·base cut·off current 
Courant rtlsiduel tlmettflur·baS/l 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collectflur.f1mettflur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Knee voltage 
Tension de coude 

NOTE 1 

Test conditions 
Conditions de mtllUrtI 

VCB = 10 V 

lE =0 

IC =10mA 

lB =0 

VCE = 1 V 

IC =2mA 

VCE = 1 V 

IC =25mA 

IC =20mA 

Min. 

IEBO 

V(BRICEO 15 

h21E 20 

h21E* 20 

VCEK Note 1 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

50 nA 

V 

150 

0,75 V 

VCEK tested with IC = 100 mA and lB = value for which IC = 110 mA at VCE = 1 V 
VCEKestmesureaveclc= '00 mA etIS=valeurpourlaquellelc= '00 mA à VCE =, V 

le 
(mAI 

* Pulsed tp =300 Jl.S 8..;; 2 % 
Impulsions 

2/6 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Transition frequency 
Fréquence de trensition 

Output capacitance 
CapBci~ de sortie 

1 nput capacitance 
Capeci~ d'entrH 

Reverse transfer capacitance 
Capacittl de transfert inverse 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Power gain (not neutralized) 
Gain en puissance (non neutrodyné) 

TH E RMAL CHARACTE R ISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction .. mbiante) 

* Pulsed tp =300p.s 0 ~ 2 % 
Impulsions 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 5 V 

IC =2mA 

f = 500 MHz 

VCE = 5 V 

IC =25mA 

f = 500 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

V EB = 0,5 V 

IC =0 

f = 1 MHz 

VCE = 5 V 

IC =2mA 

f = 1 MHz 

Tamb= 25°C 

VCE = 5 V 

IC =2mA 

RS =50n 

f = 500 MHz 

Tamb= 25°C 

VCE =10V 

IC = 10mA 

f = 200 MHz 

Tamb= 25°C 

VCE =10V 

IC = 10mA 

f = 800 MHz 

Tamb= 25°C 

Min. 

fT 

f * T 

C22b 

C11b 

C12e 

F 

Gp 

BFW92 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 GHz 

1,6 GHz 

0,7 pF 

1,5 pF 

0,6 pF 

4 dB 

23 dB 

11 dB 

405 °C/W 
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BFW92 

USE CIRCUIT 
SCHEMA D'UTILISA TlON 

12 pF 

RS = 50 n 

VCE = 10 V, IC = 10 mA, f = 200 MHz, VSWR ~ 2 

Po 8 mW typo 

L1 

L2 

L3 

L4 

4/6 

674 

3 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; 
winding pitch 2.7 mm ; int. diam. 8 mm ; 
taps at 0,5 turn and 1,5 turns from earth. 

5,5 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; 
winding pitch 2,2 mm ; int. diam. 8 mm. 

3 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; 
winding pitch 3,3 mm ; int. diam. 8 mm. 

5,5 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; 
winding pitch 2,2 mm ; int. diam. 11 mm. 

30n 

+ 

24 V 

VCE = 10 V, 'C= 10 mA, f=200MHz. TOS~2 

Po 8mW typo 

L 1: 3 spire. de fil de cuivre argenté de <P 1.4 mm : hauteur de 
l'enroulement = 2.7 mm; <p intfJrie(Jr = 8 mm : prise li 
1/2 spire et 1 spire et demie de la messe 

L2: 5,5 spires de fil de cuivre argentfJ de <p 1,4 mm : hauteur 
de l'enroulement = 2.2 mm ; <p intérieur = 8 mm. 

L3: 3 spires de fil de cuivre ergentfJ de <p 1.4 mm ; hauteur 
de l'enroulement = 3,3 mm ; </> intérieur = 8 mm. 

L4: 5.5 spires de fil de cuivre ergentfJ de </> 1.4 mm; heuteur 
de l'enroulement = 2.2 mm ; </> intfJrieur = 11 mm. 



BFW92 

USE CIRCUIT 
SCHEMA D'UTILISATION 

L3 470 pF 

~--~------~--~;~ 

L1 

Coupling 
link 
Boucle de 
couplage 

L2 

220 pF 

2,2 kn 1,5 kn 

15 nF 

V CE = 10 V, IC = 10 mA, f = 800 MHz, VSWR';;; 2 

Po typo 8 mW 

L1 

L2 

L3 

L4 

24 mm x 6 mm x 0,5 mm silver plated Cu strip. 
Tap of the input at 5 mm from earth. 

15 mm x 6 mm x 0,5 mm silver plated Cu strip. 

20 mm x 8 mm x 0,5 mm silver plated Cu strip. 

4 turns enamelled Cu wire (0,5 mm) ; winding 
pitch 1,5 mm ; int. diam. 4 mm. 

Couprmg link : 42 mm silver plated Cu wire (1 mm). 

12 pF 12 pF L4 
50n 

+ 
24 V 

VCE = la V,lc= lamA, f=800MHz, TOS';;;2 

Po typo 8mW 

LI 

L2 

L3 

L4 

Bande de cuivre argenté de 24 x 6 x 0,5 mm ; prise 
d'entrée il 5 mm de la masse. 

Bande de cuivre argenté de 15 x 6 x 0,5 mm. 

Bande de cuivre argent de 20 x 8 x 0,5 mm. 

4 spires de fil de cuivre émaillé de 0,5 mm ; 1/1 intérieur 
4 mm, hauteur de l'enroulement 1,5 mm. 

Boucle de couplage: 42 mm de fil de cuivre argenté de 1 mm. 
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BFW92 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/6 
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

- VH F-UH F applications_ Wide band 
aerial amplifiers 
Applications VHF-UHF. Amplificateurs 
d'antenne à large bande 

BFW 93 

VCEO 10V 

ICM 100 mA 

h21E(50 mA) 25 min. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 
(W) 

0,10 

i\ 
l , 

l \ 
1 \ 1 
1 

1 \ i 

0,15 

0,5 

o 50 100 150 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension co/lllct/IUr-ba. 

Collector-emitter voltage 
Tension co/lBctllur-émettllur 

Emitter-base voltage 
Tension jmettllur-ba. 

Collector current 
Courllnt co/lectllur 

Peak collector current 
Courant dB crltII dB co/lectllur 

Power dissipation Tamb = 73°C 
Dissipation dB puis$llnCII 

Junction temperature max. 
Tempjrtlturfl dB jonction 

Storage temperature min. 
Tempjraturfl dB stockaf//l max. 

fT (50 mA) 

Case CB-146 
Boitier 

Weight : 0,11 g. 
Mel$fl 

tamb = +25 oC 

VCSO 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

1,7 GHz typo 

See outline drawing on last pages 
Voir cM#ln cohl dernlirtls pllfltll 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indiclltions contrilirtllJ 

18 V 

10 V 

2,5 '\J 

50 mA 

100 mA 

190 mW 

150 oC 

- 65 oC 

+150 oC 

76-22 1/5 
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BFW93 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant r~siduel co/lecreur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur ststique du rspport de trsnsfert 
direct du courant 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 10 V 

lE =0 

VCE = 5 V 

IC = 25mA 

VCE = 5 V 

IC = 50 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
VCE = 5 V 

Fr~uence de transition IC = 50 mA 

f = 500 MHz 

Output capacitance 
VCB = 5 V 

Cspacit~ de sortie lE =0 

f = 1 MHz 

1 nput capacitance 
V EB = 0,5V 

Cspscit~ d'entrée IC =0 

f = 1 MHz 

Reverse transfer capacitance 
VCE = 5 V 

Capacit~ de transfert inverse IC = 2 mA 

Tamb= 25°C 

VCE = 5 V 

le = 2mA 
Noise figure GS = 20 mS 
Facreur de bruit 

f = 500 MHz 

Tamb= 25°C 

VCE = 5 V 

le = 30mA 

f = 200 MHz 

Maximum unilateral power gain 
Tamb= 25°C 

Gain en puissance unilst~rsl msximal VCE = 5 V 

le = 30mA 

f = 800 MHz 

T = 25°C amo 

ICBO 

h21E* 

fT * 

C22b 

C11b 

e 12e 

F 

Gp 

NOTE 2; s12e assumed to be zero 

THERMAL CHARACTERISTICS s'2esuPpos~nul 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
R~sistsnce thermique (jonction .. mbianre) 

Note 1 

Note 2 

Note 2 

o .;;; 2 % NOTE 1; Source susceptance BS is tuned 

Min. 

25 

25 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

50 nA 

1,7 GHz 

0,7 pF 

1,5 pF 

0,6 pF 

5 dB 

22 
1 

dB 

10,5 dB 

405 °e/w 

* Pulsed 
Impulsions 

tp =300 J.l.S 
Ls susceptsnce de source BS ~tsnt accordée 
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CHARACTER ISTICS (following) 
CARACTERISTIQUES (suite) 

Intermodulation distorsion 
Distorsion d'intermodulation 

TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE 

RS = 50 n 50n 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =30mA;VCE =5V;R L =37,5n 
Vo = 100 mV at fp = 183 MHz 

d Vo = 100 mV at fq = 200 MHz 

~:s~~r~ at f(2q_p) = 217 MHz 

680pF 

2,4 kn 430n 

10 nF 

Min. 

r 

BFW93 

(U n less otherwise stated) 
fSsuf indications contraires} 

Typ. Max. 

-60 dB 

Vo 

91 n 75n 

10 nF 

~------~~-------o+18V 

~----~----~~~------------------O+5V 

20 kn 

3/5 
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BFW93 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC 
(mA , 1 J 
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TVPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

fT 
(GHz) VCE =5V 

.,... ....... 
V 

2 

1,8 1 
J 

1,7 

1,6 

1,5 
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J
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NPN SI LlCON TRANSISTOR. EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BFX 62 

- Input stages with forward automatic 
gain 
Self oscillating mixers up to 1 GHz 
Etages d'entrée à commande automatique 
de gain 
Mélangeurs et oscillateurs jusqu'à 1 GHz 

Maximum power dissipation' 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

0,2 

0,15 

0,1 

0,5 

~ 

! ,,~ 
1 "-

........ 1 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension col/llcteur-NSII 

Collector-emitter voltage 
Tension collectllur-4mettllur 

Emitter-base voltage 
Tension émettllur-NSII 

Collector current 
Courant col/llctllur 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max_ 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

V CEO 

IC 

20V 

12mA 

20 min. 

675 MHz typo 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 derniéres pages 

Weight : 0,7 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

1 
Bottom view 
Vue de dessous 

Connection M is connected to case 
La connexion M est reliée au boitit!1r 

30 

20 

4 

12 

130 

175 

- 65 
+175 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

mA 

mW 

oC 

oC 

oC 

76 - 21 112 
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BFX62 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant rtJsidUfli collecr.ur-b/lstl 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r{Jsiduei collecr.ur.tJmetr.ur 

Emitter·base eut-off current 
Courant r{Jsidu'" {Jmetr.ur·bastl 

Static forward current transfer ratio 
Valflur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 20 V 

lE =0 

VCE =30V 

VBE = 1 V 

VEB = 4 V 

IC =0 

VCE =10V 

IC =2mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small sis,lnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Transition frequency 
FrtJquenœ dfI transition 

Reverse transfer capacitance 
C.pecit{J de transfert inverse 

Collector·base time constant 
Constante de temps col/ecteur·bastl 

Power gain 
Gain en puisSBncfl 

Noise figure 
Facr.ur dfI bruit 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistanœ 
R{Jsistanœ thermique (jonction-ambianr.) 

2/2 
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VCE = 10 V 

IC =2mA 

VCE = 10 V 

IC =1 mA 

VCE = 12 V 

IC =3mA 

f = 30 MHz 

VCE = 10 V 

IC =2mA 

RL =2 kn 
f = 800 MHz 

VCE = 10V 

IC =2mA 

Rg =300n 

f = 100 KHz 

VCE = 10 V 

IC =2mA 

Rg =60n 

f = 100 MHz 

VCE = 10 V 

IC =2mA 

Rg =60n 

f = 800 MHz 

Min. 

ICBO 

ICEY 

IEBO 

h21E 20 

fT 

C12e 

rbb' Cb'c 

Gp 9 

F 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,5 50 pA 

10 #lA 

10 #lA 

40 

675 MHZ 

0,28 0,35 pF 

2,5 ps 

12,5 dB 

4 dB 

3 4,5 dB 

5 6,5 

1000 °C/W 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

*BFX 89 

• Wide band aerial amplifier 
Amplificateur à large bande 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

0,20 

0,15 

0,10 

0,5 

T'~ 
1 '\ 1 
1 

1 '\ 1 

1 

'" l 
50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE ";;; 50 n 
Tension co/lecteur-émBttBur 

Emitter-base voltage 
Tension tJmetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de c'*te de collecteur 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max. 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

* Preterred device 
Dispositif recommllnd~ 

VCEO 15V 

ICM 50 mA 

h21E(25 mA) 20-125 

fT (25 mA) Typ. 1,2 GHz 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 demit/res pages 

1 
Weight : 0.7 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VEBO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Connection fVI is connected to case 
La connexion M est reliN au boirier 

30 

15 

30 

2,5 

25 

50 

200 

200 

- 65 
+200 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

oC 

oC 
oC 

76-281/7 
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BFX89 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Test conditions Min. Typ. Max. Conditions de mesure 

Collector·base cut·off current VCB =15 V 
ICBO 10 Courant résiduel collecteur·base lE =0 

Collector-emitter breakdown voltage IC =10mA 

Tension de claquage collecteur~mtltteur RBE =50 n V(BRICER 30 

Collector-emitter breakdown voltage IC =10mA 
V(BRICEO Tension de claquage colltlcteur~metteur lB =0 15 

VCE = 1 V 

IC =2mA 20 150 

Static forward current transfer ratio 
h21E Valeur statique du rapport de transfert 

direct du courant 
VCE =1 V 

IC =25mA 20 125 

Knee collector-emitter voltage IC =20mA VCEK 
Tension de coude collecteur-émetteur 

Note 1 
0,75 

NOTE1: Knee collector emitter voltage is the value of VCE for which IC = 20 mA with lB = value for which 
IC = 22 mA at VCE = 1. V 

2/7 

686 

La tension de coude collecteur émetttlur tlst la valtlur dtl VCE pour laqutllltlitl courant collflCttlur est 'C = 20 mA, 
le courant de base étant le mime qutl celui qui donntllc = 22 mA à VCE = 7 V 

IC 
(mAl 

nA 

V 

V 

V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Reverse transfer capacitance 
Capacité de transfert inverse 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Power gain (not neutralizedl 
Gain en puissance (non neutrodyné) 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boÎtier) 

Junction·ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =5 V 

IC =25mA 

f =500 MHz 

VCE =5 V 

IC =2mA 

f =500 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

V CE =5 V 

IC =2mA 

VCE =5 V 

IC =2mA 

f =200 MHz 

RS = Optimum 

VCE = 5 V 

IC =2mA 

f =500 MHz 

RS =50 n 

VCE =5 V 

IC =2mA 

f =800 MHz 

RS = Optimum 

VCE =10V 

IC =8mA 

Tamb=25°C 
f =200 MHz 

VCE =10 V 

IC =8mA 
T = 25°C 

amb 
f =800 MHz 

fT 

Note 2 

fT 

C22b 
Note 3 

C12e 
Note 2 

F 

Note 2 

Gp 

Note 2 

Rth(j.cl 

Rth(j-al 

NOTE 2: Shield lead grounded NOTE 3: Shield lead not connected 

Min. 

0,6 

19 

Connexion de bOÎtier réunie à la masse Connexion de bOÎtier non connectée 

BFX89 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1000 MHz 

1200 MHz 

1,7 pF 

pF 

4 dB 

6,5 dB 

7 dB 

22 dB 

7 dB 

580 °C/W 

880 °C/W 
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BFX89 

USE CIRCUIT 
SCHEMA D'UTILISA TlON 

VCE = 10 V, IC = 8 mA, f= 200 MHz, VSWR ~2 

Po Typ. 6 mW 
Shield lead grounded 

L1 

L2 

L3 

L4 

4/7 

688 

3 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; winding 
pitch 2,7 mm ; int. diam. 8 mm; taps at 0,5 turn 
and 1,5 turns from earth. 

5,5 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; winding 
pitch 2,2 mm ; int. diam. 8 mm 

3 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; winding 
pitch 3,3 mm ; int. diam. 8 mm 

5,5 turns silver plated Cu wire (1,4 mm) ; winding 
pitch 2,2 mm ; int. diam. 11 mm. 

VCE = 10 V, 'C=8mA, f=200MHz, TaS <;'2 

Po Typ. 6mW 

Connflxlon dfl bo1tiflr r~unifl à '" mllSSB 

L': 3 spins dB fil dfl cuivrfl argenté dfl cp ',4 mm ; hautflur 

dB l'tmroulement = 2,7 mm ,'<1) interieur '" 8 mm; prisB 

à 112 spirfl fit 1 spin fit dflmlfl de '" mflSSfl. 

L2: 5,5spirflsrJfIfil dfl cuivre argflnté dfl '1) 1,4 mm ;hautflur 

dfl l'BnroulBmenr = 2,2 mm .. <il intéflt/ur .-: 8 mm. 

L3: 3splnlidfl fil dfl cuivrfl argenté dfl t/J 1,4 mm; hauteur 

cl" l'rmroul8mflnt = 3,3 mm " t/J intériflur == 8 mm, 

L4: 5,5 spin. dB fil dfl cuivrfl argflnté de rp ',4 mm ; hautflur 

dB l'flnroulflment = 2,2 mm .. cp intérieur = l , mm. 



USE CIRCUIT 
SCHEMA D'UTILISA TlON 

L1 

Coupling link 
Boucle de couplege 

VCE = 10 V, IC = 8 mA, f = 800 MHz, VSWR';;; 2 

Po Typ.6mW 
Shield lead grounded 

L 1: 24 mm x 6 mm x 0,5 mm silver plated Cu strip. 
Tap of the input at 5 mm from earth 

L2: 15 mm x 6 mm x 0,5 mm silver plated Cu strip 

L3: 20 mm x 8 mm x 0,5 mm silver plated Cu strip 

L4: 4 turns enamelled Cu wire (0,5 mm) ; winding pitch 
1,5 mm ; int. diam. 4 mm 

Coupling link; 42 mm silver plated Cu wire (1 mm). 

BFX89 

L3 470 pF 

~----~--~--~~~ 

VCE = 10 V, 'c=BmA, f=BOOMHz, TOS<.2 

Po Typ. 6mW 

Connexion de boitier réunies la masse 

LI: Bende dB cuivre argentil de 24 x 6 )( 0,5 mm. Prise 

d'entrfle il 5 mm dB le mllUe 

L2 : Bande dB cuivre argentfl de 15 x 6 )( 0,5 mm 

L3 : Bande de cuivre argentil de 20 )( 8 )( 0,5 mm 

L4: 4 spire. de fil de cuiv,. flmeil/fI de 0,5 mm ,. <Il intilrieur 

4 mm ,. hauteur de l'enroulement 1,5 mm 

Boucle de coupl. : 42 mm de fil de cuiv,. argentil de 1 mm. 
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BFX89 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

) 
f = 500 MHz 
T.= 250C 

J 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

- General purpose 
Usage général 

Dissipation 
Variation de dissipation 

P
tot 

(W) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

l'~ 
1 '\ 1 

1 '\ 1 

1 '\ 1 

50 100 150 200 T amb(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension col/sctflur-émettflur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-bllse 

Collector current 
Courent col/ectflur 

Power dissipation Tamb= 25°C 
Dissipation de puis$llnce Tcase= 25°C 

Junction temperature max. 
Tempértlture de jonction 

Storage temperature min. 
Templreture de stockage max. 

"

THOMSON'CSF 
0MSI0N5RotCQNOUC.TElJRCi 

~ 

VCEO 55V 

IC 1A 

h21 E(5 mA) 50-120 

h21E(150 mA) 40-120 

fT 60 MHz min. 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coœ CS-' dernilres pages 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

VCEO 

VCES 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié /lU boitier 

55 

85 

7 

1 

0,8 

5 

200 

- 65 
+200 

(Unless otherwise statedl 
(S/luf indications contr/liresJ 

V 

V 

V 

A 

W 
W 

OC 

oC 
oC 

76 - 24 1/5 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/5 

694 

li ..;; 1 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 50 V 

VBE = 0 

VCE = 50 V 

VBE = 0 

Tamb= 1500 

V EB = 5 V 

'C =0 

'C = 100pA 

VBE = 0 

'C =30mA 

'B =0 

lE = l00pA 

'C =0 

VCE = 1 V 

'C = 100pA 

VCE = 1 V 

'C = 5mA 

VCE = 1 V 

'C = 150 mA 

VCE = 1 V 

'C = 500 mA 

'C =10mA 

'B =1 mA 

'C = 150 mA 

'B =15mA 

'C =lA 

'B = 100 mA 

Min. 

' CES 

' EBO 

V(BRICES 85 

V(BRICEO 55 

V(BRIEBO 7 

20 

h21E 

50 

40 

* h21E 

25 

VCEsat 

VCEsat 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

20 nA 

20 pA 

20 nA 

V 

V 

V 

50 

75 120 

95 120 

110 

._. 

0,12 V 

0,11 0,25 V 

0,35 1 V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = 10mA 

lB = 1 mA 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

IC =lA 

lB = 100 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

1 nput capacitance 
Capacité d'entrée 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

Turn-off time 
Temps total de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-bOÎtier) 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

* Pulsed 
Impulsions 

VCE = 10V 

IC =50mA 

f = 20 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

f = 1 MHz 

VEB = 0,5 V 

IC =0 
f = 1 MHz 

IC = 150 mA 

-IB2 = 7,5 mA 

C = 150mA 

Bl = -I B2 = 7,5 mA 

Min. 

VBEsat 

VBEsat * 

V8Esat * 

fT 60 

C22b 

C11b 

td + tr 

ts + tf 

Rth(j-c) 

Rth(j-a) 

BFY 56 A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,65 0,8 

0,78 1 

1,1 1,6 

12 25 

110 

225 

BOO 

35 

220 

V 

V 

V 

MHz 

pF 

pF 

ns 

ns 

°C/W 

°C/W 
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BFY 56 A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/5 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

T 1 =2~oC 
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NPN SI LlCON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR 

The BFV 90 is a low noise transistor intended 
for use in broad and narrow-band amplifiers 
up to 1 GHz. 
Le BFY 90 est un transistor faible bruit destiné aux 
amplificateurs large bande et bande étroite jusqu'à 
1 GHz. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 
(W) 

200 

150 

100 

50 

i'\ 
"-

50 

11\ (2) 

~ \r\. 
1: (i)'~ ~ 1 
l' 
Il " ~ 

Tamb(OC) (1) 

T (OC) (2) 
case 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension co/lflcteur-base 

Collector-emitter voltage RBE <50n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Average collector current 
Courant collecteur moyen 

Peak collector current f ;;;. 1 MHz 
Courant de c~te de col/ecteur 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max 
Température de jonction 

Storage temperature min 
Tempéreture de stockage max 

*BFY 90 

* Preferred dev ice 
Dispositif lecommandé 

15V 

SOmA 

fT ;;;. 1,3 GHz 

F < 5 dB 

Ilc = 25 mA 

If = 500 MHz 

Case TO-72 - See outline drawing CB·4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB·4 derniiJres pages 

! 
Weight: 0,7 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

VCBO 

VCER 

VCEO 

VEBO 

IC(AV) 

ICM 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Connection M is connected to case 
La connf'xioll M est re/itle au boitier 

30 

30 

15 

2,5 

25 

50 

200 

200 

-65 

+200 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

oC 

oC 

oC 
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BFY90 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant r6siduel colltICtflur-bllltl 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claqullfltl colltlCtflUr'fll7Jflttflur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collectflur'flmettflur 

Collector-emitter knee voltage 
Tension colltlCteur'flmetteur de coude 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stlltique du "'pport de transfert 
direct du courant 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fr«iuenoe de transition 

Output capacitance 
Cepaciœ de sortie 

Open-circuit reverse transfer 
capacitance (common emitted 
CaptlCiœ de trensfert inverse. entrfJe en 
circuit ouvert (tJrnetteur commun) 

t,roise figure 
Factflur de.bruit 

'" Pulsed 
Impulsions 

2/3 

700 

,\ 

( 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 15V 

lE =0 

IC =10mA 
RBE ';;;; 50n 

IC =10mA 

lB =0 

IC = 20 mA 

VCE - 1 V 

IC = 2mA 

VCE = 1 V 

IC =25mA 

VCE = 5 V 

IC =2mA 

f = 500 MHz 

VCE = 5 V 

IC =25mA 
f = 500 MHz 

VCB =10V 

lE =0 
f = 1 MHz 

VCE = 5 V 

IC =0 
f = 1 MHz 

VCE = 5V 

IC =2mA 
f = 100kHz 

RG optimum 

VCE = 5V 

IC =2mA 
f = 200 MHz 

RG optimum 

VCE = 5V 

IC =2mA 
f = 500 MHz 

RG =500 

VCE = 5 V 

IC =2mA 
f = 800 MHz 
RG optimum 

ICBO 

V(BRICER* 

V(BR)CEO* 

VCEK (figure 1) 

h21E 

fT 

C22b (1) 

C
12e 

(2) 

F 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

10 nA 

30 V 

15 V 

0,75 V 

25 150 

20 125 

1 GHz 

1,3 GHz 

1,5 pF 

0,8 pF 

4 dB 

3,5 dB 

5 dB 

5 dB 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Power gain 
Gain en puissance 

Output power 
Puissance de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
RésistanCfl thermique Ijonction .. mbiante) 

Junction-case thermal resistance 
RésistanCfl thermique Ijonction-boitier) 

(1) Shield lead (case) no connected 
Electrode de blindage non connectée 

(2) Shield lead (case) grounded 
Electrode de blindage mise" la masse 

22mA 

20mA 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10V 

IC =14mA Gp (2) 

f = 200MHz 

VCE = 10V 

IC =14mA 

f 1 = 202 MHz 

f2 = 205 MHz 
Po 

Output SWR .;;;; 2 
TOS sortie ';;;;2 

dlM *= -30dB 

at 2f2 -f1 =20BMHz 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

*Intermodulation distortion 
Distorsion d'intermodulation 

Figure 1 

VCEK tested with IC = 20 mA and lB = value for which IC = 22 mA at VCE = 1 V 

V CE K est mesuré avec 1 C = 20 mA et 'B = valeur pour lequel/e 1 C = 22 mA " V CE = 1 V 

Min. Typ. Max. 

21 

10 

';;;;0,875 

';;;;0,575 

BFY90 

dB 

mW 

°C/W 

°C/W 
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

BSV 15 
BSV 16 

Compl. of BSX 45, BSX 46 

- LF amplification 
Amplification BF 

- Low speed switching 
Commutation lente 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

P
tot 

(w) 

~-- l''''\. 

:\ 
1 
1 

1 
1 

50 '" , r\ 
ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-em itter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation Tcase =60°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

VCEO {
-40V 
-60 V 

BSV 15 
BSV 16 

h {40 - 100 
21E (-100 mA) 63 - 160 

cl 6 
cl 10 
cl 16 100 - 250 

50 MHz min. 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CS-' dernilJres peges 

Weight : 0,95 g. 
Masse 

VCEO 

VBE =0 VCES 

YESO 

IC 

lB 

VCE< 6 V Ptot 

VCE< 7 V Ptot 

max_ Tj 

min. Tstg max_ 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

BSV 15 

-40 

-40 

-5 

-1 

-0,2 

3,2 

175 

- 65 
+175 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BSV 16 

-60 V 

-60 V 

-5 V 

-1 A 

-O,?' A 

W 

3,2 W 

175 oc 

- 65 oc 

+175 oC 

75- 09 1/6 
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BSV 15, BSV 16 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter eut· off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Emitter·base cut·off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector-em itter breakdown voltage 
Tensior -:Je claquage collecteur·émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfer 
direct du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 

704 

tp =300ps ù .;;; 2% 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -40 V 

VBE = 0 

VCE = -40 V 

Tamb= 150°C 

VCE = -60 V 
VBE = 0 

VCE = -60 V 

Tamb= 150°C 
ICES 

VCE = -40 V 

VBE = -0,2 V 

Tamb = lOO°C 
ICEX 

VCE = -60 V 

VBC -0,2 V 
Tamb = 100°C 

VEB = -4 V IEBO 

IC = -SOmA 

lB =0 

V(BRICEÛ* 
IC = -50 mA 

lB =0 

IC = -10pA 

VEB = 0 

= -10pA 
V(BRICES 

IC 
VEB = 0 

lE = -10pA 
V(BRIEBO 

IC =0 

VCE = -1 V 

IC = -0,1 mA 

VCE = -1 V 

IC = -100 mA 
h21E 

VCE = -1 V 

IC = -0,5 A 

Min. 

BSV 15 

BSV 15 

BSV 16 

BSV 16 

BSV 15 

BSV 16 

BSV 15 -40 

BSV 16 -60 

BSV 15 --40 

BSV 16 -60 

-5 

cl6 15 
cl 10 20 

cl16 30 

cl6 40 

cll0 63 
cl16 100 

cl6 20 
cll0 25 
cl16 35 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-100 nA 

-50 pA 

-100 nA 

-50 pA 

-50 pA 

-50 pA 

-50 nA 

V 

V 

V 

V 

V 

44 
75 

120 

100 

160' 
250 

40 

55 

85 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Base-emitter voltage 
Tension ba,.~metteur 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur·émetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VeE = -1 V 

le = -0,5 A 

IC = -0,5 A 

lB = -25 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

le =-1mA 
Forward current transfer ratio 

VeE = -5 V Rapport de transfert direct du courant 
f = 1 MHz 

le =-50 mA 
Transition frequency 

VeE =-10 V Fréquence de transition 
f =20 MHz 

Output capacitance 
VeB =-10 V 

lE =0 
Capacité de sortie 

f =1 MHz 

Input capacitance 
VEB =-0,5 V 

le =0 Capacité d'entrée 
f =1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Turn·on time le = -100 mA 

Temps total d'établissement IB1 "" -IB2 "" -5 mA 

Carrier storage time le = -100 mA 

Retard à la décroissance IB1 "" -I B2 "" -5 mA 

Fall time le = -100 mA 

Temps de décroissance IB1 "" -IB2 "" -5 mA 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TION 

tr .;;;;15 ns 
tf .;;;;15 ns 

Z =50n 

1 kn 

50n 

5V 

VBE 

VCEsat 

h21e 

fT 

C22b 

C11b 

td + tr 

\ 

tf 

1N 916 

Min. 

20 

50 

BSV 15, BSV 16 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-1,4 V 

-1 V 

MHz 

20 30 pF 

180 pF 

500 ns 

500 ns 

150 ns 

Oscilloscope 
Oscilloscope 
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BSV 15, BSV 16 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

4;6 

706 

3 

o 

o 

BSV 15 

1 
V CE ';;; -6 V 

\. 

-SV ~\ 
-10V 1 \ -, 
-15V \ 
-20 V 1 \ 
-40 V 1 \ 

1 \ 
l \ 
1 

1\ 1 

1 

1 

50 100 150 

BSV 16 

1 
VCE ';;; -7 V 

1\ 

-10V :\ 
l 

" -15V 1 

-20 V Î \. 
-30 V 1 , 
-60 V l \ 

1 \ 
1 , 
1 

~ 1 
1 
1 

50 100 150 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

-IC 
(AI 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

Classe 10 

VCE =-1 V 

1'";;'mb-;'1000e ltyP·) e -r--. r-..... 
r- ;:::: ~ 'IÎ.'\ r oc\"'1~- ... --- .. 

~~~. ,. ", ~ ~~;(F';';' 
~ " 

h21E 

102 

10' 

BSV 15, BSV 16 

Classe 6 

V E =1 V 

! 
~ 

-100 cie ltyP·) 
r1~(t\b- -::::, ~~ -~ boc~"'" -...... ~ ~\\'11\~.\.. .. - - . ..... ~ ~ '2.~~ .. .. ... 
~'" 

.... ' , 

1 
Classe 16 

VCE =-1 V 

1 1 ,1,06 0 2 ltyP·) 

~ -....... 
2~oC ltyP·) 

..... 

" "" ~ .... .... --- . .. -~ \. ~_~oc \~\~ ... 
.. 

'l:",'" 
, , 

~ ... 
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BSV 15, BSV 16 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

1 

1,4 
! 

1,2 

1 

~_<;,oo~ v 
'a(1\\> _i"""" 
--1 V v 

12<;'~ i.-"" ..; V 
1 ~~ ~ ~ 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 l i 

o 

I~ 
-=20 

'B ..., 

IL 
"id" 
il V 
V 

V BE (V }r-r--.[---r--r-,-.---.----r--.---r-.l;--I'I--, 

1 1 VCE =-1 V 
'1 1,4 

1,2 
1 i 1 J' i 1 

0,2 

o 
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l' 1 
C 

1,4 
-=20 'B '-

1,2 

~ , 
" 

,'j / 

~ 
V 

1 / 'J j 
T 25 0 ~ ~ VV amb= C (max) __ ~ 

V 1-0..; _ ... ..j _1_ .1- 1- - ~ 

tJ. 50 OC\tg~~c \t p. ~~ io' 

100 C \WP·\ 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES 

!' 1 1 
~VCE=-10V 

~V 
~ r........ 

~ 
1" '\ 
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BSW 21, A 
BSW22, A 

Compl. of BSX 51, A and BSX 52, A 

• LF amplification 
Amplification 8F 
Low current switching 
Commutation faible courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot ---~--,...--~--., 
(W) 

0,75 1-.L...-+~-+---+----1 

0,50 f---r--+---'\---+---I 

0,25 1-+-=::!Ojoo.~-+-----loM-----1 (1) Tamb(OC) 

(2) T case(OC) 

o 50 200 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector·base voltage 
Tension colfacteur'base 

Collector-emitter voltage 
Tension collacteur-4matteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant colfacteur 

Power dissipation Tômb = 25°C (1) 

Dissipation da puissance Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max. 
TempIJraturrl da jonction 

StoTage temperature min. 
TemplJraturrl da stock"", max. 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

{

-25 V BSW 21, BSW 22 

-50 V BSW 21 A, BSW 22 A 

h21E J 75-225 
(-2 mA) t180. 540 

150 MHz 

BSW 21, A 
BSW 22,A 

min. 

Case TO·18 - See outline drawing CB·6 on last pages 
BOÎtier Voir deuin coté CB·6 dernifJres pages 

1 
Weight : 0,32 g. 
Masse 

BSW 21 
BSW22 

-25 

-25 

-5 

-0,2 

0,3 
1 

175 

-65 
+175 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BSW 21 A 
BSW22 A 

-50 

-50 

-5 

-0,2 

0,3 
1 

175 

-65 
+175 

V 

V 

V 

A 

W 

oC 

oC 
oC 
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BSW 21, BSW 21 A, BSW 22, BSW 22 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant msiduel collecteur-baSll 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-ba_ 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Test conditions 
Conditions de mewre 

VCB =-25 V 

lE =0 

VCB = -50 V 

lE =0 

VCB =-25 V 

lE =0 

Tamb= 100°C 

VCB =-50 V 

lE =0 
Tamb = 100°C 

VEB =-5V 

IC =0 

IC =-10mA 

lB =0 

VCE = -4,5 V 

IC =-2mA 

IC = -50 mA 

lB =-3mA 

IC =-5OmA 

lB =-3mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

* Pulsed 
Impulsions 

2/2 

710 

ô .;;;; 2% 

VCE =-5 V 

IC =-10mA 
f = 100 MHz 

VCB = -5 V 

lE =0 
f = 1 MHz 

* 

BSW21 

BSW22 

BSW21 A 

BSW 22 A 

ICBO 
BSW21 

BSW22 

BSW21 A 

BSW 22 A 

IEBO 

BSW21 

BSW22 
V(BR)CEO 

BSW 21 A 

BSW 22 A 

BSW21 

h21E 
BSW 21 A 

BSW22 

BSW 22 A 

VCEsat 

VBEsat 

fT 

C22b 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-0,002 -0,5 

-0,002 -0,5 

p.A 

-15 

-15 

-0,005 -0,5 p.A 

-25 

V 

-50 

75 225 

180 540 

-0,2 -0,5 V 

-0,8 -1,3 V 

150 300 MHz 

4 8 pF 



NPN SI LlCON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

*BSX 24 

General applications 
Applications générales 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
P
tot 

(mW ) 

300 

:'\ 
r\. 1 

1 " ~ 1 

1 " ~ 1 

200 

100 

o 
o 50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-belli 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émBtteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-belli 

Collector current 
Counmt collecteur 

Peak collector current 
Coul'/lnt de crlre de collecteur 

Power dissipation 
DiSlipiltion de puis$8nce 

Junction tempe rature 
Température de jonction 

* Preferred device 
Dispositif recommBndé 

32V 

200 mA 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB-6 dernilffls PBges 

, 
Weight: 0,32 g_ 
MBsse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

Ptot 

Tj 

32 

32 

5 

100 

200 

300 

175 

Bottom view 
Vue de dllSSous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié BU boîtier 

(Unless otherwise stated) 
(SBuf indicBtion. contrBires) 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW 

oC 
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BSX24 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant ~siduel coI/BCtrlur-bB_ 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage col/ectrlur-bBse 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension d8 clequage col/ectrlur-émettrlur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquege ~mettrlur-bBS8 

Static forward current transfer ratio 
Veleur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bBse-émetteur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur-émettrlur 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB =32 V 

'E =0 

'C =10/JA 

'E =0 

'C =10mA 

'B =0 

'C =0 

'E =10/JA 

'C =50mA 
VCE = 5 V 

'C = 100 mA 

'B =10mA 

'e = 100 mA 

'B =2,2 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small siQnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Transition frequency 
VCE = 5 V 

'C =10mA 
Fr~uence de transition 

f = 100 MHz 

2/2 

712 

'
CBO 

V(BRlCBO 

V(BRlCEO 

V(BRlEBO 

h21E 

VBEsat 

VCEsat 

fT 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

50 nA 

32 V 

32 V 

5 V 

35 

0,35 V 

1,1 V 

150 300 MHz 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

Compl. of BSV 15, BSV 16 

- LF amplification 
Amplification BF 

- Low speed switching 
Commutation lente 

VCEO 

h21E 

fT 

{40 V 
60V 

{4O -100 
63 -160 

100 - 250 

50 MHz 

BSX 45 
BSX 46 

BSX45 

BSX46 

cl 6 
cl10 
cl 16 

min. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-7 dernilffll pages 

Ptot 
(W) 

4 

o 

~ 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

i 

\ 
" l\ 
\ 

1\ 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension tJmetteur-base 

Collector current 
Courant co//ectflur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation Tcase = 25°C 
Dissipation de puissence 

Junction temperature 
TemptJratuffl de jonction 

Storage temperature 
TemptJrature de stockage 

Weight : 0,95 g. 
Masse 

VCEO 

VBE =0 VCES 

VEBO 

IC 

lB 

VCE ';;;6 V 
Ptot 

VCE ';;;7 V 

max Tj 

min Tstg 
max 

Collector is connected to case 
Le collecteur est ffllié au boTtier 

BSX45 

40 

80 

7 

1 

0,2 

5 

175 

-65 
+175 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraiffls) 

BSX46 

60 V 

100 V 

7 V 

1 A 

0,2 A 

W 

5 W 

175 oC 

-65 oC 

+175 oC 

75-09 1/6 
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BSX 45, BSX 46 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter cut·off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Emitter·base eut· off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector·em itter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·émetteur 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 

714 

tp =300ps 1J ,,;; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 60 V 

VBE = 0 

VCE = 60 V 

VBE= 0 
Tamb= 150°C 

VCE = 60 V 

VBE = 0,2 V 

Tamb= 100°C 

VEB = 5 V 

IC = 50 mA 

lB = 0 

IC = 100p.A 

VBE = 0 

lE = 100p.A 

IC =0 

VCE = 1 V 

IC = 0,1 mA 

VCE = 1 V 

IC = 100 mA 

VCE = 1 V 

IC = 0,5A 

VCE = 1 V 

IC =lA 

ICES 

ICEX 

IEBO 

V(BRlCEO· 
BSX 45 

BSX 46 

V(BRICES 
BSX 45 

BSX 46 

V(BRIEBO 

(cl 6) 

h21E (cl lOI 

(cl 16) 

(cl 6) 

(cl 10) 

(cl 16) 

(cl 6) 

h21E * (cl 101 

(cl 16) 

(cl 6) 

(cl 10) 

(cl 16) 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

1 30 nA 

1 10 pA 

50 pA 

10 nA 

40 V 

60 V 

80 V 

100 V 

7 V 

28 

40 

90 

40 100 

63 160 

100 250 

25 

35 

60 

15 

20 

30 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur·émetteur 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

1 nput capacitance 
Capacité d'entrée 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 1 V 

IC =lA 

IC =lA 

lB = 0,1 A 

IC = 50 mA 
VCE = 10V 

f = 20 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 
f = 1 MHz 

VEB = 0,5 V 

IC =0 
f = 1 MHz 

IC = 100p.A 
VCE = 10V 

f = 1 kHz 
~f = 200 Hz 

RG = 1 kil 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Turn-on time IC = 100 mA 
Temps total d'établissement IBl'~-IB2"'" 5 mA 

Turn·off time IC = 100 mA 
Temps total de coupure IBl "'" IB2"'" 5 mA 

Min. 

VBE 

V CEsat 

fT 50 

BSX 45 
C22b 

BSX 46 

C"b 

F 

td + tr 

t5 + tf 

BSX 45, BSX 46 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1,3 2 V 

0,7 1 V 

MHz 

25 pF 

20 pF 

80 pF 

3,5 dB 

200 n5 

850 n5 

3/6 
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BSX 45, BSX 46 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

tr ~ 15 ns 
~< 15 ns 
Z =50n 

L1MITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

BSX45 

!\CE';;;6V 

4 1 f\. 
f---hv " 

: '\ lav 
3 " 1 

r\. '10 V 

1 

~20V " " 1 \ 
140V 
1 '\. 
1 \ 1 
1 

1 o 
o 50 100 150 

4/6 

716 

1N 916 

BSX46 

l\'CE';;;7 v 

i a v 

3 

1 \ 1 
hov 

l13V ""' 1\ 

1 
~20V '\ 

130 V 

60V 

1 
1 
1 
1 

o 1 

o 50 100 

'\. , 
~ 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

\';;;15ns 
Z =50n 

\ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC(A) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

8 

6 

4 

4 

.-

V 

~ 

2 

Classe 10 

T.mb~tT 
...... ~ 2~OC (typ,) ...... "" 

l' .Y"-I ........ 

~ \ .... ~I--
V ~::: ,e;P. 

'~ 26 Oc (min, 

~ 
,/ 

~ 

2 5 2 5 2 15 

h21E 

8mA 

6mA 

5mA 102 

4mA 8 

3mA 

1 mA 

101 

VCE(V) 

r\ 
N ~ 

'~-" 
\~ 

4 

1 

2 

'CImA) 

BSX 45, BSX 46 

Classe 6 

Tamb=:150~,) L...... ....... 
....... 250CI(t~_ ' y 1'\ 10 100..... 

V ~ ~Ir) ... rs ~ 1/ 

V 
V V ~U(rin,) r--.. ~ 
~ 
V ~ '" ~ 

V 
,/ ./ ~.., 
~,. 

[,. 
.2 15 2 2 2 5 

10.1 10° 101 102 IC(mA) 

1 
Classe 16 

TambChC-T) 
r-..... i'... l/ 25°C (typ,) 

j;7 ~ J ...... r..... r\ vV' -50J!1') -~ ~ 1/ I . ...+- .~ "-
..... V ",""-:25 0C (min,) l'\. ~ 

V ~J'" \11 
~.-

, 

2 2 6 2 6 2 5 

100 

6/6 
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BSX 45, BSX 46 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

1 1 

1,4 
IC 1 

-=20 
lB 

J~ 

AI/}/ 
1,2 

~ ~ ". V ~' 
Tamb =I_~ Oc ~~ ~ ,/ / .# 

l 1 l, ,,' ~ .. ~ .... l:::: 
V 1'" 25°C (max.',,, _ ~ ~ 10'" 

25 °e (typ.' _'" V 25 0 e (min.'- V 1 1 1.,....0 
~+-l50oC (typ.' 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
6 2 6 2 6 6 

100 102 

1,4 

vele =i v 
, 
1 

1/ ~ 
v~ V ~ 

1,2 

Tamb =1-~oC ~~ 1-' ~~ V ~ ~ :-I~ ~ 
1. ,1 1 ..... ..... poc~ V ~s+C~~~ ... Io-~ ~ ~ 10-.' 

I..o~ 

~+_~~I.- --1-~ V 
2S, c (T'"'l 

~ V 
-.lJ...-100-

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 
~OC\tYPi) 

o 
2 6 2 6 2 5 

100 10' 102 Ic(mA) 

-- 6/6 
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1 1 

1,4 
le 
-=20 
lB 

1,2 

1 
1 

J~ 
/ V j 

Tamb=2Soe (max.' 
, 
~ 

1,./'-

~ ~ ~"e (typ.)"t--~ 1--10- ~ 
soe (typ.iS,: 1 --~ ~ ~ ... 150 0 e (tyP.) 

t:1soe (min.' i--1-- --

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
5 2 6 2 5 6 

1 .1 
Vee =1 V 

4 

~ r--..... 
1./ ~ 

102 
8 

1/ " , 4 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BSX 51, A, B 
BSX 52, A, B 

Compl. of BSW 21, A and BSW 22, A 

- LF amplification 
Amplification BF 

- Low current switching 
Commutation faible courant 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

P
tot 

(W) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

i\ 
:\ 
1 \ (2) 
1 ~' 

-~ (1) \ ..... 
1 ..... ~ ~ 1 

50 100 150 200 

Tamb(OC) (1) 

T
ease 

(OC) (2) 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-belli 

Collector-emitter voltage 
Tension coll6cteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-belli 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation Tamb = 25°C (1) 
Dissipation de puisSBnce Tcase = 25°C (2) 

Junction temperature max Temp4f11ture de jonction 

Stange temperature min 
Température de stockage max 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

le 

Ptot 

Tj 

Tstg 

{

25 V 
VCEO 50 V 

60 V 

h21 E {75-225 
(2 mA) 180-540 

BSX 51, 52 
BSX 51 A, 52 A 
BSX 51 B, 52 B 

BSX 51, A, B 

BSX 52, A, B 

fT 150 MHz min. 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
Boitier Voir dessin coœ CB-6 derni~res pages 

Weight : 0,32 g. 
Masse 

BSX 51 
BSX 52 

25 

25 

5 1 

0,2 

0,3 
1 

175 

-65 
+175 

, 
Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boîtier 

BSX 51 A 
BSX 52 A 

50 

50 

7 

0,2 

0,3 
1 

175 

-65 
+175 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BSX 51 B 
BSX 52 B 

60 

60 

7 

0,2 

0,3 
1 

175 

-65 
+175 

76- 06 

V 

V 

V 

A 

W 

oC 

oC 
oC 

1/7 
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BSX 51, BSX 51 A, BSX 51 B, BSX 52, BSX 52 A, BSX 52 B 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant rtJsiduei collecfBur-blJS8 

Emitter-base cut-off current 
Courant résiduel émetfBur-blJS8 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col"cfBur-lmatfBur 

Static forward current transfer ratio 
Va//Jur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de SIIturation collecteur-lmatfBur 

Base·emitter saturation voltage 
Tension de saturation blJse-lmeffBur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 

720 

tp = 300 IJ.S ô ..;;; 2% 

Tamb =25 o C 

Test conditions 
Condition, de mesure 

VCB =25 V 

lE =0 

VCB =50 V 

lE =0 

VCB =60 V 

lE =0 

VCB = 25 V ICBO 
lE =0 
Tamb= 100°C 

VCB = 50 V 

lE =0 
Tamb = 100°C 

VCB =60 V 

lE =0 

Tamb = 100°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

VEB = 7 V IEBO 
IC =0 

VEB = 7 V 

IC =0 

IC =10mA 

lB =0 

IC =10mA 
V(BR)CEd 

lB =0 

IC =10mA 

lB =0 

VCE = 4,5 V 

IC =2mA 
h21E 

VCE = 4,5 V 

IC =2mA 

IC =50mA 
VCEsat 

lB =3mA 

IC =50mA VBEsat 
lB =3mA 

BSX 51 
BSX 52 

BSX 51 A 
BSX 52 A 

BSX 51 B 
BSX 52 B 

BSX 51 

BSX 52 

BSX 51 A 
BSX 52 A 

BSX 51 B 
BSX 52 B 

BSX 51 
BSX 52 

BSX 51 A 

BSX 52 A 

BSX 51 B 
BSX 52 B 

BSX 51 

BSX 52 

BSX 51 A 

BSX 52 A 

BSX 51 B 

BSX 52 B 

BSX 51 
BSX 51 A 
BSX 51 B 

BSX 52 
BSX 52 A 
BSX 52 B 

(Unless otherwise stated) 
(SIIuf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

0,001 0,5 

0,001 0,5 

0,001 0,5 

p.A 
15 

15 

15 

0,001 0,5 

0,001 0,5 p.A 

0,001 0,5 

25 

50 V 

60 

75 225 

180 540 

0,1 0,3 V 

0,8 1,3 V 



BSX 51, BSX 51 A, BSX 51 B, BSX 52, BSX 52 A, BSX 52 B 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mf/sure 

Transition frequency 
VCE = 5 V 
1 • = 10mA FrMiuence de trensition C 
f = 100 MHz 

Output capacitance 
VCB = 5 V 

lE =0 
CapeciM de sortie 

f = 1 MHz 

SWITCH 1 NG CHARACTE R ISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Gate controlled delay time IC :::::50 mA 
Reterd â le croisssnce commendlle per le IB1 :::::3,6 mA 
glchfltte 

Rise time IC ::::: 50 mA 

Temps de croisSBnce IB1 :::::3,6 mA 

IC :::::50mA 
Carrier st orage time IB1 :::::3,6 mA 
Reterd â le dllcroisssnce 

IB2 :::::-2,5 mA 

IC :::::50 mA 
Fall time IB1 :::::3,6 mA Temps de dlJcroiSSBnce 

IB2 :::::-2,5 mA 

IC :::::10mA 
Carrier storage time IB1 :::::10mA 
Reterd â le dllcroissence 

IB2 :::::-10 mA 

Min. 

fT 150 

C22b 

td (Fig. II 

tr (Fig. II 

t s (Fig. 1) 

lt (Fig. II 

ts 

11lF 600 n 
Generator 50 n .'l--_r---..... I--...-----.J'JV'----l 
GllnIJreteur 

1 V 

Figure 1 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicetions contre ires) 

Typ. Max. 

300 MHz 

5 8 pF 

20 ns 

50 ns 

200 ns 

50 ns 

300 ns 

3/7 
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BSX 51, BSX 51 A, BSX 51 B, BSX 52, BSX 52 A, BSX 52 B 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

BSX 51, A, B 

le ~---r----r----r----r---~ 
(mA) 

50~--~----~---r---1 

o 5 10 15 

BSX 51, A, B 

1 1 1 Il 

200 

~" VeE = 4,5V 

L/ ~ '" ~ ~ 
1 

~ ~ j,; (if" ~ t--
'li 

V ./(i 
V ~~ 1. 

V
y ~~oC 

1"-.... '" /j.." 

150 

100 

V V V 
~ ~ 

50 
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E 

500 

400 

300 

200 

BSX 52, A, B 

BSX 52, A, B 

1 1 1 V ~ VCE =4,5 V 

Il ~ J 
fj 

) 

V _1--. 

V f' 
Il 

,yll /V 
f-'~ 

m'l,l/ ~ I--~ 

~~~ ..... V' 
~~ :1/ l7' 

~ V 11 



BSX 51, BSX 51 A, BSX 51 A, BSX 52, BSX 52 A, BSX 52 B 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

1 1 Il 
~ ~'" vCE = 4,5\ 

"'~ 
V 

0,8 

0,6 r-

0,4 
10-~ 

0,2 

o 

1,..010-

~ '2.6°C 
l/~ 

~b,........I"""'''''''' 
P 

.-
1-'"" i"'" 

""",,,,10-V 

VCEsat 
(mV) 

150 

100 

50 

........ y 

Ill; 
C B 

~-f--

lB 

V 
1 ~ 1bl' IJII C - B 

80 
~ V ~Ii 

'-10-0 ~ L,,/'V 
~'2."'~ 

~ 
~~~,.",. 1/ ~~ -".. ,........ 

~ 11"""'" V~ 
600 

,........ ~ ~"'" ... J .......... 
~ .... "'" -400 

200 

0 

• ·~OO 2 4 ·~O' 2 4' • 'CimA' 1 

1 

I~ 
Ih~ 

~ '(1 
--~~ ~ 
~~ 

-;''''I~lir 
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BSX 51, BSX 51 A, BSX 51 B, BSX 52, BSX 52 A, BSX 52 B 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

, 1 
T.mb -25°C V SE blocage - -0,5 V 

1\ 

f'~ 
1\~ ~ 

1\ "" 

200 

100 , , 
~ 

20 

~"" ""'~ 0/ 
,,/ '0 tI 

~/~ 
$/ ~ i'---~ 

....... 1',... 
~ 

0 " 6 1 " 
10 

10 10 

, 1 

1 =1 
r-1U.-1!2 

" 1\ ~ 
~ ~~ 
~~/tI~ 

"t" 

200 

100 

" .......... ~ 
" 

20 

10 
10 0 2 
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~r-. 

6 

r 
t 

(n sI 

200 

100 

20 

10 

VSE blocage =0,5 V 

Ï' 
1\ 

i' 
~/ 1\ 

/ '0/ tI 

I\~ ~$/ tI, 
~t-t ....... '" ........ "" ........ r---:: ~ 

10 0 " 

T.mb = 25°C 

~ 

'-d::-Tamb.:!:o,:. 

10 1 



BSX 51, BSX 51 A, BSX 51 B, BSX 52, BSX 52 A, BSX 52 B 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION 

ts 
(ns) -i 1 ~25ocl 

1mb 

~r-400 
100' 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

200 

100 

C22b 
(pF) 

8 

6 

T =~60C 
amb 

i\ 
'\ 

1 1 

IB1 =IB2 

S, 
8 , 
i"""-o~~éb, 

~" i\~ 

4 

lE =0 

4 
~ ~ 

2 

o 2 4 6 8 
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

BSY 51 
BSY 52 

- LF amplification 
Amplification BF 

- Switching 
Commutation 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

P
tot 

(W) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
o 

l'r\. 
1 

" 1 
1 

1 '\ 1 
1 

: 

'" 1 

50 100 150 200 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collflcteur-belll 

Collector-emitter voltage 
Tflnsion collflctflur-éfTlflttflur 

Emitter-base voltage 
Tflnsion émettflur-belll 

Collector current 
Courant collflcteur 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Dissipation dfl puissance Tease = 25°C 

Junction temperature max. 
Température dfI jonction 

Storage temperature min. 
Tflmpératurfl dfI stockage max. 

~THOMSON-CSF 
OI'VISIClNSEMICONOUCrE~'" 

~ 

VCBO 60V 

40 - 120 
100 - 300 

100 MHz 

(BSY 51) 
(BSY 52) 

Typ. 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin co~ C8-' derniéres pages 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

60 

25 

5 

0,5 

0,8 

3 

200 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

A 

W 

W 

oC 

- 65 oC 

+200 oC 

76 -18 1/5 
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BSY 51, BSY 52 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant msiduel collectflur""'l<I> 

Emitter-base eut-off current 
Courent rflsiduel flmettflur-bBSil 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stfltique du rapport dB transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collectflur-émettflur 

* Pulsed 
Impulsions 

215 

728 

~ =200 ilS o .;;; 1 % 

Test conditions 
Conditions dB mesurtl 

VCB = 30 V 

lE =0 

VCB =30V 

lE =0 
Tamb= 150°C 

V EB = 3 V 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC =1 mA 

VCE = 10 V 

IC =10mA 

VCE = 10 V 

IC = 150mA 

VCE = 10 V 

IC =500 mA 

IC = 150 mA 

lB =15mA 

IC = 150 mA 

18 =15mA 

ICBO 

IEBO 

BSY 51 
BSY 52 

h21E 

BSY 51 

BSY 52 

BSY 51 
BSY 52 

h21E* 
BSY 51 
BSY 52 

VCEsat 

(Unless otherwise stated) 
(&luf indÏClltions contraires) 

Min. Typ. Max. 

0,1 IlA 

100 IlA 

50 nA 

50 

100 

30 75 

70 135 

40 120 

100 300 

15 

25 

0,15 0,8 V 

0,95 1,2 V 



DVNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fr~uence dB transition 

Output capacitance 
CIIpacitt§ de sortie 

1 nput capacitance 
CIIpaci tt§ d'en trt§fl 

Input impedance 
1 mpt§dance d'entrt§fl 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert inllflfSe de la tension 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert diract du courant 

Output admittance 
Admittance de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Rt§sistance thermique (joncrion .. mbiante} 

Junction·case thermal resistance 
Rt§sistance thermique (joncrion-boitier} 

* Pulsed 
Impulsions 

(; " 1 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

IC =50mA 

f = 50 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

V EB = 10V 

IC =0 

VCE = 5 V 

IC =lmA 

f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 1 V 

IC =1 mA 
f = 1 kHz 

fT 

C22b 

Cllb 

h11e 
BSY 51 

BSY 52 

h12e 

BSY 51 h21e BSY 52 

BSY 51 h22e BSY 52 

Rthlj.a) 

Rthlj -c) 

BSV 51, BSV 52 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires} 

Min. Typ. Max. 

100 MHz 

7,5 10 pF 

23 33 pF 

0,8 4,5 kU 

1 8 kU 

0,8 3 10.4 

30 100 

50 200 

3,5 13 p.S 
4,5 15 p.S 

220 °C/W 

58 °C/W 
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BSY 51, BSY 52 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BSY 53 
BSY 54 

- LF amplification 
Amplification BF 

- Switching 
Commutation 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

p 
tat 

(w) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

l" , 1 

1 '\~ : 
1 '\ 1 
1 

1 

'" 1 

60 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecreur-bass 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-lmetteur 

Emitter-base voltage 
Tension tlmett9ur-bass 

Collector current 
Courant collecteur 

Tamb = 25°C 

Power dissipation 
Dissipation de puis$IInce 

Tcase = 25°C 

Junction temperature 
Temptlrature de jonction 

VCBO 75V 

40-120 BSY 53 

100-300 BSY 54 
100 MHz Typ. 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin cotlf CS-' d,unilres pllgtls 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

75 

30 

7 

0,75 

0,8 

3 

200 

B 

Collector is connected to case 
La collecteur est relié au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

A 

W 

W 

oC 

76- 20 1/5 
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BSY 53, BSY 54 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant r'siduel collfICtflUr-bilSil 

Emitter-base eut-off current 
Courant r'siduel 'metteur-bllse 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bIIse-émetteur 

2/5 

734 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 60 V 

lE =0 

VCB =60 V 

lE =0 

Tamb= 150°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC =lOIlA 

VCE =lOV 

IC =0,1 mA 

VCE = 10 V 

IC =1 mA 

VCE =10V 

IC = 10mA 

VCE =lOV 

IC = 150 mA 

VCE = 10 V 

IC = 500 mA 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

IC = 500 mA 

lB =50mA 

IC = 150 mA 

lB =15mA 

ICBO 

IEBO 

BSY 54 

BSY 53 

BSY 54 

BSY 53 
BSY 54 

h21E 

BSY 53 

BSY 54 

BSY 53 

BSY 54 

BSY 53 
BSY 54 

VCEsat 

VBEsat 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

10 nA 

10 IlA 

10 nA 

20 55 

20 40 
35 80 

50 

100 

35 65 
80 135 

40 120 

100 300 

20 35 
V 

40 60 

0,15 0,6 

V 

0,5 1,2 

0,95 1,2 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Transition frequency 
Fr«iuence de transition 

Output capacitance 
Capaci~ de sortie 

1 nput capacitance 
Capaci~ d'tlntr" 

Input impedance 
Impédance d'entrH 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transftlrt inVtlrstl de la tttnsion 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transftlrt dinct du courant 

Output admittance 
Admittance dtl sortitl 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Rflsistance thtlrmiqutl (jonction-ambianttt) 

Junction-case thermal resistance 
Rflsisrance thtlrmiqutl (jonction-boTtitlr) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

IC =50mA 

f = 50 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

VEB =0,5 V 

IC =0 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

Min. 

fT BSY 53 
BSY 54 

C22b 

C11b 

BSY 53 0,8 h11e BSY 54 1,6 

h12b 

h21e 
BSY 53 30 
BSY 54 50 

h22b 
BSY 53 3,5 

BSY 54 4,5 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

BSY 53, BSY 54 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

100 
MHz 

145 

6,5 10 pF 

23 33 pF 

4,5 
kil 

9 

0,8 3 10.4 

100 

250 

10 
/J.S 

12,5 

220 °C/W 

58 °C/W 

3/5 
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BSV 53, BSV 54 

TVPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

BSY 55 
BSY 56 

LF amplification 
Amplification BF 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

p 
tot 

(W) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

i'~ 
i '\ 
1 '\ 1 

1 " 1 

50 100 150 200 T amb (OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collectfJur-émettfJur 

Emitter-base voltage 
Tension émettfJur-bilse 

Collector current 
Courllnt collectfJur 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Dissiplltion de puisSllnce Tcase = 25°C 

Junction temperature max. 
TempértlwrtI de jonction 1 

) 

Storage temperature min.' 
Température de stockage 

max., 

VCBO 120V 

~
40 -120 

h21E (150 mA 
00 - 300 

BSY55 

BSY 56 

100 MHz Typ. 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté C8-' derni~rtls pages 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO. 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié IIU bOÎtier 

(Unless otherwise statedl 
rs.uf indicetions contreiresJ 

120 V 

80 V 

7 V 

500 mA 

0,8 W 

3 W 

200 oC 

- 65 oC 

+200 oC 

76-19 1/5 
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BSY 55, BSY 56 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Collector-base eut-off current 
Courant rtlsiduel collecteur-tMS8 

Emitter-base eut-off current 
Courant rtlsiduel émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

1 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-tlmettflur 

* Pulsed 
Impulsions 

tp = 200 ilS 0';;; 1 % 

2/5 
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VCB = 90 V 

lE =0 

VCB = 90 V 

lE =0 

Tamb= 150°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

VCB = 10 V 

IC =0,1 mA 

VCB = 10 V 

IC =1 mA 

VCB = 10 V 

IC = 10mA 

VCB = 10 V 

IC = 150 mA 

VCB = 10 V 

IC = 500 mA 

IC = 150 mA 

lB = 15mA 

IC = 150 mA 

lB =15mA 

ICBO 

IEBO 

BSY 55 

BSY 56 

BSY 55 

BSY 56 

h21'E* 
BSY 55 

BSY 56 

BSY 55 

BSY 56 

BSY 55 

BSY 56 

VCEsat* 

VBEsat * 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires! 

Min. Typ. Max. 

10 nA 

10 IlA 

10 nA 

20 50 

35 100 

60 

125 

35 65 

75 laO 

40 120 
100 300 

20 

35 

0,2 0,6 V 

1 1,3 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small siQnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capecité de sortie 

1 nput capacitance 
Capacité d'entrée 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

Reverse voltage transfer ratio 
Rapport de transfert inverse de la tension 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Output admittance 
Admittance de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistanœ thermique (jonction·boÎtier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10V 

IC =50mA 

f = 50 MHz 

VCB = 10 V 

lE =0 

V EB =0,5V 

IC =0 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 
f = 1 kHz 

VCE = 5 V 

IC =1 mA 

f = 1 kHz 

Tamb = 25°C 

BSY 55 
fT 

BSY 56 

C22b 

C11b 

h11e 
BSY 55 

BSY 56 

h12e 

h21e 
BSY 55 
BSY 56 

h22e 
BSY 55 

BSY 56 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

BSY 55, BSY 56 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

100 

145 

6 10 

23 33 

0,8 5 

1,6 9 

0,6 3 

30 150 

60 280 

2 7 
3 10 

220 

58 

MHz 

MHz 

pF 

pF 

kn 

kn 

10.4 

f,J.S 

f.J.S 

°C/W 

°C/W 

3/5 
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BSV 55, BSV 56 

TVPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

BSY 79 

- Low current switching 
Commutation faible courant 

- "Nixie" driver 
Commande des tubes "Nixie" 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

P
tot 

(W) 

0,8 

0,6 \--+-\-......:fr----'I--+_~ 

0.4 ~";"'f---+--"t~-+---I 

0,2 ~";"'+-"""'C::--I-"""+---I Tamb(OC) (1) 

L-...L...'--_'--_L...-___ --' T case (OC) (2) 

o 25 40 80 120 160 200 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur·bllse 

Emitter·base voltage 
Tension émetteur-bllse 

Collector-emitter voltage 
Tension coflecteur-4metteur 

Collector current 
Cour/lnt collecteur 

Power dissipation 
Tamb = 25°C 

Dissip/ltion de puissance T case = 25°C 

Junction temperature 
Tempéreture de jonction 

Storage temperature 
Tem~fllturfl de stock. 

VCEO 120V 

h21 E (1 V - 1 mA) 30 min 

VCEsat 

Rth(j-c) 

0,3 V to 0,2 mA 

150°CAN max 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
Boîtier Voir dessin co~ CB-S' demi/ues peges 

, 
Weight : 0,32 g. 
Masse 

VCBO 

1 

VEBO 1 

1 

VCEO 
1 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

COE 
1 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié /lU boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Seuf indiClltion$ contl7llresJ 

120 V 

5 V 

120 V 

30 m A 

0,300 W 

1 W 

175 oC 

+175 oC 

75-47 1/3 
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BSY 79 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant r~lidual col/actaur-baSll 

Emitter-base cut-off current 
Courant r'siduel 'mettflur-baSll 

Static forward current transfer ratio 
Valaur statique du repport de trllnsfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de sllturetion collecteur-émattflur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de II/turlltion base-émattaur 

T.amb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 90 V 

lE =0 

VCB =90 V 

lE =0 

Tamb= 150°C 

V EB = 4 V 

lE =0 

VCE = 1 V 

IC =1 mA 

IC =2mA 

lB =0,2 mA 

IC =2mA 

lB =0,2mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small sitJnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Output capacitance 
CapacitfJ de sortie 

1 nput capacitance 
C.pacitfJ d'ent" 

Transition frequency 
Frtlquence de trensition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
R'sistllnce thermique (jonctionoflmbiantfl) 

unction-case thermal resistance 
RfJsistance thermique (jonction-bOÎtier) 

2/3 
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VCE =10V 

IC =0 

VEB = 1 V 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC = 10mA 

f = 50 MHz 

Min. 

I CBO 

IEBO 

h21E 30 

VCEsat 

VBEsat 

C22b 

C11b 

fT 

Rth(j-a) 

Rthlj -c) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

3 50 nA 

10 J.LA 

2 SO nA 

60 

0,3 0,5 V 

1 V 

4,5 pF 

50 pF 

80 MHz 

150 °C/W 

SOO °C/W 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Iceo 
(nA ) 1 1 

Vce =90 V / 

1 
1 

1 
/ 

/ 
/ 

V 
/ 

J 
l/ 

/ 
/ 

100 

h21E (Ic) 

h21E (lC=1mA) 

8 

6 

4 

4 

Tamb(OC) 

Tamb ::: 25°6 

.-" 

i.--" 

V 

BSY79 

18 

) 
/Vo,2~A ~ 

8 

V/ ~ ~ 1 L 
UV 1--" 0,1

l
smf 'J-

Vv ~ 014mA 
~ , '/ 

'/ 1""-" 012 mA 
1 

j , / 1 i_ 

'/: 0,1, mAI 1 

1 

/Yi 1 

0,08 mA 
~ 

Vy 1 O,OSmA 

~ 0,04 mA 

16 

14 

12 

10 

6 

4 

2 
l/" 

o 
o 

Tamb = 25°C le =0.02 mA 

10 

" ::::10";--
-

~~ ...... --.... 
" C'~~ 1\ 

'" \. 
\ 

f-

4 68 
IC(mA) 

20 30 
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NPN SI LlCON TRANSISTOR, EPIT AXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

ESM 269 

- ESM 269 is a very low noise VH F 
transistor. It features low intermo­
dulation distorsion 
L'ESM 269 estun transistor VHF à très 
faible bruit et à faible niveau d'intermo­
dulation. 

Dissipation 
Variation de dissipation 
Ptot 
(WI 

0,4 

0,3 i\ 
1 

1'" 1 
1 

1 ~ 1 

1 

~ 1 
1 

0,2 

0,1 

o 
50 100 150 200 Tamb(OCI 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Ten.ion collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Temion col/ecteur-4metteur 

Emitter-base voltage : 

Tenl/on 'metteur-balfl 

Collector current 
Courent collecteur 

Power dissipation 
Diaipetlon de puiaence 

Junction temperature max. 
Templrerure de jonction 

Storage temperature min. 
Ttlmp'rerure de .tocle. max. 

VCBO 

fT(20 mA) 

F(200 MHz) 

Gp(200 MHz) 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

30V 

2GHz 

1,5dB 
22dB 

Typ. 
Max. 
Typ. 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin co~ CB4 dernilre."..,. 

1 
Weight : 0,7 9 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

T j 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Connection M is connected to case 1 
La connexion M est reliée au boirier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indication, contrllire.J 

30 V 

20 V 

1 V 

100 mA 

360 mW 

200 oC 

- 65 oC 
+200 oC 

76 - 26 1/2 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector·base breakdown voltage 
Tension de cllKlueflll collecteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquafltl col/tlcteur~metttlur 

Collector-base eut-off current 
Courant msiduel collecteur-bastl 

Emitter-base eut-off current 
Courant rtJsiduel émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Test conditions 
Condition. de mtnure 

IC = 10llA 

lE =0 

IC =3mA 

lB =0 

VCB = 15 V 

lE =0 

VEB = 1 V 

IC =0 

VCE =9 V 

IC =5mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Reverse transmission coefficient 
Coefficient de transmission inverstl 

Forward transmission coefficient 
Coefficient de tren,mission directe 

Noise figure 
Facteur de bruit 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

VCE =9 V 

IC =20mA 

f = 200 MHz 

VCE =9 V 

IC =5mA 

f = 200 MHz 

VCE =9 V 

IC =5mA 

f = 200 MHz 

VCE =9 V 

IC =5mA 
f = 200 MHz 

Rg = Optimum 

V(BRICBO 

V(BRICEO 

ICBO 

IEBO 

h21E 

fT 

S12e 

S21e 

F 

Junction-ambient thermal resistance 1 
Résistance thermique (jonction .. mbiante) 1 "'hIJ." 

2/2 
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(Unless otherwise statedl 
(Slluf indicetlons contreira) 

Min. Typ. Max. 

30 V 

20 V 

100 nA 

1 nA 

50 250 

2 GHz 

-25 dB 

14 dB 

1,5 dB 

... 1 
C/w 



NPN SILICON TRANSISTOR, PLANAR TRIPLE DIFFUSED 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR TRIPLE DIFFUSE 

The ESM 282 is an high frequency X-55 plastic 
package transistor, intended for mixer and os­
cillator stage in TV VHF tuners. 
L'ESM 282 est un transistor haute fréquence en bOÎ­
tier plastique X-55 destiné aux étages mélangeurs et 
oscillateurs dans les sélecteurs de canaux TV VHF. 

V(BR)CEO 

ESM 282 

PRELIMINARV DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

30 V min 

20 V min 

950 MHz 

0,38pF 

2,5 dB à 200 MHz 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CS·76 derniiires pages 

p 
tot 

(W) 

300 

200 

100 

:\ 
1 1\ 
1 \ 1 

1 1\ 1 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-MIIIfI 

Collector-emitter voltage 
Tension co/lecteur-4metteur 

Emitter-base voltage 
Tension tlmetteur-MIIIfI 

Collector current 
Courant co/lecteur 

Power dissipation 
Dissiplltion de puislllnœ 

Junction temperature 
Tempiirllture de ionction 

Weight : 0,3 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

1 
(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

30 V 

30 V 

4 V 

20 mA 

300 mW 

125 oC 

75- 6 1/4 
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ESM 282 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base breakdown voltage 
Ttmsion d8 claquafltl COllecteur-baH 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquafltl colltlcteur-4rrH1tteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquafltl ~metteur-baStl 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
dinct du courant 

Transition frequency 
Fr~quence de transition 

Feedback capacitance 
Capacit~ de rtlaction 

Noise figure 
Facteur de bruit 

2/4 
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Test conditions 
Conditions de mesun 

IC = 100 /lA 

lE =0 

IC =5mA 

lB =0 

lE = 100/lA 

IC =0 

VCE = 10V 

IC =5mA 

VCE = 10V 

IC =5mA 

VCE =10V 

VCB = 10V 

VCE = 10 V 

IC =2mA 

f = 200 MHz 

V(BRICBO 

V(BRICEO 

V(BR)EBO 

h21E 

fT 

-C12e 

C12b 

F 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

30 V 

30 V 

4 V 

20 

950 MHz 

0,38 pF 

0,36 pF 

2,6 dB 



fT 
(MHz 

8 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

/.IS 

200 

100 

) .-~ vCE =10V 
/ " l '\. 

1 \ 
~ 

f----- -- \- ----

--- - - --

--------f----

o 5 10 15 

VCE = 10 V 

f = 35 MHz 

~-1-- --- 1--- - -

b22e ----1---1--- - - -1-- --

r--- ---

V --V V l.--" 
o 2 4 6 8 

ESM 282 

3/4 

753 

1 



ESM 282 
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PNP SILICON TRANSISTOR, PLANAR 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR 

The ESM 379 is a low noise high current transistor 
with very good signal handling capability. 
It is intended for use as input amplifier in large signal 
TV tuners with PIN diodes AGC. 

L'ESM 379 IISt un transistor fort courant à faiblll bruit 

admllttant un signal d'lIntr" dll nivllau '''"V{J. 
1/ IIst dllstin{J à /'{Jtagll d'lIntr{JII dlls .I/lCt/lurs dll canaux TV à 
grandll dynamiquII av/IC CAG à diodlls PIN. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector·base voltage lE = 0 
Tllnsion collllct/IUr·t.SB 

----
Collector·emitter voltage lB = 0 
Tllnsion collllctllur-4m11ttllur 

Emitter·base voltage IC=O Tllnsion émllttllur·t.SB 

Collector current 
Cou,.nt collllctllur 

Power dissipation Tamb ~45°C Dissip.tion dB puisS/lnC/l 

Junction temperature max 
Tllmp{J,.turtl dB jonction 

Storage temperature min 
Tllmp4,.turtl dB stockagtl max 

il:;THOMSON'CSF 
CMS04 SEMCCJlD,..CTEIJIS 

~ 

F 

*ESM 379 

* Preferred device 
Dispositif f/ICOmmandl 

5dBà IC = 8 mA 
f = 800 MHz 

18 dB à IC = 8 mA 
f = 800 MHz 

Plastic case CB·146 - See outline drawing on last pages 
BOÎtier plastique Voir dllssin coté dernières pages 

C 

Weight : 0,11 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

\tg 

B~' 

./ 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

-20 

-13 

-3 

-20 

170 

150 

1 

-55 
+150 

75·2 

V 

V 

V 

mA 

mW 

oC 

oC 
oC 

1/2 
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ESM 379 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant rtJsiduel colltIC~ur-ba. 

Collector-base breakdown voltage 
Ttmsion de claquage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Ttmsion de claquage collacteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -10 V 

lE = 0 

IC = -1001lA 

lE = 0 

IC = -5mA 

lB = 0 

lE = -10pA 

IC = 0 

VCE = -10V 

IC = -8mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small siQnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fr{Jquence de transition 

Output capacitance 
CIIpacitfl de sortia 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Power gain 
Gain en puisSllnce 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-lllmbiante) 

212 

756 

VCE = -10 V 

IC = -8mA 

f = 100 MHz 

VCB = -10 V 

lE = 0 

f = 1 MHz 

VCB = -10V 

RG = 50n 

IC = -8mA 

f = 800 MHz 

VCB = -10V 

IC = -8mA 

RL = 2kn 

f = 800 MHz 

Min. 

ICBO 

V(BRlCBO -20 

V(BRlCEO -13 

V(BRlEBO -3 

h21E 20 

fT 

C22b 

F 

Gp 

1 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-100 nA 

V 

V 

V 

1,2 GHz 

0,6 pF 

5 dB 

18 dB 

600 °C/w 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

*ESM 642 
*ESM 643 

Compl. of ESM 692, ESM 693 

- High breakdow voltage 
Haute tension de claquage 

- Low saturation voltage 
Basse tension de saturation 

- Low capacitance 
Basse capacitance 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

0,6 

0,4 

0,2 

~ 

1'\ 
: \. 
1 

'\r\. 1 

: 
1 '\ 1 
1 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector·emitter voltage 
Tension collecteur.tJmetteur 

Collector·base voltage 
Tension collecteur·base 

Emitter·base voltage 
Tension tJmetteur·base 

Collector current 
Courtlnt collecteur 

Power dissipation Tamb= 25°C 
Dissipetion dB puissance Tcase= 25°C 

Junction temperature 
max. TemptJl1Iture dB jonction 

Storage temperature min. 
TemptJreture de stockege max. 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

IC 

Ptot 

Tj 

Tstg 

* Preferred device 
Dispositif recommendtJ 

{ 
300 V 

200 V 

ESM 642 

ESM 643 

VCEsat { 0,5 V 
(20 mA/2 mA) 0,4 V 

ESM 642 
ESM 643 
ESM 642 
ESM 643 { 

3 pF 
C22b 4 pF 

Case TO-92 - See outline drawing CB-97 on last pages 
BOÎtier Voir delSln cohl CB-97 dernitJrtls pllfltls 

Weight : 0,3 g. 
Messe 

ESM 642 

300 

300 

6 

0,5 

0,625 
1,5 

150 

- 55 
+150 

Bottom view 
Vue de dBlSous 

(Unless otherwise stated) 
(Seuf indice tians contreires) 

ESM 643 

200 

200 

6 

0,5 

0,625 
1,5 

150 

- 55 
+150 

V 

V 

V 

A 

W 

W 

oC 

oC 
oC 

76·281/3 
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ESM 642, ESM 643 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courent ~siduel collectflu,..bII. 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur·bII. 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector·base breakdown voltage 
Tension de claquage collectflur-bllse 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émettflur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émtltteur 

Test conditions 
Conditions de "",SUnl 

VCB =200 V 

lE =0 

VCB = 160V 

lE =0 

VEB =5 V 

lB =0 

V EB =4 V 

lB =0 

IC =1 mA 

lB =0 

IC = 100ilA 

lE =0 

lE =101lA 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC =1 mA 

VCE = 10 V 

IC =10mA 

VCE =10V 

IC =30mA 

IC =20mA 

lB =2mA 

IC =20mA 

lB =2mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output eapaeitanee 
Capacité de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistanee 
Rlsistance thermique (jonction-bOÎtier) 

Junction-ambient thermal resistanœ 
Rlsistance thermique /jonction-ambiante) 

* Pulsed 
Impulsions 

2/3 
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tp =200 ilS ô ",1% 

VCE = 20 V 

IC =10mA 
f = 20 MHz 

VCB =20 V 

IC =0 
f =1 MHz 

ESM 642 

ICBO 

ESM 643 

IEBO 

V(BRICEO* 
ESM 642 
ESM 643 

V(BRICBO 
ESM 642 
ESM 643 

V(BRIEBO 

h21E 

ESM 642 

ESM 643 

VCEsat 
ESM 642 
ESM 643 

VBEsat 

fT 

C22b 
ESM 642 
ESM 643 

Rth(j-el 

Rth(j-al 

(Unless otherwise stated) 
rs.uf indicetlons contreinls) 

Min. Typ. Max. 

0.25 IlA 

0,25 IlA 

0.1 IlA 

0,1 IlA 

300 V 
200 V 

300 V 
200 V 

6 V 

25 

40 

40 
50 

0,5 V 
0,4 V 

0.9 V 

50 MHz 

3 pF 

4 pF 

83,3 °C/W 

200 °C/W 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4 

.,)~ 
~~ 

"....-
./ 14c 

'" V 'j 

-----V ..,-
~~~oc 

V ~ 
:'t\ 4 

V CE
1
= lb J-

r---.-

-
1\ 
r\. 

:\. 
\1\ , 
~ , 

4 6 8 
'CimA) 

fT 
(MHz) 

8 

l/ 

V 
6 

4 

V 

j,o"'" 

VCEsat 
VBEsat 

IV) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

t"-
~=10 

r'B 
Tj =25°C 

~I~~~\ .... 
~ 
I--~ 

1"-
\1 

~~satl 

ESM 642, ESM 643 

.JI' V
V 

~ V 

./ 
/ --

5 1002 5 10
' 

2 

-
VCE = 20 V 
T j = 25°C 

l'r-... 
i\ 

\ 

4 6 8 
'cImA) 
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX *

*ESM 692 
ESM 693 

Compl. of ESM 642, ESM 643 

- High breakdown voltage 
Haute tension de claquage 

- Low saturation voltage 
Basse tension de saturation 

- Low capacitance 
Basse capacitance 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

0,6 

0,4 

0,2 

-1,\ 
1 

~ 1 

1 '\~ : 
1 

'" 1 

50 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation Tamb= 25°C 
Dissipation de puissance Tcase= 25°C 

Junction temperature max. 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

il:.THOMSON-CSF 
""""'" Sa.'CCKlucm.., 

~ 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

~-300 V 

t-200 V 

VCEsat {-0,5 V 
(-20 mA/-2 mA) -0,4 V 

~6 pF 
C22b t8 pF 

ESM 692 

ESM 693 

ESM 692 
ESM 693 

ESM 692 

ESM 693 

Case TO-92 - See outline drawing CB-97 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté C8-97 derniéres pages 

Weight : 0,3 g. 
Masse 

Tamb = +25 oC 

ESM 692 

VCEO -300 

VCBO -300 

VEBO -5 

IC -0,5 

Ptot 
0,625 
1,5 

Tj 150 

Tstg 
- 55 
+150 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

ESM 693 

-200 V 

-200 V 

-5 V 

-0,5 A 

0,625 W 
1,5 W 

150 oC 

- 55 oC 

+150 oC 

76 - 21 1/4 
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ESM 692, ESM 693 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Co"ector-base eut-off current 
Courant ~siduBI col/lICtflur-bBSB 

Emitter-base cut·off current 
Courant r~siduel ~mettflur-bBSB 

Co"ector-emitter breakdown voltage 
TBnsion de claquage col/Bctflur-émBttflur 

Co"ector-base breakdown voltage 
Tension de clequafJfI col/ectflur-bBSB 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquafJfI ~mBttflur-bBSB 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rappon de transfert 
direct du courant 

Co"ector-emitter saturation voltage 
Tension de saturBtion collecteur-émBttflur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension dB saturation bBSB-émtlttflur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 
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cS " 1 % 

Tamb =25°C 

Test conditions 
Conditions dB mBlUl'8 

VCB = -200 V 

lE =0 

VCB = -160 V 

lE =0 

VEB = -3 V 

lB =0 

IC =-1 mA 

lB =0 

IC = -1001J,A 

lE =0 

lE =-10IJ,A 

IC =0 

VCE =-10V 

IC =-1 mA 

VCE =-10V 

IC =-10mA 

VCE =-10V 

IC =-30mA 

IC =-20 mA 

lB =-2mA 

IC = -20 mA 

lB =-2mA 

Min. 

ESM 692 

ICBO 

ESM 693 

IEBO 

V(BR)CEO* 
ESM 692 -300 

ESM 693 -200 

V(BR)CBO 
ESM 692 -300 
ESM 693 -200 

V(BR)EBO -5 

25 

h21E* 40 

ESM 692 25 
ESM 693 30 

VCEsat 
ESM 692 

ESM 693 

VBEsat 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrlûrBs) 

Typ. Max. 

-0,25 IJ,A 

-0,25 IJ,A 

-0,1 IJ,A 

V 

V 

V 

V 

V 

150 

-0,5 V 
-0,4 V 

-0,9 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
CapeciM de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
R~si$tance thermique (jonction·boÎtier) 

Junction·ambient thermal resistance 
R~$i$tance thermique Ijonction .. mbiante) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -20 V 

IC = -10mA 

f = 20 MHz 

VCB = -20 V 

IC =0 

f = 1 MHz 

Min. 

fT 50 

ESM 692 C22b ESM 693 

Rth(j.c) 

Rth(j-a) 

ESM 692, ESM 693 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

9 
8 

83,3 

200 

MHz 

pF 

pF 

°C/W 

°C/W 

3/4 
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ESM 692, ESM 693 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

lJSJ 
---...; ... , 

120 

90 
25°C 

T. = -55°C 
J 

60 

30 

VCE = 10V 

\ 
\ , 
'~ 

S\ 
~~ 
\, 

468 
IC(mA) 

fT 
(MHz) 

V 
6 

V 
/ 

/ 
4 
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~......-

0,8 

- -VS!-I--0,6 

0,4 

0,2 

1---
VCEsat 

o 

r'\ , 
\ 

\ 
~ 

VCE = 20V 

T
j 

1 = rOI 
4 6 8 

IC(mA) 

!--

VC~ = 16v 
IC/IS= 10 ...... 

l....----" / 

/ 
1 

__'V 

468 
IC(mA) 



Field effect transistors 
Transistors à effet de champ 

El 
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FIELO-EFFECT TRANSISTOR, SILICON. N CHANNEL 
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N 

*2N 3819 

- LF amplification 
Amplification BF 

- HF amplification 
Amplification HF 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(mw) 

200 

150 

100 

50 

~ 

'" '" '" o 25 50 75 100 T amb (oCI 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Drain-source voltage 
Tension drain-source 

Gate-source voltage 
Tension grille-source 

Gate-drain voltage 
Tension grille-drain 

Gate current 
Courant de grille 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max. 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockllfltl max. 

"

THOMSON-CSF 
[)M5j()NSEMCONIlOCm.<OS 

~ 

IOSS 

Y21s (1 kHz) 

Y21s (100 MHz) 

C 12ss 

*Preferred device 
DisP06itif recommsncM 

2 - 20 mA 

2mS min. 

1,6 mS min. 

4 pF max. 

Plastic case TO-92-See outline drawing CB-97 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CB-97 dernières pages 

1 
Weight : 0,3 g. 
Masse 

VOS 

VGS 

VGO 

IG 

Ptot 

Tj 

Tstg 

25 

-25 

-25 

10 

200 

125 

-55 
+150 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

mA 

mW 

oC 

oC 
oC 

75-47 1/3 

767 

1 



2N 3819 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

Gate-source breakdown voltage 
Tension de claquage grille-source 

Drain current 
Courant de drain 

Gate-source eut-off voltage 
Tension grille-source de blocage 

Gate-source voltage 
Tension grille-source 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VOS = 0 
VGS = -15 V 

VOS = 0 
VGS = -15 V 

Tarn!:> = 1000C 

VOS = 0 

'
G = -ltJ.A 

VOS = 15 V 
VGS = 0 

VOS = 15 V 

'D = 2nA 

VOS = 15 V 

ID = 200tJ.A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTÉRISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

mput capacitance 
Capacité d'entrée 

Reverse transfer capacitance 
Capacité de transfert inverse 

Forward transfer admittance 
Admittance de transfert direct 

Forward transfer admittance 
Admittance de transfert direct 

Output admittance 
Admittance de sortie 

* Pulsed 
Impulsions 

2/3 
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t p ~ 300 tJ.s {j ~ 2 % 

VOS = 15 V 
VGS = 0 

f = 1 MHz 

VOS = 15 V 
VGS = 0 

f = 1 MHz 

VOS = 15 V 
VGS = 0 
f = 1 kHz 

VOS = 15 V 
VGS = 0 
f = 100 MHz 

VOS = 15 V 
VGS = 0 
f = 1 kHz 

Min_ 

'
GSS 

'GSS 

V(BR)GSS -25 

'OSS*' 2 

VGS off 

VGS -0,5 

C11ss 

C12ss 

* IV21s1 2 

\V21s1 1,6 

IV 22s1 * 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ_ Max_ 

-2 nA 

-2 tJ.A 

V 

20 mA 

-8 V 

-7,5 V 

8 pF 

4 pF 

6,5 mS 

mS 

50 p.S 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTIQUES STATIQUES 

I--~-+--+-f-""-,,-l----+--+---j~+---f 
I---Hr-+---+-t--\--r- ---\r--

\ 

~--+----tl----+---t -- -l-r---- ---rr-
2 -r-- ~-- ~- ~~:= tt--= -=--~= : 

10-3 ' 
5 -- -1-----r-- -- -: -~--- ----- --1--

min typ max 
1O_4 2 t-------f- 1 --- 1 -- [--

o 1 2 3 4 - VGS (V) 

2N 3819 

OYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais) 
CARACTtRISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Y21s 
(mS) 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

,,/ 

-........ i"'" 

2 4 68 

10-2 10-1 

VOS = 15V 
f = 1 kHz 

V 
V 

1 
/ 

/ 

li 
~ 

468 2468 

100 10 (mA) 

OYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTtRISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

C11ss 
(pF ) 

8 

r-

4 
............... 

VOS = 
f = 

.............. r-.... ....... 
~ .............. 

4 

15V 
1 MHz 

4 

C12ss 
(pF) 

-r-

4 

VOS = 15V 
f = 1 MHz 

-r--. 
4 

-VGS(V) 
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FIELD EFFECT TRANSISTORS, SILICON, N CHANNEL 

TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM, CANAL N 

HF amplification 
Amplification HF 

LF amplification 
Amplification BF 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 
tot 

(mW ) 

IDSS 

Y21s 

en ( 10 Hz) 

0,5-2,5 mA 
2-10 mA 
4-20 mA 

1,5 - 4,5 mS 
3- 6,5 mS 
3,5- 6,5 mS 

3 pF max 
3 pF max 
2 pF max 

2N 3821 
2N3822 
2N3823 

2N 3821 
2N 3822 
2N 3823 

2N 3821 
2N 3822 
2N 3823 

2N 3821 
2N 3822 
2N 3823 

200 nVI Viii" max 2N 3821 
200 nVI VHz max 2N 3822 

F ( 100 MHz) 2,5 dB max 2N 3823 
300 -f' 

1 ~ 
Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB-4 c16rni~res pages 

1 "\ 
~ 1 

1 " ~ ~ 

200 

100 

o 

Weight 
Masse 0,7 9 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Drain source voltage 
VOS Tension drain source 

Gate source voltage 
VGS Tension grille source 

Gate drain voltage 
VGO Tension grille drain 

Gate current 
Courant de grille IG 

Power dissipation 
Ptot Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction max Tj 

Storage temperature min 
Température de stockage max Tstg 

2N 3821 
2N 3822 

50 

-50 

-50 

10 

300 

+ 175 

-65 
+200 

Bottom view 
Vue de dessous 

M GOS 
o 

Connection M is connected to case 
La connexion M elt reliée au boitier 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

2N 3823 

30 V 

-30 V 

-30 V 

10 mA 

300 m w 

+ 175 oC 

- 65 OC 

+200 oC 

75-47 1/4 
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2N 3821, 2N 3822, 2N 3823 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTIQUES STATIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VOS= 0 

Total leakage gate eurrent VGS = -30V 

Courant de fuite total de grille 
VOS = 0 
VGS = -20V 

VOS = 0 
VGS = -30V 
tamb= 150°C 

Total leakage gate eurrent 
Courant de fuite total de grille VOS = 0 

VGS = -20V 

tamb= 150°C 

Gate souree breakdown voltage VOS = 0 
Tension de claquage grille source IG = -11lA 

Orain current VOS = 15V 

Courant de drain VGS = 0 

Gate source eut-off voltage VOS = 15V 

Tension grille-source de blocage 10 = 0,5 nA 

VOS = 15V 

10 = 50llA 

Gate source voltage VOS = 15V 
Tension grille source 10 = 200llA 

VOS = 15V 

10 = 400IlA 

• Pulsed 
• Impulsion tp";;; 300 ilS 1) ..;;; 2 % 

2/4 
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Tamb = + 25°C 

2N 3821 
2N 3822 

IGSS 

2N 3823 

2N 3821 
2N 3822 

IGSS 

2N 3823 

2N 3821 
2N 3822 V(BR)GSS 
2N 3823 

2N 3821 
2N 3822 

10SS· 
2N 3823 

2N 3821 
2N 3822 

VGSoff 2N 3823 

2N 3821 

VGS 2N 3822 

2N 3823 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

min typ max 

-0,1 nA 
-0,1 nA 

-0,5 nA 

-100 nA 
-100 nA 

- 500 nA 

-50 V 
- 50 V 
-30 V 

0,5 2,5 mA 
2 10 mA 
4 20 mA 

-4 V 
-6 V 
-8 V 

-0,5 -2 V 

-1 -4 V 

-1 -7,5 V 



2N 3821, 2N 3822, 2N 3823 

OYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CA RA CT!RISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) Tamb= + 25 oC 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

Test conditions 
Conditions de mesure min typ max 

VOS = 15V 2N 3821 6 pF 
1 nput capacitance VGS= 0 C11ss 2N 3822 6 pF 
Capacité d'entrée f = 1 MHz 2N 3823 6 pF 

VOS= 15V 2N 3821 3 pF 
Reverse transfer capacitance VGS= 0 C12ss 2N 3822 3 pF 
Capacité de transfert inverse f = 1 MHz 2N 3823 2 pF 

VOS= 15V 
Input admittance VGS= 0 Re lY11sl 2N 3823 800 ilS 
Admittance d'entrée f = 200 MHz 

VOS= 15V 2N 3821 1,5 4,5 mS 

VGS= 0 2N 3822 3 6,5 mS 
f = 1 kHz 2N 3823 3,5 6,5 mS 

Forward transfer admittance IY21s1 
Admittance de transfert direct 

VOS= 15V 2N 3821 1,5 mS 
VGS= 0 2N 3822 3 mS 
f = 200 MHz 2N 3823 3,2 mS 

VOS= 15V 2N 3821 10 ilS 
Output admittance VGS= 0 IY22s1 2N 3822 20 ilS 
Admittance de sortie f = 1 kHz 2N 3823 35 ilS 

VOS= 15V 
Output admittance VGS= 0 Re IY22s1 2N 3823 200 ilS 
Admittance de sortie f = 200 MHz 

VOS= 15V 
Noise figure VGS= 0 
Facteur de bruit RG = 1 kn F 2N 3823 2,5 dB 

f = 100 MHz 

VOS= 15 V nV Equivalent reverse voltage VGS= 0 en 2N 3821 200 --
Tension équivalente de bruit f = 10 Hz 2N 3822 200 v'HZ 

3/4 
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2N 3821, 2N 3822, 2N 3823 

STATIC CHARACTERISTICS 
CA RA CTtRIS TIQUES STA TIQUES 

OYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais) 
CARACTtRISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

ID 
(mA ) 

............ 

'" f'... 

\ , 

~ 

1---

o 

.......... 

" 
1\ 
J~-
~ 

f--

~ 
~ 

~ 

\ 
\ 

N 
Z 

r--- w 

~ 
Il 

1 1 
VOS=15V 

t p EO; 300 ilS 

6 ~ 2% 

" 
\ 

\ 
~ 
I\~-

f--

~ 
I~ r---

2 3 - VGS (V) 

OYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais) 
CARACTtRISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

jv21s 
(mS ) 

4 

3 

2 

1 

o 

VOS= 15 V 
f = 1 kHz 

i 
if 

Il 
1{ 

--'-
V 

/ 
V 

io" 

~ ~ 

2 4 68 2 4 68 

10.2 10.1 100 

If 
~ 

1{ 

J 

V 

468 

~21~ ~ 
1 (mS)8 (nV/y'Hl 

6 

4 

1 
1 

921!.--r -1---~ 

/ 

Vos = 15 V -
) ....... 

ID = 200pA 
1"\.. 

~f = 5 Hz 

\. 

\ 

20 

~if 
~ 

5 \ 
\ , 

/ ~ 

/ 
1 

/ 
VOS = 15V 

4 

0 ~ 
\. 

!'I.. 

"" VGS = 0 5 r---

n 
4 6 8 2 468 

102 f (MHz) 
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FIELD EFFECT TRANSISTOR, SILICON, N CHANNEL 

TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM, CANAL N 

2N 3824 

Chopper 
Découpeur 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(mW ) 

300 

200 

100 

o 

~ 
1 r'\. 
1 "\ 
1 " 1 " 1 " 50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Drain source voltage 
Tension drain source 

Gate source voltage 
Tension grille source 

Gate drain voltage 
Tension grille drain 

Gate current 
Courant de grille 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction max 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

IDSX 0,1 nA max 

rds on 250 il max 

Case TO·72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 dernijres pages 

Weight: 
Masse 0,7 g 

VOS 

VGS 

VGO 

IG 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

M 

GOS 
o 

Connection NI is connected to case 
La connexion M est rel. eu boTrier 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

50 V 

-50 V 

- 50 V 

10 mA 

300 mW 

+ 175 Oc 

- 65 oc 
+200 oC 

75-47 1/3 
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2N 3824 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTIQUES STATIQUES Tamb = + 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VGS =-30V 

VOS =0 
Total leakage gate eurrent 
Courant de fuite total de grille 

VGS = -30V 
VOS = 0 
Tamb = 150°C 

Gate source breakdown voltage VOS = 0 
Tension de claquage grille source IG = -1#lA 

VOS = 15V 

VGS = -SV 

Drain eut-off eurrent 
Courant résiduel de drain VOS = 15 V 

VGS = - SV 
Tamb = 150°C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTtRISTIQUES DYNAMIQUES 

On state drain souree resistanee VGS = 0 
Résistance drain source à l'état ID = 0 

passant f = 1 kHz 

Input capaeitance VGS =0 

Capacité d'entrée VOS = 15V 
f = 1 MHz 

Reverse transfer capaeitanee VGS = -SV 

Capacité de transfert inverse VOS =0 
f = 1 MHz 

2/3 

716 

IGSS 

V(BRlGSS 

10SX 

rds on 

C11ss 

C12ss 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire ) 

min typ max 

-0,1 nA 

-0,1 #lA 

-50 V 

0,1 nA 

0,1 #lA 

250 on 

6 pF 

3 pF 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

6/7 
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10SS 
(mA) 

J 1 é li J20lv li Jo 1 
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SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION 

Generator 
GtJnlretsur 

Zo = son 
tr ,,0,5 ns 

~ "0,5 ns 

V11---+-........... ..., 

~ ~ 1J.Ls 
li = 10% 

1

12 V (2N 4391) 

VGSX = = 7 V (2N 4392) 
- 5 V (2N 4393) 

1

12 mA (2N 4391) 
ID on~ 6 mA (2N 4392) 

3 mA (2N 4393) 

v 

OV 

son 

V1 

OV 

'1 = VGSX 
41 

V2 1 

~VOO 

ID on x 25 n 

90% 

50% 

10% 

~ 

td(off) 

10% 

90% 

" ~ 
\. ~ 

toff 

~ 

r 

/ 
J 

1 

2N 4391, 2N 4392, 2N 4393 

r 
1 

tr 

ton 

td(on) 

'" 
tr 

\ 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

" 
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2N 4391, 2N 4392, 2N 4393 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Turn-on delay time 
Retard li la croissance 

Rise time 
Temps de croissance VOO = 10V 

VGS on = 0 
VGSX =-12V 

Turn-off delay time ID on ""'12mA 
Retard à la décroissance 

Fall time 
Temps de décroissance 

Turn-on delay time 
Retard li la croissance 

Rise time 
Temps de croissance VOO = 10V 

VGS on = 0 
VGSX =-7V 

Turn-off delay time ID on ""'6 mA 
Rfltard li la décroissance 

Fall time 
Temps de décroissance 

Turn·on delay time 
Retard li la croissance 

Rise time 
Tflmps de croissance VOO = 10V 

VGSon = 0 

VGSX =-5V 
Turn-off delay time ID on ""'3 mA 
Retard li la décroissance 

Fall time 
Tflmps dfl dkroissancfl 

4/7 
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td(on) 2N 4391 

tr 2N 4391 

td(off) 2N 4391 

!t 2N 4391 

td(on) 2N 4392 

tr 2N 4392 

td(off) 2N 4392 

tf 2N 4392 

td(on) 2N 4393 

tr 2N 4393 

td(off) 2N 4393 

tf 2N 4393 

(Unless otherwise stat~d) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

15 ns 

5 ns 

20 ns 

15 ns 

15 ns 

5 ns 

35 ns 

20 ns 

15 ns 

5 ns 

50 ns 

30 ns 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Gate-source eut-off voltage 
Tension grille-source de blocage 

Drain-source saturation voltage 
Tension de saturation drain·source 

On·state drain·source resistance 
Résistance drain-source à l'état passant 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VOS = 20V 

'0 = 1 nA 

VGS = 0 

'0 =12mA 

VGS = 0 

'0 = 6mA 

VGS = 0 

ID = 3mA 

VGS = 0 

ID = 1 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

On-state drain-source resistance 
Résistance drain·source à l'état passant 

Input capacitance 
Capacité d'entrée 

Reverse transfer capacitance 
Capacité de transfert inverse 

... Indicates JEOEC registred data 
Valeurs d'origine JEDEC pour information 

VGS = 0 

'0 =0 
f = 1 kHz 

VGS =0 
f = 1 MHz 

VOS =0 
(VOS = 20 V·) 

VOS = 0 
VGS = -12 V 
f = 1 MHz 

VOS = 0 
VGS = -7 V 
f = 1 MHz 

VOS = 0 
VGS = -5 V 
f = 1 MHz 

VGS off 

VOS sat 

VOS sat 

VOS sat 

rOS on 

rds on 

Cllss 

C12ss 

C12ss 

C12ss 

2N 4391, 2N 4392, 2N 4393 

2N 4391 
2N 4392 
2N 4393 

2N 4391 

2N 4392 

2N 4393 

2N 4391 
2N 4392 
2N 4393 

2N 4391 
-2N 4392 
2N 4393 

2N 4391 

2N 4392 

2N 4393 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contreires) 

Min. Typ. Max. 

-4 -10 V 
-2 -5 V 
-0,5 -3 V 

0,4 V 

0,4 V 

0,4 V 

30 il 
60 il 
100 il 

30 il 
60 il 
100 n 

26 pF 

(14*) 

4 pF 

4 pF 

4 pF 

3/7 
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2N 4391, 2N 4392, 2N 4393 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

Gate-source breakdown voltage 
Tension de claquage grille-source 

Drain eut-off current 
Courant résiduel de drain 

Forward gate-source voltage 
Tension grille-source en direct 

Drain current 
Courant de drain 

* Pulsed 
Impulsions 

217 

804 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VOS = 0 
VGS =-20V 

VOS = 0 
VGS = -20 V 

Tamb = 1500C 

VOS = 0 
IG = -lpA 

VOS = 20 V 
VGS = -12 V 

VOS = 20 V 
VGS =-7V 

VOS = 20 V 
VGS = -5 V 

VOS = 20V 
VGS = -12 V 

~mb= 1500C 

VOS = 20 V 
VGS =-7V 

Tamb = 1500C 

VOS = 20 V 
VGS = -5 V 

Tamb = 150°C 

VOS = 0 
IG = 1 mA 

VOS = 20 V 
VGS = 0 

IGSS 

IGSS 

V(BR)GSS 

IOSX 2N 4391 

IOSX 2N 4392 

IOSX 2N 4393 

IOSX 2N 4391 

IOSX 2N 4392 

IOSX 2N 4393 

VGS 

2N 4391 

IOSS* 2N 4392 
2N 4393 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-0,1 nA 

-0,2 p.A 

-40 V 

0,1 nA 

0,1 nA 

0,1 nA 

0,2 p.A 

0,2 p.A 

0,2 p.A 

1 V 

50 150 mA 
25 75 mA 
5 30 mA 



FIELO-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N 

*2N 4391 
*2N 4392 
*2N 4393 

- High speed choppers 
Découpeurs rapides 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 
tot 

(w) 

1,8 

1,2 

0,6 

o 
o 

l" 
~ 1 

1 "-1 
1 

'" 1 

1 " 1 1'\. 1 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Drain-source voltage 
Tension drain-source 

Gate-source voltage 
Tension griffe-source 

Gate-drain voltage 
Tension grille-drain 

Gate current 
Courant de griffe 

Power dissipation Tcase = 25°C Dissipation de puiSSllnce 

Junction temperature 
max. Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

rOS on { :~ 
100 n 

15 ns 

* Preferred device 
Dispositif recommancN 

max. 
max. 
max. 

max. 

2N 4391 
2N 4392 
2N 4393 

Case TO-18- See outline drawing CB-6 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coœ CB-6 derni~res pages 

, 
Weight : 0,32 g. 
Masse 

VOS 

VGS 

VGO 

IG 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue dtI dtlssous 

Gate is connected to case 
La grille est refi" /lU boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

40 V 

-40 V 

-40 V 

50 mA 

1,8 W 

+ 175 oC 

-65 oC 

+ 200 oC 

75-46 1/7 
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2N 4220, A - 2N 4221, A - 2N 4222, A 

OYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

6 

4 

8 

4 

F 

-
- .... 
\. , 
\ 

--
r--

o 

r-_ 
.... r-. 

-r-. ...... r-.. 

'r\ 
\ 
\ 

N 

~~ ~ ,-):. 

VOS= 15 V 
f = 1 kHz 

r-.. 
Î', 

\ 
1\ 

1\ 
\ 

N ~~ z--f-

it 
~ !:S 

Il 
):> 

2 

(dB) r-~--r-r-T""'T'"T"---r-T"""'T"'T"T[-V-O""S-="T"1-5"'V'" 

1 \ VGS=O 
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2N 4220, A - 2N 4221, A - 2N 4222, A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTIOUES STA TlOUES 

ID 
(mA) 

10-1 

10-3 

2 

10-4 

.......... 
........... 

.......... 

t'-. 

" 

0,2 0,4 

1 1 1 

2N 4220, A 
VOS=15V 

- -----
t p '" 300 j.IS 

'\ [, '" 2% -

r\ 
i\. 

\ 

1\ 
\ 

1\ 

.1 
J 

ID 
(mA) 

2 

10-1 

2 

10-2 

r- l''-t-
t-- t--r---

t-- t--t--

~I r---., --

---r-r-

1 

1 

-r-

0,6 0,8 - VGS (V) 

ID 

(mA) r--+-..... 2N 4222, A 

2 + ___ r::::~_"""""+ ___ V--r0_S_=_15,-V __ 

100 tp '" 300 j.lS -+---+~~,..-+--+----; 
5 b '" 2 %-----r-~ -----,---+---+-----1 

21--- --- --- -----~- - ---

10-1 \ 

2 -----t----- \ 
10-2 1---+--+---t--+---t--;--""1 

5 -'---"------ ----- ----- --~ ! 1 

2 - ---+--t---- -----

10-3 1---+--+---t--+---t---t--t-""1 

10-4'-~ ---~=:=It 
a 2 3 - VGS (V) 

1 1 1 1 1 

2N 4221, A 
- -_VOS = 15V 

~ 
tp '" 300 ja 

- [, '" 2% 

I-- l\ r-
'l 
J 

II 
I-- ---1-- r1 I--i t-

---:--- r---

--- - ,-r 
2 -VGS (V) 
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2N 4220,A - 2N 4221, A - 2N 4222, A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

Gate·source breakdown voltage 
Tension de claquage grille·source 

Drain current 
Courant de drain 

Gate·source eut-off voltage 
Tension grille-source de blocage 

Gate-source voltage 
Tension grille-source 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VOS = 0 
VGS = -15 V 

VOS = 0 
VGS = -15V 

Tamb = 1500C 

VOS = 0 
IG = -lOpA 

VOS = 15 V 
VGS = 0 

VOS = 15 V 

ID = 0,1 nA 

VOS = 15 V 

ID = 50/J.A 

VOS = 15 V 

ID = 200/J.A 

VOS = 15 V 

ID = 500/J.A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Input capacitance 
CapilCité d'entrH 

Reverse transfer capacitance 
Capacité de transfert inverse 

Forward transfer admittance 
Admittance de transfert direct 

Output admittance 
Admittance de sortie 

Noise figure 
Facteur de bruit 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 

800 

o .;;;; 2% 

VOS = 15 V 
VGS = 0 

f = 1 MHz 

VOS = 15 V 
VGS = 0 
f = 1 MHz 

VOS = 15 V 
VGS = 0 
f = 1 kHz 

VOS = 15 V 
VGS = 0 
f = 1 kHz 

VOS = 15 V 
VGS = 0 

RG = 1 Mn 

f = 100 Hz 

L'd = 10 Hz 

IGSS 

IGSS 

V(BRIGSS 

2N4220,A 

10SS* 2N4221,A 

2N4222,A 

2N4220,A 
VGSoff 2N4221,A 

2N4222,A 

VGS 2N4220,A 

VGS 2N4221,A 

VGS 2N4222,A 

C11ss 

C'2ss 

2N4220,A 

Iv21s1 2N4221,A 

2N4222,A 

2N4220,A 

IV22s 1 2N4221,A 

2N4222,A 

2N4220 A 

F 2N4221 A 
2N4222 A 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-0,1 nA 

-0,1 pA 

-30 V 

0,5 3 mA 

2 6 mA 

5 15 mA 

-4 V 

-6 V 

-8 V 

-0,5 -2,5 V 

-1 -5 V 

-2 -6 V 

6 pF 

2 pF 

1 4 mS 

2 5 mS 

2,5 6 mS 

10 1J.S 
20 1J.S 
40 1J.S 

2,5 dB 



FIELO-EFFECT TRANSISTOR, SILICON. N CHANNEL 
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N 

*2N 4220,A 
*2N 4221 , A 
*2N 4222, A 

- L F amplification 
Amplification BF 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 
tot 

(mW) 

300 

200 

100 

o 

f' 
~ : 

1 

'~ 1 
1 

1 

" 1 
1 

110 100 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Drain-source voltage 
Tension drain-source 

Gate-source voltage 
Tension grille-source 

Gate-drain voltage 
Tension grille-drain 

Drain current 
Courant de drain 

Gate current 
Courant de grille 

Power dissipation 
Dissipation de puiSSllnce 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

IOSS { 
Y21s { 
F (100 Hz) 

0,5- 3mA 
2 - 6mA 
5 -.15 mA 

1 - 4mS 
2 - 5mS 
2,5- 6mS 

* Preferred device 
DIIPO.itlf recommtlncN 

2N 4220, A 
2N 4221, A 
2N 4222, A 

2N 4220, A 
2N 4221, A 
2N4222,A 

2N 4220 A 
5dB max. 2N 4221 A 

2N 4222 A 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 dernières pages 

1 
Bottom view 
Vue de dellOU. 

M 

GOS 
o 

Weight : 0,7 g. 
M_ 

VOS 

VGS 

VGO 

ID 

IG 

Ptot 

Tstg 

Connection M is connected to case 
Le connexion M est reliée au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

30 V 

-30 V 

-30 V 

15 mA 

10 mA 

300 mW 

-65 oC 

+200 oC 

75-47 1/4 
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NOTES 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

C12ss 
(pF ~ 

6 

4 

2 

10-1 

100 

Cl1ss 
(pF) 6 

VOS=O V 

l-
100 

8 I--- VOS 10V 

10-1 

10-1 
468 

100 

4 

2N 4117, A - 2N 4118, A - 2N 4119, A 

Tamb = 25°C 
f = 1 MHz 
Vos = 10V 

-

6 8 
- VGS (V) 

Tamb = 25°C 
f = 1 MHz 

1 

468 

- VGS (V) 
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2N 4117, A - 2N 4118, A - 2N 4119, A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

IGSS 
(pA) 

VGS=-20V 

VOS = a 
/ 

1/ 
/ 

1/ f VGSof 

(V) 

-5 V 
V 

1/ 
/ 

V
V 

-4 

101 

2 

10-1 

4/5 

796 

j 

/ 
/ 

J 
/ 

1 

/ 
50 100 

-3 

V 
V to 

hl ~ IOSS à Vos = 10 V, VGS=O _ 

-2 

-1 

V GS off to VOS = 10 V , ID = 1 nA 
à 

150 T(vil (OC) a 0,2 

DYNAMIC CHARACTERISTIC. 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUE 

IY21~ VOS=10V 
(mS) f = 1 KHz 

0,15 I--~+---+-----I----l 

0,1 1---+------..:lIk-----I----l 

0,05 t---+---+---*-----I 

a 0,5 1,5 - VGS (V) 

0,4 0,6 IOSS (mA) 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(IlA) 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

2N 4117 

Î 

/ 
1 

L 
1 

v-= 
5 

2N 411 
/' 

~ 

/ 
1 ~ 
'1 
1 ,-
1 

1 
/' 

1 

V 
~ 

o 5 

vGS-ov 

-O,2V 

0,4 V 

-O,6V 
r--

-O,SV 1 

10 15 Vos (V) 

vGS ov 

O,5V 

-1V 

1 1 

_l,5VI 

,
2V r-

2,5 V 

10 15 Vos (V) 

2N 4117, A - 2N 4118, A - 2N 4119, A 

ID 
(I-!A) 

150 

100 

50 

102 

101 

100 

2 

10.1 

VT 1 

ri 2N 4118 

,~ 

1 

I 

~ 
o 5 10 

........ 
~ 

" " '\ " \ \ \ 
~ 

, 
\ 

1\ l1 \ 
\ \ , 

1» 1» 
1--1- ~-1-- z_ -

~ 
.... ~ 

li Il 
o 2 

vGS-o V 

-O,5V 

r-
-l,~V 

15 Vos (V) 

1 

~ 

~\ 
\ 

3 4 - VGS (V) 
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2N 4117, A - 2N 4118, A - 2N 4119, A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTlRISTIQUES STATIQUES 

Tamb = 25 0 C 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

Gate source breakdown voltage 
Tension de claquage grille source 

Orain current 
Courant de drain 

Gate source eut-off voltage 
Tension grille source de blocage 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VOS =0 

VGS = -20V 

VOS =0 

VGS = -20V 

VOS =0 

VGS = -20V 

Tamb = 150 Oc 

VOS =0 

IG = -1 pA 

VOS = 10V 

VGS =0 

VOS = 10V 

10 = 1 nA 

OVNAMIC CHARACTERISTICS (For small signais) 
CARACTlRISTIQUES DYNAMIQUES (Pour petits signaux) 

Input capacitance VOS = 10V 

Capacité d'entrée VGS = -1 V 

f = 1 MHz 

Reverse transfer capacitance VOS = 10V 

Capacité de transfert inverse VGS = -1 V 

f = 1 MHz 

Forward transfer admittance VOS = 10V 

Admittance de transfert direct VGS =0 
f = 1 KHz 

VOS = 10V Output admittance 
=0 Admittance de sortie VGS 

f = 1KHz 

VOS = 10V 
Forward transfer admittance 

VGS =0 Admittance de transfert direct 
= 30 MHz f 

2/5 
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2N 4117 
2N 4118 
2N 4119 

2N4117A 
IGSS 2N 4118 A 

2N 4119 A 

Ali types 
Tous types 

V(BR)GSS 
Ali types 
Tous types 

2N 4117, A 
10SS 2N 4118, A 

2N4119,A 

2N4117,A 
VGS off 2N4118,A 

2N4119,A 

Tamb = 25 oC 

C11ss Ali types 
Tous types 

C12ss Ali types 
Tous types 

! V21S! 

2N 4117, A 
2N 4118, A 
2N4119,A 

2N4117,A 
IV22s 1 2N4118,A 

2N 4119, A 

Re(V21s) 
2N 4117, A 
2N4118,A 
2N4119,A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

min max 

-10 
-10 
-10 

-1 
-1 
-1 

- 2,5 

-40 

0,03 0,09 
0,08 0,24 
0,2 0,6 

-0,6 -1,8 
-- 1 -3 
-2 -6 

pA 
pA 
pA 

pA 
pA 
pA 

nA 

V 

mA 
mA 
mA 

V 
V 
V 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

3 pF 

1,5 pF 

70 210 pS 
80 250 pS 
100 330 pS 

3 pS 
5 pS 
10 pS 

60 pS 
70 pS 
90 pS 



FIELD - EFFECT TRANSISTOR, SILICON, N CHANNEL 

TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM, CANAL N 

*2N 4117,A 
*2 N 4 118, A 
*2N4119,A 

Very high impedance input stages. 
E lectrometry 

Etages d'entrée.t très haute impédance. 
E lectrométrie. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(mW 

300 

) 

200 

100 

---

o 

-

~ 1 

Î'\. 1 

1 "\ 
Î'\. 1 

1 

1 "\ 1 

~ 1 
1 

50 100 150 Tamb (OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Drain-source voltage 
Tension drain-source 

Gate-source voltage 
Tension grille-source 

Gate-drain voltage 
Tension grille-drain 

Drain current 
Courant de drain 

Gate current 
Courant de grille 

Total power dissipation 
Dissipation totale de puissance 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

Operating ambient temperature min 
Température ambiante de fonctionnement max 

IGSS 

IGSS 

IDSS 

1 pA max 
1 pA max 
1 pA max 

10 pA max 
10pA max 
10 pA max 

30- 90IlA 
80- 240llA 
200- 600llA 

* Preferred device 
D;spOlÏt;f recomtrl8ndfl 

2N4117 A 
2N 4118 A 
2N 4119 A 

2N 4117 
2N 4118 
2N 4119 

2N 4117, A 
2N 4118, A 
2N 4119, A 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir d6ss;n cotrJ CB-4 œrn;(Jres PllflBs 

Tamb + 25°C 

VOS 

VGS 

VGO 

ID 

IG 

Ptot 

Tstg 

Tamb 

Weight: 07 
Masse: • 9 

Connection M is connected to case 
La connexion M est relifle au boÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

40 V 

- 40 V 

-40 V 

50 mA 

50 mA 

300 mW 

-65 
+ 175 

oC 

-55 oc 

+ 175 oC 

75· 07 1/5 
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2N 4091, A· 2N 4092, A· 2N 4093, A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

rds on 
(S1) 

r---
j 

V 
~ 

1 

1 

V 
./ 

~ 

l' 1 
2N .w93, ~ 2N 4091 ,lA 

2N 4092, A J 
1 J 

1 1/ 
1 L 

./ .."., ~ 

...;... - VOS = 0 
f = 1 kHz 

Tamb = 26 Oc 

o 2 3 4 5 6 7 8 -VGS(V) 

C12ss 
(pF) 

8 

6 

4 

1,5 

t----...... 

'" 
o 

VGS ='-12V 
f = 1 MHz-

Tamb = 25°C 

---r-- Max. 1--. 

~ ---r---~ 

5 10 15 

C11ss 
(pF) 8 

6 

4 

8 

6 

4 

~ 
\. 

~ 

o 

~ -1-- .... -r-- t--

5 10 

V~S= 1k V 
f =1 MHz 

Tamb = 25°C 

Max. 

r--.... Min. -

15 
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2N 4091, A - 2N 4092, A - 2N 4093, A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

ID 
(mAI VGs='=OV 

6/7 

790 

75 

50 

25 

ID 
(mA 1 

15 

10 

5 

o 

5 

2N 4093, A 

~ 
1 

~ 

Ir 
V 

il"" 

o 5 

-1V 

-2\1 

-3V 

-4V 

-sv 
-6V 

-7V 

10 15 VOS (VI 

VG~=OV 

1 
t p "300/,5 
6 .. 2% 

-O,SV 

1V-

-1,SV 

10 15 

ID 
(mAI 

60 

40 

20 

0 

ID 
(mAI 

2N 4092, A 
1 

t p .. 300 /,5 

6 .. 2% 1 

T~ 
/ 

~ 
IV , 
o 5 

.-r-""-5 ........ 
r-.... 2 

~ '" 5 " 2 ~ 
\ 
\ , 

21--- f----J N-
Z 

1---1--
~-

f--- 1-- ~-
» 

VGS=O 

-1 V 

2V 

-3V 

-4V 

10 15 

-.-....--

t"':"-. 
.... 1\.. 

"\ 
1\ T\ 
\ \ , l 

~\ 
N 

I-- z_ 

~-1--

1-- » »-

tp " 3OO/,s- f--

T 6 j2%1 _ f--



SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Generator 
Gtlnlrataur 

Zo = son 
tr <; 1 ns 

Vl ~--+---1""...., 

tf '" 1 ns 
~ ~ 1 ps 
li = 10% 

- 12 V (2N 4091, A) 
GSX - 8 V ( 2N 4092, A ) 

- 6 V (2N 4093, A ) 

son 

o 

------------' V'l = VGS 
41 

~6,6mA (2N4091,A) 
) on "" 4 mA ( 2N 4092, A ) 

"" 2,S mA (2N 4093, A ) 

Vl j 

V 
90 % " 

SO% 

10% 
X 

lt 

V21 

td(off) 

0 
10% 

2Sn 90% 

, 

1 

2N 4091, A - 2N 4092, A - 2N 4093, A 

~ 

X ,) 

toft 

tf 

V 

1 
j 

or 

tr 

ton 

tdton) 

~ 

tr 

Oscilloscope 
Ost:illost:opa 

ZI =son 
tr '" 0,4 ns 

CI E;; 1,7 pF 

\ 
" 
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2N 4091, A - 2N 4092, A - 2N 4093, A 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Turn-on delay time 
Retard Il la croissance 

VOO =3V 

Rise time VGS on= 0 
Temps de croissance VGSX = -12 V 

ID on ""6,6 mA 

Turn-off time 
Temps total de décroissance 

Turn-on delay time 
Retard à la croissance 

VOO =3V 

Rise time VGS on= 0 
Temps de croissance VGSX =-8V 

ID on ""4 mA 

Turn-off time 
Temps total de décroissance 

Turn-on delay time 
Retard à la croissance 

VOO =3V 

Risetime VGS on= 0 
Temps de croissance VGSX =-6V 

ID on ""2,5 mA 

Turn off time 
Temps total de décroissance 

4/7 
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tdlon) 2N 4091, A 

tr 2N4091,A 

toff 2N 4091, A 

td1on) 2N 4092, A 

tr 2N 4092, A 

toff 2N 4092, A 

tdlon) 2N 4093, A 

tr 2N 4093, A 

t off 2N 4093, A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

15 ns 

10 ns 

40 ns 

15 ns 

20 ns 

60 ns 

20 ns 

40 ns 

80 ns 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Orain source saturation voltage 
Tension de saturation drain source 

On state drain source resistance 
Résistance drain source à l'état 
passant 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VGS = 0 

10 = 6,6 mA 

VGS = 0 

10 = 4mA 

VGS = 0 

10 = 2,5 mA 

VGS = 0 

10 = 1 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

On state drain source resistance 
Résistance drain source à l'état 
passant 

Input capacitance 
Capacité d'entrée 

Reverse transfer capacitance 
Capacité de transfert inverse 

* Indicates JEOEC registred data 
Valeurs d'origine JEDEC pour information 

VGS = 0 

10 =0 
f = 1 kHz 

VGS =0 
f = 1 MHz 

VOS =0 

VGS =0 
f = 1 MHz 

(VOS = 20V·) 

VOS = 0 
VGS =-20 V 
f = 1 MHz 

VOS sat 

VOS sat 

VOS sat 

rOS on 

rds on 

C11ss 

C11ss 

C12ss 

2N 4091, A - 2N 4092, A - 2N 4093, A 

2N 4091,A 

2N 4092, A 

2N 4093, A 

2N 4091, A 
2N 4092, A 
2N 4093,A 

2N 4091, A 
2N 4092, A 
2N 4093, A 

2N 4091, A 
2N 4092, A 
2N 4093, A 

2N 4091, A 
2N 4092, A 
2N 4093, A 

2N 4091, A 
2N 4092, A 
2N 4093, A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

0,2 V 

0,2 V 

0,2 V 

30 il 
50 il 
80 il 

30 il 
50 il 
80 il 

28 pF 

(16";) pF 

5 pF 
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2N 4091, A . 2N 4092, A . 2N 4093, A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Test conditions 

Tamb = + 25 oC 

Conditions de mesure 

2N 4091 
VGS = -20V 2N 4092 
VOS = 0 2N 4093 

2N 4091 A 
VGS = -20V 2N 4092 A 
VOS = 0 2N 4093 A 

Total leakage gate eurrent IGSS 
2N 4091 Courant de fuite total de grille VGS = -20V 

VOS =0 2N 4092 

Tamb = 150 Oc 2N 4093 

VGS = - 20 V 2N 4091 A 

VOS = 0 2N 4092 A 

Tamb = 150°C 2N 4093 A 

2N 4091 
2N 4092 
2N 4093 

Gate source breakdoll)/n voltage VOS = OV V(BRIGSS 
Tension de claquage grille source IG = -1/lA 2N 4091 A 

2N 4092 A 
2N 4093 A 

VOS = 20V 2N 4091 

VGS = -12V 2N 4091 A 

VOS = 20V 2N 4092 

VGS = -8V 2N 4092 A 

VOS = 20V 2N 4093 

VGS = -6V 2N 4093 A 
Drain eut-off eurrent 10SX 
Courant résiduel de drain VOS = 20V 

VGS = -12 V 
2N 4091 

Tamb = 150 oC 
2N 4091 A 

VOS = 20V 
2N 4092 

VGS = - 8 V 
Tamb = 150°C 

2N 4092 A 

VOS = 20 V 
2N 4093 

VGS = -6V 
Tamb = 150 Oc 2N 4093 A 

2N 4091, A 
Drain eurrent VOS = 20V 

10SS* 2N 4092, A 
Courant de drain VGS = 0 2N 4093, A 

VOS = 20 V 
2N 4091, A 

Gate source eut-off voltage 2N 4092,A 
Tension grille source de blocage ID = 1 nA VGSoff 2N 4093, A 

* pulsed 
* impulsion t p ';;; 300 ilS 1j';;; 2 % 

2/7 

786 

( unless otherwise stated 1 
( sauf indication contraire) 

min typ max 

-0,2 nA 
-. 

- 0,025 nA 

-0,4 /lA 

-0,05 /lA 

-40 V 

-50 V 

0,2 nA 
0,025 nA 

0,2 nA 
0,025 nA 

0,2 nA 
0,025 nA 

0,4 /lA 
0,05 /lA 

0,4 /lA 
0,05 /lA 

0,4 /lA 
0,05 /lA 

30 mA 
15 mA 
8 mA 

-5 -10 V 
-2 -7 V 
-1 -5 V 



FIELD-EFFECT TRANSISTOR, SILICON. N CHANNEL 
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N 

*2N4091,A 
*2N 4092,A 
*2N 4093,A 

Fast switching 
Commutation rapide 

Chopper 
Découpeur 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

1,8 

1.2 

0,6 

o 

-
Î'\ 
1 "-

~ 
"-

"-, 
50 100 150 200 Tcase (oC) 

ABSOLUTE RATINGS ( L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Drain source voltage 
VOS Tension drain source 

Gate source voltage 
VGS Tension grille source 

Gate drain voltage 
VGO Tension grille drain 

Gate current 
IG Courant de grille 

Power dissipation 
Tcase 25 oC Ptot Dissipation de puissance 

Junction temperature Tj Température de jonction max 

Storage temperature min 
Température de stockage max Tstg 

~1HOMSON-CSF 
"""""SEMlC/NX.CTE\.I!S 

~ 

30 mA 

IOSS 15mA 

8mA 

1 

30n 

rOS on 50n 

80n 

* Preferred device 
Di$positif rtlCommantM 

min. 2N 4091, A 
min. 2N 4092, A 

min. 2N 4093, A 

max. 2N 4091, A 

max. 2N 4092, A 

max. 2N 4093, A 

Case TO-18 -Seeoutlinedrawing CB-6 onlastpages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-6 demillres pages 

, 
Weight: 0,32 g. 
Masse 

2N 4091,2N 4092 
2N 4093 

40 

-40 

-40 

10 

1,8 

+175 

- 55 
+200 

Gate is connected to case 
LB grille est reliée BU boitifl, 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

2N 4091 A,2N 4092A 
2N 4093 A 

50 

-50 

-50 

10 

1,8 

+175 

- 55 
+200 

75-47 

V 

V 

V 

mA 

W 

oC 

oC 
oC 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mA) 

"""' ......... ....... 
..... 

'"" 
......... 
~ 

~ , 
rnin.~ 

\ 
\ 
\ 
l 

,VOS,= 15:V_ 

t p <; 300 /JI -

6 ..;; 2% -

1\.. 
\ 

max. 

~ 
i 
\ 
\ 
\ 

2 3 4 5 6 7 -v GS(V) 

250 

'7' 1055 

" / i"'~ 

200 

'-X 
V 

, 
"'. 

150 

100 
./ 

o 50 100 

IOSS 
mA) ( 

25 

20 

15 

10 

8 

• 

IGSS 
(nA) 

6 

2 

10-3 

o 

~ 

J 
1 

mln.J 

V 

1 " , / 

./ 
/ V 

V -- "....,~ 
poo-

2 4 

VGS =-20V 

-'-
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
j 

L 
/ 

50 100 

2N 3966 

Il 
max. 

j 

'1 1 
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2N 3966 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TION 

Generator 
GtlnlretflUr 

Zo = son 
tr <: 1 ns 
~ <: 1 ns 
tp ~ 1 ilS 

li = 50% 

1'0 on~l mA 1 

4/5 

782 

Vlt----+-............ .., 

v 

OV 

5012 

OV 

'1 = VGSX 
41 

:::::VOO 

50 
12 

Vl 

V2j 

ID on x 25 n 

90% 

50% 

10% 

~ 

td{offl 

10% 

90% 

5012 

"' 
~ , 
~ 

toff 

lt 

/ 
) 

r 

J 

~ 

tr 

ton 

tdlon) 

r """ 

tr 

Oscilloscope 
D«:illtJlCQPe 

Z, =5012 
tr <: 10 ns 

CI";; 10pF 

\ 
" 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!1nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

On-state drain-source resistance 
VGS = 0 

Résistance drain-source à l'état passant ID = 0 

f = 1 kHz 

VGS =0 

f = 1 MHz 

1 nput capacitance 
(VOS = 20 V"') 

Capacité d'entrée 
VGS =0 
f = 1 MHz 

VOS = 0 

Reverse transfer capacitance 
VOS = 0 

Capacité de transfert inverse 
VGS = -7 V 

f = 1 MHz 

SWITCH 1 NG CHARACTE R ISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Turn-on delay time 
Retard à la croissance 

Rise time 
Temps de croissance 

Turn-off time 
Temps total de décroissance 

* Indicates JEOEC registred data 
Valeurs d'origine JEDEC pour information 

VGSX =-6V 

VGS on = 0 
VOO = 1,5 V 

ID on ~ 1 mA 
RL = 1,25 kU 

Min. 

rds on 

Cllss 

C11ss 

C12ss 

td(on) 

tr 

toff 

2N 3966 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

220 n 

(6*) pF 

9 pF 

1,5 pF 

20 ns 

100 ns 

100 ns 

3/5 
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2N 3966 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Gate current 
Courant de grille 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

Gate-source breakdown voltage 
Tension de claquagtl grille-source 

Drain eut-off current 
Courant résiduel de drein 

Drain current 
Courant de drain 

Gate-source cut-off voltage 
Tension grille-source de blocagll 

Drain-source saturation voltage 
Tension de saturation drain-source 

* 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VGO = -20V 

IS =0 

VGO =-20V 

IS =0 
Tamb = 150°C 

VGS = -20V 

VOS = 0 

VOS = 0 
IG = -1 !lA 

VOS = 10V 
VGS = -7 V 

VOS = 10 V 
VGS = -7 V 
Tamb = 150°C 

VOS = 20 V 
VGS = 0 

VOS = 10 V 

ID = 10nA 

VGS = 0 

'0 = 1mA 

Pulsed 
Impulsion tp"' 300 P.S 0 o "'2% 

2/5 

780 

Min. 

IGOO 

IGOO 

IGSS 

V(BRIGSS -30 

10SX 

'OSX 

10SS· 2 

VGS off -4 

VOS sat 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-0,1 nA 

-200 nA 

-0,1 nA 

V 

1 nA 

2 !lA 

mA 

-6 V 

0,25 V 



FIELO-EFFECT TRANSISTOR, SILICON. N CHANNEL 
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N 

-Switching 
Commutation 

-Chopper 
Découpeur 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
p 
tot 

(mW 

300 

200 

100 

o 

) 

0 
~ 1 

1 '" 1 
i 
1 

" 1 
1 

60 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Drain-source voltage 
Tension drain-source-

Gate-source voltage 
Tension grille-source 

Gate-drain voltage 
Tension grifle-drain 

Gate current 
Courant de gril/e 

Power dissipation 
Di"i".tion d8 pui_nce 

Junction tempe rature max. 
T"",piratura de Jonction 

Storage temperature min. 
Tempirature dfl nock.." max. 

* Preferred device 
Dlqnnitlf recommentN 

IOSS 2mA min. 

VGSoff 4-6V 

IOSX 1 nA max. 

rdson 2200 max. 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 derniires".. 

1 
Weight : 0,7 g. 
M_ 

VOS 

VGS 

VGO 

IG 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vw de dessou, 

Connection 110ft is connected to case 
La connexion M est reliée au bottier 

(Unless otherwise stated) 
(SIIuf indication, contraire,) 

30 V 

-30 V 

-30 V 

10 mA 

300 mW 

200 oC 

-55 oC 

+200 oC 

75 -46 1/5 
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ST ATIC CHARACTE R ISTICS 
CARACT!RISTIOUES STA TlOUES 

IOSX 
(nA) 1 1 

f- VOS = 15 V 
VGS= - 8 V 

/ 
/ 

/ 
V 

/ 
~ 

/ 
V 

/ 
/ 

o 25 50 75 100 125 150 Tj (OC) 

rds 
(krl) 

10-1 

J 
6 j 
/ --o 

min 

---~ 2 

J 
jmax 

/ 
/ 

/ 

3 4 5 - VGS (V) 

2N 3824 

1 

3/3 

777 



2N 5432, 2N 5433, 2N 5434 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

6/8 

846 

ID 
(mAI 

300 1-----,1--

200~~~+-----4------+----~ 

-2V 

100~~--4------+------r-----~ 

_~~_"""'I-II-3V 

5 10 15 VOS(VI 

50 

40 

30 

20 

10 

100 200 300 400 500 600 -Vos(mVI 

100 200 300 400 500 

ID 
(mAI 5 

2 

102 
5 

i 2N 5433..., --~ t p 0;;;; 300 /AS -

" 
6 0;;;;2% -

2 1\. 
101 

5 

~ 
\. 

2 

100 
5 

2 
10-1 

i\ 
.1 

VOS-15V1 

J 
5 

2 
10-2 

5 

2 

10-3 
5 

2 3 4 5 6 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mA) 2N 5432 t p '" 300 ilS 

b ";;2 % 

600 

400 

200 

5 10 

VGS=O 

-1 V 

-2V 

-3V 

-4V 

-5V 

15 VOS(V) 

-ID ,..-_....----..,_---,_--,-_--,-_--,-_-. 
(mA) 

100 200 300 400 500 600 -VOS(mV) 

2N 5432, 2N 5433, 2N 5434 

'0 
(mA) 2N 5432 

1 1 
t p .;;; 300 ilS 

60 6 ";;;2% 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
0 100 200 

ID 
(mA) 5 

2 

102 
5 

2 

101 

5 

2 

100 
5 

2 
10-1 

5 

2 
10-2 

5 

2 

10-3 
5 

1- --'-

t p '" 300 ilS 

6 ..;;; 2% 

300 400 500 VOS(mV) 

2N 5432 

r-.... 
"-

"'" "-
" 
~ 

\ 
VOS=15V\ 

\ , 
~ 

1\ , 
l 
1 , 2 

10-4
0 2 3 4 5 6 
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2N 5432, 2N 5433, 2N 5434 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION 

Generator 
G~",,.reur 

Zo OK 60n 
tr <1 ns 

V11---........... .., 

t, <1 ns 
t p ~200 ns 
f =500 Hz 

v 

1
50 mV (2N 5432) 

VOS on - 70 mV (2N 5433) 
100 mV (2N 5434) 

OV 

4/8 

844 

av 

'1- VGSX 
41 

~VOO 

VOS on 

V1t 

90% 

50% 

10% 

!t 

V2 

td(off) 

10% 

90% 

"'" 
~ , 

1\. .) 

toff 

!t 

V 

V 
j 

, 

tr 

ton 

tdlOn) 

~ 

tr 

Oscilloscope 
06CillOlCoptI 

z,-50n 
tr <0,4 ns 

CI <: 1,7 pF 

\ 
" 



,YNAMIC CHARACTERISTICS (for small siqnals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VGS = 0 
On-state drain-source resistance 

ID =0 
R,.istanctl drain·source " "'tat passant 

f = 1 kHz 

Input capacitance 
VOS = 0 
VGS = -10 V 

c.,.clt' d'entr. 
f = 1 MHz 

Reverse transfer capacitance 
VOS = 0 
VGS = -10V 

Capacit' de transfert inll/lr:se 
f = 1 MHz 

SWITCH 1 NG CHARACTE R ISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Turn-on time 
Temps total de croi:s:sance VOO = 1,5V 

VGS on = 0 
VGSX = -12 V 

Turn-off time 
VOS on = 50mV 

Temp. total de tNcroissance 

Turn-on time 
Temps total de croissance VOO = 1,5V 

VGS on = 0 
VGSX =-12V 

Turn-off time VOSon =70mV 
Temp. total de dtlcroi_nce 

Turn-on time 
Temps total de crois:sance VOO = 1,5V 

VGS on = 0 
VGSX =-12V 

Turn-off time VOS on = 100 mV 
Temps total de d'croissance 

rds on 

C11ss 

C12ss 

ton 

toff 

ton 

toff 

ton 

toff 

2N 5432, 2N 5433, 2N 5434 

Min. 

2N 5432 2 
2N 5433 
2N 5434 

2N 5432 

2N 5433 

2N 5434 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

5 n 
7 n 
10 n 

30 pF 

15 pF 

5 ns 

36 ns 

5 ns 

36 ns 

5 ns 

36 ns 

3/8 
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2N 5432, 2N 5433, 2N 5434 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Gate current 
Courant de grille 

Total gate leakage current 
Courant,de fuite total de grille 

Gate-source breakdown voltage 
Tension de claquage grille-source 

Drain eut-off current 
Courant résiduel de drain 

Drain current 
Courant de drain 

Gate-source eut-off voltage 
Tension grille-source de blocage 

Drain-source saturation voltage 
Tension de saturation drain-source 

On-state drain-source resistance 
Rtbistance drain·source Il l'état passant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

842 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VGS = -15 V 

ID =0 

VC:oD= -15V 

IS =0 

VGD = -15V 

IS = 0 

Tamb = 150°C 

VDS = 0 
VGS = -15 V 

VDS = 0 
IG = -l/lA 

VDS = 5 V 
VGS = -10 V 

VDS = 5 V 
VGS = -10 V 

Tamb = 150°C 

VDS = 15 V 
VGS = 0 

VDS = 5 V 

ID = 3nA 

VGS = 0 

ID =10mA 

VGS = 0 

ID = 10mA 

IGSO 

IGDO 

IGDO 

IGSS 

V(BRlGSS 

IDSX 

IDSX 

2N 5432 

IOSS* 2N 5433 

2N 5434 

2N 5432 

VGS off 2N 5433 

2N 5434 

2N 5432 

VDS sat 2N 5433 

2N 5434 

2N 5432 

rOS on 2N 5433 
2N 5434 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-0,2 nA 

-0,2 nA 

-0,2 /lA 

-0,2 nA 

-25 V 

0,2 nA 

0,2 !J.A 

150 mA 

100 mA 

30 mA 

-4 -10 V 
-3 -9 V 
-1 -4 V 

50 mV 

70 mV 
100 mV 

2 5 il 
7 il 
10 il 



FIELO-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N 

*2N 5432 
*2N 5433 
*2N 5434 

- Fast switching 
Commutation rapide 

- Chopper 
Découpeur 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

0.3 

0.2 

0.1 

o 

:'\ 
Î'.. 1 

1 

~ 1 
1 
1 

: '\ 1 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Drain-source voltage 
Tension drain-source 

Gate-source voltage 
Tension grille·source 

Gate drain voltage 
Tension grille drain 

Gate current 
Courant de grille 

Power dissipation Tamb = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction tempe rature max. 
TempératuGII de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

f50mA 
'OSS 100 mA 

30 mA 

'OSa. { 

5n 
7n 

10 n 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

min. 2N 5432 
min. 2N 5433 
min. 2N 5434 

max. 2N 5432 
max. 2N 5433 
max. 2N 5434 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-6 dernières pages 

, 
Weight : 0,32 g. 
Masse 

VOS 

VGS 

VGO 

tG 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Gate is connected to case 
La grille est t'Bliée au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

25 V 

-25 V 

-25 V 

100 mA 

0,3 W 

150 oC 

-55 oC 

+200 oC 

75 - 46 1/8 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CA RA CTERISTIOUES D YNAMIOUES 

3 

\ 2 

\ 

o 
o 

C12ss 

(pF) 

1,8 

1,7 

1,6 

1,5 

1.4 

~ 
1,3 

" 1,2 

~ 

\ 
0,5 

'-

VOS=20 V 
f = 1 kHz 

VGS=-4V 

f =1 MHz 
f--

1---

............... 

"--i--
1,1 

100 1 

5 10 15 20 Vos (V) 

C11ss 
IpF) 

4 

F 
(dB) 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

2N 5198, 2N 5199 

VOS=20V 
f =1 MHz 

" ----~ -

10 20 -VGS(V) 

~ V~S:::!2Ô~ 
VGS=O 

\ 

\ 
1\ 

, 
r\ 

\ 
~ 

" * 
~ ~q, r----

'''''1 '~'" ~ OIrJ.f~ ~ 
~ i 

100 2 4 6 ~01 2 4 6 ~02 2 4 6 RG(kn) 
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2N 5198, 2N 5199 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mA) 

3 

2 

o 
o 

-3 

f- I .1 
t p '" 0,3 ml 

a '" 2" 

( 

1/ 

, 
r 

5 10 

'~ 

VG~=O 

-0,2 V 

-0,4 v 

1 

-O,SV 

lsv 
t-1V 
1,2V 

~IO 

" '" 
MJ 0 

/ 
V 

1 

""" < /' ....... 

-2 

.... V l""-

V 
V -1 

o 
Vos =20V 
VGs=O 

( 

ID 
mA) 

0,7 

10SS 
(mA) 

10 

7,5 

5 

2,5 

o 

I
GSS 
(pA) 

0,6 103 

0,5 

0,3 

0,1 

o 
o 2,5 5 7,5 10ss(mA) 
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V OS =20V 

VGS=O 

/ 
/v 

V V OS =20V 
ID =1 nA 

o 

VGS =-20 V 

1 

1 

1/ 
J 

V 
/ 

/ 

/ 
1 

/ 
J 

50 100 150 200 B(Oc) 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Gate·source eut-off voltage 
Tension grille-source de blocage 

Gate·source voltage 
Tension grille·source 

Tamb= 25 0 C 

Test conditions 
Conditions de mesura 

VOS = 20 V 

ID = 1nA 

VOS = 20V 

ID = 200~A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CA RACTE R ISTIQUES 0 YNAMIQUES (pour petits signaux) 

1 nput capacitance 
VOS = 20 V 

Capacité d'entrée VGS = 0 
f = 1 MHz 

Reverse transfer capacitance 
VOS = 20 V 

Capacité de transfert inverse VGS = 0 
f = 1 MHz 

Forward transfer admittance 
VOS = 20 V 

Admittance de transfert direct VGS = 0 
f = 1 kHz 

Output admittance 
VOS = 20 V 

Admittance de sortie 
VGS = 0 
f = 1 kHz 

VOS = 15 V 

Noise figure 
VGS = 0 

Facteur de bruit RG = 2Mn 
f = 100 Hz 
M = 6 Hz 

* Pulsed tp ";; 0,3 ms li ..;; 2 % 
Impulsions 

Min. 

VGSoff -0,7 

VGS -0,2 

C11ss 

C12ss 

IV21s 1* 1 

1 V 22sl* 

F 

2N 5198, 2N 5199 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications con trairas) 

Typ. Max. 

-4 V 

-3,8 V 

6 pF 

2 pF 

mS 

50 ~ 

1 dB 

3/5 
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2N 5198, 2N 5199 

MATCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES D'APPARIEMENT 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Zero-gate voltage drain current ratio VOS = 20 V 
Rapport des courants de saturation VGS = 0 

Gate-source differential voltage VOS = 20 V 
Tension différentielle grille-source 'D = 200 /JÂ 

Gate-source differential voltage VOS = 20 V 
average temperature coefficient 

'D = 200iJA 
Coefficient de température moyen de 

-55°C<lj<+125"C la tension différentielle grille-source 

Forward transfer admittance ratio VOS = 20 V 
Rapport des admittances de transfert VGS = 0 
direct f = 1 kHz 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small siQnalsl 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

VOS = 0 
VGS = -30 V 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

VOS = 0 
VGS = -30V 
Tamb = 150°C 

Gate-source breakdown voltage VOS = 0 
Tension de claquage grille· source 

'
G = -1 /JÂ 

Drain current VOS = 20 V 
Courant de drain VGS = 0 

* Pulsed t p < 0.3 ms 0 ~ 2 % 
Impulsions 

2/5 
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Min. 

'OSSl 0,9 
'OSS2 

VGS1-VGS2 
2N 5198 
2N 5199 

2N 5198 

6VGS 
~ 

2N 5199 

1Y21s11 

IY21s12 
0,9 

'GSS 

'
GSS 

V(BR)GSS -50 

'OSS* 0,7 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,95 1 

10 mV 
15 mV 

20 iJV/oC 

40 iJV/oC 

0,95 1 

-25 pA 

-50 nA 

V 

7 mA 



DUAL FIELD-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL 
TRANSISTORS DOUBLES A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N 

*2N 5198 
*2N 5199 

- L F amplification 
Amplification BF 

- Differentiai amplifiers 
Amplificateurs différentiels 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 

(mW) 

300 

"'- !' 
1 ~(2) 

1\ 
... -- -{ \ 

(1) 

400 

1 '\ ~\ 1 

1 ~ 

200 

100 

50 100 150 200 Tamb(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Drain-source voltage 
Tension drair,-source 

Gate-source voltage 
Tension grille-source 

Gate-drain voltage 
Tension gri/le-drain 

Gate current 
Courant de grille 

1 transistor (1) 
Power dissipation 2 transistors (2) 
Dissipation de puiSSllnce 

Tamb = 85°C 

Storage temperature min. 
Température de stockllfle max. 

* Preferred device 
Dispositif nlCommancN 

VGS1-VGS2{ 10 mV max. 
15 mV max. 

2N 5198 
2N 5199 

IDSS1 
IDSS2 

{ 
20 p,V/oC max 2N 5198 
40 p,V/oC max 2N 5199 

0,9 min. 

Case [TO-71]- See outline drawing CB-124on lastpages 
BOÎtier Voir dassin cottJ CB-124 dernières PIIfIIIS 

Weight : 0,9 g. 
Masse 

Tamb = +25°C 

VOS 

VGS 

VGO 

IG 

Ptot 

Tstg 

50 

-50 

-50 

50 

250 
500 

-65 

Bottom view 
Vue de dessous 

02G2 

S2QS1 
G1 01 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

mA 

mW 
mW 

oc 
+200 oC 

75 - 46 115 
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2N 4977, 2N 4978, 2N 4979 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

IVOS
1 =~5VI --, 

4 

[\. 
" 

......... 

6 

4 

5 

r-

10 

f 

15 

2 

101 

=, MHz -

2N 1979 
. 2N

I
497 

1 
1 1 
1 1 

V if 

V ./ / V 
1:::-~-

/ 

C'2ss 
(pF) 

8 

4 

3,5 

~~ 

o 5 

2N 4 'iJ77 

1 
1 
~ 

/ 
/ 

f =1 kHz 
VOS=O 

.......... r--

10 

o 2 3 4 5 6 7 8 -VGS(V) 

8/8 
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l =1, MHz 

VGS =-12 V 

--- r--

15 20 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mA) 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

-ID 
(mA) 

20 

15 

10 

5 

o 

2N 497§ tp 0;;;; 0,3 ms 
li .. 2% 

( 
1 rr 
Ir 

5 10 15 

2N 497 

100 200 300 

VGS'=o 

-0,5 V 

-1 V 

-1,5V 

20 vos (V) 

VGS=O 

2N 4977, 2N 4978, 2N 4979 

ID 
(mA) ~--~----~----~--~----~ 

2N 4979 

20 t---+---t---+---t-----1 

15 t----+----4-----t---~~--~ 

10 t----+----4-~~t-~_+----~ 

100 200 300 

ID 
(mA) 1 
~ 2N 4979 

101 
..... , 

" 0;;;; O,3ms "\~ 
li "2% 

100 \ 
\ 
~ 

10-1 1\ 
J 

10-2 

VOS=20 V 

2 

7/8 

833 



2N 4977, 2N 4978, 2N 4979 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

6/8 

832 

'0 
(mAl 

150 

100 

o 

-'0 
(mA) 

20 

15 

10 

5 

o 

2N 497~ tp .s;;; 0,3 ms 

o os;; 2 % 

1 

! - 1 

~ 
1 
V 
r 

5 10 15 

100 200 300 

VG 1=0 -

-1 V -
-2V 

-3V 

-3,5 V 

-3V 

20r----+----~----~~-+----~ 

15r----+----~~~~~-+----~ 

-2V 
10r----+--~~~--~~-+----~ 

-3,5 V 

100 200 300 400 VoS(mV) 

ID 
(mA) 

5 

2 
2N 4978 

102 

2 

101 

r-- .s;;;' O,3ms 
~ 

t p , ---0.,.2% 

" 
2 " 100 \ 

\ , 
2 

10-1 1\ 
1\ 

2 

10-2 
\ 
\ 
\ 

VOS - 20 V \ , 
2 3 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mAI 

200 

100 

o 

-ID 
(mAI 

o 

2N 4977 

& 
~ V 

5 10 

tp 

25~--+---1----r~~ 

~ O,3ms 
/; ... 2 'l(, 

VGS=~ 

-1 V 

-2V 

-3V 

-4V 

-5V 

15 

20~--+---+--F~~~---+--~ 

100 200 300 400 500 -VDS(mVI 

ID 
imAI 

2N 4977, 2N 4978, 2N 4979 

25~--+---~---+~~~--+---~ 

20~--+---~~-+~~----+---~ 

ID 
(mAI 

5 

2 

102 

2 
10-3 

-0 

100 200 300 400 500 VOS(mVI 

2N 4977 

~J 1 
.............. 

tp ~ O~3ms 

" /; ... 2 'l(, 

" 1\. 

\. 
~ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

Vos -20V 1 
\ 

2 3 4 5 

5/8 
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2N 4977, 2N 4978, 2N 4979 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION 

Generator 
GtlnlnltflUr 

Zo = son 
tr "1 ns 
~ "1 ns 
), ~ 110 ns 

V11----................... 

6 = 10% 

\

-10 V (2N 4971) 

VGSX = - 8 V (2N 4978) 
- 5 V (2N 4979) 

1
25 mA (2N 4971) 

ID on ~ 10 mA (2N 4978) 
5 mA (2N 4979) 

v 

OV 

4/8 

830 

son 

V1 

OV 

'1 = VGSX 
41 

V2j 

~VOO 

ID on x 25 n 

'" 90% 

50% 

10% 

~ 

td(off) 

10% 

90% 

~ 
~ 

~ ) 

toff 

~ 

V 

V 
) 

, 

tr 

ton 

td(on) 

~ 

tr 

\ 

Oscilloscope 
O.:illoscope 

" 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VGS = 0 
On-state drain-source resistance 

ID =0 
Résistance drain-source à l'état passant 

f = 1 kHz 

VGS =0 

Input capacitance 
f = 1 MHz 

Capacité d'entrée VOS =0 
(VOS = 15 V*) 

Reverse transfer capacitance 
VOS = 0 

Capacité de transfert inverStl 
VGS = -12 V 

f = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Turn-on delay time 
Retard (j la croi'lImce 

Rise time 
Temps de croissance 

Turn-off time 
Temps total de dtlcroÏllsance 

Turn-on delay time 
Retard à la croissance 

Rise time 
Temps de croissance 

Turn-off time 
Temps total de décroissance 

Turn-on delay time 
Retard (j la croissance 

Rise time 
Temps de croissance 

Turn-off time 
Temps total dB décroissance 

* Indicates JEOEC registred data 
Valeurs d'origine JEDEC pour information 

VOO =6V 

VGS on = 0 
VGSX =-10V 

ID on ",,25 mA 

VOO =6V 

VGS on = 0 
VGSX =-8V 

ID on ",,10mA 

VOO =6V 

VGS on = 0 
VGSX =-5V 

ID on ""5mA 

2N 4977, 2N 4978, 2N 4979 

Tamb = 25 oC 

Min. 

2N 4977 
rds on 2N 4978 

2N 4979 

C11ss 

C12ss 

td(on) 

tr 2N 4977 

toff 

td(on) 

tr 2N 4978 

toff 

td(on) 

tr 2N 4979 

toff 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicatio"s contraires) 

Typ. Max. 

15 il 
20 il 
40 il 

60 pF 

(35*) pF 

8 pF 

5 ns 

5 ns 

20 ns 

5 ns 

10 ns 

40 ns 

10 ns 

30 ns 

60 ns 

3/8 

829 
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2N 4977, 2N 4978, 2N 4979 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Gate current 
Courant de grille 

Gate current 
Courant de grille 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

Gate·source breakdown voltage 
Tension de claquage grille·source 

Drain eut-off current 
Courant résiduel de drain 

Drain current 
Courant de drain 

Gate-source eut-off voltage 
Tension grille-sourœ de bloc. 

Drain-source saturation voltage 
Tension de saturation drain-source 

On-state drain-source resistance 
Résistance drain-sourœ à l'état passant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

828 

fi ~ 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VGS = -15 V 

ID = 0 

VGO = -15V 

IS =0 

VGO = -15 V 

IS =0 
Tamb = 150°C 

VOS = 0 
VGS = -15 V 

VOS = 0 
IG = -lJ1A 

VOS = 15 V 
VGS = -12 V 

VOS = 15 V 
VGS = -12 V 
Tamb = 1500C 

VOS = 20 V 
VGS = 0 

VOS = 15 V 

ID = lnA 

VGS = 0 

ID = 25 mA 

VGS = 0 

ID = 10mA 

VGS = 0 

ID = 5mA 

VGS = 0 

ID = lmA 

IGSO 

IGOO 

IGOO 

IGSS 

V(BR)GSS 

10SX 

10SX 

2N 4977 

10SS* 2N 4978 
2N 4979 

2N 4977 
VGSoff 2N 4978 

2N 4979 

VOS sat 2N 4977 

VOS sat 2N 4978 

VOS sat 2N 4979 

2N 4977 
rOS on 2N 4978 

2N 4979 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-0,5 nA 

-0,5 nA 

-1 /J.A 

-0,5 nA 

-30 V 

0,5 nA 

1 /J.A 

50 mA 
15 mA 
7,5 mA 

-4 -10 V 
-2 -8 V 
-0,5 -5 V 

0,4 V 

0,4 V 

0,4 V 

15 il 
20 il 
40 il 



FIELD-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N 

2N 4977 
2N 4978 
2N 4979 

- Fast switching 
Commutation rapide 

- Chopper 
Découpeur 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

P tot _...-""T"'--.-----r----, 
(W) 

1,5 ~+--4.,...._-+---+---i 

1 ,2 I_-t--+----"o"rt----t----; 

0,9 I_-i--+--~--+----; 

0,6 ~-i--+--I_---"'d------1 

0,3 

L...-~....L.. __ ....... _~_~ Temb( OC) 

o 50 100 150 Tce .. ( OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Drain-source voltage 
Tension drain-source 

Gate-source voltage 
Tension grille-source 

Gate-drain voltage 
Tension grille-drain 

Gate eurrent 
Courant de grille 

Power dissipation Tamb = 25°C 
DissifNItion de puiuance Tease = 25°C 

Junetion temperature max. 
Tempèrature de jonction 

Storage temperature min. 
Tempèrature de stockage max. 

{ 50 mA min. 2N 4977 
IOSS 15 mA min. 2N 4978 

7,5 mA min. 2N 4979 

{ 15 il max. 2N 4977 

rOS on : il max. 2N 4978 
il max. 2N 4979 

Case TO-18 - See outline drawing CB-6 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB·6 dernières pages 

, 
Weight : 0,32 g. 
Masse 

VOS 

VGS 

VGO 

IG 

Ptot ' 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Gate is eonneeted to case 
La ,rille est reliée au boîtier 

30 

-30 

-30 

10 

0,3 
1,8 

+200 

-55 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

mA 

W 

W 

oC 

oC 

+200 oC 

75-471/8 

827 

1 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

C,2ss 
/pF) 

8 

6 

" 

1,5 

VGS=-10V 
f =1 MHz 

r--t----- -
5 10 

f---

t---

Vos=o 
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c". 
IpF) 

8 

6 

" 
3 

J 

r 

2N.ba ll 
) 

1/ 
V ./ V 

1..-~ t::..-~ 

2 3 

2N 4446, 2N 4448 
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i'" ~ r---. 
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/ 
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2N 4446, 2N 4448 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mAI 

300 

200 

100 

a 

-ID 
(mAI 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

1 

tp =300 III 
/1 <j2% 

{ 
~ 
V" 

a 5 la 

2N 4448 

VGS=O 

-1V 

-2V 

2,5V 

3V_ 

15 

2N 4448 

100 200 300 400 500 600 -Vos(mVI 

6/7 
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ID 
(mAI 2N4448 

30 

25 

20 

15 

la 

5 

100 200 300 400 500 

ID 
(mA1

5 
2N 4448 

2 

102 :--- -..... 
2 

101 

5 

r--........ 

'" -tp =3OOIlS '\. 
2 -0 ~2% 

100 
5 

2 
VOS -15 V 

10-1 

5 

2 

10-2 
5 

2 
10-3 

5 
\ 
1 

2 3 -VGSIVI 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mA) 

300 

200 

100 

o 
o 

tp.s;;;300,.~ 
Il ","2% 

1 
V 
If rr 

V 
5 10 

2N4446 

VGS=O 

-1 V 

2V 

-3V 

-3,5 V 

15 VOS(V) 

2N 4446 
1 

tp .s;;; 3OO,.s 

Il .s;;; 2% 

15~--hr~~~--~---+---+--~ 

10 I--+ht........j--~~-+---+---+----l 

0-=:::.......J_---L_....1-_...I--_L...-.---L_...J 
o 100 200 300 400 500 -VOS(mV) 

2N 4446, 2N 4448 

ID 
(mA) 2N~6 

t p. '" 3OO,.s 
30 f---I-~-I---+I---+-- Il '" 2 % 

O~~~~ __ ~ __ ~ __ ~ __ -L __ ~ 

o 100 200 300 400 500 Vos (mV) 

ID 
(mA) 

li 

2 

102 

li 
---

10
12 

10°2 
li 

2 
10-1 

li 

.2 
10-2 

li 

2 
10-3 

li 

2 

10-4

0 

r--... 

tp .s;;;300J,ll 
Il .s;;;2% 

2N 4446 

~ 
"""'iiii~ 

"'\: 
~ 
~ , , 

VOS = 15V\ , , 
1 , 
-r 
1 
1 
~ 

\ , 
2 3 -VGS(V) 
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2N 4446, 2N 4448 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION 

Generator 
G~Mnlfflur 

Zo = 50n 
tr ';;1 ns 

~ "';1 ns 
t p ""200 ns 

f =100H~ 

1 V GSX • ~ 10 V 1 

1'0 on~10 mA 1 

4/7 

822 

V1t----................ ..., 

50n 

V1 

OV 

'" 90% 

50% 

v '1 = VGSX 
10% 

41 

~ 

V2' 

td(oft) 

~VOO 
10% 

ID onx 25 n 90% 

OV 

~ 1 
~ J 

1\. ~ 

toft 

lt 

V 

V 
J 

0/ 

tr 

ton 

tdton) 

~ 

tr 

Oscilloscope 
OlCillolCoptI 

ZI =50n 
tr .;; 0,4 ns 

CI ~20 pF 

\ 
'" 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Drain-source saturation voltage 
Tension de saturation drain·source 

On·state drain-source resistance 
Résistance drain·source Il l'état passant 

Tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VGS = 0 

ID = 10mA 

VGS = 0 

VOS = 0,1 V 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

On·state drain-source resistance 
VGS = 0 

ID = 0 
Résistance drain·source Il l'état passant 

f = 1 kHz 

Input capacitance 
VOS = 0 

Capacité d'entrée 
VGS = -10V 

f = 1 MHz 

Reverse transfer capacitance 
VOS = 0 

Capacit~ de transfert inverSlll 
VGS = -10V 

f = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION 

Turn-on delay time 
Retard à la croissance 

VOO = l,5V 

Rise time VGS on = 0 
Temps de croiSSIJnce VGSX = -10V 

ID on "'" 10mA 

Turn-off time 
Temps total de dkroissance 

Min. 

. 
VOS sat 

2N 4446 

2N 4448 

rOS on 
2N 4446 

2N 4448 

2N 4446 
rds on 

2N 4448 

C11ss 

C12ss 

td(on) 

tr 

toff 

2N 4446, 2N 4448 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,1 V 
0,12 V 

10 n 
12 n 

10 n 
12 n 

50 pF 

25 pF 

15 ns 

20 ns 

35 ns 

3/7 
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2N 4446, 2N 4448 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Gate eurrent 
Courant de grille 

Total gate leakage eurrent 
Courant de fuite total da grille 

Gate-source breakdown voltage 
Tension de claquage grille-source 

Orain eut-off current 
Courant résiduel de drain 

Drain current 
Courant de drain 

Gate-source eut-off voltage 
Tension grlIIe-sourca de blocage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 

820 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VGS = -15 V 

10 = 0 

VGP =-15V 

IS = 0 

VGO = -15 V 

IS = 0 

Tamb = 85°C 

VOS = 0 
VGS = -15 V 

VOS = 0 
IG = -1p.A 

VOS = 5 V 
VGS =-10V 

VOS = 5 V 
VGS = -10 V 

~mb= 85°C 

VOS = 15 V 
VGS = 0 

VOS = 5 V 

10 = 3nA 

Min. 

IGSO 

IGOO 

IGOO 

IGSS 

V(BR) GSS 
2N 4446 -25 
2N 4448 -20 

10SX 

10SX 

10SS * 100 

VGS off -2 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-3 nA 

-3 nA 

-0,2 p.A 

-3 nA 

V 

V 

3 nA 

0,2 p.A 

mA 

-10 V 



) 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

2,2 

2,0 

1,8 

1,6 

1.4 

1,2 

VGS =0 
f =, MHz 

c, 'ss r-----~-_,_-~-,-_,_-,.-,....,....., 
(pF) vOS = 15 V 

8 f = 1 MHz --t--t--t---t--t-+--t-t 

4~-----t-----t--+---t---t-+-+1-t 
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\ 
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'" ..... 
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6 

4 

2 

Vos 
f 

2N 4416, 2N 4416 A 

1 =0 
=1 MHz 

..... 
r-.. 

r.......... 
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2N 4416, 2N 4416 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

l ,l, 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mA) ----+--

tp ,..; 300 Ils ........ r--... 
" ,..; 2 % " ~ l , 

i 1\ 
\ 

VOS=15V\ 

1 
i 
1 
1 

! 
2 

, 
_. 

2N 4416, 2N 4416 A 

ID ~ ____ ~~ __ ~ __________ ~ 

(mA) t p "'; 300 l" 

" ,..; 2% 

10~----~~--~----~----~ 

5~~--+-----+-----4-----~ 

VGS=-3V 

O~==~~~===±==~ 
o 5 10 15 
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2N 4416, 2N 4416 A 

POWER GAIN AND NOISE FIGURE TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DU GAIN EN PUISSANCE ET DU FACTEUR DE BRUIT 

Figure 1 
~------------~----------------------~ 

'" C3 
'---~-t ... --.----..-----+--t t-I -+-«----. 

Input 
EntrH 

~ »-+---II-----"*----e--+__. 
Z= 50n 

Cl C2 

100 MHz 7 pF 1000 pF 

400 MHz l,8f1F 27 pF 

+15V 
Adjust VGS for ID = 5 mA and VGS < a v 
Ajuster V GS pour 'D = 5 mA et V GS < 0 V 

C3 C4 C5 C6 C7 

3 pF 1·12 pF 1·12 pF 0,0015 pF O,0015pF 

1 pF 0,8·8 pF 0,8·8 pF 0,001 pF 0,001 pF 

100 MHz power gain 
Gain en puissance à 100 MHz 

Z= 50n 

L1 L2 L3 

3pH 0,25 pH O,14pH 

0,2 pH 0,03 pH 0,022 pH 

L1 - 17 turns, # 28 enameled copper wire, close wound on 9/32" ceramic coil form. Tuning provided by a pondered 
iron slug. 

L2 - 41/2 turns, # 18 enameled copper wire, 5/16" long. 3/8" 1.0. (air core). 

L3 - 3 1/2 turns, # 18 enameled copper wire, 1/4" long. 1.0. (air core). 

L, - 17 tours de fil cuivre ~meiff~ </J 32/100 de mm, bobin~ sur un mendrin cél7lmique d. </J 7 mm. 58" ~gl.ble per noyllU plongeur en 
f.rll(Jfllom~~. 

L 2 - 4 tourr 1/2 de fil cuivre ~maiff~ </J 1 mm, 8 mm de longueur. Diam~tre interne 9,5 mm (bobin~ en l'air). 

L 3 - 3 tours 1/2 de fil cuivrtl ~meiffé </J 1 mm, 6,3 mm de longueur. Diamltre interne 9,5 mm (bobin~ en l'air). 

400 MHz power gain 
Gain en puissance à 400 MHz 

L1 - 6 turns, # 24 enameled copper wire, close wound on 7/32" ceramic coil form. 

L2 - 1 turn, # 16 enameled copper wire, 3/8" 1.0. (air core). 

L3 - 112 turn, # 16 enameled copper wire, 1/4" 1.0. (air core). 

L, - 6 tours de fil cuivre ~maill~ 4>50/100 de mm, bobiné sur un mandrin c~ramique de 4>5,5 mm. Le ~glage est fait par noyau 
plongeur en aluminium. 

L 2 - 1 tour de fil cuivrtl ~maiff~ 4> 1,3 mm, 1 $pirtl ayant 4> intrlrieur de 9,5 mm (bobiM en l'airl. 

L 3 - 1/2 tour de fil cuivre ~maiff~ </J 1,3 mm, 1 spire ayant 4> inNrieur de 6,3 mm (bobin~ en l'airl. 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for 5mall 5ijJnal5) 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Test conditions 
Conditions dB me,ure 

Input admittance 
VOS = 15 V 

Admittance d'tint"'" VGS = 0 

f = 100 MHz 

VOS = 15V 
VGS = 0 

Forward transfer admittance f = 1 kHz 

Admittance de transfert direct 
VOS = 15V 
VGS = 0 
f = 400 MHz 

VOS = 15V 
VGS = 0 
f = 1 kHz 

VOS = 15V 
VGS = 0 
f = 400 MHz 

Output admittance 
VOS = 15 V 

Admittance de $Ortie VGS = 0 

f = 100 MHz 

VOS = 15V 
VGS = 0 

f = 400 MHz 

VOS = 16V 
VGS = 0 

f = 100 MHz 

VOS = 16V 

ID = 5mA 

Power gain (neutralized) (see fig. 1) f = 100 MHz 

Gain an pulUllncs (nautrodymJJ(voir fi,. 1) 
VOS = 16V 

ID = 6mA 
f = 400 MHz 

VOS = 16V 

ID = 6mA 

RG = 1 kil 

Noise figure f = 100 MHz 
FlICteur de bruit 

VOS = 16 V 

ID = 5mA 

RG = 1 kil 
f = 400 MHz 

Im(Y 11s) 

IY21s1 

Re(Y21s) 

IY22s1 

Re(Y22s) 

Re(Y 225) 

Im(Y22s) 

Im(Y22s) 

Gp 

Gp 

F 

F 

2N 4416, 2N 4416 A 

(Unless otherwise stated) 
(SlJuf indication, contraira,) 

Min. Typ. Max. 

2,6 mS 

4,5 7,6 mS 

4 mS 

50 lAS 

100 lAS 

75 JlS 

4 mS 

1 mS 

18 dB 

10 dB 

2 dB 

4 dB 
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2N 4416, 2N 4416 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

Gate-source breakdown voltage 
Tension de claquage grille-source 

Forward gate source voltage 
Tension grille-source en direct 

Orain current 
Courant dB drain 

Gate-source eut-off voltage 
Tension grille·source de blocetJ8 

Gate-source voltage 
Tension grille-source 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VOS = 0 
VGS =-20V 

VOS = 0 
VGS = -20 V 

Tamb= 150°C 

VOS = 0 
IG = -1 pA 

VOS = 0 
IG = 1 mA 

VOS = 15 V 
VGS = 0 

VOS = 15 V 

10 = 1 nA 

VOS = 15 V 

10 = 0,5 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES (pour petits signaux) 

Input capacitance 
Capaci~ d'entrH 

Output capacitance 
CalJM;i~ de sortie 

Reverse transfer capacitance 
C.plICi~ de transfert inverlll 

Input admittance 
Admittence d'entrh 

* Pulsed 
Impulsions 
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VOS = 15 V 
VGS = 0 

f = 1 MHz 

VOS = 15V 
VGS = a 
f = 1 MHz 

VOS = 15 V 
VGS = 0 
f = 1 MHz 

VOS = 15 V 
VGS = a 
f = 400 MHz 

VOS = 15 V 
VGS = a 
f = 100 MHz 

VOS = 15V 
VGS = a 
f = 400 MHz 

Min. 

IGSS 

IGSS 

V(BR)GSS 
2N4416 - 30 
2N4416A - 35 

VGS 

10SS* 5 

VGS off 
2N4416 
2N4416A - 2,5 

VGS -1 

C11ss 

C22ss 

2N4416 
C12ss 2N4416A 

Re(Y 11s) 

Re(Y 11s) 

Im(Y 11s) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-0,1 nA 

-0,2 pA 

V 

1 V 

15 mA 

-6 
-6 V 

-5,5 V 

4 pF 

2 pF 

0,9 
0,8 pF 

1 mS 

0,1 mS 

10 mS 



FIELD-EFFECT TRANSISTOR, SILICON. N CHANNEL 
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N 

* 2N 4416 
*2N4416A 

- HF amplification 
Amplification HF 

Maximum power dissipation 
Dissioation de puissance maximale 
p 
tot 

(mW ) 

300 ~-1'. 
1 

" 1 

1 "~ i 

200 

100 
1 

"" 
1 
1 

o 50 100 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Drain-source voltage 
Tension drain-source 

Gate-source voltage 
Tension grille-source 

Gate-drain voltage 
Tension grille-drain 

Gate ct,Jrrent 
Courant de grille 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

V(BR)GSS 

IOSS 

Y21s 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

30 V min 2N 4416 

35 V min 2N 4416 A 

5 - 15 mA 2N 4416,A 

4,5 - 7,5 mS 2N 4416,A 

{ 
0,9 pF max 2N 4416 

C12ss 
0,8 pF max 2N 4416 A 

F (400 MHz) 4 dB max 2N 4416,A 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-4 dernières pages 

Weight: 0,7 g_ 
Masse 

VOS 

VGS 

VGO 

IG 

Ptot 

Tstg 

! 
Bottom view 
Vue de dessous 

M 

GGS 
o ," 

Connection M is connected to case 
La connexion M est reliée au boîtier 

30 

-30 

-30 

10 

300 

-65 
+200 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

mA 

mW 

oC 

oC 

75-46 1/7 
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2N 4391, 2N-4392, 2N 4393 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

~ 1 .1 T Tf 
f--rdson il 1 kHz, Vos=Vas=O 

Vos =20 V 
Vas =0 
f =1 kHz 

l-1-10-l-
l--'" 1-

1/ 

V 

70 
\ Vas off il Vos = 20 V, 10 = 1 nA 

\ 
l 

60 

50 
~ 
\. 

40 "-
30 

20 

10 

o 
o 2 4 

I--1-1-l- I--

VoS=20V-
ID =1 nA 
f =1 kHz 

"'-
~ 

......... t--. 

6 8 10 12 -Vas off(V) 

rds on ...-~_---.-_-.-_ ......... _.....-__ ----. 
(n) 

80 
Vas=O 
VOS=O 
f = 1 kHz 

10~~_~_~_~_~_L-~ 

2 4 6 8 10 12 -Vasoff(V) -50 -25 0 25 50 75 100 Tamb(OC) 
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ESM 4091, ESM 4092, ESM 4093 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de gril/e 

Gate-source breakdown voltage 
Tension de claquage grille·source 

Drain eut· off current 
Courant résiduel de drain 

Drain current 
Courant de drain 

Gate-source eut-off voltage 
Tension gril/e·source de blocage 

Drain-source saturation voltage 
Tension de saturation drain·source 

On-state drain-source resistance 
Résistanctl drain·sourCII à l'état passant 

* Pulsed 
Impulsions 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VOS =0 
VGS = -20V 

VOS =0 
VGS = -20V 

Tamb = 100"C 

VOS =0 
IG =-lJ.1.A 

VOS = 20 V 
VGS = -12 V 

VOS=20V 
VGS =-8V 

VOS = 20 V 
VGS =-6V 

VOS = 20 V 
VGS =0 

VOS = 20 V 

ID =5nA 

VGS =0 

ID = 6,6 mA 

VGS =0 

ID =4mA 

VGS =0 

ID = 2,5 mA 

VGS =0 

ID =1 mA 

Min. 

IGSS 

V(BRIGSS -30 

ESM 4091 

10SX ESM 4092 

ESM 4093 

ESM 4091 30 

10SS* ESM 4092 15 
ESM 4093 8 

ESM 4091 -5 

VGSoff ESM 4092 -2 

ESM 4093 -1 

ESM 4091 

VOSsat ESM 4092 

ESM 4093 

ESM 4091 
rOSon ESM 4092 

ESM 4093 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-1 nA 

-1 J.l.A 

V 

1 nA 

1 nA 

1 nA 

mA 

mA 

mA 

-10 V 
-7 V 
-5 V 

0,2 V 

0,2 V 

0,2 V 

30 n 
50 n 
80 n 



FIELO-EFFECT TRANSISTORS, SILICON, N CHANNEL 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM, CANAL N 

Fast switching 
Commutation rapide 

- Chopper 
Découpeur 

IOSS { 
'OSon { 

30 mA 
15mA 
8mA 

30n 
50n 
80n 

*ESM 4091 
*ESM 4092 
*ESM 4093 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

min. ESM 4091 
min. ESM 4092 
min. ESM 4093 

max. ESM 4091 
max. ESM 4092 
max. ESM 4093 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case 
Boitier plastique 

F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
Voir dessin coté CS·76 dernilres pages 

Ptot 
(mW) 

300 

200 

100 

'\ 
r\. 
'\ 
'\ 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Orain·source voltage 
Tension drain·source 

Gate-drain voltage 
Tension gri/le-drain 

Gate current 
Courant de grille 

Power dissipation Tcase = 25°C 
Dillipetion de puissance 

Junction temperature max Temp6rerure de jonction 

Storage temperature min 
Temp6rerure de stockage max 

1 
Weight: 0,3 g. 
Masse 

VOS 

VGO 

' G 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

30 V 

-30 V 

10 mA 

300 mW 

150 oC 

-55 oC 

+150 oC 

75-48 1/7 

877 

1 



NOTES 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

e,; 
(nV/VHz) VOS '= 1'5 V 

~ ID =200p.A-

~ /j.f =4 Hz 

20 
\ 

1\ 
\ 

15 

1\ 
\ 

10 

f\. 

"-
....... - ... - 1'-

5 

o 

or-

... 
....... 

\. , \ 
\ 1 

\ 
\ 
\ l' 

\ 
\ 

6 

4 r--- ..... 

4 

10-1 

o 

1\. 
\ 

VGS=O 

\ 
\ 
\ 
\ 

"-

"in 

f = 1 kHz 

g22s= ~ 
rds 

1\ 
\ 
~ l'max 

l'mi~-
1 

ESM 25, ESM 25 A 

1 J 
VOS =15V-
f =1 kHz-

~ 

1\ 
\ 
\ 

max 

2 

1 
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ESM 25, ESM 25 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mA ) tp <; O,3ml 

1 
6 ..;; 2% VGS =0 

5 

( 
4 

3 

2 
Ir 

o 
o 5 10 

DVNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Cllss 
(pF) 

4/5 
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8 

4 

3 

~ 
\\ 
~ ------

5 10 

O,5V 

lV 

l,5V 

V OS =15V 
f =1 MHz 

max 

:-
min 

ID 
(mA) 

C12ss 
(pF) 

......... 

1\.. 
\. , 
~ 

l' r-... 

1\ 
\ 
\ 
l 

min 

VOS =15V_ 

t p ..;; 0,3 ms 

1'.. 6 ..;; 2% 

~ 

\ 
\ 

1\ 
\ 
\ , 

\ 
ma~\ , 

2 

ma>< 

10
0 ~-------~------+-----~----~ 
8~==::~==~=*~ __ ~~~m~in 
6~----~-----+----~~--~ 

4~----~-----+----~~--~ 

VOS =15V 
f =1 MHz 

5 10 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Gate-source eut-off voltage 
Tension gril/e-source de blocage 

Gate-source voltage 
Tension grille·source 

Tamb= 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VOS = 15 V 

10 = 1 nA 

VOS = 15 V 

10 = 200pA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

1 nput capacitance 
VOS = 15 V 

Capacitll d'entr/le 
VGS = 0 

f = 1 MHz 

Reverse transfer capacitance 
VOS = 15 V 

Capacirll de transfert inverSIJ VGS = 0 
f = 1 MHz 

Forward transfer admittance 
VOS = 15 V 

Admittance de transfert direct 
VGS = 0 
f = 1 kHz 

Output admittance 
VOS = 15V 

Admittance de sortie 
VGS = 0 
f = 1 kHz 

VOS = 15 V 

Noise figure VGS = 0 
Facteur de bruit RG = 2Mn 

f = 1 kHz 

Min. 

VGSoff -0,7 

VGS -0,5 

C11ss 

C12ss 

Y21s 1 

Y22s 

F 

ESM 25, ESM 25 A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-4,5 V 

-4 V 

6 pF 

2 pF 

6 mS 

50 pS 

2 dB 
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ESM 25, ESM 25 A 

MATCH 1 NG CHARACTE R ISTICS 
CARACTERISTIQUES D'APPARIEMENT 

Tamb= 25 oC 

Zero-gate voltage drain current ratio 
Rapport des cour.nu d. SIIturation 

Gate-source differential voltage 
Tension diff~rentielle grille-source 

Gate-source differential voltage 
average temperature coefficient 
Coefficient de temp~rature moyen de 
la tension diff~rentielle grille-source 

Forward transfer admittance ratio 
Rapport des admittances de transfert 
direct 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

Gate-source breakdown voltage 
Tension de claquage grille-source 

Drain current 
Courant de drain 

* Pulsed 
Impulsions 

2/5 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VOS = 15V 10SSl 
VGS = 0 IOSS2 

VOS = 15V 
VGS1-VGS2 

ID = 200j.LA 

VOS = 15V l> VGS 
ID = 200 j.tA --
-55°C.;;;;1j.;;;;+ 125°C l>T 

VOS = 15 V 
1Y21s11 

VGS = 0 
IY21s12 

f = 1 kHz 

VOS = 0 IGSS VGS = -20V 

VOS = 0 
VGS = -20 V IGSS 
Tamb = 150°C 

VOS = 0 
V(BR)GSS IG = -1 j.tA 

VOS = 15V 
10SS· VGS = 0 

Min. 

0,8 

ESM 25 

ESM 25 A 

ESM 25 

ESM 25 A 

0,8 

-30 

0,5 

(Unless otherwise stated) 
(Sau f indications contraires) 

Typ. Max. 

25 mV 

20 mV 

80 p.V/oC 

50 j.LV/oC 

-0,1 nA 

-0,1 j.tA 

V 

10 mA 



DUAL FIELD-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL 
DOUBLES TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N 

*ESM25 
*ESM 25A 

- L F amplification 
Amplification BF 

- Differentiai amplifier 
Amplificateur différentiel 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
P
tot 
_~_-__ -r-----r----' 

(mW) 

376 f----+-4-+4I,.---+-----i 

260 I---+-~+--~-,.-I 

126 I---t--+-+-~""'~,.-I 

o 60 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Drain-source voltage 
Tension drain-source 

Gate·source voltage 
Tension grille-source 

Gate·drain voltage 
Tension grille-drain 

Drain current 
Courant de drain 

Gate current 
Courant de grille 

Power dissipation Tamb =85°C 
1 transistor 111 

Dissipation dtI puiS$tlnce 2 transistors (2) 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

* Preferred device 
Dispositif rft:om",.ncM 

v V {25 mV max. 
GS1- GS2 20 mV max. 

ESM25 
ESM 25A 

{
80 /lV/oC max. 
50 /lV/oC max. 

ESM25 
ESM 25A 

0,8 min. 

Case [TO'711- See outlinedrawing CB·124on last pages 
BoTtier Voir dessin co~ CB·124 dtlrnli~1 "."e, 

D 
~J 

Il ". 

Weight : 0,9 g. 
MaS$tl 

VOS 

VGS 

VGO 

ID 

IG 

Ptot 

Tstg 

Bottomview 
Vw titi tItnIou, 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf Indarion, contrlli~IJ 

30 V 

-30 V 

-30 V 

15 mA 

10 mA 

250 mW 
500 mW 

-65 oC 

+2op oC 
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BF 256 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

1 1Y21s 
(mS ) 

5 

4 

3 

2 

Cllss 

(pF) 8 

4 

1,5 

/ 

/ 
VI' 

/' 
V 

1\ 
~~ 

468 

100 

r--r-. r---..... 

1 

J 

1 

l' 
/ 

VOS=15V 

f =1 kHI , 
4 6 8 

'D(mA) 

VOS=15V 

f=1 MHz 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 - VGS (V) 
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C12ss 
(pF) 

4 

4 

4 

8 

4 

1,5 

/ 

-

~e(Y~1~) 

...\.'l-'~ 
,~~ 

/ 
/ 

/ 
V 

4 6 

-

l.I 
./ 

/ 
/ ~ 

/ 
/ 

/ 

VOS=15V 

lo=5mA 

4 6 

f (MHz) 

---

VOS=15V 

f=1 MHz 

o 2 4 6 8 10 12 1416 18 - VGS (\ 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mA ) 

1/ 
~~ vGS-o 

ID 
(mA) 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

4 

10-1 

t"--
...... 

t--... 

l-
~ 

V 
1 
1 

J 

V 

V 

t"--j-o.... 

'" 
l'1\.. 

r- --
-~f-

o 0,5 

5 

l'", 

Î\ 
-['\ 

VGS -1 V 

VGS=-2V 

Il 1 1 1 

I-I-~ 

10 15 VOS(V) 

VOS=15 V 

r-.... 
....... "" 

f'~ l'~ 

'''" [\ 
--- -- " 

~ 
1\ f--~~f-\~-f-

~ ~~-r-
f--- li-'1 

1,5 2 2,5 3 - VGS(V) 

BF 256 

1 
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BF 256 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACT~RISTIQUES STA TIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Gate source breakdown voltage VOS = 0 
Tension de claquage grille source IG = -l1lA 

Total gate leakage current VOS = 0 
Courant de fuite total de grille VGS = -20V 

Drain current (1) VOS = 15V 
Courant de drain (1) VGS = 0 

Gate source eut-off voltage VOS = 15 V 
Tension grille source de blocage ID = 10 nA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACT~RISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux) 

VOS = 15V 
Forward transfer admittance VGS =0 
Admittance de transfert direct f = 1 kHz 

VOS = 15 V 
Output admittance VGS =0 

1 Admittance de sortie f = 1 kHz 

VOS = 15V 
Input capacitance VGS =0 
Capacité d'entrée f = 1 MHz 

VOS = 15V 
Reverse transfer capacitance VGS =0 
Capacité de transfert inverse f = 1 MHz 

Cut-off frequency VOS = 15V 
Fréquence de coupure VGS =0 

(1) Three 10SS classes are available on request 
(1) Trois classes de 1 DSS sont livrables sur demande 

Group 10SS· 
Groupe min 

A 3 

B 6 

C 11 

• Pulsed 
• Impulsion t p ~ 300 ilS, 6 ~ 2 % 

2/4 
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V(BR)GSS 

IGSS 

10SS· 

VGSoff 

1 Y21s 1 

1 Y22s 1 

C11ss 

C12ss 

F(Y21s) 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

min typ max 

-30 V 

-5 nA 

3 18 mA 

-0,5 -7,5 V 

4,5 mS 

50 ilS 

4,5 pF 

i 
1 1 

1 : . 

1,2 
1 

pF 

1 

- -----11000 1 

1 

1 

MH 

( VOS = 15 V, V GS = 0 ) 

max 

7 mA 

13 mA 

18 mA 



FIELD EFFECT TRANSISTORS, SILICON, N CHANNEL 

TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM, CANAL N 

BF 256 

VHF amplification 

Amplification VHF IDSS 

3 - 18 mA 

3 - 7 mA 

6 - 13 mA 

11 - 18 mA 

f(Y21s)* 1000 MHz typ 

BF 256 

BF 256 A 

BF 256 B 

BF 256 C 

- Frequeney at whieh the real part of the forward 
transconductance falls by 3 dB relative to the value 
at 1 kHz 
- Fnlquence à laquelle la partie rtJelle de la transconduc­
tance directe chute de 3 dB par rapport à la valeur 
à 1 kHz 

Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages 
BoTtier plastique Voir dessin cot6 CB-76 derni/H'fIs peges 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(mW) 

300 

200 

100 

1\ 
1\ 

\ 
f\ 

\ 
o 50 100 150 Tamb (OC) 

ABSOLUTE RATINGS ( LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Gate drain voltage 
Tension grille drain 

Drain source voltage 
Tension drain source 

Gate current 
Courant de grille 

Power dissipation 
Tease = 25°C 

Puissance dissipée 

Storage temperature min 
TemptJrature de stockage max 

- Oeratè at 2,9 mW per Oc up to 150 oC 
- RtJduire de 2,9 mW par oC jusqu'à 150 Oc 

Weight 
Masse 

VGO 

VOS 

IG 

Ptot 

tstg 

O,3g Bottom view 
Vue de dessous 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

-30 V 

30 V 

50 mA 

360- mW 

-65 oC 

+ 150 oC 

76-11 1/4 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signaIs) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux ) 

Y12s 
(mS) 8 

6 

4 

4 

4 

'----. ,.0 ~Jl-A b12s -VOS =15V 

~ -;:::.0, 

'0 

.i 9125 

~'r/) 

~~' ~~ o~ ~ Il 

/ / ..... 0 

// 
~ 

4 

Y 225 
(mS) 8 

6 

4 

10-1 

8 
6 

4 

6 
f(MHz) 

~ ----: ~'}.o~ JI-
'0 ,«' 

~Ol 

'0 

~ 10 ~ 

~# , ... 
0 

b225 

922s 

BF 247 

Y
21s 
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BF 247 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for sma" signaIs) 
CARACTtRIST/QUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTlOUES STA TIOUES 
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BF 247 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Tâmb = 25° C 

Conditions de mesure 
Test conditions 

Gate source breakdown voltage VOS = 0 
V(BR)GSS Tension de claquage grille source IG = -11lA 

Total gate leakage current VOS = 0 IGSS Courant de fuite total de grille VGS = -15 V 

Orain current (1) VOS = 15 V 
10SS* Courant de drain (1) VGS = 0 

Gate source voltage VOS = 15 V VGS Tension grille source 10 = 200llA 

---
Gate source cut off voltage VOS = 15 V 

VGSoff Tension grille-source de blocage 10 = 10nA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Forward transfer admittance VOS = 15V 

IY21s1 Admittance de transfert direct VGS = 0 
f = 1 kHz 

Reverse transfer capacitance VOS = 15 V 

Capacité de transfert inverse 10 = 10mA C12ss 
f = 1 MHz 

1 nput capacitance VOS = 15 V 
C11ss Capacité d'entrée 10 = 10mA 

f = 1 MHz 

Output capacitance VOS = 15 V 

Capacité de sortie 10 = 10mA C22ss 
f = 1 MHz 

(1) Three 10SS classes are available on request 
(1) Trois classes de 1 DSS sont livrables sur demande 

Group 10SS* 

Groupe VOS = 15 V, VGS = 0 

A 30 à 80 mA 

B 60 à 140 mA 

C 110 à 250 mA 

* Pulsee! 
* Impulsions 

V' 300 ilS 8.;;; 2% 

2/5 
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( unless otherwise statee! ) 
( sauf indication contraire) 

Min. Typ. Max. 

-25 V 

-5 nA 

10 300 mA 

-0,5 -14 V 

-0,6 -14,5 V 

8 23 mS 

3,5 pF 

15 pF 

4,5 pF 

VGS à VOS = 15 V, 10 = 200llA 

-1,5Và-4V 

-3 V à -7 V 

-5,5 V à -12V 



FIELD EFFECT TRANSISTOR, SILICON, N CHANNEL 
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM, CANAL N 

BF247 

-Amplification 

Amplification 

-Chopper 

Découpeur 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(mW) 

200 

100 

~ 

"-

50 

'1\. 
'\ 

'\ 
1'\ 

100 

Plastic case 
BoTtier plastique 

ABSOLUTE RATINGS ( L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Gate drain voltage 
VG[i Tension grille - drain 

Drain source voltage 
VOS Tension drain - source 

Gate current 
Courant de grille IG 

Power dissipation 
Tcase 25 Oc Ptot * Puissance dissipée 

Storage temperature min 
Température de stockage max Tstg 

* Derate at 2.4 mW per oC up to 150 oC 
* Réduire de 2,4 mWpar °Cjusqu'à 150°C 

VOS 

IOSS 

25 V max. 

30 ... 250 mA à V GS = 0 
in 3 groups 
en 3 groupes 

23 mAN typ à VGS = 0 

F 139 B- Voir dessin coté CB-76 dernières pages 
SIle outline drawing CS-l6 on fast fNJ(Jes 

1 
Weight 
Masse 0.3g 

Tamb = + 25 Oc 

G~D 
S 

Bottom view 
Vue de dessous 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

- 25 V 

25 V 

10 mA 

300 mW 

- 55 oC 
+ 150 oC 

75-47 1/5 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACT~RISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 
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BF 245 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

1 nput capacitance VOS = 20 V 

Capacité d'entrée VGS = -1 V 
f = 1 MHz 

Output capacitance VOS = 20V 

Capacité de sortie VGS = -1 V 
f = 1 MHz 

VOS = 20V 

VGS = -1 V 

1 nput conductance f = 100 MHz 

Conductance d'entrée 
VOS = 20V 

VGS = -1 V 
f = 200 MHz 

(1) Three 10SS classes are available on request 
(1) Trois classes de 1 DSS sont livrables sur demande 

10SS* 
Group 

Tamb = + 25°C 

C11ss 

C22ss 

G11s 

BF 245 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

min typ max 

4 pF 

1,6 pF 

70 fJS 

250 fJS 

VGS 

Groupe VOS = 15 V, V GS = 0 VOS = 15 V, 10 = 200fJA 

A 2 ~ 6,5 mA - 0,4 V ~ - 2,2 V 

B 6 ~ 15mA -1,6V ~ - 3,8 V 

C 12 ~ 25 mA -3,2V ~ -7,5 V 

* pulsed 
* impulsion t p ..;;;; 300 fJS .;;; 2 % 

3/5 
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BF 245 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTIQUES STATIQUES Tamb = + 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Gate source breakdown voltage VOS =0 
Tension de claquage grille source IG = -l1lA 

Total gate leakage current VOS = 0 
Courant de fuite total de grille VGS = - 20V 

Drain current (11 VOS = 15V 
Courant de drain (1) VGS = 0 

Gate source voltage VOS = 15 V 
Tension grille source ID = 200llA 

Gate source cut off voltage VOS = 15 V 
Tension de blocage grille source ID = 10 nA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CA RA CTtRISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Forward transfer admittance VOS = 15 V 

Admittance de transfert direct VGS = 0 
f = 1 kHz 

VOS = 20 V 
Reverse transfer capacitance VGS = -1V 
Capacité de transfert inverse f = 1 MHz 

* Pulsed 
* Impulsion tp ";; 300 ilS [j ..;; 2 % 

2/5 

856 

V(BRIGSS 

IGSS 

10SS* 

VGS 

VGSoff 

1 Y21s\ 

C12ss 

( unless otherwise stated 1 
( sauf indication contraire) 

min typ max 

-30 V 

-5 nA 

2 25 mA 

-0,4 -7,5 V 

-0,5 -8 V 

3 5,5 6,5 mS 

1,1 pF 



FIELO EFFECT TRANSISTOR, SILICON, N CHANNEL 
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM, CANAL N 

- LF and HF amplification 

Amplification BF et HF 
VOS 

IOSS 

C12S 

30V max 

2 .. 25 mA ( .VGS = 0 ) 
in 3 groups 
en 3 groupes 

1,1 pF typo 

BF245 

Plastic case F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
BoTtier plastique Voir dessin coté CB-76 dernières pages 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(mW) 

300 

200 

100 

r\ 
\ 

\ 
r\ 

\ 
o 50 100 150 Tamb (OC) 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Gate drain voltage 
Tension grille drain 

Drain source voltage 
Tension drain source 

Gate current 
Courant de grille 

Power dissipation Tcase 25 oC 
Puissance dissipée 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

• Derate at 2,9 mW per Oc up to 150 oC 
• Réduire de 2,9 mWpar oC jusqu'à 150 0 C 

1 
Weight 
Masse 0,3 9 

VGD 

VOS 

IG 

Ptot 
. 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

-30 V 

30 V 

10 m A 

360 m W 

- 55 OC 

+ 150 oC 

75 - 48 1/5 

855 

1 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 
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BC 264 

STATIC CHARACTERISTICS 
CA RA C TE:RIS TI QUES STATIQUES 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smalt signais) 
CA RA C TtRIS TIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

1 nput capacitance 
VOS = 15 V 

Capacité d'entrée 
VGS = -1 V 
f = 1 MHz 

Output capacitance 
VOS = 15 V 

Capacité de sortie 
VGS = -1 V 
f = 1 MHz 

Noise figure VOS = 15 V 

Facteur de bruit VGS = 0 

RG = 1 Mn 
f = 1 kHz 

Equivalent reverse voltage VOS = 15 V 

Tension équivalente de bruit VGS = 0 
f = 10Hz 

(1) Four IOSS classes are available on request 
(1) Quatre classes de 1 DSS sont livrables sur demande 

Tamb =25°C 

C11ss 

C22ss 

F 

en 

Group 
IOSS* V GS à VOS = 15 V 

Groupe 
VOS = 15 V, V GS = 0 ID min. 

(mA) 
max. 

A 2 à 4,5 mA 1 -0,2 V -l,2V 

B 3,5 à 6,5 mA 1,5 -0,4 V -1,4 V 

C 5 à 8 mA 2,5 -0,5 V -1.5 V 

0 7 à 12 mA 3,5 -0,6 V -l,6V 

* Pulsee! 
* Impulsion 

BC264 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

Min. Typ. Max. 

4 pF 

1,6 pF 

0,5 2 dB 

nV 40 
VHz 

IY21s1 
VOS=15V VGS=O 

min. f'71 kHz 

2,5 mS 

3 mS 

3,5 mS 

4 mS 

3/5 
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BC264 

STATlC CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTIOUES STA TlOUES 

Gate source breakdown voltage 
Tension de claquage grille source 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

Drain current (1) 
Courant de drain (1) 

Gate source voltage 
Tension grille source 

Gate source eut-off voltage 
Tension grille-source de blocage 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VOS = 0 
IG = -lp.A 

VOS = 0 
VGS = -20 V 

VOS = 0 
VGS = -20 V 

Tamb= 100°C 

VOS = 15 V 
VGS = 0 

VOS = 15 V 

ID = 200p.A 

VOS = 15 V 

'0 = 10nA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smalt signais) 
CARACURISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Forward transfer admittance 
Admittance de transfert direct 

Reverse transfer capacitance 
Capacité de transfert inverse 

" Pulsed 
"Impulsion 

2/5 

850 

VOS = 15 V 
VGS = 0 
f = 1 kHz 

VOS = 15 V 
VGS = -1 V 
f = 1 MHz 

-------

V(BRIGSS 

IGSS 

IGSS 

10SS* 

VGS 

VGSoff 

IY21s1 

C12ss 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

Min. Typ. Max. 

-30 V 

-10 nA 

-1 p.A 

2 12 mA 

-0,4 V 

-0,5 -8 V 

Tamb = 25°C 

2,5 3,5 mS 

1,2 pF 



FIELD EFFECT TRANSISTOR, SILICON, N CHANNEL 
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM, CANAL N 

BC264 

. LF amplification 

Amplification BF 
Vos 30V max. 

IDSS 2 .... 12 mA à V GS = 0 

in 4 groups 
en 4 groupes 

F 2 dB max à V GS = 0 

f = 1 kHz 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
Bol'tier plastique Voir de8S;n cot6 CB-76 dernilres pages 

Ptot 
(mW) 

300 

200 

100 

"r\. 
'\ 

."\ 
o 50 100 150 Tamb (OC) 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Gate drain voltage 
Tension grille drain 

Drain source voltage 
Tension drain source 

Gate current 
Courant de grille 

Power dissipation Tease = 25°C 
Puissance dissipée 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

* Derate at 2,4 mW per Oc up to 150 Oc 
* Réduire de2,4mWpar 0Cjusqu'à 150°C 

1 G <:;;) 0 

S 

Weight Bottom view 
Masse 0,3g Vue de dessous 

T _ 0 ( unless otherwise stated ) 
8mb - + 25 C ( sauf indication contraire) 

VGO -30 V 

VOS 30 V 

'G 10 mA 

Ptot 300* mW 

Tstg 
-55 oC 

+150 oC 

75·47 1/5 
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2N 5432, 2N 5433, 2N 5434 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mA) 2N 5434 
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JEDEC, SITELESC, DATA AND SESCOSEM (CB •.• ) NUMBER CASES 

NUMEROS DE BOl TIERS JEDEC, SITELESC, DA TA ET SESCOSEM (CB . . . J 

F-100 

F-120 

F-139 B 

TO-18 

TO-39 

TO-60 

TO-72 

TO-92 

TO-126 

•• _ ••••• 1 ••• 

•••••••••• 1. 

.1' ••••••• 1. 

............ 

.......... 1. 

............ 

CB-49 

CB-124 

CB-76 

CB-6 

CB-7 

CB-27 

CB-4 

CB-97 

CB-16 



Mounting hardware 
and 

Packages 
BOÎtiers et Equipements 
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ACTIVE COMPONENTS FOR HYBRID MICROELECTRONIC 
COMPOSANTS ACTIFS POUR MICROELECTRONIQUE HYBRIDE 

r --.. Top view 
Vu. dtI del$UI 1 3 

CB-145 
(TM·3) 

Silicon NPN transistors, VH F • UH F amplifiéation 
Transistors NPN silicium, amplification VHF· UHF 

Type Merklng JI Type M.rqwge 

TE 918 010 

TE 3670 041 • 
TE 3571 044 

TE 3512 028 

N channel field effect transistors 
Transistors à effet de champ, canal N 

Type 
Type 

TE 4091 

TE 4391 

TE 4392 

TE 4393 

* Pulsed 
Impulliom 

908 

Mar ki 119 11 M.,qu.,. 

F02 

F03 c 

F07 

F08 c 

fT 
1 VCEol'c 1 (MHz) (V) (mA) 

Tvp 

600 16 50 

1500 15 50 

1200 15 50 

1000 13 60 

vos 
1 

Vüo 
1 

VGS 
(V) (V) (V) 

40 -40 -40 
40 -40 -40 

40 -40 -40 

40 -40 -40 

L __ 

h21E /VCE IC Equlvelent 
(V) (mA) Equi".,.nc. 

mIn mell 

20 3 2N 918 

20 ·150 6 6 2N 3670 

20·200 6 5 2N 3511 

20 ·300 6 5 2N 3572 

IIG 

1 
10SS*/ vos EquivlIlent 

(mA) (mA) (V) Equi!lll/flnCe 

min fIllIX 

10 30 20 2N 4091 

50 50 ·150 20 2N 4391 

50 25· 75 20 2N 4392 

50 5· 30 20 2N 4393 



ACTIVE COMPONENTS FOR HYBRID MICROELECTRONIC 
COMPOSANTS ACTIFS POUR MICROELECTRONIQUE HYBRIDE 

2 __ J r 
Top view 
Vu. œ dtllSUS 

1 3 [], 
_, 1 

CB-145 
(TM-3) 

Silicon NPN transistors, switching and general purpose 
Transistors NPN silicium, usage géntJral et commutation 

Marking 
M"'OUIIfIII II Type VeBO 1 VCEol IC 

T'I" (V) (V) ("'A) 
A.CI:I 

N 

TE 930 008 45 45 30 

TE 2221 012 60 30 800 

TE 2221 A 054 75 40 800 

TE 2222 013 60 30 800 

TE 2222 A 020 75 40 800 

TE 2369 011 40 15 200 

TE 2483 053 60 60 50 

TE 2484 005 60 60 50 

Silicon PNP transistors, switching and general purpose 
Transistors NPN silicium, usage général et commutation 

Type 
T'I" 

TE 2894 

TE 2906 

TE 2906 A 

TE 2907 

TE 2907 A 

* Pulsed 
Impulsions 

Marking 
M"'OUIIfIII 

N 

J06 

JOl 

J12 

J02 

J03 

~} 
8 .. 

V
eso 1 VCEO 1 

IC 

i~ (V) (V) (mA) 

-12 -12 -200 

-60 -40 -600 

-60 -60 -600 
-60 -40 -600 

-60 -60 -600 

1 _J ,-

1 

1 

h21E /VCE IC Equivalent 
(V) (mA) Equi"lII11f1œ 

min max 

ioo -300 5 0.01 2N 930 

40 -120* 10 150 2N 2221 

40 -120* 10 150 2N 2221 A 

100 -300* 10 150 2N 2222 

100 -300* 10 150 2N 2222 A 

40-120 1 10 2N 2369 

40-120 5 0,01 2N 2483 

100 - 500 5 5 2N 2484 

1 
h21E /VCE IC Equivalent 

(V) (mA) Equi".I.nœ 

min max 

40 -150* -0.5 -30 2N 2894 

40 -120* -10 -150 2N 2906 

40 -120* -10 -150 2N 2906 A 

100 - 300* -10 -150 2N 2907 

100-300* -10 -150 2N 2907 A 

1 
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ACTIVE COMPONENTS FOR HYBRID MICROELECTRONIC 
COMPOSANTS ACTIFS POUR MICROELECTRONIQUE HYBRIDE 

CB-166 
(SOT-23) 

N channel field effect transistors 
Transistors à effet de champ, canal N 

TVpe Marking ~. 
Type Marquage 8'5 

~~ 

BFR 30 Ml d 

BFR 31 M2 d 

sa 3966 F29 d 

sa 4091 F02 d 

SO 4391 F03 d 

sa 4392 F07 d 

sa 4393 FOS d 

906 

VOS 

1 

VGO 

1 
(V) (V) 

25 -25 

25 -25 

30 -30 

40 -40 

40 -40 

40 -40 

40 -40 

Top,;ow ~ 
VW .. _.~ 

2 t 

VGS 

1 

IG 

1 
IOSS / VOS 

(V) (mA) (mA) (V) 

min max 

-25 5 4- 10 10 

-25 5 1- 5 10 

-30 10 2 20 

-40 10 30 20 

-40 50 50 -150 20 

-40 50 25 - 75 20 

-40 50 5 - 30 20 

Equivalent 
EquivalBnCfl 

BFW 11 

BFW 12 

2N 3966 

2N 4091 

2N 4391 

2N 4'392 

2N 4393 



ACTIVE COMPONENTS FOR HYBRID MICROELECTRONIC 
COMPOSANTS ACTIFS POUR MICROELECTRONIQUE HYBRIDE 

CB-166 
(SOT-23) 

Top.iow ~ 
VUedtldtl"U6~ 

2 1 

Silicon NPN transistors, RF - VHF - UHF amplification 
Transistors NPN silicium, amplification RF - VHF· UHF 

Marking 
Merquefltl ~. 

Type 

N 1 R 

O.c:: fT 1 veEol'e 1 h2'E IVeE U u Type 
~~ (MHz) (V) (mA) (V) 

Typ min max 

BFR 53 (R) Nl N4 a (b) 2000 10 100 25 5 

BFR 92 (R) Pl P4 a (b) 5000 15 25 25 10 

BFR 93 (R) Rl R4 a 9BO 5000 12 35 25 5 

BFS 17 (R) El E4 a (b) 1300 15 50 25-150 1 

BFS 18 (R) Fl F4 a (b) 200 20 30 35 -125 10 

BFS19 (R) F2 F5 a (b) 260 20 30 65 - 225 10 

BFS20 (R) Gl G4 a (b) 450 20 25 40 10 

sa 269 (R) N66 066 a (b) 2000 20 100 50 - 250 9 

sa 918 (R) Nl0 010 a (b) 600(1) 15 50 20 1 

sa 3570 (R) N47 047 a (b) 1500(11 15 50 20-150 6 

sa 3571 (R) N44 044 a (b) 1200(11 16 50 20 - 200 6 

sa 3572 (R) N28 028 a (b) 1000(11 13 50 20 -300 6 

Silicon PNP transistors, RF- VHF - UHF amplification 
Transistors PNP silicium, amplification RF - VHF - UHF 

Marking 

1 

Merquefltl 11 Type 

N 1 R 
'T IveEol le h21E IVeE 

Type (MHz) (V) (mA) (V) 
êi:1t) 

Typ min max 

le 
(mA) 

50 

14 

30 

2 

7 

5 

3 

5 

5 

5 

le 
(mA) 

sa 679 (R) P18 J18 a (b) 850 -36 -30 20 -10 -3 

sa 680 (R) P19 J19 a (b) 650 -35 -30 20 -10 -3 

(1) fT: min. 

Equivalent 
Equille/enœ 

BFW30 

BFR 90 

BFR 91 

BFY 90 

BF 115 

BF 115 

BF 173 

ESM 269 

2N 918 

2N 3570 

2N 3571 

2N 3572 

1 
Equivalent 
Equille/enee 

BF 679 

BF 680 
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ACTIVE COMPONENTS FOR HYBRID MICROELECTRONIC 
COMPOSANTS ACTIFS POUR MICROELECTRONIQUE HYBRIDE 

CB-166 
(SOT-23) 

Silicon PNP transistors, switching and general purpose 
Transistors PNP silicium, usage général et commutation 

Type 
Type 

BCW29 

BCW30 

BCW69 

BCW70 

Bex 17 

BeX 18 

sa 2894 

sa 2906 

sa 2906 A 

sa 2907 

sa 2907 A 

* Pu/sed 
Impulsions 

904 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

Marking 
Marquage 

N 1 R 

Cl C4 

C2 C5 

Hl H4 

H2 H5 

T1 T4 

T2 T5 

P06 J06 

POl JOl 

P12 J12 

P02 J02 

P03 J03 

'Ë. 
V

CBO 
1 V

CEO 
1 

'C O..c:: Uu (V) (V) (mA) 
~~ 

a (b) -30 -20 -200 

a (b) -30 -20 -200 

a (b) -50 -45 -200 

a (b) -50 -45 -200 

a (b) -50 -45 -1000 

a (b) -30 -25 -1000 

a (b) -12 -12 -200 

a (b) -60 -40 -600 

a (b) -60 -60 -600 

a (b) -60 -40 -600 

a (b) -60 -60 -600 

Topv;ow ~ 
V~""_.~ 

2 1 

1 

h21E / VCE 'C Equivalent 
h21e o (V) (mA) Equivalence 

min max 

120 - 260° -5 -2 BC 178 A 

215 - 500° -5 -2 BC 178 B 

120 - 260° -5 -2 BC 177 A 

215 - 500° -5 -2 Be 177 B 

100 - 600 -1 -100 BC327 

100 - 600 -1 -100 BC328 

40 -150 -0,5 -30 2N 2894 

40 - 120* -10 -150 2N 2906 

40 -120* -10 -150 2N 2906 A 

100 - 300* -10 -150 2N 2907 

100 -300* -10 -150 2N 2907 A 



ACTIVE COMPONENTS FOR HYBRID MICROELECTRONIC 
COMPOSANTS ACTIFS POUR MICROELECTRONIQUE HYBRIDE 

CB-166 
(SOT-23) 

Top"" ~ 
Vuededel$us ~ 

2 1 

Silicon NPN transistors, switching general purpose 
Transistors NPN silicium, usage genral et commutation 

Type 
Type 

BCW31 

BCW32 

BCW33 

BCW71 

BCW 72 

BCX 19 

BCX 20 

BSV 52 

S0930 

S02221 

SO 2221 A 

SO 2222 

SO 2222 A 

SO 2369 

SO 2484 

* Pulsed 
Impulsions 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

Marking 
Merqullf/tl 

N 1 R 

01 04 

02 05 

03 06 

K1 K4 

K2 K5 

U1 U4 

U2 U5 

B2 B4 

N08 008 

N12 012 

N54 054 

N13 013 

N20 020 

N11 011 

N05 005 

~t VeHO 1 veEol'e 1 
~~ V MS(1) (V) (mA) 

a(b) 30 20 200 

a (b) 30 20 200 
a (b) 30 20 200 
a (b) 50 45 200 
a (b) 50 45 200 
a (b) 50(1) 45 1000 
a (b) 30(1) 25 1000 
a (b) 20 12 200 

a (b) 45 45 30 

a (b) 60 30 800 

a (b) 75 40 800 

a (b) 60 30 BOO 
a (b) 75 40 800 

a (b) 40 15 200 

a (b) 60 60 50 

h21E /VCE 'C Equivalent 
(V) (mA) EquivBlenCfl 

min max 

110-220 5 2 BC 10BA 

200 - 450 5 2 BC 108 B 

420 -BOO 5 2 BC 108 C 

110 - 220 5 2 BC 107 A 

200 -450 5 2 BC 107 B 

100 -600 100 BC337 

100 -600 100 BC338 

40 -120 1 10 2N 2369 

100 - 500 5 0,01 2N 930 

40 -120* 10 150 2N 2221 

40 -120* 10 150 2N 2221 A 

100 -300* 10 150 2N 2222 

100-300* 10 150 2N 2222 A 

40 -120 10 2N 2369 

100 -500 5 0.01 2N 2484 

1 
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NOTES 



Semiconductors for hybrid 
circuits 

Semiconducteurs pour circuits 
hybrIdes 

Silicon signal transistors of which data sheets are befo­
re this section can be applied, for use in hybrid circuits 
as chips or in miniature plastic case ce 1660rCB 145 

ln the following pages main characteristics of these 
transistors in plastic cases had been gathered. 

For further details ask our sales offices. 

Les transistors de signal au silicium dont les notices précédent 
cette section peuvent être livrés, pour utilisation dans les circuits 
hybrides soit sous forme de pastilles soit en bOÎtier plastique 
miniature CB 166 or CB 145 

Dans les pages suivantes ont été rassemblées les caractéristiques 
essentielles de ces transistors en bOÎtier plastique. 

Pour tous renseignements complémentaires questionnez nos 
services commerciaux. 
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SF.T 7001, 7002, 7003, 7004 

Gate characteristics 
Caractlristiques de la porte analogique 

~--------~--OB 

VA 

VEE 

VCC 

VI 

v. 
1 

4/4 

900 

Figure 1 

~------..... -O B 

10kU 

Figure 2 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE MESURE 

SF.T 7001 SF.T 7003 

-12V 

+12 V 

-12 VI 

+5V 

5 V peak to peak 
5 V cr6te à cr6te 

SF.T 7002 SF. T 7004 

-1BV 

+ 1BV 

-18V 

+10V 

o ';;;f';;;20 MHz 



SF.T 7001,7002, 7003, 7004 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TI ON 

Field effect transistor, N channel 
Transistor Il effet de champ, canal N 

Turn-on time 
Temps total dfJ croiSSBnce 

Turn-off time 
Temps totsl de dlcroiSSBnce 

PNP transistor 
Transistor PNP 

Collector-base eut-off current 
Courant residuel collecteur-base 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de clsqullf/e collecteur-bBSfl 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de clsqulIfIB collectsur-lmetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de clsqulIfIB Imetteur-base 

S.tatic forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Gate characteristics 
Caractéristiques de la porte analogique 

DC input voltage 
Tension continue d'entrH 

AC input voltage (peak to peakl 
Tension alternative d'entré6 (crfte li crfte) 

Transmitted frequency without 
attenuation 
Frlquence trBnsmise SBns atttlnuBtion 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Fig. 1 ton 

Fig. 1 toff 

VCB = -30 V 

'
CBO 

'E =0 

'C = -10 1lA 
V(BRICBO 

'E =0 

SF.T 7001 
SF.T 7003 

'C = -10mA 
V(BRICEO 

'B =0 
SF.T 7002 
SF.T 7004 

'C =0 
V(BRIEBO 

'E = -O,lIlA 

VCE = -10 V 
h21E 

'C = -10mA 

SF.T 7001 
SF.T 7003 

Fig. 1 VI 

SF.T 7002 
SF.T 7004 

SF.T 7001 
Fig.2 SF.T 7003 

Vi 

O';;;f ';;;20 MHz SF.T 7002 
SF.T 7004 

Fig.2 f 

Tamb = 25°C 
(unless otherwise stated) 

(sauf ind· t· . ) Ica Ion contralfe 

Min. Typ. Max. 

0,7 JI.S 

0,7 JI.S 

-10 nA 

-40 V 

-30 V 

-40 V 

-5 V 

40 

±5 V 

±10 V 

5 V 

6 V 

20 MHz 

314 

899 



SF.T 7001, 7002, 7003, 7004 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Fiald-effact transistor N channel 
Transistor b effet de champ canal N 

Tamb = 25°C 
(Unless otherwise stated) 
(SlIuf Indication, contraires) 

Test conditions 
Condition, de _l'fi 

VGS = 0 

ID = 1 mA 

On·state drain-source resistance 
R6si,tanca drain-lDurca li l''tat ~nt 

VGS = 0 

ID = 1 mA 

Tamb = 85°C 

VOS = 20 V 
VGS = -7 V 

Drain eut-off current 
Courant r6,idual de drain VOS = 20V 

VGS = -7 V 
T. = 85°C amb 

VSO = 20 V 
VGO = -7 V 

Source eut-off current 
Courant de blOCBfJfl da sourca VSO = 20 V 

VGO = -7 V 

Tamb= 85°C 

Gate-source breakdown voltage VOS = 0 
Tension de clsquBgtl gril/e·source IG = -lp.A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Gate to drain capacitance 
VGO = -10V 

Is = 0 
Capacité grille·drain 

f = 1 MHz 

Gate to source capacitance 
VGS = -10V 

IS =0 
Capacité grillfl-,ource 

f = 1 MHz 

214 

898 

Min. Typ. Max. 

SF.T 7001 
SF.T 7002 

rOSon 

SF.T 7003 50 
SF.T 7004 

SF.T 7001 
140 

SF.T 7002 

rOSon 

SF.T 7003 

SF.T 7004 
90 

10SX 1 

10SX 20 

ISOX. 1 

ISOX 20 

V(BR)GSS -30 

Field-effect transistor N channel 
Transistor à effet de champ canal N 

eGO 5 

CGS 5 

il 

il 

il 

il 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

pF 

pF 



F.E.T. ANALOGIC GATES 
PORTES ANALOG/OUES A TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

SET 7001 
SET 7002 
SF.T 7003 
SF.T 7004 

These silicon devices are constituted by : 

- a field-effect transistor N channel 

- a voltage variable capacitance diode 

- a PNP bipolar transistor. 

They are designed for high level switching : (multiple­
xing analogie-digital converter, telemetry and chopper) 
because the very low on-resistance and eut-off current. 

They can be used with logic DTL or TTL, they insure 
indispensable insolation between useful signal and 
driving signal without transformer. 

s 0 

G r----

# L ____ 
c 

B 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Gate-source voltage 
TBnsion grillfl-lOurce 

Collector-base voltage 
TBnsion collecteur-baIS 

Tamb = 26°C 

Power dissipation 
Dillipation dB PUlllllnCB 

Tcase = 25°C 

Operating temperature (at zero dissipation) min. 
TBm~f7Ituffl dB fonctionnement 
(IJ dllllipation nullB) max. 

Storage temperature min. 
TBmp6rt1turtl dlllltockllflll max. 

CsII d/IPQII/tiftt, au silicium IOnt com~1I : 

- d'un tf71nsl.tor 1 Bffet dB champ canal N 

- d'une d/odB 1 capacité variable 

- d'un tf71nlll'tor bipolalrtl PNP. 

Il' IOnt p"'vu, pour la commutation 1 fort n/IINU : (multi­
plBx",. converti'lIIur anBlogique-d/gital, téMmltriB Bt chop­
per) du flllt dB III fII/ble rI'i'tBnCtl , l'tltat fJII888nt Bt du faiblB 
couf71nt dII bloc",.. 

Il, peuvtJnt 'tffl IIIIOC/" j un enlllmble log/que DTL ou TTL 
Bt lUSufflnt /'I,olBmBnt ntlCBS$8iffl Bnt,." lB signal utilB et lB 
"gne/ de commandB sans l'utilisation de transformataur. 

Case F 100 - See outline drawing CB-49 on last pages 
BOÎtier Voir dBuin coté CB-49 dBmi',."s PII!lflS 

1 
Weight : 0,9 g. 
M_ 

VGS 

VCBO 

Ptot 

Top. 

Tstg 

D~~ S 0 0 C 
00 

E B 

Bottom view 
Vue dII dlllIIOUS 

(Unless otherwise stated) 
(SlJuf indlClltion, contnli,.) 

_ 30 V 

-40 V 

0,8 W 

2 W 

-55 oC 

~175 oC 

-65 OC 
+200 OC 

76 - 46 1/4 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

10 
(mA) 

~ r...........~SM44~6- f--l""'-oo.. 1 
l".. 1'0.. 

ESM 4448"'" ........ 

" '\. 
\ 

t p ';;;3OO I'S 

li .;;;~% 

V OS =15V 

Tamb;:: 25°C 
ï 1 

2 3 4 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

5 

" '\. 
\ 

1\ 
l' 

C11ss .--------,--------, 
(pF) 

8~----------_+----------~ 

6~----------_+----------~ 

4 ~--------~~~--------~ 

VOS=O 
f = 1 MHz 
Tamb= 25°C 

ESM 4448 

10
1 ~------~--------~ o 10 

rOSan 
(.0) 

C12ss 
(pF) 

5 

15 

ESM 4446, ESM 4448 

1 
1 

1/ 
Ij 

J 
1[ 

1 J 
7 / 

ESM444~ V 
./ ~SM4446 

-"'V V -
f = 1 Hz 

VOS = 0 -
Tamb = 25°C 

2 3 4 5 6 -VGS(V) 

1 
~ 
~ r--..... 
~ t--..... ESM4446 

~ 
E~M444~10 

V GS =-10V 
f = 1 MHz 

Tamb=~5OC 

2,5 5 7,5 

7/7 
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ESM 4446, ESM 448 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

-ID 
(mA) ESM 4448 

T = 25°C amb 
30 t p <; 300 j.lS 

ô <;2%. 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
0 100 200 

6/7 

894 

ID 
(mA) 

300 

200 

100 

ESM 4448 
Tamb = 25°C 

/ 
".--

1/ ",.-
te. 
V" 

o 
o 5 

VGS=O 

-1 V 

-2V 

-3V 

-4V 

300 -VOs(mV) 

tp =300J.'S 
ô ~2% 

VGS 

-lV 

l,v 
= 

_12,5 V 

-~V 
-3,5 V ..':4"\i": 

10 

ID 
(mA) ESM 4448 VGS=O 

Tamb = 25°C 

30 t p 0;;;; 300 j.lS 

ô ,,; 2% 
-1 V 

25 

20 
-2V 

15 

-3V 
10 

5 

0 -4V 
0 100 200 300 VOS(mV) 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

-ID 
(mA) ESM 444 

Tamb = 27°C 

~O t p .;;; 300",. 

6 .;;; 2 % 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
0 100 200 

ID 
(mA) 

400 

300 

200 

ESM4446 
Tamb= 250C_ 

/~ 
/ 

1 

1 / 

1 / , / V 1 

l 1 
VGS = OV -::::- t p<300 ,.5 

6 <2% 

-1V 

.....-
-2J ----
-3V / / ---- 1 

100 

o 
o 

f;: /' 
~ ~ 
~ 

5 

-4V 

-5V 

-6V 

300 -vos (mV) 

10 

4J--
-4.§V 
5V--
5.~V .... lnÏ-

ID 
(mA) ESM 4446 

Tamb = 25°C 

30 tp .;;; 300 ",s 

6 '" 2% 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
0 100 

ESM 4446, ESM 4448 

1 
-3V 

-4V 

-sv 

-6 V 

200 300 VOS(V) 

5/7 
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ESM 4446, ESM 4448 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Generator 
AL lp.F 

G"'tflllr 
Vl Zo .. 50n 

tr <1 ns 

~ '" ns LI 50n 
tp ~0,2p.s 

f = 100 Hz 

Vl 

OV 
90% " 
50% 

10% 

, 
'1 = VGSX ~ v 

41 

~ 

V2 toff 

td(off) tf 

1'0 on ~'OmA 1 

OV 

=:<VOO 
10% V 

90% V 
ID on x 25 n ) 

4/7 

892 

r 
1 

.l 

tr 

ton 

td(on) 

~ 

tr 

Oscilloscope 
OlCillfJICOIH 

ZI =50 n 
tr "0,4 ns 

CI" 20 pF 

\ 
"' 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
-----

Gate·source eut-off voltage 
Tension gril/e-source de blocage 

Drain-source saturation voltage 
Tension de saturation drain·source 

On-state drain-source resistance 
Résistanca drain-source à l'état passant 

Tamb =25°C 

Test conditions 
Conditions de masure 

VOS = 10V 

ID = lnA 

VGS = 0 

ID = 10mA 

VGS = 0 

ID = 1 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

On-state drain-source resistance 
VGS = 0 

ID =0 Résistance drain-source à l'état passant 
f = 1 kHz 

Input capacitance 
VOS = 0 

Capacité d'entrée 
VGS = -10 V 

f = 1 MHz 

Reverse transfer capacitance 
VOS = 0 
VGS = -10 V 

Capacité de transfert inverSlll 
f = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON 

Turn-on delay time 
:'etard à la croissance 

VOO = 1,5V 

Rise time VGS on = 0 
Temps de croissance· VGSX =-12V 

100n "",10mA 

Turn-ott time 
Temps total de décroissance 

VGS off 
ESM 4446 

ESM 4448 

VOS sat 
ESM 4446 

ESM 4448 

rOS on 
ESM 4446 

ESM 4448 

ESM 4446 
rds on 

ESM 4448 

C11ss 

C12ss 

td(on) 

tr 

toft 

ESM 4446, ESM 4448 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairas) 

Min. Typ. Max. 

-3 -10 V 
-1 -5 V 

80 mV 
120 mV 

8 n 
12 n 

8 n 
12 n 

50 pF 

25 pF 

15 ns 

20 ns 

35 ns 

3/7 
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ESM 4446, ESM 4448 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Gate current 
Courant dB grilla 

Gate current 
Courant dB grilla 

Total gate leakage current 
Courant dB fuita total da grille 

Gate·source breakdown voltage 
Tension dB claquage gri/le-source 

Orain cut·off current 
Courant r~.idutll dB drain 

Orain current 
Courant de drain 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 

890 

[) ~ 2% 

Test conditions 
Conditions dB mesura 

VGS = -15V 

'0 =0 

VGO =-15V 

15 =0 

VGO =-15V 

15 =0 

Tamb= 150°C 

VGS =-15V 

VOS = 0 

IG = -1 pA 

VOS = 0 

VOS = 10V 
VGS = -10 V 

VOS = 10V 
VGS = -10V 

Tamb= 150°C 

VOS = 10V 
VGS = 0 

Min. 

'GSO 

'GOO 

IGOO 

'GSS 

V(BRIGSS -25 

10SX 

10SX 

1055 * ESM 4446 100 
ESM 4448 50 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contrairtl.) 

Typ. Max. 

-0,2 nA 

-0,2 nA 

-0,2 pA 

-0,2 nA 

V 

0,2 nA 

0,2 IlA 

mA 
mA 



FIELD-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N 

ESM 4.446 
ESM 4448 

- Fast switehing 
Commutation rapide 

- Chopper 
Découpeur 

- Very low eut-off eurrent 
Très faible courant résiduel 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 
(W) 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

l' 
" 1 

1 " 1 , 
1 '" l 
1 

'" 1 

50 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Drain-source voltage 
Tension drain-source 

Gate-source voltage 
Tension grille-source 

Gate-drain voltage 
Tension grille-drain 

Gate current 
Courant de grille 

Power dissipation 
~mb = 25°C Dissiptltion de puissance 

Junction temperature max. 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

{ 100 mA min. ESM 4446 
IDSS 

SOmA min. ESM 4448 

'OSan { 
sn max. ESM 4446 

12 n max. ESM 4448 

Case TO-1S - See outlinedrawing CB-6 on lastpages 
Boitier Voir dessin coté CB-6 demiéres pages 

, 
Weight : 0,32 g_ 
Masse 

VOS 

VGS 

VGO 

IG 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Gate is connected to case 
La grille est reliée BU boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

25 V 

-25 V 

-25 V 

100 mA 

0,4 W 

+ 200 OC 

-55 oC 

+200 oC 

75-46 1/7 
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ESM 4302, ESM 4303, ESM 4304 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

F 
(dB) 

6 

5 

4 

3 

2 

~ 

\ 
\ 
\ 

\ 
~\ 

~-'~ -1>\ 
t-~ l 
~~ 

~\'\ 
-1~ ~ 

vos = 10 V 

vGS = 0 

\ 

\. , 
" " r-... 

r-_ -r-.. ::---.... 

c 
(pF) 

8 

5 

4 

3 

Vos = 20V 
f = 1 MHz 

~ 
............... r-.... 

4 

4/4 

888 

Y21s 
(mS) 

6 

4 

2 

Vos = 20 V 
f = 1 kHz 

'1 
/ 

/ 

/ 
V 

/ 
/ 

V 
./ 

~ _..-
2 468 2 468 2 468 

10-2 10-1 100 ID (mA) 

....... 
............... CllSS 

r-_ _C22SS--

L 
C12SS 

4 

- VGS (V) 



STATIC CHARACTERISTICS 
CA RA CTtRISTI 0 UES STATIOUES 

ID 
(mA) 

4 

10-1 

10-2 

..... 

'" '" ....... ~ 
...... '" 

1\. Î'~ 

Ï\ 
1\ 
\ 

~ 

\ 
l 

1 
1-- ~'\ 1-1-:--

<t ,. 
1-1-:--

1- 9 \ 

- t-
- -

"f-
r'-.. 

\ , 

I---1- -vos = 20V 
-1-- f--I-:-- -- --I-I-

--

"" 
-I-I-

" \. J- f-f-

.~ 1\ 

~ 
\ 

\ 1\ 
---c-

~~ r~~ 
-~ 

_<t --
-r-\ r l' 

--

2 - VGS (V) 

ESM 4302, ESM 4303, ESM 4304 

VGS - -10V 

vos = 0 -1 1 

Î/ 

101 Vl 
1---1- L 

1 1/ 
V 

1 V 
100 

,---- --1---

/ 
/ 

--1---

/ 
i " 10-1 

50 100 

1 
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ESM 4302, ESM 4303, ESM 4304 

STATIC CHARACTERISTICS ( unless otherwise stated 1 
CARACTtRISTIQUES STATIQUES T 8mb= + 25 Oc (sauf indication contraire) 

VOS =0 

VGS = -10V 
Total gate leakage current 

IGSS Courant de fuite total de grille VOS =0 

VGS = -10V 
tamb = 85 oC 

Gate source breakdown voltage VOS =0 
Tension de claquage grille sourcE IG = -l1lA V(BRIGSS 

Drain current VOS = 20V 
10SS· Courant de drain VGS =0 

Gate source eut-off voltage VOS = 20 V 
VGSoff 

Tension grille source de blocage ID = 10 nA 

OYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais 1 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

VOS = 20V 
Forward transfer admittance 

VGS =0 Y21s 
Admittance de transfert direct f = 1 kHz 

VOS = 20V 
Output admittance VGS =0 V22s 
Admittance de sortie f = 1 kHz 

VOS = 20 V 
1 nput capacitance VGS =0 Cllss 
Capacité d'entrée f = 1 MHz 

VOS = 20V 
Reverse trarisfer capacitance 

VGS =0 C12ss 
Capacité de transfert inverse f = 1 MHz 

VOG = 10V 
Gate drain capacitance IS =0 CGOO 
Capacité g;;lIe drain f = 1 MHz 

VOS = 20 V 
Forward transfer admittance 

VGS =0 V21s 
Admittance de transfert direct f = 100 MHz 

VOS = 10V 
Noise figure VGS =0 
Facteur de bruit RG = 1 Mn F 

f = 1 kHz 

• Pulsed 
* Impulsion t p ..;;; 300 ilS li ..;;; 2 % 

2/4 

886 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

ESM 4302 
ESM 4303 
ESM 4304 

ESM 4302 
ESM 4303 
ESM 4304 

ESM 4302 
ESM 4303 
ESM 4304 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Toys types 

ESM 4302 
ESM 4303 
ESM 4304 

ESM 4302 
ESM 4303 
ESM 4304 

min typ max 

-1 nA 

-0,1 pA 

-30 V 

0,5 5 mA 
4 10 mA 

0,5 15 mA 

-4 V 
-6 V 
-10 V 

1 mS 
2 mS 
1 mS 

50 jJ.S 

6 pF 

3 pF 

2 pF 

700 ilS 
1400 jJ.S 
700 ilS 

2 dB 
2 dB 
3 dB 



FIELD EFFECT TRANSISTORS, SILICON, N CHANNEL 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM, CANAL N 

LF amplification 
Amplification BF 

IOSS 

0,5- 5 mA 

4 - 10 mA 

0,5 -15 mA 

1 mS min 

2 mS min 

1 mS min 

ESM4302 
ESM4303 
ESM4304 

ESM 4302 

ESM 4303 

ESM 4304 

ESM 4302 

ESM 4303 

ESM 4304 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages 
Bottier plastique Voir dessin COM CB-76 derni~l'fI$ pagtl$ 

Ptot 
(mW) 

300 

200 

100 

'\f\. 

1"\ 
~ '" o 50 100 150 Tamb (OC) 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Gate drain voltage 
Tension grille drain 

Drain source voltage 
Tension drain source 

Gate current 
Courant de grille 

Power dissipation 
T = 25°C 

Puissance dissipée case 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

• Derate at 2,4 mW per oC up to 150 oC 
• Réduire de 2,4 mW par Oc jusqu'à 150 oC 

THOMSON-CSF 
I:MSIO'lSE.I.4I(.CtOJCTE~ 

Weight 
Masse 0,3 9 

Tamb = + 25 oC 

VGO 

VOS 

IG 

Ptot 

Tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

( unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

- 30 V 

30 V 

10 mA 

300· m w 

- 55 oC 
+ 150°C oC 

75 - 52 1/4 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

C12ss 
(pFI 

8 

6 

4 

1.5 

1 

ESM
I
409j ES~ 40~1 

ESM 4092 Il 
J 1 J 

1 / 1/ 
V / 

V ........ V ./ 
V 

VOS = 0 

~ ~ ~- f = 1 kHz 

Tlmb = 25°C 

o 2 3 4 5 6 

VGS J-12 V 
f =1 MHz-
Tamb = 25°C 

~ r--- Max. 

"" '" .............. r---~ 

5 10 15 

ESM 4091, ESM 4092, ESM 4093 

rd son ,---,--r--:-:-"""--"""--'--"--:r-I 
(.0) VGS=O 

VOS=O 
80 t-----t--t--f = 1 kHz-;--"7o<----i---I 

70t-----t--r_--r_--~--r--r_~ 

60r-~r-_+--~--~--+_--~~ 

20r-~~~--~--_+--_+--~--~ 

10~ __ ~~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ 

-50 -25 0 25 50 75 100 Tamb(OCI 

C11ss 
(pF1

8 

4 

4 

~ 
~ 

......... 
.......... -t::::---- 1"-0. --"""-r----

5 10 

V~S=l~V 
f =1 MHz 

Tamb =25°C 

Max. 

r--..... 'Min . 
r-

15 
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ESM 4091, ESM 4092, ESM 4093 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mA) -

5 ........ 
t-- r-.. 
t'..... r---..." 

1 

1 2 

~ ~ ..... t\..ESM 4091 

6/7 

882 

2 

10-3 

o 

\ ~ ESM 4092 \ 
I\ESM 409~\ ~ 

\ \ \ 
\ 

, , , 
1\ 
\ 
1 

:- f---

\ 
2 3 4 5 6 7 

IOSS 
(mA) 

80 

60 

40 

20 

o 

~ 

" "'-

r-..... 
........... 

'" 
-60 -20 

1'( 
ESJ4~ 

......... ~SM4092 

...... '" 
~SM4093 

~ t--r-

20 60 

.VOS -20V 

VGS=O 

....... 
~ 

['.. 

r-.... 

'" r--.... 
""'-r--I... 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ID 
(mA) VGS=OV 

75 

50 

25 

5 10 

ID 
(mA) 

15 

10 

5 

-1 V 

-2V 

-3V 

-4V 

-SV 

-6V 

-7V 

15 Vos (V) 

ESM 4093 

~ 
1 

.,-r 
if 
~ 

5 10 

ESM 4091, ESM 4092, ESM 4093 

ID 
(mA) ESM 40921 

t p E;; 300 ILS 

6 E;; 2% 

60 

40 

20 

1 

l~ VGS=O 

1 

~ 
-1 V 

2V 

II -3V 

0 
, -4V 

o 5 10 15 

1 VG~ =0 V 

1 
tp E;; 300 l" 

6 E;; 2% 

-0,5 V 

lV-

-l,SV 

15 

5/7 
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ESM 4091, ESM 4092, ESM 4093 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Generator 
G~Mrar.ur 

Zo = 50n 

tr '" 1 ns 
~ ~ 1 ns 
tp ~ 1 j.lS 

8 = 10% 

Vl 

li 

1

-12 V (ESM 4091) 

VGSX = - 8 V (ESM 4092) 
- 6 V (ESM 4093) 

1

6,6 mA (ESM 4091) 
ID ~ 4 mA (ESM 4092) 

2,5 mA (ESM 4093) 

For information 
A titre indicatif 

4/7 

880 

V 

OV 

A2 

50n 

Vl 

OV 
90% '" 
50% 

'1 = VGSX 
10% 

41 

~ 

V2 

td(offl 

~VDD 
10% 

VOS sat = 90% 
ID x 25 n 

11lF 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

ZI =50 n 
tr ~ 0,4 ns 

CI ~ 1.7 pF 

RL = R2 + 50 n 

RL R2 
1 j.lF 

430 379 
680 629 

1120 1069 

tp 

r 
V 

\. ~ t 

tr 

toft ton 

tf td\on) tr 

1" "" 1 \ 
-i " 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VGS =0 
On-state drain-source resistance 

ID =0 Résistance drain-source 4 l'état passant 
f = 1 kHz 

1 nput capacitance 
VGS =0 

Capacité d'entrée VOS =0 
f = 1 MHz 

Reverse transfer capacitance 
VGS = -20 V 

Capacité de transfert inverse VOS = 0 
f = 1 MHz 

Turn-on time V OO = 3V 
Temps total de croissance 

VGS = 0 

VGSX = -12 V 

ID on :::=: 6,6 mA 

Turn-off time See test circu it 
Temps total de décroissance Voir schéma 

Turn-on time VOO = 3V 
Temps total de croissance 

VGS = 0 

VGSX = -SV 

ID on :::=: 4mA 

Turn-oft time See test circuit 
Temps total de décroissance Voir schéma 

Turn-on time 
VOO = 3V Temps total de croissance 
VGS = 0 
VGSX = -6V 

ID on :::=: 2,5 mA 

Turn-oft time See test circuit 
Temps total de décroissance Voir schéma 

rdson 

C11ss 

C12ss 

ton 

toff 

ton 

toff 

ton 

toft 

ESM 4091, ESM 4092, ESM 4093 

Min. 

ESM 4091 

ESM 4092 

ESM 4093 

ESM 4091 

ESM 4091 

ESM 4092 

ESM 4092 

ESM 4093 

ESM 4093 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

30 n 
50 n 
80 n 

28 pF 

5 pF 

25 ns 

40 ns 

35 ns 

60 ns 

60 ns 

80 ns 

3/7 
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5C3 
41873 
OIN 

loi';" C-4 
Emba .. B-4C 

CEl 

4, 
533 

Cases 
BOÎtiers 

l--
... 04,n 
, 4.95 

CB-4 
SESCOSEM 

o 

18A 3 
41876 
OIN 

8oô,;.,: C - 7 
Emba •• : B-11 

CEl 

l--
4.32 

5.33 +--+-+---i 

12.70min. 

TO -18 
D.A.T.A. 

3 Pin, 
31<0< .... 

CB-6 
SESCOSEM 

911 



Cases 
BOÎtiers 

.----1#--1 
-~--

3 Outputs 
3Sortloo 

DIN DlN 

C8-27 1oôI1or: C-23 
e_: 8-35 A-31 U TO-6O 

CEl D.A.T.A. seSCOSEM cel 

~/----, 

1--

, .... 
6 ...... 

D.A.T.A. 

l 
~

i 2 o .() Ô 
l'In --Pin 

~ . 
4.5' 
5.33 

12.1'0 ..... 12.70min. 

3 Out_ 
3 Sorti .. 30utpuh 

3Sortloo 

Sort.,.,. .. fI~ SOT-54 
blN DIN 

TO-92 C8-97 
Cil D.A.t.A. C!I D.A.T.A. SESCOSEM 

912 



DIN 

CEl 

Pin 
Brochage 

r 

DIN 

12.70 min 

D ..... T ..... 

CEl ~ O ..... T..... JEDEC 

Cases 
BOÎtiers 

.-------_-

6 Pins 
6 Brodun 

CB-124 
SESCOSEM 

3 Outputs 
3 Sorties , 

CB-146 
SfSCOSfM 

DIN 

CEl 

DIN 

CEl 

2.10 0.85 
2.40 0.95 

D ..... T ..... 

D ..... T ..... 

270 Formerl)' : TM-3 
Anct.nnement: 

3 Out_ 
3 Sorti .. 

, 
CB-145 
SESCOSEM 

~--

3 Out""" 3Sort;oo 

, 
C8-166 
SESCCllfM 

913 
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Mounting hardware 
Equipements 

(2)---­ Insulating round 
Rondelle isolante 

• ------- ;:;~e;~~~~:6(~~::~l 

~@)- Mica insulator 
IsolBteur mie. 

Frame or heatsink 
Chluis ou radiateur 

____ Solder lug Metallo 1/J3 ______ _ 
Cosse MfJtello I/J 3 

Round Onduflex 1/>3 
Rondelle Onduflex 1/>3 

® ________ Hex. nut HU 3 
~ EerouHU3 

Delivered with device 
LivrfJ alltlC le dispositif 

* 

* 

* 

* 

* 

Delivered on request 
Livrsble IUr demande 

* 

1/> III: 31:z:1.2czz:-o:d::! =::zr_I::I:IIIF==*f 
1 ...... t----,-I/> -,-15 __ J 

Not delivered with device 
Non IivrfJ .1ItIC le di$pOsitff 

MICA INSULATOR MP 18036 
ISOLA TEUR MICA MP 18036 

INSULATING ROUND MP 18037 
RONDELLE ISOLANTE MP 18037 

MOUNTING HARDWARE TO-126 (CB-16) 
EQUIPEMENT TO-126 (CB-16) 

914 

08- 75 
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t ll-fOMSON-CSF 
_ DMSION SEMICONOUCTEURS 

~ 

Service Commercial 
Région Sud-Est 

Direction Commerciale 
50, rue Jean-Pierre Timbaud 
B.P. 120 - 92403 Courbevoie 
Téléphone: (1) 788-50-01 
Télex: Sesco 610560 

38120 Saint-Egrève 
Téléphone: (76) 75-81-12 
Télex: 204780 

Service Commercial Sud 
15, Avenue Camille Pelletan 
13602 Aix-en-Provence 
Téléphone: (91) 27-98-15 
Télex: 410665 

Export Division Thomson-CSF U K 
50, rue Jean-Pierre Timbaud 
B.P. 120 - 92403 Courbevoie 
Telephone: (1) 788-50-01 
Telex: Sesco 610560 

Ringway House, Bell Road 
Daneshill, Basingstoke, Hants 
RG240QG 
Tel: 025629155 
Telex: 858 865 

Ufficio Vendite 
00193 Roma 

Thomson-CSF GmbH 
8000 München, 70 
Postfach 70 1909 
Telephon : (89) 76-751 
Telex: 5 22 916 

Sescosem Italiana Spa 
Direzione commerciale, 
Ufficio Vendite et Deposito 
20125 Milano 
Via M.-Gioia, 72 
Telefono : 6884-141 (5 linee) 
Telex: 36 301 

Stabilimento 
Sermoneta (Latina) 

Lungotevere dei Mellini, 45 
Telefono : 31-27-22,35-30-05 
Telex: 61 173 Telonde 

~ 
915 
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Sud-Est 

• Thomson - CSF 
Division Sescosem 
50, rue Jean Pierre Timbaud 
BP 120 - 92403 Courbevoie 
Tél: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

Sud 

• Thomson - CSF 
Division Sescosem 

• Thomson - CSF 
Division Sescosem 
38120 Saint-Egrève 
Tél : (76) 75 - 81 - 12 Telex: 204780 

15, Av. Camille Pelletan - 13602 Aix en Provence 
Tél: (91) 27 - 98 - 15 Telex: 410665 

Notre réseau de distribution 

Région parisienne 

• Codirel (Codicom) 
105, rue Sadi-Carnot - 93170 Bagnolet 
Tél: (1) 287 - 49 - 99 

• Diel (Codicom) 
73, Av. Pierre Larousse - 92240 Malakoff 
Tél: (1) 656 - 70 - 44 

• Gedis 
165·167" rue Jean Pierre Timbaud 
92400 Courbevoie 
Tél: (1) 788- 50-13 

• Gedis 
53, rue de Paris - 92100 Boulogne 
Tél: (1) 604 - 81 - 70 Telex: 270191 

• Gedis 
2, place Gustave Eiffel 
Si lie 240 - 94528 Rungis Cedex 
Tél : (1) 686-03-86, 686-05-81 

Nord 

• Side (Codicom) 
34, avenue Robert Schuman 
C2 résidence de l'Europe - 59370 Mons en Barœul 
Tél: (20) 51 - 32 - 42 

Ouest 

• Bellion Electronique 
40, quai de l'Ouest - BP 212 - 29271 Brest Cedex 
Tél : (98) 80 - 38 - 00 Telex: 940265 

• Bellion Electronique 
3, rue Malakoff - 35100 Rennes 
Tél: (99) 79 - 26·33 Telex: 730012 

• Side (Codicom) 
Résidence Front de Seine 
41, quai du Havre· 76000 Rouen 
Tél : (35) 98· 22· 99 

Midi-Pyrénées 

.Sodimep 
8, Avenue Léon Viala· 31400 Toulouse 
TéI:(61) 53-01-71 

15 Juillet 1976 

Est 

• Codirel (Codicom) 
Rue du Grand Véon - 10000 Troyes 
Tél : (25) 72 - 24 - 12 

• Selfco 
31, rue du Fossé des Treize - 67000 Strasbourg 
Tél : (88) 32 - 59 - 33 Telex: 890706 

Sud-Ouest 

• Aquitaine Composants 
30, rue Denfert-Rochereau 
BP 38 - 33401 Talence Cedex 
Tél : (56) 91 - 13 - 92 Telex: 550696 

• Aquitaine Composants 
"Le Moulin Apparent" 
Route de Paris - 86000 Poitiers 
Tél : (49) 88 - 60 - 50 

Centre 

• Centre Electronique Diffusion 
48, rue de la Parlette - 63000 Clermont-Ferrand 
Tél : (73) 91 - 12 - 84 

• Sedre 
27, rue Voltaire - 42100 Saint-Etienne 
Tél: (77) 32 - 80 - 57 Telex: 300953 

Rhône-Alpes 

• Sedre 
5, Bd des Diables Bleus - 38000 Grenoble 
Tél : (76) 87·90· 12 Telex: 320260 

• Sedre 
10 & 12, rue Jean Bourgey - 69100 Villeurbanne 
Tél: (78) 68 - 30 - 96 Telex: 370461 

Côte d'Azur 

• Dimel 
Le Marino· Avenue Claude Farrère - 83100 Toulon 
Tél : (94) 41 - 49 - 63 Telex: 430093 

Provence 

• Cabus et Raulot 
59, rue de Village· 13291 Marseille Cedex 2 
Tél: (91) 47 - 97 - 76 Telex: 400622 

917 
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918 

• Thomson-CSF UK 
Ringway House, Bell Road 
Daneshill, Basingstoke, Hants 
RG240QG 
Tel: 0256 29155 Telex: 858 865 

Distributors 
15July 1976 

• Barlec LTD 
219 London Road, East Grinstead, Sussex 
Tel: 0342 24383 

• Concorde Instruments Company 
42, Cricklewood Broadway, London N.W.2 
Tel: 014520161 Telex: 21492 

• Elverston Electronics L TD 
74 College St., Kempston, Bedford 
Tel: 0234 46414 

• Lock Distribution 
Neville Street, Middleton Road, Oldham, Lancs 
Tel: 061 6520431 Telex: 669 971 

• OMNI Components L TD 
59 Vastern Road, Reading, Berks 
Tel: 0734 594834 Telex: 848 907 

• Phoenix Electronics (Portsmouth) L TD 
139-141 Havant Road, Drayton, Portsmouth, Hants 
Tel: 0701873441 

• Spenco Electronics (Phoenix) L TD 
79, Carron Place, Kelvin Industrial Estate, East Kilbride, Scotland 
Tel: 035 52 36311 Telex: 778 638 

• Transonics L TD 
Lindair House, 227/229 Tottenham Court Road, London, W.1. 
Tel: 01 580 0907 Telex: 25994 



Zentrale : München 

• Thomson-CSF GmbH 
Bereich Halbleiter Sescosem 
8000 München 70, Fallstrasse 42 
Telephon : (891 76-751 Telex: 5 22 916 

Geschaftsstellen 
15 Juli 1976 

klin Hannover 

• ThomlOn-CSF GmbH • Thomson-CSF GmbH 
1000 Berlin 31, Emserstrasse 2 3000 Hannover, E ichstrasse 43 
Telephon : (03018-61-70-17 Telex: 1 85425 Telephon : (05-111 1-23-51/52 Telex: 922306 

Kain (Aussenstelle Siegburgl 

• Thomson-CSF GmbH 
Frankfurt 5200 Siegburg, Kaiserstrasse 94 

Telephon : (0 22 4116-23-55 Telex: 889510 

• ThomlOn-CSF GmbH 
6000 Frankfurt 71, Rennbahnstrasse 6 Nürnberg 
Telephan : (06-11167-70-75/76 Telex: 413059 

• Thomson-CSF GmbH 
8500 Nürnberg, Bessemerstrasse 16 
Telephon : (09-11156-30-81/82 Telex: 623361 

Hamburg Stuttgart 

• ThomlOn-CSF GmbH 
2000 Hamburg 39, Bilserstrasse 9 
Telephon : (04015-11-97-14 Telex: 215403 

• Thomson-CSF GmbH 
7000 Stuttgart 1, Rosenbergstrasse 184 
Telephon : (07-11163-83-44/45 Telex: 721 718 

Distributer 

klin Frankfurt 

• RTG Distron • Spoerle Electronic 
1000 Berlin 33, Mecklenburgischestrasse 24 b 6079 Sprendlingen, Otto-Hahn-Strasse 13 
Telephon : (0301 8-23-30-64/65 Telex: 1 85478 Telephon : (0-61-031 60-41 Telex: 4 15095 

Braunschweig 

• DITTHA Deutsche ITT-Handels-GmbH & Co 
Zweigniederlassung Liedtke & Wiele 
3300 Braunschweig, Wallstrasse 2-5 
Telephon : (05-311 46031 Telex: 9 52680 

Bremen 

• A + B Electronic 
2800 Bremen, 1 ngolstiidterstrasse 1-3 
Telephon : (04-211 3-89-41 Telex: 2 44 363 

Dortmund 

• RTG E_ Spingorum KG 
4600 Dortmund, Bronnerstrasse 7 
Telephon : (02-31157- 92-52 Telex: 8 22 534 

Nürnberg 

• semtech GmbH 
8500 Nürnberg, Schultheissallee 39 
Telephon : (09-111400 66/67 Telex: 623960 

Stuttgart 

• « elecdis » Ruggaber KG 
7250 Leonberg - Eltinger, Hertichstrasse 41 
Telephon : (0-71-521 70-81 Telex: 7 24192 
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• Direzione Commerciale 
20125 Milano Via M. Gioia 72 

• Ufficio Vendite Roma 
00193 Roma Lungotevere Dei Mellini 45 

Tel: 02/6884141 (5Iinee) Telex: 36301 Ducati Tel: 06/312122-353005 Telex: 61113 Telonde 

Distributori 
15 Julio 1976 

Piemonte Venoto 

.A.E.D.I • Veco SAS 
C.5o Galileo Ferraris 75, 10128 Torino 
Tel:Oll/5946 12 - 594786 

Via Avenale,15 31033 Castelfranco Veneto (Treviso) 
Tel: 0423/485402 

Lombardia 

• Garavaglia Rappresentanze 
V. Le Lazio 27, 20125 Milano 
Tel: 02/582457 

Liguria 

• Dott. Wolfredo Jon Tonel 

Emilia - Toscana - Marche 

• Libra SRL 
Via Torino 15 
40068 San Lazzaro Di Savena (Bologna) 
Tel: 051/460130 

V. Le Brigate Partigiane 12, 16129 Genova 
Tel: 010/564 12 1 - 593998 

Distributori autorizzati 
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• Esco Italiana SRL 
Via Villa Mirabello 6, 20135 Milano 
Tel: 02/606504 - 8887548 Telex: Escomil 37497 

.Intesi 
C. 50 Europa 51 - 53, 20093 Cologno Monzese 
Tel: 02/2547043 - 2547046 Telex: 32351 

• Intesi 
Via Valadier 35 C, 00193 Roma 
Tel: 06/350751 Telex: 68179 



• Thomson-CSF 
Division Sescosem 
Service Export 
50, rue Jean-Pierre Timbaud 
92403 Courbevoie 
Tel: (1) 788-50-01 Telex :610560 

Local distributors 

Austria 

• Transalpina 
Elisabethstrasse 8 - 1010 Wien 1 
Tel: 56 - 15 -71 

Belgium and Netherlands 

• Thomson S.A. 
363, avenue Louise B-1050 Bruxelles 5 
Tel: 49 - 29 - 54 Telex: 23113 

Netherlands distributor 

• Compagnie Générale d'Electricité 
Koninginnegracht 64 La Haye 
Postbus 1860 La Haye 
Tel: 60 - 88 - 10 Telex: 31045 

Oenmark 

• Scansupply 
20, Nannasgade - OK 2200 Copenhague 
Tel: Aegir 5090 Telex: 9037 

Finland 

• OV Sufra AB 
Ruusulankatu 20 A 12 - 00250 Helsinki 25 
Tel: 49 - 01 - 37 Telex: Pierrejoly Helsinki 
Telex: 121 394 TLSF Pierrejoly Helsinki 

West Germany 

• Thomson-CSF GmbH 

15 July 1976 

Great Britain 

• Thomson-CSF UK L TD 
Ringway House - Bell road 
Danneshill Basingstoke - Hants 
RG24 -OQG 
Tel: 0256-29155 Telex: 868 865 

ltaly 

• Sescosem ltaliana 
Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 Mllano 
Tel: 6884 -141 Telex: 31042 

Norway 

• Feiring AIS 
Nils Hansens Vei, 7 - P.O. Box 101 Bryn, Oslo 6 
Tel: (02) 68-63-60 Telex: 16435 

Sweden 

• Elektroholm AB 
Dalvagen 12, Box 3005, S-171 03 Solna 3 
Tel: 82-02-80 Telex: 19 389 

Switzerland 

• Modular S.A. 
F ischerweg 11-13 - 3000 Berne 9 
Tel: (031) 23-21-42 Telex :32341 

U.S.A 

• Nucleonic Products Co, Inc 
8000 München 70 - Postfach 701 909 6660 Variel Avenue,Canoga Park-California 91303 
Tel: (089) 7675-275 Telex: 5 22 916 Tel: (213) 887-1010 Telex: 651 479 

Twx : 9104941954 
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Thomson-CSF Composants Export 
15, Rue de la Baume 
75360 Paris Cedex 08 
Tel: (1) 259-96-00 Telex: TSAF1204780 F 

Local correspondents 
15July 1976 

South Africa 
• Allied Electric (Pty) ltd 
PO Box 6090, Dunswart, South Africa 
Tel: 524341/5 Telex: 43-7823 

Argentina 
• Colmar SR l 
San Jose 83 Piso 12 - Buenos-Aires 
Tel: 37-51-76 Twc : Colmar 

Australia 
• 1 R H Components 
2, the Crescent, Box 70 - PO Kingsgrove 2208 
Kingsgrove, NSW, Australia 
Tel: 50111 Telex: 21123 
Cable: "1 RCAl" Sydney 

Austria 
• Transalpina 
Elisabeth strasse 8 - 1010 Wien 
Tel: 56-15-71 Telex: Inland 12171 

Brasil 
• Thomson-CSF Componentes do Brazil 
Caixa Postal 4854 Sao Paulo 
Tel: 61-64-83 Telex: Tesafibra Sao Paulo 
Brazil via Embratel SP 309 171 

Canada 
• Canadian General Electric company Ltd 
189, Dufferin street, 
Toronto - Ontario - M 6 K 1 Y 9 

Greece 
• Messaritis and Co 
32, Marni str_ PO Box 517 - Athens 
Tel: 538 - 872 ; 534 - 375 

Hong Kong 
• Shanklin Trading Co, ltd 
R M 503-5, Kam Chung Bldg 
54, Jaffe Road, Hong Kong 
Tel: 5 281521-3 Telex: 74269 JBSEl HX 
Cable: Add "Diodes H_K." 

India "NEW DELHI" 
• Thomson-CSF 
C. 578 Defence Colony - New Dehli 110024 
Tel: 625598 Telex: ND 2822 
Cable: Telonde - New Dehli 
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India "HYDERABAD" 
• Kashinath and Co 
10 - 2 289/71 Shantinagar - Hyderabad 500 028 AP 
Tel: 369 -42 

Japan 
• Thomson-CSF Ja"an K.K. 
TBR Building - Kojimachi 5-7 Chijodaku 
Tokio 102 - Japan 
Tel: (03) 2646341 Telex: 2324241 THCF-J 

South Korea 
• Vine Overseas Trading Corporation 
CPO Box 3154 - Seaul 

Mexico· 
• Proveedora Electronica S.A. 
Apartado postal M. 7607, Balderas 32108 
Mexico lOF 
Tel: 585-53-53 Telex: 017-72402 (Saul Me) 

Morroco 
• Ste de Fabrication Radioélectroniques Marocaines 
40, Boulevard de la Résistance - BP 2118 
Palais Mirabeau - Casablanca 
Tel: 27-91-00; 27-91-23 Telex: 21924 Telonde 

Portugal 
• Sd Com. Rualdo 
Rua S. Jose 15 - Lisbonne 2 
Tel: 33725 Tig : Rualdo Lisbonne 2 
Telex: 16447 Rualdo Lisbonne 

Singapour 
• General Engineers 
37, Hill Street 
Singapour 6 

Spain 
• Componentes Electronicos S.A. 
Poligono Industrial Fontsanta, Cali H sin 
San Juan Despi - Barcelona 
Tel: 319-46-50 Telex: 53 077 

Turkey 
• J. Barkey 
PO Box 58 
Osmanbey - Istamboul 
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